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TYPES Pages 

05 RM 80 177 

l l 
05 RM 250 177 
IN 34 83 
IN 48 83 
IN 54A 83 
IN 60 83 
IN 63 83 
IN 64 83 
IN 65 83 
lN 81 83 
IN 87 83 
IN 96 A 82 
IN 100 A 82 
IN 118 82 
IN 126A 83 
IN 127 A 83 
IN 128 83 
IN 198 83 
1 N 248 B (R) 144 
1 N 249 B (R) 144 
IN 250 B (R) 144 
lN 270 82 
IN 276 82 
IN 277 82 
IN 281 82 
IN 283 82 
IN 295 83 
IN 457 A DHD 79 
lN 484 A DHD 79 
lN 541 83 
lN 542 83 
IN 645 140 

l l 
lN 649 140 
IN 695,A 82 
IN 746A 88 

! ! 
IN 759A 88 
lN 821,A 108 
IN 823,A 108 
lN 825,A 108 
lN 827,A 108 
lN 829,A 108 
IN 933 82 
1 N 935,A,B 109 

! l 
1 N 939,A,B 109 
1 N 941,A,B 110 

! ! 
1 N 945,A,B 110 
lN 949 82 
1 N 957 B 88 

! ! 
1 N 992 B 88 
IN 995 82 
lN 1183 (R) 144 

l ! 
1 N 1190 (R) 144 
IN 1195 A (R) 144 

! ! 
1 N 1198 A (R) 144 
1N1341B(R) 142 

! l 
IN 1348 B (R) 142 
lN 1581 (R) 142 

! ! 
lN 1587 (R) 142 
1 N 2616 \4., 
lN 2617 141 

EQUIVALENT 
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liste alphanumérique 

TYPES Pages EQUIVALENT 

1 N 2887 177 
1 N 2891 177 
1 N 2897 177 
IN 2901 177 
1 N 2905 177 
1 N 2911 177 
IN 2915 177 
lN 2919 177 
IN 2921 177 
1 N 2923 177 
1 N 2925 177 
1 N 2970 B (R) 102 

l l 
lN3015B(R) 102 
lN 3016 B 94 

l ! 
1 N 3051 B 94 
IN 3154,A 109 

! l 
1N3157,A 109 
IN 3189 141 
IN 3190 141 
IN 3191 141 
1 N 3282 175 

! ! 
1 N 3286 175 
1 N 3305 B (R) 104 

! ! 
1 N 3350 B (R) 104 
1 N 3496 108 

! ! 
1 N 3500 108 
1 N 3592 82 
IN 3595 DHD 79 
IN 3595 E DHD 79 
1 N 3595 E3 DHD 79 
IN 3595 3 DHD 79 
1 N 3766 (R)/FR68 144 
1 N 3768 (R)/FR69 144 
lN 3821 A 94 

l ! 
IN 3828 A 94 
1 N 3879 (R) 163 

! ! 
1 N 3883 (R) 163 
1 N 3889 (R) 163 

! l 
1 N 3893 (R) 163 
1 N 3899 (R) 164 

! l 
1 N 3903 (R) 164 
1 N 3909 (R) 164 

! ! 
lN 3913 (R) 164 
1 N 3938 171 

! ! 
1 N 3942 171 
1 N 3988 (R) 142 
1 N 3990 (R) 142 
IN 4001 140 

1 1 
1 N 4007 140 
lN 4148 78 
lN 4149 78 
lN 4150 79 
lN 4151 78 

! ! 
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TYPES Pages EQUIVALENT 

lN 4154 78 
1 N 4187 B 93 

l l 
lN 4193 B 93 
1 N 4305 78 
1 N 4370 A 88 
lN 4371 A 88 
lN 4372 A 88 
1 N 4383 140 
1 N 4384 140 
1 N 4385 140 
1 N 4444 78 
1 N 4446 78 

l l 
1 N 4449 78 
1 N 4454 78 
lN 4531 78 
1 N 4565,A 108 

l l 
1 N 4584,A 108 
1 N 4585 140 
1 N 4586 140 
lN 4728 A 93 

l l 
lN4764A 93 
1 N 4765,A 110 

l l 
lN 4774,A 110 
lN 4775,A 109 

l l 
1 N 4784,A 109 
1 N 4942 160 

l l 
1 N 4948 160 
1 N 4954 86 

l l 
1 N 4989 86 
lN 5181 176 

l ! 
lN 5184 176 
lN5221 B 92 

l l 
lN 5281 B 92 
1 N 5333 B 100 

l l 
1 N 5388 B 100 
IN 5401 142 
1 N 5402 142 
1 N 5404 142 
1 N 5406 142 
1 N 5407,S 142 
IN 5415 161 

! ! 
1 N 5420 161 
IN 5614 141 
IN 5615 160 
IN 5616 141 
IN 5617 160 
IN 5618 141 
IN 5619 160 
1 N 5620 141 
IN 5621 160 
1 N 5622 141 
1 N 5623 160 
1 N 5624 142 

! J 
1 N 5627 142 
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TYPES Pages EQUIVALENT 

1 N 5629,A 128 

! ! 
1 N 5655,A 128 
1 N 5656,A 129 

! ! 
1 N 5665,A 129 
1 N 5802 150 

! ! 
1 N 5811 150 
1 N 5907 134 
1 N 5908 134 
1 N 6036,A 129 

! ! 
lN 6055,A 129 
1 N 6056,A 130 

! ! 
1 N 6072,A 130 
lN 6102,A 115 

! ! 
lN 6129,A 115 
lN 6130,A 116 

! ! 
lN 6137,A 116 
lN 6138,A 116 

! ! 
lN 6153,A 116 
lN 6154,A 117 

! ! 
lN6173,A 117 
1 N 6263 80 
lRM 40 177 

! ! 
1 RM 250 177 
1.5 KE 6V8,A 118 

! ! 
1.5 KE 56,A 118 
1.5 KE 62,A 119 

! ! 
1.5 KE 440,A 119 
1.5 KE 6V8C,A 118 

! ! 
1.5 KE 56C,A 118 
1.5 KE 62C,A 119 

! ! 
1.5 KE 440 C,A 119 
2N 681 189 

! ! 
2N 692 189 
2N 697 59 
2N 699 59 
2N 708 60 
2N 736,B 58 
2N 877 182 

! ! 
2N 883 182 
2N 914 60 
2N 918 52/69 
2N 929 58 
2N 930 58 
2N 1208 39 
2N 1209 39 
2N 1595 186 

! ! 

~ lHOMSON-CSF 

alpha-numericallist 
liste alphanumérique 

TYPES Pages EQUIVALENT 

2N 1599 186 
2N 1613 59 
2N 1616 39 
2N 1617 39 
2N 1618 39 
2N 1711 59 
2N 1724,A 39 
2N 1725 39 
2N 1770 187 
2N 1771,A 187 
2N 1772,A 187 
2N 1773 187 
2N 1774,A 187 
2N 1775 187 
2N 1776,A 187 
2N 1777,A 187 
2N 1778 187 
2N 1843A 188 

! ! 
2N 1850A 188 
2N 1893 59 
2N 1936 39 
2N 1937 39 
2N 2192,A 59 
2N 2193,A 59 
2N 2218,A 59 
2N 2219,A 59 
2N 2221,A 58 
2N 2222,A 58 
2N 2243,A 59 
2N 2322 182 

! ! 
2N 2329 182 
2N 2368 60 
2N 2369,A 60 
2N 2483 58 
2N 2484 58 
2N 2619 187 
2N 2815 39 

! ! 
2N 2825 39 
2N 2868 59 
2N 2890 36/59 
2N 2891 36/59 
2N 2894 60 
2N 2904,A 59 
2N 2905,A 59 
2N 2906,A 58 
2N 2907,A 58 
2N 3019 59 
2N 3020 59 
2N 3053 36/59 
2N 3054 .36 
2N 3055,$ 36 
2N 3375 47 
2N 3439 36 

! ! 
2N 3442 36 
2N 3553 45 
2N 3570 52/69 
2N 3571 52/69 
2N 3572 52/69 
2N 3583 37 
2N 3584 37 
2N 3585 37 
2N 3632 45 
2N 3649 201 

! ! 
2N 3658 201 
2N 3733 47 
2N 3738 37 
2N 3740 36 
2N 3741 36 
2N 3771 36 
2N 3772 36 
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2N 3773 36 
2N 3819 71 
2N 3821 70 

! ! 
2N 3824 70 
2N 3866 47 
2N 3903 62 

! ! 
2N 3906 62 
2N 3924 45 
2N 3926 45 
2N 3927 45 
2N 3966 70 
2N 4031 59 
2N 4033 59 
2N 4091,A 70 
2N 4092,A 70 
2N 4093,A 70 
2N4117,A 70 
2N4118,A 70 
2N4119,A 70 
2N 4220,A 70 
2N 4221,A 70 
2N 4222,A 70 
2N 4391 70 
2N 4392 70 
2N 4393 70 
2N 4416,A 70 
2N 4427 45 
2N 4428 50 

! ! 
2N 4431 50 
2N 4440 47 
2N 4446 70 
2N 4448 70 
2N 4957 52/69 
2N 4958 52/69 
2N 4959 52/69 
2N 5016 47 
2N 5070 43 
2N 5090 47 
2N 5109 51/68 
2N 5198 71 
2N 5199 71 
2N 5204 189 

! ! 
2N 5207 189 
2N 5245 71 
2N 5246 71 
2N 5247 71 
2N 5294 32 
2N 5296 32 
2N 5400 66 
2N 5401 66 
2N 5415 36 
2N 5416 36 
2N 5432 70 
2N 5433 70 
2N 5434 70 
2N 5447 62 
2N 5448 62 
2N 5449 62 
2N 5496 32 
2N 5550 66 
2N 5551 66 
2N 5589 45 
2N 5590 45 
2N 5591 45 
2N 5635 47 
2N 5636 47 
2N 5637 47 
2N 5641 45 
2N 5642 45 
2N 5643 45 
2N 5849 43 
2N 5942 43 



TYPES Pages EQUIVALENT 

2N 5944 46 
2N 5945 46 
2N 5946 46 
2N 6080 45 

l l 
2N 6084 45 
2N 6093 43 
2N 6099 32 
2N 6101 32 
2N 6107 32 
2N 6656 40 

l l 
2N 6661 40 
2N 6681 182 

l l 
2N 6685 182 
6 RM 40 178 

l l 
6 RM 250 178 
10 RM 60 178 

l l 
10 RM 250 178 
10 T4S 2N 2322 
11 T4 2N 1595 
11 T4S 2N 2323 
12 T4 2N 1596 
12 T4S 2N 2324 
14 T4 2N 1597 
14 T4S 2N 2225 
15 Pl 82 
16 Pl 82 
16 T4 2N 1598 
16 T4S 2N 2326 
17 T4 2N 1599 
17 T4S 2N 2327 
19 Pl 82 
20 RM 60 178 

l l 
20 RM 250 178 
22 R2 RP 2020 
24 R2 RP 4020 
26 Pl 83 
26 R2 RP 6020 
26 R2 S R 6 HZ 
28 R2 RP 8020 
28 R2S R 8 HZ 
30 R2 RP 1120 
30 R2S R 10 HZ 
32 R2 RP 2040 
34 P4 78 
34 R2 RP 4040 
36 P4 78 
36 R2 RP 6040 
36 R2S R 63 HZ 
38 R2 RP 8040 
38 R2S R 83 HZ 
40 Pl 82 
40 R2S R 103 HZ 
42 R2 G 2006 
44 R2 G 4006 
46 R2 G 6006 
46 R2S G 65 HZ 
48 R2 G 8006 
48 R2S G 85 HZ 
50 R2S G 105 HZ 
62 R2 G 2010 
64 R2 G 4010 
66 R2 G 6010 
66 R2S G 6 HZ 
68 R2 G 8010 
68 R2S G 8 HZ 
70 R2S G 10 HZ 
85 Pl 82 
108 T2 37 
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TYPES Pages EQUIVALENT 

109 T2 37 
110 A 05 268 

l l 
110 A 8 268 
110 B 05 268 

! ! 
110 B 8 268 
110 BHZ 269 
183 T2 37 
184 T2 37 
185 T2 37 
AA 112 83 
AA 113 83 
AA 114 83 
AA 116 83 
AA 117 83 
AA 118 83 
AA 119 83 
AA 121 83 
AA 123 83 
AA 130 83 
AA 131 83 
AA 132 83 
AA 135 82 
AA 139 82 
AA 143S 83 
AA 144 82 
AAY 47 82 
AAY 48 82 
AAY 49 82 
AAZ15 82 
AAZ18 82 
B 20C.3200/2200 269 
B 40C.600 268 
B 40C.800 268 
B 40C.1 000 268 
B 40C.1500 269 
B 40C.3200/2200 269 
B 80C.600 268 
B 80C.800 268 
B 80C.1 000 268 
B 80C.1500 269 
B 80C.3200/2200 269 
B 125C.600 268 
B 125C.800 268 
B 125C.1000 268 
B 125C 1500 269 
B 125C 3200/2200 269 
B 250C.600 268 
B 250C.800 268 
B 250C.1 000 268 
B 250C1500 269 
B 250C.3200/2200 269 
B 380C.600 268 
B 380C.800 268 
B 380C.1 000 268 
B 380C.1500 269 
B 380C.3200/2200 269 
BA 157,T 160 
BA 158,T 160 
BA 159,T 160 
BA 579A,C,S 263 
BA 12 201 274 
BA 12300 274 
BA 12501 274 
BA 17 100 274 
BA 20 601A 275 
BA 26 701A 275 
BA 31 910 275 
BA 36 931 270 
BA 37 931 270 
BA38931 270 
BA 39931 270 
BA 44 704A 275 
BA 204 115 269 
BA741931 270 
BA37741931 270 
BA37741 931 AS 270 
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TYPES Pages EQUIVALENT 

BAL 74 262 
BAL 99 262 
BAR 10 80 
BAR 11 80 
BAR 18 263 
BAR 19 80 
BAR 28 80 
BAR 35 80 
BAR 42 263 
BAR 43,A,C,S 263 
BAR 74 262 
BAR 99 262 
BAS 16 262 
BAS 19 262 
BAS 20 262 
BAS 21 262 
BAS 70-04 263 
BAS 70-05 263 
BAS 70-06 263 
BAT 17,DS 263 
BAT 18,DK 262 
BAT 19 80 
BAT 29 80 
BAT 41 80 
BAT 42 80 
BAT 43 80 
BAT 45 80 

! ! 
BAT 48 80 
BAT 53 263 
BAV 19 79 
BAV 20 79 
BAV 21 79 
BAV 70 262 
BAV 74 262 
BAV 99 262 
BAW 55 79 
BAW 56 262 
BAW 76 78 
BAX 12 79 
BAX 13 78 
BAX 16 79 
BAX17 79 
BAX 84 78 
BAY 24 175 
BAY 25 175 
BAY 26 175 
BAY 67 78 
BAY 80 79 
BAY 84 262 
BAY 85,S 262 
BB 12201 274 
BB 12300 274 
BB 12501 274 
BB 17 100 274 
BB20601A 275 
BB 26 701A 275 
BB31910 275 
BB 36 931 270 
BB37931 270 
BB 38 931 270 
BB 39 931 270 
BB 44 704A 275 
BB 204 115 269 
BB 741 931 270 
BB 37 741931 270 
BB 37 741 931 AS 270 
BC 107 58 
BC 108 58 
BC 109 58 
BC 140 59 
BC 141 59 
BC 160 59 
BC 161 59 
BC 174,A,B 62 
BC 177 58 
BC 178 58 
BC 179 58 
BC182,A,B 62 



TYPES Poges EQUIVALENT 

BC 183,A,B,C 62 
BC 184,B,C 62 
BC 211,A 59 
BC 212,A,B 62 
BC 213,A,B,C 62 
BC 214,B,C 62 
BC 237,A,B 63 
BC 238,A,B,C 63 
BC 239,B,C 63 
BC 264 71 
BC 307,A,B 63 
BC 308,A,B,C 63 
BC 309,A,B,C 63 
BC 313,A 59 
BC 327,-16,-25,-40 63 
BC 327 A,-16,-25 63 
BC 328,-16,-25,-40 63 
BC 337,-16,-25,-40 63 
BC 337 A,- 16,-25 63 
BC 338,-16,-25,-40 63 
BC413,B,C 63 

! ! 
BC 416,B,C 63 
BC 485,A,B,L 64 
BC 486,A,B,L 64 
BC 487,A,B,L 64 
BC 488,A,B,L 64 
BC 489,A,L 64 
BC 490,A,L 64 
BC 516 65 
BC 517 65 
BC 546,A,B 64 
BC 547,A,B,C 64 
BC 548,A,B,C 64 
BC 549,B,C 64 
BC 550,B,C 64 
BC 556,A,B 64 
BC 557,A,B,C 64 
BC 558,A,B,C 64 
BC 559,B,C 65 
BC 560,B,C 65 
BC 635 65 

! ! 
BC 640 65 
BCF 29 (R) 259 
BCF 30 (R) 259 
BCF 32 (R) 259 
BCF 33 (R) 259 
BCF 70 (R) 259 
BCF 81 (R) 259 
BCV 26 261 
BCV 27 261 
BCY 46 261 
BCY 47 261 
BCY 71 (R) 259 
BCV 72 (R) 259 
BCW 29 (R) 259 

! ! 
BCW 33 (R) 259 
BCW60 259 
BCW61 259 
BCW65 259 

! ! 
BCW68 259 
BCW 69 (R) 259 

! ! 
BCW 72 (R) 259 
BCW 81 (R) 259 
BCW 89 (R) 259 
BCW 90,A,B,C 65 
BCW 91,A,B 65 
BCW 92,A,B 65 
BCW 93,A,B 65 
BCW 94,A,B,C 65 

~ lHOMSON-CSF 

alpha-numerical lis' 
liste alphanumérique 

TYPES Poges EQUIVALENT 

BCW 95,A,B 65 
BCW 96,A,B 65 
BCW 97,A,B 65 
BCX17(R) 259 

! ! 
BCX 20 (R) 259 
BCX 70 259 
BCX 71 259 
BCY 58 58 
BCY 59 58 
BCY 78 58 
BCY 79 58 
BD 241,A,B,C 32 

! ! 
BD 244,A,B,C 32 
BD 249,A,B,C 32 
BD 250,A,B,C 32 
BD 301 32 
BD 302 32 
BD 303,A,B 32 
BD 304,A,B 32 
BD 705 32 

! ! 
BD 712 32 
BD 905 32 

! ! 
BD 912 32 
BD12201 274 
BD12300 274 
BD 12501 274 
BD13201 274 
BD 13300 274 
BD13501 274 
BD 17 100 274 
BD 20 601A 275 
BD 22 601A 275 
BD 26 701A 275 
BD 27 701A 275 
BD 31 910 275 
BD 36 931 270 
BD 37 931 270 
BD 38 931 270 
BD 39 931 270 
BD 44 704A 275 
BD 45 704A 275 
BD 204115 269 
BD 503 543 298 
BD 503 613 298 
BD 601 653 298 
BD 608 643 298 
BD 611 653 298 
BD 611 673 298 
BD 741 931 270 
BD 37 741 931 270 
BD 37 741 931 AS 270 
BDD 20 200 284 

! ! 
BDD 201200 284 
BDD 40 200 284 

! ! 
BDD 401200 284 
BDD 60 200 284 

! ! 
BDD 601200 284 
BDD 100200 284 

! ! 
BDD 100 1200 284 
BDD 150200 284 

! ! 
BDD 150 1200 284 
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TYPES Poges EQUIVALENT 

BDD 200 200 284 

! ! 
BDD 2001200 284 
BDD 250 200 285 

! ! 
BDD 2501200 285 
BDD 340 200 285 

! ! 
BDD 3401200 285 
BDD 480200 285 

! ! 
BDD 4801200 285 
BDD 700 200 285 

! ! 
BDD 7001200 285 
BDD 1050200 285 

! ! 
BDD 1050 1200 285 
BDD 1200 200 285 

! ! 
BDD 1200 1200 285 
BDT15200 286 

! ! 
BDT 151200 286 
BDT 30 200 286 

! ! 
BDT 30 1200 286 
BDT 60200 286 

! ! 
BDT 601200 286 
BDT 100200 286 

! ! 
BDT 1001200 286 
BDT 150200 286 

! ! 
BDT 150 1200 286 
BDT 250 200 287 

! ! 
BDT 250 1200 287 
BDT 330 200 287 

! ! 
BDT 3301200 287 
BDT 420 200 287 

! ! 
BDT 4201200 287 
BDT 550200 287 

! ! 
BDT 550 1200 287 
BDT 800 200 287 

! ! 
BDT 800 1200 287 
BDY 64,A,B,C 34 

! ! 
BDY 67,A,B,C 34 
BDX14 36 
BDX16 36 
BDX18 36 
BDX 20 36 
BDX 33,A,B,C,D 34 
BDX 34,A,B,C,D 34 
BDX 53,A,B,C 34 
BDX 54,A,B,C 34 



TYPES Pages EQUIVALENT 

BOX 62 /A,B /C 39 

~ l 
BOX 67/A/B /C 39 
BOY 26 37 
BOY 27 37 
BOY 28 37 
BOY 55 37 

l l 
BOY 58 37 
BOY 71 36 
BOY 72 36 
BOY 78 37 
BOY 79 37 
BF 167 67 
BF 173 67 
BF 198 67 
BF 199 67 
BF 240 67 
BF 241 67 
BF 245 71 
BF 247 71 
BF 253 67 
BF 254 67 
BF 255 67 
BF 256 71 
BF 257 66 
BF 258 66 
BF 259 66 
BF 272 A 67 
BF 337 66 
BF 391 66 
BF 392 66 
BF 393 66 
BF 422 66 
BF 423 66 
BF 491 66 
BF 492 66 
BF 493 66 
BF 502 S 67 
BF 506 67 
BF 509 T 67 
BF 554 260 
BF 599 260 
BF 642 W 66 
BF 643 W 66 
BF 679 67 
BF 692 W 66 
BF 693 W 66 
BF12201 274 
BF12300 274 
BF12501 274 
BF 13 100 274 
BF13201 274 
BF13300 274 
BF13501 274 
BF 17 100 274 
BF 20 601A 275 
BF 22 601A 275 
BF 26 701A 275 
BF 27 701A 275 
BF31910 275 
BF33910 275 
BF 36 931 270 
BF 37 931 270 
BF 38 931 270 
BF39931 270 
BF 44 704A 275 
BF 45 704A 275 
BF 204115 269 
BF 503 543 298 
BF 503 613 298 
BF 601 653 298 
BF 608 643 298 
BF 611 653 298 
BF 611 673 298 
BF741931 270 
BF 37 741931 270 
BF 37 741 931AS 270 
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alpha-numerical list 
liste alphanumérique 

TYPES Pages EQUIVALENT 

BFN 22 260 
BFN 23 260 
BFP 10 52/69 
BFP 90 52/69 
BFP 91 52/69 
BFP 92 52/69 
BFP 96 52/69 
BFQ 22 52/69 
BFQ 31/A (R) 260 
BFQ 63 52/69 
BFR 30 (R) 261 
BFR 31 (R) 261 
BFR 38 51/68 
BFR 90 51/68 
BFR 91 51/68 
BFR 92 (R) 51/68 

260 
BFR 93 (R) 51/68 

260 
BFR 96 51/68 
BFR 99 51/68 
BFS 17 (R) 260 

l l 
BFS 20 (R) 260 
BFT 47 66 
BFT 48 66 
BFT 49 66 
BFT 50 52/69 
BFW 16 A 51/68 
BFW 92 51/68 
BFX 89 51/68 
BFY 90 51/68 
BH 13 100 274 
BH 13201 274 
BH13300 274 
BH 13501 274 
BH 17100 274 
BH 20 601A 275 
BH 22 601A 275 
BH 26 701A 275 
BH27701A 275 
BH 31 910 275 
BH33910 275 
BH 36931 270 
BH 37 931 270 
BH 38 931 270 
BH39'931 270 
BH 44 704A 275 
BH 45 704A 275 
BH 204115 269 
BH 741 931 270 
BH 37741 931 270 
BH 37741 931AS 270 
BJ 503543 298 
BJ 503 613 298 
BJ 601 653 298 
BJ 608 643 298 
BJ 611 653 298 
BJ 611 673 298 
Bl20601A 275 
Bl 44 704A 275 
BLW 27 50 
BRY 54-100 T 186 

l l 
BRY 54-600 T 186 
BRY 55-30 182 

l l 
BRY 55-400 182 
BRY 55S-30 200 

l l 
BRY 55S-200 200 
BSA 35 282 
BSA 55 282 
BSR 13 (R) 260 

l l 
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TYPES Page. EQUIVALENT 

BSR 16 (R) 260 
BSR 35 282 
BSR 55 282 
BSR 56 261 
BSR 57 261 
BSR 58 261 
BSS 63 (R) 260 
BSS 64 (R) 260 
BST 35 282 
BST 55 282 
BSV 15 59 
BSV 16 59 
BSV 52 (R) 260 
BSW 21/A 58 
BSW 22/A 58 
BSX 45 59 
BSX 46 59 
BSX 51/A/B 58 
BSX 52/A/B 58 
BSY 53 59 

l l 
BSY 56 59 
BTA 04-200 S/T 212 

l l 
BT A 04-700 S, T 212 
BTA 06-200 B,C 214 

l l 
BTA 06-700 B,C 214 
BT A 06-200 S, T 212 

l l 
BTA 06-700 S/T 212 
BTA 08-200 B,C 214 

l l 
BTA 08-700 B,C 214 
BTA 08-200 S 212 

l l 
BTA 08-700 S 212 
BTA 10-200 B,C 215 

l l 
BTA 10-700 B,C 215 
BT A 12-200 B,C 215 

l l 
BT A 12-700 B,C 215 
BTA 16-200 B 215 

l ! 
BTA 16-700 B 215 
BTA 25-200 /A 216 

l l 
BT A 25-700/A 216 
BT A 26-200 A, B 216 

! ! 
BTA 26-700 A/B 216 
BTA 40-200 /A 216 

l ! 
BT A 40-700/A 216 
BTA 41-200 A/B 216 

! ! 
BTA 41-700 A/B 216 
BTB 04-200 S, T 212 

! ! 
BTB 04-700 S, T 212 
BTB 06-200 B,C 214 

! ! 
BTB 06-700 B,C 214 



\ TYPES Page. EQUIVALENT 

BTB 06-200 S,T 212 

l l 
BTB 06-700 S, T 212 
BTB 08-200 B,C 214 

l l 
BTB 08-700 B,C 214 
BTB 08-200 S 212 

l l 
BTB 08-700 S 212 
BTB 10-200 B,C 215 

l l 
BTB 10-700 B,C 215 
BTB 12-200 B,C 215 

l l 
BTB 12-700 B,C 215 
BTB 16-200 B 215 

l l 
BTB 16-700 B 215 
BTB 19-200 B 210 

l l 
BTB 19-700 B 210 
BTB 24-200 B 210 

l l 
BTB 24-700 B 210 
BTB 25-200, A 216 

l l 
BTB 25-700, A 216 
BTB 26-200 A,B 216 

l l 
BTB 26-700 A,B 216 
BTB 40-200,A 216 

l l 
BTB 40-700, A 216 
BTB 41-200 A,B 216 

l l 
BTB 41-700 A,B 216 
BTW 28A 500R 202 

l l 
BTW 28A 800R 202 
BTW 30-600 201 

l l 
BTW 30-1200 201 
BTW 39-50 188 

l l 
BTW 39-1200 188 
BTW 48-200 190 

l l 
BTW 48-1200 190 
BTW 49-50 200 

! ! 
BTW 49-800 200 
BTW 50-100 190 

l l 
BTW 50-1200 190 
BTW 66-200,N 189 

l l 
BTW 66-1000,N 189 
BTW 67-200,N 190 

! l 

,.\ lHOMSON-CSF 

alpha-numericallist 
liste alphanumérique 

TYPES Page. EQUIVALENT 

BTW 67-1000,N 190 
BTW 68-200,N 189 

l l 
BTW 68-1 OOO,N 189 
BTW 69-200, N 190 

l l 
BTW 69-1000,N 190 
BU 104 36 
BU1040P,P 32 
BU 109 36 
BU1090P,P 32 
BU 126 36 
BU 184 34 
BU 189 34 
BU 284 34 
BU 289 34 
BU 326,A 36 
BU 326 AP,P 32 
BU 406,0 32 
BU 407,0 32 
BUT 28 25 

l l 
BUT 32 25 
BUT 57 26 
BUT 90 38 
BUT 91 38 
BUT 92 38 
BUV 18 38 
BUV19 38 
BUV 20 37 

! l 
BUV 24 37 
BUV 26 33 
BUV 27 33 
BUV 28 33 
BUV 36 33 
BUV 36 A 33 
BUV 37 34 
BUV 39 38 

l l 
BUV 42 38 
BUV 46,A 33 
BUV 47,A,B 33 
BUV 47 C 26 
BUV 471 33 
BUV 48,A 33 
BUV 48 C 26 
BUV 481 33 
BUV 50 38 
BUV 51 38 
BUV 52 38 
BUV 56,A 33 
BUV 60 38 
BUV 61 38 
BUV 62 38 
BUV 98, (V) 33 
BUV 98 A, (V) 33 
BUW 34 37 
BUW 35 37 
BUW 36 37 
BUW 38 38 
BUW 39 38 
BUW 48 33 

l l 
BUW 52 33 
BUW 521 25 
BUW 89 33 

l l 
BUW 92 33 
BUW 921 25 
BUW96 33 
BUX10 37 
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l l 
BUX14 37 
BUX 20 37 

l l 
BUX 25 37 
BUX 37 39 
BUX 39 37 

! ! 
BUX 44 37 
BUX 46 38 
BUX 47,A 38 
BUX 48,A 38 
BUX 49 36 
BUX 50 36 
BUX 51 36 
BUX 54 36 
BUX 80 26 
BUX 81 26 
BUX 84 26 
BUX 85 26 
BUX 98,A 38 
BUY 49S 59 
BY 214-50 142 

! ! 
BY 214-1000 142 
BY 218-100 161 

! ! 
BY 218-800 161 
BY 228 161 
BY 233-200 163 
BY 233-400 163 
BY 233-600 163 
BY 239-200 143 

! ! 
BY 239-800 143 
BY 251 141 
BY 252 141 
BY 253 141 
BY 254,S 141 
BY 255 141 
BY 296 161 

l l 
BY 299,S 161 
BY 318-100 162 

! ! 
BY 318-800 162 
BY 396 162 

l l 
BY 399,S 162 
BY 406 A 159 
BY 407 A 159 
BY36931 270 
BY37931 270 
BY 38 931 270 
BY 39 931 270 
BY 44 704A 275 
BY 204 115 269 
BY 741 931 270 
BY 37 741 931 270 
BY 37 741 931 AS 270 
BYT 01-200 154 
BYT 01-300 154 
BYT 01-400 154 
BYT 03-200 154 
BYT 03-300 154 
BYT 03-400 154 
BYT 08P-200 155 
BYT 08P-300 155 
BYT 08P-400 155 
BYT 08PI-200 155 



TYPES Pages EQUIVALENT 

BYT 08PI-300 155 
BYT 08PI-400 155 
BYT 12-200 (R) 155 

l l 
BYT 12-800 (R) 155 
BYT 12P-600 155 
BYT 12P-800 155 
BYT 16P-200 155 
BYT 16P-300 155 
BYT 16P-400 155 
BYT 30-200 (R) 156 
BYT 30-300 (R) 156 
BYT 30-400 (R) 156 
BYT 30P-200 156 

l l 
BYT 30P-800 156 
BYT 30PI-200 156 
BYT 30PI-300 156 
BYT 30PI-400 156 
BYT 60-200 156 
BYT 60-300 156 
BYT 60-400 156 
BYT 60P-200 156 
BYT 60P-300 156 
BYT 60P-400 156 
BYT 61-600 (R) 163 

l l 
BYT 61-1000 (R) 163 
BYT 61 B-600 (R) 163 

l l 
BYT 61B-l000 (R) 163 
BYT 65-600 (R) 164 

l l 
BYT 65-1000 (R) 164 
BYT 65B-600 (R) 164 

l l 
BYT 65B-l 000 (R) 164 
BYT 67-800 (R) 158 
BYT 67-1000 (R) 158 
BYT 71-100 162 

l l 
BYT 71-800 162 
BYT 75-200 (R) 168 

l l 
BYT 75-600 (R) 168 
BYT 230 PI-200 156 
BYT 230 PI-300 156 
BYT 230 PI-400 156 
BYV 10-20,A 80 
BYV 10-30 80 
BYV 10-40 80 
BYV 52-50 150 

l l 
BYV 52-200 150 
BYV 54-50 150 

l l 
BYV 54-200 150 
BYV 71-100 162 

l l 
BYV 71-800 162 
BYV 88-200 159 

l l 
BYV 88-1000 159 
BYW 08-50 152 

l l 
BYW 08-200 152 
BYW 14-100 162 

'J DlOMSON-CSF 

alpha-numerical list 
liste alphanumérique 

TYPES Pages EQUIVALENT 

~-

l l 
BYW 14-800 162 
BYW 15-100 162 

l l 
BYW 15-800 162 
BYW 16-100 162 

l l 
BYW 16-800 162 
BYW 17-100 142 

l l 
BYW 17-1200 142 
BYW 18-400 172 

l l 
BYW 18-1000 172 
BYW 27-50 140 

l l 
BYW 27-1000 140 
BYW 29-50 151 

l l 
BYW 29-200 151 
BYW 51-50 (R) 151 

l l 
BYW 51-200 (R) 151 
BYW 77-50 (R) 151 
BYW 77-100 (R) 151 
BYW 77-150,A (R) 151 
BYW 77-200 (R) 151 
BYW 78-50 (R) 152 
BYW 78-100 (R) 152 
BYW 78-150.A (R) 152 
BYW 7B-200 (R) 152 
BYW 80-50 151 
BYW 80-100 151 
BYW 80-150,A 151 
BYW 80-200 151 
BYW 81-50 (R) 151 
BYW 81-100 (R) 151 
BYW 81-150,A (R) 151 
BYW 81-200 (R) 151 
BYW 88-50 (R) 143 

l l 
BYW 88-1200 (R) 143 
BYW 92-50 (R) 152 
BYW 92-100 (R) 152 
BYW 92-150, A (R) 152 
BYW 92-200 (R) 152 
BYW 98-50 151 

! l 
BYW 98-200 151 
BYW 99-50 151 

l l 
BYW 99-200 151 
BYW 100-50 150 

l l 
BYW 100-200 150 
BYX 57-500 173 
BYX 57·600 173 
BYX 58·50 161 

l l 
BYX 58··400 161 
BYX 61·50 (R) 163 

l l 
BYX 61·400 (RI 163 
BYX 62·600 (R) 163 
BYX 63-600 (R) 164 
BYX 64-600 (R;l 164 
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BYX 65-50 (R) 164 

l l 
BYX 65-400 (R) 164 
BYX 66-500 (R) 163 

l l 
BYX 66-1000 (R) 163 
BYX 67-500 (R) 164 

l l 
BYX 67-1000 (R) 164 
BYX 92-50 161 

l l 
BYX 92-400 161 
BZV 16C3V3 99 

l l 
BZV 16C200 99 
BZV 27,A 108 

l l 
BZV 31,A 108 
BZV 32,A,B 109 

l l 
BZV 36,A,B 109 
BZV 43 C 108 
BZV 44 C 108 
BZV 45 C 108 
BZV 47C3V3 98 

l l 
BZV 47C200 98 
BZV 48C3V3 101 

l l 
BZV 48C200 101 
BZV 53 A,B 264 
BZV 54 A,B 264 
BZW 04-5V5,B 122 

l l 
BZW 04-44,B 122 
BZW 04-45,B 123 

l l 
BZW 04-376,B 123 
BZW 06-5V5,B 124 

l l 
BZW 06-94,B 124 
BZW 06-97V2,B 125 

l l 
BZW 06-376,B 125 
BZW 07-10,B 127 

l l 
BZW 07-110,B 127 
BZW 11-10,B 128 

l l 
BZW 11-110,B 128 
BZW 25-12,B 132 

l l 
BZW 25-120, B 132 
BZW 30-12 132 

l l 
BZW 30-486 132 
BZW 50-8V2 133 
BZW 50-10 133 
BZW 50-12,B 133 

l l 
BZW 50-180, B 133 



TYPES Page. EQUIVALENT 

BZX 46C2V7 89 

l l 
BZX 46C 110 89 
BZX 55COV8 90 

l l 
BZX 55C 110 90 
SZX 55C 120 W 90 

l l 
BZX 55C 200W 90 
BZX 62 110 
SZX 83C2V4 91 

l l 
BZX 83C75 91 
BZX 84C3V3 264 

l l 
BZX 84C75 264 
BZX 85C2V7 95 

l l 
BZX 85Cll0 95 
SZX 85C120 W 95 

l l 
BZX 85C 200 W 95 
BZY 97C3V3 97 

l l 
BZY 97C200 97 
CA 12 200 274 
CA 12300 274 
CA 17 100 274 
CA 26 700A 275 
CA 37 931 271 
CB 12200 274 
CB 12300 274 
ca 17 100 274 
CB 26 700A 275 
CB 37 931 271 
CD 12200 274 
CD 12300 274 
CD 13200 274 
CD 13300 274 
CD 17 100 274 
CD 26 700A 275 
CD 27 700A 275 
CD 37 931 271 
CF 12200 274 
CF 12300 274 
CF 13 100 274 
CF 13200 274 
CF 13 300 274 
CF 17 100 274 
CF 26 700A 275 
CF 27 700A 275 
CF 37 931 271 
CH 10 175 

l l 
CH 50 175 
CH 13 100 274 
CH 13200 274 
CH 13300 274 
CH 17100 274 
CH 26 700A 275 
CH 27 700A 275 
CH 37931 271 
CY 3 F 175 
CY 4 F 175 
CY 5 175 
CY 5 F 175 
CY 6 F 175 
CY 7 175 
CY 7 F 175 
CY 10 175 

alpha-numericallist 
liste alphanumérique 

TYPES Page. EQUIVALENT 

CY 20 175 
CY 501 H 176 
CY 751 H 176 
CY 37 931 271 
D 40 H 177 

l l 
D 150 H 177 
D 200 HL 177 
D 250 HL 177 
DA 12200 274 
DA 12300 274 
DA 17 100 274 
DA 26 700A 275 
DA 37 931 271 
DA741931 271 
DA 37 741 931 271 
DA 741 37931 271 
DB 3 221 
DB 4 221 
DB 6 221 
DB 12200 274 
DB12300 274 
DB 17 100 274 
DB 26 700A 275 
DB 37 931 271 
DB 741 931 271 
DB 37 741 931 271 
DB 741 37931 271 
DBDD 19934 273 
DBDD 26 934 273 
DBDD 41 934 273 
DBDD 56 934 273 
DBDT 19934 273 
DBDT 26 934 273 
DBDT 41 934 273 
DBDT 56 934 273 
DBTD 19934 273 
DBTD 26 934 273 
DBTD 41 934 273 
DBTD 56 934 273 
DBn 19934 273 
DBn 26 934 273 
DBn 41 934 273 
DBTT 56 934 273 
DD 12200 274 
DO 12300 274 
DD13200 274 
DD13300 274 
DO 17 100 274 
DD 26 700A 275 
DD 27 700A 275 
DD 37 931 271 
DD 741 931 271 
DD 37 741 931 271 
DO 741 37931 271 
DODO 19934 273 
DDDD 26 934 273 
DODO 41934 273 
DDDD 56 934 273 
DDDT 19934 273 
DDDT 26 934 273 
DDDT 41 934 273 
DDDT 56 934 273 
DDTD 19934 273 
DDTD 26 934 273 
DDTD 41 934 273 
DDTD 56 934 273 
DDn 19934 273 
DDn 26 934 273 
DDn 41 934 273 
DDn 56 934 273 
DF 12200 274 
DF 12300 274 
DF 13 100 274 
DF 13200 274 
DF 13300 274 
DF17100 274 
DF 252 02 169 
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l l 
DF 252 14 169 
DF 26 700A 275 
DF 27 700A 275 
DF 37 931 271 
DF 451 02 169 

l l 
DF 451 14 169 
DF 45202 169 

l l 
DF 452 15 169 
DF 652 02 170 

l l 
DF 65225 170 
DF 752 02 170 

l l 
DF 752 20 170 
DF741931 271 
DF37741931 271 
DF 741 37931 271 
DFDD 19934 273 
DFDD 26 934 273 
DFDD 41 934 273 
DFDD 56 934 273 
DFDT 19934 273 
DFDT 26 934 273 
DFDT 41 934 273 
DFDT 56 934 273 
DFTD 19934 273 
DFTD 26 934 273 
DFTD 41 934 273 
DFTD 56 934 273 
DFTT 19934 273 
DFTT 26 934 273 
DFTT 41 934 273 
DFTT 56 934 273 
DH 13 100 274 
DH 13200 274 
DH13300 274 
DH 17100 274 
DH 26 700A 275 
DH 27 700A 275 
DH 37931 271 
DH 741 931 271 
DH 37741 931 271 
DH 741 37931 271 
DHDD 19934 273 
DHDD 26 934 273 
DHDD 41 934 273 
DHDT19934 273 
DHDT 26 934 273 
DHDT 41 934 273 
DHR 21 176 
DHTD 19934 273 
DHTD 26 934 273 
DHTD 41 934 273 
DHn 19934 273 
DHTT 26 934 273 
DHn 41 934 273 
DJDD 19934 273 
DJDD 26 934 273 
DJDD 41 934 273 
DJDT 19934 273 
DJDT 26 934 273 
DJDT 41 934 273 
DJTD 19934 273 
DJTD 26 934 273 
DJTD 41 934 273 
DJn 19934 273 
DJTT 26 934 273 
DJTT 41 934 273 
DK 1001 F 204 

l l 
DK 1016 F 204 
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DK 1101 F 204 

! ! 
DK 1112 F 204 
DK 1301 F 204 

! ! 
DK1312F 204 
DK 2401 F 205 

! ! 
DK 2420 F 205 
DK 2501 F 205 

! ! 
DK 2512 F 205 
DK 2701 F 205 

! ! 
DK2710 F 205 
DLDD 19934 273 
DLDD 26 934 273 
DLDD 41 934 273 
DLDT 19934 273 
DLDT 26 934 273 
DLDT 41 934 273 
DLTD19934 273 
DLTD 26 934 273 
DLTD 41 934 273 
DLTI 19934 273 
DLTI 26 934 273 
DLTI 41934 273 
DN 26202 147 

! ! 
DN 26220 147 
DN 462 02 147 

! ! 
DN 462 20 147 
DN 66202 148 

! ! 
DN 66225 148 
DN 761 20 148 

! ! 
DN76134 148 
DN 76202 148 

! ! 
DN 762 20 148 
DNN 03602 D 9 DN 26202 

! ! 
DNN 03620 D 9 DN 262 20 
DNN 05002 D 13 DN 462 02 

! ! 
DNN 05020 D 13 DN 462 20 
DNN 06502 D 17 DN 66202 

! ! 
DNN 06520 D 17 DN 66220 
DNN 07820 D 20 DN 761 20 

! l 
DNN 07834 D 20 DN76134 
DN N 08502 D 20 DN 76202 

! .l 
DN N 08520 D 20 DN 76220 
DRA 402 144 

! ! 
DRA 410 144 
DRN 02702 D 9 DF 252 02 

l J~ 
DRN 02714 D 9 DF 252 14 

~\ 1lI0MSON-CSF 
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DRN 03902 D 13 DF 452 02 

! ! 
DRN 03915 D 13 DF 452 15 
DRN 05502 D 17 DF 652 02 

! ! 
DRN 05525 D 17 DF 652 25 
DRN 07002 D 20 DF 752 02 

! ! 
DRN 07020 D 20 DF 752 20 
DTZ 6V8,A 130 

! ! 
DTZ n,A 130 
DTZ 24,A 131 

! ! 
DTZ 440,A 131 
DY 37 931 271 
DY 741 931 271 
DY 37 741 931 271 
DY 741 37931 271 
E 4 HZ 171 
E 6 HZ 171 
E 6 HZS 173 
E 8 HZ 171 
E 10 HZ 171 
E 11 140 

! ! 
E 101 140 
EQ 1 159 
ER 2 159 

! ! 
ER 8 159 
ESM 16 37 
ESM 25,A 71 
ESM 111-15 136 

! ! 
ESM 111-470 136 
ESM 112-15 136 

! ! 
ESM 112-470 136 
ESM 243-50,(R) 165 

l ! 
ESM 243-400.(R) 165 
ESM 244-50,(R) 165 

! ! 
ESM 244-600.(R) 165 
ESM 245-600. (R) 165 
ESM 245-800. (R) 165 
ESM 245-1000,(R) 165 
ESM 269 52/69 
ESM 404-10 PFZ 10 

l ! 
ESM 404-200 PFZ 200 
ESM 465-50 BY 36 931 

! ! 
ESM 465-800 BH 36931 
ESM 466-50 BY 38 931 

! ! 
ESM 466-800 BH 38931 
ESM 467-50 BY 37 931 

! ! 
ESM 467-800 BH 37931 
ESM 500- 100 R TSD 135 

! l 
ESM 500-600 I~ TSD 635 

Il 
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ESM 504-50 TYN 054 

! ! 
ESM 504-600 TYN 604 
ESM 508-50 TYN 058 

! ! 
ESM 508-600 TYN 608 
ESM 509-50 TYN 0510 

! ! 
ESM 509-600 TYN 610 
ESM 511 P 511 
ESM 513 P 513 
ESM 555-350 PY 55-350 
ESM 555-600 PY 55-600 
ESM 622 66 
ESM 623 66 
ESM 642 66 
ESM 643 66 
ESM 690 51/68 
ESM 691 51/68 
ESM 692 66 
ESM 693 66 
ESM 737 34 
ESM 738 T 38 
ESM 749,(V) 35 
ESM 749 A, (V) 35 
ESM 750,A 38 
ESM 752,(V) 33 
ESM 752 A, (V) 33 
ESM 753, (V) 35 
ESM 753 A, (V) 35 
ESM 765-100 163 

! ! 
ESM 765-800 163 
ESM 791 51/68 
ESM 796 51/68 
ESM 816 PLR 816 
ESM 817 PLR 817 
ESM 818 PLR 818 
ESM 952,A 38 
ESM 1000T 38 
ESM 2025 D 25 
ESM 2040 D, (V) 35 
ESM 2060 T 38 
ESM 2070 D, (V) 35 
ESM 2222,A 62 
ESM 2369 66 
ESM 2894 66 
ESM 2907,A 62 
ESM 3000 38 
ESM 3001 38 
ESM 3002 38 
ESM 3004 38 
ESM 3005 38 
ESM 3006 38 
ESM 3007 38 
ESM 3045 D 25 
ESM 4014 38 

! ! 
ESM 4017 38 
ESM 4045 D 25 
ESM 4091 71 
ESM 4092 71 
ESM 4093 71 
ESM 4116-200 169 

! ! 
ESM 4116-600 169 
ESM 4120-600 169 

! ! 
ESM 4120- 1 000 169 
ESM 4302 71 
ESM 4303 71 
ESM 4304 71 
ESM 4446 70 
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ESM 4448 70 
ESM 10040 35 
ESM 10040 D 25 
ESM 10045 35 
ESM 10045 D 25 
ESM 10050 35 
ESM 10050 D 25 
EV 12 R 177 
EV 15 177 
EW 15 R 177 
EW 20 177 
F 11 141 
F 12 141 
F 21 141 
F 22 141 
F 40 H 177 
F 41 141 
F 42 141 
F 42 Z 171 
F 61 141 
F 62 141 
F 62 Z 171 
F 80 H 177 
F 81 141 
F 82 141 
F 82 Z 171 
F 100 H 177 
F 101 141 
F 102 141 
F 102 Z 171 
F 121 141 
F 150 H 177 
F 200 HL 177 
F 250 HL 177 
F 300 HL 177 
FR34/M 12 140 
FR55A/G 1010 143 
FR56A/G20 10 143 
FR57A/G4010 143 
FR58A/G60 10 143 
FR59/G8010 143 
FR61/G1110 143 
FR64/l N 1184 144 
FR65/l N 1186 144 
FR66/l N 1188 144 
FR67/lN 1190 144 
FR68/l N 3766 144 
FR69/l N 3768 144 
FR70/M 4 HZ 171 
FR71/M 6 HZ 171 
FR72/M 8 HZ 171 
FR74/G 4 HZ 172 
FR75/G 6 HZ 172 
FR76/G 8 HZ 172 
FR77/R 4 HZ 172 
FR78/R 6 HZ 172 
FR79/R 8 HZ 172 
FS 19 82 
FS 36 83 
FZD 6V8 127 

l l 
FZD 180 127 
G 4 HZ(R)-FR 74 172 
G 6 HZ(R)-FR 75 172 
G 8 HZ(R)-FR 76 172 
G 10 HZ(R) 172 
G 65 HZ(R) 172 
G 85 HZ(R) 172 
GlOS HZ(R) 172 
G 506 (R) 143 
G 510 (R) 143 
G 1006 (R) 143 
G 101 0(R)-FR55A 143 
G 1106(R) 143 
G 111 0(R)-FR61 143 
G 1206(R) 143 
G 1210(R) 143 
G 1506(R) 143 
G 2006(R) 143 

~ THOMSON-CSF 
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G 2010(R)-FR56A 143 
G 3006(R) 143 
G 3010(R) 143 
G 4006(R) 143 
G 401 0(R)-FR57 A 143 
G 5006(R) 143 
G 5010(R) 143 
G 6006(R) 143 
G 601 0(R)-FR58A 143 
G 8006(R) 143 
G 8010(R)-FR59 143 
GA 12302 274 
GA 12502 274 
GA 20 602A 275 
GA 26 702A 275 
GA 37 931 270 
GA 44 706A 275 
GB 12302 274 
GB 12502 274 
GB 20 602A 275 
GB 230 82 270 
GB 26 702A 275 
GB 37 931 270 
GB 44 706A 275 
GD 12302 274 
GD 12502 274 
GD 13302 274 
GD 13502 274 
GD 20 602A 275 
GD 22 602A 275 
GD 230 82 270 
GD 26 702A 275 
GD 27 702A 275 
GD 37 931 270 
GD 44 706A 275 
GD 45 706A 275 
GD 503 546 299 
GD 608 646 299 
GD 608 736 299 
GD 611 656 299 
GD 611 676 299 
GD 503 90 6160 300 
GD 601 836460 300 
GD 601846160 300 
GD 608 800 6560 300 
GD 608 809 6460 300 
GD 609 809 6760 300 
GDD 20 200 288 

l l 
GDD 20 1200 288 
GDD 45 200 288 

l l 
GDD 451200 288 
GDD 70 200 288 

l l 
GDD 701200 288 
GDD 100200 288 

l l 
GDD 100 1200 288 
GDD 150200 288 

l l 
GDD 150 1200 288 
GDD 250 200 288 

l l 
GDD 2501200 288 
GDD 300 200 289 

l l 
GDD 300 1200 289 
GDD 440 200 289 

l l 
GDD 4401200 289 
GDD 650 200 289 
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l l 
GDD 650 1200 289 
GDD 980 200 289 

l l 
GDD 9801200 289 
GDD 1400200 289 

l l 
GDD 1400 1200 289 
GDD 1600200 289 

l ! 
GDD 1600 1200 289 
GDT 20 200 290 

l l 
GDT 20 1200 290 
GDT 40 200 290 

l l 
GDT 401200 290 
GDT 70 200 290 

l l 
GDT 70 1200 290 
GDT 100200 290 

l l 
GDT 100 1200 290 
GDT 150200 290 

l l 
GDT 150 1200 290 
GDT 250 200 290 

l l 
GDT 250 1200 290 
GDT 400200 291 

l l 
GDT 400 1200 291 
GDT 450200 291 

l l 
GDT 4501200 291 
GDT 600 200 291 

l l 
GDT 600 1200 291 
GDT 750200 291 

l l 
GDT 750 1200 291 
GDT 1150 200 291 

l l 
GDT 1150 1200 291 
GF 12302 274 
GF 12502 274 
GF 13302 274 
GF 13502 274 
GF 20 602A 275 
GF 22 602A 275 
GF 230 82 270 
GF 26 702A 275 
GF 27 702A 275 
GF 37 931 270 
GF 44 706A 275 
GF 45 706A 275 
GF 503546 299 
GF 608 646 299 
GF 608 736 299 
GF 611 656 299 
GF611676 299 
GF 503 90 6160 300 
GF 601 836460 300 
GF 601846160 300 
GF 608 800 6560 300 



TYPES Pages EQUIVALENT 

GF 608 809 6460 300 
GF 609 809 6760 300 
GH 13302 274 
GH 13502 274 
GH 20 602A 275 
GH 22 602A 275 
GH 26 702A 275 
GH 27 702A 275 
GH37931 270 
GH 44 706A 275 
GH 45 706A 275 
GJ 503546 299 
GJ 608 646 299 
GJ 608 736 299 
GJ 611 656 299 
GJ 611 676 299 
GJ 503906160 300 
GJ 601 83 6460 300 
GJ 601 84 61 60 300 
GJ 608 800 6560 300 
GJ 608 809 6460 300 
GJ 609 809 6760 300 
GL 20 602A 275 
GL 44 706A 275 
GLT 12 132 

! ! 
GLT 120 132 
GMP 5,A,B 134 
GR 606 (R) 163 
GR612(R) 163 
GR 806 (R) 163 
GR 812 (R) 163 
GS 13L 161 

! ! 
GS 103 L 161 
GS 5628 142 
GY 37 931 270 
GY 44 706A 275 
Gl 6 A (R) 103 
GZ 8 A (R) 103 
Gl 10 A,B (R) 103 
Gl 12 A,B (R) 103 
Gl 15 A,B (R) 103 
Gl 18 A,B (R) 103 
Gl 22 A (R) 103 

! ! 
Gl 82 A (R) 103 
HTR 210 176 

! ! 
HTR 220 176 
ICTE 5,C 135 
ICTE 5S,C 135 
ICTE 8,C 135 

! ! 
ICTE 45,C 135 
J- ... (chips) 223 

! 
253 

KA 1016 R SV 1016 R 

! ! 
KA 1025 R SV 1025 R 
KU 1002 (R) 146 
KU 1002 F (R) 168 
KU 1003 F (R) 168 
KU 1004 (R) 146 
KU 1004 F (R) 168 
KU 1006 (R) 146 
KU 1006 F (R) 168 
KU 1008 (R) 146 
KU 1008 F (R) 168 
KU10l0(R) 146 
KU 1010 F (Ri "\6'0 
KU 1012 (R) 146 

f.' lHOMSON-CSF 

alpha-numerical list 
liste alphanumérique 

TYPES Pages EQUIVALENT 
f----. 

KU 1012 F :R) 168 
KU 1014 (R) 146 
KU 1014 F :R) 168 
KU 1015 F IR) 168 
KU 1302 (R: 146 

! ! 
KU 1314 (R) 146 
KU 1502 (R) 146 

! ! 
KU 1514 (R) 146 
KU 2402 (R) 147 

! ! 
KU 2408 (R) 147 
L 1 A 221 
LlO 221 
M 4 HZ-FR 70 171 
M 6 HZ-FR 71 171 
M 8 HZ-FR 72 171 
M 10 HZ 171 
M 12-FR34 140 
M 14 140 
M 15 Hl 171 
M 15 K 177 
M 20 K 177 
M 22 140 
M 30 K 177 
M 401( 177 
M 42 140 
M 50 K 177 
M 60 1( 177 
M 62 140 
M 80 K 177 
M 82 140 
M 100 K 177 
M 102 140 
M 120 K 177 
M 150 K 177 
M 200 K 177 
M 300 K 177 
M 405 175 
M 505 175 
M 605 175 
MA 30 175 
MC 22 159 
MC 42 159 
MC 43 159 
MC 44 159 
MC 45 159 
MDl 110 

! ! 
MD 4 110 
ME 30 176 

! ! 
ME 200 176 
MJE 13004 32 
MJE 13005,A 32 
MJE 13006 32 
MJE 13007,A 32 
MR 52 Z 173 
MR 62 Z 173 
MU 2 176 

! ! 
MU 20 176 
MZO 7,5 122 
NA 12200 274 
NA 12300 274 
NA 17 100 274 
NA 26 700A 275 
NA 37 931 271 
NB12200 274 
NB 12300 274 
NB 17 100 274 
NB 26 700A 275 
NB 37 931 271 

13 

TYPES Pages EQUIVALENT 

ND 12200 274 
ND 12300 274 
N013200 274 
ND 13300 274 
ND 17 100 274 
ND 26 700A 275 
ND 27 700A 275 
ND 37 931 271 
NF 12 200 274 
NF 12 300 274 
NF 13 100 274 
NF 13200 274 
NF 13300 274 
NF 17 100 274 
NF 26 700A 275 
NF 27 700A 275 
NF 37 931 271 
NH 13 100 274 
NH13200 274 
NH 13300 274 
NH 17100 274 
NH 26 700A 275 
NH 27 700A 275 
NH37931 271 
NY 37 931 271 
P6KE 6V8,A 125 

! ! 
P6KE 18,A 125 
P6KE 20,A 126 

! ! 
P6KE 440,A 126 
P6KE 6V8C,A 125 

! ! 
P6KE 18C,A 125 
P6KE 20C,A 126 

! ! 
P6KE 440C,A 126 
P 32 H 178 

! ! 
P 400 H 178 
P 511 140 
P 513 140 
PF 4 Hl 171 
PF 6 HZ 171 
PF 8 HZ 171 
PF 8l 6V8 127 

! ! 
PF 8Z 180 127 
PF 10 HZ 171 
PFC 6V4 133 

! ! 
PFC 171 133 
PFR 850 162 

! ! 
PFR 856 162 
PFZ 6V8,A 130 

! ! 
PFZ 22,A 130 
PFZ 24,A 131 

! ! 
PFZ 440,A 131 
PFZO 6V8 127 

! ! 
PFZO 180 127 
PL 4 HZ 171 

! ! 
PL 10 Hl 171 



TYPES Pages EQUIVALENT 

PL 3V3l 96 

! ! 
PL 200l 96 
PLE 0,7 110 
PLE 1,5 110 
PLE 2 110 
PLQ 08 159 
PLQ 1 159 
PLR 2T 160 
PLR 8T 160 
PLR 15T 160 
PLR 810 160 

! ! 
PLR 818 160 
PN 2222,A 62 
PN 2907,A 62 
PR 121 160 
PR 141 160 
PY 55-350 160 
PY 55-600 160 
PY 126 141 
PY 127 141 
PY 206 159 
PY 207 159 
PY 208-800 159 
PY 208-1000 159 
PY 210-400 160 
PY 210-600 160 
PY 210-800 160 
PlO 16 127 

! ! 
PlO 160 127 
R 4 Hl (R)-FR77 172 
R 6 Hl (R)-FR78 172 
R 8 Hl (R)-FR79 172 
R 10 Hl (R) 172 
R 43 Hl (R) 172 

! ! 
R 103 Hl (R) 172 
RE 19 177 
RG 602,T (R) 144 
RG 602 F,FT (R) 165 
RG 604,T (R) 144 
RG 604 F,FT (R) 165 
RG 606,T (R) 144 
RG 606 F,FT (R) 165 
RG 608,T (R) 144 
RG 608 F,FT (R) 165 
RG 610,T (R) 144 
RG 610 F,FT (R) 165 
RG 612,T (R) 144 
RN 820 (R) 144 

! ! 
RN 1520 (R) 144 
RP1020(R) 143 
RP1040(R) 144 
RP 1120 (R) 143 
RP1140(R) 144 
RP 1220 (R) 143 
RP 1240 (R) 144 
RP 2020 (R) 143 
RP 2040 (R) 144 
RP 4020 (R) 143 
RP 4040 (R) 144 
RP 6020 (R) 143 
RP 6040 (R) 144 
RP 8020 (R) 143 
RP 8040 (R) 144 
RPR 540 (R) 164 

! ! 
RPR 4040 (R) 164 
RTF 10 163 

! ! 

f.\ lHOMSON-CSF 

alpha-Dumericallist 
liste alphanumérique 

TYPES Pages EQUIVALENT 

RTF 80 163 
Rl 6A (R) 103 
Rl 8A (R) 103 
Rl 10A,B (R) 103 
Rl 12A,B (R) 103 
Rl 15A,B (R) 103 
Rl 18A,B (R) 103 
Rl 22A (R) 103 

! ! 
Rl 82A (R) 103 
S 106-05 TL5106-05 

! ! 
5106-4 TL5106-4 
S 107-05 TLS 107-05 

! ! 
5 107-4 TL5 107-4 
50914 262 
SO 1005 51/68 
501006 51/68 
SO 1007-1 51/68 
501012-3 45 
501012-4 45 
SO 1013 44 
501013-3 44 
501014-1 45 
501015 44 
SO 1018-6 45 
SO 1018-15 45 
SO 1019 44 
SO 1078 43 
SO 1080-2 45 
SO 1080-6 46 
SO 1080-7 46 
SO 1098 46 
501115-2 45/46 
SO 1127 45 
501132-4 46 
SO 1132-5 46 
SO 1133 45 
SO 1134 46 
50 1134-5 45 
SO 1135 46 
50 1135-3 45 
501136 46 
SO 1143 45 
501143-1 45 
501219 44 
SO 1219-5 44 
501220-1 44 
501222-5 44 
501222-6 44 
501224-2 44 
501224-10 43 
501229-1 45 
501272 45 
SO 1272-2 45 
SO 1273 45 
SO 1278 45 
SO 1285 43 
50 1290 43 
SO 1300 52/69 
501301 52/69 
501303 52/69 
501309 52/69 
SO 1316 51/68 
SO 1317 51/68 
SO 1331 51/68 

! ! 
SO 1334 51/68 
SO 1375 52/69 
501400 46 
SO 1401 46 
SO 1402 46 
SO 1405 43 
50 1407 43 
SO 1407-8 43 

14 

TYPES Pages EQUIVALENT 

SO 1409 46 
SO 1410 46 
SO 1410-1 46 
SO 1410-3 46 
SO 1412 46 
SO 1412-3 46 
SO 1414 46 
SO 1416 45 
501418 46 
501421 46 
501422 46 
501428 45 
SO 1429 46 
501429-3 46 
SO 1430 44 
501433 46 
SO 1434 46 
SO 1438 44 
501438-2 44 
SO 1441 45 
SO 1444 46 
SO 1446 43 
501450 43 
501451 43 
SO 1451-1 43 
SO 1455 47 
50 1457 44 
SO 1458 47 
SO 1459 47 
SO 1460 44 
50 1468 47 
501477 45 
SO 1478 44 
501479 44 
SO 1480 44 
SO 1482 46 
SO 1484-10 45/46 
SO 1487 43 
501488 46 
SO 1499-1 46 
501500 49 

! ! 
501507 49 
501520 48 
SO 1520-1 48 
501520-8 48 
501522 48 
SO 1522-1 48 
SO 1522-2 48 
501522-3 48 
SO 1522-8 48 
501522-9 48 
501524 48 
SO 1524-1 48 
501526 48 
501526-1 48 
50 1526-8 48 
SO 1528 49 
SO 1528-1 49 
SO 1528-8 49 
SO 1530 49 
SO 1530-1 49 
SO 1530-8 49 
50 1532 49 
50 1532-1 49 
501532-8 49 
SO 1534 49 
SO 1534-1 49 
SO 1534-8 49 
SO 1536 49 
SO 1536-1 49 
501536-8 49 
SO 1538 49 
SO 1538-1 49 
501538-2 49 
501538-8 49 
SO 1540 49 
SO 1540-3 49 
SO 1540-8 49 



TYPES Page. EQUIVALENT 

5D 1541 49 
5D 1541-1 49 
5D 1542 49 
5D 1543 49 
5D 1544 50 
5D 1545 50 
5D 1546 49 
5D 1546-1 49 
5D 1546-2 49 
5D 1547 49 
5D 1547-1 49 
SD 1560 48 
5D 1560-1 48 
SD 1561 48 
SD 1561-1 48 
SD 1562 48 
SD 1562-1 48 
SD 1562-6 48 
SD 1562-7 48 
SD 1563 48 
SD 1564 48 
SD 1565 48 
SD 1574 45 
SD 1575 45 
SD 1577 45 
SDBAX12 262 
SFD 037 A 82 
SFD 46 79 
SFD 48 79 
SFD 49 79 
SFD 104 83 

l l 
SFD 108 83 
SFD 108A 82 
SFD 111 83 
SFD 112 83 
SFD 118A 82 
SFD 121 82 
SFD 122 82 
SFD 127B 82 
SFD 129B 82 
SFM 222D 78 
SFM 222E 80 
50245 A,B,C (R) 261 
50517 261 
50642 260 
50679 260 
50692 260 
S0918(R) 260 
50930 (R) 259 
50 2222,A (R) 260 
502369 (R) 260 
502484 (R) 259 
502894 (R) 260 
50 2907,A (R) 260 
503903 (R) 259 

l l 
503906 (R) 259 
503966 (R) 261 
504091 (R) 261 
504092 (R) 261 
504093 (R) 261 
sa 4391 (R) 261 
504392 (R) 261 
504393 (R) 261 
504416 261 
505400 (R) 259 
505401 (R) 259 
505432 (R) 261 
505433 (R) 261 
505434 (R) 261 
SO 5550 (R) 259 
505551 (R) 259 
SO BRY 55-30 (R) 261 

l l 
50 BRY55-200 (R) 261 
S02 JB1 A 274 

alpha-Dumerical li st 
liste alphanumérique 

~. 

TYPES Page. EQUIVALENT 

S02 JBl B BA 12 201 
502 KBl A 274 
502 KB1 B BB 12201 
502 LB1 A 274 
502 MBI A 274 
502 MBI 8 BD 12201 
S02 PB1 A 274 
S02 RB1 A 274 
S02 RB1 B BF12201 
S02 SB1 A 274 
SV 1016 R 146 

l l 
SV 1025 R 146 
SV 1502 F (R) 168 

l l 
SV 1514 F (R) 168 
SV 2002 (R) 146 

l ! 
SV 2020 (R) 146 
TA 329 04 Q 208 

l ! 
TA 329140 208 
TA 449 04 W 208 

l l 
TA 44914 W 208 
TA64904X 208 

! ! 
TA 64914 X 208 
TA 92512 208 

! ! 
TA 925 25 208 
·TCH 918-3 SOR 918 
·TCH 918-5 SO 918 
·TCH 2222<1 SOR 2222 
·TCH 2222-5 SO 2222 
·TCH 2222A-3 SOR 2222 A 
·TCH 2222A-5 SO 2222 A 
·TCH 2369<1 SOR 2369 
·TCH 2369-5 SO 2369 
·TCH 2894-R SOR 2894 
·TCH 2894 502894 
·TCH 2907 -~; SOR 2907 
·TCH 2907-5 502907 
·TCH 2907 A-3 SOR 2907 A 
·TCH 2907 A-5 502907 A 
·TCH 3966-3 SO 3966 
·TeH 3966-5 SOR 3966 
·TCH 4393-3 SO 4393 
·TCH 4393-5 SOR 4393 
TD 5 186 
TD6 186 
TD 501 2N 1595 
TD 1001 2N 1596 
TD 1003 BRY 54-100 T 
TD 2001 2N 1597 
TD 2003 BRY 54-200 T 
TD 3001 2N 1598 
TD 4001 2N 1599 
TD 4003 BRY 54-400 T 
TD 5001 TD 5 
TD 5001 5 182 
TD 6001 TD 6 
TD 6001 S 182 
TD 6003 BRY 54-600 T 
TDA 1550 111 
TDS 08012 D 20 TN 731 12 

! l 
TDS 08022 D 20 TN 731 22 
TDS 10001 D 20 TN 73301 

! l 
TDS 10012 D 20 TN 733 12 

15 

TYPES Page. EQUIVALENT 

TE 205 182 

! ! 
TE 605 182 
TF 219 01 204 

! l 
TF21920 204 
TF 223 01 204 

! ! 
TF 22312 204 
TF 225 01 204 

! ! 
TF 225 12 204 
TF 440 01 205 

! l 
TF 440 20 205 
TF 444 01 205 

l ! 
TF 444 12 205 
TF 447 01 205 

! ! 
TF 44710 205 
TF 666 01 206 

! ! 
TF66614 206 
TF 708 12 206 

! ! 
TF 708 20 206 
TF 709 01 206 

l l 
TF 70914 206 
TF 91312 206 

! ! 
TF 913 20 206 
TF 915 01 206 

! l 
TF91514 206 
T-FM 50 174 

l l 
T-FM 250 174 
TGAL 602 216 

l ! 
TGAL 610 216 
TGDV 601 220 

l ! 
TGDV 612 220 
TGF 148-600 201 

l l 
TGF 148-1200 201 
TGF 149-100 201 

l ! 
TGF 149-600 201 
T-GMP5,A,B 134 
TH 20 43 
TH 064 50 
TH 195 50 
TH 196 50 
TH 197 50 
TH 264 50 
TH 415 43/44 
TH 416 43 
TH 417 43 
TH 430 43 



TYPES Pages EQUIVALENT 

TH 476 47 
TH 478 47 
TH 480 47 
TH 513 43/44 
TH 518 43 
TH 519 47 
TH 525 47 
TH 526 47 
TH 531 47 
TH 532 47 
TH 550 47 
TH 552 47 
TH 553 47 
TH 560 43 
TH 562 43 
TH 564 45 
TH 569 43 
TH 571 43 
TH 596 47 
TH 597 47 
TH 598 47 
TH 1002 50 
TH 1005 50 
TH 1010 50 
TH 2001 50 
TH 2003 50 
TH 2005 50 
TH 2302 50 
TH 2304 50 
TH 2307 50 
TH 3000 50 
TH 3001 50 
TH 3003 50 
TH 3005 50 
TH 4200 50 
TH 4201 50 
TH 9021 50 
TH 9023 50 
TH 9030 50 
TH 9031 50 
TH 9033 50 
THA 13 43 
THA 15 43/44 
THA 93 45 
THB13 43 
THB 94 45 
THB 598 47 
THX15 43/44 
THX 98 47 
THY 94 45 
TlS 08001 D 20 TF 709 01 

l l 
TlS 08012 D 20 TF 70912 
TK 1201 194 

l ! 
TK 1216 194 
TK 1401 194 

l l 
TK 1416 194 
TK 1801 194 

l ! 
TK 1814 194 
TK 2601 195 

l l 
TK 2620 195 
TK 3001 195 

l ! 
TK 3016 195 
TK 3601 195 

l ! 
TK 3612 195 
TKAL 110 220 

~ .. lHOMSON-CSF 

alpha-numerical list 
liste alphanumérique 

TYPES Pages EQUIVALENT 

l l 
TKAL 180 220 
TKAL 210 220 

l l 
TKAL 280 220 
TKAL 1100 220 
TKAL 1120 220 
TKAL 2100 220 
TKAL 2120 220 
TKE 801 194 

l l 
TKE 806 194 
TKE 1201 194 

l l 
TKE 1206 194 
n 106-05 182 

l l 
n 106-6 182 
n 107-05 182 

l l 
TL 107-6 182 
TL 1003 183 
n 1006 183 
TL 2003 183 
TL 2006 183 
n 4003 183 
TL 4006 183 
n 6003 183 
TL 6006 183 
n 8003 183 
n 8006 183 
nc 111 B 214 
nc 111 5,T 212 
nc 113 A,D 212 
TLC 113 B 214 
nc 116 A 212 
TLC 116 B 214 
TLC 221 B 214 
TLC 221 5,T 212 
TLC 223 A,D 212 
nc 223 B 214 
nc 226 A 212 
nc 226 B 214 
nC331 B 214 
nc 331 5,T 212 
nc 333 A,D 212 
nc 333 B 214 
nc 336 A 212 
nc 336 B 214 
nc 381 5,T 212 
nc 381 B 214 
nc 383 A,D 212 
nc 383 B 214 
nc 386 A 212 
ne 386 B 214 
nF 1003 200 
TLF 1006 200 
TLF 2003 200 
TLF 2006 200 
nF 3003 200 
TLF 3006 200 
nF 4003 200 
TLF 4006 200 
ES 106-05 183 

l l 
n5106-6 183 
ns 107-05 183 

l l 
TL5 107-6 183 
T-LVA 47A 105 
T-LVA 51A 105 
T-LVA 56A 105 

16 

TYPES Pages EQUIVALENT 

T-LVA 62A 105 
T-LVA 68A 105 
T-LVA 75A 105 
T-LVA 82A 105 
T-LVA 91A 105 
T-LVA 100A 105 
T-LVA 347A 105 
T-LVA 351A 105 
T-LVA 356A 105 
T-LVA 362A 105 
T-LVA 368A 105 
T-LVA 375A 105 
T-LVA 382A 105 
T-LVA 391A 105 
T-LVA 450A 105 
T-LVA 453A 105 
T-LVA 456A 105 
T-LVA 459A 105 
T-LVA 462A 105 
T-LVA 465A 105 
T-LVA 468A 105 
T-LVA 471A 105 
T-LVA 474A 105 
T-LVA 477A 105 
T-LVA 480A 105 
T-LVA 483A 105 
T-LVA 486A 105 
T-LVA 489A 105 
T-LVA 492A 105 
T-LVA 495A 105 
T-LVA 498A 105 
T-LVA 3100A 105 
TM 507 187 

l l 
TM 8007 187 
TN 23201 195 

l l 
TN 232 16 195 
TN 431 01 195 

l l 
TN 431 20 195 
TN 43201 196 

l l 
TN 43216 196 
TN 43301 196 

l l 
TN 433 12 196 
TN 631 12 196 

l l 
TN63124 196 
TN 63201 196 

l l 
TN 632 20 196 
TN 633 01 196 

l l 
TN 633 14 196 
TN 731 12 197 

l l 
TN 731 22 197 
TN 733 01 197 

l ! 
TN 733 14 197 
TN 931 01 197 

l ! 
TN 931 20 197 
TN 933 01 197 

l ! 
TN 933 14 197 



TYPES Pages EQUIVALENT 

TNS 02801 D 9 TN 232 01 

! ! 
TNS02816D9 TN 232 16 
TNS 03901 D 13 TN 431 01 

! ! 
TNS 03916 D 13 TN 431 16 
TNS 04801 D 13 TN 432 01 

! ! 
TNS 04816 D 13 TN43216 
TNS 05501 D 13 TN 433 01 

! ! 
TNS05512D13 TN 433 12 
TNS05912D17 TN 631 12 

! ! 
TNS 05924 D 17 TN 631 24 
TNS 06601 D 17 TN 63201 

! ! 
TNS 06620 D 17 TN 63220 
TNS 07601 D 17 TN 633 01 

! ! 
TNS 07614 D 17 TN 633 14 
TNS 11001 D 25 TN 931 01 

! ! 
TNS 11020 D 25 TN 931 20 
TNS 15001 D 25 TN 933 01 

! ! 
TNS 15012 D 25 TN 933 12 
TO 225 (X) BTW 66-200 (N) 
TO 240 (X) BTW 67-200 (N) 
TO 425 (X) BTW 66-400 (N) 
TO 440 (X) BTW 67-400 (N) 
TO 625 (X) BTW 66-600 (N) 
TO 640 (X) BTW 67-600 (N) 
TO 825 (X) BTW 66-800 (N) 
TO 840 (X) BTW 67-800 (N) 
TO 1025 (X) BTW 66-1000 (N) 
TO 1040 (X) BTW 67-1000 (N) 
TOAL 1125 (X) BT A/BTB 25-200A 
TOAl 1140 (X) BT A/EnB 40-200A 
TOAL 2225 (X) BT A/BTB 25-400A 
TOAL 2240 (X) BT A/BTB 40-400A 
TOAL 3825 (X) BT A/BTB 25-700A 
TOAL 3840 (X) BT A/BTB 40-700A 
TOC 058 S, T, V 212 

! ! 
TOC 608 S,T,V 212 
TODV 125 219 

! ! 
TODV 1225 219 
TODV 140 219 

! ! 
TODV 1240 219 
TPA 100A 12 120 

! ! 
TPA 270 A 12 120 
TPA100A18 120 

! ! 
TPA 270 A 18 120 
TPA 100 B 12 120 

! ! 
TPA 270 B 12 120 
TPA100B18 120 

! ! 
TPA 270 B 18 120 

'.' THOMSON-CSF 

alpha-numericallist 
liste alphanumérique 

TYPE 

TPDV 125 

! 
~ TPOV 122_ 

TR 1010 

! 

S 

0 
0 
D 
) 
1) 

D 
D 
D 
D 
[) 
[) 
[) 

D 
D 

TR 9010 
TRAll025 
TRAl1115 
TRAl 1125 
TRAl 1135 
TRAL 1225 
TRAL 2215 
TRAI_ 2225 
TRAL 2235 
TRAL3315 
TRAL 3325 
TRAL 3335 
TRAI. 3815 
TRAI. 3825 
TRAl. 3835 
TRANS 24 
TRANS 25 
TRDV 125 

0 

! 
TROV 1225 
TRS 02101 

! 
TRSC2116 
TRS 02301 

! 
TRS 02312 
TRS 02601 

! 
TRS 02612 
TRS 03801 

! 
TRS 0.3814 
TRS 04001 

! 
TRS04012 
TRS 04301 

! 
TRS 04310 
TRS 06601 

! 
TRS 06614 
TRS 11001 

TRS 11012 
T5035 FA 
T5135 
T5 135 FA 
T5235 
T5 235 FA 
T5435 
T5 435 FA 
T5635 
T5 635 FA 
T5835 
T5 835 FA 
T5 1035 
T5 1235 
T5D 035 

TSD 12.35 
T5P 225 
T5P 525 
T5P 1025 

D9 

D9 
D9 

[19 
[19 

C9 
C 13 

o 13 
o 13 

D 13 
D 13 

D 13 
D 17 

D17 
D 25 

D 25 

Pages EQUIVALENT 

210 

! 
210 
188 

! 
188 
215 
215 
215 
216 
215 
215 
215 
216 
215 
215 
216 
215 
215 
216 
135 
135 
219 

! 
219 

TF21901 

! 
TF 21916 
TF 223 01 

! 
TF 22312 
TF 225 01 

! 
TF 225 12 
TF 440 01 

! 
TF 44014 
TF 444 01 

! 
TF 444 12 
TF 447 01 

! 
TF 447 10 
TF 666 01 

! 
TF 666 14 
TF91501 

! 
TF91512 

201 
189 
201 
189 
201 
189 
201 
189 
201 
189 
201 
189 
189 
208 

! 
208 
191 
191 
191 
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TYPES Pages EQUIVALENT 

TV 2202F (R) 168 

! ! 
TV 2215F (R) 168 
TV 3002 (R) 147 

! ! 
TV 3020 (R) 147 
TXAl116M,B,C 214 
TXAl118M,B,C 214 
TXAl 226 M,B,C 214 
TXAl 228 M,B,C 214 
TXAl 386 M,B,C 214 
TXAl 388 M,B,C 214 
TXAl 1110 M,B,C 215 
TXAl 1115 M,B 215 
TXAl 2210 M,B,C 215 
TXAl 2215 M,B 215 
TXAl 3810 M,B,C 215 
TXAl 3815 M,B 215 
TXDV 208 219 
TXDV 212 219 
TXDV 408 219 
TXDV 412 219 
TXDV 608 219 
TXDV 612 219 
TXDV 808 219 
TXDV 812 219 
TY 504 TYN 054 
TY 505 F TYF 505 
TY 508 TYN 058 
TY 508 FA TYF 508 A 
TY 510 TYN 0510 
TY 1004 TYN 104 
TY 1005 F TYF 1005 
TY 1008 TYN 108 
TY 1010 TYN 110 
TY 2004 TYN 204 
TY 2005 F TYF 2005 
TY 2008 TYN 208 
TY 2008 FA TYF 2008 A 
TY 2010 TYN 210 
TY 3005 F TYF 3005 
TY 4004 TYN 404 
TY 4005 F TYF 4005 
TY 4008 TYN 408 
TY 4008 FA TYF 4008 A 
TY 4010 TYN 410 
TY 5005 F TYF 5005 
TY 6004 TYN 604 
TY 6005 F TYF 6005 
TY 6008 TYN 608 
TY 6008 FA TYN 6008 A 
TY 6010 TYN 610 
TY 8006 TYN 806 
TY 8010 TYN 810 
TYAl 116 M,B,C 214 
TYAl 118 M,B,C 214 
TYAl 226 M,B,C 214 
TYAl 228 M,B,C 214 
TYAl 386 M,B,C 214 
TYAl 388 M,B,C 214 
TYAl 1110 M,B,C 215 
TYAl 1115 M,B 215 
TYAl 2210 M,B,C 215 
TYAl 2215 M,B 215 
TYAl 3810 M,B,C 215 
TYAl 3815 M,B 215 
TYF 505 200 
TYF 508 A 200 
TYF 1005 200 
TYF 2005 200 
TYF 2008 A 200 
TYF 3005 200 
TYF 4005 200 
TYF 4008 A 200 
TYF 5005 200 
TYF 6005 200 
TYF 6008 A 200 
TYN 054 186 



TYPES Pages EQUIVALENT 

TYN 056 186 
TYN 058 187 
TYN 0510 187 
TYN 0512 187 
TYN 0516 188 
TYN 104 186 
TYN 106 186 
TYN 108 187 
TYN 110 187 
TYN 112 187 
TYN 116 188 
TYN 204 186 
TYN 206 186 
TYN 208 187 
TYN 210 187 
TYN 212 187 
TYN 216 188 
TYN 404 186 
TYN 406 186 
TYN 408 187 
TYN 410 187 
TYN 412 187 
TYN 416 188 
TYN 604 186 
TYN 606 186 
TYN 608 187 
TYN 610 187 
TYN 612 187 
TYN 616 188 
TYN 682 188 

* Deviees according to eN ET specifications. 
Dispositifs se/on spécification CNET. 

~ THOMSON-CSF 

alpha-numerical list 
liste alphanumérique 

TYPES Pages EQUIVALENT 

TYN 683 188 
TYN 685 188 
TYN 688 188 
TYN 690 188 
TYN 804 186 
TYN 806 186 
TYN 808 187 
TYN 810 187 
TYN 812 187 
TYN 1004 184 
TYN 1006 184 
TYN 1008 187 
TYN 1010 187 
TYN 1012 187 
TYP 212 191 
TYP 512 191 
TYP 1012 191 
TYS 406-05 183 

l ! 
TYS 406-8 183 
TYS 407-05 183 

l l 
TYS 407-8 183 
TYS 606-05 183 

! ! 
TYS 606-8 183 
TYS 607-05 183 
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TYPES Pages EQUIVALENT 

! ! 
TYS 607-8 183 
TYS 806-05 183 

! l 
TYS 806-8 183 
TYS 807-05 183 

! l 
TYS 807-8 183 
TYS 1006-05 183 

l ! 
TYS 1006-8 183 
TYS 1007-05 183 

l ! 
TYS 1007-8 183 
lF 5A 94 
lF 6A 94 
lF 8A 94 
ZF 10A,8 94 
lF 12A,B 94 
lF 15A,B 94 
lF 18A,B 94 
lF 22A 94 

l ! 
lF 82A 94 



~, THOMSON-CSF 

symbols 
symboles 

Bias 

Small signal capacitance 

Collector-base capacitance 

Cross modulation distortion 

Junction capacitance 

Common source inplJt capacitance, short circ:uited output 

Reverse transfer capacitance open ci'cuited input 

b = comman base 
e = common ernitter 

Common source reverse transfer capacitonce, 
short circuited input 

Output capacitance, open circuited input 
b = common base 

e = common ernitter 

Critical rate of ri se of on-state current 
(of a thyristC>r or a 'riac) 

Critical rate of rise of off-state vo toge 
(of a thyriste.r or a friac) 

Critical rate of rise of commutating off-slote voltage 
(of a triac) 

Pulse energy 

t-loise figure 

Frequency 

Te~t frequency 

Transition frequency 

Power gain 

Forward current transfer I-atio 
(common emltter) 

Static value of the forward current tr(lnsfer ratio 
(common emitter) 

Continuous base curTent 

Breakover current (TRISIL) 

Continuous collector current 

RMS collector current 

Recommend.~d operating collector current v:Jlue 

Continuous drain curre·nt of a FEl 

Average load current [resista 'lce) 
for moulded bridges 

Peak off-state current of a thyristor 

Peak off-state current of a triac 

Non repetitive peak forward current load (10 ms) 
for moulded bridges 

Drain current of e FET for VGS=O and VDS specified 

Forward continuous current of a diode 

Peak forward current of a di ode 

Surge non re'petitive forward current of a di ::>de 

Total gate leakage current of a FEl 
for VDS=O and VGS specified 

Gate tri!;mer current of a thyristo' or a Hac 

Continuous holding current of a thyri~;tor 
or a triac 

Test current for~Vz at high and low le'tels 
for T-LVA series 

Intermodulatior distortion 

Average forward current of a diode 
or a thyri!tor 

S Jrge non repetitive reverse current 
of a Transil 

Continuous reverse current of a diode or a thyristor 

Peak reverse current of a diode or a thyristor 

BIAS 
C 

CCB 
CMD 

di/dt 

dy/dt 

(dv/dt)c 

Ep 
F, FB, NF 

f 

lB 
I(BO) 

IC 
ICRMS 
lC(sat) 

ID 
Id 

IDSS 
IF 

IFM 
IFSM 
IGSS 

Polarisation 

Capacité différentielle 

Capacité collecteur-base 

Distorsion de transmodulation 

Capacité de ionction 

Capacité d'entrée, sortie en court-circuit 
en source commune 

Capacité de transfert inverse, (capacité de réaction) 
entrée circuit ouvert 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Capacité de transfert inverse, entrée en court-circuit 
en source commune 

Capacité de sortie, entrée en circuit ouvert 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Vitesse critique de croissance du courant à l'état passant 
(d'un thyristor ou d'un triac) 

Vitesse critique de croissance de la tension à l'état bloqué 
(d'un thyristor ou d'un triac) 

Vitesse critique de croissance de la tension 
à la commutation (d'un triac) 

Energie par impulsion 

Facteur de bruit 

Fréquence 

Fréquence de test 

Fréquence de transition 

Gain en puissance 

Rapport de transfert direct du couront 
sortie en court-circuit (émetteur commun) 

Valeur statique du rapport de transfert direct du courant 
(émetteur commun) 

Courant base (continu) 

Courant de retournement (TRISIL) 

Courant collecteur (continu) 

Courant efficace collecteur 

Valeur du couront collecteur de fonctionnement recommandée 

Courant (continu) de drain d'un FET 

Courant moyen redressé dans la charge (résistance) 
pour les ponts moulés 

Courant de crête à l'état bloqué d'un thyristor 

Courant de crête à l'état bloqué d'un triac 

Courant crête accidentel (TOms) 
pour les ponts moulés 

Courant de drain pour VGS= 0 et VDS spécifié 

Courant direct continu d'une diode 

Courant direct de crête d'une diode 

Courant direct de pointe de surcharge accidentelle d'une diode 

Courant de fuite total de grille d'un FET 
avec VDS= 0 et VGS spécifié 
Courant d'amorçage par la gâchette d'un thyristor 
ou d'un triac 

Courant continu hypostatique 
d'un thyristor ou d'un triac 

Courant de test pourôYz à bas et haut niveau 
pour les séries T- LV A 

IMD, dlM Distorsion d'intermodulation 

10 , IF (AV) Courant moyen à l'état passant d'une diode 
ou d'un thyristor 
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Courant inverse non répétitif de surcharge 
d'une Transil 

Courant inverse continu d'une diode ou d'un thyristor 

Courant inverse de crête d'une diode ou d'un thyristor 



~ THOMSON·CSF 

symbols 
symboles 

Surge non repetitive reverse current 
of a diode or a thyristor 

Peak-on state current of a thyristor or a triac 

RMS on-state current of a thyristor or a triac 

Surge non repetitive on-state current of a thyristor 
or a triac 

Peak regulation current of a voltage regulator diode 

Regulation current in the breakdown knee region 
of a voltage regulator diode 

Peak regulation current of a voltage regulator diode 

Surge non repetitive regulation current of a voltage 
regulator diode 

Regulation voltage test current of a voltage regulator 
diode 

Power dissipation 

Input power 

Output power 

Output peak envelope power 

Surge non repetitive power dissipation 

Total power dissipation 

Figure of merit 

Recovered charge of a diode 

On-state drain-source resistance of a FET 

rDSon = OC, r dson = AC 

Gate-cathode resistance 

Series resistance 

Junction to case thermal resistance 

Small signal resistance, in the breakdown knee region 
of a voltage regulator diode 

Small signal resistance of a voltage regulator diode for the 
test reverse current 

Input reflection coefficient in common 
emitter configuration 

Forward transmission coefficient common 
emitter configuration 

Output reflection coefficient in common 
emitter configuration 

Ambient temperature 

Case tempe rature 

Delay time 

T urn-off delay time 
(field effect transistors) 

Turn-on time 

Fall time 

Fall time on inductive load 

Junction temperature 

Turn-off time 

Turn-on time 

Operating temperature (at zero dissipation) 

Pulse width 

Circuit commutated recovery time 
of a thyristor 

Rise time 

Reverse recovery time of a diode 

Carrier storage time 

Ca'rrier storage time on inductive load 

IT(RMS) 

ITSM 

IZ 

IZK 

IZM 

IZSM 

IZT 

P 

Pin 
Pout 

Pout (PEP) 
PRSM 

Ptot 
Q 

QR 

rDSon 
rdson 
RGK 

rs 
Rth(j-e) 

rZK 

rZT 

Tamb 
Tc, Tease 

td 
td(off) 

td + tr 
tf 
tfl 
Ti 

toff 
ton 

Toper 
tp 
tq 

tr 
trr 
ts 
tsl 
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Courant inverse non répétitif de surcharge 
d'une diode ou d'un thyristor 

Courant de crête à l'état passant d'un thyristor 
ou d'un triac 

Courant eHicace à l'état passant d'un thyristor 
ou d'un triac 

Courant de surcharge de pointe accidentelle à l'état 
passant d'un thyristor ou d'un triac 

Courant de régulation d'une diode de régulation 
de tension 

Courant de régulation dans la région du coude de 
de claquage d'une diode régulatrice de tension 

Courant de régulation crête d'une diode de régulation 
de tension 

Courant de pointe de surcharge accidentelle (non répétitif) 
de régulation de tension 

Courant de contrôle de la tension de régulation 
d'une diode de régulation de tension 

Puissance dissipée 

Puissance d'entrée 

Puissance de sortie 

Puissance de sortie (PEP) 

Dissipation de puissance inverse de pointe 
de surcharge accidentelle (non répétitive) 

Dissipation totale de puissance 
Facteur de qualité 

Charge recouvrée d'une diode 
Résistance drain-source à l'état passant d'un FET 

rDSon continu, rdson alternatif 
Résistance gâchette-cathode 

Résistance série 

Résistance thermique ionction-boÎtier 

Résistance diHérentielle dans la région du coude 
de claquage d'une diode de régulation de tension 

Résistance diHérentielle pour le courant inverse de mesure 
dans la région de claquage d'une diode de régulation 
de tension 

CoeHicient de réflexion d'entrée en montage 
émetteur commun 

CoeHicient de transmission direct en montage 
émetteur commun 

CoeHicient de réflexion de sortie en montage 
émetteur commun 

Température ambiante 

Température boÎtier 
Retard à la croissance 

Retard à la croissance 
(d'un transistor à eHet de champ) 

Temps total d'établissement 

Temps de décroissance 

Temps de décroissance du courant sur charge inductive 

Température de ionction 

Temps total de décroissance 
Temps total de croissance 
Température de fonctionnement 

Largeur d'impulsion 

Temps de désamorçage par commutation du circuit 
d'un thyristor 

Temps de croissance 
Temps de recouvrement inverse d'une diode 

Retard à la décroissance 

Retard à la décroissance du courant sur charge inductive 
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Turn-oH time 

Breakover voltage (TiIISIl) 

Breakdown voltage of a diode 

C:ollector-emitter breakdown vol"age, 
with IB=O and IC specified 

Gate-source breakdown voltclge of (1 FET 
with VDS=O and IC specified 

Collector-base continuous voltage 

Collector DC voltage st..pply 

Collector-emitter continuous voltage 

Collector-emitter continuous voltage with 1 B = 0 
and IC specified 

Collector-emltter continuous voltage with RB:: = R 
and IC specified 

Collectl,r-emitter saturation voltage wi"h 1 B 
andc specified 

Collector-emitter continuous voltage with VBI: = X 
(reverse biased) 

Collector-emitter continuous voltage with VBE=X 
(reverse biased) and IC specified 

Clamping voltage of a transient supprlmor diode 

Repetitive peak off-state voltage of a thyristor or a triac 

Drain-source continuous volta~le of a FET 

Drain voltage with gate short-circuited 
to source (V GS =, 0) 

Continuous forward voltage of a di"de 

Forward transient voltage of a diode 

Gate-cathode volt'lge 

D.C. gate-source voltage of a FET 

Gate-source eut-off voltage of a ~ET 

Gate trigger voltoge 

Output voltclge 

Continuous reverse voltage Qf a diode 

Peak reverS'9 voltage of a diode or CI thyristor, 
or maximum recommended stand-c.ff voltClge 

for a Tra1sil 

Rms input voltage for bridnes 

Repetitive peok reverse voltage of Il thyristor 
(Ir a diode 

Peak on-stote voltage of a thyristor or a trac 

Continuous reverSE! voltage in the breakdown region 
of a voltage regulctor diode 

Test continuous reverse voltage of a voltage regulator 
diode 

T ronsient reverse energy e,f a diode 

Forward transfer admittance common source of a FEl, 
short-circuited outj: ut 

Temperature coefficient of V(BR) (Tramil) 

Temperature coefficient of working voltage of Il volta!~e 
regulator diode 

Temperature variation 

Gate-source voltage variation of a FET 

Regulation voltage variaticln 

Collector l!fficiency 

Temperature coefficient in mV/oC 

ts + tf 
V(BO) 
V(BR) 

V(BR)CEO 

V(BR)GSS 

VCB 
VCC 
VCE 

VCEO 

VCER 

VCEsat 

VCEV 

VCEX 

V(CL) 
VORM 

Vos 
VOSS 

VF 
VFM 
VGK 
VGS 

VGSoff 
VGT 

Vo (Vout' 
VR 

VRM 

Vrms 

VTM 
Vz 

VZT 

ay 

avz 

21 

Temps total de coupure 

Tension de retournement (TRISIL) 

Tension de cfoquage d'une diode 

Tension de cfaquage collecteur-émetteur 
avec 1 B= 0 et IC spécifié 
Tension de cfoquage grille-source d'un FET 
avec VDS= 0 et IC spécifié 
Tension continue collecteur-base 
Tension continue d'alimentation du collecteur 

Tension continue collecteur-émetteur 

Tension continue collecteur-émetteur avec 1 B= 0 
et IC spécifié 

Tension continue collecteur-émetteur avec RBE= R 
et IC spécifié 

Tension de saturation collecteur-émetteur avec IC 
et lB spécifiés 

Tension continue collecteur-émetteur avec VBE=X 
(blocage) 

Tension continue collecteur-émetteur avec VBE=X 
(blocage) et IC spécifié 

Tension d'écrêtage d'une diode de protection 

Tension de pointe répétitive à l'état bloqué d'un thyristor 
ou d'un triac 

Tension continue drain-source d'un FET 

Tension de drain, la grille étant court-circuitée 
à la source (V GS = 0) 
Tension directe continue d'une diode 

Tension directe de crête d'une diode 
Tension gâchette-cathode 

Tension continue grille-source d'un FET 
Tension grille-source de blocage d'un FET 
Tension de gâchette à l'amorçage 

Tension de sortie 

Tension inverse continue d'une diode 
Tension inverse de crête d'une diode ou d'un thyristor 
ou tension de veille maximale recommandée 
pour une Transil 

Valeur efficace de la tension à redresser 
pour les ponts 

Tension inverse de pointe répétitive d'un thyristor 
ou d'une diode 

Tension de crête à l'état passant d'un thyristor ou d'un triac 

Tension inverse continue d'une diode de régulation de tension 
dans la région de cfaquage 

Tension inverse continue de mesure d'une diode 
de régulation de tension 

Energie transitoire en inverse d'une diode 

Admittance de transfert direct, sortie en court-circuit, 
en source commune d'un FET 

Coefficient de température de V(BR) (Transil) 
Coefficient de température de la tension de 
fonctionnement d'une diode de régulation de tension 

Variation de température 

Variation de la tension grille-source d'un FET 
Variation de la tension de régulation 

Rendement collecteur 
Coefficient de température en m V/oC 





POWER TRANSISTORS 
TRANSISTORS DE PUISSANCE 

NEW PRODUCTS 

SELECTOR GUIDES 

PLASTIC TRANSISTORS 
- general purpose 
- switching-TV applications 
- switching 
- superswitch 
- superswitch 2 
- general purpose darlingtons 
- switching darlingtons 
- superswitch darlingtons 
- high power superswitch darlingtons 

METAL TRANSISTORS 
- general purpose 
- switching-TV applications 

switching 
superswitch 
superswitch 2 
superswitch high power 
general purpose darlingtons 
superswitch darfingtons 
military applications 

MOSFET TRANSISTORS 

Pages 
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38 
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NOUVEAUX PRODUITS 

GUIDES DE SELECTION 

TRANSISTORS PLASTIQUES 
- usage général 
- de commutation pour applications TV' 
- de commutation 
.. superswitch 
- superswitch 2 
- darlingtons usage général 
- darlingtons de commutation 
- darlingtons superswitch 
- darlingtons superswitch de forte puissance 

TRANSISTORS METALLIQUES 
- usage général 
- de commutation pour applications TV 
- de commutation 
- superswitch 
- superswitch 2 
- superswitch de forte puissance 
- darlingtons usage général 
- darlingtons superswitch 
- pour applications militaires 

TRANSISTORS MOSFET 



Available 
2nd quarter 84 
livrable 
2ème trimestre 84 

(B-413 

1.' 1HOMSON-CSF 

TOP-3 insulated case 
Boîtier TOP-3 isolé 

Types 

BUW 921 
BUW 521 

VCEO(S 
(V) 

250 
250 

us) 

ISOTOP insulated case 
Boîtier ISOTOP isolé 

Types 
VCEO(slls) 

(V) 

BUT 28 60 
BUT 29 80 
BUT 30 125 
BUT 31 200 
BUT 32 250 

* ESM 20250 250 
* ESM 30450 450 
* ESM 40450 450 

VCEV 
(V) 

350 
350 

VCEV 
(V) 

120 
160 
200 
300 
350 
350 
600 
600 

* Darlingtons with ultra fast free wheeling diode (trr < 50 ns). 

Insulating voltage: 2,5 kVrms 
Tension d'isolement: 2,5 kVeff 

IC (sat) tfi max 
(A) (ns) 

5 200 
5 200 

Insulating voltage: 2,5 kVrms 
Tension d'isolement: 2,5 kVeff 

IC (sat) tf max 
(A) (ns) 

80 250 
70 250 
70 300 
40 200 
35 250 
40 500(1) 
20 750(1) 
35 750(1) 

Darlingtons avec diode de roue libre très rapide (trr < 50 ns). 

(1) Ti = 1000
( 

high p()Wer darling'ons 
darlingtons de forte puissance 

GIANT ISOTOP insulated case 
Boîtier ISOTOP GEANT isolé 

Types 

ESM 100400 
ESM 10045 0 
ESM 10050 0 

VCEO(SUS) 
[V) 

400 
450 
500 

VCEV 
(V) 

500 
600 
700 

Darlingtons with fast free wheeling diode (trr = 400 ns). 
Darlingtons avec diode de roue libre rapide (trr = 400 ns). 

25 

IC (sat) 
(A) 

100 
100 
100 

Insulating voltage: 2,5 kVrms 
Tension d'isolement: 2,5 kVeff 

tf max (100°C) 
(~s) 

3 
3 
3 



~220AB 
~TO-3 

transistors TOP 3 pour commandes de moteurs 

Typel 

BUV 48 C 
BUV 47 C 

VCEO(IUI) 
(V) 

400 
400 

VCEV 
(V) 

650 
650 

IC (lat) 
(A) 

10 
5 

tfi max (100 0 C) 
(ni) 

400 
400 

~OP 3 darlington for auto motive ignition circuits 
darlington TOP 3 pour allumage automobile 

Type 
VCEO(IUI) IC (lat) 

(V) (A) 

BUT 57 400 7 

~o aaa AB and ~O 3 second source devices 
produits seconde source TO 220 AB et TO 3 

Typel VCEO(IUI) VCEV IC (lat) tfmax 
(V) (V) (A) (ns) 

BUX 84 400 800 1400 
BUX 85 450 1000 1400 

BUX 80 400 800 5 800 
BUX 81 450 1000 5 800 

j 
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~o 220 AB superswitch transistor selector guide 
guide de sélection transistors superswitch TO 220 AB 

~ 
90 120 200 400 

VCEV 180 240 400 850 
IC(sat) (V) 
(A) 

12 BUV 26 

8 BUV 27 

6 BUV 28 

5 BUV 56 

2,5 BUV 46 

1,2 BUV 36 

~OP 3 superswitch and superswitch 2 transistor selector guide 
guide de sélection transisto:rs superswitch et superswitch 2 TOP 3 

~ 
60 80-90 125 150 200 250 400 450 

VCEV 120 160 250 200 300 350 850 1000 
lC(sat) (V) 
(A) 

40 BUW48 

30 BUW49 

20 BUW50 

15 BUW89 

11-10 BUW90 BUW96* BUW 51 
BUV 48 
BUV 48 1 

8 BUW52 BUV 48 A 

D Superswitch 2. 
6 BUW91 BUV 47 B 

5 BUW92 
BUV 47 

BUV 47 A 
BUV 47 1 

... Fast switching PNP transistor. ... Transistor de commutation rapide PNP. 

ISO~OP superswitch transistor and darlington selector guide 
guide de sélection transistors et darlingtons superswitch ISOTOP 

400 400 450 600 700 
600 850 1000 900 800 

lC(sat) 
(A) 

20 ESM 2040 0·* 
ESM 749* 

ESM 749 A* 
BUV 98 

16 BUV 98 A 

D Oarlington 12 ESM 753* 
ESM 2070 Du 

ESM 752 

* Fast switching darlingtons without parasitic C-E diode. 
* * Fast switching darlingtons with antiparallel ultra-fast recovery free-wheel diode. 

AIlISOTOP devices are available with screw mounting version (standcrd type number plus «V .. suffix). 

ISOTOP dar/inQtons ore de/ivered with four connections i this allows independant drive of the driver and of the output transistor to 
improve the sWltching behaviour of the darlington. 

'qsat) is the recommended operating collector current value. 

Switching times td, tr, ts and tf and the collector-emitter saturation voilage VCE(sat) are specified in our data-sheets at 'qsat). 

* Darlingtons de commutation rapide sans diode parasite C-E 
* * Darlingtons de commutation rapide avec diode de roue libm ultra-,-apide antiparallèle. 
Tous les dispositifs ISOTOP sont disponibles en version vissable (N° de type + suffixe V). 

Les darlingtons fSOTOP sont livrés avec quatre connexions," ceci permet la commande indépendante du driver et aussi du transistor de sortie, 
ce qui améliore le fonctionnement en commutation du darlington. 

IC(sat) est la valeur du courant collecteur de fonctionnement recommandée. 

Les temps de commutation td, tr , ts et tfet la tension de saturation collecteur-émetteur VCE(sat) sont spécifiés 
dans nos notices à lC(sat). 
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700 
1000 

ESM 753 A* 
ESM 752 A 
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TO 3 superswitch a transistor selector guide 
gUide de sélection transistors superswitch 2 TO 3 

~ 
~ 

60 80-90 125 200 250 
VCEV 120 160 200-250 300 350 

lC(sat) (V) 
(A) 

80 BUV 18 

70 BUT 90 

60 BUV19 

50 BUV 60 

40 BUW38 BUT 91 

35 BUT 92 

30 BUW39 

25 BUV 61 

20 BUV 50 

16 BUV 62 

15 BUV 39 

11 BUV 40 

10 BUV 51 

8 BUV 52 

6 BUV 41 

4 BUV 42 

TO 3 superswitch transistor selector guide 
guide de sélection transistors superswitch TO 3 

~ 
90 125 200 250 325 400 500 400 450 

VCEX 120 160 250 300 400 450 500 850 1000 
IC (sot) (V) 
(A) 

50 BUV 20 
BUX 20 

25 BUV 21 
BUX 21 

20 BUX 39 BUX 10 BUV 22 
BUX 22 

15-16 BUX 40 BUV 23 
BUX 23 

12 BUX 11 BUV 24 
BUX 24 

10 BUX 12 

8 BUX 41 BUX 13 

6 BUX 42 BUX 14 

5 BUX 43 

4 BUX 44 

2,5 

lC(sat) is the recommended operating collector current value. Switching times td, tri ts and tf 
and the collector-emitter saturation voltage VCE(sat) are specified in our data-sheets at lC(sat)· 

BUX 98 

BUX 48 

BUX 25 

BUX 47 

BUX 46 

'C(lat} est la valeur du courant collecteur de fonctionnement recommandée. Les temps de commutation td 1 tr 1 ts et tf 
et la fensian de saturation collecteur-émetteur VCE(sat) sont spécifiés dans nos notices à lC(sat} 
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BUX 98A 

BUX 48A 

BUX 47A 

600 700 
900 1000 

ESM 952 ESM 952A 

ESM 750 ESM 750A 



~ lHOMSON-CSF 

TO 83 superswitch high power transistor selector guide 
gUide de sélection transisto]~s superswitch de forte puissance TO 83 

~I VCEV, 

'qsat) (V) 
(A) 

150 

140 

65 

50 

35 

30 

120 
200 

ESM 3000 

15, 

20 
o 
o 

ESM 3 001 

,) 
200 400 500 600 700 
350 600 600 1000 1000 

ESM 3002 

ESM 3004 

ESM 3005 

ESM 3006 

ESM 3007 

MU 86 superswitch hitlh power transistor selector guide 
guide de sélection transistors superswitch de forte puissance MU 86 

~ 
400 

VCEV 600 

'qsat) (V) 
(A) 

500 600 700 

600 1000 1000 

90 ESM 41 )14 

70 ESM 4015 

60 ESM 4016 

50 ESM 4017 

'C(sat) is the recommended operating collector current value. 

Switching times td, tr, ts and tf and the collector-emitter satumtion voltage YCE(sat) are specified in our data-sheets at 'C(sat). 

IC(sat) est la valeur du courant collecteur de fonctionnement recom"'andée. 

Les temps de commutation td, tr, ts et tf et la tension de satL'ration collecteur-émetteur V CE(sat) sont spécifiés 
dans nos notices à IC(sat)-
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D PNP 

f.' lHOMSON-CSF 

TOP-3 general purpose transistor selector guide 
guide de sélection transistors TOP-3 usage général 

45 60 

BD 249 BD 249A 
25 

BD 250 BD 250A 

80 

BD 249B 

BD 250B 

100 

BD 249C 

BD 250C 

TO-BBO AB general purpose transistor selector guide 
guide de sélection transistors de puissance usage général TO-220 AB 

D PNP 

D PNP 

~ 
40 45 60 70 80 100 

le (V) 
(A) . 

15 
BD 905 BD 907 BD 909 BD 911 
BD 906 BD 908 BD 910 BD 912 

12 
BD 705 BD 707 BD 709 BD 711 
BD 706 BD 708 BD 710 BD 712 

10 2N 6099 2N 6101 

8 
BD 301 BD 303 BD 303 A BD 303 B 
BD 302 BD 304 BD 304 A BD 304 B 

7 2N 5496 
2N 6107 

6 
BD 243 BD 243 A BD 243 B BD 243 C 
BD 244 BD 244 A BD 244 B BD 244 C 

4 2N 5296 2N 5294 

3 
BD 241 8D 241 A BD 241 B BD 241 C 
BD 242 BD 242 A BD 242 B BD 242 C 

TO-3 general purpose transistor selector guide 
guide de sélection transistors TO-3 usage général 

40 

20 - 30 2N 3771 

15 -16 

10 

60 

2N 3772 

2N 3055 
2N 3055 S 

30 

BOX 18 

140 

2N 3773 

2N 3442 BDX 20 



~ lHOMSON-CSF 

power transistor and darlington for TV applications selector guide 
guide de sélection 

transistors de puissance et darlingtons pour applications TV 

~ 330 400 750 900 Case 
~~) (V) 

800 

BU 109 TO-3 
10 

BU 109P TO-220 
BU 109DP 

8 BU 189 BU 184 TO-220 

BU 104 TO-3 

7 BU 104P 
BU 104DP TO-220 

BU 407 BU 406 
BU 407D BU 406D 

BU 326 BU 326A TO-3 
6 

BU 326P BU 326AP TOP-3 

3 BU 126 TO-3 

general purpose darlington selector guide 
PD60~lSOW 

guide de sélectioIl darlingtons usage général 

~ 45 60 80 100 120 
IC (A) (V) 

BDX 67 BDX 67 A BDX 67 B BDX 67 C 
BDX 66 BDX 66 A BDX 66 B BDX 66 C 

16 
BDY 67 BDY 67 A BDY 67 B BDV 67 C 
BDY 66 BOY 66 A BOY 66 B BDV 66 C 

BDX 65 BDX 6S A BDX 65 B BDX 65 C 
BOX 64 BOX 64 A BOX 64 B BDX 64 C 

12 
BDV 65 BDV 65 A BDV 65 B BDV 65 C 
BOV 64 BOY 64 A BOY 64 B BDV 64 C 

10 BDX 33 BDX 33 A BDX 33 B BDX 33 C BDX 33 D 
BOX 34 BOX 34 A BOX 34 B BOX 34 C BOX 34 0 

BOX 53 BDX 53 A BDX 53 B BDX 53 C 
BOX 54 BOX 54 A BOX 54 B BOX 54 C 

8 
BOX 63 BDX 63 A BDX 63 B BDX 63 C 
BOX 62 BOX 62 A BOX 62 B BOX 62 C 
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Case 

TO-3 

TOP-3 

TO-3 

TOP-3 

TO-220 

TO-220 

TO-3 
DPNP 



N 
N 

N 
N 
N 
N 
N 
N 

Types VCEO 

VCEX· 
NPN PNP 

(V) 

t..' lHOMSON-CSF 

plastic power transistors 
transistors de puissance plastiques 

IC Ptot h21E IC VCE (sat) 1 IC 1 lB td +t, 

cont 

min max max 

(A) (W) (A) (V) (A) (A) (ILS) 

general purpose transistors 

2N 5296 40 4 36 30 120 1 1 1 0,1 

BD 241 BD 242 45 3 40 20 1 1,2 3 0,6 
BD 243 BD 244 45 6 65 15 3 1,5 6 1 
BD 301 BD 302 45 8 55 30 3 1 3 0,3 
BD 705 BD 706 45 12 75 20 150 4 1 4 0,4 
BD 905 BD 906 45 15 90 15 150 5 1 5 0,5 

BD 241 A BD 242 A 60 3 40 20 1 1,2 3 0,6 
BD 243 A BD 244 A 60 6 65 15 3 1,5 6 1 
BD 303 BD 304 60 8 55 30 2 1 3 0,3 
BD 707 BD 708 60 12 75 15 150 4 1 4 0,4 
BD 907 BD 908 60 15 90 15 150 5 1 5 0,5 

2N 6099 60 10 75 20 80 4 2,5 10 2 
2N 5294 70 4 36 30 120 0,5 1 0,5 0,05 
2N 5496 2N 6107 70 7 50 20 100 3,5 l 3,5 0,35 
2N 6101 70 10 75 20 80 5 2,5 10 2 

BD 241 B BD 242 B 80 3 40 20 1 1,2 3 0,6 
BD 243 B BD 244 B 80 6 65 15 3 1,5 6 1 
BD 303 A BD 304 A 80 8 55 30 2 1 3 0,3 
BD 709 BD 710 80 12 75 15 150 4 1 4 0,4 
BD 909 BD 910 80 15 90 15 150 5 1 5 0,5 

BD 241 C BD 242 C 100 3 40 20 1 1,2 3 0,6 
BD 243 C BD 244 C 100 6 65 15 3 1,5 6 1 
BD 303 B BD 304 B 100 8 55 30 2 1 3 0,3 
BD 711 BD 712 100 12 75 15 150 4 1 4 0,4 
BD 911 BD 912 100 15 90 15 150 5 1 5 0,5 

BD 249 BD 250 45 25 125 10 15 1,8 15 1,5 
BD 249 A BD 250 A 60 25 125 10 15 1,8 15 1,5 
BD 249 B BD 250 B 80 25 125 10 15 1,8 15 1,5 
BD 249 C BD 250 C 100 25 125 10 15 1,8 15 1,5 

ts tf Case 

max max 

(JLS) (JLs) 

transistors usage général 

, 
TO 220 AB 

(CB-117) 

~ 
TOP 3 

(CB-244) 

switching transistors : TV applications transistors de commutation: applications TV 

BU 109 P 330· 10 50 15 5 2 7 1 1 
BU 109 OP 330· 10 50 7 7 2 7 1 0,8 
BU 407 330· 7 60 1 5 0,5 , 
BU 407 0 330· 7 60 1 5 0,65 

~:// 
BU 104 P 400· 7 50 10 5 2,5 7 1 1 
BU 104 OP 400· 7 50 7 7 2,5 7 1 0,8 

v 

BU 406 400· 7 60 1 5 0,5 TO 220 AB 

BU 406 0 400· 7 60 1 5 0,65 (C8-117) 

BU 326 P 800· 6 110 1,5 2,5 0,5 0,5 3 0,5 ~ BU 326 AP 900· 6 110 1,5 2,5 0,5 0,5 3 0,5 

TOP3 
(CB-244) 

switching transistors transistors de commutation 

MJE 13006 300 8 80 6 5 1,5 5 1 1,1 3 0,7 /~) MJE 13007 400 8 80 6 5 1,5 5 1 1,1 3 0,7 
MJE 13007 A 400 8 80 6 5 1,5 5 1 1,1 3 0,7 vv '/ 
MJE 13004 300 4 75 8 2 0,6 2 0,5 0,8 3,5 0,9 v 
MJE 13005 400 4 75 8 2 0,6 2 0,5 0,8 3,5 0,9 TO 220 AB 
MJE 13005 A 400 4 75 8 2 0,6 2 0,5 0,8 3,5 0,9 (CB-117) 

Tc = 25°C unless otherwise specified 
sauf spécification contraire 

N: New product. 
Nouveau produit. 
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N 
N 
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N 
N 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

Typ •• 

NPN PNP 

superswitch transistors 

BUV 26 
BUV 27 
BUV 28 
BUV 36 
BUV 36 A 
BUV 46 
BUV 46 A 
BUV 56 
BUV 56 A 

BUV 471 
BUV 481 
BUV 47 
BUV 47 B 
BUV 48 
BUV 47 A 
BUV 48 A 

BUV 98, (V) 
BUV 98 A, (V) 
ESM 752, (V) 
ESM 752 A, (V) 

~~ lHOMSON-CSF 

plastic power transistors 
transistors de puissance plastiques 

VCEO IC 
VCEX· cont 

ICRMS· 
(V) (A) 

90 14 
120 12 
200 10 
850· 2 

1000· 2 
850· 6 

1000· 6 
850· 8 

1000· 8 

850· 9 
850· 15 
850· 9 
850· 9 
850· 15 

1000· 9 
1000· 15 

850· 30 
1000· 30 
900· (1) 24 

1000· (1) 24 

h21E 1 IC ~ 
:1 ( ml"! (A) 

85 10 12 
85 10 8 
85 10 6 
50 5 1,2 
50 5 1 
85 5 2,5 
85 5 2 

100 5 5 
100 5 4 

100 5 5 
75 5 10 

120 5 5 
120 5 6 
150 5 10 
120 5 5 
150 5 8 

150 5 20 
150 5 16 
150 4 12 
150 4 12 

VCE (.at) 1 IC 1 lB td + tr t. 
t •• .1 

max 

1 (A) 

max max 
(V) (A) (#L') (#L') 

1,5 12 1,2 0,6 2 
1,5 8 0,8 0,8 2 
1,5 6 0,6 1 3 
1,5 1,2 0,24 0,5 2,5 
1,5 1 0,2 0,5 2,5 
1,5 2,5 0,5 1 3 
1,5 2 0,4 1 3 
1,5 5 1 1 3 
1,5 4 0,8 1 3 

1,5 5 1 1 4 (2) 
1,5 10 2 1 5 (2) 
1,5 5 1 1 4 (2) 
1,5 6 1,2 1 4 (2) 
1,5 10 2 1 5 (2) 
1,5 5 1 1 4 (2) 
1,5 8 1,6 1 5 (2) 

1,5 20 4 1 5 (2) 
1,5 16 3,2 1 5 (2) 
1,8 (2) 12 3 0,8 4 
1,8 (2) 12 3 .0,8 4 

superswitch 2 transistors 

BUW48 60 30· 150 10 40 1,4 40 4 1,5 1,1 
BUW49 80 30· 150 10 30 1,2 30 3 1,2 1,1 

BUW96 150 15 150 10 10 1,5 (1) 10 1 0,5 1 
BUW50 125 25- 150 10 20 1 20 2 1,4* 
BUW51 200 20* 150 10 10 1 10 1 1,2· 
BUW52 250 20·' 150 10 8 1 8 0,8 1,8* 
BUW89 90 25* 125 10 15 1 15 1,5 1,2* 
BUW90 125 20* 12.5 10 11 1 11 1,1 1,2* 
BUW91 200 15* 12.5 10 6 1 6 0,6 1,2* 
BUW92 250 12· 12:5 10 5 1 5 0,5 1,8* 

(1) ESM 752: VCEO = 600 V Tc = 25°C unless otherwise specified. 
ESM 752 A : VCEO = 700 V sauf spécification contraire. 

(2) Tj= 100°C N: New product. 
Nouveau produit. 
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tf Ca •• 
tfi· 
max 

(#L') 

transistors superswitch 

0,15 

:~ 
0,15 
0,2 
0,4 
0,4 (/;: 
0,4 
0,4 
0,4 TO 220 AB 
0,4 (CB-117) 

0,4 (2) , 0,4 (2) 
0,4 (2) 
0,4 (2) 
0,4 (2) 
0,4 (2) TOP3 
0,4 (2) (CB-244) 

~ 
Type number 

0,4 (2) 
ISOTOP 
(CB-285) 

0,4 (2) 
0,7 

-
0,7 

Type number 
+ suffix V 
CB-416 

transistors superswitch 2 

0,25 
0,25 
0,5 , 0,2 • 
0,15· 
0,2 • 
0,2 • 
0,2 • TOP 3-
0,2 • (CB-244) 
0,2 • 



Typ •• VCEO 
VCEX· 

NPN PNP 
(V) 

~ DlOMSON-CSF 

plastic power transistors 
transistors de puissance plastiques 

IC Ptot h21E IC VCE (.at)' IC 1 la td+tr 
cont ·VCE = 1,5 V 

min max typ 

(A) (W) (A) (V) (A) (A) (l'.) 

general purpose darlingtons 

BDX 53 BDX 54 45 8 60 750· 3 2 3 0,012 

BDX 33 BDX 34 45 10 70 750· 4 2,5 4 0,008 

BDX 53 A BDX 54 A 60 8 60 750· 3 2 3 0,012 

BDX 33 A BOX 34 A 60 10 70 . 750· 4 2,5 4 0,008 

BOX 53 B BOX 54 B 80 8 60 750· 3 2 3 0,012 

BDX 33 B BDX 34 B 80 10 70 750· 3 2,5 3 0,006 

BOX 53 C BDX 54 C 100 8 60 750· 3 2 3 0,012 

BDX 33 C BOX 34 C 100 10 70 750· 3 2,5 3 0,006 

BDX 330 BDX 340 120 10 70 750· 3 2,5 3 0,006 

BDV 65 BOV 64 60 12 100 1000· 5 2 5 0,02 

BDV 67 BOV 66 60 16 125 1000· 10 2 10 0,04 

BDV 65 A BDV 64 A 80 12 100 1000· 5 2 5 0,02 

BDV 67 A BOV 66 A 80 16 125 1000· 10 2 10 0,04 

BDV 65 B BDV 64 B 100 12 100 1000· 5 2 5 0,02 

BDV 67 B BOV 66 B 100 16 125 1000· 10 2 10 0,04 

BDV 65 C BDV 64 C 120 12 100 1000· 5 2 5 0,02 

BOV 67 C BOV 66 C 120 16 125 1000· 10 2 10 0,04 

switching darlingtons 

BU 184 400· 8 60 100 5 1,5 5 0,05 

BU 189 330· 8 60 100 5 1,5 5 0,05 

ESM 737 400 8 75 50 6 1,2 6 0,12 

BU 289 330· 8 90 100 5 1,5 5 0,05 

BU 284 400· 8 90 100 5 1,5 5 0,05 

BUV 37 400 15 100 60 10 2 10 0,15 1,2 

t. tf Ca •• 

typ typ 

(ILl) (1'1) 

darlingtons usage general 

, 
TO 220 AB 

(CB-117) 

~3 
(CB-244) 

darlingtons de commutation 

0,3 , 0,3 

TO 220 AB 
(CB-ll7) 

0,3 , 
0,3 

6 5 
TOP 3 

(CB-244) 

Tc = 25°C unless otherwise specified. Tc = 25°C sauf spécification contraire. 
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Types 

NPN PNP 

,.~ THOMSON-CSF 

plastic :power transistors 
transistors d.e puissance plastiques 

VCEO IC 

VCEX· cont 

ICRMS· 
(V) (A) 

P 121E l' 
:1 min 

( 

1 IC VCE (sat) 1 IC 1 lB td + tr 

t • r 
max max 

(A) (V) (A) (A) (/-Is) 

t, 
t ,. 

SI 

max 

(/-Is) 

superswitch darlingtons 

ESM 749, (V) 850· 25* 125 20 20 2 (1) 20 1 1 4 (1) 
ESM 749 A, (V) 1000· 25* 125 20 20 2 (1) 20 1 1 4 (1) 
ESM 753, (V) 900· (3) 18 125 12 12 2 (1) 12 1 0,8 6,5 (1) 
ESM 753 A, (V) 1000* (3) 18 125 12 12 2 (1) 12 1 0,8 6,5 (1) 
ESM 2040 D, (V) (2) 600· 25 125 20 20 2 (1) 20 1 1 4* (1) 
ESM 2070 D, (V) (2) 800· (3) 18 125 12 12 2 (1) 12 1 0,8 6,5 (l) 

tf Case 

tfi • 
max 

(/-Is) 

darlingtons superswitch 

~ 
0,75(1) Type number : 
0,75(1) ISOTOP 
0,5 (1) (C8-285) 
0,5 (1) 
0,75*{l) 

~ 
0,5 (1) 

Type number 
+ suffix V 
C8-416 

high power superswitch darlingtons darlingtons superswitch de forte puissance 

ESM 10040 400 100 312,5 50 100 2 100 8 1 * 5* 3* el ESM 10045 450 100 312,5 50 100 2 100 8 1* 5* 3* 
ESM 10050 500 100 312,5 :50 100 2 100 8 1 * 5* 3* 

GIANT ISOTOP 
(C8-413) 

(1) Ti = 100°C (3) ESM 753 : VCEO = 600 V 
(2) Oarlingtons with ultra fast free wheeling diode (trf. < 50 ns). ESM 753 A : VCEO = 700 V 

Darlingtons avec diode de roue libre très rapide trr < 50 ns). ESM 2070 0 : VCEO = 700 V 
Tc = 25 OC unless otherwise specified. 

~ 
sauf spécification contraire. 

N: New product. 
Nouveau produit. 
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Types VCEO 
VCEX· 

NPN PNP 
(V) 

~ THOMSON-CSF 

metal power transistors 
transistors de puissance métalliques 

IC Ptot h21E le VCE (sat) 1 IC 1 lB td+tr 
cont typ· 

min max max 
(A) (W) (A) (V) (A) (A) (t-ts) 

ts tf Case 
typ· typ· 

max max 
(t-ts ) (t-ts ) 

general purpose transistors transistors usage général 

o 2N 3054 oBDX 14 55 4 25 25 100 0,5 1 0,5 0,05 
BDY 71 55 4 29 80 200 0,5 1 0,5 0,05 

~ BDY 72 120 3 25 60 180 0,5 1 0,5 0,05 
2N 3441 oBDX 16 140 3 25 20 80 0,5 1 0,5 0,05 

2N 3740 60 4 25 20 0,5 0,6 1 0,125 TO 66 
2N 3741 80 4 25 20 0,5 0,6 1 0,125 (CB-72) 

2N 3771 40 30 150 15 60 15 2 15 1,5 

~ 
2N 3055 BDX 18 60 15 117 20 70 4 1,1 4 0,4 

oo2N 3055 S 60 15 117 20 70 4 2,5 10 3,3 
o 2N 3772 60 20 150 15 60 10 1,4 10 1 

2N 3442 BDX 20 140 10 117 20 70 3 1 3 0,3 T03 
o 2N 3773 140 16 150 15 60 8 1,4 8 0,8 (CB-19) 

switching transistors : TV applications transistors de commutation: applications TV 

BU 109 330· 10 85 15 5 2 7 1 1 
BU 104 400· 7 85 10 5 2,5 7 1 1 

~ BU 126 750· 3 30(1) 15 60 1 5 4 1 2 * 0,2· 
BU 326 800* 6 60(1) 15* 2,5 3 4 1,25 0,5 3,5 0,5 ~--

BU 326 A 900· 6 60(1) 15* 2,5 3 4 1,25 0,5 3,5 0,5 
TO 3 

(CB-19) 

switching transistors transistors de commutation 

2N 3053 40 0,7 5 50 250 0,15 1,4 0,15 0,015 
2N 2890 80 3 5 25 2 0,75 2 0,2 0,3 1,5 
2N 2891 80 3 5 40 2 0,75 2 0,2 0,3 1,5 

2N 5415 200 1 10 30 150 0,05 2,5 0,05 0,005 2 * 0,5* 
2N 5416 300 1 10 30 120 0,05 2 0,05 0,005 2 * 0,5· 

'039 2N 3440 250 1 10 40 160 0,02 0,5 0,05 0,004 
2N 3439 350 1 10 40 160 0,02 0,5 0,05 0,004 
BUX 49 90 3,5 10 20 60 1,75 0,8 3,5 0,35 0,8 1,5 0,3 
BUX 50 125 3,5 10 20 60 1,5 0,8 3 0,3 0,8 2 0,3 (CB-7) 
BUX 51 200 3,5 10 20 60 1 1 2 0,2 0,8 2,5 0,5 
BUX 54 400 2 10 20 60 0,6 1,3 1,2 0,15 1 3,5 1,2 

(1) Tc = 50°C Te = 25°C unless otherwise specified. 
sauf spécification contraire. 

o Deviee under CCQ/CCT. o Dispositif soumis au CCQ/CCT. 

o CNES qualified product. o Produit qualifié CNES. 
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N 
N 
N 

f4~ lHOMSON-CSF 

metal IJlower transistors 
transistors dE) puissance métalliques 

Types VCEO IC Ptot h21E 1 IC VCE (sat) 1 IC 1 lB td +t, ts tf Case 

VCEX* cont typ* typ* typ* 

NPN min Ilnax 1 
max 

1 (A) 

max max max 

(V) (A) (W) (A) (V) (A) (tLs) (tLs) (tLs) 

switching transistors transistors de commutation 

BDY 78 55 4 25 25 100 0,5 1 0,5 0,05 

~~ BDY 79 120 4 25 25 100 0,5 1 0,5 0,05 <l» ___ - __ 

2N 3583 175 1 35 10 1 5 1 0,125 
2N 3738 225 3 20 25 0,25 2,5 0,25 0,025 
2N 3584 250 2 35 25 100 1 0,75 1 0,125 3 4 3 TO 66 
2N 3585 300 2 35 25 100 1 0,75 1 0,125 3 4 3 (CB-72) 

BDY 26( 183 T2} * 180 6 87,5 15 180 2 0,6 2 0,25 1 
BDY 27(184 T2)* 200 6 87,5 15 180 2 0,6 2 0,25 1 
BDY 28(185 T2) * 250 6 87,5 15 180 2 0,6 2 0,25 1 

~ -BDY 55 60 15 117 10 10 2,5 10 3,3 0,5 2{ts+tf} 
-BDY 56 120 15 117 10 10 2,5 10 3,3 0,5 2{ts+tf} 

BDY 57(108T2) 80 25 175 20 60 10 1,4 10 1 0,25* 2{ts+tf} 
BDY 58(109T2} 125 25 175 20 60 10 1,4 10 1 0,25* 2{ts+tf} 

TO 3 

BUW34 500· 10 125 15 1 1,5 5 1 0,75 3 0,8 
(CB-19) 

BUW 35 800· 10 125 15 1 1,5 8 2,5 0,75 3 0,8 
BUW36 900· 10 125 15 1 3 8 2,5 0,75 3 0,8 

superswitch transistors transistors superswitch 

BUX 39 90 30 120 8 20 1,6 20 2,5 1,5 1 0,3 
BUX 40 125 20 120 8 15 1,6 15 1,9 1,2 1 0,4 
BUX 41 200 15 120 8 8 1,6 8 1 1 1,7 0,8 
BUX 42 250 12 120 8 6 1,6 6 0,75 1 2 1,2 
BUX 43 325 10 120 8 5 1,6 5 1 1 2,2 1,2 
BUX 44 400 8 120 8 4 2 4 0,8 1 2,5 1,2 

> CB-19 
-BUX 10 125 25 150 10 20 1,2 20 2 1,5 1,2 0,3 
-BUX 11 200 20 150 10 12 1,5 12 1,5 1 1,8 0,4 
-BUX 12 250 20 150 10 10 1,5 10 1,25 1 2 0,5 
-BUX 13 325 15 150 8 8 1,5 8 1,6 1,2 2,5 1 
-BUX 14 400 10 150 8 6 1,5 6 1,2 1,4 3 1,2 

ESM 16 400 10 150 20 5 1 1 5 1 0,85" 1,5· 0,5· 

BUV 20 125 50 250 10 50 1,2 50 5 1,5 1,2 0,3 } BUV 21 200 40 250 ~O 25 1,5 25 3 1,2 1,8 0,4 CB-159 
BUV 22 250 40 250 10 20 1,5 20 2,5 1,3 2 0,5* 
BUV 23 325 30 250 8 16 1 16 3,2 1,3 2,5 1,2 } BUV 24 400 20 250 8 12 1 12 2,4 1,6 3 1,4 CB-19 

-BUX 20 125 50 350 10 50 1,2 50 5 1,5 1,2 0,3 

1 
-BUX 21 200 40 350 10 25 1,5 25 3 1;2 1,8 0,4 
-BUX 22 250 40 350 10 20 1,5 20 2,5 1,3 2 0,5 
-BUX 23 325 30 350 8 16 1 16 3,2 1,3 2,5 1,2 CB-159 

-BUX 24 400 20 350 8 12 1 12 2,4 1,6 3 1,4 
-BUX 25 500 15 350 8 8 1 8 1,6 1,8 5 1,6 

~ - Deviees under CCQ/CECC. - Dispositifs soumis au CCQ/CECC. 

* Available in different h21 E groups. * Disponibles triés en classe de gain. 

Tc = 25°( unless otherwise specified. Tc = 25°( sauf spécification contraire. TO 3 (C8-19) 

N : New product. N : Nouveau produit. or/ou 
TO 3 modified 

((B-159) 
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N 
N 
N 

~ THOMSON-CSF 

metal power transistors 
transistors de puissance métalliques 

Typ.s VCEO IC cont Ptot h21E 1 IC VCE (sat) 1 IC 1 lB td+tr ts tf 

VCEX· ·CRMS· t • r t •• s. tfi· 
NPN min max max max max 

(V) (A) (W) (A) (V) (A) (A) (}Ls) (}Ls) (}Ls) 

superswitch transistors transistors de commutation 

BUX 46 850· 6 85 5 2,5 1,5 2,5 0,5 1 3 0,8 1\ 
BUX 47 850· 9 125 5 6 1,5 6 1,2 1 3 0,8 
BUX 4S 850· 15 175 5 10 1,5 10 2 1 3 O,S 
BUX9S 850· 30 250 5 20 1,5 20 4 1 3 0,8 
BUX 47 A 1000· 9 125 5 5 1,5 5 1 1 3 0,8 
BUX 4S A 1000· 15 175 5 S 1,5 S 1,6 1 3 0,8 
BUX 9S A 1000· 30 250 5 16 1,5 16 3,2 1 3 0,8 
ESM 750 900· (1) 12 150 4 6 1,8 (2) 6 1,5 O,S 4 0,7 
ESM 750 A 1000· (l) 12 150 4 6 1,8 (2) 6 1,5 O,S 4 0,7 
ESM 952 900 (1) 24 214 4 12 1,8 (2) 12 3 0,8 4 0,7 
ESM 952 A 1000 (1) 24 214 4 12 1,8 (2) 12 3 0,8 4 0,7 Il 

superswitch 2 transistors transistors superswitch 2 

BUV 39 90 25· 120 10 15 0,9 15 1,5 1,1* 1,2* 0,2 • l' 
BUV 40 125 20· 120 10 11 0,9 11 1,1 1 . 1,2· 0,2 • 
BUV 41 200 15· 120 10 6 0,9 6 0,6 0,5· 1,2· 0,2 • 
BUV42 250 12· 120 10 4 0,9 4 0,4 0,6· 1,8· 0,2.· 

BUW38 60 30· 150 10 40 1,4 40 4 1,5 1,1 0,25 
BUW39 80 30· 150 10 30 1,2 30 3 1,2 1,1 0,25 

BUV 50 125 25· 150 10 20 0,9 20 2 0,6* 1,4· 0,2 • 
BUV 51 200 20· 150 10 10 0,9 10 1 0,6· 1,2· 0,15· 
BUV 52 250 20· 150 10 8 0,9 S 0,8 0,6· l,S· 0,2·· , 

BUT90 125 50· 250 10 70 1,2 (2) 70 7 1,2 2 0,3 
BUT91 200 50· 250 10 40 1,2 40 4 O,S 1,5 0,2 1 BUT 92 250 50· 250 10 35 1,2 35 3,5 1 2 0,3 

BUV 60 125 50· 250 10 50 0,9 50 5 0,8* 1,2· 0,1 • 
BUV 61 200 50· 250 10 25 0,9 25 2,5 0,9* 1,4· 0,12-
BUV 62 250 40· 250 10 16 0,9 16 1,6 0,6· l,S· 0,2 • 

BUV 18 60 50· 250 10 80 1,5 80 8 1,5 1,1 0,25 
BUV19 80 50· 250 10 60 1,2 60 6 1,3 1,1 0,25 

Cas. 

1 

CB-159 

~ 
TO 3 (CB-19) 

or 
TO 3 modified 

(CB-159) 

CB-19 

CB-159 

superswitch high power transistors transistors superswitch de forte puissance 

ESM 1000T 100 100· 400 12 100 1,5 100 10 3 1,7 0,5 
ESM 3000 120 150· 400 (3) 20 100 1,5 (2) 150 15 1 typ 1,8 0,5 

il ESM 3001 150 150· 400 (3) 20 100 1,5 (2) 150 15 1 typ 1,8 0,5 
ESM 2060T 200 60· 400 8 60 1,5 60 12 2,5 2,5 1 
ESM 3002 200 125· 400 (3) 10 120 1,5 (2) 140 28 1,5 typ 2 0,7 
ESM 73ST 400 60 350 8 30 1,5 30 6 2 3,5 1,2 
ESM 3004 400 120· 400 (3) 3 100 1,5 (2) 65 13 l,S· 3,5 0,6 • 
ESM 3005 500 120· 400 (3) 3 80 1,5 (2) 50 10 l,S· 3,5 0,6 • TO-83 
ESM 3006 600 SO· 300 (3) 3 50 1,5 (2) 35 7 1,5 typ 5 1 . 

(CB-338) 
ESM 3007 700 80* 300 (3) 3 40 1,5 (2) 30 6 1,5 typ 5 1 . 
ESM 4014 400 150· J200 (3) 3 130 1,5 (2) 90 18 l,S· typ 4 l "9 ESM 4015 500 150· 1200 (3) 3 110 1,5 (2) 70 14 1,5* typ 4 1 
ESM 4016 600 120· S50 (3) 3 85 1,5 (2) 60 12 1,5 typ 5 1 
ESM 4017 700 120· 850 (3) 3 75 1,5 (2) 50 10 1,5 typ 5 1 MU 86 

(CB-263) 

(1) ESM 750, ESM 952: VCEO = 600 V Tc = 25°C unless otherwise specified. 
ESM 750 A, ESM 952 A : VCEO = 700 V sauf spécification contraire. 

(2) Ti = 100°C N: New product. 

(3) T case = 75°C Nouveau produit. 
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Types VCEO 

NPN 

1 

PNP 
(V) 

~ nlOMSON-CSF 

metal power transistors 
transistors de puissance métalliques 

IC Ptot h211: 1 IC VCE (sat) 1 IC 1 lB td+tr 
cont 

m:Jnax 1 
max 

1 

max 
(A) (W) (A) (V) (A) (A) (J's) 

general purpose darlingtons darlingtons usage général 

BDX 63 BDX 62 60 8 90 1000 3 2 3 0,012 
BDX 63 A BDX 62 A 80 8 90 1000 3 2 3 0,012 
BDX 63 B BDX 62 B 100 8 90 1000 3 2 3 0,012 
BDX 63 C BDX 62 C 120 8 90 1000 3 2 3 0,012 
BDX 65 BDX 64 60 12 117 1000 5 2 5 0,02 
BDX 65 A BDX 64 A 80 12 117 1000 5 2 5 0,02 
BDX 65 B BDX 64 B 100 12 117 1000 5 2 5 0,02 
BDX 65 C BDX 64 C 120 12 117 1000 5 2 5 0,02 
BDX 67 BDX 66 60 16 150 1000 10 2 10 0,04 
BDX 67 A BDX 66 A 80 16 150 1000 10 2 10 0,04 
BDX 67 B BDX 66 B 100 16 150 1000 10 2 10 0,04 
BDX 67 C BDX 66 C 120 16 150 1000 10 2 10 0,04 

superswitch darlingtons darlingtons superswitch 

BUX 37 

1 1 

400 

1 

15 
135 (

1
)1 

20 

1 

15 2 10 0,15 

ts tf Cas. 

max max 

(J's) (J's) 

~ 
TO 3 (CB-19) 

npn switching transistors : military applications transistors de commutation npn : applications militaires 

2N 1209 45 5 85 20 2 2 2 0,25 
2N 1208 60 5 85 15 2 2 2 0,25 .' 2N 1616 60 5 85 ,5 75 2 2 2 0,25 
2N 1617 70 5 85 15 75 2 2 2 0,25 
2N 1618 80 5 85 15 75 2 2 2 0,25 ...... ~ 

2N 1724 80 5 100 20 90 2 1 2 0,2 
T061 2N 1725 80 5 100 50 150 2 1 2 0,2 (CB-69) 

2N 1724 A 120 5 100 30 90 2 1,5 5 0,5 

2N 1936 60 20 200 10 50 10 0,75 10 1,6 
2N 1937 80 20 200 10 50 10 0,75 10 1,6 
2N 2815 80 20 200 10 50 10 1,5 10 1,5 3,5 6 6 
2N 2816 100 20 200 10 50 10 1,5 10 1,5 3,5 6 6 

tt 2N 2817 150 20 200 10 50 10 1,5 10 1,5 3,5 6 6 
2N 2818 200 20 200 10 50 10 1,5 10 1,5 3,5 6 6 
2N 2819 80 25 200 10 50 15 1,5 15 2,2 3,5 6 6 
2N 2820 100 25 200 10 .50 15 1.5 15 2,2 3,5 6 6 (1) 
2N 2821 150 25 200 10 .50 15 1,5 15 2,2 3,5 6 6 
2N 2822 200 25 200 10 50 15 1,5 15 2,2 3,5 6 6 TO-63 
2N 2823 80 30 200 10 ·~O 20 1,1 20 3 3,5 6 6 (CB-70) 

2N 2824 100 30 200 10 ·~O 20 1,1 20 3 3,5 6 6 
2N 2825 150 30 200 10 ·w 20 l, l 20 3 3,5 6 6 

(1) Tc = 100°C Tc = 25°C unless otherwise specified. 
sauf spécification contraire. 
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Types P VDSS 

(W) (V) 

2N 6659 6,25 35 
2N 6660 6,25 60 
2N 6661 6,25 90 

2N 6656 25 35 
2N 6657 25 60 
2N 6658 25 90 

~ lHOMSON-CSF 

.OSI'E~ power transistors 
transistors de puissance MOSFET 

IDSS ID RDS(on) 1 ID td tr 
max max 

(#LA) (A) (0) (A) (ns) (ns) 

10 2 1,8 1 5 5 
10 2 3 1 5 5 
10 2 .4 1 5 5 

10 2 1,8 1 5 5 
10 2 3 1 5 5 
10 2 .4 1 5 5 

40 

td(oH) tf Case 
max max 
(ns) (ns) 

5 5 , 5 5 
5 5 

TO-39 
(CB-7) 

5 5 

~ 5 5 
5 5 

T03 
(CB-19) 



BI' ct: MICBOWAVE POWEB 
~BAl\TSIS~OBS 

TRANSISTORS DE PUISSANCE RF 
&. HYPERFRÉQUENCE 

2 ... 30 MHz - linear SSB 
27 ... 88 MHz - FM, class C 

88 ... 108 MHz - class C, FM transmitters 

108 ... 152 MHz - class C, aircraft 

130 ... 175 MHz - class C, FM mobile 

450 ... 512 MHz - class C, mobile 
806 ... 947 MHz - class C, land mobile 

wideband VHF-UHF 
TV transmitters, band III 
TV transmitters, bands IV and V 

Pages 

43 

44 

45 

46 

47 

2 ... 30 MHz - linéaires BLU 
27 ... 88 MHz - FM, classe C 

88 ... 708 MHz - émetteurs/réémeffeurs FM, 
classe C 

708 ... 152 MHz - aviation, classe C 

130... 175 MHz - mobiles FM, classe C 

450 ... 572MHz- mobiles UHF, classe C 
806 ... 947 MHz - mobiles UHF, classe C 

large bande VHF- UHF 
émetteurs/réémetteurs TV, bande III 
émetteurs/réémeffeurs TV, bandes IVet V 

200 ... 950 MHz - UHF pulse 200... 950 MHz - pulsé UHF 
960 ... 1215 MHz - pulse DME/IFF/TACAN 48 - 49 960 ... 7215 MHz- pulsé DME/IFFflACAN 
1.2 ... 1.4 GHz - pulse for radar applicatio ns 1.2... 1.4 GHz - pulsé pour applications radar 

0,75 ... 4,2 GHz - microwave, class C 
2 ... 4 GHz - microwave, class A 
0,7 ... 2,5 GHz ~ microwave, oscillators 

40 ... 900 MHz - class A linear for 
CATV/MATV 

.1 ... 1000 MHz - class A low noise 
small signal 

Cross reference 

50 

51 

52 

53 

41 

0, 75 ... 4, 2 GHz - hyperfréquences, classe C 
2 ... 4 GHz - hyperfréquences, classe A 
0, 7 ... 2, 5 GHz - hyperfréquences, oscillateurs 

40... 900 MHz - classe A linéaire 
pour amplificateurs d'antenne 

7 ••• 1000 MHz - classe A faible bruit 
petit signal 

Liste d'équivalence 





N 

N 

N 

N 

TYPE 

SO 1285 
SO 1451 
SO 1405 
SO 1487 

2N 5070 
TH 518 
TH 571 
THA 13 
THB 13 
SO 1224-10 
2N 6093 
2N 5942 
SO 1078 
SO 1407 
TH 416 
TH 417 
SO 1450 
TH 560 

TH 569 
TH 513 
THA 15 
TH 415 
THX 15 
TH 562 
TH 430 
TH 20 

,~~ lHOMSON-CSF 

2 - 30 lVIllz 
linear SSB applications 

applications linéajres ELU 

VCC Pout (PEP) fo 
PACKAGE CON FIG. 

(V) (W) (MHz) 

.380 4LFL CE 12,5 > 20 30 

.500 4LFL CE 12,5 > 50 30 

.500 4LFL CE 12,5 > 75 30 

.500 4LFL CE 12,5 > 100 30 

TO-60 CE i'8 25 30 

.500 4L STUO CE i'8 25 30 

.380 4LFL CE L'8 25 30 

.380 4L STUO CE 28 25 30 

.500 4L STUO CE 28 25 30 

.380 4LFL CE 28 > 30 30 

TO-217 CE 28 75 30 

.500 4LFL (B) CE 28 80 30 

.500 4LFL CE 28 > 80 30 

.500 4LFL CE 28 > 100 30 

.500 4LFL CE 28 130 30 

.550 4L STUO CE 28 130 30 

.500 4LFL CE 28 > 150 30 

.500 4LFL CE 28 220 30 

.380 4LFL CE 50 30 30 

.380 4L STUO CE 50 75 30 

.500 4LFL CE 50 150 30 

.550 4LFL CE 50 150 30 

.550 4L STUO CE 50 150 30 

.500 4LFL CE 50 220 30 

.550 4LFL CE 50 250 30 

WATER COOLED CE 50 600 30 

Pin 

(W) 

0,63 
1,6 
3,8 
6,3 

1,25 
1,25 
0,4 
0,4 
0,4 
0,475 
3,75 
4 
2,5 
3,15 
8,2 
8,2 
3 
9,5 

0,5 
3 
6 
6 
6 

12 
10 
10 

Gp 
min 
(dB) 

15 
15 
13 
12 

13 
13 
18 
18 
18 
18 
13 
13 
15 
15 
12 
12 
10 
12 

18 
14 
14 
14 
14 
13,5 
14,5 
15 

N: New product N: Nouveau produit 

27 ... 88 MH:z 
class C, FM operation 

applications FM, classe C 

VCC flout fo Pin 
TYPE PACKAGE CON FIG. 

(V) IW) (MHz) (W) 

SO 1290 .500 4L STUO CE 12,5 > 40 50 4 
SO 1451 .5004LFL CE 12,5 > 50 50 5,5 
SO 1451-1 .5004LFL CE 12,5 > 55 50 5,8 
SO 1446 .3804LFL CE 12,5 > 70 50 7 
SO 1405 .5004LFL CE 12,5 100 50 20 
2N 5849 .500 4L STUO CE 12,5 40 50 7,1 

THA 13 .380 4L STUO CE 28 25 70 0,5 
THB13 .500 4L STUO CE 28 25 70 0,5 
SO 1407-8 .5006LFL CE 28 > 100 80 11 

TH 513 .380 4L STUO CE 50 75 70 6 
THA 15 .5004LFL CE 50 150 70 15 
TH 415 .5504LFL CE 50 150 70 15 
THX15 .550 4l SIUD CE 50 150 70 15 
TH 430 .5504LFL CE 50 250 70 31,5 

43 

IMD 
max p (dB) 

TO-60 
(CB-27) 

-30 
-26 

~ 
-30 
-30 TO-217 

(CB-288) 
-30 
-30 
-30 
-30 

~ -30 .380 4L FL 

-28 
(CB-305) 

-30 
-30 

~ 
-28 
-30 .3804L STUD 

-30 (CB-298) 

-30 
-30 
-30 

-30 ~ .500 4L FL 

-30 (CB-290) 

-30 
-30 

~ 
-30 
-30 .500 4L FL (B) 
-30 (CB-292) 

-30 

~ .500 4L STUD 
(CB-293) 

.550 4L FL ~ (CB-308) 

Gp 
min 
(dB) 

10 0 
10 

.500 6L FL 
(CB-297) 

10 
10 

~ 
7 
7,5 

.5504L STUD 
17 (CB-291 ) 

17 
9,5 

10 0 
9 -' 9 

0 

9 WATER 

10 
0 COOLED 

CB-419 



TYPE 

50 1457 
50 1460 

TYPE 

50 1478 
50 1479 
50 1430 

50 1220-1 
50 1013 
50 1013-3 
50 1222-6 
50 1222-5 
50 1015 
50 1224-2 
50 1219-5 
50 1219 
50 1019 
50 1438 
50 1438-2 
50 1480* 

TH 513 
THA 15 
TH 415 
THX 15 

~.' THOMSON-CSF 

88 ... 108 MHz 
class C for FM transmitters 

émetteurs/réémetteurs FM, classe C 

PACKAGE CONFIG. VCC Pout fo Pin 
(V) (W) (MHz) (W) 

.500 4LFL CE 28 > 75 108 7,5 

.500 4LFL CE 28 160 108 20 

108 ... 152 MHz 
class C for aircraft communications 

communications aériennes VHF, classe 

VCC Pout fo Pin 
PACKAGE CONFIG. 

(V) (W) (MHz) (W) 

.380 4L 5TUO CE 6,5 > 3,2 136 0,2 

.380 4L 5TUO CE 6,5 > 5 136 1 

.380 4L 5TUO CE 6,5 > 10 136 2 

.380 4L FL CE 28 > 7 136 1 

.380 4L 5TUO CE 28 > 10 150 1 

.380 4L FL CE 28 > 10 150 1 

.380 4L 5TUO CE 28 > 15 136 2,3 

.380 4L FL CE 28 > 20 136 3 

.380 4L 5TUO CE 28 > 30 150 3 

.380 4L FL CE 28 > 40 175 7 

.380 4L 5TUO CE 28 > 50 136 5 

.380 4L 5TUO CE 28 > 60 150 12 

.500 4L 5TUO CE 28 > 80 136 10 

.380 4L FL CE 28 > 80 136 17 

.380 4L FL CE 28 > 100 136 16 

.500 6L FL CE 28 > 125 136-175 12 

.380 4L 5TUO CE 50 75 108 13,35 

.500 4L FL CE 50 150 108 26,7 

.550 4L FL CE 50 150 108 26,7 

.550 4L 5TUO CE 50 150 108 26,7 

* Internolly input motched ,. Circuit d'adaptation interne 

44 

Gp fic 
(dB) (%) 

> 10 75 ~ 9 75 

.380 4L FL 
(CB-305) 

.380 4L STUD 2fS C 

Gp (CB-298) 

min 
(dB) 

8,1 ~ 7 
7 .500 4L FL 

(CB-290) 

8,4 
10 
10 

~ 
11 

8,2 
10 
7,6 .500 4L STUO 

10 (CB-293) 

7 
9 
6,7 
7 
9,2 

~ 7,5 
7,5 .550 4L FL 

7,5 (CB-308) 

7,5 

0 

.500 6L FL 
(CB-297) 

~ 
.550 4L STUD 

(CB-291) 



N 

N 

N 

I~' lHOMSON-CSF 

13() ... 175 MHz 
class C for l!'M mobile applications 

communications mobiles FM, classe C 

VCC Pout fo Pin Gp TJ.c 

~ô ~20 
TYPE PACKAGE CONFIG. min min min 

(V) (W) (MHz) (W) (dB) (%) 

SO 1134-5 .280 4LSL (B) CE 7,5 0,5 150 0,1 7 -
SO 1080-2 XO-72 SL CE 7,5 0,75 175 0,1 8 -

SO 1115-2 TO-l17 SL CE 7,5 2 175 0,25 8 - (CB-40l) (CB-402) 
SO 1012-4 .280 4LSL (B) CE 7,5 2,5 175 0,79 5 -
SO 1135-3 .280 4LSL (B) CE 7,5 2,5 150 0,22 11 -

1?a-39 ~O~O 2N 4427 TO-39 CE 12,5 1 175 0,1 10 -
SO 1484-10 TO-46 CE 12,5 1 175 0,1 10 -

SO 1127 TO-39 CE 12,5 4 175 0,4 10 -

2N 6080 .380 4L STUO CE 12,5 4 175 0,25 12 60 (CB-7) (CB-27) 
SO 1574 TO-220 CE 12,5 5 175 0,5 10 -
SO 1012-3 .380 4LFL CE 12,5 6 175 0,25 9 -
SO 1133 .380 4L STUO CE 12,5 10 175 1 10 -
SO 1143 .380 4L STUO CE 12,5 10 175 1 10 -

~ SO 1143- J .380 4LFL CE 12,5 10 175 1 10 -
XO-72 SL 

2N 6081 .380 4L STUO CE 12,5 15 175 3,5 6,3 60 (CB-30l) 
SO 1014-1 .380 4LFL CE 12,5 15 175 3,5 6,3 -
SO 1575 TO-220 CE 12,5 15 175 4 6,3 -
2N 6082 .380 4L STUO CE 12,5 25 175 6 6,2 50 
SO 1229-1 .380 4LFL CE 12,5 25 175 7,9 5 -

X SD 1272 .380 4L STUO CE 12,5 25 175 3 9,2 -
SO 1272-2 .380 4LFL CE 12,5 25 175 3 9,2 - TO-117SL 

SO 1273 .380 4L STUO CE 12,5 30 175 3 10 55 
(CB-299) 

2N 6083 .380 4L STUO CE 12,5 30 175 8,1 5,7 50 
SO 1577 TO-220 CE 12,5 30 175 9 5,2 -
2N 6084 .380 4L STUO CE 12,5 40 175 14 4,5 50 

~ SO 1018-6 .380 4LFL CE 12,5 40 175 13 4,5 70 
SO 1018-15 .380 4LFL CE 12 40 175 12 4,5 70 .280 4L SL (B) 
SO 1278 .380 4L STUO CE 12,5 40 175 10 6 - (CB-304) 
SO 1428* .500 6LFL CE 12,5 45 175 11,3 6,5 50 
SO 1416* .500 6LFL CE 12,5 70 175 15 6,7 -
SO 1477* .500 6LFL CE 12,5 100 175 25 6 -

~ SO 1441 * .500 6LFL CE 12,5 150 175 40 5 - .380 4L FL 

2N 5589 .380 NAR ROW 4L STU D CE 13,6 3 175 0,2 8,2 50 
(CB-305) 

2N 3924 TO-39 CE 13,6 4 175 1 6 70 
2N 3926 TO-60 CE 13,6 7 175 1,7 5,4 70 

• 
2N 5590 . 380 4L STUO CE 13,6 10 175 2,3 5,2 50 
2N 3927 TO-60 CE 13,6 12 175 4 4,8 80 .380 4L STUD 
2N 5591 .380 4L STUO CE 13,6 25 175 8,3 4,4 50 (CB-298) 

2N 3553 TO-39 CE 28 2,5 175 0,25 10 -
2N 5641 .380 NARROW 4L STUD CE 28 7 175 0,45 8,4 60 

TC 2N 3632 TO-60 CE 28 13,5 175 3,5 5,8 -
2N 5642 .380 4L STUO CE 28 20 175 1,4 8,2 60 ~~ 

THA 93 .380 4L STUO CE 28 25 § 175 3,15 9 60 
2N 5643 .380 4L STUO CE 28 40 175 6,6 7,6 60 .380 NARROW 4L STUD 
THB 94 .500 4LFL CE 28 50 § 175 10 7 65 (CB-400) 
THY 94 .550 4L STUO CE 28 50 § 175 10 7 65 
TH 564 .500 6LFL CE 28 150 175 15 10 60 

* Internally input matched * Circuit d'adaptation interne ~ .500 4L FL 

§ : Typical value § : Va/eur typique 
(CB-290) 

N : New product N : Nouveau produit 

0 
.500 6L FL 
(CB-297) 

~ .550 4L STUD 
(C8-29l ) 
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~ THOMSON-CSF 

460 ... 612 MHz 
class C for mobile applications 

communications mobiles UHF, classe C 

VCC Pout fo Pin 
TYPE PACKAGE CONFIG. min 

(V) 
1 

(W) (MHz) (W) 

SO 1132-4 XO-72 SL CE 7,5 0,25 470 0,02 
SO 1115-2 TO-lll SL CE 7,5 O,S§ 470 0,2 
SO 1482 .280 4L STUO (B) CE 7,5 3 470 0,475 

5D 1484-10 TO-46 CE 12,5 0,4 470 0,1 
SO 1080-6 XO-72 SL CE 12,5 0,5 470 0,05 
SO 1080-7 XO-72 CE 12,5 0,5 470 0,05 
SO 1132-5 XO-72 CE 12,5 0,6 470 0,03 
SO 1444 TO-39 CE 12,5 2 470 0,32 
2N 5944 .280 4L 5TUO (B) CE 12,5 2 470 0,25 
SO 1134 .280 4L 5TUO (B) CE 12,5 2 470 0,2 
2N 5945 .280 4L STUO (B) CE 12,5 4 470 0,65 
SO 1135 .280 4L 5TUO (B) CE 12,5 5 470 0,6 
SO 1433 .280 4L 5TUO (B) CE 12,5 10 470 1,3 
2N 5946 .280 4L 5TUO (B) CE 12,5 10 470 2,5 
SO 1136 .280 4L STUO (B) CE 12,5 10 470 2,5 
50 1410-1 .380 6LFL CE 12,5 10 512 2,5 
SO 1429 .500 6LFL CE 12,5 12 470 2,4 
SO 1429-3* .500 6LFL CE 12,5 15 470 2,7 
50 1422 .500 6LFL CE 12,5 25 470 6 
50 1&88* .500 6LFL CE 12,5 38 470 9 
50 1434* .500 6LFL CE 12,5 45 470 14 

SO 1499-1 * .500 6LFL CE 12,5 65 470 22 

* Internally input matched ,. Circuit d'adaptation interne 

§ Typical value § Valeur typique 

806 ... 947 MHz 
class C for land mobile applications 

comm unications mobiles UHF, classe C 

VCC Pout fo Pin 
TYPE PACKAGE CONFIG. min 

(V) (W) (MHz) (W) 

SO 1402 XO-72 SL CB 12,5 0,3 870 0,048 

SO 1409 XO-72 CB 12,5 2 870 0,35 

50 1410* .380 6LFL CB 12,5 6 836 0,95 

SO 1410-3* .230 6LFL CB 12,5 7 836 0,95 

SO 1418* .230 6LFL CE 12,5 15 836 4,5 

SO 1412* .380 6LFL CB 12,5 18 836 4,5 
SO 1412-3* .230 6LFL CS 12,5 18 836 4,5 

SO 1421* .230 6LFL CB 12,5 25 836 7 
SO 1098* .380 6LFL CS 12,5 25 836 7 
50 1414* .230 6LFL CB 12,5 45 836 12,5 

SO 1400 .230 6LFL CS 25 10 875 1,4 

50 1401 .230 6LFL CS 25 30 875 3,75 

* Internally input matched '" Circuit d'adaptation interne 

N: New product N : Nouveau produit 

46 

Gp 
min 
(dB) 

~ TO-46 
(Cb-401) 

11 
6 
8 

jJ TO-39 

5,2 
(CB-7) 

10 
10 
13 X 8 
9 TO-l17 Sl 

10 
(CB-299) 

8 
8,5 
8 
6 
6 
6 
7,8 xo?f 7,5 (CB-300) 
6,2 
5,8 
5 
4,7 

~ XO-72 Sl 
(CB-301) 

.2804L STUO (B~ 
(CB-312) 

G 

G .230 6l Fl Gp (CB-302) 
min 
(dB) 

~ 
8 
8 0 
8 .380 6l Fl 

7,5 
(CB-296) 

5,2 
6 
6 
5,5 
5 
4,5 

8,5 0 
8,5 

.500 6l Fl 
(CB-297) 



,~ THOMSON-CSF 

wideband VRF - URF cllass C for ECK and 
radio links applications 

applications larg·e bande "~lHF - UHF, classe C, 
contre-mesure et faiseeaux hertziens 

TYPE 

TH 525 
TH 526* 
TH 519* 

2N 3866 
2N 5090 
2N 5635 
2N 3375 
TH 550 
2N 4440 
2N 5636 
TH 552 
2N 3733 
2N 5016 
TH 553 
2N 5637 
TH 531 
TH 532 
SD 1468* 

TH 476 
TH 478 
TH 480 

PACKAGE 

.280 4L STUD (C) 

.375 4L STUD (B) 

.375 4L STUD (B) 

TO-39 
TO-60 
.380 NARROW 4L SruD 
TO-60 
.280 4L STUD (B) 
TO-60 
.380 NARROW 4L STUD 
.280 4L STUD (B) 
TO-60 
TO-60 
.280 4L STUD (B) 
.380 4L STUD 
.280 4L STUD (B) 
.230 6LFL 
.500 6LFL 

TO-ll7 
TO-129 
TO-129 

* Internolly input motched 

§ Typicol value 

CONFIG. 

CE 
CE 
CE 

CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE" 
CE 
CE 

CE 
CE 
CE 

VCC PO&jt Frequency Pin Gp TJc C22b Rth (j-c) 
range min min max 

(V) (WI (MHz) (W) (dB) (%) (pF) (OC/W) 

28 
28 
28 

14 
30 
60 

28 > l 
28 > 1,2 
28 > 2,5 
28 > 3 
28 > 4 
28 > 5 
28 > 7,5 
28 > 10 
28 > 10 
28 > 15 
28 > 16 
28 > 20 
28 > 30 
28 > 30 
28 > 70 

28 > 1.2 
28 > 5 
28 > 8 

80 - 500 2,2 8 65 12 
80 - 500 6 7 60 28 
80 - 500 12 7 60 50 

400 
225 - 400 
225 - 400 
225 - 400 
225 - 400 

400 
225 - 400 
225 - 400 
225 - 400 
225 - 400 
225 - 400 
225 - 400 
225 - 400 
225 - 400 
225 - 400 

. 700 
700 
700 

0,1 10 
0,2 7,8 
0,6 6,2 
1 4,7 

45 
50 

0,4 10 § 55 
1,7 4,7 45 
2 5,7 50 
1 10 60 
4 4 
4 5,7 
3,2 7 
6,9 4,6 
5 7,8 
5 7,8 

10 8,4 

50 
65 
60 
60 
60 
60 § 

0,2 7,8 50 
1,3 5,85 55 
2 6 55 

3,5 
10 
10 
8 

10 
20 
12 
20 
25 
16 
30 
32 
32 
75 

3,5 
5 

10 

7 
3 
1,75 

35 
23,3 
15 
17,5 
15,1 
11,7 

9 
7,6 
5,8 
5 
5,8 
2,5 
2,5 
1,25 

32 
18 
10 

* Circuit d'adaptation interne 

§ Valeur typique 

. linear transistors for TV applications, band III 
applications TV linéaires, bande III 

TYPE PACKAGE 

SD 1455 .500 4L STU D 
SD 1458* .500 6LFL 
SD 1459 .550 4L STUD 

* Internolly input motched 

BIAS Pout fo Pin Gp IMD C22b Rth (j-c) 
CONFIG. Vl111 min min (3 tone.) max 

CE 
CE 
CE 

(V) (mA) (W) (MHz) (W) (dB) (dB) (pF)' (OC/W) 

28/2500 14 
28/2500 14 
28/3500 30 

ns 1,75 9 -55 
~2S 0,6 14 -53 
~2S 5,3 7,5 -53 

80 
80 

150 

1,5 
1,5 
1,2 

* Circuit d'adaptation interne 

linear transistors for TV applic:ations, bands IV and V 
applications TV linéaires, bandes IV et V 

TYPE 

TH 596 
TH 597 
THX 98 
TH 598 
THB 598* 

PACKAGE 

.280 4L STUD (C) 

.280 4L STUD (C) 

.280 4L STUD (C) 

.280 4L STUD (C) 

.230 6LFL 

* Internolly input motched 

BIAS Pout 1:0 Pin 
CONFIG. Vl111 

CE 
CE 
CE 
CE 
CE 

(V) (mA) (W) (MHz) (W) 

20/220 
20/440 
25/850 
25/850 
2511000 

0,5 
1 
3,5 
3,5 
3 

860 
860 
860 
860 
860 

0,04 
0,1 
0,88 
0,63 
0,25 

47 

Gp IMD C22b Rth (j-c) 
(3 tone.) max 

(dB) (dB) (pF) (OC/W) 

> 11 -60 
> 10 -60 
> 5 -60 
> 8 -60 

12 < -60 

5 
7 

28 
28 
28 

20 
9 
5,5 
5,5 
4,8 

* Circuit d'adaptation interne 

!Îl.039 
(CB-7) 

~T0-60 r(~B-27) 

~~:1l;1 
16~:~~1~ 
2306~ (CB-3~~~~ 

~4LSTUDIBI ~(CB-312) 

.2804LSTUD~ 
ICB-2891 ICI L1J-

~LSTUDIBI ~~B-2861 
.380 4L STUD ~ 

(CB-298) '1~ 

~X'f . j .380 NARROW 
..) . 4lSTUD 

?/ (CB-400) 

.5004LST~ ICB-293~T 

o 

.500 6l Fl 
(CB-297) 

.5504LSTU~ 
ICB-2911) ~ 



TYPE 

SO 1563 

SO 1564 _ 
SO 1565 

SO 1560 
SO 1561 
SO 1562 
SO 1562-6 

SO 1560-1 
SO 1561-1 
SO 1562-1 
SO 1562-7 

TYPE 

SO 1520 

SO 1520-1 

SO 1520-8 

SO 1522 

SO 1522-1 

SO 1522-9 

SO 1522-2 

SO 1522-3 

SO 1522-8 

SD 1524 

SO 1524-1 

SO 1526 

SO 1526-1 

SO 1526-8 

'.' THOMSON-CSF 

200 ... 950 KHz 
UHF pulse power transistors 

transistors pour applications pulsées UHF 

VCC Pout Pin Frequency Gp 
PACKAGE CONFIG. range min 

(V) (W) (W) (MHz) (dB) 

.400 SQ 2LFL HERM CB 40 360 30 200-500 10 
300 10 

.400 x .425 4LFLB HERM CE 40 > 400 70 400-450 7,5 

.400x.500 4LFLB HERM CB 40 > 500 50 200-500 10 

.250 2LFL HERM CB 45 > 90 14 600-830 8 

.400 SQ 2LFL HERM CB 45 > 180 30 600-830 7,8 

.400 SQ 2LFL CB 45 > 400 65 600-830 7,8 

.400 x .500 2LFL HERM CB 45 > 400 65 600-830 7,8 

.250 2LFL HERM CB 45 > 80 15 800-950 7,2 

.400 SQ 2LFL HERM CB 45 > 150 30 800-950 7,0 

.400 SQ 2LFL CB 45 > 350 60 800-950 7,6 

.400 x .500 2LFL HERM CB 45 >350 60 800-950 7,6 

960 ... 1215 KHz 
class C pulse for DKE /11'1' / TACAN 

transistors pour applications 
DME/IFF /TACAN pulsées, classe C 

VCC Pout Pin Frequency Gp 
PACKAGE CONFIG. min ronge min 

(V) (W) (W) (MHz) (dB) 

.280 4L STUO (A) 
0,25 0,028 1030-1090 9,5 

.280 4LSL (A) CEA 28 0,2 0,025 1025-1150 9 
0,15 0,021 960-1215 8,5 

.250 2LFL HERM 

.280 4L STUO (A) CE 
1,25 0,125 1030-1090 9 

.280 4LSL (A) CE 28 1 0,112 1025-1150 8,5 
0,75 0,095 960-1215 8 

.250 2LFL HERM CB 

.280 4L STUO (A) CB 1,25 0,125 1030-1090 10 
28 1 0,112 1025-1150 9,5 

.280 4LSL (A) CB 0,75 0,095 960-1215 9 

1,25 0,125 1030-1090 8 
.250 2LFL HERM CE 28 1 0,112 1025-1150 7,5 

0,75 0,095 960-1215 7 

.280 4l STUD (A) 3 0,300 1030-1090 10 
CB 28 2,50 0,280 1025-1150 9,5 

.280 4LSL (A) 2 0,251 960-1215 9 

.280 4L sruo (A) 
7 0,700 1030-1090 10 

.280 4LSL (A) CB 28 5 0,561 1025-1150 9,5 
4 0,503 960-1215 9 

.250 2LFL HERM 
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Tp 1 ~ 

~ (~s 1 %) 

10/1 0 
1000/10 .250 2L FL HERM 

60/2 (CB-403) 

250/1 0 

~ 25/1 
25/1 .280 4L SL (A) 

25/1 
(CB-410) 

25/1 

25/1 
25/1 

~ 25/1 
25/1 

c::::: .280 4L STUD (A) 
(CB-303) 

~ 
.400 S02L FL 

(CB-407) 

Tp 18 

(~s 1 %) 

~ 
10/ 1 
10/ 1 .400 sa 2L FL HERM 
10/10 (CB-404) 

~ 10/ 1 
10/ 1 
10110 

.400 x .425 4L FL B HERM 

10/ 1 
(CB-405) 

10/ 1 
10/10 

~ 10/ 1 
10/ 1 
10/10 

10/ 1 
.400 x .500 2L FL HERM 

(CB-408) 
10/ 1 
10/10 

~ 10/ 1 
10/ 1 
10/10 

.400 x .500 4L FL B HERM 
(CB-406) 



N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

~~ THOMSON-CSF 

960 ... 1215 :MHz 
class C pulse for D:MJ&l1 11'1' 1 TACAN 

transistors pour applications Dlv.rE/IFF /TACAN pulsées, 
classe C 

VCC Pout Pin Frequency Gp Tp 1 Ô 
TYPE PACKAGE CONFIG. il1in range min 

(V) <W) (W) (MHz) (dB) (J,ts 1 %) 

5D 1528 .280 4L 5TUD (Al 20 1,5 1030-1090 11,2 10/ 1 

5D 1528-1 .280 4L5L (Al CB 50 15 1,5 1025-1150 10 10/ 1 

5D 1528-8 .250 2LFL HERM 
12,5 1,5 960-1215 9,2 10/10 

5D 1530 .280 4L 5TUD (Al 40 5,03 1030-1090 9 10/ 1 

5D 1530-1 .280 4L5L (Al CB 50 35 4,95 1025-1150 8,5 10/ 1 

5D 1530-8 .250 2LFL HERM 
25 3,53 960-1215 8,5 10/10 

5D 1532 .280 4L 5TUD (Al 55 6,1 1030-1090 9,5 10/ 1 
5D 1532-1 .280 4L5L (Al CB 50 50 6,3 1025-1150 9 10/ 1 

5D 1532-8 .250 2LFL HERM 
40 5,6 960-1215 8,5 10/10 

5D 1534 .280 4L 5TUD (Al 80 12,7 1030-1090 8 10/ 1 
5D 1534-1 .280 4L5L (Al CB 50 75 13,3 1025-1150 7,5 10/ 1 

5D 1534-8 .250 2LFL HERM 
50 10 960-1215 7 10/10 

5D 1536 .280 4L 5TU D (Al 100 13 1030-1090 8,8 10/ 1 
5D 1536-1 .280 4L5L (Al CB 50 90 13 1025-1150 8,4 10/ 1 

5D 1536-8 .250 2LFL HERM 
80 13 960-1215 7,8 10/10 

5D 1538 .375 4L 5TUD (Al 175 30 1030-1090 7,5 10/ 1 
CB 50 150 25 1025-1150 7 10/ 1 

5D 1538-1 .375 4L5L (Al 125 25 960-1215 6,5 10/10 

5D 1538-2 .400 5Q 2LFL :WO 30 1030-1090 8,2 10/ 1 
CB 50 150 25 1025-1150 7,8 10/ 1 

5D 1538-8 .400 5Q 2LFL HERM 125 25 960-1215 7 10/10 

5D 1540 .400 5Q 2LFL :J50 70 1030-1090 7 10/ 1 
5D 1540-3 .375 4L5L (Al CB 50 :JOO 70 1025-1150 6,3 10/ 1 

5D 1540-8 .400 5Q 2LFL HERM 
:~50 70 960-1215 5,5 10/10 

5D 1541 .400 5Q 2LFL 
50 

1030-1090 7 10/ 1 
CB ·WO 90 1025-1150 6,5 10/ 1 5D 1541-1 .400 x .500 2LFL HERM 

600 150 1030-1090 6 10/ 1 
5D 1542 .400 x .500 2LFL HERM CB 50 650 150 1025-1150 5,6 10/ 1 

5D 1543 2 x .400 .500 4LFLB HERM CB 50 
l:?OO 300 1030-1090 6 10/ 1 
1000 300 1025-1150 5,25 10/ 1 

5D 1546 .280 4L 5TUD (Al 

5D 1546-1 .280 4L5L (Al CB 50 75 - 1030-1090 (oscillatorl 10/ 1 

5D 1546-2 .280 2LFL (Al 

5D 1547 .280 4L 5TUD (Al 
CB 50 150 30 1030-1090 6,3 10/ 1 

5D 1547-1 .280 4L5L (Al 

1.2 ... 1,.4 4JHz 
class C pulse for rada.r applications 

transistors pour applicatioIls l 'adar pulsées, classe C 

VCC Pout Pin Frequency Gp Tp 10 
TYPE PACKAGE CONFIG. min range min 

(V) (W) (W) (MHz) (dB) (J,ts 1 %) 

5D 1500 .280 2LFL (Al CB 50 5 1 1200-1400 6,5 400/20 
5D 1501 .400 5Q 2LFL CB 50 30 6,5 1200-1400 6,5 400120 
5D 1504 .400 5Q 2Wl Fl HERM CB 50 50 11 1200-1400 6,5 400/10 
5D 1502 .400 5Q 2LFL CB 50 100 20 1200-1400 6,5 400/20 
5D 1505 .400 x .500 2lFL HERM CB 50 150 30 1200-1400 6,5 400/10 
5D 1503 2 x .400 5Q 4LFL HERM CB 50 ~~OO 40 1200-1400 6,5 400/20 
5D 1506 2 x .400.500 4LFL B HERM CB 50 ::00 60 1200-1400 6,5 400/10 
5D 1507 .400 x .500 2LFL HERM CB 50 ~:OO 60 1200-1400 6,5 150/4 

N: New product N : Nouveou produit 
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~ .280 2l Fl(AI 
~ " (CB-412) 

I~ .250 2L FL HERM 
(CB-403) 

~ .280 4L SL (A) 
(CB-410) 

~ .280 4L STUD (A) 
(CB-303) i.::::::: 

~ .3754lSl(AI 
(CB-411) .. 

.3754lSTUDIAI~ 
(CB-306) 

~OSQ2lFl 
(CB-407) 

~OSQ~ 
(CB-404) 

~ 
.400 SO 2WL FL HERM 

(CB-435) 

~ 
.400 x .500 2L FL HERM 

(CB-408) 

~ ~ 

.2 x .400 SO 4L FL HERM 

~ 
.2 x .400.500 4L FL B HERM 

(CB-409) 



TYPE 

TH 1002 
TH 1005 
TH 1010 
TH 2001 
TH 2003 
TH 2005 
TH 2302 
TH 2304 
TH 2307 
TH 3000 
TH 3001 
TH 3003 
TH 3005 
TH 4200 
TH 4201 
2N 4428 
2N 4429 
2N 4430 
2N 4431 
SO 1544 
SO 1545 

IJ lHOMSON-CSF 

0.7S ... 4.1 GHz 
microwave transistors for class C operation 

transistors hyperfréquences, classe C 

VCC Pout Pin Gp fi c C22b Rth lI-c) 
PACKAGE 

.250 2lFL * 

.250 2lFL * 

.250 2lFL * 

.250 2lFL· 

.250 2lFL * 

.250 2lFl * 

.250 2lFL * 

.250 2lFL· 

.250 2lFL * 

.250 2lFL· 

.250 2lFL * 

.250 2lFL * 

.250 2lFL * 

.250 2lFL * 

.250 2lFL· 
TO-39 
TO-l17 
TO-129 
TO-129 
.320 4l STUO HERM 
.320 4l STUO HERM 

CONFIG. 

CS 
CB 
CS 
CB 
CB 
CS 
CS 
CS 
CB 
CS 
CS 
CB 
CS 
CB 
CS 
CE 
CE 
CE 
CE 
CS 
CS 

min max 
(V) (W) (GHz) (W) (dB) (%) (pF) (·C/W) 

28 2 1 0,2 9,5 
28 6,6 1 0,5 10 
28 12 1 1 10 
28 1,1 2 0,2 7 
28 3,3 2 0,5 7,8 
28 S,S 2 1 7 
24 1,75 2,3 0,2 9 
24 3,S 2,3 0,5 8 
24 7 2,3 1 8 
28 0,55 3 0,1 7 
28 1 3 0,2 6,5 
28 3 3 0,75 5 
28 5 3 1,6 4,5 
24 0,5 4,2 0,125 6 
24 1 4,2 0,25 6 
28 > 0,75 0,5 0,075 5 
28 > 1 1 0,3 5 
28 > 2,5 1 0,75 5 
28 > S 1 l,57 5 
28 > 1 2 0,315 5 
28 > 2,5 2 0,8 5 

50 
52 
64 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
25 
30 
30 
30 
25 
25 

3 
5,5 
8 
3 
5,5 
8 
3,5 
5,5 
8 
2,5 
3 
5 
8 
2,5 
3,6 
3,5 
3,5 
5 

10 
2,5 
5 

20 
8 
5 

20 
8 
5 

30 
17 
8,5 

45 
30 
17 
8,5 

45 
25 
50 
35 
17,5 
9,7 

30,2 
10,9 

* Package available with or without flange. * BoÎtier disponible avec ou sans semelle. 

TYPE 

TH 064 
TH 195 
TH 196 
TH 197 
BlW 27 
TH 264 

1 ... 4 GHz 
microwave transistors for class A operation 

transistors hyperfréquences, classe A 

PACKAGE 

.250 2lFL * 

.250 2lFL * 

.250 2lFl * 

.250 2lFl * 

.250 2lFL * 

.250 2lFL· 

BIAS Pout 
CONFIG. Vl/Il 

(V) (mA) (W) 

CE 18/50 0,14 
CE 18/140 0/63 
CE 18/220 1,1 
CE 18/360 1,5 
CE 12/60 0,16 
CE 12/60 0,1 

fo Pin Gp C22b Rth (j-c) 

(GHz) (mW) (dB) (pF) (OC/W) 

2 14 > 8 < 2,5 45 
2 89 > 8 < 3,5 35 
2 175 > 8 5 17,5 
2 300 > 6 < 7 15 
3 25 8 2,5 45 
4 25 > 6 2,5 45 

* Package available with or without flange, 
ceramic or metallic cap. 

* BoÎtier disponible avec ou sans semelle, 
avec capot métallique ou céramique. 

TYPE 

TH 9021 
TH 9023 
TH 9030 
TH 9031 
TH 9033 

0.7 ... I.S GHz 
microwave transistors for oscillators 

transistors hyperfréquences pour oscillateurs 

VCC Pout Frequency "le C22b 
PACKAGE CONFIG. range max 

(V) (W) (GHz) (Ofo) (pF) 

.250 2lFL * CC 24 > 1,3 0,7 ... 1,2 > 40 3 

.250 2lFl* CC 24 > 4 0,7 ... 1,2 > 40 7 

.250 2lFL * CC 24 0,55 1,5 ... 2,5 25 2,5 

.250 2lFl* CC 24 1 1,5 ... 2,5 35 3,5 

.250 2lFL * CC 24 1,75 1,5 ... 2,5 30 5 

Rth (j-c) 

(OC/W) 

25 
17,5 
45 
30 
17 

• Package available with or without flange. * BoÎtier disponible avec ou sans semelle. 
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TO-39 
(CS-7) 

~2502U2LM 
(CS-311) 

.250 2L FL/FLM 
(CS-294) 

TO-117 
(CS-307) 

TO-129 
(CS-295) 

.320 4L STUD HERM 
ICB-287) 



N 

N 

N 
N 
N 
N 

·~ THOMSON-CSF 

40 ... 900 MHz 
class A linear for CA~V 1 MA~V applications 

classe A linéaire pour amplificateurs d'antenne 

V(BR) CEO ft @ IC C12e NF @ IC 1 f Vout IMD CMD BVC 
Types .~ Package min. C22b* 

.. 
0 (V) (MHz) (mA) (pF) (dB) (mA) (MHz) (mV) (dB) (dB) E • • M 

"0 
A. 

BFX 89 N TO-72 15 0,6 < 6,5 (3) 2 500 

~-72 BFY 90 N TO-72 15 > 1300 25 < 0,8 <5 (3) 2 500 
BFR 99 P TO-72 25 > 1400 10 0,4 <5 (3) 3 800 
BFR 38 P TO-72 35 800 3 ·0,3 4 (3) 3 800 

(CB-4) 

BFW 16A N TO-39 25 2000 70 2 <6 (3) 30 200 cl/! 2N 5109 N TO-39 20 > 1200 50 < 3,5 3 (3) 10 200 

SO 1006 N TO-39 30 > lS00 50 < 3,5* <8 (4) 50 216 180 < -57 (5) < -57 (6) 
SO 1316 N TO-39 20 4000 50 1,5 2 20 200 31S -51 (5) -60 (8) B E TO-39 

(CB-7) 

SO 1005 N TO-ll7 30 > 1S00 70 < 4,0* <9 (4) 70 216 315 < -50 (5) < -50 (6) t SO 1007-1 N TO-ll7 30 > 1200 100 < 8,0* 315 < -55 (5) < -60 (6) 
SO 1317 N TO-ll7 20 4000 90 1,2 2,1 40 500 

(C8-307) 

BFW 92 N CB-146 (1) 15 3000 10 0,6 2 (3) 2 500 125 -60 (7) 

BFR 90 N CB-146 (1) 15 6000 14 0,4 2,4 (3) 2 500 150 -60 (7) 
BFR 91 N CB-146 (1) 12 6000 - 30 0,6 1,9 (3) 2 500 300 -60 (7) 9::-_B 
BFR 96 N CB-146 (1) 15 5000 50 1,4 3,3 (3) 40 500 500 -60 (7) 

SO 1332 N CB-146 (1) 15 5000 14 0,5 1,5 (3) 2 500 
SO 1331 ·N CB-146 (1) 12 6000 30 0,7 1,2 (3) 2 500 
SO 1333 N CB-146 (1) 15 SOOO 50 1,1 1,9 (3) 10 500 CB-146 
SO 1334 N CB-146 (1) 20 3500 40 1,2 2 (3) 20 500 

BFR 92 N TO-236 (2) 15 6000 14 0,4 2,4 (3) 2 500 150 -60 (7) C~B 
BFR 93 N TO-236 (2) 12 5500 30 0,6 1,9 (3) 2 500 300 ~60 (7) 

TO-236 
(CB-166) 

ESM 690 N TO-92 15 6000 15 0,5 2,2 (3) 2 500 C/ ESM 691 N TO-92 15 3500 15 0,75 1 (3) 2 200 
ESM 791 N TO-92 12 5500 30 0,7 2,9 (3) 3 1000 
ESM 796 N TO-92 15 4500 50 1,3 2,5 (3) 10 500 E B TO-92 

(C8-97) 

N: New product N: Nouveau produit 

(1) ~ TO 50 (1) ~ TO 50 

(2) = SOT 23 (2) = SOT 23 

(3) Narrow band (3) Bande étroite 

(4) Broad band (4) Bande large 

(5) Second arder lM : Chan.2 + Chan. R, lM on Chen. 13 (5) Intermodulation du second ordre: canal 2 + canal R, 
(FCC channels) lM sur canal 73 (canaux FCC) 

(6) NCT A Cross Modulation (12 channels flot) (6) Tronsmodulation NCTA (72 canaux) 
(7) Third order lM f = 500 MHz (OIN 45004B) (7) Intermodulation du troisième ordre f = 500 MHz (DIN 45004B) 
(8) Cross modulation: Chan 2 - 4 - 5 .. 7 - 9 - 11 100% AM mod., (8) Tronsmodulation : canaux 2 - 4 - 5 - 7 - 9 - 77 700% modo AM 

XM on unmod. Chan. 13 (FCC channels) transmodulation sur canal 73 non modulé (canaux FCC) 

51 



,.~ lHOMSON-CSF 

1 ... 1000 MHz 
class A low noise for small signal applications 

classe A faible bruit petit signal 

Types 

[]·2N918 

2N 3570 
2N 3571 
2N 3572 

2N 4957 
2N 4958 
2N 4959 

BFT 50 
ESM 269 

BFQ 22 
BFQ 63 

SD 1300 
SD 1301 
SD 1303 
SD 1309 
SD 1375 

BFP 10 
BFP 92 
BFP 90 
BFP 91 
BFP 96 

~ 
D 

"0 
A. 

N 

N 
N 
N 

P 
P 
P 

N 
N 

N 
N 

N 
N 
N 
N 
P 

N 
N 
N 
N 
N 

Package 

TO-72 

TO-72 
TO-72 
TO-72 

TO-72 
TO-72 
TO-72 

TO-72 
TO-72 

TO-72 
TO-72 

TO-72 
TO-72 
TO-72 
TO-72 
TO-72 

CB-233 
CB-233 
CB-233 
CB-233 
CB-233 

Ptot 
max. 
(mW) 

200 

200 
200 
200 

200 
200 
200 

250 
360 

150 
250 

200 
200 
200 
200 
200 

350 
350 
250 
350 
500 

V(BR) CEO 
min. 
(V) 

15 

15 
15 
13 

30 
30 
30 

22 
20 

12 
15 

15 
15 
15 
12 
30 

20 
22 
15 
12 
15 

** GUM = IS21el
2 

[1 -ISlleI2] [1 -IS22eI2] 

o Deviees under CCQ/CCT 

• Deviees under CCQ/CECC 

fT @ IC 

(MHz) (mA) 

> 600 4 

> 1500 5 
> 1200 5 
> 1000 5 

> 1200 2 
> 1000 2 
> 1000 2 

3500 10 
3500 20 

6000 30 
4500 50 

> 1500 5 
> 1500 5 
> 2500 10 
> 3000 2 
> 1200 2 

4000 30 
3500 15 
6000 15 
6500 30 
4500 50 

C12e@VCB Gp @ IC 1 f NF @ IC 1 f 

C22b* GUM*· 
(pF) (V) (dB) (mA) (MHz) (dB) (mA) (MHz) 

< 1,7* 10 > 15 6 200 <6 1 60 

< 0,75 6 <7 2 1000 
< 0,85 6 <4 2 450 
< 0,85 6 <6 2 450 

< 0,8* 10 >17 2 450 <3 2 450 
< 0,8* 10 >16 2 450 < 3,3 2 450 
< 0,8* 10 >15 2 450 < 3,8 2 450 

0,6 5 22** 10 200 < 2,5 2 500 
0,7 10 22** 20 200 < 1,5 5 200 

0,6 5 14,5** 30 500 1,9 2 500 
1,4 5 > 17,5**20 200 <3 10 200 

< 1,8* 10 20 15 200 <5 2 450 
< 1 * 10 20 15 200 <5 2 450 
< 0,8 6 > 15 1,5 450 <4 1,5 450 
< 1,4 0 > 12 5 1000 < 3,5 450 
< 0,8 10 > 17 2 450 < 3,5 2 450 

0,7 10 19,5** 30 500 1,6 5 500 
0,6 5 20 ** 15 500 2,1 5 1000 
0,4 10 20,5** 15 500 2,3 2 1000 
0,65 5 21 ** 30 500 2,3 5 1000 
1,4 5 18 ** 50 500 2,5 10 500 

[] Dispositifs soumis au CCQ/CCT 

• Dispositifs soumis au CCQ/CECC 
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cr'oss reference 
liste d'équivalence 

THOMSON-CSF product line for RF power transistors has sJccessfully cross referenced many competitive transistor products. In most cases, 
these replacement transistors directly replace the competitive parts for DC and RF parameters in actual operating systems. It is possible, 
however, that a mechanical difference may exist. 

COMP. THOMSON-CSF COMP. THOMSON-CSF COMP. rHOMSON-CSF COMP. THOMSON·CSF COMP. THOMSON-CSF COMP. THOMSON·CSF 
TYPE TYPE TYPE TYPE TYPE TYPE TYPE TYPE TYPE TYPE TYPE TYPE 
NO. (NEAREST) NO. (NEARESn NO. (NEARESn NO. (NEAREST) NO. (NEARESn NO. (NEARESn 

BAM20 2N5642 B25-12 2N6082 MM1668 2N6084 MSC2307 TH2307 PT881 0 S01135 2N5690 S01229 
BAM40 2N5643 B25-28 S01015 MM1669 2N6084 MSC4000 TH4200 PT8811 S01136 2N5691 S01018 
BAM80 S01019-5 B30-12 S01229 MM1680 2N6080 MSC4001 TH4201 PT8828 S01133 2N5697 S01080 
BAM120 S01407 B40-12 2N6084 MM1681 2N6081 MSC80064 TH064 PT8837 S01014 2N5698 S01115-2 
BFR90 S01301 B40-28 2N5643 MM4020 2N6094 MSC80195 TH195 PT8838 S01278 2N5699 2N5945 
BFR98 2N5944 B70-28 S01019 MM4021 2N6095 MSC80196 TH196 PT9380 S01457 2N5703 S01256 
BFS22A S01212-1 C01608 S01012 MM4022 2N6096 MSC80197 TH197 PT9383 S01460 2N5710 S01200 
BFS23A S01212-1 C01609 S01014 MM4023 2N6097 MSC80264 TH264 PT9731 S01015 2N5711 S01201 
BFS50 S01080 C01610 S01229 MM8001 S01006 MSC82001 TH2001 PT9732 S01013 2N5712 2N5642 
BFS51 2N4427 C01611 S01278 MM8002 S01006 MSC82003 TH2003 PT9733 S01219 2N5713 2N5642 
BFW46 2N3924 C01616 2N5945 MM8003 S01006 MSC82005 TH2005 PT9734 S01244 2N5714 2N5643 
BFW47 2N3553 C01617 2N5946 MM8006 S01300 MSC83000 TH 3000 PT9780 S01407 2N5733 2N5635 
BFW98 2N5944 C01802 S01143 MM8007 S01300 MSC83001 TH3001 PT9788 S01224-4 2N5774 2N5636 
BFX49 2N3866 CM10-12 801429-3 MM8008 2N4428 MSC83003 TH3003 PT9788A S01224 2N5829 S01375 
BFX62 2N2857 CM10-12A 801429-3 MM8009 2N4428 MSC83005 TH3005 PT9795 S01229-1 2N5835 S01300 
BFX89 S01300 CM20-12A 801422 MM8010 2N4428 PT2677B S01012 PT9795A S01229 2N5841 S01345 
BFY44 2N3553 CM25-12 801422 MM8011 2N4428 PT3500 2N3553 PT9796 S01290-3 2N5842 S01345 
BFY70 2N3553 CM30-12A 801488 MM8012 S01005-4 PT3501 S01080 PT9797 S01451 2N5846 S01012 
BFY90 S01300 CM40-12 801488 MRA0913-2 S01378 PT3503 S01256 S10-12 S01285 2N5847 S01014 
BLV33F S01222-5 CM45-12A 801434 MRF~~12 S01133 PT3536 2N5944 S30-12 S01290 2N5848 S01229 
BLW35 2N3926 CM50-12A 801434 MRF~~21 S01014-6 PT3537 2N5945 S50-12 S01451 2N5849 S01018 
BLW42 2N5944 CM75-12 801499-1 MRF~~22 S01219-1 PT3570 S01006 S70-12 S01076 2N5851 801301 
BLW43 2N5945 C1-12 801144 MRF~~23 S01229-1 PT3571 S01006 S80-12 S01076 2N5852 S01301 
BLW44 2N5944 C2-82 801482 MRF~~24 S01018-6 PT3571A S01006 S100·28 S01407 2N5914 2N5944 
BLW85 S01018-6 C2M60-28R 801468 MRFn5 S01134-1 PT3571B S01006 S175-28 S01450 2N5915 2N5946 

BLW93 TH598 C2M70-28R 801468 MRF~~26 S01143 PT4531 2N5944 TP1045 S01134 2N5993 S01229-1 

BLX15 THX15 C3-12 2N5945 MRF~~27 S01444 PT4532 2N5945 TP2503 S01135-3 2N5994 2N5643 

BLX53 2N5946 C12-12 :2N5946 MRF~~31 S01012 PT4533 2N4431 TPV375 S01455 2N5995 S01143 

BLX65 S01134-1 C12-28 S01244 MRF~~32 SOi014 PT4534 2N5946 TPV376 S01459 2N5996 2N6081 

BLX66 2N5944 OM5-12BA S01410 MRF~'33 S01229 PT4537 S01115-2 TPV385 S01458 2N6166 S01019-5 

BLX67 2N5945 OM10-12BA S01418 MRF~~34 S01229 PT4544 S01143 TPV596 TH596 2N6197 2N3553 

BLX68 2N5946 OM20-12BA S01421 MRF~:37 S01127 PT4556 S01018 TPV597 TH597 2N6198 2N5641 

BLX96 TH596 OM30-12BA S01421 MRF~:38 S01272 PT4570 S01005 TPV598 TH598 2N6199 2N5642 

BLX98 TH598 OM30P S01530 MRF~44 S01416 PT4571 S01006 2N917 2N918 2N6200 2N5643 

BLY22 S01012 OM100P S01536 MRF245 S01416 PT4571A S01006 2N917A 2N918 2N6201 S01019-5 

BLY33 S01065 OM150PA S01538 MRF213 S01020-6 PT4572A S01005 2N2616 2N918 2N6204 2N5637 
BLY34 2N6255 OM150PB 801538 MRF213A S01020-5 PT4627 2N5641 2N2708 2N918 2N6368 S01285 

BLY35 2N5642 OM250P 801540 MRF214 S01015 PT5604 2N3553 2N2934 2N918 2N6457 S01285 
BLY36 2N3927 01-12B S01409 MRF217 S01480 PT561 0 S01229 2N3287 S01310 2N6458 S01285 

BLY38 2N5944 01-28 801544 MRF227 S01468 PT5640 S01014 2N3288 S01310 2N6459 S01285 

BLY53 2N5946 03-28 S01545 MRF401 S01224 PT5649 S01014-1 2N3289 S01310 2N6460 S01076 

BLY53A 2N5946 J01006 801480 MRF402 S01020 PT5650 2N5642 2N3290 S01310 40279 2N3375 
BLY55 2N3926 J01008 501480 MRF422 S01450 PT5653 2N4428 2N3291 S01310 40280 2N3924 
BLY57 2N3926 J02015 501468 MRF452 S01405 PT5654 S01256 2N3292 S01310 40281 2N3926 
BLY58 2N3927 J02015A 501468 MRF454 S01405 PT5655 S01202 2N3293 S01310 40282 2N3927 
BLY59 2N3375 J03025 501488 MRF501 S01300 PT5656 S01202 2N3294 S01310 40290 2N3553 
BLY60 2N3632 J03030 801488 MRF502 S01300 PT5690 2N5643 2N3375 2N3375 40291 2N3632 
BLY61 2N4427 J03040 S01488 MRF509 S01020-8 PT5693 2N5591 2N3544 2N918 40292 2N3632 
BLY79 2N3927 J03055 S01434 MRF510 S01300 PT5701 S01080 2N3553 2N3553 40578 2N3866 
BLY83 S01143 J04030 801428 MRF515 S01144-1 PT5707 S01013 2N3563 2N918 40608 S01006 
BLY84 2N5590 J04040 S01428 MRF601 S01080-2 PT5708 S01019 2N3564 2N918 40893 2N5946 
BLY85 2N5589 J04070 S01416 MRF603 S01143 PT5741 S01285 2N3682 2N918 40934 2N5944 
BLY87A 2N6080 LT1001A S01315 MRF604 S01080-4 PT5742 S01076 2N3839 S01300 40953 2N5913 
BLY88A 2N6081 LT2001 S01315 MRF606 S01144-1 PT5749 2N5636 2N4040 2N5636 40954 S01143 
BLY89A 2N6082 MM1549 2N5635 MRF6D7 S01144-1 PT5750 2N5636 2N4041 2N5635 40955 S01272 
BLY90 2N6084 MM1550 ~'N5636 MRF618 S01429-3 PT5751 2N5637 2N4072 S01300 40967 2N5944 
BLY91A 2N5641 MM1551 ~'N5637 MRF619 S01088 PT5788 S01487 2N4127 2N6081 40968 2N5946 
BLY92A 2N5642 MM1552 S01019 MRF621 S01434 PT6670 2N5637 2N4128 2N6082 40970 S01488 
BLY93A 2N5643 MM1553 S01224 MRF626 S01080-6 PT6680 2N5636 2N4292 2N918 40971 S01488 
BLY94 S01019-5 MM1557 ~~N5641 MRF627 S01080-7 PT6681 2N5636 2N4293 2N918 40972 2N5913 
BLY97 2N5641 MM1558 ~~N5642 MRF628 S01080-2 PT6727 S01015 2N4932 S01014 40973 2N6081 
BM45-12 S01428 MM1559 ~:N5643 MRF629 S01131 PT6729 S01019-5 2N5053 S01300 40974 2N6082 
BM70-12 S01416 MM1561 801019 MRF631 S01144 PT8549 801214 2N5054 801300 40976 2N3553 
BM80-12 S01416 MM1601 2N5589 MRF632 801144 PT8710 801238 2N5126 2N918 40977 2N5642 
BM100-12 801477 MM1602 2:N5590 MRF633 801145 PT8717 801115·2 2N5127 2N918 41008 S01080-2 
BM100-28 801480 MM1603 2N5591 MRF644 801088 PT8725 2N6080 2N5130 2N918 41008A S01080-2 
BM150-12 S01441 MM1612 S01212·1 MRF646 S01434 PT8740 801134-1 2N5644 2N5944 41009A 2N5945 
B3-12 2N6080 MM1660 2N5944 MSC1002 TH1002 PT8741 2N5945 2N5645 2N5945 41010 2N5946 
B8-12 801133 MM1661 2N5945 M8C1005 TH1005 PT8742 801146 2N5646 2N5946 
B12-12 801143 MM1662 2N5946 M8C1010 TH1010 PT8743 801136 2N5687 2N4427 
B12-28 801013 MM1666 2N6082 M8C2302 TH2302 PT8769 S01229 2N5688 S01014 

B15-12 801014 MM1667 2N6083 MSC2304 TH2304 PT8809 801134 2N5689 S01014 
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~ nfOMSON-CSF 

general purpose and fast ,switching transistor selector guide 
guide de sélection transistor8 usage général et commutation rapide 

metal case / boîtier métal 

Case 

Polarity NPN PNP 

~ 0,2 A 

12V 2N2894 

15 V 2N 914 

2N 2368 

2N 2369 

20 V BC 108 

25 V 

30/32 V 

40 V 

45 V 

50 "V 

60 V 

80 V 

2N 2369 

(1) VCER 

BSX 51 

BSX 52 

BCY 58 

BC 107 

BCY 59 

BSX 51 A 

BSX 52 A 

BSX 52 B 

Low l'\oi~e 
Faible bruit 

Fast switching 
Commutation rapide 

BC 178 

BSW 21 

BSW 22 

BCY 78 

BC 177 

BCY 79 

BSW 21 A 

BSW 22 A 

~lB ~-39 
NPN PNP NPN PNP NPN PNP 

0,6 ... 0,8 A 0,6 ... 0,8 A 1 A 

2N 2221 2N 2218 

2N 2222 2N 2219 

2N 2221 A 2N 2906 2N2218A 2N 2904 BC 211 BC 313 

2N 2222 A 2N 2907 2N2219A 2N 2905 BSX 45 BSV 15 

2N 1613(1) 

2N 1711(1) 

2N 2906 A 2N 2904 A BC 211 A BC 313 A 

2N 2907 A 2N 2905 A BSX 46 BSV 16 

2N 1893 2N 3019 2N 4033 
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~~ ntOMSON-CSF 

generaI purpose, amplification, switching - metaI case 
commutation, amplification, usage général- boîtier métal 

Maximum 
Charact.ristlcs at 25 ° C Typ.s 

ratinss 

NPN PNP Ptot VCEO h21E 1 IC VCE (sat) 1 IC/IB fy C22b FB toH 
Tamb 1KHz 
25°C h21.· 

min max max min max max max 
(mW) (V) (mA) (V) (mA) (MHz) (nF) (dB) (ns) 

2N 736 500 60 80· 200· 5 1 10/ 2 100 10 
2N 736 B 500 60 80* 200* 5 0,5 10/ 2 100 6 

o 2N 929 300 45 4Q 120 0,01 1 10/ 0,5 30 8 4 
o 2N 930 300 45 100 300 0,01 1 10/ 0,5 30 8 3 

o. 2N 2221 500 30 40 120 150 1,6 500/50 .250 8 
o. 2N 2221 A 500 40 40 120 150 1 500/50 250 8 285 
o. 2N 2222 500 30 100 300 150 1,6 500/50 250 8 
c. 2N 2222 A 500 40 100 300 150 1 500/50 300 8 285 

o. 2N 2906 400 40 40 120 150 1,6 500/50 200 8 175 
o. 2N 2906 A 400 60 40 120 150 1,6 500/50 200 8 175 
o. 2N 2907 400 40 100 300 150 1,6 500/50 200 8 200 
o. 2N 2907 A 400 60 100 300 150 1,6 500/50 200 8 200 

o 2N 2483 360 60 40 120 0,01 0,35 11 0,1 60 6 4 
o 2N 2484 360 60 100 500 0,01 0,35 1/ 0,1 60 6 3 

BC 107 300 45 125* 500*(1) 2 0,6 100/ 5 150 4 10 
BC 108 300 20 125* 900*(1) 2 0,6 100/ 5 150 4 10 
BC 109 300 20 240* 900*(1) 2 0,6 100/ 5 150 4 4 

BC 177 300 45 75* 150*(1) 2 0,95 100/ 5 130§ 7 10 
BC 178 300 25 125* 260*(1) 2 0,95 100/ 5 130§ 7 10 
BC 179 300 20 240* 500*(1) 2 130§ 7 4 

BCY 58 390 32 80 1000 (1) la 0,35 10/ 0,25 125 6 6 800 
BCY 59 390 45 80 1000 (1) 10 0,7 100/ 2,5 125 6 6 800 

BCY 78 390 32 80 1000 (1) 10 0,25 10/ 0,25 180§ 7 6 800 
BCY 79 390 45 80 1000 (1) 10 0,8 100/ 2,5 180§ 7 6 800 

BSX 51 300 25 75 225 2 0,3 50/ 3 150 8 250 § 
BSX 51 A 300 50 75 225 2 0,3 50/ 3 150 8 250§ 
BSX 51 B 300 60 75 225 2 0,3 50/ 3 150 8 250§ 
BSX 52 300 25 180 540 2 0,3 50/ 3 150 8 250 § 
BSX 52 A 300 50 180 540 2 0,3 50/ 3 150 8 250§ 
BSX 52 B 300 60 180 540 2 0,3 50/ 3 150 8 250 § 

BSW 21 360 25 75 225 2 0,5 50/ 3 150 8 
BSW 21 A 300 50 75 225 2 0,5 50/ 3 150 8 
BSW 22 300 25 180 540 2 0,5 50/ 3 150 8 
BSW 22 A 300 50 180 540 2 0,5 50/ 3 150 8 

§ Typieal value § Valeur typique 
(1) Several h21 groups available (1) Plusieurs groupes de h21 disponibles 

o Deviees under CCQ/CCT o Dispositifs soumis au CCQ/CCT 
• Deviees under CCQ/CECC • Dispositifs soumis au CCQ/CECC 
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I~ lHOMSON-CSF 

general purpose, amplification, switching - metal case 
commutation, amplification, usage général- boîtier métal 

Types Maximum Characteristics at 25 0 C 
ratings 

NPN PNP Ptot VCEO h21E 1 IC VCE (sat) 1 IC/IB Ir C22b FB toH Case 

VCER· 1KHz 

min m':lX max min max max max 
(mW) (V) (mA) (V) (mA) (MHz) (nF) (dB) (ns' 

2N 697 600 40*, 40 120 150 1,5 1501 15 50 35 
2N 699 600 80* 40 120 150 5 1501 15 50 20 

o·2N1613 800 50· 40 120 150 1,5 1501 15 60 25 12 
o. 2N 1711 800 50· 100 300 150 1,5 1501 15 70 25 8 
o·2N 1893 800 80 40 120 150 5 1501 15 50 15 

2N 2192 800 40 100 30(1 150 0,35 1501 15 50 20 200 
2N 2192 A 800 40 100 30(1 150 0,25 1501 15 50 20 200 
2N 2193 800 50 40 12(1 150 0,35 1501 15 50 20 200 
2N 2193 A 800 50 40 12(' 150 0,25 1501 15 50 20 200 

o. 2N 2218 800 30 40 12(' 150 0,4 1501 15 250 8 
o. 2N 2218 A 800 40 40 12( 150 0,3 1501 15 250 8 285 
o. 2N 2219 800 30 100 30C 150 0,4 1501 15 300 8 
o. 2N 2219 A 800 40 100 30C 150 0,3 1501 15 300 8 4 285 

o. 2N 2904 600 40 40 12C 150 0,4 1501 15 200 8 175 
o. 2N 2904 A 600 60 40 12C 150 0,4 1501 15 200 8 175 
o. 2N 2905 600 40 100 30C 150 0,4 1501 15 200 8 200 
o. 2N 2905 A 600 60 100 300 150 0,4 1501 15 200 8 200 

2N 2243 800 80 40 120 150 0,35 1501 15 15 
2N 2243 A 800 80 40 120 150 0,25 1501 15 15 
2N 2868 800 40 40 120 150 0,25 1501 15 20 

~, 2N 2890 800 80 30 90 1000 0,75 20001200 30 70 1500 
2N 2891 800 80 50 150 1000 0,75 20001200 30 70 1500 
2N 3019 800 80 100 300 150 0,5 5001 50 100 12 4 
2N 3020 800 80 40 120 150 0,5 5001 50 100 12 

2N 4031 800 80 40 120 100 0,5 5001 50 100 20 400 
TO 39 

2N 4033 800 80 100 300 100 0,5 5001 50 100 20 400 (CB-7) 

2N 3053 1000 40 50 250 150 1,4 1501 15 100 15 

BC 140 800 40 40 250:5) 100 1 10001100 50 25 850 
BC 141 800 60 40 250:5) 100 1 10001100 50 25 850 

BC 160 800 40 40 250:5) 100 1 10001100 50 30 650 
BC 161 800 60 40 250:5) 100 1 10001100 50 30 650 

BC 211 800 40 40 250:5) 150 1 10001100 50 25 '850 
BC 211 A 800 60 40 250:5) 150 1 10001100 50 25 850 

BC 313 800 40 40 250:5) 150 1 10001100 50 30 650 
BC 313 A 800 60 40 2505) 150 1 10001100 50 30 650 

BSX 45 5000 (1) 40 40 25015) 100 1 10001100 50 25 3,5(6) 850 
BSX 46 5000 (2) 60 40 25015) 100 1 10001100 50 20 3,5(6) 850 

BSV 15 3200 (3) 40 40 25015) 100 1 5001 25 50 30 650 
8SV 16 3200 (4) 60 40 25015) 100 1 5001 25 50 30 650 

BSY 53 800 30 40 120 150 0,6 1501 15 10 
8SY 54 800 30 100 300 150 0,6 1501 15 10 
BSY 55 800 80 40 120 150 0,6 1501 15 10 
BSY 56 800 80 100 300 150 0,6 1501 15 10 

BUY 49 S 1000 200 40 500 1,1 5001 50 50 35 1300 

(1) Teose = 25°C VCE ~ 6V (5) Severol h21 groups ovoiloble (5) Plusieurs groupes h27 disponibles 

(2) T case = 25°C VCE ~ 7V (6) Typicol voILe (6) Voleur typique 

(3) T eose = 60°C VCE ~ 6V o Deviees under CCQ/CCT o Dispositifs soumis au CCQ/CCT 

(4) T case = 60°C VCE ~ 7V • Deviees unde' CCQ/CECC • Dispositifs soumis au CCQ/CECC 
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NPN 

o 2N 708 

o 2N 914 

o 2N 2368 
o 2N 2369 

2N 2369 A 

Types 

,~ THOMSON-CSF 

low current fast switching - metal case 
commutation rapide faible courant - boîtier métal 

Maximum Characteristics at 25°C 
ratings 

PNP Ptot VCEO h21E 1 IC VCE (sat) 1 IC liB fT C22b ton t * s 
toff 

min max max min max max max 

(mW) (V) (mA) (V) (mA) (MHz) (pF) (ns) (ns) 

360 15 30 120 10 0,4 10/ 1 300 6 12,5 25· 

360 15 30 120 10 0,7 200/20 300 6 40 40 

360 15 20 60 10 0,25 10/ 1 400 4 12 15 
360 15 40 120 10 0,25 10/ 1 500 4 12 18 
360 15 40 120 10 0,25 30/ 3 500 4 12 18 

2N 2894 360 12 40 150 30 0,2 30/ 3 400 6 60 90 

o Deviees under CCQ/CCT o Dispositifs soumis au CCQ/CCT 
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''.' THOMSON-CSF 

general purpose trans:istor selector guide - plastic case 
guide de sélection transistors usage général - boîtier plastique. 

Case 

Pola rit y 

~ VCEO 

20 V 

2S V 

30 V 

40 V 

4S V 

60 V 

6S V 

80 V 

120 V 

140 V 

lS0 V 

160 V 

200 V 

2S0 V 

300 V 

BC 473 
Low noise 

Faible bruit 

* Darlington 

NPN 

BC 238 
BC 239 

BC 548 
BC 549 
BC 413 
BC 517* 

BC 237 
BC 547 
BC 550 
BC 414 

BC 546 

BF 391 
ESM 643 

BF 422 
BF 392 

ESM 622 
BF 393 
ESM 642 

, 
~l:;'(/ 

f' TO 92 

PNP 

,;;; 0,2 A 

BC 309 

BC 308 
BC 559 

BC 558 

BC475 
BC 516 * 

BC 307 
BC 557 
BC 560 
BC 416 

BC 556 

BF 491 
ESM 693 

BF 423 
BF 492 

ESM 623 
BF 493 
ESM 692 

~76 
NPN PNP NPN PNP 

0,4 ... 0,6 A 0,8 ... 1 A 

BC 338 BC 328 

PN 2222 

PN 2222 A PN 2907 
BCW 94 BCW 96 BCW 90 BCW 92 

BC 337 BC 327 BC 635 BC 636 

PN 2907 A 
BCW 96 BCW 97 BCW 91 BCW 93 

BC 637 BC 638 

BC 489 BC 490 
BC 639 BC 640 

2N 5400 

2N 5550 

2N 5401 

2N 5551 
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general purpose transistors - plastic case 
transistors usage général - boîtier plastique 

Types 
Maximum 

Characteristics at 25°C 
ratings 

NPN PNP Ptot VCEO h21E 1 IC VCE (sat) 1 IC/IB ft C22b FB 
h21e* 1KHz 

min max max min max max 
(mW) (V) (mA) (V) (mA) (MHz) (nF) (dB) 

PN 2222 500 30 100 300 150 1,6 500/50 250 8 
PN 2222 A 500 40 100 300 150 1 500/50 300 8 

PN 2907 400 40 100 300 150 1,6 500/50 200 8 
PN 2907 A 400 60 100 300 150 1,6 500/50 200 8 

2N 3903 310 40 50 150 10 0,3 50/ 5 250 4 6 
2N 3904 310 40 100 300 10 0,3 50/ 5 300 4 5 

2N 3905 310 40 50 150 10 0,4 50/ 5 200 4,5 5 
2N 3906 310 40 100 300 10 0,4 50/ 5 250 4,5 4 

ESM 2222 500 30 100 300 150 1,6 500/50 250 8 
ESM 2222 A 500 40 100 300 150 1 500/50 300 8 

ESM 2907 400 40 100 300 150 1,6 500/50 200 8 
ESM 2907 A 400 60 100 300 150 1,6 500/50 200 8 

2N 5447 360 25 60 300 50 0,25 50/ 5 100 12 
2N 5448 360 30 30 150 50 0,25 50/ 5 100 12 

2N 5449 360 30 100 300 50 0,6 100/ 5 100 12 

BC 174 300 64 125* 500· 2 0,6 100/ 5 150 6 10 
BC 174 A 110 240 
BC 174 B 200 450 

BC 182 300 50 100 480 2 0,25 10/ 0,5 280§ 5 10 
BC 182 A 125* 260· 
BC 182 B 240· 500· 

BC 183 300 30 100 850 2 0,25 10/ 0,5 280§ 5 10 
BC 183 A 125· 260· 
BC 183 B 240· 500· 
BC 183 C 450 900 

BC 184 300 30 250 2 0,25 10/ 0,5 280§ 5 4 
BC 184 B 240· 500· 
BC 184 C 450· 900· 

BC 212 300 50 60 300 2 0,25 10/ 0,5 350§ 5 § 10 
BC 212 A 100· 300· 
BC 212 B 200* 400· 

BC 213 300 30 80 400 2 0,25 10/ 0,5 350§ 5 § 10 
BC 213 A 100· 300· 
BC 213 B 200· 400· 
BC 213 C 350· 600· 

BC 214 300 30 140 400 2 0,25 10/ 0,5 350§ 5 § 2 
BC 214 B 200· 400· 
BC 214 C 350· 600· 

§ Typicol value § Valeur typique 

t * s 
toH 

max 
(ns) 

285 
200 
200 

225 
250 
260 
300 

285 
200 
200 

Note: Lead formed to TO 18 pin configuration Note: Connexions préformées à l'empattement TO 18 
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El 
B TO 92 

(CB-97) 

cl 
B E CB-76 

Note 



Typ.s 

NPN PNP 

BC 237 
BC 237 A 
BC 237 B 

BC 238 
BC 238 A 
BC 238 B 
BC 238 C 

BC 239 
BC 239 B 
BC 239 C 

BC 307 
BC 307 A 
BC 307 B 

BC 308 
BC 308 A 
BC 308 B 
BC 308 C 

BC 309 
BC 309 A 
BC 309 B 
BC 309 C 

BC 337 SC 327 
BC 337-16 SC 327-16 
BC 337-25 Be 327-25 
BC 337-40 BC 327-40 

BC 337A SC 327A 
BC 337A-16 Be 327A-16 
BC 337A-25 BC 327A-25 

BC 338 SC 328 
BC 338-16 BC 328-16 
BC 338-25 BC 328-25 
BC 338-40 SC 328-40 

BC 413 
BC 413 B 
BC 413 C 

BC 414 
BC 414 B 
BC 414 C 

BC 415 
BC 415 B 
BC 415 C 

BC 416 
BC 416 B 
BC 416 C 

§ : Typical value 

f.\ lHOMSON-CSF 

general purpose firansistors - plastic case 
transistors usage I~énéral - boîtier plastique 

Maximum Characteristics at 25°C 
ratings 

Plot VCEO h21E 1 IC VCE (sat) 1 IC/IB ft C22b 

min max max min max 

(mW) (V) (mA) (V) (mA) (MHz) (nF) 

300 45 110 48) 2 0,2 10/ 0,5 150 4 

110 24) 
200 480 

300 20 110 850 2 0,2 10/ 0,5 150 4 
110 240 
200 480 
400 850 

300 20 200 850 2 0,2 10/ 0,5 150 4 
200 4EO 
400 850 

300 45 65 240 2 0,2 10/ 0,5 150 6 
110 2i·0 
200 4HO 

300 25 65 4HO 2 0,2 10/ 0,5 150 6 
110 240 
200 4BO 
400 8!;0 

300 20 110 4130 2 0,2 10/ 0,5 150 6 
110 2·~0 

200 4:30 
400 850 

625 45 100 630 100 0,7 500/50 200§ 
100 250 
160 400 
250 630 

625 60 100 400 100 0,7 500/50 200§ 
100 250 
160 400 

625 25 100 630 100 0,7 500/50 200§ 
100 250 
160 400 
250 t30 

240 30 200 E.50 2 0,2 10/ 0,5 300§ 4 
200 J·50 
400 H50 

240 45 200 H50 2 0,2 10/ 0,5 300§ 4 
200 ,~50 

400 B50 

300 30 100 BOO 2 0,3 10/ 0,5 300§ 4§ 
200 ,~50 

400 :350 

300 45 100 ·~80 2 0,3 10/ 0,5 300§ 4§ 
200 ~50 

400 350 

§: Valeur typique 

FB 
1KHz 

max 
(dB) 

10 

10 

4 

10 

10 

4 

3 

3 

2 

2 

(1) lead formed to TO 18 pin configuration (1) Connexions préformées à l'empattement TO 18 
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Cas. 

c/ 
B E 

CB-76 
(1) 



general purpose transistors - plastic case 
transistors usage général - boîtier plastique 

Types 
Maximum 

Characteristics at 25 0 C 
ratings 

NPN PNP Ptot VCEO h21E 1 IC VCE (sat) 1 IC"B Ir C22b FB Case 
1KHz 

min max max min max max 
(mW) (V) (mA) (V) (mA) (MHz) (nF) (dB) 

BC 485 625 45 60 400 100 0,5 500/50 200§ 7 § 
BC 485 L 60 150 
BC 485 A 100 250 
BC 485 B 160 400 

BC 487 625 60 60 400 100 0,5 500/50 200§ 7 § 
BC 487 L 60 150 
BC 487 A 100 250 
BC 487 B 160 400 TO 92 

BC 489 625 80 60 400 100 0,5 500/50 200§ 7 § 
(Cè-97) 

BC 489 L 60 150 

c~/ BC 489 A 100 250 

SC 486 625 45 60 400 100 0,5 500/50 150§ 9 § 
BC 486 L 60 150 
BC 486 A 100 250 

B E 

BC 486 B 160 400 CB-76 (1) 
(on reque~ 

BC 488 625 60 60 400 100 0,5 500/50 150§ 9 § (sur deman e) 
BC 488 L 60 150 
BC 488 A 100 250 
BC 488 B 160 400 

BC 490 625 80 60 400 100 0,5 500/50 150§ 9 § 
BC 490 L 60 150 
SC 490 A 100 250 

BC 546 500 65 110 450 2 0,6 100/ 5 300§ 4,5 10 
BC 546 A 110 220 
BC 546 B 200 450 

BC 547 500 45 110 800 2 0,6 100/ 5 300§ 4,5 10 
BC 547 A 110 220 
BC 547 B 200 450 
BC 547 C 420 800 

BC 548 500 30 110 800 2 0,6 100/ 5 300§ 4,5 10 
BC 548 A 110 220 
BC 548 B 200 450 
BC 548 C 420 800 

BC 549 500 30 200 800 2 0,6 100/5 300§ 4,5 4 
BC 549 B 200 450 

c/ BC 549 C 420 800 

BC 550 500 45 200 800 2 0,6 100/ 5 300§ 4,5 4 
BC 550 B 200 450 
BC 550 C 420 800 

B E CB-76 
(2) 

BC 556 500 65 75 250 2 0,65 100/ 5 150§ 4,5§ 10 
BC 556 A 110 220 
BC 556 B 200 450 

BC 557 500 45 75 475 2 0,65 100/ 5 150§ 4,5§ 10 
BC 557 A 110 220 
BC 557 B 200 450 
BC 557 C 420 800 

BC 558 500 30 75 850 2 0,65 100/ 5 150§ 4,5§ 10 
BC 558 A 110 220 
BC 558 B 200 450 
BC 558 C 420 800 

§ : Typical value § : Valeur typique 

(1) Lead formed to TO 18 configuration, available on request. (1) Connexions préformées à l'empattement TO lB, livrable sur demande. 
Add «p» suffi x to type number when ordering. Appellation commerciale: numéro de type suivi du suffixe «P». 
Example : BC 485 P Exemple: BC 4B5 P 

(2) Lead formed to TO 18 pin configuration. (2) Connexions préformées à l'empattement TO lB. 
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Types 

NPN PNP 

BC 559 
BC 559 B 
BC 559 C 

BC 560 
BC 560 B 
BC 560 C 

BCW 90 
BCW 90 A 
BCW 90 B 
BCW 90 C 

BCW 91 
BCW 91 A 
BCW 91 B 

BCW 92 
BCW 92 A 
BCW 92 B 

BCW 93 
BCW 93 A 
BCW 93 B 

BCW 94 
BCW 94 A 
BCW 94 B 
BCW 94 C 

BCW 95 
BCW 95 A 
BCW 95 B 

BCW 96 
BCW 96 A 
BCW 96 B 

BCW 97 
BCW 97 A 
BCW 97 B 

BC 635 BC 636 
BC 637 BC 638 
BC 639 BC 640 

§ T ypicol value 

~ lHOMSON-CSF 

general purpose itransis'ors - plas'ic case 
transistors usage l~énéral - boîtier plastique 

Maximum 
ratings 

Ptat VCEO 

(mW) (V) 

500 25 

500 45 

610 40 

610 60 

610 40 

610 60 

540 40 

540 60 

540 40 

540 60 

800 45 
800 60 
800 80 

h 21E 

min 

125 
200 
420 

125 
200 
420 

100 
100 
150 
200 

100 
100 
150 

100 
100 
150 

100 
100 
150 

100 
100 
150 
200 

100 
100 
150 

100 
100 
150 

100 
100 
150 

40 
40 
40 

me 

85 
45 
8C 
47 
45 
8C 
4C 
2C 
3C 
4C 

3C 
2C 
3C 

3C 
2C 
3C 

3C 
2C 
3C 

4C 
2C 
3C 
4C 

3C 
2C 
3C 

3C 
2C 
3C 

3C 
2C 
3C 

2~ 
1t 
1 t 

1 

IX 

0 
0 
0 

5 
0 
0 

0 
a 
0 

° 0 
·0 
·0 

,0 

'0 
'0 

'0 
'0 
'a 
'0 
'a 
'a 
10 

'0 
'0 
la 
10 
10 
10 

la 
la 
10 

.0 
,0 
,0 

Characteristics at 25°C 

IC VCE (sat) 1 IC/IB fT C22b 

max min max 

(mA) (V) (mA) (MHz) (nF) 

2 0,65 1001 5 150§ 4,5§ 

2 0,65 1001 5 150§ 4,5§ 

150 0,25 150/15 120§ 15 

150 0,25 150/15 120§ 15 

150 0,25 150/15 135 10 § 

150 0,25 150/15 135 la § 

50 0,25 501 5 80§ 8 

50 0,25 SOI 5 80§ 8 

50 0,25 501 5 135 10 

50 0,25 501 5 135 10 

150 0,5 500150 
150 0,5 500150 
150 0,5 500150 

§ Valeur typique 

FB 
1KHz 

max 
(dB) 

4 

.4 

(1) Lead formed to TO 18 pin configuration (1) Connexions préformées à l'empattement TO 78 

Types 

NPN PNP 

BC 517 BC 516 

general purpose ciarling'ons - plas'ic case 
darlingtons usage général - boîtier plastique 

Maximum 
Characteristics at 25°C 

ratings 

Ptat VCEO h21E 1 IC VCE (sat) 1 IC/IB fT C22b 

min mflx max typ max 
(mW) (V) (mA) (V) (mA) (MHz) (nF) 

625 30 30K 1 100 1 1001 1 220 

FB 
1KHz 

max 
(dB) 

(1) Leod formed to TO 18 pin configurotion. (7) Connexions préformées à l'empattement TO 78. 
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Case 

c~ 
B E CB-76 

(1) 

E'/CB-76 
c B (1) 

Case 

Ic'/CB
-
76 

B E (1) 



NPN 

ESM 2369 

NPN 

BF 257 
BF 258 
BF 259 
BF 337 
BFT 47 
BFT 48 
BFT 49 

2N 5550 
2N 5551 

BF 391 
BF 392 
BF 393 

BF 422 
ESM 622 

ESM 642 
ESM 643 

BF 642 W 
BF 643 W 

~ THOMSON-CSF 

low current fast switching - plastic case 
commutation rapide faible courant - boîtier plastique 

Types 

PNP 

ESM 2894 

Types 

PNP 

2N 5400 
2N 5401 

BF 491 
BF 492 
BF 493 

BF 423 
ESM 623 

ESM 692 
ESM 693 

BF 692 W 
BF 693 W 

Maximum 
Characteristies at 25°C 

ratings 

Ptot VCEO h21E IIC VCE (sat) 1 IC/IB fr C22b ton 

min max max min max max 
(mW) (V) (mA) (V) (mA) (MHz) (pF) (ns) 

500 15 40 120 10 0,25 30/3 500 4 12 
500 12 40 150 30 0,2 30/3 400 6 60 

high voltage video amplifier transistors 
transistors haute tension vidéo-amplification 

Maximum ratings Characteristics at Tamb = 25°C 

Ptot Ptot 1 Tease VCEO h21E 1 VCE 1 IC fr C12e 1 
Tamb = 25°C C22b· 

min-max min max 
(W) (W) (oC) (V) (V) (mA) (MHz) (pF) 

5 50 160 25 10 30 110§ 2,5 § 
5 50 250 25 10 30 110§ 2,5 § 
5 50 300 25 10 30 11 O§ 2,5 § 
3 125 200 20 10 30 80 3,5 
5 50 1ôO 25 10 30 110§ 2,5 § 
5 50 250 25 10 30 110§ 2,5 § 
5 50 300 25 10 30 110§ 2,5 § 

0,35 120 40-180 5 10 100 Ô • 
0,35 150 60-240 5 10 100 6 • 
0,35 140 60-250 5 10 100 Ô ,.. 

0,35 1ôO 80-250 5 10 100 6 ,.. 

0,ô25. 1,5 25 200 40 10 10 50 1,6 
0,625 1,5 25 250 40 10 10 50 l,ô 
0,625 1,5 25 300 40 10 10 50 1,6 
0,625 1,5 25 200 40 10 10 50 1,6 
0,625 1,5 25 250 40 10 10 50 1,6 
0,625 1,5 25 300 40 10 10 50 1,6 

0,83 250 50 20 25 60 1,6 
0,83 300 50 20 25 60 1,6 

0,625 1,5 25 300 40 10 30 50 3 lit 

0,625 1,5 25 200 50 10 30 50 4 • 

0,9 1,1 (1) 25 300 40 10 30 • 50 3 • 
0,9 1,1 (1) 25 200 50 10 30 50 .4 • 

toff Case 

max 
(ns) 

18 c~ 90 

B E C8-76 

VCB Case 

(V) 

30 
30 

E~39 
30 
20 
30 
30 
30 C 8 (CB-7) 

10 
10 
10 
10 

60 E TO 92 

60 B C (CB-97) 

60 
100 
100 
100 

30 EC~B-76 30 

20 
E.A092 20 
è C (CB-97) 

20 ~~207 20 

§ Typical value § Valeur typique 
(1) Sur circuit imprimé, surface de cuivre: 6,5 cm2 (1) On printed circuit, copper area : 6,5 cm2 
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.~ 
Types 0 

"0 
II:L 

BF 167 N 

BF 173 N 

BF 272 A P 

BF198 N 

BF199 N 

BF 240 N 
BF 241 N 

BF 253 N 
BF 254 N 

BF 255 N 

BF 502 S N 

BF 506 P 

BF 509 T P 

BF 679 P 

~. ntOMSON-CSF 

RF transistors for radio TV 
transistors HF pour radio TV 

Maximurr, 
Characferistics at 25 oc 

ratings 

Application Ptot VCI:O Fr 1 IC CCB 1 VCB Gpe F 

Gpb* 
typ typ typ typ 

(mW) (V) (MHz) (mA) (pF) (V) (dB) (dB) 

AGC 1 F TV amplifier 150 30 400 4 0,15 10 42 3 Ampli. CAG FI TV 

TV IF amplifier 230 2:5 600 7 0,23 10 43 Ampli FI TV 

UHF AGC amplifier 200 3:i 850 3 0,3 10 15* 3,7 
Ampli CAG UHF 

AGC TV IF amplifier 300 30 400 4 0,25 10 42 3 Ampli FI CAG TV 

TV IF amplifier 300 2:5 550 7 0,32 10 43 Ampli FI TV 

FM IF amplifier 300 41) 430 1 0,27 10 1,5 
Ampli FI FM 300 41) 400 1 0,27 10 1,5 

AM IF amplifier 300 30 280 1 0,7 10 
Ampli FI AM 300 31) 300 1 0,7 10 1,2 

FM amplifier, mixer 300 31) 250 1 0,7 10 4 
mélangeur, ampli FM 

400 2:5 900 5 0,32 10 22 
VH F mixer, oscillator 

Oscillateur mélang. VHF 
250 3.5 700 3 0,7 10 18* 2,5 

AGC VH F amplifier 250 3.5 700 3 0,65 10 17* 2 Ampli CAG VHF 

AGC UHF amplifier 
170 3.5 850 3 0,45 10 13* 3,7 

Ampli CAG UHF 
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1 IC 1 f Case 

(mA) (MHz) 

E C 
@ 4 36 B • S 

7 36 / .':P 
TO 72 
(CB-4) 

B'l E· ·S 

3 800 ç' 

-1;// 

TO 72 
(CB-4) 

4 36 

7 36 

1 0,2 c/ 1 0,2 
E B 

CB-76 

1 1 

1 100 

20 200 

3 200 

1 ,1/ 

3 200 Cil 
B E TO 92 

(CB-97) 

3 800 "? 
CB-146 



N 

N 

N 
N 
N 
N 

f.' THOMSON-CSF 

40 ... 900 MHz 
class A linear for CATV 1 MATV applications 

classe A linéaire pour amplificateurs d'antenne 

V(BR) CEO fT @ IC C12e NF @ IC 1 f Vout IMD CMD BVC 
Types ~ Package min. C22b* .. 

0 (V) (MHz) (mA) (pF) (dB) (mA) (MHz) (mV) (dB) (dB) E • • M 
'0 
a. 

BFX 89 N TO-72 15 0,6 < 6,5 (3) 2 500 

~72 
BFY 90 N TO-72 15 > 1300 25 < 0,8 <5 (3) 2 500 
BFR 99 P TO-72 25 > 1400 10 0,4 <5 (3) 3 800 
BFR 38 P TO-72 35 800 3 0,3 4 (3) 3 800 

(CB-4) 

BFW 16A N TO-39 25 2000 70 2 <6 (3) 30 200 

cl/! 2N 5109 N TO-39 20 > 1200 50 < 3,5 3 (3) 10 200 

SD 1006 N TO-39 30 > 1500 50 < 3,5* <8 (4) 50 216 180 < -57 (5) < -57 (6) 
SD 1316 N TO-39 20 4000 50 1,5 2 20 200 315 -51 (5) -60 (8) B E TO-39 

(CB-7) 

SD 1005 N TO-1l7 30 > 1500 70 < 4,0* <9 (4) 70 216 315 < -50 (5) < -50 (6) 1t SD 1007-1 N TO-1l7 30 > 1200 100 < 8,0* 315 < -55 (5) < -60 (6) 
SD 1317 N TO-ll7 20 4000 90 1,2 2,1 40 500 

(CB-307) 

BFW 92 N CB-146 (1) 15 3000 10 0,6 2 (3) 2 500 125 -60 (7) 

BFR 90 N CB-146 (1) 15 6000 14 0,4 2,4 (3) 2 500 150 -60 (7) 
BFR 91 N CB-146 (1) 12 6000 30 0,6 1,9 (3) 2 500 300 -60 (7) ~/B 
BFR 96 N CB-146 (1) 15 5000 50 1,4 3,3 (3) 40 500 500 -60 (7) 

SD 1332 N CB-146 (1) 15 5000 14 0,5 1,5 (3) 2 500 ~ 
SD 1331 N CB-146 (1) 12 6000 30 0,7 1,2 (3) 2 500 
SD 1333 N CB-146 (1) 15 5000 50 1,1 1,9 (3) 10 500 CB-146 
SD 1334 N CB-146 (1) 20 3500 40 1,2 2 (3) 20 500 

BFR 92 N TO-236 (2) 15 6000 14 0,4 2,4 (3) 2 500 150 -60 (7) C*.B 
BFR 93 N TO-236 (2) 12 5500 30 0,6 1,9 (3) 2 500 300 ~60 (7) 

TO-236 
(CB-166) 

ESM 690 N TO-92 15 6000 15 0,5 2,2 (3) 2 500 

C/ ESM 691 N TO-92 15 3500 15 0,75 1 (3) 2 200 
ESM 791 N TO-92 12 5500 30 0,7 2,9 (3) 3 1000 
ESM 796 N TO-92 15 4500 50 1,3 2,5 (3) 10 500 E B TO-92 

(CB-97) 

N: New product N: Nouveau produit 

(1) ~ TO 50 (1) ~ TO 50 

(2) = SOT 23 (2) = SOT 23 

(3) Narrow band (3) Bande étroite 

(4) Broad band (4) Bande large 

(5) Second order lM : Chan.2 + Chan. R, lM an Chan. 13 (5) Intermodulation du second ordre: canal 2 + canal R, 
(FCC channels\ lM sur canol 73 (canaux FeC) 

(6) NCTA Cross Modulation (12 channels flot) (6) Transmodulation NeT A (72 canaux) 
(7) Third order lM f = 500 MHz (DIN 450048) (7) Intermodulation du troisième ordre f = 500 MHz (DIN 45004B) 
(8) Cross modulation: Chan 2 - 4 - 5 - 7 - 9 - 11 100% AM mod., (8) Transmodulation : canaux 2 - 4 - 5 - 7 - 9 - 77 700% modo AM, 

XM on unmod. Chan. 13 (FCC channels) fransmodulation sur canal 73 non modulé (canaux Fee) 

68 



Types 

~I THOMSON-CSF 

1 ... 1000 MHz 
class A low noise for small signal applications 

classe A fatble bruit petit signal 

Ptot V(BR) CEO fT @ le C12e@VCB Gp @ IC 1 f NF @ IC 1 
Package max. min. C22b* GUM** 

f 

~ 
0 (mW) (V) (MHz) (mA) (pF) (V) (dB) (mA) (MHz) (dB) (mA) (MHz) 
'0 
Do 

o. 2N 918 N TO-72 200 15 > 600 J.. < 1,7* 10 > 15 6 200 <6 1 60 

2N 3570 N TO-72 200 15 > 1500 S < 0,75 6 <7 2 1000 

2N 3571 N TO-72 200 15 > 1200 ~i < 0,85 6 <4 2 450 

2N 3572 N TO-72 200 13 > 1000 ~i < 0,85 6 <6 2 450 

2N 4957 P TO-72 200 30 > 1200 ~ ~ < 0,8* 10 >17 2 450 <3 2 450 

2N 4958 P TO-72 200 30 > 1000 :! < 0,8* 10 >16 2 450 < 3,3 2 450 

2N 4959 P TO-72 200 30 > 1000 : ~ < 0,8* 10 > 15 2 450 < 3,8 2 450 

BFT 50 N TO-72 250 22 3500 10 0,6 5 22"'* 10 200 < 2,5 2 500 
ESM 269 N TO-72 360 20 3500 20 0,7 10 22"'* 20 200 < 1,5 5 200 

BFQ 22 N TO-72 150 12 6000 30 0,6 5 14,5** 30 500 1,9 2 500 
BFQ 63 N TO-72 250 15 4500 50 1,4 5 > 17,5**20 200 <3 10 200 

SD 1300 N TO-72 200 15 > 1500 
,. ., < 1,8* 10 20 15 200 <5 2 450 

SD BOl N TO-72 200 15 > 1500 
,. ., < 1* 10 20 15 200 <5 2 450 

SD 1303 N TO-72 200 15 > 2500 10 < 0,8 6 > 15 1,5 450 <4 1,5 450 
SD 1309 N TO-72 200 12 > 3000 : ~ < 1,4 0 > 12 5 1000 < 3,5 450 
SD 1375 P TO-72 200 30 > 1200 : ~ < 0,8 10 > 17 2 450 < 3,5 2 450 

BFP 10 N CB-233 350 20 4000 30 0,7 10 19,5** 30 500 1,6 5 500 
BFP 92 N CB-233 350 22 3500 1'" ., 0,6 5 20 ** 15 500 2,1 5 1000 
BFP 90 N CB-233 250 15 6000 li" ., 0,4 10 20,5** 15 500 2,3 2 1000 
BFP 91 N CB-233 350 12 6500 30 0,65 5 21 ** 30 500 2,3 5 1000 
BFP 96 N CB-233 500 15 4500 50 1,4 5 18 '" * 50 500 2,5 10 500 

** GUM' = 
IS21el

2 

[1 -ISlleI2] [1 -IS22e 1
2 

] 

o Deviees under CCQ/CCT o Dispositifs soumis au CCQ/CCT 

• Deviees under CCQ/CECC • Dispositifs soumis au CCQ/CECC 
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TO-72 
(CB-4) 

8~C 
E • • M 

E 

~ 

"E 
,8 

CB-233 



Types 

2N 3821 
2N 3822 
2N 3823 
2N 3824 

o 2N 3966 

2N 4117 
2N4117A 
2N 4118 
2N 4118 A 
2N 4119 
2N4119A 

2N 4220 
2N 4220 A 
2N 4221 
2N 4221 A 
2N 4222 
2N 4222 A 

2N 4416 
o 2N 4416 A 

2N 4091 
2N 4091 A 
2N 4092 
2N 4092 A 
2N 4093 
2N 4093 A 

o 2N 4391 
2N 4392 
2N 4393 

2N 4446 
ESM 4446 
2N 4448 
ESM 4448 

2N 5432 
2N 5433 
2N 5434 

~ THOMSON-CSF 

n channel field effect transistors - metal case 
transistors à effet de champ-canal n - boîtier métal 

V(BR)GSS 'GSS 'DSS Y2ls VGSoff Cll55 C12ss rDSon F 1 f 

Application min max min max min max min max max max max max 
(pA)· (MHz)· 

(V) (nA) (mA) (mS) (V) (pF) (pF) (0) (dB) (Hz) 

AF/RF general -50 0,1 0,5 2,5 1,5 4,5 -4 6 3 5 10 
-50 0,1 2 10 3 6,5 -6 6 3 5 10 purpose -50 0,5 4 20 3,5 6,5 -8 6 2 2,5 100· 

Usage général -50 0,1 - 8 6 3 250 
BF/HF -50 0,1 2 -4 - 6 3 1,5 250 

-40 10 · 0,03 0,09 0,07 0,21 -0,6 - 1,8 3 1,5 
Electrometry -40 1 · 0,03 0,09 0,07 0,21 -0,6 - 1,8 3 1,5 

(very low IGSS) -40 10 · 0,08 0,24 0,08 0,25 -1 -3 3 1,5 
Electromètre -40 1 · 0,08 0,24 0,08 0,25 -1 - 3 3 1,5 

(très faible 'GSS) -40 10 .. 0,2 0,6 0,1 0,33 -2 -6 3 1,5 
-40 1 .. 0,2 0,6 0,1 0,33 -2 -6 3 1,5 

-30 0,1 0,5 3 1 4 -4 6 2 
AF/RF general -30 0,1 0,5 3 1 4 - 4 6 2 2,5 100 

purpose -30 0,1 2 6 2 5 - 6 6 2 
Usage général -30 0,1 2 6 2 5 - 6 6 2 2,5 100 

BF/HF -30 0,1 5 15 2,5 6 - 8 6 2 
-30 0,1 5 15 2,5 6 - 8 6 2 2,5 100 

UHFNHF -30 0,1 5 15 4,5 7,5 - 6 4 0,8 4 40O· 
amplification -35 0,1 5 15 4,5 7,5 -2,5 -6 4 0,9 4 400* 

-40 0,2 30 -5 -10 16 5 30 
-50 25 * 30 -5 -10 16 5 30 

Switching -40 0,2 15 -2 -7 16 5 50 
Commutation -50 25 * 15 -2 - 7 16 5 50 

-40 0,2 8 -1 - 5 16 5 80 
-50 25 * 8· -1 - 5 16 5 80 

Switching 
-40 0,1 50 150 -4 -10 14 4 30 
-40 0,1 25 75 -2 - 5 14 4 60 Commutation -40 0,1 5 30 -0,5 - 3 14 4 100 

Switching -25 3 100 -2 -10 50 25 10 
(lowT on) -25 0,2 100 -3 -10 50 25 8 

Commutation -20 3 100 -2 -10 50 25 12 
(faible Ton) -25 0,2 50 -1 - 5 50 25 12 

Switching 
-25 0,2 150 -4 -10 30 15 5 (Iow Ton) 
-25 0,2 100 -3 - 9 30 15 7 

Commutation 
-25 0,2 30 -1 - 4 30 15 10 

(faible Ton) 

o CNES qualified product o Produit qualifié CNES 
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Case 

/ 
TO 72 
(C8-4) 

D©G S •• M 

, 
TO 18 
(C8-6) 

Dc;)G 
S • 



Types 

2N 3819 

BC 264 
BF 245 
BF 247 

2N 5245 
2N 5246 
2N 5247 
6F 256 

ESM 4091 
ESM 4092 
ESM 4093 

ESM 4302 
ESM 4303 
ESM 4304 

~ lHOMSON-CSF 

n channel field effe.::t transistors - plastic case 
transistors à effet de champ canal n - boîtier plastique 

V(BR}GSS IGSS IOSS Y21s VGSoff Cllss C12ss rOSon F / f 

Application typ· typ· 
min max min max min max min max max max max max (MHz)· 
(V) (nA) (niA) (mS) (V) (pF) (pF) (n) (dB) (KHz) 

AF/RF general 
purpose -25 2 2 2') 2 6,5 - 8 8 4 

Usage général 
8F/HF 

AF/RF general 
-30 10 2 (11 J 2 2,5 -0,5 - 8 4 * 1,2* 2 1000 

purpose 
-30 5 2 (1 ) 2:5 3 6,5 -0,5 - 8 4 * 1,1* 

Usage général -25 5 10 (11 30,) 8 -0,6 -14,5 15 * 3,5* 
8F/HF 

-30 1 5 J 5 4,5 7,5 -1 -6 4,5 1 4. 400· 
UHFIVHF -30 1 1,5 7 3 6 -0,5 - 4 4,5 1 

amplification -30 1 8 24 4,5 8 -1,5 - 8 4,5 1 
-30 5 3 -0,5 - 7,5 4,5 1,2 

Switching 
-30 1 30 -5 -10 28 5 30 
-30 1 15 -2 - 7 28 5 50 

Cammutation -30 1 8 -1 - 5 28 5 80 

AF/RF general -30 1 0,5 .5 1 - 4 6 3 2 1000 
purpose --30 1 4 11) 2 - 6 6 3 2 1000 

Usage général -30 
8F/HF 

1 0,5 J 5 1 -10 6 3 3 1000 

(1) Available in several IDSS groups (1) Disponible en plusieurs groupes de 1 DSS 

Types 

ESM 25 
ESM 25 A 

o 2N 5198 
2N 5199 

fet dual trsLnsistors, n channel 
transistors doublEI à effet de champ-canal n 

V(BR)GSS IGSS IOSS Y21s VGSoff Cl1ss C12ss Matching 

max Appariement 
Application 

Y21s IOSS VGS1-VGS2 
min (nA) ~in-ma)( min-Inox min-max max max 
(V) (pA)· (mA) (mS) (V) (pF) (pF) (%) (%) (mV) 

AF/RF general -30 0,1 0,5-10 1-5 -0,7-4,5 6 2 20 20 25 

purpose -30 0,1 0,5-10 1-5 -0,7-4,5 6 2 20 20 25 

Usage général -30 25 * 0,7- 7 1-0,7 -0,7-4 6 2 5 5 10 

8F/HF -30 25 * 0,7- 7 1-0,7 -0,7-4 6 2 5 5 10 

o CN ES qualified product o Produit qualifié CNES 
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G D TO 92 

(CB-97) 
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~o 98 tape packaging 
emballage en bande des TO 92 

Tape packaged TO 92 transistors for automatic 
handling are available on request, according to 
supplement to tEe publ ication 286, project 
40/101/79. 
Tape may either be wound on reels with the flate 
side of transistor outwards (code: RL 1) or 
downwards (code: RL) or folded in a box in a 
concertina arrengement (code: RLZ). 

6,35±0,4! 

4,5 

12,7 ± 1 

~+t-€)-- , 
! i 1 1 1 

1 i i i 

Sur demande, les transistors en bOÎtier TO 92 sont 
livrables emballés en bande pour opérations 
automatisées suivant le supplément à la publica­
tion CEl 286, projet 40/10 1/79. 
La bande peut être soit enroulée sur roue avec la 
face plate du boîtier vers l'extérieur (code: RU) 
ou vers l'intérieur (code: RL) soit pliée en accor­
déon dans une boÎte (code: RLZ). 

)( 
«S 

E 
an 
ci 

M 

~[ ci 
+1 
co 

an 
...-ci 
+1 

00 

3,7 

1 max 
--+---+"-+--

1 1 
\ 

1 

1 1 
\ 1 

, 1 
\ ' 

+ 0,41 1 1 +, , 2,5 - 0, 1~.2,5 - 0,1 

1. 12,7 ± 0,3 .1 00,5 ± 0,05 ~f 04±O~ 

Missing components : 
0,5 % max 
2 consecutive components maximum 

Tape dimensions 

Dimensions de la bande 

72 

Composants manquants: 
0,5 % max 
2 composants consécutifs au maximum 



~o 98 tape and reel packaging 
emballage des TO 92 sur bobine 

Paper 
Papier 

20min 

Rl~ 

Rll : Flat side of transistor outwards 
Face plate du boîtier vers l'extérieur 

Order : BC 238 Rll 

Quantlty p.r r .. 1 : 2000 plee •• 
Ord.r b, multlpl. of 2000 on l, 

73 

360 

label 
Étiquette 

Rl : Flat side of transistor downwards 
Face plate du boîtier vers l'intérieur 

Order : BC 238 Rl 

Quantlt4 par bande : 2000 unlt's 
Commande par multiple d. 2DOO uniquement 

------------------, __ --. __ -_.--_.~-------~----------.-----------------------------------
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TO 98 tape and box packaging 
emballage sur bande en boîte 

Quantlty per box : 4000 piece. 
Order b, multiple of 2000 onl, 

74 

o 
Lt') 
N 
X 
ca 
E 

Flat side of transistor upwards open side 1 
Face plate du boîtier sur le dessus en ouvrant c<Sté 1 

~ 
N 
X 
ca 
E 

Flat side of transistor downwards open side 2 
Face plate du boîtier en dessous en ouvrant c6té 2 

Quantité par boile : 4000 pillees 
Commande par multiple de 2000 uniquement 
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general purpose and :switching diode selector guide 
guide de sélection diodes de commutation et usage général 

Case 

25 

30 

50 

60 lN 457 A DHD 

75 

90 

100 

125 1 N 3595 DHD 
(1) 

130 1 N 484 A DHD 

150 

200 

lN 457 A DHD trr ~ 300 ns 

BAV 19 trr = 15 ... 120 ns 

trr .,;;; 6 ns 

200 mA 

BAV19 

BAX 16 
BAV 20 

BAX 17 
BAV 21 

DO 35 

(1) Very low leakage diode 
IR < 1 nA @ VR = 125 V. 

(2) Controlled avalanche diode. 

(3) DO 34 case (CB-l 04). 

.77 

400 mA 

BAX 12 (2) 

(1) Diode à faible courant de fuite 
IR < 1 nA @ VR = 125 V. 

(2) Diode à avalanche contrôlée. 

(3) BoÎtier DO 34 (CB-l04). 



Types VR-VRM 10 

max max 

(V) (mA) 

~\ lHOMSON-CSF 

silicon signal diodes 
diodes de signal au silicium 

VF 1 IF IR 1 VR IR 1 VR 
(1 ) Tamb 150°C 

max max max 

(V) (mA) (nA) (V) (IlA) (V) 

C trr 1 IF case 

max max 
(pF) (nsl (mA) 

high speed switching Tamb = 25°C commutation rapide 

00. lN 4148 75-100 75 1 
0·lN4149 75-100 75 l 

e o·1N4151 50- 75 75 l 
lN 4152 30- 40 75 0,88 
lN 4153 50- 75 75 0,88 

lN 4154 25- 35 75 l 
lN 4305 50- 75 150 0,85 
lN 4444 50- 70 200 . l 

o. 1 N 4446 75-100 75 l 
o. 1 N 4447 75-100 75 l 

o. lN 4448 75-100 75 l 
o. lN 4449 75-100 75 l 

lN 4454 50- 75 75 l 
34 P 4 20- 25 75 l 

36 P 4 90-100 75 l 

BAW76 50- 75 115 1 
BAX 13 50- 50 75 l 
BAX 84 20- 50 75 l 

BAY 67 35- 35 130 l 

lN 4531 75-100 150 1 

(l) Pulse test tp ~ 300 ilS ô < 2%. 
o Deviees under CCQ/CCT. 

• Deviees under CCQ/CECC. 
o CNES qualified product. 

e ESA qualified product. 

Type Function 

planar silicon diodes assemblies 

SF M 222 D 

(1) Value for one diode. 

Voltage limiting diode 

Diode antichoc 

Pulse test tp ~ 300 ilS ô < 2%. 

10 
10 
50 
20 
20 

30 
10 

100 
20 
20 

100 
30 
10 
15 

10 

100 
20 
40 

200 

10 

25 20 50 20 4 4 10 
25 20 50 20 2 4 10 
50 50 50 50 2 4 10 
50 30 50 30 2 4 10 
50 50 50 50 2 4 10 

100 25 100 25 4 4 10 
100 50 100 50 2 2 10 
50 50 50 50 2 7 10 
25 20 50 20 4 4 10 
25 20 50 20 2 4 10 

25 20 50 20 4 4 10 
100 20 50 20 2 4 10 0035 
100 50 100 50 2 2 10 glass 

30 10 4 10 10 verre 
(CB-l02) 

60 50 2 10 10 

100 50 100 50 2 4 10 
200 50 25 50 3 4 10 

10 20 2 10 10 

100 35 50 35 1,5 

1 

25 20 50 20 4 4 10 
1 

DO 34 
i 

glass 1 

1 

verre 
(C8-104) 

(1) Mesure en impulsion tp ~ 300 ilS ô < 2%. 

o Dispositifs soumis ou CCQ/CCT. 

• Dispositifs soumis ou CCQ/CECC. 

o Produit qualifié CNES. 
1 

e Produit qualifié ESA. 

1 

10 (1) VF (1) Diagram/case 

max max 

(mA) (V) (mA) 

montages de diodes planar au silicium 

50 50 

CB-217 

(1) Valeur pour une diode. 

Mesure en impulsion tp ~ 300 ilS ô < 2%. 

78 



TYP.I VR-VRM 

max 
(V) 

low leakage 
lN 3595 DHD 125-125 
lN 3595 E DHD 125-150 
lN 3595 3 DHD 125-150 
lN 3595 E 3 DHD 125-150 
lN 457 A DHD 60- 70 
lN 484 A DHD 130-150 

(1) Pulse test tp ~ 300 ",S 
Mesure en impulsion 

Typ. VR-VRM 
max 

10 

max 
(mA) 

150 
150 
150 
150 
200 
200 

~~ THOMSON-CSF 

silicon signal diodes 
diodes de signal au silicium 

VF 1 IF IR 1 VR IR VR 
(1) Tamb 150·C 

max max max 
(V) (mA) (nA) (V) (~) (V) 

Tamb :: 25°C 
200 l 125 3 125 
200 (2) 1 125 3 125 
200 3 125 3 125 
200 (2) 3 125 3 125 
100 25 60 5 60 
100 25 125 15 130 

C t" 1 

max max 
(pF) ("'1) 

8 3 
8 3 
8 3 
8 3 

ô < 2%. (2) VF @ 1 mA = 0,56 ... 0J2V instead of 0,52 ... 0,68V. 
VF @ 5 mA = 0,63 ... 0.78V au lieu de 0,60 ... 0,75V. 

IF WRRM VF(l)1 IF IR 1 VR C t" 1 IF 
max max max max max 

IF Cal. 

(mA) 

faible courant de fuite 

10 
10 
10 
10 

verre 
(CB-102) 

Cal. 

(V) (mA) (mJ) (V) (InA) (nA) (V) (pF) (ni) (mA) 

Iwitching (avalanche type) Tamb :: 25°C commutation (type à avalanche) 

o. BAX 12 125-175 400 5 1,25 ·WO 100 90 35 50 30 

o Deviees under CCQ/CCT. o C'ispositifs soumis au CCQ/CCT. 

• Deviees under CCQICECC. • Cispositifs soumis au CCQ/CECC verre 
(1) Pulse test tp ~ 300 ",S ô < 2%. (1) Mesure en impulsion tp ~ 300 "'s ô < 2%. (CB-l02) 

Typ •• VR-VRM 10 VF 1 IF IR 1 VR 
(2) 

max max max max 
(V) (mA) (V) (mA) (nA) (V) 

high current Iwitching Tamb :: 25°C 

•• 1 N 4150 50-75 200 200 100 50 
BAW55 60-75 300(1) 200 100 60 

(1) IF • Deviees under CCQICECC. 

(2) Pulse test tp ~ 300 "'s ô < 2%. • ESA qualified product. 
Mesure en impulsion 

Typ •• VR-VRM 10 VF* 1 IF IR 1 VR 

max max max max 
(V) (mA) (V) (mA) (nA) (V) 

high voltage Iwitching 

o. BAV 19 100-120 200 1 100 100 100 
o. BAV 20 150·200 200 1 100 100 150 

00. BAV 21 200·250 200 1 100 100 200 
o BAX 16 150-150 200 1,3 100 100 150 
o BAX 17 200-200 200 1,2 200 500 200 

BAY 80 120·150 100 1 100 100 120 

SFD 46 150-150 100 1 50 10000 150 
SFD 48 200-220 100 1 10 10000 200 
SFD 49 200-220 100 1,3 50 10000 180 

(1) Tomb = 100°C '" Pulse test tp ~ 300 "'s ô < 2%. 
(2) T omb = 125°C o Deviees under CCQICCT. 
(3) T omb = 60°C • Deviees under CCQ/CECC. 

o CNES qualified product. 

79 

C Ca •• 

max max max 
(",A) (V) (pF) (n.) (mA) 

commutation fort courant 

100 50 2,5 
4 

6 
6 

400 
10 

• Dispositifs soumis au CCQ/CECC 
• Produit qualifié ESA 

C t" 1 IF 

max max max 
(V) (pF) (n.) (mA) 

DO 35 
glass 
verre 

(CB-102) 

Ca •• 

commutation haute tension 

15 100 (1) 5 50 30 
15 150 (1) 5 50 30 
15 200 (1) 5 50 30 

100 150 10 120 30 
100 200 10 120 30 

100 120 (2) 6 50 3 DO 35 
glass 
verre 

6 75 30 (CB-102) 
100 200 (3) 6 75 30 
100 180 (3) 6 75 30 

'" Mesure en impulsion tp ~ 300J.'S ô < 2%. 

o Dispositifs soumis au CCQ/CCT. 

• Dispositifs soumis au CCQ/CECC 

o Produit qualifié CNES. 



N 

silicon schottky signal diodes 
diodes schottky de signal au silicium 

Type. 
max 

(V) (#,A) (V) 

RF and ultra fast switching 

BAR 19 4 0,25 
BAT 29 5 0,05 
BAR 35 5 0,1 
BAT 19 10 0,1 

BAR 10 20 0,1 
BAR 11 15 0,1 

BAR 28 70 0,2 
lN 6263 60 0,2 

general purpose 

BAT 45 15 30 0,1 

BAT 47 20 200 4 

BAT 42 30 100 0,5 

BAT 43 30 100 0,5 

BAT 48 40 200 2 

BAT 41 100 100 0,1 

BAT 46 100 150 2 

BYV 10-20A 20 1000· < 500 

BYV 10-20 20 1000· < 500 

BYV 10-30 30 1000· < 500 

BYV 10-40 40 1000· < 500 

F : Mixer noise figure. 

Qs : Stored charge (B-line). 

'YJ: Detection efficiency. 

T: Minority carrier life time (Krakauer method). 

(1) Pulse test tp ~ 300 Ils ô < 2%. 

§ Typical value. 

N: New product. 

Type Functlon 

schottky diode assemblies 

SF M 222 E 
Voltage limiting diode 

Diode antichoc 

(1) Value for one diode. 

Pulse test tp ~ 300 Ils ô < 2%. 

3 
1 
1 
5 

15 
8 

50 
50 

6 

10 

25 

25 

10 

50 

50 

20 

20 

30 

40 

Dynamic parameter. Ca.e 
max max PtI'Gm."'. dynGmlqu •• 
(V) (mA) (pF) (V) 

RF et commutation ultra rapide 

0,6 10 1 1 F = 6 dB / 1 GHz 
0,55 10 1 0 . Qs < 3 pC 110 mA 
0,34 l 1 0 T < 100 ps 120 mA 
0,4 1 1,2 0 T < 100 ps 120 mA 

0,41 1 1,2 0 T < 100 ps / 5 mA 
0035 0,41 1 1,2 0 T < 100 ps / 5 mA glass 

0,41 1 2 0 T < 100 ps / 5 mA 
verre 

0,41 1 2,2 0 T < 100 ps / 5 mA 
(CB-l02) 

usage général 

0,5 10 0,8 § 1 trr < 1 ns 110 mA 

t 0,1 
OA 10 24 § l trr < 10ns 110 mA 
1 300 

t 10 
~,65 50 5 § l trr < 5 ns /l0 mA 

250 

{~,45 15 5 § 1 'YJ > 80% /45 MHz 250 0035 

{O.25 0,1 glass 
0,4 10 24 § 1 trr < 10 ns 110 mA verre 

0,9 500 (CB-l02) 

{ ~,45 1 2 § 1 100 

{O.2S 0,1 
0,45 10 6 § 1 
1 250 

" 

{ 0,45 1000 330 § 0 0,75 3000 
{O,55 1000 220 § 0 0,85 3000 
{O,55 1000 220 § 0 0,85 3000 0041 
{ 0,55 1000 220 § 0 glass 

0,85 3000 verre 
(CB-l01) 

F : Facteur de bruit en mélangeur. 

Qs : Chorges stockées (B-/ine). 

'YJ : Rendement de détection. 

T: Durée de vie des porteurs minoritaires (méthode de Krakauer). 

(1) Mesure en impulsion tp ~ 300#'5 ô < 2%. 
§ Valeur typique. 

N : Nouveau produit. 

10 (1) VF (1) 1 IF Diagram/ca.e 
max max 
(mA) (V) (mA) 

montages de diodes schottky 

V-O··· 
.4 CB-217 

50 50 

(1) Valeur pour une diode. 

Mesure en impulsion tp ~ 300 #'5 ô < 2%. 
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DO 7 silicon signal diode replacement guide 
guide de remplacement dEtS diodes de signal au silicium DO 7 

DISCONTINUED DO 35 RECOMMENDED DISCONTUfUED DO 35 RECOMMENDED DISCONTINUED DO 35 RECOMMENDEEl 
DO 7 TYPE NR DEVICE DO 7 TYPIE NR DEVICE DO 7 TYPE NR DEVICE 

General purpo .. H igh sp •• d switchlng High curr.nt switching 
UMI ••• ."énI/ C_muttl,ion ropl. Commuttltion /ort coul'tlnt 

lN 456 lN 457 A DHD lN 482 lN 457 A DHD lN 3600 lN 4150 
lN 456 A lN 457 A DHD lN 662 lN 4148 BAY 41 lN 4150 
lN 457 lN 457 A DHD lN 662 A lN 4448 BAY 42 lN 4150 
lN 457 A lN 457 A DHD lN 914 lN 4148 BAY 74 lN 4150 
lN 461 lN 457 A DHD 1N914A lN 4446 SFD 79 lN 4150 
lN 461 A lN 457 A DHD 1 N 914 B lN 4448 
lN 462 lN 457 A DHD lN 916 lN 4149 
lN 462 A lN 457 A DHD 1N916A lN 4447 

High voltag. switching 
lN 483 B lN 484 A DHD lN 916 B lN 4449 
lN 484 lN 484 A DHD lN 930 lN 4153 Commuttltion houte ten./on 

lN 484 A lN 484 A DHD 1 N 3062 lN 4153 (C ~ 2 pF) 
BA 224-150 BAV20 

lN 484 B lN 484 A DHD lN 3063 lN 4305 
BAY 17 lN 457 A DHD lN 3064 lN 4454 BA 224-220 BAV21 

BAY 18 lN 457 A DHD lN 3604 lN 4151 BA 224-300 No equivalent 

BAY 19 BAV 19 lN 3605 lN 4152 SFD 86 BAV20 

BAY 20 BAV20 lN 3606 lN 4153 SFD 88 BAV 21 

BAY 21 BAV21 lN 4009 lN 4154 SFD 88 A BAV 21 

BAY 44 lN 457 A DHD BAY 38 lN 4151 SFD 89 BAV 21 

BAY 72 BAV 19 BAY 43 lN 4150 SFD 95 No equivalent 

SFD 180 lN 457 A DHD BAY 63 lN 4449 lN 463 BAX 17 

SFD 181 BAV20 BAY 71 lN 4151 lN 660 BAV 19 

MC 19 BAV20 lN 3069 BAV 19 

MC51 No equivalent lN 3070 BAV 21 
lN 3071 BAV 20 

V.ry low capacltanc. - gen.ral purpo .. V.r" hlgh sp •• d switching BAY 45 BAX 17 
Tr •• frll'ie copodt. - UMl •• • .".",/ Commuttltlon u/tro ropi. 

12 P 2 No equivalent 
1 N 4244 BAR 10 

13 P 2 
14 P 2 r---' 
15 P 2 Lowleakag. 
16 P 2 Fer/'Ie couront • luite 
17 P 2 
18 P 2 lN 458 A 1 N 3595 E3 DHD 
19 P 2 lN 3595 lN 3595 DHD 
23 J 2 lN 3595 El lN 3595 E DHD 
24 J 2 lN 3595 E2 1 N 3595 E3 DHD 
25 J 2 lN 3595 E3 1 N 3595 E3 DHD 
26 J 2 lN 3595 S 1 N 3595 E3 DHD 
27 J 2 
28 J 2 BAY 73 1 N 3595 E3 DHD 

BAW 32 A 
23 J2 C 
BAW 32 B 
24 J2 C 
BAW 32 C 
25 J2 C 
BAW 32 D 
26 J2 C 
BAW 32 E 
28J2 C No equivalent 

-, 

assembly replacement guide 
guide de remplacement des montages 

DISCONTINUED RECOMMENDED 
ASSEMBLIES TYPE NR DISCRETE DEVICE 

A 502 GE 
A 503 GE 

A 523 SI 
SFA 302 
SFA 303 

Ring modulators 
Modultlteur •• n onneou 

{ 

4 x BAR 11 matched 
or/ou appariées 
2 X BAT 17 DS 

{

4 X 1 N 4448 matched' 
appariées 

ÂVF < 5 mV 
@ IF = 10 mA 

DISCONTUfUED RECOMMENDED 
ASSEMBLIES 'rYPE NR DISCRETE DEVICE 

Sch"ttky diode ass.mbU.s 
Mont" ••• de diode. Scltottlcy 

DISCONTINUED RECOMMENDED 
ASSEMBLIES TYPE NR DISCRETE DEVICE 

Planar silicon dlod. as .. mblles 
Monttl ••• • dlotle. pltlnor ou .I/kium 
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germanium signal diodes 
diodes de signal au germanium 

Typ •• 10 
max max max max 

(V) (mA) (V) (mA) 

gold bounded - general purpose 

lN 96 A 60 70 l 40 500 
lN 100A 80 70 l 40 50 
lN 118 60 70 l 40 100 
lN 270 80 60 l 200 
lN 277 100 50 1 100 75 

lN 281 50 150 1 100 30 
lN 283 24 60 1 200 20 
15 P 1 100 150 1 100 100 
16 P 1 150 150 1 100 100 
85 P 1 50 200 1 200 100 

AA 135 20 150 0,75 100 30 
AA 144 90 10 1 5 200 
AAZ15 75 140 1,1 250 (1) 25 
SFO 037 A 15 30 0,.45 10 25 
SFD 108 A 100 50 1 30 7 

(1) Ti = 25°C 

gold bounded-switching 

lN 695 20 1 100 2 
lN 695 A 20 100 1 100 2 
1 N 3592 25 30 0,5 15 100 
lN 276 50 40 1 40 100 
19 P 1 15 200 1 100 25 

40 P 1 20 30 1 10 100 
AA 139 20 200 0,5 10 100 
AAY 47 45 200 0,8 50 60 
FS 19 25 30 1,1 110 10 
SFO 121 10 30 0,8 10 2 

SFD 122 25 50 0,8 50 50 

go Id bounded-very high speed switching 

lN 995 
SFD 118 A 
AAY 48 

10 

12 

30 0,5 

30 0,5 

10 

10 

gold bounded - high current switching 

lN 949 50 200 1 400 
AAZ18 20 180 0,65 150 
SFD 127 8 25 200 0,75 200 
SFD 129 B 40 150 0,75 200 AAY 49 

§ Typical value. 

10 

10 

100 
50 
50 

25 

(V) 

50 
50 
50 

10 

10 
10 

100 
150 
50 

20 
75 
75 
15 
10 

10 
10 
25 
50 
10 

10 
20 
45 
10 
1,5 

25 

6 

6 

max 

(~) (V) 

100 50 
250 50 

250 60 
150 80 
250 30 

120 75 

250 100 

20 10 
20 10 

400 50 
150 10 

200 45 
240 25 
50 10 

100 25 

100 10 

Tamb = 25°C 

50 50 10 
20 100 20 
25 150 25 

40 200 40 

§ Valeur typique. 
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25 
75 

55 
55 
55 

60 

25 

70 
70 

70 
55 

60 
70 
55 

55 

25 

55 
60 
70 

70 

trr Ca •• 
max 

(n.) (mA) 

pointe or - usage général 

250 10 
007 

250 10 glass 
verre 

(C8-26) 

pointe or - commutation 

300 5 
400 5 
70 2 

300 5 
250 10 

007 
400 10 glass 
500 5 verre 
400 10 (C8-26) 

400 10 

pointe or - commutation très rapide 

6 

6 

10 

10 007 
glass 
verre 

(C8-26) 

pointe or - commutation fort courant 

400 10 
§ 70 10 
400 10 007 
400 10 glass 

verre 
(C8-26) 



~~ lHOMSON-CSF 

germanium signal diodes 
diodes de signal au germanium 

Types 

max max 

(V) (mA) (V) 

tungsten point contact-general purpose 

lN 34 50 30 
lN 48 70 50 
lN 54A 50 30 
lN 63 100 50 
lN 65 70 50 
lN 81 40 40 
lN 126A 60 30 
lN 127 A 100 30 
lN 128 40 30 
lN 198 80 30 
lN 933 80 30 
AA 117 90 30 
AA 118 90 30 
AA 131 25 30 
AA 132 100 30 
SFD 108 100 50· 

Types VR 10 VF 1 
max max max 
(V) (mA) (V) 

tungsten point contact-switching 

26 P 1 50 50 1 
FS 36 30 30 2 
SFD 105 30 30 1 

Types VR 10 

max max 

~V) (mA) 

tungs(en point contact-detection 

lN 541 30 
lN 542 (1) 30 
AA 143 S 25 
AA 113 (1) 60 
AA 119 (1) 30 
SFD 107 10 AA 130 

(1) 2.AA 113 : matched pair of AA 113 
2.AA 119 : matched pair of AA 119 

35 
35 
60 
10 
35 

20 

1 N 542 : Sold by matched pairs (2 x 1 N 542) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3,3 
2,6 
1 
1,8 
1 

IF 

(mA) 

5 
30 
5 

VF 

max 
(V) 

1 
1 
0,52 
1 
1 

tungsten point contact-video detection 

lN 60 25 30 0,5 
lN 64 15 1 
lN 87 23 30 0,25 
lN 295 40 35 0,5 
AA 112 20 20 1 
AA 116 20 20 0,25 
AA 121 25 30 1 
AA 123 18 30 1 
SFD 104 { 25 20 1 AA 114 
SFD 106 25 30 1 
SFD 111 25 30 1 
SFD 112 40 20 1 

Case 

max max 
(V) (V) 

Tamb = 25°C pointe tungstène - usage général 

,. 
.1 30 10 
J~ 830 50 ,. 
.1 7 10 100 50 25 
J~ 50 50 25 10 25 
:~,5 200 50 

100 40 25 
50 10 25 
25 10 25 ~ 250 50 75 glass 

250 50 75 verre 

250 75 60 (C8-26) 

~I 10 10 ,. 800 50 .1 

~I 300 50 
:1 10 10 

50 50 
80 80 

30 280 100 
30 250 100 250 75 60 

1,7 220 25 
1(1 120 60 
~, 7 10 380 100 55 

IR 1 VR IR 1 VR 1 Tamb trr 1 IF 
max max max Case 

(~A) (V) (~A) (V) (oC) (ns) (mA) 

Tamb = 25°C pointe tungstène - commutation 

50 50 25 
10 10 250 
30 10 500 

max 
(mA) 

Tamb 

4 18 
4 18 

15 100 
3,.5 120 
4 18 

4,'> 220 

0,:175 200 
3 25 
0,1 10 
0,:175 200 
6 150 
0,1 150 
7 12 
4 1,5 

6 400 

5 10 
6 6 2 -, 

,1 12 

83 

10 25 
30 25 
30 55 

max 
(V) 

= 25°C 
10 500 
10 500 
25 
30 500 
10 500 

10 

500 30 
300 10 
160 10 

(V) 

45 
45 

60 
45 

~
/"/D07 

glass 
verre 

/ (C8-26) 

Case 

pointe tungstène - détection 

60 
60 

25 
60 ~07 

glass 
verre 

(C8-26) 

(1) 2.AA 113 : DeuJ< AA 113 appariées 

2.AA 119: DeuxAA 119appariées 

1 N 542 : Livrées par paires appariées (2 x 1 N 542) 

pointe tungstène - détection vidéo 

10 
10 
1,5 650 20 60 

10 
20 250 20 55 
20 
2 ~7 1 glass 

25 500 25 55 verre 
(C8-26) 

1,5 200 25 25 
2 150 20 25 
5 220 25 25 
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yyp •• VZy/IZY* rzy/lzy* * IZY 

nom max 
(V) (0) (mA) 

~.\ THOMSON-CSF 

zener diodes 
diodes zener 

ÂVZ § IR/VR VR 
Yamb 
25°C 
max 

(V) (l'A) (V) 

IZM IZSM 

Ca •• 
max 
(mA) (A) 

5W 1 Tamb = 25°C Ti max = 175°C VF ~ 1,5 V (Yamb = 25°C, IF = 1 A) 

lN 4954 6,8 1 175 0,7 300 5,2 660 40 
1 N 4955 7,5 1,5 175 0,7 200 5,7 600 32 
1 N 4956 8,2 1,5 150 0,7 100 6,2 550 24 
1 N 4957 9,1 2 150 0,7 50 6,9 495 22 
1 N 4958 10 2 125 0,7 25 7,6 450 20 
1 N 4959 11 2,5 125 0,7 15 8,4 410 19 
1 N 4960 12 2,5 100 0,7 10 9,1 375 18 
lN 4961 13 3 100 0,7 10 9,9 345 16 
1 N 4962 15 3,5 75 0,7 5 11,4 300 12 
lN 4963 16 3,5 75 0,8 5 12,2 280 10 
1 N 4964 18 4 65 1,0 5 13,7 250 9,0 
1 N 4965 20 4,5 65 1,5 1 15,2 225 8,0 
1 N 4966 22 5 50 1,8 1 16,7 205 7,0 
1 N 4967 24 5 50 2,0 1 18,2 186 6,5 
1 N 4968 27 6 50 2,0 1 20,6 167 6,0 
1 N 4969 30 8 40 2,5 1 22,8 150 5,5 
1 N 4970 33 10 40 2,8 1 25,1 136 5,0 
lN 4971 36 11 30 3,0 1 27,4 125 4,5 
lN 4972 39 14 30 3,0 1 29,7 115 4,0 C8-422 
1 N 4973 43 20 30 3,3 1 32,7 105 3,5 glass 
1 N 4974 47 25 25 3,5 1 35,8 96 3,2 verre 

lN 4975 51 27 25 3,6 1 38,8 88 3,0 
1 N 4976 56 35 20 3,8 1 42,6 80 2,8 
1 N 4977 62 42 20 4,2 1 47,1 73 2,5 
1 N 4978 68 44 20 4,4 1 51,7 67 2,2 
1 N 4979 75 45 20 4,7 1 56,0 60 2,0 
1 N 4980 82 65 15 4,9 1 62,2 55 1,8 
1 N 4981 91 75 15 5,1 1 69,2 50 1,6 
1 N 4982 100 90 12 5,5 1 76,0 45 1,4 
1 N 4983 110 125 12 6,0 1 83,6 41 1,2 
1 N 4984 120 170 10 6,2 1 91,2 37,5 1,0 
1 N 4985 130 190 10 6,5 1 98,8 34,5 0,80 
1 N 4986 150 330 8 8,0 1 114,0 30 0,75 
1 N 4987 160 350 8 10 1 121,6 28 0,70 
1 N 4988 180 430 5 12 1 136,8 25 0,60 
1 N 4989 200 480 5 14 1 152,0 22,5 0,50 

Tolerance on nominal VZT value: ± 5%. Tolérance sur la valeur nominole de VZT: :J: 5%. 

• Pulse test tp = 35ms '" Mesure en impulsion tp = 35ms 

•• Measured @ OC test current with 10% AC superimposed '" '" Mesuré en courant continu avec une superposition de 
(50 Hz). 10% du courontalternatif (50 Hz). 

§ Measured between 10% and 50% of IZM max. § Mesuré entre 10% et 50% de 'ZM max. 
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~ (V) 
P 

(W) 

0,4 

". 

0,5 oC 

, 

1 

1,3 

1,3 

1,5 

2 

5 { 

1 

3 

10 { 
20 

50 

~~ lHOMSON-CSF 

zeDer diode selector guide 
guide de sélection diodes zener 

co • ,..., C') co 0 00 
ci coi coi M .0 1ft - coo ,..., - -C"I 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

glass packages/boîtiers verre 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 
, 1 1 1 1 1 1 1 , 

1 1 lN 4370 A ••• lN 746 A ••• lN 957 1 ••• 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 
1 

IZX 46 'C ••• 1 
1 1 

1 1 
1 1 1 1 1 1 

1 IZX 55 'C ••• 1 > 0035 
1 , , 1 1 1 1 

1 IZX 83 C .•• 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

1 lN 5221 B ••• 1 
1 1 1 1 , , 

1 1 1 1 1 
1 

1 1 } lN 4728 A ... lN 4187 1 ... 
1 

1 , 1 1 0041 

1 IZX 85 C: ... 1 
1 1 1 1 

1 , 1 1 

plastic packages/boîtiers plastiques 

1 1 1 

1 1 1 
" PL ••• Z 1 l F 126 1 1 1 

IZY 97 C ••• 1 
1 1 

IZV 47 C ... 
1 , , 
1 1 

lN 5333 a ... CB-417 
, 1 

IZV 48 C ... oo27A 

1 1 

1 1 

metal packages/boîtiers métal 

1 1 1 

Ca.e 

/ 
/' 

/ 
/ 

/ 

/ 
~ 
/ 

1 1 1 

}.OO13/ 1 lN 3821 A ... lN 3016 1 ... 
1 1 1 

1 
IZV 16 C ... 

1 1 
1 1 

~ lN 2970 B ••• 1 } ?/ 1 004 

1 

1 
GZ 6 A ... 1 

1 
1 1 

RZ 6 A ... 1 
1 

} ~ 1 D05 

lN 3305 8 ... 
1 
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Yype. VZy/IZY- rzy/lzy- IZY- rZK 1 

nom max max 

(V) (0) (mA) (0) 

400mW 1 Tamb = sooe Ti max = 
lN 4370 A 2,4 30 20 700 
lN 4371 A 2,7 30 20 700 
lN 4372 A 3,0 29 20 700 
lN 746 A 3,3 28 20 700 
lN 747 A 3,6 24 20 700 
lN 748 A 3,9 23 20 700 
lN 749 A 4,3 22 20 700 
lN 750 A 4,7 19 20 700 
lN 751 A 5, l 17 20 700 
lN 752 A 5,6 11 20 700 
lN 753 A 6,2 7 20 700 
lN 754 A 6,8 5 20 300 
lN 755 A 7,5 6 20 300 
lN 756 A 8,2 8 20 300 
lN 757 A 9,1 10 20 300 
lN 758 A 10 17 20 500 
lN 759 A 12 30 20 500 

I~ lMOMSON-CSF 

zeDer diodes 
diodes zener 

IZK avz IR IVR 

Yamb Yamb 
25°C 150°C 

typ max max 
(mA) (10-4/°C) ("A) 

17soe 

l - 7 100 200 
l - 7 75 150 
l - 7 50 100 
l - 6 10 30 
l - 6 10 30 
l - 5 10 30 
l - 3 2 30 
l - l 2 30 
l l l 20 
l 3 1 20 
1 4 0,1 20 
2 4 0,1 20 
2 5 0,1 20 
2 5 0,1 20 
2 6 0,1 20 
0,5 6 0,1 20 
0,5 7 0,1 20 

VR IZM Ca.e 

(V) (mA) 

VF :E; 1,5 V (Yamb = 25°C, IF = 0,2A) 

l 150 
l 135 
l 125 
l 115 
l 105 
l 95 
l 90 
l 85 
l 75 
l 70 

/ 
0035 

1 64 glass 
l 56 verre 
1 51 (C8-102) 
1 46 
1 42 
1 38 
1 31 

400 mW 1 Tamb = sooe T· max = 17Soe 1 VF :E; 1,5 V (Yamb = 25°C, IF = 0,2A) 

lN 957 8 6,8 4,5 18,5 700 1 5 150 5,2 55 
lN 958 B 7,5 5,5 16,5 700 0,5 5 75 5,7 50 
lN 9598 8,2 6,5 15 700 0,5 6 50 6,2 45 
lN 960 8 9,1 7,5 14 700 0,5 6 25 6,9 41 
lN 961 8 10 8,5 12,5 700 0,25 7 10 7,6 38 
lN 962 8 11 9,5 11,5 700 0,25 7 5 8,4 32 
lN 963 8 12 11,5 10,5 700 0,25 7 5 9,1 31 
lN 964 8 13 13 9,5 700 0,25 7 5 9,9 28 
lN 965 8 15 16 8,5 700 0,25 8 5 11,4 25 
lN 966 8 16 17 7,8 700 0,25 8 5 12,2 24 
lN 9678 18 21 7 750 0,25 8 5 13,7 20 
lN 9688 20 25 6,2 750 0,25 8 5 15,2 18 
lN 969 8 22 29 5,6 750 0,25 8 5 16,7 16 
lN 9708 24 33 5,2 750 0,25 8 5 18,2 15 
lN 971 8 27 41 4,6 750 0,25 9 5 20,6 13 
lN 972 8 30 49 4,2 1000 0,25 9 5 22,8 12 
lN 973 8 33 58 3,8 1000 0,25 9 5 25,1 11 
lN 974 8 36 70 3,4 1000 0,25 9 5 27,4 10 
lN 975 8 39 80 3,2 1000 0,25 9 5 29,7 9,5 

0035 lN 9768 43 93 3 1500 0,25 9 5 32,7 8,8 
glass 

lN 977 B 47 105 2,7 1500 0,25 9 5 35,8 7,9 verre 
lN 978 8 51 125 2,5 1500 0,25 9 5 38,8 7,4 (C8-102) 
lN 979 8 56 150 2,2 2000 0,25 9 5 42,6 6,8 
lN 980 8 62 185 2 2000 0,25 9 5 47,1 6,0 
lN 981 8 68 230 1,8 2000 0,25 9 5 51,7 5,5 
lN 982 8 75 270 1,7 2000 0,25 9 5 56 5,0 
lN 983 8 82 330 1,5 3000 0,25 9 5 62,2 4,6 
lN 984 B 91 400 1,4 3000 0,25 9 5 69,2 4,1 
lN 985 8 100 500 1,3 3000 0,25 9 5 76 3,7 
lN 9868 110 750 1,1 4000 0,25 10 5 83,6 3,3 
IN 9878 120 900 1 4500 0,25 10 5 91,2 3,1 
lN 988 8 130 1100 0,95 5000 0,25 10 5 98,8 2,7 
lN 989 8 150 1500 0,85 6000 0,25 10 5 114 2,4 
lN 990 B 160 1700 0,80 6500 0,25 10 5 121,6 2,2 
lN 991 8 180 2200 0,68 7100 0,25 10 5 136,8 2,0 
lN 992 8 200 2800 0,65 8000 0,25 10 5 152 1,8 

* Measure under thermal equilibrium and OC current test conditions 
(Tamb 25°C). 

* Mesure en courant continu à l'équilibre thermique (Tamb 25°C). 

Tolerance on nominal VZT value: ± 5%. Tolérance sur la valeur nominale de VZT: ± 5%. 

Smaller voltage tolerances are available on request. Des tolérances plus faibles peuvent être obtenues sur demande. 
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Type. YZT / IZT· rZT/lZT· IZT· 

min max max 
(Y) (0) (mA) 

~~ lHOMSON-CSF 

zener diodes 
diodes zener 

rzlC / IZK ayz 

man min max 
(0) (mA) (10-4 / 0 C) 

IR / YR YR IZM IZSM Ca.e 

Tamb 
25°C 
max 

("A) (Y) (mA) (mA) 

500mW 1 Tamb = 25°C Ti max = 17!iOC YF ~ 1,5 Y (Tamb = 25°C, IF = O,2A) 

a BZX 46 C 2V7 2,5 2,9 30 20 700 1 -8 - 6 75 1 135 1600 
a BZX 46 C 3VO 2,8 3,2 29 20 700 1 -8 - 6 50 1 125 1500 
a BZX 46 C 3V3 3,1 3,5 28 20 700 1 -8 - 5 10 1 115 1400 
a BZX 46 C 3V6 3,4 3,8 24 20 700 1 -8 - 4 10 1 105 1330 
a BZX 46 C 3V9 3,7 4,1 23 20 700 1 -7 - 3 10 1 95 1270 
a BZX 46 C 4V3 4,0 4,6 22 20 700 1 -4 - 1 2 1 90 1220 
o BZX 46 C 4V7 4,4 5,0 19 20 700 1 -3 1 2 1 85 1160 
a BZX 46 C 5V1 4,8 5,4 17 20 700 1 -2 5 1 1 75 1100 
a BZX 46 C 5V6 5,2 6,0 11 20 700 1 -1 6 1 2 70 1040 
o BZX 46 C 6V2 5,8 6,6 7 20 700 1 0 7 1 3 64 980 
o BZX 46 C 6V8 6,4 7,2 4,5 18,5 700 1 1 8 5 4,8 58 900 
o BZX 46 C 7V5 7,0 7,9 5,5 16,5 700 0,5 1 9 5 5,3 55 810 
o BZX 46 C 8V2 7,7 8,7 6,5 15 700 0,5 1 9 5 5,8 47 760 
o BZX 46 C 9V1 8,5 9,6 7,5 14 700 0,5 2 10 5 6,4 43 670 
a BZX 46 C 10 9,4 10,6 8,5 12,5 700 0,25 3 11 5 7,0 40 600 
o BZX 46 C 11 10,4 11,6 9,5 11,5 700 0,25 3 11 5 8,4 36 550 
a BZX 46 C 12 11,4 12,7 11,5 10,5 700 0,25 3 11 5 9,1 32 500 
a BZX 46 C 13 12,4 14,1 13 9,5 700 0,25 3 11 5 9,9 29 450 
a BZX 46 C 15 13,8 15,6 16 8,5 700 0,25 3 11 5 11,4 27 380 
a BZX 46 C 16 15,3 17,1 17 7,8 700 0,25 3 11 5 12,2 24 350 
a BZX 46 C 18 16,8 19,1 21 7,0 750 0,25 3 11 5 13,7 21 300 DO 35 
a BZX 46 C 20 18,8 21,2 25 6,2 750 0,25 3 11 5 15,2 20 270 glass 

a BZX 46 C 22 20,8 23,3 29 5,6 750 0,25 3 11 5 16,7 18 250 verre 

a BZX 46 C 24 22,8 25,6 33 5,2 750 0,25 4 12 5 18,2 16 225 
(CB-102) 

a BZX 46 C 27 25,1 28,9 41 4,6 750 0,25 4 12 5 20,6 14 200 
a BZX 46 C 30 28 32 49 4,2 1000 0,25 4 12 5 22,8 13 190 
o BZX 46 C 33 31 35 58 3,8 1000 0,25 4 12 5 25,1 12 175 
a BZX 46 C 36 34 38 70 3,4 1000 0,25 4 12 5 27,4 11 160 
a BZX 46 C 39 37 41 80 3,2 1000 0,25 4 12 5 29,7 10 148 
a BZX 46 C 43 40 46 93 3,0 1500 0,25 4 12 5 32,7 9,2 135 
a BZX 46 C 47 44 50 105 2,7 1500 0,25 4 12 5 35,8 8,5 123 
a BZX 46 C 51 48 54 125 2,5 1500 0,25 4 12 5 38,8 7,8 113 
a BZX 46 C 56 52 60 150 2,2 2000 0,25 4 12 5 42,6 7,0 104 
a BZX 46 C 62 58 66 185 2,0 2000 0,25 4 12 5 47,1 6,4 93 

BZX 46 C 68 64 72 215 1,8 2000 0,25 4 12 5 51,7 5,9 87 
BZX 46 C 75 70 80 250 1,7 2000 0,25 4 12 5 57 5,3 79 
BZX 46 C 82 77 87 330 1,5 3000 0,25 4 12 5 62 4,8 70 
BZX 46 C 91 85 96 400 1,4 3000 0,25 4 12 5 69 4,4 60 
BZX 46 C 100 94 106 500 1,3 3000 0,25 4 12 5 76 4,0 50 
BZX 46 C 110 104 116 750 1,1 4000 0,25 4 12 5 84 3,6 40 

a Deviees under CCQ/CCT a Dispositifs soumis au CCQ/CCT 

• Measure under thermal equilibrium and OC current test 
conditions (Tamb 25°C). 

• Mesure en continu à l'équilibre thermique 
(Tamb 25°C). 

The regulation voltages are defined according to the E24 serieL Les tensions de régulation sont définies selon la série E24. 

For the other tolerances, consult the manufacturer. Nous consulter pour des tolérances différentes. 
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Typ •• VZT/IZT· rZT/IZT· IZT· 

min max max 
(V) (0) (mA) 

~ THOMSON-CSF 

zeDer diodes 
diodes zener 

rZK/IZK avz 

max min max 
(0) (mA) (10·4/·C) 

IR / VR VR IZM IZSM Ca •• 

Tamb Tamb 
25·C 150·C 
max max 

("A) (V) (mA) (mA) 

500 mW 1 Tamb = 25°C Ti max = 175°C VF t;;; 1,5 V (Tamb = 25·C, IF = O,2A) 

SZX 55 C OV8 (1) 0,73 0,83 8 5 600 1 
SZX 55 C 2V4 2,28 2,56 85 5 600 1 ·8 - 6 50 100 1 155 1720 

•• SZX 55 C 2V7 2,5 2,9 85 5 600 1 -8 - 6 10 50 1 135 1600 
•• SZX 55 C 3VO 2,8 3,2 85 5 600 1 -8 - 6 4 40 1 125 1500 
.. SZX 55 C 3V3 3,1 3,5 85 5 600 1 -8 - 5 2 40 1 115 1400 
.. SZX 55 C 3V6 3,4 3,8 85 5 600 1 -8 - 4 2 40 1 105 1330 
•• SZX 55 C 3V9 3,7 4,1 85 5 600 1 -7 - 3 2 40 1 95 1270 
•• SZX 55 C 4V3 4,0 4,6 75 5 600 1 -4 - 1 1 20 1 90 1220 
.. SZX 55 C 4V7 4,4 5,0 60 5 600 1 -3 1 0,5 10 1 85 1160 
•• SZX 55 C 5Vl 4,8 5,4 35 5 550 1 -2 5 0,1 2 1 80 1100 
•• SZX 55 C 5V6 5,2 6,0 25 5 450 1 -1 6 0,1 2 1 70 1040 
•• SZX 55 C 6V2 5,8 6,6 10 5 200 1 0 7 0,1 2 2 64 980 
•• SZX 55 C 6V8 6,4 7,2 8 5 150 1 1 8 0,1 2 3 58 900 
•• SZX 55 C 7V5 7,0 7,9 7 5 50 1 1 9 0,1 2 5 53 810 
.. SZX 55 C 8V2 7,7 8,7 7 5 50 1 1 9 0,1 2 6,2 47 760 
•• SZX 55 C 9Vl 8,5 9,6 10 5 50 1 2 10 0,1 2 6,8 43 670 
•• SZX 55 C 10 9,4 10,6 15 5 70 1 3 11 0,1 2 7,5 40 600 
•• SZX 55 C 11 10,4 11,6 20 5 70 1 3 11 0,1 2 8,2 36 550 
•• SZX 55 C 12 11,4 12,7 20 5 90 1 3 11 0,1 2 9,1 32 500 
•• SZX 55 C 13 12,4 14,1 26 5 110 1 3 11 0,1 2 10 29 450 
•• SZX 55 C 15 13,8 15,6 30 5 110 1 3 11 0,1 2 11 27 380 
.. SZX 55 C 16 15,3 17,1 40 5 170 1 3 11 0,1 2 12 24 350 
•• SZX 55 C 18 16,8 19,1 50 5 170 1 3 11 0,1 2 13 21 300 
•• SZX 55 C 20 18,8 21,2 55 5 220 1 3 11 0,1 2 15 20 270 
•• SZX 55 C 22 20,8 23,3 55 5 220 1 3 11 0,1 2 16 18 250 DO 35 
.. SZX 55 C 24 22,8 25.,6 80 5 220 1 4 12 0,1 2 18 16 225 glass 
•• SZX 55 C 27 25,1 28,9 80 5 220 1 4 12 0,1 2 20 14 200 verre 

•• SZX 55 C 30 28 32 80 5 220 1 4 12 0,1 2 22 13 190 (CB-102) 

•• SZX 55 C 33 31 35 80 5 220 1 4 12 0,1 2 24 12 175 
•• SZX 55 C 36 34 38 80 5 220 1 4 12 0,1 2 27 11 160 
•• SZX 55 C 39 37 41 90 2,5 500 0,5 4 12 0,1 5 30 10 148 
.. SZX 55 C 43 40 46 90 2,5 600 0,5 4 12 0,1 5 33 9,2 135 
•• BZX 55 C 47 44 50 110 2,5 700 0,5 4 12 0,1 5 36 8,5 123 
•• SZX 55 C 51 48 54 125 2,5 700 0,5 4 12 0,1 10 39 7,8 113 
•• SZX 55 C 56 52 60 135 2,5 1000 0,5 4 12 0,1 10 43 7,0 104 
•• SZX 55 C 62 58 66 150 2,5 1000 0,5 4 12 0,1 10 47 6,4 93 
• SZX 55 C 68 64 72 200 2,5 1000 0,5 4 12 0,1 10 51 5,9 87 
• SZX 55 C 75 70 80 250 2,5 1500 0,5 4 12 0, l 10 56 5,3 79 
• SZX 55 C 82 77 87 300 2,5 2000 0,5 4 12 0,1 10 62 4,8 72 
• SZX 55 C 91 85 96 450 1 5000 0,1 4 12 0,1 10 68 4,4 65 

SZX 55 C 100 94 106 450 1 5000 0,1 4 12 0,1 10 75 4,0 59 
SZX 55 C 110 104 116 600 1 5000 0,1 4 12 0,1 10 82 3,6 54 
SZX 55 C 120W 114 127 800 1 5000 0,1 4 12 0,1 30 91 3,3 49 
SZX 55 C 130W 124 141 1000 1 5000 0,1 4 12 0,1 30 100 3,0 45 
SZX 55 C 150W 138 156 1200 1 5000 0,1 4 12 0,1 30 110 2,6 39 
SZX 55 C 160W 153 171 1500 1 5000 0,1 4 12 0,1 30 120 2,5 37 
SZX 55 C 180W 168 191 1800 1 5000 0,1 4 12 0,1 30 130 2,2 33 
SZX 55 C 200W 188 212 2000 1 5000 0,1 4 12 0,1 30 150 2,0 30 

·Pulse test tp t;;; 50 ms 6 < 2% • Mesure en impulsion tp t;;; 50ms 6 < 2% 
The regulation voltages are defined aeeording to the E 24 series. Les tensions de régulation sont définies selon la série E24. 

Smaller voltage toleranees are available on request. Des tolérances plus faibles peuvent être obtenues sur demande. 

• Deviees under CCQICECC • Dispositifs soumis au CCQ/CECC 

• ESA qualified produet • Produit qualifié ESA 

(1) SZX 55 C OV8 is to be used with forward bias. (1) 8ZX 55 C OV8 doit être utilisée avec une polarisation directe. 
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ze!ner diodes 
djodes zener 

Types VZT / IZT· rZT/IZT· Izr· rZK / IZK (XVZ IR / VR VR IZM Case 

Tamb 
25°C 

min max max Inox typ max 

(V) (U) (mA) (U) (mA) (10-4 / o C, (l'A) (V) (mA) 

500 mW 1 Tamb = 25°C Ti max = 175°C VF ~ 1 V (Tamb = 25°C, IF = SOmA) 

SIX 83 ( 2V4 2,28 2,56 90 5 600 1 -7 120 1 155 
SIX 83 ( 2V7 2,5 2,9 90 5 600 1 -7 100 1 135 
SIX 83 ( 3VO 2,8 3,2 90 5 600 1 -7 60 1 125 
SIX 83 ( 3V3 3,1 3,5 90 5 600 1 -6 30 1 115 
BIX 83 ( 3V6 3,4 3,8 90 5 600 1 -6 20 1 105 
BIX 83 ( 3V9 3,7 4,1 90 5 600 1 -5 10 1 95 
BIX 83 ( 4V3 4,0 4,6 80 5 600 1 -3 5 1 90 
BIX 83 ( 4V7 4,4 5,0 80 5 600 1 -1 2 1 85 
BIX 83 ( 5Vl 4,8 5,4 60 5 550 1 1 1 1 75 
SIX 83 ( 5V6 5,2 6,0 40 5 450 1 3 1 1 70 
BIX 83 ( 6V2 5,8 6,6 10 5 200 1 4 1 2 64 
BIX 83 ( 6V8 6,4 7,2 8 5 150 1 5 1 3 58 
BIX 83 ( 7V5 7,0 7,9 7 5 50 1 5 1 3,5 53 

/ BIX 83 ( 8V2 7,7 8,7 7 5 50 1 6 1 4 47 
BIX 83 ( 9Vl 8,5 9,6 10 5 50 1 6 1 5 43 
BIX 83 ( 10 9,4 10,6 15 5 70 1 7 1 6 40 
BIX 83 ( 11 10,4 11,6 20 5 70 1 7 1 8,2 36 

/ 0035 
BIX 83 ( 12 11,4 12,7 20 5 90 1 7 1 9,1 32 
BIX 83 ( 13 12,4 14,1 25 5 110 1 7 1 10 29 
BIX 83 ( 15 13,8 15,6 30 5 110 1 8 l 11 27 glass 

verre 
BIX 83 ( 16 15,3 17,1 40 5 170 1 8 1 12 24 ((B-102) 
BIX 83 ( 18 16,8 19,1 55 5 170 1 8 1 13 21 
BIX 83 ( 20 18,8 21,2 55 5 220 1 8 1 15 20 
BIX 83 ( 22 20,8 23,3 58 5 220 1 8 1 16 18 
BIX 83 ( 24 22,8 25,6 80 5 220 1 8 1 18 16 
BZX 83 ( 27 25,1 28,9 80 5 250 1 9 1 20 14 
BZX 83 ( 30 28 32 90 5 250 1 9 1 22 13 
BIX 83 ( 33 31 35 90 5 250 1 9 1 24 12 
BZX 83 ( 36 34 38 90 5 250 1 9 1 27 11 
BZX 83 ( 39 37 41 100 2,.5 600 0,5 9 1 30 10 
BZX 83 ( 43 40 46 100 2,.5 700 0,5 9 l 33 9,2 
BZX 83 ( 47 44 50 120 2.,5 1000 0,5 9 1 36 8,5 
BZX 83 ( 51 48 54 135 2.,5 1000 0,5 9 1 39 7,8 
BZX 83 ( 56 52 60 150 2.,5 1500 0,5 9 l 43 7,0 
BZX 83 ( 62 58 66 170 2.,5 1500 0,5 9 1 47 6,4 
BZX 83 ( 68 64 72 215 2.,5 :1000 0,5 9 1 51 5,9 
BZX 83 ( 75 70 80 250 2.,5 :1000 0,5 9 1 56 5,3 

* Pulse test tp ~ 50ms 0<2% * Mesure en impulsion tp ~ SOms ô < 2% 

The regulation voltages are defined according to the E 24 serins. Les tensions de régulation sont définies selon la série E 24. 

Smaller voltage tolerances are available on request. Des tolérances plus faibles peuvent être obtenues sur demande. 
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Typ •• VZT/IZT* rZT/IZT- IZT-

nom max 
(V) (0) (mA) 

,., lHOMSON-CSF 

zeDer diodes 
diodes zener 

rZK/IZK avz IR/VR 

Tamb 
25°C 

max max max 
(0) (mA) (10-4/°C) ("A) 

VR IZM Ca •• 

(V) (mA) 

500mW 1 Tamb = 75°C Ti max = 200°C VF ~ 1,1 V (Tamb = 25°C, IF = O,2A) 

lN 5221 B 2,4 30 20 1200 0,25 - 8,5 100 1,0 191 
lN 5222 B 2,5 30 20 1250 0,25 - 8,5 100 1,0 182 
1 N 5223 B 2,7 30 20 1300 0,25 - 8,0 75 1,0 168 
1 N 5224 B 2,8 30 20 1400 0,25 - 8,0 75 1,0 162 
1 N 5225 B 3,0 29 20 1600 0,25 - 7,5 50 1,0 151 
1 N 5226 B 3,3 28 20 1600 0,25 - 7,0 25 1,0 138 
lN 5227 B 3,6 24 20 1700 0,25 - 6,5 15 1,0 126 
1 N 5228 B 3,9 23 20 1900 0,25 - 6,0 10 1,0 115 
1 N 5229 B 4,3 22 20 2000 0,25 ± 5,5 5 1,0 106 
1 N 5230 B 4,7 19 20 1900 0,25 ± 3,0 5 2,0 97 
1 N 5231 B 5,1 17 20 1600 0,25 ± 3,0 5 2,0 89 
1 N 5232 B 5,6 11 20 1600 0,25 + 3,8 5 3,0 81 
1 N 5233 B 6,0 7,0 20 1600 0,25 + 3,8 5 3,5 76 
lN 5234 B 6,2 7,0 20 1000 0,25 + 4,5 5 4,0 73 
1 N 5235 B 6,8 5,0 20 750 0,25 + 5,0 3 5,0 67 
1 N 5236 B 7,5 6,0 20 500 0,25 + 5,8 3 6,0 61 
lN 5237 B 8,2 8,0 20 500 0,25 + 6,2 3 6,5 55 
1 N 5238 B 8,7 8,0 20 600 0,25 + 6,5 3 6,5 52 
lN 5239 B 9,1 10 20 600 0,25 + 6,8 3 7,0 50 
1 N 5240 B 10 17 20 600 0,25 + 7,5 3 8,0 45 
lN 5241 B 11 22 20 600 0,25 + 7,6 2 8,4 41 
1 N 5242 B 12 30 20 600 0,25 + 7,7 1 9,1 38 
1 N 5243 B 13 13 9,5 600 0,25 + 7,9 0,5 9,9 35 
1 N 5244 B 14 15 9,0 600 0,25 + 8,2 0,1 10 32 
1 N 5245 B 15 16 8,5 600 0,25 + 8,2 0, l 11 30 
1 N 5246 B 16 17 7,8 600 0,25 + 8,3 0,1 12 28 
1 N 5247 B 17 19 7,4 600 0,25 + 8,4 0, l 13 27 
lN 5248 B 18 21 7,0 600 0,25 + 8,5 0,1 14 25 
1 N 5249 B 19 23 6,6 600 0,25 + 8,6 0,1 14 24 
1 N 5250 B 20 25 6,2 600 0,25 + 8,6 0, l 15 23 
lN 5251 B 22 29 5,6 600 0,25 + 8,7 0,1 17 21 
1 N 5252 B 24 33 5,2 600 0,25 + 8,8 0,1 18 19,1 
1 N 5253 B 25 35 5,0 600 0,25 + 8,9 0,1 19 18,2 DO 35 
1 N 5254 B 27 41 4,6 600 0,25 + 9,0 0,1 21 16,8 glass 

1 N 5255 B 28 44 4,5 600 0,25 + 9,1 0,1 21 16,2 verre 

lN 5256 B 30 49 4,2 600 0,25 + 9,1 0,1 23 15,1 (CB-l02) 

1 N 5257 B 33 58 3,8 700 0,25 + 9,2 0,1 25 13,8 
1 N 5258 B 36 70 3,4 700 0,25 + 9,3 0,1 27 12,6 
1 N 5259 B 39 80 3,2 800 0,25 + 9,4 0,1 30 11,5 
lN 5260 B 43 93 3,0 900 0,25 + 9,5 0,1 33 10,6 
1 N 5261 B 47 105 2,7 1000 0,25 + 9,5 0,1 36 9,7 
1 N 5262 B 51 125 2,5 1100 0,25 + 9,6 0,1 39 8,9 
1 N 5263 B 56 150 2,2 1300 0,25 + 9,6 0,1 43 8,1 
1 N 5264 B 60 170 2,1 1400 0,25 + 9,7 0,1 46 7,6 
1 N 5265 B 62 185 2,0 1400 0,25 + 9,7 0,1 47 7,3 
1 N 5266 B 68 230 1,8 1600 0,25 + 9,7 0,1 52 6,7 
lN5267B 75 270 1,7 1700 0,25 + 9,8 0,1 56 6,1 
1 N 5268 B 82 330 1,5 2000 0,25 + 9,8 0,1 62 5,5 
lN 5269 B 87 370 1,4 2200 0,25 + 9,9 0,1 68 5,2 
1 N 5270 B 91 400 1,4 2300 0,25 + 9,9 0,1 69 5,0 
1 N 5271 B 100 500 1,3 2600 0,25 + 11,0 0,1 76 4,5 
lN 5272 B 110 750 1,1 3000 0,25 + 11,0 0,1 84 4,1 
1 N 5273 B 120 900 1,0 4000 0,25 + 11,0 0,1 91 3,8 
1 N 5274 B 130 1100 0,95 4500 0,25 + 11,0 0,1 99 3,5 
1N5275B 140 1300 0,90 4500 0,25 + 11,0 0,1 106 3,2 
lN 5276 B 150 1500 0,85 5000 0,25 + 11,0 0,1 114 3,0 
lN 5277 B 160 1700 0,80 5500 0,25 + 11,0 0,1 122 2,8 
lN 5278 B 170 1900 0,74 5500 0,25 + 11,0 0,1 129 2,7 
lN 5279 B 180 2200 0,68 6000 0,25 + 11,0 0,1 137 2,5 
1 N 5280 B 190 2400 0,66 6500 0,25 +11,0 0,1 144 2,4 
lN5281B 200 2500 0,65 7000 0,25 + 11,0 0,1 152 2,3 

* Measure under thermal equilibrium and DC current test * Mesure en courant continu à l'équilibre thermique 
conditions (T amb 25°C). (Tamb 25°C). 

Tolerance on nominal VZT value: ± 5%. Tolérance surfa valeur nominale de VZT: ± 5%. 

Smaller voltage tolerances are available on request. Des tolérances plus faibles peuvent être obtenues sur demande. 
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~~ THOMSON-CSF 

zener diodes 
diodes zener 

Types VZT/IZT- rZT/lZT- IZT- rZK/lZK 

nom max max 

(V) (0) (mA) {O) (mA) 

1 W 1 Tamb = sooe Ti max = 200 0 e 

1 N 4728 A 
1 N 4729 A 
1 N 4730 A 
lN 4731 A 
lN4732A 
lN 4733 A 
lN 4734 A 
1 N 4735 A 
1 N 4736 A 
1 N 4737 A 
lN 4738 A 
1 N 4739 A 
lN 4740 A 
lN 4741 A 
lN 4742 A 
lN 4743 A 
lN 4744 A 
lN 4745 A 
lN 4746 A 
lN 4747 A 
lN 4748 A 
1 N 4749 A 
1 N 4750 A 
lN4751A 
lN 4752 A 
1 N 4753 A 
lN 4754 A 
1 N 4755 A 
lN4756A 
1 N 4757 A 
lN 4758 A 
1N4759A 
lN 4760 A 
lN 4761 A 
lN 4762 A 
1 N 4763 A 
lN 4764 A 
1 N 4187 B 
1 N 4188 B 
1 N 4189 B 
1 N 4190 B 
lN 4191 B 
lN 4192 B 
lN 4193 B 

3,3 
3,6 
3,9 
4,3 
4,7 
5,1 
5,6 
6,2 
6,8 
7,5 
8,2 
9,1 

10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
43 
47 
51 
56 
62 
68 
75 
82 
91 

100 
110 
120· 
130 
150 
160 
180 
200 

10 
10 

9 
9 
8 
7 
5 
2 
3,5 
4 
4,5 
5 
7 
8 
9 

10 
14 
16 
20 
22 
23 
25 
35 
40 
45 
50 
60 
70 
80 
95 

110 
125 
150 
175 
200 
250 
350 
450 
550 
700 

1000 
1100 
1200 
1500 

76 
69 
64 
58 
53 
49 
45 
41 
37 
34 
31 
28 
25 
23 
21 
19 
17 
15,5 
14 
12,5 
11,5 
10,5 

9,5 
8,5 
7,5 
7,0 
6,5 
6,0 
5,5 
5,0 
4,5 
4,0 
3,7 
3,3 
3,0 
2,8 
2,5 
2,3 
2,0 
1,9 
1,7 
1,6 
1,4 
1,2 

400 1 
400 1 
400 1 
400 1 
500 1 
550 1 
600 1 
700 1 
700 1 
700 0,5 
700 0,5 
700 0,5 
700 0,25 
700 0,25 
700 0,25 
700 0,25 
700 0,25 
700 0,25 
750 0,25 
750 0,25 
750 0,25 
750 0,25 
750 0,25 

1000 0,25 
1000 0,25 
1000 0,25 
1000 0,25 
1500 0,25 
1500 0,25 
1500 0,25 
2000 0,25 
2000 0,25 
2000 0,25 
2000 0,25 
3000 0,25 
3000 0,25 
3000 0,25 
4000 0,25 
4.500 0,25 
5000 0,25 
6000 0,25 
6500 0,25 
7000 0,25 
8000 0,25 

* Measure under thermal equilibrium and DC current test 
conditions (T amb 25°C). 

Tolerance on nominal VZT value: ± 5%. 

Smaller voltage tolerances are available on request. 

avz IR/VR VR IZM Case 

Tamb 
25°C 

typ max 

(10-4 /°C) (~A) (V) (mA) 

93 

VF ~ 1,2 V (Tamb = 25°C, IF = O,2A) 

- 6 
- 6 
- 5 
- 3 
- 1 

100 
100 

50 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

1,0 276 
1,0 252 
1,0 234 
1,0 217 
1,0 193 
1,0 178 
2,0 162 
3,0 146 
4,0 133 
5,0 121 

6,0 11 ° 
7,0 100 
7,6 91 
8,4 83 
9,1 76 
9,9 69 

1 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

11,4 61 
12,2 57 
13,7 50 
15,2 45 
16,7 41 
18,2 38 
20,6 34 
22,8 30 
25,1 27 
27,4 25 
29,7 23 
32,7 22 
35,8 19 
38,8 18 
42,6 16 
47,1 14 
51,7 13 
56 12 
62,2 11 
69,2 10 

/ 
glass 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

76 9 
83,6 8,6 
91,2 7,8 
98,8 7 

114 6,4 
121,6 5,8 
136,8 5,2 
152 4,7 

* Mesure en '-ourant continu à l'équilibre thermique 
(Tamb 25°C). 

Tolérance sur la valeur nominale de VZT: :J: 5%. 

verre 
(CB-l0l) 

Des tolérances plus faibles peuvent être obtenues sur demande. 



Types VZT/IZT- rZT/lZT-

min nom max max 

(V) (n) 

lW 1 Tamb = sooe Ti max = 

1 N 3821 A 3,1 3,3 3,5 10 
1 N 3822 A 3,4 3,6 3,8 10 
1 N 3823 A 3,7 3,9 4,1 9 
1 N 3824 A 4,0 4,3 4,6 9 
lN 3825 A 4,4 4,7 5,0 8 
1 N 3826 A 4,8 5,1 5,4 7 
lN 3827 A 5,2 5,6 6,0 5 
1N3828A 5,8 6,2 6,6 2 
1N3016B 6,4 6,8 7,2 3,5 
1N3017B 7,0 7,5 7,9 4 
1 N 3018 B 7,7 8,2 8,7 4,5 
lN 3019 B 8,5 9,1 9,6 5 
1 N 3020 B 9,4 10 10,6 7 
1 N 3021 B 10,4 11 11,6 8 
1 N 3022 B 11,4 12 12,7 9 
1 N 3023 B 12,4 13 14,1 10 
1 N 3024 B 13,8 15 15,6 14 
1 N 3025 B 15,3 16 17,1 16 
1 N 3026 B 16,8 18 19,1 20 
1 N 3027 B 18,8 20 21,2 22 
1 N 3028 B 20,8 22 23,3 23 
1 N 3029 B 22,8 24 25,6 25 
1 N 3030 B 25,1 27 28,9 35 
1 N 3031 B 28 30 32 40 
1 N 3032 B 31 33 35 45 
1 N 3033 B 34 36 38 50 
1 N 3034 B 37 39 41 60 
1 N 3035 B 40 43 46 70 
1 N 3036 B 44 47 50 80 
1 N 3037 B 48 51 54 95 
1 N 3038 B 52 56 60 110 
1 N 3039 B 58 62 66 125 
1 N 3040 B 64 68 72 150 
1 N 3041 B 70 75 79 175 
1 N 3042 B 77 82 87 200 
lN 3043 B 85 91 96 250 
1 N 3044 B 94 100 106 350 
1 N 3045 B 104 110 116 450 
1 N 3046 B 114 120 127 550 
1 N 3047 B 124 130 141 700 
1 N 3048 B 138 150 156 1000 
1 N 3049 B 153 160 171 1100 
1 N 3050 B 168 180 191 1200 
1 N 3051 B 188 200 212 1500 

IZT-

f.' lHOMSON-CSF 

zeDer diodes 
diodes zener 

rZK/IZK (XVZ 

max typ 

(mA) (n) (mA) (10-4/oC) 

17soe 

76 400 1,0 - 6 
69 400 1,0 - 5,5 
64 400 1,0 - 5 
58 400 1,0 - 4 
53 500 1,0 - 2 
49 550 1,0 1 
45 600 1,0 2,5 
41 700 1,0 3,2 
37 700 1,0 4 
34 700 0,5 4,5 
31 700 0,5 4,8 
28 700 0,5 5,1 
25 700 0,25 5,5 
23 700 0,25 6 
21 700 0,25 6,5 
19 700 0,25 6,5 
17 700 0,25 7 
15,5 700 0,25 7 
14 750 0,25 7,5 
12,5 750 0,25 7,5 
11,5 750 0,25 8 
10,5 750 0,25 8 

9,5 750 0,25 8,5 
8,5 1000 0,25 8,5 
7,5 1000 0,25 8,5 
7 1000 0,25 8,5 
6,5 1000 0,25 9 
6 1500 0,25 9 
5,5 1500 0,25 9 
5 1500 0,25 9 
4,5 2000 0,25 9 
4 2000 0,25 9 
3,7 2000 0,25 9 
3,3 2000 0,25 9 
3 3000 0,25 9 
2,8 3000 0,25 9 
2,5 3000 0,25 9 
2,3 4000 0,25 9,5 
2 4500 0,25 9,5 
1,9 5000 0,25 9,5 
1,7 6000 0,25 9,5 
1,6 6500 0,25 9,5 
1,4 7000 0,25 9,5 
1,2 8000 0,25 10 

IR/VR VR IZM Case 

Tamb 
25°C 
max 

(/LA) (V) (mA) 

VF ~ 1,5 V (Tamb = 25°C, IF = O,2A) 

100 1,0 285 
100 1,0 260 
50 1,0 240 
10 1,0 215 
10 1,0 200 
10 1,0 185 
10 2,0 165 
10 3,0 150 

150 5,2 140 
100 5,7 130 
50 6,2 110 
25 6,9 100 
25 7,6 94 

5 8,4 86 
5 9,1 79 
5 9,9 71 
5 11,4 64 
5 12,2 59 
5 13,7 52 
5 15,2 47 
5 16,7 43 
5 18,2 39 , 

5 20,6 35 DO 13 

5 22,8 31 metal 

5 25,1 29 
(CB-37) 

5 27,4 26 
5 29,7 24 
5 32,7 22 
5 35,8 20 
5 38,8 19 
5 42,6 17 
5 47,1 15 
5 51,7 14 
5 56 13 
5 62,2 12 
5 69,2 10 
5 76 9,4 
5 83,6 8,6 
5 91,2 7,8 
5 98,8 7,0 
5 114 6,4 
5 121,6 5,8 
5 136,8 5,2 
5 152 4,7 

* Measure under thermal equilibrium and OC current * Mesure en continu à l'équilibre thermique 
test conditions (Tamb 250C). (Tamb 25°C). 

SERIE ZF (1 W - DO 13 - 5,6 V-- 180V + 10 % on request 
- sur demande 

) 
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Typ •• YZT/lZT- rZT/IZT- IZT-

min max max 

(Y) (0) (mA) 

oooBZX 85 C 2V7 2,5 2,9 20 80 
OooBZX 85 C 3VO 2,8 3,2 20 80 
oooBZX 85 C 3V3 3,1 3,5 20 80 
oooBZX 85 C 3V6 3,4 3,8 20 70 
oooBZX 85 C 3V9 3,7 4,1 15 60 
oooBZX 85 C 4V3 4,0 4,6 13 50 
OooBZX 85 C 4V7 4,4 5,0 13 45 
OooBZX 85 C 5V1 4,8 5,4 10 45 
oooBZX 85 C 5V6 5,2 6,0 7 45 
oooBZX 85 C 6V2 5,8 6,6 4 35 
oooBZX 85 C 6V8 6,4 7,2 3,5 35 
oooBZX 85 C 7V5 7,0 7,9 3 35 
oooBZX 85 C 8V2 7,7 8,7 5 25 
oooBZX 85 C 9V1 8,5 9,6 5 25 
oooBZX 85 C 10 9,4 10,6 7 25 
oooBZX 85 C 11 10,4 11,6 8 20 
oooBZX 85 C 12 11,4 12,7 9 20 
oooBZX 85 C 13 12,4 14,1 10 20 
OooBZX 85 C 15 1~,8 15,6 15 15 
oooBZX 85 C 16 15,3 17,1 15 15 
oooBZX 85 C 18 16,8 19,1 20 15 
oooBZX 85 C 20 18,8 21,2 24 10 
oooBZX 85 C 22 20,8 23,3 25 10 
oooBZX 85 C 24 22,8 25,6 25 10 
oooBZX 85 C 27 25,1 28,9 30 8 
OooBZX 85 C 30 28 32 30 8 
oooBZX 85 C 33 31 35 35 8 
oooBZX 85 C 36 34 38 40 8 
oooBZX 85 C 39 37 41 50 6 
oooBZX 85 C 43 40 46 50 6 
oooBZX 85 C 47 44 50 90 4 
OooBZX 85 C 51 48 54 115 4 
oooBZX 85 C 56 52 60 120 4 
oooBZX 85 C 62 58 66 125 4 
0 BZX 85 C 68 64 72 130 4 
0 BZX 85 C 75 70 80 135 4 
0 BZX 85 C 82 77 87 200 2,7 
0 BZX 85 C 91 85 96 250 2,7 

BZX 85 C 100 94 106 350 2,7 
BZX 85 C 110 104 116 450 2,7 
BZX 85 C 120W 114 127 550 2 
BZX 85 C 130W 124 141 700 2 
BZX 85 C 150W 138 156 1000 2 
BZX 85 C 160W 153 171 1100 1,5 
BZX 85 C 180W 168 191 1200 1,5 
BZX 85 C 200W 180 212 1500 1,5 

... Pulse test tp ~ 50 ms {, < 2% 

~\ THOMSON-CSF 

zener diodes 
d:iodes zener 

r2:K/IZK a.yz 

maK min max 

(0) (mA) (10-4/ o C) 

400 1 -8 - 5 
400 1 -8 - 5 
400 1 -8 - 5 
500 1 -8 - 5 
500 1 -7 - 2 
500 1 -5 1 
50) 1 -3 4 
50) 1 -1 4 
40) 1 0 4,5 
30) 1 1 5,5 
30) 1 1,5 6 
20') 0,5 2 6,5 
20i) 0,5 3 7 
200 0,5 3,5 7,5 
200 0,5 4 8 
301) 0,5 4,5 8 
350 0,5 4,5 8,5 
400 0,5 5 8,5 
500 0,5 5,5 9 
500 0,5 5,5 9 
500 0,5 6 9 
600 0,5 6 9 
600 0,5 6 9,5 
600 0,5 6 9,5 
750 0,25 6 9,5 

1000 0,25 6 9,5 
1000 0,25 6 9,5 
1000 0,25 6 9,5 
1000 0,25 6 9,5 
1000 0,25 6 9,5 
1500 0,25 6 9,5 
1500 0,25 6 9,5 
2000 0,25 6 9,5 
2000 0,25 6 9,5 
2000 0,25 6 9,5 
2000 0,25 6 9,5 
3000 0,25 7 12 
3000 0,25 7 12 
3000 0,25 7 12 
4000 0,25 7 12 
4500 0,25 7 12 
5000 0,25 7 12 
6000 0,25 7 12 
650(1 0,25 7 12 
700(1 0,25 7 12 
800e 0,25 7 12 

IR / YR 

Tamb Tamb. 
25°C 150°C 

max max 

(J4A) 

150 300 
100 300 
40 200 
20 50 
10 20 

3 10 
3 10 
1 10 
1 10 
1 10 
1 10 
1 10 
1 10 
1 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 
0,5 30 
0,5 30 
0,5 30 
0,5 30 
0,5 30 
0,5 30 

... Mesure en impulsion 

YR IZM IZSM Case 

(Y) (mA) (mA) 

YF ~ 1 Y (Tamb = 25°C, IF = 0,2 A) 

1 370 3200 
1 340 3000 
1 320 2800 
1 290 2660 
1 280 2540 
1 250 2440 
1 215 2320 
1,5 200 2200 
2 190 2080 
3 170 1960 
4 155 1800 
4,5 140 1620 
6,2 130 1520 
6,8 120 1340 
7,5 105 1200 
8,2 97 1100 
9,1 88 1000 

10 79 900 
11 71 760 
12 66 700 
13 62 600 
15 56 540 
16 52 500 
18 47 490 0041 
20 41 400 glass 
22 36 380 verre 
24 33 350 (C8-101) 
27 30 320 
30 28 296 
33 26 270 
36 23 246 
39 21 226 
43 19 208 
47 16 186 
51 15 171 
56 14 161 
62 12 141 
68 10 127 
75 9,4 116 
82 8,6 105 
91 7,8 96 

100 7,0 89 
110 6,4 77 
120 5,8 72 
130 5,2 64 
150 4,7 58 

tp ~ 50 ms {, < 2% 

The regulation voltages are defined aeeording to the E 24 series. Les tensions de régulation sont définies selon la série E 24. 

Smaller voltage toleranees are available on request. Des tolérances plus faibles peuvent être obtenues sur demande. 

° Deviees under CCQ/CECC ° Dispositifs soumis au CCQ/CECC 

o Deviees under CCQICCT o Dispositifs soumis au CCQ/CCT 

o CN ES qualified product o Produit qualifié CNES 
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Typ •• YZTO/IZT rZT/IZT 

min max max 
(Y) (n) 

1,3 W 1 Tamb = 50°C Ti max = 
Pl 3V3 Z 3,1 3,5 10 
Pl 3V6 Z 3,4 3,8 10 
Pl 3V9 Z 3,7 4,1 . 10 
PL 4V3 Z 4,0 4,6 7 
PL 4V7 Z 4,4 5,0 7 
Pl 5Vl Z 4,8 5,4 5 
Pl 5V6 Z 5,2 6,0 2 
Pl 6V2 Z 5,8 6,6 2 
Pl 6V8 Z 6,4 7,2 2 
Pl 7V5 Z 7,0 7,9 2 
PL 8V2 Z 7,7 8,7 2 
Pl 9Vl Z 8,5 9,6 4 
PL 10 Z 9,4 10,6 4 
Pl 11 Z 10,4 11,6 7 
Pl 12 Z 11,4 12,7 7 
Pl13 Z 12,4 14,1 10 
Pl 15 Z 13,8 15,6 10 
Pl 16 Z 15,3 17,1 15 
Pl 18 Z 16,8 19,1 15 
PL 20 Z 18,8 21,2 15 
Pl22 Z 20,8 23,3 15 
Pl24 Z 22,8 25,6 15 
Pl 27 Z 25,1 28,9 15 
Pl30 Z 28 32 15 
Pl33 Z 31 35 15 
PL 36 Z 34 38 40 
Pl39 Z 37 41 40 
PL 43 Z 40 46 45 
Pl 47 Z 44 50 45 
Pl 51 Z 48 54 60 
Pl 56 Z 52 60 60 
PL 62 Z 58 66 80 
PL 68 Z 64 72 80 
PL 75 Z 70 79 100 
PL 82 Z 77 87 100 
Pl91 Z 85 96 200 
Pl 100 Z 94 106 200 
Pl 110 Z 104 116 250 
Pl 120 Z 114 127 250 
PL 130 Z 124 141 300 
PL 150 Z 138 156 300 
Pl 160 Z 153 171 350 
Pl 180 Z 168 191 350 
Pl 200 Z 188 212 350 

• For other tolerances, consult the manufacturer. 

~ lHOMSON-CSF 

zener diodes 
diodes zener 

IZT a.YZ II/YI 
Tamb25·C 

typ max 
(mA) (lO-oC/·C) ("A) 

YI 

(Y) 

150°C Ps (10 m.) = 30 W 

100 - 6 
100 - 5,5 
100 - 5 
100 - 4 
100 - 2 
100 1 
100 2,5 
100 3,2 
100 4 
100 4,5 1 2 
100 4,8 1 3,5 
50 5,1 1 3,5 
50 5,5 1 5 
50 6 1 5 
50 6,5 1 7 
50 6,5 1 7 
50 7 1 10 
25 7 1 10 
25 7,5 1 10 
25 7,5 1 10 
25 8 1 12 
25 8 1 12 
25 8,5 1 14 
25 8,5 1 14 
25 8,5 1 17 
10 8,5 1 17 
10 9 1 20 
10 9 1 20 
10 9 1 24 
10 9 1 24 
10 9 1 28 
10 9 1 28 
10 9 1 34 
10 9 1 34 
10 9 1 41 
5 9 1 41 
5 9 1 50 
5 9,5 1 50 
5 9,5 1 60 
5 9,5 1 60 
5 9,5 1 75 
5 9,5 1 75 
5 9,5 1 90 
5 10 1 90 

IZM Ca •• 

(mA) 

YF =E;;; 1,5 Y (Tamb = 25·C, IF=0,2A) 

320 
290 
280 
250 
215 
200 
190 
170 
155 
140 
130 
120 
105 
97 
88 
79 
71 
66 
62 
56 
52 
47 
41 F 126 

plastic 
36 plastique 
33 (CB-210) 
30 
28 
26 
23 
21 
19 
16 
15 
14 
12 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
7 
6 
5 

.. Pour d'autres tolérances, nous consulter. 

. 
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Types VZT/lZT- rZT/IZT- 1 

min max max 

(V) (0) ( 

~. THOMSON-CSF 

_ •. ner diodes 
d:Lodes zener 

~ 
~ 

avz 
min max 

(10-4/ o C) 

IR/VR VR IZM Case 

max 

(~A) (V) (mA) 

1 ,5 W 1 T am b = 50 0 C Ti m a x = 1 50 0 1: Ps (10 ms) = 40 W VF ~ 1,2 V (Tamb = 25°C, IF=O,~A) 

BZY 97 C 3V3 3,1 3,5 10 100 -10 2 200 
BZY 97 C 3V6 3,4 3,8 10 100 - 8 2 220 
BZY 97 C 3V9 3,7 4,1 7 100 - 7 2 240 
BZY 97 C 4V3 4,0 4,6 7 100 - 7 3 255 
BZY 97 C 4V7 4,4 5,0 7 100 - 7 4 255 
BZY 97 C 5Vl 4,8 5,4 5 100 - 6 5 240 
BZY 97 C 5V6 5,2 6,0 2 100 - 3 5 1 1 208 
BZY 97 C 6V2 5,8 6,6 2 100 - l 6 1 1 200 
BZY 97 C 6V8 6,4 7,2 2 100 0 7 1 1 182 
BZY 97 C 7V5 7,0 7,9 2 100 0 7 0,5 2 168 
BZY 97 C 8V2 7,7 8,7 2 100 3 8 0,5 3,5 150 
BZY 97 C 9V1 8,5 9,6 4 50 3 8 0,5 3,5 134 
BZY 97 C 10 9,4 10,6 4 50 5 9 0,5 5 122 
BZY 97 C 11 10,4 11,6 7 50 5 10 0,5 5 108 
BZY 97 C 12 11,4 12,7 7 50 5 10 0,5 7 100 
BZY97C13 12,4 14,1 10 50 5 10 0,5 7 88 
BZY 97 C 15 13,8 15,6 10 50 5 10 0,5 10 80 
BZY 97 C 16 15,3 17,1 15 25 6 11 0,5 10 72 
BZY 97 C 18 16,8 19,1 15 25 6 11 0,5 10 66 
BZY 97 C 20 18,8 21,2 15 25 6 11 0,5 10 58 
BZY 97 C 22 20,8 23,3 15 25 6 11 0,5 12 54 
BZY 97 C 24 22,8 25,6 15 25 6 11 0,5 12 50 
BZY 97 C 27 25,1 28,9 15 25 6 11 0,5 14 44 F 126 
BZY 97 C 30 28 32 15 25 6 11 0,5 14 40 plastic 
BZY 97 C 33 31 35 15 25 6 11 0,5 17 37 plastique 
BZY 97 C 36 34 38 40 10 6 11 0,5 17 33 (CB-210) 
BZY 97 C 39 37 41 40 10 6 11 0,5 20 31 
BZY 97 C 43 40 46 45 10 7 12 0,5 20 27 
BZY 97 C 47 44 50 45 10 7 12 0,5 24 25 
BZY 97 C 51 48 54 60 10 7 12 0,5 24 23 
BZY 97 C 56 52 60 60 10 7 12 0,5 28 21 
BZY 97 C 62 58 66 80 10 7 12 0,5 28 19 
BZY 97 C 68 64 72 80 10 7 12 0,5 34 17 
BZY 97 C 75 70 79 100 10 7 12 0,5 34 16 
BZY 97 C 82 77 87 100 10 7 12 0,5 41 14 
BZY 97 C 91 85 96 200 5 8 13 0,5 41 13 
BZY 97 C 100 94 106 200 5 8 13 0,5 50 12 
BZY 97 C 110 104 116 250. 5 8 13 0,5 50 11 
BZY 97 C 120 114 127 250 5 8 13 0,5 60 10 
BZY 97 C 130 124 141 300 5 8 13 0,5 60 9 
BZY 97 C 150 138 156 300 5 8 13 0,5 75 8,1 
BZY 97 C 160 153 171 350 5 8 13 0,5 75 7,4 
BZY 97 C 180 168 191 350 5 8 13 0,5 90 6,6 
BZY 97 C 200 188 212 350 5 8 13 0,5 90 6 

- Pulse test tp ~ 50ms 0<2% * Mesure en impulsion tp ~ 50ms 0<2% 

The regulation voltages are defined according to the E 24 serie~i. Les tensions de régulation sont définies selon la série E 24. 

Smaller voltage tolerances are available on request. Des tolérances plus faibles peuvent être obtenues sur demande. 

97 



Types VZT/IZT* rZT/IZT* 
min max max 

(V) (n) 

'.' lHOMSON-CSF 

zeDer diodes 
diodes zener 

IZT* avz IR/VR 
typ max 

(mA) (10-4 / 0 C) (/LA) 

VR IZM Case 

(V) (mA) 

2W 1 Tamb = 70°C Ti max = 175°C Ps (10""s) = 60W VF ~1,2 V (Tamb = 25°C, IF=O,SA) 

BZV 47 ( 3V3 3,1 3,5 10 100 -6,0 570 
BZV 47 ( 3V6 3,4 3,8 10 100 -5,5 525 
BZV 47 ( 3V9 3,7 4,1 7 100 -5,0 485 
BZV 47 ( 4V3 4,0 4,6 7 100 -4,0 435 
BZV 47 ( 4V7 4,4 5,0 7 100 -2,0 400 
BZV 47 ( 5V1 4,8 5,4 5 100 1,0 370 
BZV 47 ( 5V6 5,2 6,0 2 100 2,5 5 1 330 
BZV 47 ( 6V2 5,8 6,6 2 100 3,2 5 1 300 
BZV 47 ( 6V8 6,4 7,2 2 100 4,0 5 1 275 
BZV 47 ( 7V5 7,0 7,9 2 100 4,5 5 2 250 
BZV 47 ( 8V2 7,7 8,7 2 100 4,8 5 3,5 230 
BZV 47 ( 9V1 8,5 9,6 4 50 5,1 5 3,5 205 
BZV 47 ( 10 9,4 10,6 4 50 5,5 5 7,6 185 
BZV 47 ( 11 10,4 11,6 7 50 6,0 1 8,3 170 
BZV 47 ( 12 11,4 12,7 7 50 6,5 1 9,1 155 
BZV47( 13 12,4 14,1 10 50 6,5 1 9,9 140 
BZV 47 ( 15 13,8 15,6 10 50 7,0 1 11,4 130 
BZV 47 ( 16 15,3 17,1 15 25 7,0 0,5 12,2 115 
BZV 47 ( 18 16,8 19,1 15 25 7,5 0,5 13,7 105 
BZV 47 ( 20 18,8 21,2 15 25 7,5 0,5 15,2 94 
BZV 47 ( 22 20,8 23,3 15 25 8,0 0,5 16,7 86 
BZV 47 ( 24 22,8 25,6 15 25 8,0 0,5 18,2 78 
BZV 47 ( 27 25,1 28,9 15 25 8,5 0,5 20,5 69 F 126 
BZV 47 ( 30 28 32 15 25 8,5 0,5 22,8 62 plastic 
BZV 47 (33 31 35 15 25 8,5 0,5 25 57 plastique 
BZV 47 ( 36 34 38 40 10 8,5 0,5 27,4 52 ((B-210) 
BZV 47 ( 39 37 41 40 10 9,0 0,5 29,6 48 
BZV 47 ( 43 40 46 45 10 9,0 0,5 32,7 43 
BZV 47 ( 47 44 50 45 10 9,0 0,5 35,7 40 
BZV 47 ( 51 48 54 60 10 9,0 0,5 38,8 37 
BZV 47 ( 56 52 60 60 10 9,0 0,5 42,S 33 
BZV 47 ( 62 58 66 80 10 9,0 0,5 47,1 30 
BZV 47 ( 68 64 72 80 10 9,0 0,5 51,7 27 
BZV 47 ( 75 70 79 100 10 9,0 0,5 57 25 
BZV 47 ( 82 77 87 100 10 9,0 0,5 62,4 23 
BZV 47 ( 91 85 96 200 5 9,0 0,5 69,2 20 
BZV 47 ( 100 94 106 200 5 9,0 0,5 76 18 
BZV 47 ( 110 104 116 250 5 9,5 0,5 83,S 17 
BZV 47 ( 120 114 127 250 5 9,5 0,5 91,2 15 
BZV 47 (130 124 141 300 5 9,5 0,5 98,2 14 
BZV 47 ( 150 138 156 300 5 9,5 0,5 114 12,8 
BZV 47 ( 160 153 171 350 5 9,5 0,5 122 11,7 
BZV 47 ( 180 168 191 350 5 9,5 0,5 137 10,5 
BZV 47 ( 200 188 212 350 5 9,5 0,5 152 9,4 

* Pulse test tp ~ 50ms ô < 2% * Mesure en impulsion tp ~ 50ms ô < 2% 

The regulation voltages are defined according ta the E 24 series. Les tensions de régulation sont définies selon la série E 24. 

Sm aller voltage tolerances are available on request. Des tolérances plus faibles peuvent être obtenues sur demande. 
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Types VZT/IZT* rZT/lzy-

min nom max max 

(V) (0) 

BZV 16 (3V3 3,1 3,3 3,S 10 
BZV 16 (3V6 3,4 3,6 3,8 10 
BZV 16 (3V9 3,7 3,9 4,1 9 
BZV 16 (4V3 4,0 4,3 4,6 9 
BZV 16 (4V7 4,4 4,7 S,O 8 
BZV 16 (5V1 4,8 5,1 S,4 7 
BZV 16 (5V6 5,2 S,6 6,0 5 
BZV 16 (6V2 5,8 6,2 6,6 2 
BZV 16 (6V8 6,4 6,8 7,2 3,5 
BZV 16 (7V5 7,0 7,5 7,9 4 
BZV 16 (8V2 7,7 8,2 8,7 4,5 
BZV 16 (9V1 8,5 9,1 9,6 5 
BZV 16 ( 10 9,4 10 10,6 7 
BZV 16 ( 11 10,4 11 11,6 8 
BZV 16 ( 12 11,4 12 12,7 9 
BZV 16 ( 13 12,4 13 14,1 10 
BZV 16 ( 15 13,8 15 15,6 14 
BZV 16 ( 16 15,3 16 17,1 16 
BZV 16 ( 18 16,8 18 19,1 20 
BZV 16 (20 18,8 20 21,2 22 
BZV 16 (22 20,8 22 23,3 23 
BZV 16 (24 22,8 24 25,6 25 
BZV 16 (27 25,1 27 28,9 35 
BZV 16 (30 28 30 32 40 
BZV16(33 31 33 35 45 
BZV 16 (36 34 36 38 50 
BZV 16 (39 37 39 41 60 
BZV 16 (43 40 43 46 70 
BZV 16 (47 44 47 50 80 
BZV 16 (51 48 Sl 54 95 
BZV 16 (56 52 56 60 110 
BZV16(62 58 62 66 125 
BZV 16 (68 64 68 72 150 
BZV 16 (75 70 75 79 175 
BZV 16(82 77 82 87 200 
BZV 16 (91 85 91 96 250 
BZV 16 ( 100 94 100 106 350 
BZV 16 ( 110 104 110 116 450 
BZV 16 ( 120 114 120 127 550 
BZV 16 ( 130 124 130 141 700 
BZV 16 ( 150 138 150 156 1000 
BZV 16 ( 160 153 160 171 1100 
BZV 16 ( 180 168 180 191 1200 
BZV 16 (200 188 200 212 1500 

'" Pulse test t p ~ 50 ms <> < 2% 

~ THOMSON-CSF 

zeDer diodes 
diodes zener 

IZT* rZK/IZK avz 

max typ 

(mA) (0) (mA) (10·4/0C) 

Ps (10 ms) = 80 W 

lS0 400 1 - 6 
140 400 1 - S,S 
123 400 1 - S 
116 400 1 - 4 
106 SOO 1 - 2 

98 550 1 1 
89 600 1 2,5 
81 700 1 3,2 
74 700 1 4 
68 700 O,S 4,5 
62 700 0,5 4,8 
56 700 0,5 5,1 
50 700 0,25 5,5 
46 700 0,25 6 
42 700 0,25 6,S 
38 700 0,25 6,S 
34 700 0,25 7 
31 700 0,25 7 
28 750 0,25 7,S 
2S 750 0,25 7,S 
23 750 0,25 8 
21 750 0,25 8 
19 750 0,25 8,5 
17 . 000 0,25 8,5 
15 . 000 0,25 8,S 
14 1000 0,25 8,5 
13 1000 0,25 9 
12 1500 0,25 9 
11 1500 0,25 9 
10 lS00 0,25 9 

9 ~'OOO 0,25 9 
8 ~OOO 0,25 9 
7 ~OOO 0,25 9 
6.5 ~OOO 0,25 9 
6 ~OOO 0,25 9 
5,.5 ~OOO 0,25 9 
5 ~OOO 0,25 9 
4,5 04000 0,25 9,5 
4 04500 0,25 9,5 
3,8 5000 0,25 9,5 
3,4 ~OOO 0,25 9,S 
3,2 ~SOO 0,25 9,5 
2,8 7000 0,25 9,S 
2,4 8000 0,25 10 

IR/VR 

Tamb 
25°C 

max 

(/LA) 

100 
100 
50 
10 
10 
10 
10 
10 

lS0 
100 

SO 
2S 
25 

5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

* Mesure en impulsion 

99 

VR IZM Case 

(V) (mA) 

VF ~ 1,2 V (Tamb = 25°C, IF = 0,2 A) 

1 860 
1 790 
1 730 
1 650 
1 600 
1 550 
2 500 
3 450 
S,2 420 
5,7 380 
6,2 350 
6,9 310 
7,6 280 
8,4 260 
9,1 240 
9,9 210 

11 190 
12 175 
14 155 
15 140 
17 130 
18 115 
21 100 DO 13 
23 95 metol 

25 85 {(B-37) 

27 80 
30 70 
33 65 
36 60 
39 SS 
43 50 
47 45 
52 42 
56 38 
62 35 
69 31 
76 28 
84 25 
91 23 
99 21 

114 19 
122 17 
137 15 
152 14 

tp ~ SOms <> < 2% 



N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

Types VZT/IZT· IZT· rZT/IZT· 

nom. max. 

(V) (mA) (0) 

5W 1 Tamb = 75°C Ti max = 
1 N 5333 B 3,3 380 3,0 
1 N 5334 B 3,6 350 2,5 
1 N 5335 B 3,9 320 2,0 
1 N 5336 B 4,3 290 2,0 
1 N 5337 B 4,7 260 2,0 
1 N 5338 B 5,1 240 1,5 
1 N 5339 B 5,6 220 1,0 
1 N 5340 B 6,0 200 1,0 
1 N 5341 B 6,2 200 1,0 
1 N 5342 B 6,8 175 1,0 
1 N 5343 B 7,5 175 1,5 
1 N 5344 B 8,2 150 1,5 
1 N 5345 B 8,7 150 2,0 
1 N 5346 B 9,' 150 2,0 
1 N 5347 B la 125 2,0 
1 N 5348 B 11 125 2,5 
1 N 5349 B 12 100 2,5 
1 N 5350 B 13 100 2,5 
lN 5351 B 14 100 2,5 
1 N 5352 B 15 75 2,5 
1 N 5353 B 16 75 2,5 
1 N 5354 B 17 70 2,5 
1 N 5355 B 18 65 2,5 
1 N 5356 B 19 65 3,0 
1 N 5357 B 20 65 3,0 
1 N 5358 B 22 50 3,5 
1 N 5359 B 24 50 3,5 
1 N 5360 B 25 50 4,0 
1 N 5361 B 27 50 5,0 
1 N 5362 B 28 50 6,0 
1 N 5363 B 30 40 8,0 
1 N 5364 B 33 40 10 
1 N 5365 B 36 30 11 
1 N 5366 B 39 30 14 
1 N 5367 B 43 30 20 
1 N 5368 B 47 25 25 
1 N 5369 B 51 25 27 
1 N 5370 B 56 20 35 
lN 5371 B 60 20 40 
1 N 5372 B 62 20 42 
1 N 5373 B 68 20 44 
lN 5374 B 75 20 45 
1 N 5375 B 82 15 65 
lN 5376 B 87 15 75 
1 N 5377 B 91 15 75 
1 N 5378 B 100 12 90 
1 N 5379 B 110 12 125 
1 N 5380 B 120 10 170 
lN5381 B 130 la 190 
1 N 5382 B 140 8,0 230 
1 N 5383 B 150 8,0 330 
1 N 5384 B 160 8,0 350 
1 N 5385 B 170 8,0 380 
lN 5386 B 180 5,0 430 
1 N 5387 B 190 5,0 450 
1 N 5388 B 200 5,0 480 

Tolerance on nominal VZT value: ± 5 %. 

* Pulse test tp ~ 50ms 0<2%. 

.. Measured between 10% and 50% of 'ZM. 
N: New product. 

'J THOMSON-CSF 

zener diodes 
diodes zener 

rZKIIZK IR / VR 

1.0mA max. 

(0) (JLA) (V) 

(XVZ IZM ôVZ Case 

typo max. max. 

(10-4/ o C) (mA) (V) .. 
200°C Ps (10ms) = 150W VF ~ 1,2 V (Tamb = 25°C, IF = 1 A) 

400 130 1,0 - 6 1440 0,85 
500 150 1,0 - 5,5 1320 0,80 
500 50 1,0 - 5 1220 0,54 
500 10 1,0 - 4 1100 0,49 
450 5,0 1,0 - 2 1010 0,44 
400 1,0 1,0 1 930 0,39 
400 l,a 2,0 2,5 865 0,25 
300 l,a 3,0 2,8 790 0,19 
200 l,a 3,0 3,2 765 0,10 
200 la 5,2 4 700 0,15 
200 la 5,7 4,5 630 0,15 
200 la 6,2 4,8 580 0,20 
200 la 6,6 4,9 545 0,20 
150 7,5 6,9 5,1 520 0,22 
125 5,0 7,6 5,5 475 0,22 
125 5,0 8,4 6 430 0,25 
125 2,0 9,1 6,5 395 0,25 
100 1,0 9,9 6,5 365 0,25 
75 l,a 10,6 7 340 0,25 
75 l,a 11,5 7 315 0,25 
75 l,a 12,2 7 295 0,30 
75 0,5 12,9 7 280 0,35 
75 0,5 13,7 7,5 264 0,40 
75 0,5 14,4 7,5 250 0,40 
75 0,5 15,2 7,5 237 0,40 
75 0,5 16,7 8 216 0,45 

100 0,5 18,2 8 198 0,55 
110 0,5 19,0 8 190 0,55 
120 0,5 20,6 8,5 176 0,60 CB-417 

130 0,5 21,2 8,5 170 0,60 plastic 

140 0,5 22,8 8,5 158 0,60 
plastique 

150 0,5 25,1 8,5 144 0,60 
160 0,5 27,4 9 132 0,65 
170 0,5 29,7 9 122 0,65 
190 0,5 32,7 9 110 0,70 
210 0,5 35,8 9 100 0,80 
230 0,5 38,8 9 93 0,90 
280 0,5 42,6 9 86 1,00 
350 0,5 45,5 9 79 1,20 
400 0,5 47,1 9 76 1,35 
500 0,5 51,7 9 70 l,50 
620 0,5 56,0 9 63 1,60 
720 0,5 62,2 9 58 1,80 
760 0,5 66,0 9 54,5 2,00 
760 0,5 69,2 9 52,5 2,20 
800 0,5 76,0 9,5 47,5 2,50 

1000 0,5 83,6 9,5 43 2,50 
1150 0,5 91,2 9,5 39,5 2,50 
1250 0,5 98,8 9,5 36,5 2,50 
1500 0,5 106 9,5 34 2,50 
1500 0,5 114 9,5 31,6 3,00 
1650 0,5 122 9,5 29,4 3,00 
1750 0,5 129 9,5 28 3,00 
1750 0,5 137 9,5 26,4 4,00 
1850 0,5 144 9,5 25 5,00 
1850 0,5 152 10 23,6 5,00 

Tolérance sur la voleur nominale de VZT: ± 5%. 
*Mesure en impulsion tp ~ 50ms 0<2%. 

** Mesuré entre 10% et 50% de 'ZM . 
N :Nouveau produit. 
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Types VZT/lZT- rZT/IZT-
min max max 

(V) (0) 

5W 1 Tamb = 

BlV 48 ( 3V3 3,1 3,5 3 
BlV 48 ( 3V6 3,4 3,8 2,5 
BlV 48 ( 3V9 3,7 4,1 2 
BlV 48 ( 4V3 4,0 4,6 2 
BlV 48 ( 4V7 4A 5,0 2 
BlV 48 (5Vl 4,8 5,4 1,5 
BlV 48 ( 5V6 5,2 6,0 1 
BlV 48 ( 6V2 5,8 6,6 1 
BlV 48 ( 6V8 6,4 7,2 1 
BlV 48 ( 7V5 7,0 7,9 1,5 
BlV 48 ( 8V2 7J 8,7 1,5 
BlV 48 ( 9V1 8,5 9,6 2 
BlV 48 ( 10 9,4 10,6 2 
BlV 48 ( 11 10,4 11,6 2,5 
BlV 48 ( 12 11,4 12,7 2,5 
BlV 48 ( 13 12,4 14,1 2,5 
BlV 48 ( 15 13,8 15,6 2,5 
BlV 48 ( 16 15,3 17,1 2,5 
BlV 48 ( 18 16,8 19,1 2,5 
BlV 48 ( 20 18,8 21,2 3 
BlV 48 ( 22 20,8 23,3 3,5 
BlV 48 ( 24 22,8 25,6 3,5 
BlV 48 ( 27 25,1 28,9 5 
BlV 48 ( 30 28 32 8 
BlV 48 C 33 31 35 10 
BlV 48 ( 36 34 38 11 
BlV 48 ( 39 37 41 14 
BlV 48 ( 43 40 46 20 
BlV 48 ( 47 44 50 25 
BlV 48 ( 51 48 54 27 
BlV 48 ( 56 52 60 35 
BlV 48 ( 62 58 66 42 
BlV 48 ( 68 64 72 44 
BlV 48 ( 75 70 79 45 
BlV 48 ( 82 77 87 65 
BlV 48 ( 91 85 96 75 
BlV 48 ( 100 94 106 90 
BlV 48 ( 110 104 116 125 
BlV 48 ( 120 114 127 170 
BlV 48 ( 130 124 141 190 
BlV 48 ( 150 138 156 330 
BlV 48 ( 160 153 171 350 
BlV 48 ( 180 168 191 430 
BlV 48 ( 200 188 212 480 

- Pulse test tp :s;; 50ms 0<2% 

~, lHOMSON-CSF 

ZElner diodes 
dtodes zener 

IZT- avz IR/VR 
typ max 

(mA) (10-4/ o C) (/LA) 

VR IZM Case 

(V) (mA) 

Ps (10 ms) = 200 W VF:S;; 1,2 V (Tamb = 25°C, IF= lA) 

380 - 6,0 1430 
350 - 5,5 1310 
320 - 5,0 1220 
290 - 4,0 1090 
260 - 2,0 1000 
240 1,0 925 
220 2,5 20 1 830 
200 3,2 10 1 750 
175 4,0 10 2 690 
175 4,5 10 2 630 
150 4,8 10 3 570 
150 5,1 10 6,6 520 
125 5,5 10 7,6 470 
125 6,0 5 8,3 430 
100 6,5 2 9,1 390 
100 6,5 1 9,9 350 
75 7,0 l 11,4 320 
75 7,0 0,5 12,2 290 
65 7,5 0,5 13,7 260 
65 7,5 0,5 15,2 235 
50 8,0 0,5 16,7 215 
50 8,0 0,5 18,2 195 
50 8,5 0,5 20,5 170 DO 27 A 
40 8,5 0,5 22,8 155 plastic 

40 8,5 0,5 25 140 plastique 

30 8,5 0,5 27,4 130 
((B-197) 

30 9,0 0,5 29,6 120 
30 9,0 0,5 32,7 110 
25 9,0 0,5 35,7 100 
25 9,0 0,5 38,8 92 
20 9,0 0,5 42,S 83 
20 9,0 0,5 47,1 75 
20 9,0 0,5 51,7 69 
20 9,0 0,5 57 63 
15 9,0 0,5 62,4 57 
15 9,0 0,5 69,2 52 
12 9,0 0,5 76 47 
12 9,5 0,5 83,S 43 
10 9,5 0,5 91,2 39 
10 9,5 0,5 98,8 35 
8 9,5 0,5 114 32 
8 9,5 0,5 122 29 
5 9,5 0,5 137 26 
5 10 0,5 152 23 

'" Mesure en impulsion tp :s;; 50ms 0<2% 
The regulation voltages are defined according to the E24 serie!" Les tensions de régulation sont définies selon la série E24. 

Smaller voltage tolerances are available on request. Des tolérances plus faibles peuvent être obtenues sur demande. 
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Types VZT/IZT rZT/IZT 

min nom max max 

(V) (0) 

IZT 

zener diodes 
diodes zener 

rZK/lZK avz 

max typ 

(mA) (0) (mA) (10·4/0C) 

IR/VR VR IZM Case 

Tamb 
25°C 

max 

(/LA) (V) (mA) 

10 W 1 Tcase = 75°C Ti max = 175°C VF ~ l,SV (Tamb = 25°C, IF = 2A) 

1 N 2970 B,(R) 6,4 6,8 7,2 1,2 370 500 1 4 150 5,2 1400 

1 N 2971 B,(R) 7,0 7,5 7,9 1,3 335 250 l 4,5 100 5,7 1300 

1 N 2972 B,(R) 7,7 8,2 8,7 1,5 305 250 1 4,8 50 6,2 1100 

1 N 2973 B,(R) 8,5 9,1 9,6 2 275 250 1 5,1 25 6,9 1000 
1 N 2974 B,(R) 9,4 10 10,6 3 250 250 1 5,5 10 7,6 940 

1 N 2975 B,(R) 10,4 11 11,6 3 230 250 l 6 10 8,4 860 
1 N 2976 B,(R) 11,4 12 12,7 3 210 250 1 6,5 10 9,1 790 
1 N 2977 B,(R) 12,4 13 14,1 3 190 250 1 6,5 10 9,9 710 
1 N 2979 B,(R) 13,8 15 15,6 3 170 250 1 7 10 11,4 640 

1 N 2980 B,(R) 15,3 16 17,1 4 155 250 1 7 10 12,2 590 

1 N 2982 B,(R) 16,8 18 19,1 4 140 250 1 7,5 10 13,7 520 

1 N 2984 B, (R) 18,8 20 21,2 4 125 250 1 7,5 10 15,2 470 

;1 1 N 2985 B,(R) 20,8 22 23,3 5 115 250 1 8 10 16,7 430 

1 N 2986 B,(R) 22,8 24 25,6 5 105 250 1 8 10 18,2 390 

1 N 2988 B,(R) 25,1 27 28,9 7 95 250 1 8,5 10 20,6 350 

1 N 2989 B,(R) 28 30 32 8 85 300 1 8,5 10 22,8 310 

1 N 2990 B,(R) 31 33 35 9 75 300 1 8,5 10 25,1 290 

1 N 2991 B,(R) 34 36 38 10 70 300 1 8,5 10 27,4 260 

1 N 2992 B,(R) 37 39 41 11 65 300 1 9 10 29,7 240 10-32 UNF D04 
1 N 2993 B,(R) 40 43 46 12 60 400 1 9 10 32,7 220 metal 

1 N 2995 B, (R) 44 47 50 14 55 400 1 9 10 35,8 200 (CB-33) 

1 N 2997 B,(R) 48 51 54 15 50 500 1 9 10 38,8 190 

1 N 2999 B,(R) 52 56 60 16 45 500 1 9 10 42,6 170 

1 N 3000 B,(R) 58 62 66 17 40 600 1 9 10 47,1 150 

1 N 3001 B,(R) 64 68 72 18 37 600 1 9 10 51,7 140 

lN 3002 B,(R) 70 75 79 22 33 600 1 9 10 56 130 

lN 3003 B,(R) 77 82 87 25 30 700 1 9 10 62,2 120 

1 N 3004 B,(R) 85 91 96 35 28 800 1 9 10 69,2 100 

1 N 3005 B,(R) 94 100 106 40 25 900 1 9 10 76 94 

1 N 3007 B,(R) 104 110 116 55 23 1100 1 9,5 10 83,6 86 
1 N 3008 B,(R) 114 120 127 75 20 1200 1 9,5 10 91,2 79 
1 N 3009 B,(R) 124 130 141 100 19 1300 1 9,5 10 98,8 71 

1 N 3011 B,(R) 138 150 156 175 17 1500 1 9,5 10 114 64 

1 N 3012 B,(R) 153 160 171 200 16 1600 1 9,5 10 121,6 59 
lN 3014 B,(R) 168 180 191 260 14 1850 1 9,5 10 136,8 52 
lN 3015 B,(R) 188 200 212 300 12 2000 1 10 10 152 47 

Type number : Anode to case N° de type: Anode au bOÎtier 

Type number + suffix R : Cathode to case N° de type + suffixe R : Cathode au boÎtier 
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Types VZT IIZT 
min nom max max 

(V) (n) 

~~ THOMSON-CSF 

zlener diodes 
diodes zener 

IZT rZK/lZK 
max 

(mA) (n) 

IZK 

(mA) 

rZT/I~T 
~-------------------------~-------------------------------------~-------

10W 1 Tcase = 75°C Ti max = 150°C Ps (10 ms) = 150 W 

GZ 6A, (R) 6,1 6,8 7,5 1.2 370 500 3 
GZ 8A, (R) 7,4 8,2 9,1 1.8 305 250 3 
GZ 10A, (R) 9,0 10 11 2.4 250 250 2 
GZ 12A, (R) 10,5 12 13,5 3.2 210 250 2 
GZ 15A, (R) 13 15 16,5 4.5 170 250 2 
GZ 18A, (R) 16 18 20,5 6 140 250 2 
GZ 22A, (R) 20 22 24,5 8.5 115 250 2 
GZ 27A, (R) 24 27 30 11 95 250 2 
GZ 33A, (R) 29 33 36 17 75 300 2 
GZ 39A, (R) 35 39 43 21 65 300 2 
GZ 47A, (R) 42 47 52 28 55 400 2 
GZ 56A, (R) 50 56 62 38 45 500 2 
GZ 68A, (R) 61 68 75 52 37 600 2 
GZ 82A, (R) 74 82 91 72 30 700 2 
GZ lOB, (R) 90 100 110 96 25 900 2 
GZ 12B, (R) 105 120 135 135 20 1200 2 
GZ 15B, (R) 130 150 165 190 17 1500 2 
GZ 18B, (R) 160 180 205 260 14 1850 2 

20W 1 Tcase = 75°C Ti max = 150°C Ps (10 ms) = 300 W 

RZ 6A, (R) 6,1 6,8 7,5 1 730 250 3 
RZ 8A, (R) 7,4 8,2 9,1 1.2 610 150 3 
RZ 10A, (R) 9,0 10 11 1.8 500 150 2 
RZ 12A, (R) 10,5 12 13,5 2.4 420 150 2 
RZ 15A, (R) 13 15 16,5 3.9 330 150 2 
RZ 18A, (R) 16 18 20,5 5.7 280 150 2 
RZ 22A, (R) 20 22 24,5 6.9 230 150 2 
RZ 27A, (R) 24 27 30 9 180 200 2 
RZ 33A, (R) 29 33 36 11 150 200 2 
RZ 39A, (R) 35 39 43 13 120 200 2 
RZ 47 A, (R) 42 47 52 16 100 200 2 
RZ 56A, (R) 50 56 62 18 90 500 2 
RZ 68A, (R) 61 68 75 24 73 500 2 
RZ 82A, (R) 74 82 91 33 60 500 2 
RZ lOB, (R) 90 100 110 56 50 700 2 
RZ 12B, (R) 105 120 135 76 42 700 2 
RZ 15B, (R) 130 150 165 150 33 1000 2 
RZ 18B, (R) 160 180 205 280 28 1000 2 

(XVZ IZM 
typ 

(10-4 /°C) (mA) 

3 1300 
4 1100 
5 925 
5,7 770 
6,3 625 
6,8 500 
7,3 415 
7,7 335 
8 275 
8,5 230 
8,5 195 
8,8 160 
9 135 
9,2 110 
9,3 90 
9,4 77 
9,6 62 
9,6 50 

3 2700 
4 2200 
5 1800 
5,7 1540 
6,3 1250 
6,8 1000 
7,3 830 
7,7 665 
8 555 
8,3 465 
8,6 390 
8,8 320 
9 265 
9,2 220 
9,3 180 
9,4 154 
9,6 125 
9,6 100 

Type number : Cathode tCl case. N° de type: Cathode au boÎtier. 

Case 

~ ~ D04 
metal 

10-32 UNF (CB-33) 

DO 5 
metal 

1/4" - 28 UNF (CB-34) 

Type number + suffix R : Anode to case N° de type + suffixe R: Anode au bOÎtier 

103 



Type. YZT/IZT rZT/lZT 

min nom max max 

(Y) (0) 

50W 1 lease = 75°C li max = 

1 N 3305 B, (R) 6,4 6,8 7,2 0,2 
1 N 3306 B, (R) 7,0 7,5 7,9 0,3 
1 N 3307 B, (R) 7,7 8,2 8,7 0,4 
1 N 3308 B, (R) 8,5 9,1 9,6 0,5 
1 N 3309 B, (R) 9,4 10 10,6 0,6 
1 N 3310 B, (R) 10,4 11 11,6 0,8 
1 N 3311 B, (R) 11,4 12 12,7 1 
lN3312B,(R) 12,4 13 14,1 1,1 
lN3314B,(R) 13,8 15 15,6 1,4 
1 N 3315 B, (R) 15,3 16 17,1 1,6 
lN 3317 B, (R) 16,8 18 19,1 2 
1 N 3319 B, (R) 18,8 20 21,2 2,4 
1 N 3320 B, (R) 20,8 22 23,3 2,5 
1 N 3321 B, (R) 22,8 24 25,6 2,6 
1 N 3323 B, (R) 25,1 27 28,9 2,8 
1 N 3324 B, (R) 28 30 32 3 
1 N 3325 B, (R) 31 33 35 3,2 
1 N 3326 B, (R) 34 36 38 3,5 
1 N 3327 B, (R) 37 39 41 4 
1 N 3328 B, (R) 40 43 46 4,5 
1 N 3330 B, (R) 44 47 50 5 
1 N 3332 B, (R) 48 51 54 5,2 
1 N 3334 B, (R) 52 56 60 6 
1 N 3335 B, (R) 58 62 66 7 
1 N 3336 B, (R) 64 68 72 8 
1 N 3337 B, (R) 70 75 79 9 
1 N 3338 B, (R) 77 82 87 11 
1 N 3339 B, (R) 85 91 96 15 
1 N 3340 B, (R) 94 100 106 20 
1 N 3342 B, (R) 104 110 116 30 
1 N 3343 B, (R) 114 120 127 40 
1 N 3344 B, (R) 124 130 141 50 
1 N 3346 B, (R) 138 150 156 75 
1 N 3347 B, (R) 153 160 171 80 
1 N 3349 B, (R) 168 180 191 90 
1 N 3350 B, (R) 188 200 212 100 

Type number : Anode to case. 
Type number + suffix R : Cathode to case. 

IZT 

(mA) 

~ THOMSON-CSF 

zener diodes 
diodes zener 

rZK/IZK ayz 

max typ 

(0) (mA) (10·4/0C) 

IR/YR YR IZM Ca.e 

Tamb 
25°C 
max 

(l'A) (Y) (mA) 

175°C YF ~ 1,5 Y (Tamb = 25°C, IF = 10 A) 

1850 70 5 4 150 5,2 6900 
1700 70 5 4,5 100 5,7 6300 
1500 70 5 4,8 50 6,2 5700 
1370 70 5 5,1 25 6,9 5200 
1200 80 5 5,5 10 7,6 4700 
1100 80 5 6 10 8,4 4300 
1000 80 5 6,5 10 9,1 3900 
960 80 5 6,5 10 9,9 3500 
830 80 5 7 10 11,4 3200 
780 80 5 7 10 12,2 2900 
700 80 5 7,5 10 13,7 2600 
630 80 5 7,5 10 15,2 2400 
570 80 5 8 10 16,7 2100 

~ 520 80 5 8 10 18,2 2000 
460 90 5 8,5 10 20,6 1700 
420 90 5 8,5 10 22,8 1600 

~O5 380 90 5 8,5 10 25,1 1400 
350 90 5 8,5 10 27,4 1300 
320 90 5 9 10 29,7 1200 
290 90 5 9 10 32,7 1100 1/.4" - 28 UNF metol 
270 100 5 9 10 35,8 1000 (CB-34) 
245 100 5 9 10 38,8 930 
220 110 5 9 10 42,6 830 
200 120 5 9 10 47,1 750 
180 140 5 9 10 51,7 690 
170 150 5 9 10 56 630 
150 160. 5 9 10 62,2 570 
140 180 5 9 10 69,2 520 
120 200 5 9 10 76 470 
110 220 5 9,5 10 83,6 430 
100 240 5 9,5 10 91,2 390 
95 275 5 9,5 10 98,8 350 
85 400 5 9,5 10 114 320 
80 450 5 9,5 10 121,6 290 
68 525 5 9,5 10 136,8 260 
65 600 5 10 10 152 240 

N° de type: Anode au bOÎtier. 
N° de type + suffixe R: Cathode au bOÎtier. 
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I~. THOMSON-CSF 

low voltage a'valanche zener diodes 
diodes zener à faible tension d'avalanche 

Typ.s VZT/IZT IZT rZT/IZ'r IR 1 VR Nois. D.nslty Ca •• 
@ 250 ~A 

nom 

1 

max 
(V) (mA) (0) (~A) (V) (~V/VHz) 

(1)(2)(4) (5) (7) 

VF ~ 1,5 V (Tamb = 2S·C, IF = 0,2A) 

T-lVA 47A 4,7 10 15 4,0 2,0 .4 
T-lVA 51A 5,1 5 15 0,1 2,0 .4 
T-lVA 56A 5,6 1 40 0,05 3,0 .4 
T-lVA 62A 6,2 1 50 0,05 4,0 .4 
T-lVA 6BA 6,B 1 50 0,05 5,0 .4 
T-lVA 75A 7,5 1 100 0,01 6,0 .4 DO 35 
T-lVA B2A B,2 1 100 0,01 6,5 .4 glass 
T-lVA 91A 9,1 1 100 0,01 B,O .4 verre 
T-lVA 100A 10,0 1 100 0,01 9,0 .4 (CB-l02) 

Typ •• VZT/IZT IZT rZT/IZT IR 1 VR Noi •• Density Maximum R.gulatlon Ca •• 

@ 2S0~A IZT - IZL 

nom 

(~ 
max l:!.VZ IZL 

(V) (mA) (0) (V) (~V/VHz) (V) (mA) 

(1) (2) (4) (5) (7) 

400 mW 1 Tamb = 25°C Ti max = 175°C VF ~ 1,2 V (Tamb = 2S·C, IF = 0,2A) 

T-lVA 347A 4,7 10 10 2,0 2,0 1 0,50 1,0 
T-lVA 351A 5,1 5 10 2,0 3,0 1 0,30 0,25 
T-lVA 356A 5,6 1 40 2,0 4,5 1 0,10 0,05 
T-lVA 362A 6,2 1 45 0,5 5,6 1 0,10 0,01 
T-lVA 36BA 6,B 1 50 0,05 6,2 1 0,10 0,01 
T-lVA 375A 7,5 1 50 0,01 6,B 1 0,10 0,01 DO 35 
T-lVA 3B2A B,2 1 60 0,01 7,5 1 0,10 O,al glass 
T-lVA 391A 9,1 1 60 0,01 B,2 2 0,10 0,01 verre 
T-LVA 3100A 10,0 1 60 0,01 9,1 2 0,10 0,01 (CB-102) 

Type. 8VZT rZT 8vz IR Maximum Regulation Nol.e Typ~.1 Parameter. C ... 
@ @ @ @ Denslty 

250 p.A 250 p.A 250 p.A 80 % Vz .t:NZ ILO IHi @ Vz IR IR 
250 p.A @ @ @ 

10 p.A 50 'YI Vz 90 'YI Vz 
nom max nom "lax max 
(V) (0) (mV/°C) (p.A) (V) (p.A) (mA) (p.V1VHz) (V) (nA) (nA) 

(1) (3) (4) (6) (7) 

400 mW 1 Tamb = 25°C Ti max = 175~C 
T-lVA 450A 5,0 700 0,75 10,0 0,40 100 1,0 1 4,15 70 15000 
T-lVA 453A 5,3 250 1,33 5,0 0,20 100 1,0 1 4,9 35 7000 
T-lVA 456A 5,6 100 1,96 1,0 0,10 50 1,0 1 5,45 15 3000 
T-lVA 459A 5,9 100 2,30 0,5 0,10 10 1,0 1 5,B5 2,5 1000 
T-lVA 462A 6,2 100 2,67 0,1 0,10 10 1,0 1 6,2 O,B 130 
T-LVA 465A 6,5 100 3,06 0,05 0,10 10 1,0 1 6,5 0,15 25 
T-lVA 46BA 6,B 100 3,40 0,01 0,10 10 1,0 1 6,B < 0,10 9,0 
T-lVA 471A 7,1 175 3,76 0,01 0,10 10 1,0 1 7,1 < 0,10 5,5 
T-lVA 474A 7,4 175 4,07 0,01 0,10 10 1,0 1 7,4 < 0,10 3,0 
T-LVA 477A 7,7 175 4,47 0,01 0,10 10 1,0 1 7,7 < 0,10 2,5 
T-LVA 4BOA B,O 175 4,BO 0,01 0,10 10 1,0 1 B,O < 0,10 l,B 
T-LVA 4B3A B,3 175 5,15 0,01 0,10 10 1,0 1 B,3 < 0,10 1,2 0035 
T-LVA 4B6A B,6 175 S,50 0,01 0,10 10 1,0 1 B,6 < 0,10 0,9 glass 
T-LVA 4B9A B,9 175 5,B7 0,01 0,10 10 1,0 2 B,9 < 0,10 0,6 verre 
T-LVA 492A 9,2 175 6,16 0,01 0,10 10 1,0 2 9,2 < 0,10 0,5 (CB-l02) 
T-lVA 495A 9,5 175 6,46 0,01 0,10 10 1,0 2 9,5 < 0,10 0,5 
T-lVA 49BA 9,B 175 6,B6 0,01 0,10 10 1,0 2 9,B < 0,10 0,4 

(l) For other voltages, consult the manufacturer. (l) Nous consulter pour d'autres tensions. 
(2) Tolerance on nominal VZT value: ± 5 %. (2) Tolérance sur la valeur nominale d. VZT: :t 596. 
(3) Tolerance on nominal VZT value: ± 0,2 V. (3) Tolérance sur la valeur nominale d. VZT: :t 0,2 V. 
(4) For other tolerances, consult the manufacturer. (4) Nous consulter pour des tolérances diHérentes. 
(5) Measured @ OC test current with la % AC superimposed (50 Hz). (5) Mesuré en courant continu avec une superposition de 1096 
(6) Tolerance: ± 0,5 mVloC, a to 100°C, at VZT nominal only. du courant alternatif (50 Hz). 

(7) Noise measured at 1000 Hz with a Diode Noise Analyser (6) Tolérance::t O,5mVl·C, Oà IOO·C, à Vzrnominalseulement. 
cQuan-tech. Model 327 .. Bandpass 1000 Hz. (7) Bruit mesuré à 1000 Hz avec un analyseur de bruit 

N: New product. 
.,Quan-techJl modèle 327 .. Bande passante 1000 Hz. 

N: Nouveau produit. 
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~~ DlOMSON-CSF 

temperature compen:sated zener diode selector guide 
gUide de sélection diodee: zener compensées en température 

K Case 
VZT 
typ -55 0 25 75 100 150 
(V) L--- 1 ---L 1 1 1 

-

6,2 ~ 0,5.10-5 

1 

6,4 ~ 0,5_10-5 

1 

8,4 r-:= 10-5 

1 

~~ 
./ glass 

verre 

8,5 ~ 0,5.10-5 

1 

9 ~ 0,5.10-5 

1 

9,1 1 10-' 0,5.10-5 

1 
-

11,7 ~ 0,5.10-5 

1 ~ 
glass 
verre 
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,~ lHOMSON-CSF 

temperature compensated zener diode 
diodes zener compensées en température 

Types VZT* rZT* IZT Test temperatures L:NZ Cl.VZ 
typ max Températur •• cie m •• ure max max 
(V) (0) (mA) (oC) (mV) (lO-S/0C) 

250 mW 1 Tomb =sooe 
BZV 43 C 62 
BZV 44 C 6,2 20 5 0 25 100 31 
BZV 45 C 12 

250 mW 1 Tomb = 2Soe 
lN 3496 24 5 
lN 3497 10 2 
lN 3498 6,2 15 7,5 0 25 75 5 1 
1 N 3499 2 0,5 
lN 3500 48 10 

400 mW 1 Tomb = sooe 
lN 821 1 BZV 27 96 10 
lN 823 1 BZV 28 48 5 
lN 825 1 BZV 29 6,2 15 7,5 -55 0 25 75 100 19 2 
lN 827 1 BZV 30 9 1 
lN 829 1 BZV 31 5 0,5 

• 1 N 821 AI BZV 27 A 96 10 

• 1 N 823 AI BZV 28 A 48 5 

• 1 N 825 A 1 BZV 29 A 6,2 10 7,5 -55 0 25 75 100 19 2 

• 1 N 827 A 1 BZV 30 A 9 1 
1 N 829 A 1 BZV 31 A 5 0,5 

400mW 1 Tomb = sooe 
lN 4565 48 10 
lN 4566 24 5 
lN 4567 6,4 200 0,5 0 25 75 10 2 
lN 4568 5 1 
lN 4569 2 0,5 

o lN 4570 48 10 
o lN 4571 24 5 
o lN 4572 6,4 100 1 0 25 75 10 2 
o lN 4573 5 1 

1 N 4574 2 0,5 

lN 4575 48 10 
1 N 4576 24 5 
1 N 4577 6,4 50 2 0 25 75 10 2 
lN 4578 5 1 
lN 4579 2 0,5 

lN 4580 48 10 
lN 4581 24 5 
lN 4582 6,4 25 4 0 25 .75 10 2 
lN 4583 5 1 
1 N 4584 2 0,5 

• 1 N 4565 A 99 10 

• lN 4566 A 50 5 

• lN 4567 A 6,4 200 0,5 -55 0 25 75 100 20 2 

• lN 4568 A 10 1 
lN 4569 A 5 0,5 

lN 4570 A 99 10 
lN 4571 A 50 5 
lN 4572 A 6,4 100 1 -55 0 25 75 100 20 2 
lN 4573 A 10 1 
lN 4574 A 5 0,5 

lN 4575 A . 99 10 
lN 4576 A 50 5 
lN 4577 A 6,4 50 2 -55 0 25 75 100 20 2 
lN 4578 A 10 1 
lN 4579 A 5 0,5 

lN 4580 A 99 10 
lN4581A 50 5 
lN 4582 A 6,4 25 4 -55 0 25 75 100 20 2 
lN 4583 A 10 1 
lN 4584 A 5 0,5 

• Tamb = 25°C 
Tolerance on nominal VZT value: ± 5%. Tolérance sur la valeur nominale de VZT: 1: 5%. 

• ESA qualified product • Produit qualifié ESA 

o CNES qualified product o Produit qualifié CNES 
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Case 

DO 35 
glass 
verre 

(CB-102) 



~ llfOMSON-CSF 

temperature CCtmpensated zener diode 
diodes zener cOIJlpensées en température 

Types VZT· rZT· IZT Test tempe ratures .éNZ avz 
typ max Températures cie mesure max max 

(V) (0) (mA) (oC) (mV) (lO-S/°C) 

400 mW 1 Tamb = sooe 

lN 3154 130 10 
lN 3155 8,4 15 10 -55 0 25 75 100 

65 5 
lN 3156 26 2 
lN 3157 13 1 

lN 3154 A 172 10 
lN 3155 A 8,4 15 10 -55 0 25 75 100 150 

86 5 
lN 3156 A 34 .2 
lN 3157 A 17 1 

400 mW 1 Tamb = sooe 

lN 4775 64 10 
lN 4776 32 5 
1 N 4777 8,5 200 0,5 0 25 75 13 2 
1 N 4778 6 l 
lN 4779 3 0,5 

lN 4780 64 10 
lN 4781 32 5 
lN 4782 8,5 100 1 0 25 75 13 2 
lN 4783 6 l 
lN 4784 3 0,5 

lN 4775 A 132 10 
lN 4776 A 66 5 
lN 4777 A 8,5 200 0,5 -55 0 25 75 100 26 2 
lN 4778 A 13 l 
lN 4779 A 7 0,5 

lN 4780 A 132 10 
lN 4781 A 66 5 
lN 4782 A 8,5 100 l -55 0 25 75 100 26 2 
lN 4783 A 13 l 
lN 4784 A 7 0,5 

2S0mW 1 Tamb = sooe 

lN 935 1 BZV 32 67 10 
lN 936 1 BZV 33 33 5 
lN 937 1 BZV 34 9 20 7,5 0 25 75 13 2 
lN 938 1 BZV 35 6 1 
lN 939 1 BZV 36 3 0,5 

lN 935 AI BZV 32 A 139 10 
1 N 936 A 1 BZV 33 A 69 5 
lN 937 A 1 BZV 34 A 9 20 7,5 -55 0 25 75 100 27 2 
1 N 938 A 1 BZV 35 A 13 l 
1 N 939 A 1 BZV 36 A 7 0,5 

l N 935 B 1 BZV 32 B 184 10 
l N 936 B 1 BZV 33 B 92 5 
1 N 937 B 1 BZV 34 B 9 20 7,5 -55 0 • 25 75 100 150 37 2 
l N 938 B 1 BZV 35 B 18 l 
l N 939 B 1 BZV 36 B 9 0,5 

* Tamb = 25°C 

Tolerance on nominal VZT value: ± 5%. Toléronce sur la valeur nominale de VZT::t 5%. 
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Case 

DO 35 
glass 
verre 

(CB-102) 
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temperature compensated zener diode 
diodes zener compensées en température 

Type. VZT- rZT- IZT 
typ max 
(V) (0) (mA) 

2S0mW 1 Tamb =2S o C 

lN 4765 
lN 4766 
lN 4767 9,1 350 0,5 
lN 4768 
lN 4769 

lN 4770 
lN 4771 
lN 4772 9,1 200 l 
lN 4773 
lN 4774 

lN4765A 
lN4766A 
lN 4767 A 9,1 350 0,5 
lN4768A 
lN 4769 A 

lN 4770 A 
lN 4771 A 
lN 4772 A 9,1 200 l 
lN 4773 A 
lN 4774 A 

SOOmW 1 Tamb = 25°C 

lN 941 
lN 942 
lN 943 n,7 30 7,5 
lN 944 
lN 945 

lN 941 A 
lN 942 A 
lN 943 A 11,7 30 7,5 
lN 944 A 
lN 945 A 

lN 941 B 
lN 942 B 
lN 943 B 11,7 30 7,5 
lN 944 B 
lN 945 B 

* Tamb= 25°C 
Tolerance on nominal VZT value: ± 5%. 

IF = 100/LA IF = 1 mA 

Type. VF(V) r (0) VF(V) r (0) 

min max max min max max 

SZX 62 

MDl 0,4 0,5 . 600 0,52 0,63 90 
MD2 0,85 1,05 1200 1,1 1,3 180 
MD3 1,3 1,5 1800 1,65 1,85 275 
MD4 1,6 2 2400 2,2 2,5 360 

PLE 0,7 
PLE 1,5 
PLE 2 

Te.t temperature. 6.VZ avz 
Temperature. Je me.ure max max 

(oC) (mV) (lO-S/0C) 

68 10 
34 5 

0 25 75 14 2 
7 1 
3 0,5 

68 10 
34 5 

0 25 75 14 2 
7 l 
3 0,5 

141 10 
70 5 

-55 0 25 75 100 28 2 
14 l 
7 0,5 

141 10 
70 5 

-55 0 25 75 100 28 2 
14 1 
7 0,5 

88 10 
44 5 

0 25 75 18 2 
9 1 
5 0,5 

181 10 
90 5 

-55 0 25 75 100 36 2 
18 l 
9 0,5 

239 10 
120 5 

-55 0 25 75 100 150 47 2 
24 1 
12 0,5 

Tolérance sur la valeur nominale de VZT: ± 5%. 

reference diodes 
diodes de référence 

IF = 5 mA IF = 10 mA 

VF(V) r (0) VRM(V) VF(V) r (0) 

min max max max min max max 

0,65 0,75 -10 

0,65 0,74 12 
1,32 1,74 24 
2 2,2 36 
2,7 2,9 50 

0,65 0,75 10 
1,35 1,55 20 
1,9 2,2 30 

110 

IF = 100 mA 

VF(V) r (0) 

min max max 

0,75 0,85 2 
1,55 1,8 4 
2,22 2,5 6 
2,92 3,2 8 

Ca.e 

DO 35 
glass 
verre 

(CB-l02) 

DO 7 
glass 
verre 

(CB-26) 

Case 

A5 glass 
verre 

(CB-102) 

/07 glass 
verre 

(CB-26) 

A plastic 
plastique 
(CB-210) 



~. THOMSON-CSF 

fixed v10ltage regulators 
régulateu.rs de tension fixes 

Monolithic integrated circuits, acting as temperature compensated voltage regulators and 
designed to supply control voltage for varicaps. 

Circuits intégrés monolithiques/ régulateurs de tension compensés en température destinés à 
la polarisation des varicaps. 

T',pe 
Vo 10 reg. 10 max. 

Case 
(V) (mA) (mA) 

TD~~ 1550 31-35 5 10 

DO 35 
glass 
verre 

(CB-102) 
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Unidirec-
tional 

600W 

* Pulse test 

Types 

1 

Bidirec-
tional 

''.' THOMSON-CSF 

transient voltai:e suppressors «TRANSIL» 
diodes de protection «TRANSIL» 

IRM@ VRM BR)· @ IR V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp 
(V) max max 

l ms expo 8-20 ~s expo 

(~A) 1 (V) mi lom 1 max 1 (mA) (V) 1 (A) (V) 1 (A) 

1 1 ms expo. 7,2 KW 1 8-20 J-tS expo. 

lN 6102 100 5,2 6,12 6,8 7,48 175 10,8 55 14 514 
lN 6102 A 100 5,2 6,46 6,8 7,14 175 10,5 57 13,4 537 
lN 6103 50 5,7 6,75 7,5 8,25 175 11,7 51 15,2 474 
lN 6103 A 50 5,7 7,13 7,5 7,87 175 11,3 53 14,5 496 
lN 6104 20 6,2 7,38 8,2 9,02 150 12,5 48 16,3 442 
1 N 6104 A 20 6,2 7,79 8,2 8,61 150 12,1 50 15,5 465 
lN 6105 20 6,9 8,19 9,1 10,01 150 13,8 43 17,9 402 
lN 6105 A 20 6,9 8,65 9,1 9,55 150 13,4 45 17,1 421 
lN 6106 20 7,6 9,00 "0 11,00 125 15 40 19,5 369 
1 N 6106 A 20 7,6 9,50 "0 10,50 125 14,5 41 18,6 387 
lN 6107 20 8,4 9,90 "1 12,10 125 16,2 37 21,2 340 
lN 6107 A 20 8,4 10,45 "1 11,55 125 15,6 38 20,3 355 
lN 6108 20 9,1 10,80 "2 13,20 100 17,3 35 22,7 317 
lN 6108 A 20 9,1 11,40 "2 12,60 100 16,7 36 21,7 332 
lN 6109 20 9,9 11,70 "3 14,30 100 19 32 24,6 293 
1 N 6109 A 20 9,9 12,35 "3 13,65 100 18,2 33 23,6 305 
lN 6110 20 11,4 13,50 15 16,50 75 22 27,5 28,4 254 
1N6110A 20 11,4 14,25 '5 15,75 75 21,2 28 27,2 265 
lN 6111 20 12,2 14,40 "6 17,60 75 23,5 26 30,3 238 
1N6111A 20 12,2 15,20 16 16,80 75 22,5 27 28,9 249 
lN 6112 1 13,7 16,20 18 19,80 65 26,5 22,5 34 212 
lN 6112 A 1 13,7 17,10 18 18,90 65 25,2 24 32,S 222 
lN6113 1 15,2 18,0 ~,o 22,0 65 29,1 20,5 37,8 190 
lN6113A 1 15,2 19,D ~~O 21,0 65 27,7 22 36,1 199 
lN 6114 1 16,7 19,8 ~~2 24,2 50 31,9 18,5 41,2 175 
lN6114A 1 16,7 20,1 n 23,1 50 30,6 20 39,3 183 
lN 6115 1 18,2 21,,6 ~'4 26,4 50 34,7 17,5 44,9 160 
lN6115A 1 18,2 22,a ~'4 25,2 50 33,2 18 42,8 168 
lN 6116 1 20,6 24,.3 ~? 29,7 50 39,1 15,5 50,S 143 
1N6116A 1 20,6 25,7 ~'7 28,3 50 37,S 16 48,3 149 
lN 6117 1 22,8 27,0 ~;o 33,0 40 43,S 13,5 56,1 128 
lN 6117 A 1 22,8 28,5 ~,O 31,5 40 41,4 14,5 53,S 134 
lN 6118 1 25,1 29,7 ~;3 36,3 40 47,7 12,5 61,7 117 
lN 6118 A 1 25,1 31,4 ~,3 34,6 40 45,7 13,1 59 122 
lN 6119 1 27,4 32,4 :,6 39,6 30 52 11,5 67,3 107 
1N6119A 1 27,4 34,2 :,6 37,8 30 49,9 12 64,3 112 
lN 6120 1 29,7 35, l :9 42,9 30 56,4 10,6 73 99 
1 N 6120 A 1 29,7 37, l :9 40,9 30 53,9 11,1 69,7 103 
lN 6121 1 32,7 38,7 L3 47,3 30 61,9 9,7 80,4 90 
lN 6121 A 1 32,7 40,9 L3 45,1 30 59,3 10,1 76,8 94 
lN 6122 1 35,8 42,:3 L7 51,7 25 67,8 8,8 88 82 
1 N 6122 A 1 35,8 44,7 L7 49,3 25 64,8 9,3 84 86 
lN 6123 1 38,8 45,9 ~ 1 56,1 25 73,5 8,2 95,5 75 
lN 6123 A 1 38,8 48,5 ~ 1 53,5 25 70,1 8,6 91 79 
lN 6124 1 42,6 50,4 ~6 61,6 20 80,S 7,5 105 69 
1 N 6124 A 1 42,6 53,:2 ~6 58,8 20 77 7,8 100 72 
1 N 6125 1 47,1 55,:3 t2 68,2 20 89 6,7 116 62 
lN 6125 A 1 47,1 58,9 ~2 65,1 20 85 7,1 111 65 
lN 6126 1 51,7 61,:2 t8 74,8 20 98 6,1 127 57 
lN 6126 A 1 51,7 64,6 ~8 71,4 20 92 6,5 121 59,5 
lN 6127 1 56,0 67,5 ï5 82,5 20 108 5,6 140 51,5 
lN 6127 A 1 56,0 71,3 ï5 78,7 20 103 5,8 134 53,S 
lN 6128 1 62,2 73,13 E2 90,2 15 118 5,1 153 47 
lN 6128 A 1 62,2 77,9 E2 86,1 15 113 5,3 146 49 
lN 6129 1 69,2 81,9 S 1 100,1 15 131 4,6 170 42,5 
lN 6129 A 1 69,2 86,5 S 1 95,5 15 125 4,8 162 44,5 

tp ~ 50 ms ô < 2% '"Mesure en impulsion tp ~ SOms 
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aT max 

Case 

(l0-4/0C) 

5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
9 
9 
9 
9 C8-431 
9 glass 
9 verre 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

ô < 2% 



~ lltOMSON-CSF 

transient voltage suppressors «!rRAl'lSIL» 
diodes de protection «TRANSIL» 

Types IRM@ VRM V(BR)* @ IR V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp 
(V) max max 

1 ms expo 8-20 /-tS expo 

Unidirec-
1 

Bidirec-
{J'A) 1 (V) min 1 nom 1 max 1 (mA) (V) 1 (A) (V) 1 (A) 

tional tional 

600 W 1 1 ms expo. 7,2 KW 1 8-201-'5 expo. 

lN 6130 l 76,0 90,0 100 110,0 12 144 4,2 187 38,5 
lN 6130 A 1 76,0 95,0 100 105,0 12 137 4,4 178 40,5 
lN 6131 1 83,6 99,0 110 121,0 12 158 3,8 203 35,5 
lN 6131 A 1 83,6 104,5 110 115,5 12 152 3,9 195 37 
1 N 6132 l 91,2 108,0 120 132,0 10 173 3,5 222 32,5 
lN 6132 A 1 91,2 114,0 120 126,0 10 165 3,6 212 34 
lN 6133 1 98,8 117,0 130 143,0 10 187 3,2 240 30 
lN 6133 A 1 98,8 123,5 130 136,5 10 179 3,4 230 31,5 
lN 6134 1 114,0 135,0 150 165,0 8 215 2,8 277 26 
lN 6134 A 1 114,0 142,5 150 157,5 8 207 2,9 265 27,2 
lN 6135 1 121,6 144 160 176 8 230 2,6 296 24,3 
lN 6135 A 1 121,6 152 160 168 8 219 2,7 282 25,5 
lN 6136 1 136,8 162 180 198 5 258 2,3 333 21,6 
lN 6136 A 1 136,8 171 180 189 5 246 2,4 317 22,7 
lN 6137 1 152,0 180 200 220 5 287 2,1 370 19,4 
lN 6137 A 1 152,0 190 200 210 5 274 2,2 353 20,4 

1 ,5 KW 1 1 ms expo. 18 KW 1 8-201-'5 expo. 

lN 6138 500 5,2 6,12 6,8 7,48 175 11,0 136,4 14 1285 
lN 6138 A 500 5,2 6,46 6,8 7,14 175 10,5 142,8 13,4 1343 
lN 6139 300 5,7 6,75 7,5 8,25 175 11,8 127,1 15,2 1184 
lN 6139 A 300 5,7 7,13 7,5 7,87 175 11,2 133,9 14,5 1241 
lN 6140 100 6,2 7,38 8,2 9,02 150 12,7 118,1 16,3 1104 
lN 6140 A 100 6,2 7,79 8,2 8,61 150 12,1 124,0 15,5 1161 
lN 6141 100 6,9 8,19 9,1 10,01 150 14,0 107,1 17,9 1005 
lN 6141 A 100 6,9 8,65 9,1 9,55 150 13,4 111,9 17,1 1053 
lN 6142 100 7,6 9,00 10 11,00 125 15,2 98,7 19,5 923 
lN 6142 A 100 7,6 9,50 10 10,50 125 14,5 103,4 18,6 968 
lN 6143 20 8,4 9,90 11 12,10 125 16,3 92,0 21,2 849 
lN 6143 A 20 8,4 10,45 11 11,55 125 15,6 96,2 20,3 887 
lN 6144 20 9,1 10,80 12 13,20 100 17,7 84,7 22,7 793 
lN 6144 A 20 9,1 11,40 12 12,60 100 16,9 88,8 21,7 829 
lN 6145 20 9,9 11,70 13 14,30 100 19,0 78,9 24,6 732 
lN 6145 A 20 9,9 12,35 13 13,65 100 18,2 82,4 23,6 763 
lN 6146 20 11,4 13,50 15 16,50 75 21,9 68,S 28,4 634 
lN 6146 A 20 11,4 14,25 15 15,75 75 21,0 71,4 27,2 662 
lN 6147 20 12,2 14,40 16 17,60 75 23,4 64,1 30,3 594 
lN 6147 A 20 12,2 15,20 16 16,80 75 22,3 67,3 28,9 623 
lN 6148 10 13,7 16,20 18 19,80 65 26,3 57,0 34 529 
lN 6148 A 10 13,7 17,10 18 18,90 65 25,1 59,8 32,5 554 
lN 6149 5 15,2 18,0 20 22,0 65 29,0 51,7 37,8 476 
lN 6149 A 5 15,2 19,0 20 21,0 65 27,7 54,2 36,1 498 
lN 6150 5 16,7 19,8 22 24,2 50 31,9 47,0 41,2 437 
lN 6150 A 5 16,7 20,9 22 23,1 50 30,5 49,2 39,3 458 
lN 6151 5 18,2 21,6 24 26,4 50 34,8 43,1 44,9 401 
lN 6151 A 5 18,2 22,8 24 25,2 50 33,3 45,0 42,8 421 
lN 6152 5 20,6 24,3 27 29,7 50 39,2 38,3 50,5 356 
lN 6152 A 5 20,6 25,7 27 28,3 50 37,4 40,1 48,3 373 
lN 6153 5 22,8 27,0 30 33,0 40 43,6 34,4 56,1 321 
lN 6153 A 5 22,8 28,5 30 31,5 40 41,6 36,0 53,5 336 

* Pulse test tp ~ 50 ms 0<2% * Mesure en impulsion fp ~ SOms 
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ex T max 
max 

Case 

(l0·4/0C) 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10,5 
10,5 
10,5 
10,5 
10,5 C8-431 
10,5 gloss 
11 verre 

11 
11 
11 

5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 C8-432 
8 gloss 
8,5 verre 

8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

0<2% 



Unidirec-
tional 

1,5 KW 

* Pulse test 

Types 

1 

Bidirec-
tional 

~~ THOMSON-CSF 

transient voltage suppressors «TBANSIL» 
diodes de protection «TRANSIL» 

IRM@ VRM V(I~R)· @ IR V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp 
(V) max max 

1 ms expa 8-20!J.s expo 

(!J.A) 1 (V) min 1 n~m 1 max 1 (mA) (V) 1 (A) (V) J (A) 

1 1 ms expo. 18 KW 1 8-20 J.ts expo. 

lN 6154 5 25,1 29,7 33 36,3 40 47,9 31,3 61,7 292 
lN 6154 A 5 25,1 31,4 33 34,6 40 45,7 32,8 59 305 
lN 6155 5 27,4 32,4 36 39,6 30 52,3 28,7 67,3 267 
1 N 6155 A 5 27,4 34,2 36 37,8 30 49,9 30,1 64,3 280 
1 N 6156 5 29,7 35,1 39 42,9 30 56,2 26,7 73 246 
1 N 6156 A 5 29,7 37,1 39 40,9 30 53,6 28,0 69,7 258 
lN 6157 5 32,7 38,7 43 47,3 30 62,0 24,2 80,4 224 
lN 6157 A 5 32,7 40,9 43 45,1 30 59,1 25,4 76,8 234 
lN 6158 5 35,8 42,3 47 51,7 25 67,7 22,2 88 204 
1 N 6158 A 5 35,8 44,7 47 49,3 25 64,6 23,2 84 214 
1 N 6159 5 38,8 45,9 51 56,1 25 73,S 20,4 95,5 188 
lN 6159 A 5 38,8 48,S 51 53,5 25 70,1 21,4 91 198 
lN 6160 5 42,6 50,4 56 61,6 20 80,7 18,6 105 171 
1 N 6160 A 5 42,6 53,2 56 58,8 20 77,0 19,5 100 180 
lN 6161 5 47,1 55,8 62 68,2 20 89,3 16,8 116 155 
lN 6161 A 5 47,1 58,9 62 65,1 20 85,3 17,6 111 162 
1 N 6162 5 51,7 61,2 68 74,8 20 98,0 15,3 127 142 
1 N 6162 A 5 51,7 64,6 68 71,4 20 97,1 15,4 121 148 
1 N 6163 5 56,0 67,5 75 82,5 20 108,1 13,9 140 128 
lN 6163 A 5 56,0 71,3 75 78,7 20 103,1 14,5 134 134 
lN 6164 5 62,2 73,8 32 90,2 15 118,2 12,7 153 117 
1 N 6164 A 5 62,2 77,9 32 86,1 15 112,8 13,3 146 123 
lN 6165 5 69,2 81,9 n 100,1 15 131,1 11,4 170 106 
1 N 6165 A 5 69,2 86,5 t1 95,5 15 125,1 12,0 162 111 
lN 6166 5 76,0 90,0 no 110,0 12 144,1 10,4 187 96 
1 N 6166 A 5 76,0 95,0 1)0 105,0 12 137,6 10,9 178 101 
lN 6167 5 83,6 99,0 110 121,0 12 158,5 9,5 203 89 
1 N 6167 A 5 83,6 104,5 110 115,5 12 151,3 9,9 195 92 
lN 6168 5 91,2 108,0 1'20 132,0 10 172,9 8,7 222 81 
lN 6168 A 5 91,2 114,0 1'20 126,0 10 165,1 9,1 212 85 
lN 6169 5 98,8 117,0 uo 143,0 10 187,3 8,0 240 75 
lN 6169 A 5 98,8 123,5 1:30 136,5 10 178,8 8,4 230 78 
lN 6170 5 114,0 135,0 1:50 165,0 8 216,2 6,9 277 65 
1 N 6170 A 5 114,0 142,5 1:;0 157,5 8 206,3 7,3 265 68 
lN 6171 5 121,6 144 11>0 176 8 228,8 6,6 296 61 
lN 6171 A 5 121,6 152 11>0 168 8 218,4 6,9 282 64 
lN 6172 5 136,8 162 1130 198 5 257,4 5,8 333 54 
1N6172A 5 136,8 171 1130 189 5 245,7 6,1 317 57 

'lN 6173 5 152,0 180 200 220 5 286,0 5,2 370 48,5 
1 N 6173 A 5 152,0 190 200 210 5 273,0 5,5 353 51 

tp :::;; 50 ms 0<2% .. Mesure en impulsion tp :::;; 50 ms 

117 

ŒT max 

Case 

(10-4/0C) 

9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 CB-432 

10 glass 

10 
verre 

10 
10 
10 
10 
10,5 
10,5 
10,5 
10,5 
10,5 
10,5 
11 
11 
11 
11 

0<2% 



f.' THOMSON-CSF 

Tvpes IRM@ VRM V(BR)· @ IR V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp aT max 

(V) max max 

1 ms expo 8-20 p's expo Case 

Unidirec-

1 

Bidirec-
(p.A) 1 (V) min 1 nom 1 max 1 (mA) (V) 1 (A) (V) 1 (A) (10-4/0C) 

tional tional 

1,5 KW 1 1 ms expo. 18 KW 1 8-20 p,s expo. IFSM = 250A - 10 ms for unidirectional 

1.5 KE 6V8 1.5 KE 6V8 C 1000 § 5,5 6,12 6,8 7,48 10 10,8 139 14 1285 5,7 
1.5 KE 6V8 A 1.5 KE 6V8 CA 1000 § 5,8 6,45 6,8 7,14 10 10,5 143 13,4 1343 5,7 

1.5 KE 7V5 1.5 KE lY5 C 1000 § 6,05 6,75 7,5 8,25 10 11,7 128 15,2 1184 6,1 

1.5 KE 7V5 A 1.5 KE 7V5 CA 1000 § 6,4 7,13 7,5 7,88 10 11,3 132 14,5 1241 6,1 
1.5 KE 8V2 1.5 KE 8V2 C 200 § 6,63 7,38 8,2 9,02 10 12,5 120 16,3 1104 6,5 
1.5 KE 8V2 A 1.5 KE 8V2 CA 200 § 7,02 7,79 8,2 8,61 10 12,1 124 15,5 1161 6,5 
1.5 KE 9V1 1.5 KE 9V1 C 50 § 7,37 8,19 9,1 10 1 13,8 109 17,9 1005 6,8 
1.5 KE 9V1 A 1.5 KE 9V1 CA 50 § 7,78 8,65 9,1 9,55 1 13,4 112 17,1 1053 6,8 
1.5 KE 10 1.5KE10C 10 § 8,1 9,0 10 11 1 15 100 19,5 923 7,3 
1.5 KE 10 A 1.5KE10CA 10 § 8,55 9,5 10 10,5 1 14,5 103 18,6 968 7,3 

1.5 KE 11 1.5 KE 11 C 5§ 8,92 9,9 11 12,1 1 16,2 93 21,2 849 7,5 
1.5 KE 11 A 1.5 KE 11 CA 5 § 9,4 10,5 11 11,6 1 15,6 96 20,3 887 7,5 

1.5KE12 1.5 KE 12 C 5 9,72 10,8 12 13,2 1 17,3 87 22,7 793 7,8 

1.5KE12A 1.5 KE 12 CA 5 10,2 11,4 12 12,6 1 16,7 90 21,7 829 7,8 
1.5 KE 13 1.5 KE 13 C 5 10,5 11,7 13 14,3 1 19 79 24,6 732 8,1 
1.5KE13A 1.5 KE 13 CA 5 11,1 12,4 13 13,7 1 18,2 82 23,6 763 8,1 

1.5KE15 1.5KE15C 5 12,1 13,5 15 16,5 1 22 68 28,4 634 8,4 
1.5 KE 15 A 1.5KE15CA 5 12,8 14,3 15 15,8 1 21,2 71 27,2 662 8,4 
1.5KE16 1.5 KE 16 C 5 12,9 14,4 16 17,6 1 23,5 64 30,3 594 8,6 / 1.5 KE 16 A 1.5 KE 16 CA 5 13,6 15,2 16 16,8 1 22,5 67 28,9 623 8,6 
1.5 KE 18 l.5 KE 18 C 5 14,5 16,2 18 19,8 1 26,5 56,5 34 529 8,8 

1~29 
1.5KE18A 1.5 KE 18 CA 5 15,3 17,1 18 18,9 1 25,2 59,S 32,S 554 8,8 

1.5 KE 20 1.5 KE 20 C 5 16,2 18 20 22 1 29,1 51,5 37,8 476 9 
l.5 KE 20 A 1.5 KE 20 CA 5 17,1 19 20 21 1 27,7 54 36,1 498 9 
1.5 KE 22 l.5 KE 22 C 5 17,8 19,8 22 24,2 1 31,9 47 41,2 437 9,2 
1.5 KE 22 A 1.5 KE 22 CA 5 18,8 20,9 22 23,1 1 30,6 49 39,3 458 9,2 
1.5 KE 24 1.5 KE 24 C 5 19,4 21,6 24 26,4 1 34,7 43 44,9 401 9,4 plastic 
1.5 KE 24 A 1.5 KE 24 CA 5 20,5 22,8 24 25,2 1 33,2 45 42,8 421 9,4 plastique 
1.5 KE 27 1.5 KE 27 C 5 21,8 24,3 27 29,7 1 39,1 38,5 50,S 356 9,6 
1.5 KE 27 A 1.5 KE 27 CA 5 23,1 25,7 27 28,4 1 37,5 40 48,3 373 9,6 

1.5 KE 30 1.5 KE 30 C 5 24,3 27 30 33 1 43,5 34,5 56,1 321 9,7 
1.5 KE 30 A 1.5 KE 30 CA 5 25,6 28,5 30 31,5 1 41,4 36 53,S 336 9,7 

1.5 KE 33 1.5 KE 33 C 5 26,8 29,7 33 36,3 1 47,7 31,S 61,7 292 9,8 
1.5 KE 33 A 1.5 KE 33 CA 5 28,2 31,4 33 34,7 1 45,7 33 59 305 9,8 
1.5 KE 36 l.5 KE 36 C 5 29,1 32,4 36 39,6 1 52 29 67,3 267 9,9 
1.5 KE 36 A 1.5 KE 36 CA 5 30,8 34,2 36 37,8 1 49,9 30 64,3 280 9,9 
1.5 KE 39 1.5 KE 39 C 5· 31,6 35,1 39 42,9 1 56,4 26,5 73 246 10 
1.5 KE 39 A 1.5 KE 39 CA 5 33,3 37,1 39 41 1 53,9 28 69,7 258 10 
1.5 KE 43 1.5 KE 43 C 5 34,8 38,7 43 47,3 1 61,9 24 80,4 224 10,1 
1.5 KE 43 A 1.5 KE 43 CA 5 36,8 40,9 43 45,2 1 59,3 25,3 76,8 234 10,1 
1.5 KE 47 1.5 KE 47 C 5 38,1 42,3 47 51,7 1 67,8 22,2 88 204 10,1 
1.5 KE 47 A 1.5 KE 47 CA 5 40,2 44,7 47 49,4 1 64,8 23,2 84 214 10,1 
1.5 KE 51 1.5 KE 51 C 5 41,3 45,9 51 56,1 1 73,S 20,4 95,S 188 10,2 
1.5KE51 A 1.5 KE 51 CA 5 43,6 48,S 51 53,6 1 70,1 21,4 91 198 10,2 
1.5 KE 56 1.5 KE 56 C 5 45,4 50,4 56 61,6 1 80,S 18,6 105 171 10,3 
1.5 KE 56 A 1.5 KE 56 CA 5 47,8 53,2 56 58,8 1 77 19,5 100 180 10,3 

.. Pulse test tp ~ 50 ms ô < 2% . .. Mesure en impulsion tp ~ SOms 0< 2%. 

§ For bidirectional types 1.5 KE 6V8 C-1.5 KE 11 CA, 
IRM must be double that specified for unidirectional types. 

§ Pour les repes bidirectionnels 7. S KE 6V8 C -7. S KE 77 CA, 
doubler e IRM spécifié pour les types unidirectionnels correspondants. 
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Type. 

Unidirec-

1 

Bidirec-
tional tional 

~I lHOMSON-CSF 

transient voltagt! suppressors «TRANSIL» 
diodes de protection «TRANSIL» 

IRM @ VRM V(E!.R)· @ IR V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp 
('1) max max 

1 m.expo 8-20 p..expo 

(p.A) 1 (V) min 1 nelm 1 max 1 (mA) (V) 1 (A) (V) 1 (A) 

aTmax 

Ca.e 

(10·4/0C) 

1,S KW 1 1 ms expo. 18 KW 1 8-20 p's expo. IFSM = 250A - 10 ms for unidirectional 

1.5 KE 62 1.5 KE 62 C 5 50,2 55,8 62 68,2 1 89 16,9 116 155 10,4 

1.5 KE 62 A 1.5 KE 62 CA 5 53 58,9 62 65,1 1 85 17,7 111 162 10,4 

1.5 KE 68 1.5 KE 68 C 5 55,1 61,2 68 74,8 1 98 15,3 127 142 10,4 

1.5 KE 68 A 1.5 KE 68 CA 5 58,1 64,6 68 71,4 1 92 16,3 121 148 10,4 

1.5 KE 75 1.5 KE 75 C 5 60,7 67,.5 /5 82,S 1 108 13,9 140 128 10,5 

1.5 KE 75 A 1.5 KE 75 CA 5 64,1 71,3 /5 78,8 1 103 14,6 134 134 10,5 

1.5 KE 82 1.5 KE 82 C 5 66,4 73,8 02 90,2 1 118 12,7 153 117 10,5 

1.5 KE 82 A 1.5 KE 82 CA 5 70,1 77,9 02 86,1 1 113 13,3 146 123 10,5 

1.5 KE 91 1.5 KE 91 C 5 73,7 81,9 91 100 1 131 11,4 170 106 10,6 

1.5 KE 91 A 1.5 KE 91 CA 5 77,8 86,5 (/1 95,S 1 125 12 162 111 10,6 

1.5 KE 100 1.5 KE 100 C 5 81 90 100 110 1 144 10,4 187 96 10,6 

1.5 KE 100 A 1.5KE100CA 5 85,5 95 100 105 1 137 11 178 101 10,6 

1.5 KE 110 1.5KE110C 5 89,2 99 no 121 1 158 9,5 203 89 10,7 

1.5 KE 110 A 1.5KE110CA 5 94 105 no 116 1 1S2 9,9 195 92 10,7 

1.5 KE 120 1.5 KE 120 C 5 97,2 108 1:10 132 1 173 8,7 222 81 10,7 

1.5 KE 120 A 1.5 KE 120 CA 5 102 114 1:10 126 1 165 9,1 212 85 10,7 
1.5KE130 1.5 KE 130 C 5 105 117 1:10 143 1 187 8 240 75 10,7 

1.5 KE 130 A 1.5 KE 130 CA 5 111 124 1:10 137 1 179 8,4 230 78 10,7 

1.5 KE 150 1.5 KE 150 C 5 121 135 l!iO 165 1 215 7 277 65 10,8 
1.5 KE 150 A 1.5 KE 150 CA 5 128 143 l!iO 158 1 207 7,2 265 68 10,8 
1.5 KE 160 1.5 KE 160 C 5 130 144 160 176 1 230 6,5 296 61 10,8 

1.5 KE 160 A 1.5 KE 160 CA 5 136 152 lliO 168 1 219 6,8 282 64 10,8 
1.5 KE 170 1.5 KE 170 C 5 138 153 ' 1?0 187 1 244 6,2 314 57,5 10,8 CB-429 
1.5 KE 170 A 1.5 KE 170 CA 5 145 161 1;'0 179 1 234 6,4 301 60 10,8 plostic 

1.5 KE 180 1.5 KE 180 C 5 146 162 1110 198 1 258 5,8 333 54 10,8 plastique 

1.5 KE 180 A 1.5 KE 180 CA 5 154 171 1110 189 1 246 6,1 317 57 10,8 
1.5 KE 200 1.5 KE 200 C 5 162 180 200 220 1 287 5,2 370 48,5 10,8 
1.5 KE 200 A 1.5 KE 200 CA 5 171 190 200 210 1 274 5,S 353 51 10,8 
1.5 KE 220 1.5 KE 220 C 5 175 198 2:!0 242 1 344 4,3 406 44,5 10,8 
1.5 KE 220 A 1.5 KE 220 CA 5 185 209 2:!0 231 1 328 4,6 388 46,5 10,8 
1.5 KE 250 1.5 KE 250 C 5 202 225 2!i0 275 1 360 5,0 462 47 11 
1.5 KE 250 A 1.5 KE 250 CA 5 213 237 2!iO 263 1 344 5,0 442 47 11 
1.5 KE 280 1.5 KE 280 C 5 227 252 2UO 308 1 402 5,0 517 47 11 
1.5 KE 280 A 1.5 KE 280 CA 5 239 266 2UO 294 1 384 5,0 494 47 11 
1.5 KE 300 1.5 KE" 300 C 5 243 270 300 330 1 430 5,0 554 47 11 
1.5 KE 300 A 1.5 KE 300 CA 5 256 285 300 315 1 414 5,0 529 47 11 
1.5 KE 320 1.5 KE 320 C 5 259 288 3:!0 352 1 459 4,5 591 42 11 
1.5 KE 320 A 1.5 KE 320 CA 5 273 304 3:!0 336 1 438 4,5 564 42 11 
1.5 KE 350 1.5 KE 350 C 5 283 315 3!i0 385 1 504 4,0 647 37 11 
1.5 KE 350 A 1.5 KE 350 CA 5 299 332 3!i0 368 1 482 4,0 618 37 11 
1.5 KE 400 1.5 KE 400 C 5 324 360 400 440 1 574 4,0 739 37 11 
1.5 KE 400 A 1.5 KE 400 CA 5 342 380 400 420 1 548 4,0 706 37 11 
1.5 KE 440 1.5 KE 440 C 5 356 396 4~·0 484 1 631 3,5 813 33 11 
1.5 KE 440 A 1.5 KE 440 CA 5 376 418 4~·O 462 1 603 3,5 776 33 11 

* Pulse test tp ~ 50 ms ô < 2 %. '" Mesure en impulsion tp ~ 50 ms ô < 2%. 
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trisil 
TP telephone protection 

• Bidirectional device used to telephone 
protection. 

• Dispositif bidirectionnel adapté à la 
protection cie ligne téléphonique. 

• Caractéristique de tension de veille • Characteristic of stand-off and breakdown 
voltage similor to a T ransil (V off ). et de claquage similaire à une Transil (VoH j. 

• High flowout capability because of 
its breakover characteristic (Von ). 

• Forte capacité d'écoulement dû à 
sa caractéristique de retournement (Von j. 

Characteristic current-voltage 
Caractéristique courant-tension 

I~: ~~7-, 
IBI~ j--i---------------: 

1 1 
1 1 

IRM ----:---- 1 

Von VRM VBR VBO 
min max 

IRM @ VRM V(BR) min @ IR V(BO) max @ IBO IH 
Types Case 

(ILA ) (V) (V) (mA) (V) (mA) (mA) 

TPA 100A - 12 or 18 2 90 100 1 133 300 
TPA 1008 - 12 or 18 2 90 100 1 121 300 
TPA 11 OA - 12 or 18 2 99 110 1 147 300 
TPA 1108 -12or 18 2 99 110 1 133 300 With suffix 12 : 
TPA 120A - 12 or 18 2 108 120 1 160 300 120 mA 
TPA 1208 - 12 or 18 2 108 120 1 145 300 
TPA 130A - 12 or 18 2 117 130 1 173 300 
TPA 1308 - 12 or 18 2 117 130 1 157 300 
TPA 150A - 12 or 18 2 135 150 1 200 300 With suffix 18 : 
TPA 1508 - 12 or 18 2 135 150 1 181 300 180 mA 
TPA 160A - 12 or 18 2 144 160 1 213 300 
TPA 1608 - 12 or 18 2 144 160 1 193 300 
TPA 180A - 12 or 18 2 162 180 1 240 300 
TPA 1808 - 12 or 18 2 162 180 1 217 300 
TPA 200A - 12 or 18 2 180 200 1 267 300 
TPA 2008 - 12 or 18 2 180 200 1 241 300 
TPA 220A - 12 or 18 2 198 220 1 293 300 
TPA 2208 - 12 or 18 2 198 220 1 265 300 
TPA 240A - 12 or 18 2 216 240 1 320 300 
TPA 2408 - 12 or 18 2 216 240 1 289 300 
TPA 270A - 12 or 18 2 243 270 1 360 300 
TPA 2708 - 12 or 18 2 243 270 1 325 300 

120 

F 126 
plastic 

plastique 
(C8-210) 



400/1 ms 

600/1 ms 

600/1 ms 

600/1 ms 

600/1 ms 

700/1 ms 

700/1 ms 

800/1 ms 

800/1 ms 

1000/1 ms 

1500/1 ms 

1500/1 ms 

1500/1 ms 

1500/1 ms 

1500/1 ms 

1500/1 ms 

2500/1 ms 

2500/1 ms 

3000/1 ms 

5000/1 ms 

~~ lHOMSON-CS.F 

transient voltage suppressor «TRAmSIL» selector guide 
guide de sélection. diodes de protection «TRANSIL» 

... 
M It'I 

1 T-GMP 51 
1 

1 *GMP 51 

PFC. .. 

C'I ... 

1 

000 
... C'I ~ ......... 

low capacitance series 

~'_U_ .. _. __________ ~ 
1 

G~W 30 ... 
1 

-0 -0 ..... co ;:::: g ~ ... ...... (W) ~ 

1 1 
Case 

/' 
/ 007 

}//.: 
}~17 

/ 
~ 

/ 
// 

/0027A 

/~ 
,// 

///? 

j'// 

?/';/ DO 27 A 

}r' 
}~9 
} / //:027A 
~220A8 
';;04 
fo7A 
~ 

* Preferred device. 
Dispositif préférentiel 
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Types 

Unldlrectional 1 

150W 1 

~ 11tOMSON-CSF 

transient voltage suppressors «~BAl\TSIL» 
diodes de protection «TRANSIL» 

IRM@VRM V(BR)· @ IR V(CL) @ Ipp 
(V) max 

1 ms expo 
Bidirectional (ILA) 1 

(V) min 1 nom T max T (mA) (V) 
1 

(A) 

1 ms expo. 

MZD7,5 5 3,1 6,75 7,5 8,75 5 13,5 11 

Types IRM@VRM V(BR)· @ IR V(CL)'@ Ipp V(CL) @ Ipp 
(V) max max 

1 ms expo 8-20 ILS expo 

Unidirec-

1 

Bidirec-
(ILA) 1 (V) min 1 nom 1 max 1 (mA) (V) 1 (A) (V) 1 (A) tlonal tional 

Case 

/ 
/ 

/ 007 
glass 
verre 

(CB-26) 

aymax 

Case 

(10-4/o C) 

400 W 1 1 ms expo. 4,8 KWI 8 - 20 p,s expo. IFSM = 50 A - 10 ms for unidirectional 

BZW04-5V5 BZW04-5V5B 1000 5,5 6,12 6,8 7,48 10 10,8 37 14 342 5,7 
BZW04-5V8 BZW04-5V8B 1000 5,8 6,45 6,8 7,14 10 10,5 38 13,4 358 5,7 
BZW04-6VO BZW04-6VOB 500 6,0 6,75 7,5 8,25 10 11,7 34 15,2 316 6,1 
BZW04-6V4 BZW04-6V4B 500 6,4 7,13 7,5 7,88 10 11,3 35,4 14,5 331 6,1 
BZW04·6V6 BZW04-6V6B 200 6,63 7,38 8,2 9,02 10 12,5 32 16,3 295 6,5 
BZW04-7VO BZWO.t-7VOB 200 7,02 7,79 8,2 8,61 10 12,1 33 15,5 310 6,5 
BZW04'-7V4 BZW04-7V4B 50 7,37 8,19 9,1 10,0 1 13,8 29 17,9 268 6,8 
BZW04-7V8 BZW04-7V8B 50 7,78 8,65 9,1 9,55 1 13,4 30 17,1 281 6,8 
BZW04-8Vl BZW04-8V1B 10 8,10 9,0 10 11,0 1 15 27 19,5 246 7,3 
BZW04-8V6 BZW04-8V6B 10 8,55 9,50 10 10,50 1 14,5 27,6 18,6 258 7,3 
BZW04-8V9 BZW04-8V9B 5 8,92 9,9 11 12,1 1 16,2 24,7 21,2 226 7,5 
BZW04-9V4 BZW04-9V4B 5 9,4 10,5 11 11,6 1 15,6 25,7 20,3 236 7,5 
BZW04-9V7 BZW04-9V7B 5 9,72 10,8 12 13,2 1 17,3 23,1 22,7 211 7,8 
BZW04-9V9 BZW04-9V9B 5 10,2 11,4 12 12,6 1 16,7 24 21,7 221 7,8 
BZW04-10 BZW04-10B 5 10,5 11,7 13 14,3 1 19 21 24,6 195 8,1 
BZW04-11 BZW04-11B 5 11,1 12,4 13 13,7 1 18,2 22 23,6 203 8,1 
BZW04-12 BZW04-12B 5 12,1 13,5 15 16,5 1 22 18,2 28,4 169 8,4 
BZW04-12V5 BZW04-12V5B 5 12,8 14,3 15 15,8 1 21,2 19 27,2 176 8,4 
BZW04-13 BZW04-13B 5 12,9 14,4 16 17,6 1 23,5 17 30,3 158 8,6 
BZW04-13V5 BZW04-13V5B 5 13,6 15,2 16 16,8 1 22,5 17,8 28,9 166 8,6 
BZW04-14 BZW04-14B 5 14,5 16,2 18 19,8 1 26,5 15,1 34 141 8,8 
BZW04-15 BZW04-15B 5 15,3 17,1 18 18,9 1 25,2 16 32,5 148 8,8 
BZW04-16 BZW04-16B 5 16,2 18 20 22 1 29,1 13,7 37,8 127 9,0 
BZW04-17 BZW04-17B 5 17,1 19 20 21 1 27,7 14,5 36,1 133 9,0 F 126 
BZW04-18 BZW04-18B 5 17,8 19,8 22 24,2 1 31,9 12,5 41,2 116 9,2 plastic 

BZW04-18V5 BZW04-18V5B 5 18,8 20,9 22 23,1 1 30,6 . 13 39,3 122 9,2 plastique 

BZW04-19 BZW04-19B 5 19,4 21,6 24 26,4 1 34,7 11,5 44,9 107 9,4 (CB-210) 

BZW04-20 BZW04-20B 5 20,5 22,8 24 25,2 1 33,2 12 42,8 112 9,4 
BZW04-22 BZW04-22B 5 21,8 24,3 27 29,7 1 39,1 10,2 50,5 95 9,6 
BZW04-23 BZW04-23B 5 23,1 25,7 27 28,4 1 37,5 10,7 48,3 99 9,6 
BZW04-24 BZW04-24B 5 24,3 27 30 33 1 43,5 9,2 56,1 86 9,7 
BZW04-26 BZW04-26B 5 25,6 28,5 30 31,S 1 41,5 9,6 53,5 90 9,7 
BZW04-27 BZW04-27B 5 26,8 29,7 33 36,3 1 47,7 8,4 61,7 78 9,8 
BZW04-28 BZW04-28B 5 28,2 31,4 33 34,7 1 45,7 8,8 59 81,S 9,8 
BZW04-29 BZW04-29B 5 29,1 32,4 36 39,6 1 52 7,7 67,3 71 9,9 
BZW04-31 BZW04-31B 5 30,8 34,2 36 37,8 1 49,9 8 64,3 74,5 9,9 
BZW04-32 BZW04-32B 5 31,6 35,1 39 42,9 1 56,4 7,1 73 66 10,0 
BZW04-33 BZW04-33B 5 33,3 37,1 39 41 1 53,9 7,4 69,7 69 10,0 
BZW04-35 BZW04-35B 5 34,8 38,7 43 47,3 1 61,9 6,5 80,4 60 10,1 
BZW04-37 BZW04-37B 5 36,8 40,9 43 45,2 1 59,3 6,7 76,8 62,S 10,1 
BZWQ4-38 BZW04-38B 5 38,1 42,3 47 51,7 1 67,8 5,9 88 55 10,1 
BZW04-40 BZW04-40B 5 40,2 44,7 47 49,4 1 64,8 6,2 84 57 10,1 
BZW04-41 BZW04-41B 5 41,3 45,9 51 56,1 1 73,5 5,4 95,5 50 10,2 
BZW04-44 BZW04-44B 5 43,6 48,5 51 53,6 1 70,1 5,7 91 52,5 10,2 

• Pulse test tp ~ 50 ms {) < 2%. .. Mesure en impulsion tp ~ SOms {) < 2%. 
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Types 

Unidirec-

1 

Bidirec-
tional tional 

f..~ THOMSON-CSF 

transient voltage suppressors «TBANSIL» 
diodes de protection «TRANSIL» 

'RM @ VRM V(ElR) • @ 'R V(CL) @ 'pp V(CL) @ 'pp 
(V) max max 

1 ms expo 8-20 /-LS expo 

(/-LA) 1 (V) min 1 nom 1 max 1 (mA) (V) 1 (A) (V) 1 (A) 

aT max 

Case 

(10·4/ 0 C) 

400 W 1 1 ms expo. 4,8 KW 1 8-20 IJ-S expo. IFSM = SOA - 10 ms for unidirectional 

BZW04-45 BZW04-45B 5 45,4 50,4 56 61,6 1 80,S 5,0 105 45,S 10,3 
BZW04-48 BZW04-48B 5 47,8 53,2 56 58,8 1 77 5,2 100 48 10,3 
BZW04-50 BZW04-50B 5 50,2 55,8 ,,2 68,2 1 89 4,5 116 41,5 10,4 
BZW04-53 BZW04-53B 5 53 58,9 ,,2 65,1 1 85 4,7 111 43 10,4 
BZW04-55 BZW04-55B 5 55,1 61,2 ,S8 74,8 1 98 4,1 127 38 10,4 
BZW04-58 BZW04-58B 5 58,1 64,6 ,S8 71,4 1 92 4,3 121 39,S 10,4 
BZW04-61 BZW04-61B 5 60,7 67,6 :'5 82,S 1 108 3,7 140 34,S 10,5 
BZW04-64 BZW04-64B 5 64,1 71,3 75 78,8 1 103 3,9 134 36 10,5 
BZW04-66 BZW04-66B 5 66,4 73,8 :32 90,2 1 118 3,4 153 31,S 10,5 
BZW04-70 BZW04-70B 5 70,1 77,9 :32 86,1 1 113 3,5 146 33 10,5 
BZW04-74 BZW04-74B 5 73,7 81,9 91 100 1 131 3,0 170 26,5 10,6 
BZW04-78 BZW04-78B 5 77,8 86,5 91 95,S 1 125 3,2 162 29,5 10,6 
BZW04-81 BZW04-81 B 5 81 90 100 110 1 144 2,8 187 25,5 10,6 
BZW04-85 BZW04-85B 5 85,S 95 100 105 1 137 2,9 178 27 10,6 
BZW04-89 BZW04-89B 5 89,2 99 110 121 1 158 2,5 203 23,5 10,7 
BZW04-94 BZW04-94B 5 94 105 110 116 1 152 2,6 195 24,5 10,7 
BZW04-97 BZW04-97B 5 97,2 108 1 :W 132 1 173 2,3 222 21,5 10,7 
BZW04-102 BZW04-102B 5 102 114 l:W 126 1 165 2,4 212 22,5 10,7 
BZW04-105 BZW04-105B 5 105 117 1:10 143 1 187 2,1 240 20 10,7 
BZW04-111 BZW04-111B 5 111 124 1:10 137 1 179 2,2 230 20,8 10,7 
BZW04-121 BZW04-121 B 5 121 135 l!iO 165 1 215 1,9 277 17,3 10,8 
BZW04-128 BZW04-128B 5 128 143 l!iO 158 1 207 2,0 265 18,1 10,8 j 

BZW04-130 BZW04-130B 5 130 144 1(;0 176 1 230 1,7 296 16,2 10,8 
BZW04-136 BZW04-136B 5 136 152 160 168 1 219 1,8 282 17 10,8 i F 126 

BZW04-138 BZW04-138B 5 138 153 1;'0 187 1 244 1,6 314 15,3 10,8 plastic 

BZW04-144 BZW04-144B 5 145 161 1;'0 179 1 234 1,7 301 16 10,8 plastique 

BZW04-146 BZW04-146B 5 146 162 lHO 198 1 258 1,5 333 14,4 10,8 
(CB-210) 

BZW04-154 BZW04-154B 5 154 171 lHO 189 1 246 1,6 317 15,1 10,8 
BZW04-162 BZW04-162B 5 162 180 200 220 l 287 1,4 370 13 10,8 
BZW04-171 BZW04-171B 5 171 190 200 210 1 274 1,5 353 13,6 10,8 
BZW04-178 BZW04-178B 5 178 198 2~'0 242 1 315 1,3 406 11,8 10,8 
BZW04-188 BZW04-188B 5 188 209 Z~O 231 1 301 1,4 388 12,4 10,8 
BZW04-202 BZW04-202B 5 202 225 250 275 1 360 1,5 462 12 11 
BZW04-213 BZW04-213B 5 213 237 2~,0 263 1 344 1,5 442 12 11 
BZW04-227 BZW04-227B 5 227 252 2E:0 308 1 402 1,5 517 12 11 
BZW04-239 BZW04-239B 5 239 266 2E:0 294 1 384 1,5 494 12 11 
BZW04-243 BZW04-243B 5 243 270 3(10 330 1 430 1,2 554 10 11 
BZW04-256 BZW04-256B 5 256 285 3(10 315 1 414 1,2 529 10 11 
BZW04-259 BZW04-259B 5 259 288 3~0 352 1 459 1,2 591 10 11 

BZW04-273 BZW04-273B 5 273 304 3~0 336 1 438 1,2 564 10 11 
BZW04-283 BZW04-283B 5 283 315 3~0 385 1 504 0,9 647 9 11 
BZW04-299 BZW04-299B 5 299 332 3~0 368 1 482 0,9 618 9 11 
BZW04-324 BZW04-324B 5 324 360 4(0 440 1 574 0,9 739 8 11 
BZW04-342 BZW04-342B 5 342 380 4(0 420 1 548 0,9 706 8 11 
BZW04-356 BZW04-356B 5 356 396 440 484 1 631 0,8 813 8 11 
BZW04-376 BZW04-376B 5 376 418 440 462 1 603 0,8 776 8 11 

'" Pulse test tp ~ 50 ms fi < 2%. '" Mesure en impulsion tp ~ 50 ms ô < 2%. 

123 



Types 

Unidirec-

1 

Bidirec-
tional tional 

~ THOMSON-CSF 

transient voltage suppressors «~RANSIL» 
diodes de protection «TRANSIL» 

IRM@ VRM V(BR)* @ IR V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp 
(V) max max 

1 ms expo 8-20 /lS expo 

(/lA) 1 (V) min 1 nom 1 max 1 (mA) (V) 1 (A) (V) 1 (A) 

aT max 

Case 

(10-4/ 0 C) 

600 W 1 1 ms expo. 7,2 KWI 8-20 p,s expo. IFSM = 100 A - 10 ms for unidirectional 

BZW06-5V5 BZW06-5V5B 1000 5,5 6,12 6,8 7,48 10 10,8 55 14 514 5,7 
BZW06-5V8 BZW06-5V8B 1000 5,8 6,45 6,8 7,14 10 10,5 57 13,4 537 5,7 
BZW06-6VO BZW06-6VOB 500 6,05 6,75 7,5 8,25 10 11,7 51 15,2 474 6,1 
BZW06-6V4 BZW06-6V4B 500 6,4 7,13 7,5 7,88 10 11,3 53 14,5 496 6,1 
BZW06-6V6 BZW06-6V6B 200 6,63 7,38 8,2 9,02 10 12,5 48 16,3 442 6,5 
BZW06-7VO BZW06-7VOB 200 7,02 7,79 8,2 8,61 10 12,1 50 15,5 465 6,5 
BZW06-7V4 BZW06-7V4B 50 7,37 8,19 9,1 10 1 13,8 43 17,9 402 6,8 
BZW06-7V8 BZW06-7V8B 50 7,78 8,65 9,1 9,55 1 13,4 45 17,1 421 6,8 
BZW06-8V1 SZW06-8V1B 10 8,1 9,0 10 11 1 15 40 19,5 369 7,3 
BZW06-8V5 BZW06-8V5B 10 8,55 9,5 10 10,5 1 14,5 41 18,6 387 7,3 
BZW06-8V9 BZW06-8V9B 5 8,92 9,9 11 12,1 1 16,2 37 21,2 340 7,5 
BZW06-9V4 BZW06-9V4B 5 9,4 10,5 11 11,6 1 15,6 38 20,3 355 7,5 
BZW06-9V7 BZW06-9V7B 5 9,72 10,8 12 13,2 1 17,3 35 22,7 317 7,8 
BZW06-10 BZW06-10B 5 10,2 11,4 12 12,6 1 16,7 36 21,7 332 7,8 
BZW06-10V5 BZW06-10V5B 5 10,5 11,7 13 14,3 1 19 32 24,6 293 8,1 
BZW06-11 BZW06-11B 5 11,1 12,4 13 13,7 1 18,2 33 23,6 305 8,1 
BZW06-12V1 BZW06-1 2V 1 B 5 12,1 13,5 15 16,5 1 22 27,5 28,4 254 8,4 
BZW06-13 BZW06-13B 5 12,8 14,3 15 15,8 1 21,2 28 27,2 265 8,4 
BZW06-13V1 BZW06-13V1 B 5 12,9 14,4 16 17,6 1 23,5 26 30,3 238 8,6 
BZW06-14 BZW06-14B 5 13,6 15,2 16 16,8 1 22,5 27 28,9 249 8,6 
BZW06-14V5 BZW06-14V5B 5 14,5 16,2 18 19,8 1 26,5 22,5 34 212 8,8 
BZW06-15 BZW06-15B 5 15,3 17,1 18 18,9 1 25,2 24 32,5 222 8,8 
BZW06-16V2 BZW06-16V2B 5 16,2 18 20 22 1 29,1 20,5 37,8 190 9,0 
BZW06-17 BZW06-17B 5 17,1 19 20 21 1 27,7 22 36,1 199 9,0 
BZW06-17V8 BZW06-17V8B 5 17,8 19,8 22 24,2 1 31,9 18,5 41,2 175 9,2 
BZW06-19 BZW06-19B 5 18,8 20,9 22 23,1 1 30,6 20 39,3 183 9,2 
BZW06-19V4 BZW06-19V4B 5 19,4 21,6 24 26,4 1 34,7 17,5 44,9 160 9,4 
BZW06-20 BZW06-20B 5 20,5 22,8 24 25,2 1 33,2 18 42,8 168 9,4 
BZW06-21V8 BZW06-21V8B 5 21,8 24,3 27 29,7 1 39,1 15,5 50,5 143 9,6 
BZW06-23 BZW06-23B 5 23,1 25,7 27 28,4 1 37,5 16 48,3 149 9,6 
BZW06-24V3 BZW06-24V3B 5 24,3 27 30 33 1 43,5 13,5 56,1 128 9,7 k F 126 
BZW06-26 BZW06-26B 5 25,6 28,5 30 31,5 1 41,4 14,5 53,5 134 9,7 / plastic 
BZW06-26V8 BZW06-26V8B 5 26,8 29,7 33 36,3 1 47,7 12,5 61,7 117 9,8 plastique 

BZW06-28 BZW06-28B 5 28,2 31,4 33 34,7 1 45,7 13,1 59 122 9,8 (CB-210) 

BZW06-29Vl BZW06-29V1 B 5 29,1 32,4 36 39,6 1 52 11,5 67,3 107 9,9 
BZW06-31 BZW06-31B 5 30,8 34,2 36 37,8 1 49,9 12 64,3 112 9,9 
BZW06-31V6 BZW06-31V6B 5 31,6 35,1 39 42,9 1 56,4 10,6 73 99 10,0 
BZW06-33 BZW06-33B 5 33,3 37,1 39 41 1 53,9 11,1 69,7 103 10,0 
BZW06-34V8 BZW06-34V8B 5 34,8 38,7 43 47,3 1 61,9 9,7 80,4 90 10,1 
BZW06-37 BZW06-37B 5 36,8 40,9 43 45,2 1 59,3 10,1 76,8 94 10,1 
BZW06-38V1 BZW06-38Vl B 5 38,1 42,3 47 51,7 1 67,8 8,8 88 82 10,1 
BZW06-40 BZW06-40B 5 40,2 44,7 47 49,4 1 64,8 9,3 84 86 10,1 
BZW06-41V3 BZW06-41 V3B 5 41,3 45,9 51 56,1 1 73,5 8,2 95,S 75 10,2 
BZW06-44 BZW06-44B 5 43,6 48,S 51 53,6 1 70,1 8,6 91 79 10,2 
BZW06-45V4 BZW06-45V4B 5 45,4 50,4 56 61,6 1 80,S 7,5 105 69 10,3 
BZW06-48 BZW06-48B 5 47,8 53,2 56 58,8 1 77 7,8 100 72 10,3 
BZW06-50V2 BZW06-50V2B 5 50,2 55,8 62 68,2 1 89 6,7 116 62 10,4 
BZW06-53 BZW06-53B 5 53 58,9 62 65,1 1 85 7,1 111 65 10,4 
BZW06-55Vl BZW06-55V1 B 5 55,1 61,2 68 74,8 1 98 6,1 127 57 10,4 
BZW06-58 BZW06-58B 5 58,1 64,6 68 71,4 1 92 6,5 121 59,5 10,4 
BZW06-60V7 BZW06-60V7B 5 60,7 67,5 75 82,5 1 .108 5,6 140 51,5 10,5 
BZW06-64 BZW06-64B 5 64,1 71,3 75 78,8 1 103 5,8 134 53,S 10,5 
BZW06-66V4 BZW06-66V4B 5 66,4 73,8 82 90,2 1 118 5,1 153 47 10,5 
BZW06-70 BZW06-70B 5 70,1 77,9 82 86,1 1 113 5,3 146 49 10,5 
BZW06-73V7 BZW06-73V7B 5 73,7 81,9 91 100 1 131 4,6 170 42,5 10,6 
BZW06-78 BZW06-78B 5 77,8 86,S 91 95,5 1 125 4,8 162 44,5 10,6 
BZW06-81 BZW06-81B 5 81 90 100 110 1 144 4,2 187 38,5 10,6 
BZW06-85 BZW06-85B 5 85,5 95 100 105 1 137 4,4 178 40,5 10,6 
BZW06-89V2 BZW06-89V2B 5 89,2 99 110 121 1 158 3,8 203 35,5 10,7 
BZW06-94 BZW06-94B 5 94 105 110 116 1 152 3,9 195 37 10,7 

* Pulse test tp ~ 50 ms ô < 2%. * Mesure en impulsion tp ~ 50 ms Ô < 2%. 
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~.' lHOMSON-CSF 

transient volta~:e suppressors «TRANSIL» 
diodes de protection «TRANSIL» 

Types IRM@ VRM V(BR)· @ IR V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp aT max 

IV) max max 

1 ms expo 8-20 /LS expo Case 

Unidirec-

1 

Bidirec-
(/LA) 1 (V) min 1 nom 1 max 1 (mA) (V) 1 (A) (V) 1 (A) (10-4/ 0 C) 

tional tional 

600 W 1 1 ms expo. 7,2 KW 1 8-20 ftS expo. IFSM = 100A - 10 ms for unidirectional 

BZW06-97V2 BZW06-97V2B 5 97,2 108 1:20 132 1 173 3,5 222 32,5 10,7 
BZW06-102 BZW06-102B 5 102 114 1:20 126 1 165 3,6 212 34 10,7 
BZW06-105 BZW06-105B 5 105 117 1:30 143 1 187 3,2 240 30 10,7 
BZW06-111 BZW06-111B 5 111 124 no 137 1 179 3,4 230 31,5 10,7 
BZW06-121 BZW06-121B 5 121 135 160 165 1 215 2,8 277 26 10,8 
BZW06-128 BZW06-128B 5 128 143 160 158 1 207 2,9 265 27,2 10,8 
BZW06-130 BZW06-130B 5 130 144 1,,0 176 1 230 2,6 296 24,3 10,8 
BZW06-136 BZW06-136B 5 136 152 1.)0 168 1 219 2,7 282 25,5 10,8 
BZW06-138 BZW06-138B 5 138 153 170 187 1 244 2,5 314 23 10,8 
BZW06-145 BZW06-145B 5 145 161 1:70 179 1 234 2,6 301 24 10,8 
BZW06-146 BZW06-146B 5 146 162 1130 198 1 258 2,3 333 21,6 10,8 

/ BZW06-154 BZW06-154B 5 154 171 1130 189 1 246 2,4 317 22,7 10,8 
BZW06-162 BZW06-162B 5 162 180 200 220 1 287 2,1 370 19,4 10,8 
BZW06-171 BZW06-171B 5 171 190 200 210 1 274 2,2 353 20,4 10,8 
BZW06-178 BZW06-178B 5 178 198 no 242 1 316 1,9 406 17,7 10,8 
BZW06-188 BZW06-188B 5 188 209 2:W 231 1 301 2 388 18,6 10,8 
BZW06-202 BZW06-202B 5 202 225 2S0 275 1 360 2 462 19 11 

/ F126 BZW06-213 BZW06-213B 5 213 237 250 263 1 344 2 442 19 11 
BZW06-227 BZW06-227B 5 227 252 2130 308 1 402 2 517 18 11 ,. plastic 

BZW06-239 BZW06-239B 5 239 266 2130 294 1 384 2 494 18 11 
' .. plastique 

BZW06-243 BZW06-243B 5 243 270 300 330 1 430 1,6 554 14 11 
(CB-210) 

BZW06-256 BZW06-256B 5 256 285 300 315 1 414 1,6 529 14 11 
BZW06-259 BZW06-259B 5 259 288 3:!0 352 1 459 1,6 591 14 11 
BZW06-273 BZW06-273B 5 273 304 3:!0 336 1 438 1,6 564 14 11 
BZW06-283 BZW06-283B 5 283 315 3~jO 385 1 504 1,6 647 14 11 
BZW06-299 BZW06-299B 5 299 332 3~jO 368 1 482 1,6 618 14 11 
BZW06-324 BZW06-324B 5 324 360 400 440 1 574 1,3 739 11 11 
BZW06-342 BZW06-342B 5 342 380 400 420 1 548 1,3 706 11 11 
BZW06-356 BZW06-356B 5 356 399 4<W 484 1 631 1,3 813 11 11 
BZW06-376 BZW06-376B 5 376 418 4<~0 462 1 603 1,3 776 11 11 

600 W 1 1 ms expo. 7,2 KW 1 8-20 ftS expo. IFSM = 100A - 10 ms for unidirectional 

P6KE 6V8 P6KE 6V8C 1000 § 5,5 6,12 6,8 7,48 10 10,8 55 14 514 5,7 
P6KE 6V8A P6KE 6V8CA 1000 § 5,8 6,45 6,8 7,14 10 10,5 57 13,4 537 5,7 
P6KE 7V5 P6KE 7V5C 500 § 6,05 6,75 7,5 8,25 10 11,7 51 15,2 474 6,1 
P6KE 7V5A P6KE 7V5CA 500 § 6,4 7,13 7,5 7,88 10 11,3 53 14,5 496 6,1 
P6KE 8V2 P6KE 8V2C 200 § 6,63 7,38 8,2 9,02 10 12,5 48 16,3 442 6,5 
P6KE 8V2A P6KE 8V2CA 200 § 7,02 7,79 8,2 8,61 10 12,1 50 15,5 465 6,5 
P6KE 9Vl P6KE 9V1C 50 § 7,37 8,19 9,1 10 1 13,8 43 17,9 402 6,8 
P6KE 9V1A P6KE 9V1CA 50 § 7,78 8,65 9,1 9,55 1 13,4 45 17,1 421 6,8 
P6KE 10 P6KE 10C 10 § 8,1 9,0 10 11 1 15 40 19,5 369 7,3 
P6KE 10A P6KE 10CA 10 § 8,55 9,.5 10 10,5 1 14,5 41 18,6 387 7,3 
P6KE 11 P6KE 11C 5 § 8,92 9,9 11 12,1 1 16,2 37 21,2 340 7,5 
P6KE 11A P6KE 11CA 5 § 9,4 10,05 11 11,6 1 15,6 38 20,3 355 7,5 
P6KE 12 P6KE 12C 5 9,72 10,8 12 13,2 1 17,3 35 22,7 317 7,8 
P6KE 12A P6KE 12CA 5 10,2 11,4 12 12,6 1 16,7 36 21,7 332 7,8 CB-417 
P6KE 13 P6KE 13C 5 10,5 11,7 13 14,3 1 19 32 24,6 293 8,1 plastic 
P6KE 13A P6KE 13CA 5 11,1 12,4 13 13,7 1 18,2 33 23,6 305 B,l plastique 
P6KE 15 P6KE 15C 5 12,1 13,5 15 16,5 1 22 27,5 28,4 254 B,4 
P6KE 15A P6KE 15CA 5 12,8 14,3 15 15,8 1 21,2 28 27,2 265 8,4 
P6KE 16 P6KE 16C 5 12,9 14,4 16 17,6 1 23,5 26 30,3 238 8,6 
P6KE 16A P6KE 16CA 5 13,6 15,2 16 16,8 1 22,5 27 28,9 249 8,6 
P6KE 18 P6KE 18C 5 14,5 16,2 18 19,8 1 26,5 22,5 34 212 8,8 
P6KE 18A P6KE 1BCA 5 15,3 17,1 18 18,9 1 25,2 24 32,S 222 8,8 

* Pulse test tp ~ 50 ms 0< 2%. * Mesure en impulsion tp ~ SOms 0< 2%. 
§ For bidirectional types P6KE 6V8C -- P6KE 11 CA, 

IRM must be double that specified for unidirectional types. 
§ Pour les 'lpes bidirectionnels P6KE 6V8C -- P6KE Il CA.. 

doubler e 'RM spécifié pour les types unidirectionnels correspondants. 
N : New product. N : Nouveau produit. 
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Types 

Unidirec-
t 

Bidirec-
tional tional 

f~ lHOMSON-CSF 

transient voltage suppressors «~BANSIL» 
diodes de protection «TRANSIL» 

IRM@ VRM V(BR)* @ IR V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp 
(V) max max 

1 ms expo 8-20 p.s expo 

(p.A) 1 (V) min 1 nom 1 max 1 (mA) (V) 1 (A) (V) 1 (A) 

O:Tmax Case 

(10-4/ o C) 

600 W 1 1 ms expo. 7,2 KWI 8-20 I-'s expo. IFSM = 100 A - 10 ms for unidirectional 

P6KE 20 P6KE 20C 5 16,2 18 20 22 1 29,1 20,5 37,8 190 9,0 
P6KE 20A P6KE 20CA 5 17,1 19 20 21 1 27,7 22 36,1 199 9,0 
P6KE 22 P6KE 22C 5 17,8 19,8 22 24,2 1 31,9 18,5 41,2 175 9,2 
P6KE 22A P6KE 22CA 5 18,8 20,9 22 23,1 1 30,6 20 39,3 183 9,2 
P6KE 24 P6KE 24C 5 19,4 21,6 24 26,4 1 34,7 17,5 44,9 160 9,4 
P6KE 24A P6KE 24CA 5 20,5 22,8 24 25,2 1 33,2 18 42,8 168 9,4 
P6KE 27 P6KE 27C 5 21,8 24,3 27 29,7 1 39,1 15,5 50,5 143 9,6 
P6KE 27A P6KE 27CA 5 23,1 25,7 27 28,4 1 37,5 16 48,3 149 9,6 
P6KE 30 P6KE 30C 5 24,3 27 30 33 1 43,5 13,5 56,1 128 9,7 
P6KE 30A P6KE 30CA 5 25,6 28,5 30 31,5 1 41,.4 14,5 53,S 134 9,7 
P6KE 33 P6KE 33C 5 26,8 29,7 33 36,3 1 47,7 12,5 61,7 117 9,8 
P6KE 33A P6KE 33CA 5 28,2 31,4 33 34,7 1 45,7 13,1 59 122 9,8 
P6KE 36 P6KE 36C 5 29,1 32,4 36 39,6 1 52 11,5 67,3 107 9,9 
P6KE 36A P6KE 36CA 5 30,8 34,2 36 37,8 1 49,9 12 64,3 112 9,9 
P6KE 39 P6KE 39C 5 31,6 35,1 39 42,9 1 56,4 10,6 73 99 10,0 
P6KE 39A P6KE 39CA 5 33,3 37,1 39 41 1 53,9 11,1 69,7 103 10,0 
P6KE 43 P6KE 43C 5 34,8 38,7 43 47,3 1 61,9 9,7 80,4 90 10,1 
P6KE 43A P6KE 43CA 5 36,8 40,9 43 45,2 1 59,3 10,1 76,8 94 10,1 
P6KE 47 P6KE 47C 5 38,1 42,3 47 51,7 1 67,8 8,8 88 82 10,1 
P6KE 47A P6KE 47CA 5 40,2 44,7 47 49,4 1 64,8 9,3 84 86 10,1 
P6KE 51 P6KE 51C 5 41,3 45,9 51 56,1 1 73,S 8,2 95,S 75 10,2 
P6KE 51A P6KE 51CA 5 43,6 48,5 51 53,6 1 70,1 8,6 91 79 10,2 
P6KE 56 P6KE 56C 5 45,4 50,4 56 61,6 1 80,S 7,5 105 69 10,3 
P6KE 56A P6KE 56CA 5 47,8 53,2 56 58,8 1 77 7,8 100 72 10,3 
P6KE 62 P6KE 62C 5 50,2 55,8 62 68,2 1 89 6,7 116 62 10,4 
P6KE 62A P6KE 62CA 5 53 58,9 62 65,1 1 85 7,1 111 65 10,4 
P6KE 68 P6KE 68C 5 55,1 61,2 68 74,8 1 98 6,1 127 57 10,4 
P6KE 68A P6KE 68CA 5 58,1 64,6 68 71,4 1 92 6,5 121 59,5 10,4 
P6KE 75 P6KE 75C 5 60,7 67,5 75 82,5 1 108 5,6 140 51,S 10,5 
P6KE 75A P6KE 75CA 5 64,1 71,3 75 78,8 1 103 5,8 134 53,S 10,5 
P6KE 82 P6KE 82C 5 66,.4 73,8 82 90,2 1 118 5,1 153 47 10,5 
P6KE 82A P6KE 82CA 5 70,1 77,9 82 86,1 1 113 5,3 146 49 10,5 
P6KE 91 P6KE 91C 5 73,7 81,9 91 100 1 131 4,6 170 42,S 10,6 
P6KE 91A P6KE 91CA 5 77,8 86,5 91 95,5 1 125 4,8 162 44,S 10,6 
P6KE 100 P6KE 100C 5 81 90 100 110 1 144 4,2 187 38,S 10,6 CB-417 
P6KE 100A P6KE 100CA 5 85,S 95 100 105 1 137 4,4 178 40,S 10,6 plastic 
P6KE 110 P6KE 110C 5 89,2 99 110 121 1 158 3,8 203 35,S 10,7 plastique 
P6KE 110A P6KE 110CA 5 94 105 110 116 1 152 3,9 195 37 10,7 
P6KE 120 P6KE 120C 5 97,2 108 120 132 1 173 3,5 222 32,S 10,7 
P6KE 120A P6KE 120CA 5 102 114 120 126 1 165 3,6 212 34 10,7 
P6KE 130 P6KE 130C 5 105 117 130 143 1 187 3,2 240 30 10,7 
P6KE 130A P6KE 130CA 5 111 124 130 137 1 179 3,4 230 31,S 10,7 
P6KE 150 P6KE 150C 5 121 135 150 165 1 215 2,8 277 26 10,8 
P6KE 150A P6KE 150CA 5 128 143 150 158 1 207 2,9 265 27,2 10,8 
P6KE 160 P6KE 160C 5 130 144 160 176 1 230 2,6 296 24,3 10,8 
P6KE 160A P6KE 160CA 5 136 152 160 168 1 219 2,7 282 25,5 10,8 
P6KE 170 P6KE 170C 5 138 153 170 187 1 244 2,5 314 23 10,8 
P6KE 170A P6KE 170CA 5 145 161 170 179 1 234 2,6 301 24 10,8 
P6KE 180 P6KE 180C 5 146 162 180 198 1 258 2,3 333 21,6 10,8 
P6KE 180A P6KE 180CA 5 154 171 180 189 1 246 2,4 317 22,7 10,8 
P6KE 200 P6KE 200C 5 162 180 200 220 1 287 2,1 370 19,4 10,8 
P6KE 200A P6KE 200CA 5 171 190 200 210 1 274 2,2 353 20,4 10,8 
P6KE 220 P6KE 220C 5 178 198 220 242 1 316 1,9 406 17,7 10,8 
P6KE 220A P6KE 220CA 5 188 209 220 231 1 301 2 388 18,6 10,8 
P6KE 250 P6KE 250C 5 202 225 250 275 1 360 2 462 19 11 
P6KE 250A P6KE 250CA 5 213 237 250 263 1 344 2 442 19 11 
P6KE 280 P6KE 280C 5 227 252 280 308 1 402 2 517 18 11 
P6KE 280A P6KE 280CA 5 239 266 280 294 1 384 2 494 18 11 
P6KE 300 P6KE 300C 5 243 270 300 330 1 430 1,6 554 14 11 
P6KE 300A P6KE 300CA 5 256 285 300 315 1 414 1,6 529 14 11 
P6KE 320 P6KE 320C 5 259 288 320 352 1 459 1,6 591 14 11 
P6KE 320A P6KE 320CA 5 273 304 320 336 1 438 1,6 564 14 11 
P6KE 350 P6KE 350C 5 283 315 350 385 1 504 1,6 647 14 11 
P6KE 350A P6KE 350CA 5 299 332 350 368 1 482 1,6 618 14 11 
P6KE 400 P6KE 400C 5 324 360 400 440 1 574 1,3 739 11 11 
P6KE 400A P6KE 400CA 5 342 380 400 420 1 548 1,3 706 11 11 
P6KE 440 P6KE 440C 5 356 399 440 484 1 631 1,3 813 11 11 
P6KE 440A P6KE 440CA 5 376 418 440 462 1 603 1,3 776 11 11 

.. Pulse test tp ~ 50 ms 0< 2 %. .. Mesure en impulsion tp ~ 50 ms 0< 2 %. 

N: New product. N : Nouveau produit. 

126 



~~ lHOMSON-CSF 

transient voltag.e suppressors «~RANSIL» 
diodes de protection «TRANSIL» 

Typel IRM@ VRM V(BR)* @ IR V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp aTmax 

(V) max max 
1 ml ex po 8-20 p'lexpo Cale 

Unidirec- 1 Bidirec-
(p.A) 1 (V) min 1 nom 1 max 1 (mA) (V) 1 (A) (V) 1 (A) (10-4/ o C) 

tional tional 

700 W 1 1 ms expo. 8,5 KW 1 8-20 p's nxpo. IFSM = 120A - 10 ms for unidirectional 

BZW07-10 BZW07-10B 5 10 13 16 20 5 25 30 32 265 8,4 

BZW07-27 BZW07-27B 5 27 29,6 36 43,5 5 53 13 68 125 9,8 

BZW07-43 BZW07-43B 5 43 50 62 75 5 90 8 115 74 10,3 

BZW07-110 BZW07-110B 5 110 130 160 200 5 235 3 300 28 10,8 F 126 
plastic 

plastique 
(CB-210) 

700 W 1 1 ms expo. 7,5 KW 1 8-20 p's expo. 

PZD 16 5 10 13 16 20 5 25 30 30 300 8,4 
PZD 36 5 25 29,6 36 43,5 5 53 13 60 130 9,8 

PZD 62 5 42 50 62 75 5 90 8 105 80 10,3 h~ PZD 160 5 110 130 160 200 5 235 3 255 30 10,8 plastic 
plastique 
(CB-197) 

800 W 1 1 ms expo. 9,6 KW 1 8-20 p's ,expo. 
FZD6V8 1000 5,5 6,12 6,8 7,48 10 10,5 76 13,4 716 5,7 
FZD8V2 200 6,5 7,38 8,2 9,02 10 12 66,5 16,3 588 6,5 
FZDlO 10 8 9,0 10 11 1 14,5 55 19,5 492 7,3 
FZD12 5 9,5 10,8 12 13,2 1 17 47 23 417 7,8 
FZD15 5 12 13,5 15 16,5 1 21,5 37 29 331 8,4 

1/ 
FZD18 5 14,5 16,2 18 19,8 1 25,5 31,5 34 282 8,8 
FZD22 5 17,5 19,8 22 24,2 1 31,5 25,5 41 234 9,2 
FZD27 5 21,5 24,3 27 29,7 1 38,5 21 50 192 9,6 
FZD33 5 26,5 29,7 3:3 36,3 1 47 17 62 155 9,8 
FZD39 5 31 35,1 39 ~2,9 1 56 14,5 73 132 10,0 
FZD47 5 37,5 42,3 47 .51,7 1 67 12 88 109 10,1 
FZD56 5 45 50,4 56 ,Sl,6 1 80 10 105 91 10,3 DO 13 

FZD62 5 50 55,8 62 ,S8~2 1 88,5 9 116 83 10,4 metal 

FZD68 5 54,5 61,2 68 74,8 1 97 8,3 127 76 10,4 (CB-37) 

FZD82 5 65 73,8 82 90,2 1 117 6,8 153 63 10,5 
FZD100 5 80 90 100 110 1 143 5,6 187 51,5 10,6 
FZD120 5 95 108 120 132 1 172 4,6 222 43 10,7 
FZD150 5 120 135 150 1,S5 1 215 3,7 277 34,5 10,8 
FZD180 5 140 162 180 198 1 257 3,1 333 30 10,8 

800 W 1 1 ms expo. 9,6 KW 1 8-20 p'S t!Xpo. 1 FSM = 200A - 10 ms for unidirectional 

PF8Z6V8 PFZD6V8 1000 5,5 6,12 6,8 7,48 10 10,5 76 13,4 716 5,7 
PF8Z8V2 PFZD8V2 200 6,5 7,38 8,2 9,02 10 12 66,5 16,4 588 6,5 
PF8Z10 PFZD10 10 8 9,0 10 Il 1 14,5 55 19,5 492 7,3 
PF8Z12 PFZD12 5 9,5 10,8 12 '13,2 1 17 47 23 417 7,8 
PF8Z15 PFZD15 5 12 13,5 15 16,5 1 21,5 37 29 331 8,4 
PF8Z18 PFZD18 5 14,5 16,2 18 '19,8 1 25,5 31,5 34 282 8,8 
PF8Z22 PFZD22 5 17,5 19,8 22 :!4,2 1 31,5 25,5 41 234 9,2 
PF8Z27 PFZD27 5 21,5 24,3 27 :!9,7 1 38,S 21 50 192 9,6 
PF8Z33 PFZD33 5 26,5 29,7 3:~ :16,3 1 47 17 62 155 9,8 
PF8Z39 PFZD39 5 31 35,1 39 ,~2,9 1 56 14,5 73 132 10,0 
PF8Z47 PFZD47 5 37,5 42,3 47 !il,7 1 67 12 88 109 10,1 DO 27 A 

PF8Z56 PFZD56 5 45 50,4 56 (il,6 1 80 10 105 91 10,3 plastic 

PF8Z62 PFZD62 5 50 55,8 6~' 68,2 1 88,5 9 116 83 10,4 plastique 
~. 

(CB-197) PF8Z68 PFZD68 5 54,5 61,2 68 ;'4,8 1 97 8,3 127 76 10,4 
PF8Z82 PFZD82 5 65 73,8 8~' ~. ~'0,2 1 117 6,8 153 63 10,5 
PF8Z100 PFZD100 5 80 90 100 1· 0 1 143 5,6 183 51,5 10,6 
PF8Z120 PFZD120 5 95 108 120 1:12 1 172 4,6 222 43 10,7 
PF8Z150 PFZD150 5 120 135 150 165 1 215 3,7 277 34,5 10,8 
PF8Z180 PFZD180 5 140 162 180 1~'8 1 257 3,1 333 30 10,8 

* Pulse test tp ~ 50 ms ô < 2%. * Mesure en impulsion tp ~ SOms ô < 2%. 
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Types 

Unidirec-

1 

Bidirec-
tional tional 

f.' lHOMSON-CSF 

transient voltage suppressors «TRANSIL» 
diodes de protection «TRANSIL» 

IRM@ VRM V(BR)* @ IR V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp 
(V) max max 

1 ms expo 8-20 l'S expo 

(l'A) 1 (V) min 1 nom 1 max 1 (mA) (V) 1 (A) (V) 1 (A) 

aT max 

Case 

(10-4/·C) 

1 KW 1 1 ms expo. 12 KW 1 8-20 p,s expo. 1 FSM = 200 A - 10 ms for unidirectional 

BZW11-10 BZW11-10B 5 10 13 16 20 5 26 38,5 33 360 8,4 
BZWll-27 BZWll-27B 5 27 29,6 36 43,5 5 56,5 17,5 72 166 9,9 
BZWl1-43 BZWl1-43B 5 43 50 62 75 5 97,8 10 125 96 10,3 
BZW11-110 BZW11-110B 5 110 130 160 200 5 260 3,8 333 36 10,8 0027 A 

plastic 
plasti~ue 
(CB-1 7) 

1,5 KW 1 1 ms expo. 18 KW 1 8-20 p,s expo. IFSM = 250 A - 10 ms 

lN 5629 1000 5,5 6,12 6,8 7,48 10 10,8 139 14 1285 5,7 
o lN 5629 A 1000 5,8 6,45 6,8 7,14 10 10,5 143 13,4 1343 5,7 

lN 5630 500 6,05 6,75 7,5 8,25 10 11,7 128 15,2 1184 6,1 
o lN 5630 A 500 6,4 7,13 7,5 7,88 10 11,3 132 14,5 1241 6,1 

lN 5631 200 6,63 7,38 8,2 9,02 10 12,5 120 16,3 1104 6,5 
o lN 5631 A 200 7,02 7,79 8,2 8,61 10 12,1 124 15,5 1161 6,5 

lN 5632 50 7,37 8,19 9,1 10 1 13,8 109 17,9 1005 6,8 
o 1 N 5632 A 50 7,78 8,65 9,1 9,55 1 13,4 112 17,1 1053 6,8 

lN 5633 10 8,1 9,0 10 11 1 15 100 19,5 923 7,3 
o lN 5633 A 10 B,55 9,5 10 10,5 1 14,5 103 18,6 968 7,3 

lN 5634 5 B,92 9,9 11 12,1 1 16,2 93 21,2 849 7,5 
o lN 5634 A 5 9,4 10,5 11 11,6 1 15,6 96 20,3 887 7,5 

1 N 5635 5 9,72 10,8 12 13,2 1 17,3 87 22,7 793 7,8 
o lN 5635 A 5 10,2 11,4 12 12,6 1 16,7 90 21,7 829 7,8 

lN 5636 5 10,5 11,7 13 14,3 1 19 79 24,6 732 8,1 
o lN 5636 A 5 11,1 12,4 13 13,7 1 18,2 82 23,6 763 8,1 

lN 5637 5 12,1 13,5 15 16,5 1 22 68 28,4 634 8,4 
o lN 5637 A 5 12,8 14,3 15 15,8 1 21,2 71 27,2 662 8,4 

lN 5638 5 12,9 14,4 16 17,6 1 23,5 64 30,3 594 8,6 
o lN 5638 A 5 13,6 15,2 16 16,8 1 22,5 67 28,9 623 8,6 

lN 5639 5 14,5 16,2 18 19,8 1 26,5 56,5 34 529 8,8 
o lN 5639 A 5 15,3 17,1 18 18,9 1 25,2 59,5 32,5 554 8,8 

lN 5640 5 16,2 18 20 22 1 29,1 51,5 37,8 476 9 
o lN 5640 A 5 17,1 19 20 21 1 27,7 54 36,1 498 9 

lN 5641 5 17,8 19,8 22 24,2 l 31,9 47 41,2 437 9,2 
o lN 5641 A 5 18,8 20,9 22 23,1 1 30,6 49 39,3 458 9,2 

lN 5642 5 19,4 21,6 24 26,4 1 34,7 43 44,9, 401 9,4 
o lN 5642 A 5 20,5 22,8 24 25,2 1 33,2 45 42,8 421 9,4 DO 13 

lN 5643 5 21,8 24,3 27 29,7 1 39,1 38,5 50,5 356 9,6 metal 
o lN5643A 5 23,1 25,7 27 28,4 1 37,5 40 48,3 373 9,6 (CB-37) 

lN 5644 5 24,3 27 30 33 1 43,5 34,5 56,1 321 9,7 
o lN 5644 A 5 25,6 28,5 30 31,5 1 41,4 36 53,5 336 9,7 

1 N 5645 5 26,8 29,7 33 36,3 1 47.,7 31,5 61,7 292 9,8 
o lN 5645 A 5 28,2 31,4 33 34,7 1 45,7 33 59 305 9,8 

lN 5646 5 29,1 32,4 36 39,6 1 52 29 67,3 267 9,9 
o lN 5646 A 5 30,8 34,2 36 37,8 1 49,9 30 64,3 280 9,9 

lN 5647 5 31,6 35,1 39 42,9 1 56,4 26,5 73 246 10 
o lN 5647 A 5 33,3 37,1 39 41 1 53,9 28 69,7 258 10 

lN 5648 5 34,8 38,7 43 47,3 1 61,9 24 80,4 224 10,1 
o lN5648A 5 36,B 40,9 43 45,2 1 59,3 25,3 76,B 234 10,1 

lN 5649 5 3B,l 42,3 47 51,7 1 67,B 22,2 B8 204 10,1 
o lN 5649 A 5 40,2 44,7 47 49,4 1 64,8 23,2 84 214 10,1 

1 N 5650 5 41,3 45,9 51 56,1 1 73,5 20,4 95,5 188 10,2 
o lN 5650 A 5 43,6 48,5 51 53,6 1 70,1 21,4 91 198 10,2 

lN 5651 5 45,4 50,4 56 61,6 1 80,5 18,6 105 171 10,3 
o lN 5651 A 5 47,8 53,2 56 58,8 • 1 77 19,5 100 lBO 10,3 

lN 5652 5 50,2 55,8 62 68,2 1 89 16,9 '116 155 10,4 
o lN 5652 A 5 53 58,9 62 65,1 1 85 17,7 111 162 10,4 

lN 5653 5 55,1 61,2 68 74,8 1 98 15,3 127 142 10,4 
o lN 5653 A 5 58,1 64,6 68 71,4 1 92 16,3 121 148 10,4 

lN 5654 5 60,7 67,5 75 82,5 1 108 13,9 140 128 10,5 
o lN 5654 A 5 64,1 71,3 75 78,8 1 103 14,6 134 134 10,5 

1 N 5655 5 66,4 73,8 82 90,2 1 118 12,7 153 117 10,5 
o lN 5655 A 5 70,1 77,9 82 86,1 1 113 13,3 146 123 10,5 

* Pulse test tp ~ 50 ms 0 < 2%. "' Mesure en impulsion tp ~ 50ms 0<2%. 

o CNES qualified product. o Produit qualifié CNES. 
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~~ lHOMSON-CSF 

transient voltag'B suppressors «TRAmSIL» 
diodes de protection «TRANSIL» 

Types IRM@ VRM V(EIR)· @ IR V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp aTmax 

(V) max max 

8-20 p's expo 

Unidirec- Bidirec- (p.A) (V) min=r:.m (A) (10-4/ 0 C) 
tional tional 

1,5 KW 1 1 ms expo. 18 KW / 8-20 ilS expo. IFSM = 250A - 10ms 

1 N 5656 5 73,7 81,9 91 100 1 131 11,4 170 106 10,6 
o 1 N 5656 A 5 77,8 86,S 91 95,5 1 125 12 162 111 10,6 

1 N 5657 5 81 90 100 110 1 144 10,4 187 96 10,6 
o 1 N 5657 A 5 85,5 95 100 105 1 137 11 178 101 10,6 

1 N 5658 5 89,2 99 110 121 1 158 9,5 203 89 10,7 
o lN 5658 A 5 94 105 110 116 1 152 9,9 195 92 10,7 

lN 5659 5 97,2 108 120 132 1 173 8,7 222 81 10,7 
o lN 5659 A 5 102 114 120 126 1 165 9,1 212 85 10,7 

lN 5660 5 105 117 130 143 1 187 8 240 75 10,7 
o lN 5660 A 5 111 124 130 137 1 179 8,4 230 78 10,7 

lN 5661 5 121 135 150 165 1 215 7 277 65 10,8 
o lN 5661 A 5 128 143 150 158 1 207 7,2 265 68 10,8 

1 N 5662 5 130 144 160 176 1 230 6,5 296 61 10,8 
o lN 5662 A 5 136 152 160 168 1 219 6,8 282 64 10,8 

lN 5663 5 138 153 170 187 1 244 6,2 314 57,5 10,8 
o lN 5663 A 5 145 161 170 179 1 234 6,4 301 60 10,8 

lN 5664 5 146 162 180 198 1 258 5,8 333 54 10,8 
o lN 5664 A 5 154 171 180 189 1 246 6,1 317 57 10,8 

lN 5665 5 162 180 200 220 1 287 5,2 370 48,5 10,8 
o lN 5665 A 5 171 190 200 210 1 274 5,5 353 51 10,8 

1,5 KW 1 1 ms expo. 18 KW / 8-20 ilS expo. 

lN 6036 1000 5,5 6,75 7,5 8,25 10 11,7 128 15,2 1184 6,1 
lN 6036 A 1000 6,0 7,13 7,5 7,88 10 11,3 132 14,5 1241 6,1 
lN 6037 500 6,5 7,~18 8,2 9,02 10 12,5 120 16,3 1104 6,5 
1 N 6037 A 500 7,0 7,79 8,2 8,61 10 12,1 124 15,5 1161 6,5 
1 N 6038 200 7,0 8,19 9,1 10 10 13,8 109 17,9 1005 6,8 
lN 6038 A 200 7,5 8,65 9,1 9,55 10 13,4 112 17,1 1053 6,8 
1 N 6039 50 8,0 9,0 10 11 1 15 100 19,5 923 7,3 
1 N 6039 A 50 8,5 9,5 10 10,5 1 14,5 103 18,6 968 7,3 
lN 6040 10 8,5 9,9 11 12,1 1 16,2 93 21,2 849 7,5 
lN 6040 A 10 9,0 10,5 11 11,6 1 15,6 96 20,3 887 7,5 
lN 6041 5 9,0 10,8 12 13,2 1 17,3 87 22,7 793 7,8 
lN 6041 A 5 10,0 11,i( 12 12,6 1 16,7 90 21,7 829 7,8 
1 N 6042 5 10,0 11,7 13 14,3 1 19 79 24,6 732 8,1 
1 N 6042 A 5 11,0 12,4 13 13,7 1 18,2 82 23,6 763 8,1 
1 N 6043 5 11,0 13,5 15 16,7 1 22 68 28,7 627 8,4 
lN 6043 A 5 12,0 14,~1 15 15,8 1 21,2 71 27,2 662 8,4 
1 N 6044 5 12,0 14A 16 17,6 1 23,5 64 30,3 594 8,6 
lN 6044 A 5 13,0 15,2 16 16,8 1 22,5 67 28,9 623 8,6 
1 N 6045 5 14,0 16,2 18 19,8 1 26,5 56,5 34 529 8,8 
lN 6045 A 5 15,0 17,1 18 18,9 1 25,2 59,5 32,5 554 8,8 
1 N 6046 5 16,0 18 20 22 1 29,1 51,5 37,8 476 9 
lN 6046 A 5 17,0 19 20 21 1 27,7 54 36,1 498 9 
1 N 6047 5 17,0 19,B 22 24,2 1 31,9 47 41,1 438 9,2 
lN 6047 A 5 18,0 20,9 22 23,1 1 30,6 49 39,3 458 9,2 
1 N 6048 5 19,0 21,6 24 26,4 1 34,7 43 44,9 401 9,4 
lN 6048 A 5 20,0 22,8 24 25,2 1 33,2 45 42,8 421 9,4 
lN 6049 5 21,0 24,~1 27 29,7 1 39,1 38,5 50,5 356 9,6 
lN 6049 A 5 22,0 25,7 27 28,4 1 37,5 40 48,3 373 9,6 
1 N 6050 5 24,0 27 30 33 1 43,5 34,5 56,1 321 9,7 
lN 6050 A 5 25,0 28,5 30 31,5 1 41,4 36 53,6 336 9,7 
lN 6051 5 26,0 29,7 33 36,3 1 47,7 31,5 61,7 292 9,8 
lN 6051 A 5 28,0 31,l( 33 34,7 1 45,7 33 59 305 9,8 
lN 6052 5 29,0 32,,4 36 39,6 1 52 29 67 269 9,9 
lN 6052 A 5 30,0 34,2 36 37,8 1 49,9 30 64 281 9,9 
1 N 6053 5 31,0 35,1 3;> 42,9 1 56,4 26,5 73 246 10 
lN 6053 A 5 33,0 37,1 3;> 41 1 53,9 28 70 257 10 
1 N 6054 5 34,0 38,7 43 47,3 1 61,9 24 80 225 10,1 
lN 6054 A 5 36,0 40,S' 43 45,2 1 59,3 25,3 77 234 10,1 
1 N 6055 5 38,0 42,~1 47 51,7 1 67,8 22,2 88 204 10,1 
lN 6055 A 5 40,0 44,7 47 49,4 1 64,8 23,2 84 214 10,1 

• Pulse test tp ~ 50 ms ô < 2% .. • Mesure en impulsion tp ~ SOms fi < 2%. 

o CNES qualified product. o Produit qualifié CNES. 
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Unidirec­
tional 

Types 

Bidirec­
tional 

f.' lHOMSON-CSF 

transient voltage suppressors «~BAIfSIL» 
diodes de protection «TRAN8IL» 

(p.A) (V) min 

V(BR)· 
(V) 

@ IR Veel) @ Ipp V(Cl) @ Ipp Ct T max 
max max 

1 ms expo 8-20 p.s expo 

1,5 KW 1 1 ms expo. 18 KW 1 8-20 J.f.S expo. 

lN 6056 5 41,0 45,9 51 56,1 1 73,S 20,4 95 189 10,2 
lN 6056 A 5 43,0 48,5 51 53,6 1 70,1 21,4 91 198 10,2 
1 N 6057 5 45,0 50,4 56 61,6 1 80,S 18,6 105 171 10,3 
lN 6057 A 5 47,0 53,2 56 58,8 1 77 19,5 100 180 10,3 
lN 6058 5 48,0 55,8 62 68,2 1 89 16,9 116 155 10,4 
lN 6058 A 5 53,0 58,9 62 65,1 1 85 17,7 111 162 10,4 
1 N 6059 5 55,0 61,2 68 74,8 1 98 15,3 127 142 10,4 
lN 6059 A 5 58,0 64,6 68 71,4 1 92 16,3 121 148 10,4 
lN 6060 5 60,0 67,S 75 82,S 1 108 13,9 140 128 10,5 
lN 6060 A 5 64,0 71,3 75 78,8 1 103 14,6 134 134 10,5 
lN 6061 5 66,0 73,8 82 90,2 1 118 12,7 153 117 10,5 
lN 6061 A 5 70,0 77,9 82 86,1 1 113 13,3 146 123 10,5 
lN 6062 5 73,0 81,9 91 100,1 1 131 11,4 170 106 10,6 
lN 6062 A 5 75,0 86,5 91 95,S 1 125 12 162 111 10,6 
1 N 6063 5 81,0 90 100 110 1 144 10,4 187 96 10,6 
lN 6063 A 5 82,0 95 100 105 1 137 11 178 101 10,6 
lN 6064 5 90,0 99 110 121 1 158 9,5 203 89 10,7 
lN 6064 A 5 94,0 105 110 116 1 152 9,9 195 92 10,7 
lN 6065 5 95,0 108 120 132 1 176 8,5 222 81 10,7 
lN 6065 A 5 100 114 120 126 1 168 8,9 212 85 10,7 
lN 6066 5 105 117 130 143 1 191 7,8 240 75 10,7 
lN 6066 A 5 110 124 130 137 1 182 8,2 230 78 10,7 
lN 6067 5 121 135 150 165 1 223 6,7 277 65 10,8 
lN 6067 A 5 128 143 150 158 1 213 7,0 265 68 10,8 
lN 6068 5 137 153 170 187 1 258 5,8 314 57,S 10,8 
lN 6068 A 5 145 162 170 179 1 245 6,1 301 60 10,8 
lN 6069 5 145 162 180 198 1 274 5,5 332 54 10,8 
lN 6069 A 5 150 171 180 189 1 261 5,7 317 57 10,8 
lN 6070 5 155 171 190 210 1 292 5, l 353 51 10,8 
lN 6070 A 5 160 181 190 200 1 278 5,4 336 53,5 10,8 
lN 6071 5 165 180 200 220 1 308 4,9 370 48,5 10,8 
lN 6071 A 5 170 190 200 210 1 294 5,1 353 51 10,8 
1 N 6072 5 175 198 220 242 1 344 4,3 406 44,S 10,8 
lN 6072 A 5 185 209 220 231 1 328 4,6 388 46,S 10,8 

Case 

DO 13 
metal 

(CB-37) 

1,5 KW 1 1 ms expo. 18 KW 1 8-20 J.f.S expo. IFSM = 250A - 10 ms for unidirectional 

PFZ 6V8 DTZ 6V8 1000 5,5 6,12 6,8 7,48 10 10,8 139 14 1285 5,7 
PFZ 6V8 A DTZ 6V8 A 1000 5,8 6,45 6,8 7,14 10 10,5 143 13,4 1343 5,7 
PFZ 7V5 DTZ 7V5 500 6,05 6,75 7,5 8,25 10 11,7 128 15,2 1184 6,1 
PFZ 7V5 A DTZ 7V5 A 500 6,4 7,13 7,5 7,88 10 11,3 132 14,5 1241 6,1 
PFZ 8V2 DTZ 8V2 200 6,63 7,38 8,2 9,02 10 12,5 120 16,3 1104 6,5 
PFZ 8V2 A DTZ 8V2 A 200 7,02 7,79 8,2 8,61 10 12,1 124 15,5 1161 6,5 
PFZ 9V1 DTZ 9V1 50 7,37 8,19 9,1 10 1 13,8 109 17,9 1005 6,8 
PFZ 9V1 A DTZ 9V1 A 50 7,78 8,65 9,1 9,55 1 13,4 112 17,1 1053 6,8 
PFZ 10 DTZ 10 10 S,l 9,0 10 11 1 15 100 19,5 923 7,3 
PFZ 10 A DTZ 10 A 10 S,55 9,5 10 10,5 1 14,5 103 18,6 968 7,3 
PFZ 11 DTZ 11 5 S,92 9,9 11 12,1 1 16,2 93 21,2 849 7,5 
PFZ 11 A DTZ 11 A 5 9,4 10,5 11 11,6 1 15,6 96 20,3 S87 7,5 
PFZ 12 DTZ 12 5 9,72 10,8 12 13,2 1 17,3 87 22,7 793 7,8 
PFZ 12 A DTZ 12 A 5 10,2 11,4 12 12,6 1 16,7 90 21,7 829 7,8 0027 A 
PFZ 13 DTZ 13 5 10,5 11,7 13 14,3 1 19 79 24,6 732 8,1 plastic 
PFZ 13 A DTZ 13 A 5 11,1 12,4 13 13,7 1 18,2 82 23,6 763 8,1 plastiqvlJ 
PFZ 15 DTZ 15 5 12,1 13,5 15 16,5 1 22 68 2S,4 634 8,4 (CB-197) 
PFZ 15 A DTZ 15 A 5 12,8 14,3 15 15,8 1 21,2 71 27,2 662 8,4 
PFZ 16 DTZ 16 5 12,9 14,4 16 17,6 1 23,5 64 30,3 594 8,6 
PFZ 16 A DH 16 A 5 13,6 15,2 16 16,8 1 22,5 67 28,9 623 8,6 
PFZ 18 DTZ 18 5 14,5 16,2 18 19,8 1 26,5 56,5 34 529 8,8 
PFZ 18 A DTZ 18 A 5 15,3 17,1 18 18,9 1 25,2 59,5 32,5 554 8,8 
PFZ 20 DTZ 20 5 16,2 18 20 22 1 29;1 51,5 37,8 476 9 
PFZ 20 A DTZ 20 A 5 17,1 19 20 21 1 27,7 54 36,1 498 9 
PFZ 22 DTZ 22 5 17,8 19,8 22 24,2 1 31,9 47 41,2 437 9,2 
PFZ 22 A DTZ 22 A 5 18,8 20,9 22 23,1 1 30,6 49 39,3 458 9,2 

.. Pulse test tp ~ 50 ms ô < 2%. .. Mesvre en impvlsion tp ~ 50 ms ô < 2%. 
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~ lHOMSON-CSF 

transient voltagE~ suppressors «TBANSIL» 
diodes de p]'otection «TRANSIL» 

Types R)* @ IR V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp 

') max max 

1 ms expo 8-20 p's expo 

U"idirec- Bidirec- 1-.: 
L-_t_io_"_a_l" _--l... __ tiO_"_a_I_--L._(p._A_) -L-_(_V_) ---L_m_i" ~ ml max -t (mA) (V) 1 (A) (V) 1 (A) 

aTmax 

Case 

(10-4/0C) 

1,5 KW 1 1 ms expo. 18 KW 1 8-20 ilS expo. IFSM = 250A - 10 ms for unidirectional 

PFZ 24 DTZ 24 5 19,4 21,6 ~~4 26,4 1 34,7 43 44;9 401 9,4 
PFZ 24 A DTZ 24 A 5 20,5 22,13 ~~4 25,2 1 33,2 45 42,8 421 9,4 
PFZ 27 DTZ 27 5 21,8 24,3 ~~7 29,7 1 39,1 38,5 50,5 356 9,6 
PFZ 27 A DTZ 27 A 5 23,1 25,7 ~~7 28,4 1 37,S 40 48,3 373 9,6 
PFZ 30 DTZ 30 5 24,3 27 :10 33 1 43,5 34,S 56,1 321 9,7 
PFZ 30 A DTZ 30 A 5 25,6 28,5 :10 31,S 1 41,4 36 53,S 336 9,7 
PFZ 33 DTZ 33 5 26,8 29,7 :13 36,3 1 47,7 31,5 61,7 292 9,8 
PFZ 33 A DTZ 33 A 5 28,2 31A :13 34,7 1 45,7 33 59 305 9,8 
PFZ 36 DTZ 36 5 29,1 32,·~ :16 39,6 1 52 29 67,3 267 9,9 
PFZ 36 A DTZ 36 A 5 30,8 34,2 :16 37,8 1 49,9 30 64,3 280 9,9 
PFZ 39 DTZ 39 5 31,6 35,1 :19 42,9 1 56,4 26,5 73 246 10 
PFZ 39 A DTZ 39 A 5 33,3 37,1 :19 41 1 53,9 28 69,7 258 10 
PFZ 43 DTZ 43 5 34,8 38,7 ,f3 47,3 1 61,9 24 80,4 224 10,1 
PFZ 43 A DTZ 43 A 5 36,8 40,'~ ,~3 45,2 1 59,3 25,3 76,8 234 10,1 
PFZ 47 DTZ 47 5 38,1 42,:3 ,~7 51,7 1 67,8 22,2 88 204 10,1 
PFZ 47 A DTZ 47 A 5 40,2 44,7 ,~7 49,4 1 64,8 23,2 84 214 10,1 
PFZ 51 DTZ 51 5 41,3 45,9 !il 56,1 1 73,5 20,4 95,5 188 10,2 
PFZ 51 A DTZ 51 A 5 43,6 48,5 !il 53,6 1 70,1 21,4 91 198 10,2 
PFZ 56 DTZ 56 5 45,.4 50,·~ !i6 61,6 1 80,5 18,6 105 171 10,3 
PFZ 56 A DTZ 56 A 5 47,8 53,2 !i6 58,8 1 77 19,5 100 180 10,3 
PFZ 62 DTZ 62 5 50,2 55,13 62 68,2 1 89 16,9 116 155 10,4 
PFZ 62 A DTZ 62 A 5 53 58,c~ 62 65,1 1 85 17,7 111 162 10,4 
PFZ 68 DTZ 68 5 55,1 61,2 68 74,8 1 98 15,3 127 142 10,4 
PFZ 68 A DTZ 68 A 5 58,1 64,6 68 71,4 1 92 16,3 121 148 10,4 
PFZ 75 DTZ 75 5 60,7 67,5 ?5 82,S 1 108 13,9 140 128 10,5 
PFZ 75 A DTZ 75 A 5 64,1 71,:3 ?5 78,8 1 103 14,6 134 134 10,5 
PFZ 82 DTZ 82 5 66,4 73,8 112 90,2 1 118 12,7 153 117 10,5 
PFZ 82 A DTZ 82 A 5 70,1 77,9 112 86,1 1 113 13,3 146 123 10,5 
PFZ 91 DTZ 91 5 73,7 81,9 (1] 100 1 131 11,4 170 106 10,6 
PFZ 91 A DTZ 91 A 5 77,8 86,5 ~I] 95,5 1 125 12 162 111 10,6 
PFZ 100 DTZ 100 5 81 90 100 110 1 144 10,4 187 96 10,6 
PFZ 100 A DTZ 100 A 5 85,5 95 100 105 1 137 11 178 101 10,6 
PFZ 110 DTZ 110 5 89,2 99 no 121 1 158 9,5 203 89 10,7 DO 27 A 

PFZ 110 A DTZ 110 A 5 94 105 1":0 116 1 152 9,9 195 92 10,7 plastic 

PFZ 120 DTZ 120 5 97,2 108 l:!O 132 1 173 8,7 222 81 10,7 
plastique 

PFZ 120 A DTZ 120 A 5 102 114 1:!0 126 1 165 9,1 212 85 10,7 
(CB-197) 

PFZ 130 DTZ 130 5 105 117 DO 143 1 187 8 240 75 10,7 
PFZ 130 A DTZ 130 A 5 111 124 DO 137 1 179 8,4 230 78 10,7 
PFZ 150 DTZ 150 5 121 135 l!iO 165 1 215 7 277 65 10,8 
PFZ 150 A DTZ 150 A 5 128 143 1!i0 158 1 207 7,2 265 68 10,8 
PFZ 160 DTZ 160 5 130 144 160 176 11 230 6,5 296 61 10,8 
PFZ 160 A DTZ 160 A 5 136 152 160 168 1 219 6,8 282 64 10,8 
PFZ 170 DTZ 170 5 138 153 1?0 187 1 244 6,2 314 57,5 10,8 
PFZ 170 A DTZ 170 A 5 145 161 1?0 179 1 234 6,4 301 60 10,8 
PFZ 180 DTZ 180 5 146 162 1110 198 1 258 5,8 333 54 10,8 
PFZ 180 A DTZ 180 A 5 154 171 1110 189 1 246 6,1 317 57 10,8 
PFZ 200 DTZ 200 5 162 180 200 220 1 287 5,2 370 48,5 10,8 
PFZ 200 A DTZ 200 A 5 171 190 200 210 1 274 5,5 353 51 10,8 
PFZ 220 DTZ 220 5 175 198 2:!O 242 1 344 4,3 406 44,S 10,8 
PFZ 220 A DTZ 220 A 5 185 209 2:!O 231 1 328 4,6 388 46,5 10,8 
PFZ 250 DTZ 250 5 202 225 2!i0 275 1 360 5,0 462 47 10,8 
PFZ 250 A DTZ 250 A 5 213 237 2!i0 263 1 344 5,0 442 47 10,8 
PFZ 280 DTZ 280 5 227 252 2110 308 1 402 5,0 517 47 10,8 
PFZ 280 A DTZ 280 A 5 239 266 2110 294 1 384 5,0 494 47 10,8 
PFZ 300 DTZ 300 5 243 270 300 330 1 430 5,0 554 47 10,8 
PFZ 300 A DTZ 300 A 5 256 285 300 315 1 414 5,0 529 47 10,8 
PFZ 320 DTZ 320 5 259 288 3:!0 352 1 459 4,5 591 42 10,8 
PFZ 320 A DTZ 320 A 5 273 304 3:!0 336 1 438 4,5 564 42 10,8 
PFZ 350 DTZ 350 5 283 315 3!iO 385 1 504 4,0 647 37 10,8 
PFZ 350 A DTZ 350 A 5 299 332 3!iO 368 1 482 4,0 618 37 10,8 
PFZ 400 DTZ 400 5 324 360 400 440 1 574 4,0 739 37 10,8 
PFZ 400 A DTZ 400 A 5 342 380 400 420 1 548 4,0 706 37 10,8 
PFZ 440 DTZ 440 5 356 396 4,~0 484 1 631 3,5 813 33 10,8 
PFZ 440 A DTZ 440 A 5 376 418 4,W 462 1 603 3,5 776 33 7D,8 

• Pulse test tp :s;; 50 ms li < 2%. • Mesure en impulsion tp :s;; 50 ms 0<2%. 
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N 
N 

Types 

Unidirec­
tional 

Bidirec­
ttonal 

~, THOMSON-CSF 

transient voltage suppressors «!rBAlVSIL» 
diodes de protection «TRANSIL» 

min 

V(BR)· 
(V) 

@ IR V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp Ct T max 
max max 

Case 

2,5 KW 1 1 ms expo. 30 KW 1 8-20 p,s expo. IFSM = 400A - 10 ms for unidirectional 

~ BZW 25-12 BZW 25-12B 5 12 13,5 15 16,5 1 21,9 114 28,4 1056 8,4 
BZW 25-24 BZW 25-24B 5 24 27 30 33 1 43,8 57 56 536 9,7 
BZW 25-47 BZW 25-47B 5 47 50,4 56 61,6 1 81,9 30,5 105 286 10,4 K 
BZW 25-120 BZW 25-120B 5 120 135 150 165 1 219 11 277 108 10,8 DO 220 AB** 

plastic plastique 
A (CB-426) 

2,5 KW 1 1 ms expo. 350 W 1 100 ms IL IFSM = 400A - 10 ms 

GLT 12 5 12 13,5 15 16,5 21,9 114 8,4 
GLT 24 5 24 27 30 33 43,8 57 9,7 
GLT 47 5 47 54 60 66 81,9 30,5 10,4 
GLT 120 5 120 135 150 165 219 11 10,8 metal 

(CB-33) 

3 KW 1 1 ms expo. 36 KW 1 8-20 p,s expo. IFSM = 250A - 10 ms 

BZW 30-12 500 12,1 13,5 15 16,5 1 23,4 128 28,4 1267 6,1 
BZW 30-13 200 13 14,4 16 17,6 1 25 120 30,2 1192 6,5 
BZW 30-15 50 14,6 16,2 18 19,8 1 27,5 109 35,8 1005 6,8 
BZW 30-16 10 16,2 18 20 22 1 30 100 39 923 7,3 
BZW 30-18 5 17,8 19,8 22 24,2 1 32,3 93 42,4 849 7,5 
BZW 30-19 5 19,4 21,6 24 26,4 1 34,5 87 45,4 793 7,8 
BZW 30-22 5 21,8 24,3 27 29,7 1 38 79' 50 720 8,1 
BZW 30-24 5 24,3 27 30 33 1 44,1 68 58 620 8,4 
BZW 30-27 5 26,8 29,7 33 36,3 1 46,9 64 61 590 8,6 
BZW 30-29 5 29,1 32,4 36 39,6 1 53,1 56,5 68 529 8,8 
BZW 30-32 5 31,6 35,1 39 42,9 1 58,3 51,5 76 474 9,0 
BZW 30-35 5 34,8 38,7 43 47,3 1 63,8 47 84 428 9,2 
BZW 30-38 5 38,1 42,3 47 51,7 1 69,8 43 88 409 9,4 
BZW 30-41 5 41,3 45,9 51 56,1 1 73,7 40,7 96 375 9,6 
BZW 30-45 5 45,4 50,4 56 61,6 1 77,9 38,S 106 339 9,7 
BZW 30-50 5 50,2 55,8 62 68,2 1 87 34,S 116 310 9,7 
BZW 30-55 5 55,1 61,2 68 74,8 1 95,2 31,S 128 281 9,8 
BZW 30-61 5 60,7 67,5 75 82,5 1 108 27,7 140 257 9,9 
BZW 30-66 5 66,4 73,8 82 90,2 1 119 25,2 154 234 10,0 
BZW 30-74 5 73,7 81,9 91 100 1 135 22,2 170 212 10,1 DO 27 A 
BZW 30-81 5 81 90 100 110 1 147 20,4 188 191 10,2 plastic 

BZW 30-89 5 89,2 99 110 121 1 161 18,6 204 176 10,3 plastique 

BZW 30-97 5 97,2 108 120 132 1 178 16,9 222 162 10,4 (CB-197) 

BZW 30-105 5 105 117 130 143 1 186 16,1 240 150 10,4 
BZW 30-121 5 121 135 150 165 1 216 13,9 278 129 10,5 
BZW 30-130 5 130 144 160 176 1 231 13,0 296 122 10,5 
BZW 30-138 5 138 153 170 187 1 242 12,4 314 115 10,5 
BZW 30-146 5 146 162 180 198 1 263 11,4 334 108 10,6 
BZW 30-162 5 162 180 200 220 1 288 10,4 370 97 10,6 
BZW 30-175 5 175 198 220 242 1 316 9,5 406 89 10,7 
BZW 30-202 5 202 225 250 275 1 361 8,3 456 79 10,7 
BZW 30-243 5 243 270 300 330 1 429 7,0 554 65 10,8 
BZW 30-283 5 283 315 350 385 1 500 6,0 646 56 10,8 
BZW 30-324 5 324 360 400 440 1 577 5,2 812 44 10,8 
BZW 30-405 5 405 450 500 550 1 720 4,2 925 39 10,8 
BZW 30-486 5 486 540 600 660 1 860 3,5 1110 32 10,8 

* Pulse test tp ~ 50 ms 0<2%. * Mesure en impulsion tp ~ SOms 0<2%. 

* * Please, consult us for other connection configuration. * * Nous consulter pour outre configura tion des connexions. 

*** Reverse polarity on request. * * * Polarité inverse sur demande. 
M5 thread on request-Type number + suffix M. Filetage MS sur demande_N° de type + suffixe M. 

N: New product. N : Nouveau produit 
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Types 

~, lHO."SON-CSF 

transient voltage suppressors «TRANSIL» 
diodes de proteetion «TRANSIL» 

IRM @ VRM V(BR)* 
(V) 

@ IR V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp 
max max 

1 ms expo 8-20 JLS expo 

CiTmax 

Case 

Unidirectional 1 Bidirectional (JLA) 1 (V) min (mA) (V) (A) (V) (A) (10-4/0C) ~_I~--~----~--~----~----~--~----~~----------~ 
5 KW 1 1 ms expo. 60 KW 1 8-20 p;S expo. IFSM = 500A - 10 ms for unidirectional 

BZW 50-8V2 50 8,2 9,1 10,1 11,1 1 15,3 327 19,7 3045 7,3 
BZW 50-10 5 10 11,1 12,4 13,6 1 18,8 266 23,4 2564 7,8 
BZW 50-12 BZW 50-12B 5 12 13,3 14,8 16,3 1 22 227 28 2143 8,4 
BZW 50-15 BZW 50-15B 5 15 16,6 18,5 20,4 1 26,9 186 35 1714 8,8 
BZW 50-18 BZW 50-18B 5 18 20 22,2 24,4 1 32,2 155 41,5 1446 9,2 
BZW 50-22 BZW 50-22B 5 22 24,4 27,1 29,8 1 39,4 127 51 1177 9,6 
BZW 50-27 BZW 50-27B 5 27 30 33,3 36,6 1 48,3 103 62 968 9,8 
BZW 50-33 BZW 50-33B 5 33 36,6 40,7 44,7 1 59 85 76 789 10 
BZW 50-39 BZW 50-39B 5 39 43,3 48,1 53 1 69,4 72 90 667 10,1 
BZW 50-47 BZW 50-47B 5 47 52 57,8 63,6 1 83,2 60,1 108 556 10,3 
BZW 50-56 BZW 50-56B 5 56 62,2 69,1 76 1 99,6 50 129 465 10,4 
BZW 50-68 BZW 50-68B 5 68 75,6 84 92,4 1 121 41 157 382 10,5 
BZW 50-82 BZW 50-82B 5 82 91 101,2 111 1 145 34 189 317 10,6 
BZW 50-100 BZW 50-100B 5 100 111 123,5 136 1 179 28 228 263 10,7 
BZW 50-120 BZW 50-120B 5 120 133 148,1 163 1 215 23 274 219 10,8 
BZW 50-150 BZW 50-150B 5 150 166 185,2 204 1 269 19 343 175 10,8 
BZW 50-180 BZW 50-180B 5 180 200 222 244 1 322 16 410 146 10,8 

low capacitance transient 'lToltage suppressors «TRANSIL» 
diodes de protection à faible capacité «TRANSIL» 

IRM @ VRM V(BR)* 
Unidirectional (V) 

types 

@ IR 
max max @ 

1 ms expo 8-20 JLS expo VR = 0 V 

CiT 

max 

(JLA) 1 (V) min 1 nom 1 max 1 (m ~
(CL) @lppV(CL)@lppComax 

A) (") (A) (V) (A) (pF) (V) 

1,5 KW 1 1 ms expo. 18 KW 1 8-20 JlS expo. 

PFC 6V4 1000 6,40 7,13 7,50 7,88 10 1'2,5 120 16,3 1104 100 100 6,1 
PFC 7VO 500 7,02 7,79 8,20 8,61 10 B,3 113 17,3 1040 100 100 6,5 
PFC 7V8 200 7,78 8,65 9,10 9,55 10 H,l 106 18,4 978 100 100 6,8 
PFC 8V5 50 8,55 9,50 10 10,5 1 1.5,4 97 20 900 100 100 7,3 
PFC 9V4 10 9,40 10,5 11 11,6 1 1,S,5 91 21,5 837 100 100 7,5 
PFC 10 5 10,2 11,4 12 12,6 1 17,6 85 23 787 100 100 7,8 
PFC 11 5 11,1 12,4 13 13,7 \ B,7 80 24,3 741 100 100 8,1 
PFC 13 5 12,8 14,3 15 15,8 1 21,2 71 27,6 652 100 100 8,4 
PFC 14 5 13,6 15,2 16 16,8 1 2,3,2 65 30 600 100 100 8,6 
PFC 15 5 15,3 17,1 18 18,9 1 2.5,2 59,S 33 545 100 100 8,8 
PFC 17 5 17,1 19 20 21 1 27',7 54 36 500 100 100 9,0 
PFC 19 5 18,8 20,9 22 23,1 1 31),6 49 40 450 100 100 9,2 
PFC 20 5 20,5 22,8 24 25,2 1 3,3,2 45 43 419 100 100 9,4 
PFC 23 5 23,1 25,7 27 28,4 1 3.7,5 40 48,5 371 100 100 9,6 
PFC 26 5 25,6 28,5 30 31,5 1 41,4 36 54 333 100 100 9,7 
PFC 28 5 28,2 31,4 33 34,7 1 4.),7 33 59,5 303 100 100 9,8 
PFC 31 5 30,8 34,2 36 37,8 1 49,9 30 65 277 100 100 9,9 
PFC 33 5 33,3 37,1 39 41 1 5:~,9 28 70 257 100 100 10 
PFC 37 5 36,8 40,9 43 45,2 1 5'~,3 25,3 77 234 100 100 10,1 
PFC 40 5 40,2 44,7 47 49,4 1 6·~,8 23,2 84 214 100 100 10,1 
PFC 44 5 43,6 48,S 51 53,6 1 71),1 21,4 91 198 100 200 10,2 
PFC 48 5 47,8 53,2 56 58,8 1 Tf 19,5 100 180 100 200 10,3 
PFC 53 5 53 58,9 62 65,1 1 8.5 17,7 110 164 100 200 10,4 
PFC 58 5 58,1 64,6 68 71,4 1 9:2 16,3 120 150 90 200 10,4 
PFC 64 5 64,1 71,3 75 78,8 1 10:3 14,6 134 134 90 200 10,5 
PFC 70 5 70,1 77,9 82 86,1 1 lB 13,3 147 122 90 200 10,5 
PFC 78 5 77,8 86,5 91 95,5 1 125 12 162 111 90 200 10,6 
PFC 85 5 85,5 95 100 105 1 137 11 178 101 90 400 10,6 
PFC 94 5 94 105 110 116 1 15'2 9,9 198 91 90 400 10,7 
PFC 102 5 102 114 120 126 1 165 9,1 215 84 90 400 10,7 
PFC 111 5 111 124 130 137 1 179 8,4 233 77 90 400 10,7 
PFC 128 5 128 143 150 158 1 207 7,2 269 67 90 400 10,8 
PFC 136 5 136 152 160 168 1 21'~ 6,8 285 63 90 400 10,8 
PFC 145 5 145 161 170 179 1 23,~ 6,4 304 59 90 400 10,8 
PFC 154 5 154 171 180 189 1 24,) 6,' 320 56 90 400 10,8 
PFC 171 5 171 190 200 210 1 27.i 5,5 356 51 90 400 10,8 

* Pulse test tp ~ 50 ms ô < 2 %. * Mesure en impulsion tp ~ 50ms ô < 2%. 

* * Please consult. us for types in DO 13 case. * * Nous consulter pour version en boÎtier DO 73. 
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i 
plastic 

plastique 
(CB-257) 

Case 

** 
DO 27 A 

plastic 
plastique 
(CB-197) 



N 
N 
N 

~ 1lI0MSON-CSF 

5 volt transient voltage suppressors «TRAmSIL» 
microprocessor, integrated circuit, O-MOS, MOS protection 

diodes de protection «TRANSIL» 5 volt 
protection de microprocesseurs, circuits intégrés, C-MOS, MOS 

IRM@ VRM V(BR)· @ IR V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp Ipp max Ipp max aTmax 

Unidirectional 
min max max 1 ms 8-20 J.'s 

1 ms expo 1 ms expo expo expo Case 
types 

(J.'A) (V) (V) (mA) (V) (A) (V) (A) (A) (A) (10-4/°C) 

600W 1 1 ms expo. 7,2 KW 1 8-20 p.s expo. IFSM = 100A - 10 ms 

T-GMP 5 300 5 5,3 1 6,7 1 6,9 10 70 530 4,9 
T-GMP SA 100 5 5,5 1 6,7 1 6,9 10 70 530 4,9 
T-GMP SB 300 5 5,3 1 6,4 1 6,6 10 70 530 4,9 F 126 

plastic 
plastique 
(CB-210) 

600W 1 1 ms expo. 7,2 KW 1 8-20 p's expo. IFSM = 100A - 10 ms 

GMP5 300 5 5,3 1 6,7 1 6,9 10 70 530 4,9 
GMP5A 100 5 5,5 1 6,7 1 6,9 10 70 530 4,9 
GMP 5B 300 5 5,3 1 6,4 1 6,6 10 70 530 4,9 CB-417 

plastic 
plastique 

IRM@ VRM V(BR)· @ IR V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp V(CL) @ Ipp aTmax 

Unidirectional 
min max max max 

types 
1 ms expo 1 ms expo 1 ms expo Case 

(J.'A) (V) (V) (mA) (V) (A) (V) (A) (V) (A) (10-4/ 0 C) 

1,5 KW 1 1 ms expo. 18 KW 1 8-20 p's expo. IFSM = 250A - 10 ms 

1 N 5907 300 5 6,0 1 7,6 30 8,0 60 8,5 120 5,7 
DO 13 
metal 

/ (CB-37) 

1,5 KW 1 1 ms expo. 18 KW 1 8-20 p.s expo. IFSM = 250A - 10 ms 

lN 5908 300 5 6,0 1 7,6 30 8,0 60 8,5 120 5,7 

CB-429 
plastic 

plastique 

• Pulse test tp ~ 50 ms fi < 2%. • Mesure en impulsion tp ~ SOms fi < 2%. 

N: New product. N : Nouveau produit. 
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f..' lHOMSON-CSF 

transient voltage sup))ressors «~RANSIL», range for 
microprocessor, integrated circuit, O-MOS, MOS protection 

diodes de protection «TRAl\rSIL», gamme pour la protection des 
microprocesseurs, circuits intégrés, C-MOS, MOS 

'RM@ VRM V(BR)· @ :L) @ 'pp ~(CL) @ 'pp 'pp max 'pp max aT 
Types min max max 1 ms 8-20 1Ls max 

ms expo 1 msexpo expo expo Case 

Unidirectional 1 Bidirectional (1LA) 1 (V) (V) 1 (m V) 1 (A) (V) 1 (A) (A) (A) (10·4/ 0 C) 

1,5 KW 1 1 ms expo. 18 KW 1 8-20 J-tS f!XpO. IFSM = 250A - 10 ms for unidirectional 

leTE 5 S leTE 5 SC 300 5 
ICTE 5 leTE 5 C 300 5 
leTE 8 leTE 8 C 25 8 
leTE 10 leTE10C 2 10 
leTE 12 leTE 12 C 2 12 
leTE 15 leTE15C 2 15 
leTE 18 leTE 18 C 2 18 
leTE 22 leTE 22 C 2 22 
leTE 36 leTE 36 C 2 36 
leTE 45 leTE 45 C 2 45 

* Pulse test tp ~ 50 ms b < 2%. 

* * Please consult us for types in DO 13 case. 

5,5 1 ,),6 1 6,9 10 170 1570 5,7 
6,0 1 :r,1 1 7,5 10 160 1340 5,7 
9,4 1 11,3 1 11,5 10 100 920 7,3 

11,7 1 13,7 1 14,1 10 90 830 8,1 
14,1 1 H,l 1 16,5 10 70 630 8,4 
17,6 1 2'),1 1 20,6 10 60 550 8,8 ' 
21,2 1 24,2 1 25,2 10 50 440 9,4 
25,9 1 2'~,8 1 32,0 10 40 360 9,6 
42,4 1 5),6 l 54,3 10 23 230 10,1 
52,9 1 63,3 1 70,0 10 19 170 10,3 

* Mesure en impulsion tp ~ 50 ms {) < 2%. 

* * Nous consulter pour version en bOÎtier DO 73. 

«TRAmSIL» assemblies 
moulages «TRANSIL» 

Vrms 'RM@ VRM V(BR)· @ 'R V(CL) max @ 'pp 
Bidirectional max (V) 1 ms expo 

types 

1 1 1 1 

(V) (1LA ) (V) min max (mA) (V) (A) 

7,5 KW 1 1 ms expo. 

1 TRANS 24 24 250 ~ ____________________________ ~ ________ ~ ________ ~ ________ 34 ____ ~1_0 __ ~ __ 5_3~ ___ 1_0 __ ~ __ 6_7 ____ ~_1_'2 __ ~ 
15 KW 1 1 ms expo. 

TRANS 250 250 250 

* Pulse test tp :s;; 50 ms b < 2%. 

For other assemblies, please consult us. 

Camp. type THOMSON-CSF 
nO type 

1 N 6267 1.5 KE 6V8 
t + 

1 N 6303 A 1.5 KE 200 A 
1,5K 6,8 1 N 5629 

t + 
1,5K 200 A 1 N 5665 A 
LCE 6,5 A PFC 6V4 

t t 
LCE 170 A PFC 171 
PIP 24 TRANS 24 

354 470 652 

* Mes,Jre en impulsion tp ~ 50 ms 0 < 2%. 

Nous ,:onsulter pour d'autres moulages. 

crCtss reference 
liste d'équivalence 

Camp. tl'pe THOMSON-CSF 
nO type 

PIP 250 TRANS 250 
5KP 8,5 BlW 50-8V2 

t t 
5KP 100 BlW 50-100 
TVS 505 BlW 06-5V8 

t t 
TVS 528 BlW 06-28 
TlB 6,8 A BlW 04-5V5 

t t 
TlB 200 A BlW 04-162 
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Comp. type 
nO 

TlV 10 
t 

TlV 180 
ll16 

t 
ll160 
llY 16 

+ 
llY 160 

Case 

CB-429 ** 
plastic 

plastique 

Moulding 
Moulage 
TRANS 

(CB-314) 

THOMSON-CSF 
Type 

BlW 50-8V2 
t 

BlW 50-150 
PlD 16 

t 
PlO 160 
BlW07-10B 

t 
BlW 07-11 OB 



IRM@ VRM 
Unidirectional 

types 
(p.A) (V) 

24 KW 1 10P.5 IL 

ESM 111-15 50 11,5 
ESM 111-18 50 14,5 
ESM 111-22 50 18 
ESM 111-27 50 21,5 
ESM 111-33 50 26 
ESM 111-39 50 31,5 
ESM 111-47 50 37,5 
ESM 111-56 50 45 
ESM 111-68 50 55 
ESM 111-82 50 65,5 
ESM 111-100 50 80 
ESM 111-120 50 95 
ESM 111-150 50 115 
ESM 111-180 50 145 
ESM 111-220 50 180 
ESM 111-270 50 215 
ESM 111-330 50 260 
ESM 111-390 50 315 
ESM 111-470 50 375 

50 KW 1 10P.5 IL 

ESM 112-15 50 11,5 
ESM 112-18 50 14,5 
ESM 112-22 50 18 
ESM 112-27 50 21,5 
ESM 112-33 50 26 
ESM 112-39 50 31,5 
ESM 112-47 50 37,5 
ESM 112-56 50 45 
ESM 112-68 50 55 
ESM 112-82 50 65,5 
ESM 112-100 50 80 
ESM 112-120 50 95 
ESM 112-150 50 115 
ESM 112-180 50 145 
ESM 112-220 50 180 
ESM 112-270 50 215 
ESM 112-330 50 260 
ESM 112-390 50 315 
ESM 112-470 50 375 

• Pulse test tp ~ 50 ms {) < 2%. 

'.' nlOMSON-CSF 

clamping zener diodes 
diodes zener écrêteuses 

V(BR)* @ IR 
(V) 

min (mA) 

2,3 KW 1 300 P.5 JL 

13 15 300 
16 18 200 
20 22 200 
24 27 200 
29 33 100 
35 39 100 
42 47 100 
50 56 50 
61 68 50 
73 82 50 
90 100 30 

105 120 30 
130 150 30 
160 180 20 
200 220 20 
240 270 20 
290 330 10 
350 390 10 
420 470 10 

3,7 KW 1 300 P.5 IL 

13 15 1000 
16 18 600 
20 22 600 
24 27 600 
29 33 300 
35 39 300 
42 47 300 
50 56 200 
61 68 200 
73 82 200 
90 100 100 

105 120 100 
130 150 100 
160 180 60 
200 220 60 
240 270 60 
290 330 30 
350 390 30 
420 470 30 

VCL@ IRSM 
300p.s Il 

(V) (A) 

25 90 
30 75 
36,5 60 
45 50 
55 40 
65 35 
78 28 
93 24 

110 20 
136 16 
165 14 
200 11 
250 9 
300 7,5 
365 6 
450 5 
550 4 
650 3,5 
780 2,8 

25 150 
30 130 
36,5 100 
45 85 
55 70 
65 60 
78 50 
93 40 

110 35 
136 28 
165 ·23 
200 19 
250 15 
300 13 
365 10 
450 8,5 
550 7 
650 6 
780 5 

• Mesure en impulsion tp ~ 50 ms {) < 2%. 
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Case 

K' MS 004 
metal 

(CB-33) 

A 

KK 
M6 005 

metal 
(CB-34) 



BECTIFIEB DIODES 
DIOD'ES DE REDRESSEMENT 

STANDARD RECTIFIER 10 < 100 A 

STANDARD RECTIFIER 10 ;?; 100 A 

HIGH EFFICIENCY FAST RECOVERY 
RECTIFIER 

ULTRA-FAST RECOVERY RECTIFIER 
SU PERSWITCH 2 

FAST RECOVERY RECTIFIER 10 < 100 A 

FAST RECOVERY RECTIFIER 10 ;?; 100 A 

CONTROLLED AVALANCHE 
RECTIFIER 

FAST RECOVERY CONTROLLED 
AVALANCHE RECTIFIER 

HIGH VOLTAGE RECTIFIER 

Page. 

139~144 

145 .... 148 

149 ..... 152 

153~156 

167 ..... 170 

171 - 172 

173 

137 

REDRESSEMENT STANDARD 10 < 100 A 

REDRESSEMENT STANDARD 10 ~ 100 A 

REDRESSEMENT RAPIDE A HAUT 
RENDEMENT 

REDRESSEMENT ULTRA-RAPIDE 
SUPERSWITCH 2 

REDRESSEMENT RAPIDE 10 < 100 A 

REDRESSEMENT RAPIDE lo;?; 100 A 

REDRESSEMENT A AVALANCHE 
CONTROLEE 

REDRESSEMENT RAPIDE A AVALANCHE 
CONTROLEE 

REDRESSEMENT HAUTE TENSION 



~~ lltOMSON-CSF 

rectifier diode < 100 A selector guide 
guide de sélection diodes de redressement < 100 A 

~ 
0 0 0 0 (V) 0 0 0 0 0 0 

II) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... C"C Olt -0 co 0 C"C Olt -0 Case ... ... ... ... 
'0 

, 1 , 1 , 1 , 1 , , , 1 1 , 
(A) 

glass packages/boîtiers verre 

}/O7 0,2 1 1 

0,4 1 1 

~O29 1 1 1 

~" 1 1 1 or CB-420 

3 
1 1 ~30 or CB-422 

plastic packages/boîtiers plastiques 

~---
1 1 1 // F126 

3 1 1 /~27A 
3 1 1 } ~G 
6 1 1 

~220AB 10 1 ] 

• 40 1 1 
CB-414 

metal packages/boîtiers mét:ll 

) 
1 1 1 

/AY~3 1,25 1 1 
/ 

2 
1 1 

3 1 1 

) ~O4 6 1 1 

12 
, 

1 

} 20 1 1 KD05 
40 1 1 

~RG 
60 1 1 

~ 1 
. RG'r 60 1 
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Types 10 

(A) 

200 mA 1 Tomb = 2soe 

M12-FR34 
M 22 
M 42 0,2 
M 62 
M 82 
M 102 

400 mA 1 Tomb = 2soe 

M 14 

• 0 lN 645 
• lN 646 0,4 
• 0 1 N 647 

• lN 648 
• 0 1 N 649 

lA 1 Tomb = sooe 

0 1 N 4383 
0 1 N 4384 
0 1 N 4385 1 
0 1 N 4585 
0 1 N 4586 

lA 1 Tomb = 2soe 

Ell 
E 21 
E 41 1 
E 61 
E 81 
E 101 

1 A 

o lN 4001 
o 1 N 4002 
o 1 N 4003 
o 1 N 4004 
o 1 N 4005 1 
o 1 N 4006 
o 1 N 4007 

P 511 
P 513 

1 A 1 Tomb = 70 0 e 

BYW 27-50 
BYW 27-100 
BYW 27-200 
BYW 27-400 1 
BYW 27-600 
BYW 27-800 
BYW 27-1000 

o Deviee under CCQ/CCT 

o CN ES qualified produet 

• ESA qualified product 

~\ lHOMSON-CSF 

rectifier diodes < 100 A 
diodes de redressement < 100 A 

VRRM IFSM VF IF IR 1 Tamb 
10 ms @VRRM 

max max 

(V) (A) (V) (A) (flA) (oC) 

Ti = lsooe 

100 
200 
400 

3 1 0,2 150 125 
600 
800 

1000 

Ti = lsooe 

100 0,5 
225 0,2 
300 3 1 0,4 0,2 

25 400 0,2 
500 0,2 
600 0,2 

200 
400 
600 50 1 1 250 150 
800 

1000 

Ti = lsooe 

100 
200 
400 30 1,2 1 200 125 
600 
800 

1000 

50 
100 
200 
400 
600 50 1,1 1 50 100 
800 

1000 
1300 
1600 

Ti = lsooe 

50 
100 
200 
400 50 1 1 0,2 25 
600 
800 

1000 

o Dispositif soumis au CCQ/CCT 

o Produitqua/ifié CNES 

• Produit qualifié ESA 
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Case 

/ 
// 

~/ 
// DO 7 

/ glass 
,/ verre 

(CB-26) 

/ 

'" 
DO 29 
glass 
verre 

(CB-126) 

F 126 
plastic 

plast~1ue 
(CB-2 0) 



Types 10 

1 N 5614 
1 N 5616 
1 N 5618 
1 N 5620 
1 N 5622 

1 A 

PY 126 
PY 127 

1 A 

1 N 3189 
1 N 3190 
lN 3191 
1 N 2616 
1 N 2617 

1,25 A 

F 11 
F 21 
F 41 
F 61 
F 81 
F 101 
F 121 

2A 

F 12 
F22 
F 42 
F 62 
F 82 
F 102 

3A 

BY 251 
BY 252 
BY 253 
BY 254 
BY 254 S 
BY 255 

Note: 

(A) 

1 

1 Tamb = 100 0 e 

1 

1 Tamb = 25°C 

1,25 

1 Tamb = 2s o e 

2 

1 Tamb = sooe 

3 

'~I THOMSON-CSF 

rectifielr diodes < 100 A 
diodes de redressement < 100 A 

VRRM 

(V) 

200 
400 
600 
800 

1000 

IFSM 
10 ms 

(A) 

50 

Ti = 1SOoe 

VF 

(V) 

1,2 

1 IF IR 1 Tamb 
@ VRRM 

max max 

(A) (mA) (oC) 

0,025 100 

Case 

See note 

BV 11 (CB-433) 
or C8-420 

glass 
verre 

] 
_

_ 1'_1 __________ ~ __ 0_,_00_5 _______ 2_5 __ ~ _____ ~ __________ ~_la_l~_~ ____ , 
/ plastique 

/' (CB-210) 
,/" 

650 
101 

1250 

200 0,15 
400 0,15 
600 3D 1 1 0,15 150 
800 0,50 

1000 0,50 

Ti = 150°C 

100 
200 
400 
600 30 1,2 1,25 1 150 
800 DO 13 

1000 metal 

1200 
./ (CB-37) 

Ti = 175°C 

100 
200 
400 

70 1,2 2 1 150 
600 
800 

1000 

200 

/ 400 /~ô 
600 
800 

100 1,1 3 0,005 25 / DQ27A 
plastic 

1000 
c? plasti%ue 

1300 / (CB-17) 

Note: 
Type number + suffix L -- BV 11 (CB-433) case N° de type + suffixe L-boÎtier BV 17 (CB-433) 
Type number + suffix CB-420-CB-420 case N° de type + suffixe CB-420-boÎtier CB-420 
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~, THOMSON-CSF 

rectifier diodes < 100 A 
diodes de redressement < 100 A 

Types 10 VRRM IFSM VF 1 IF IR 1 Ti Case 
10 ms @VRRM Tamb* 

max max 

(A) (V) (A) (V) (A) (mA) (oC) 

3 A 1 Tamb = 100°C Ti = 175°C 12 t = 200 A 2 S (11 2,5 fa r 1 N 5407 S) 

lN 5401 100 200 
1 N 5402 200 200 
1 N 5404 

3 
400 200 

1,2 3 0,5 150* DO 27 A 
lN 5406 600 200 plastic 
1 N 5407 800 200 plast/~ue 
1 N 5407 S 1000 150 (CB-l 7) 

3 A 1 Tamb = 70°C Ti = 175°C 12 t = 78 A2 s 

See note 1 

lN 5624 200 1 
lN 5625 400 1 
lN 5626 3 600 125 1 3 0,1 100* 

BV 30 \fB-317) 1 N 5627 800 1 or C -422 
GS 5628 1000 1,1 glass 

verre 

3 A 1 Tamb = 80°C Ti = 150°C 12 t = 290 A 2 s 

BYW 17- 100 100 
BYW 17- 200 200 
BYW 17- 400 400 
BYW 17- 600 3 600 240 1,2 10 0,25 100* ~G BYW 17- 800 800 plastic 
BYW 17-1000 1000 plast~5ue 
BYW 17-1200 1200 (CB-2 7) 

3 A 1 Tcase = 150°C 

lN 1581, (R) 50 

~ 1 N 1582, (R) 100 
1 N 1583, (R) 200 
1 N 1584, (R) 3 300 200 1,2 10 0,5 150 
1 N 1585, (R) 400 ' DO 4 

lN 1586, (R) 500 metal 
10-32 UNF (CB-33) 

lN 1587, (R) 600 See note 2 

BY214-50 50 
BV 214-100 100 
BY 214-200 200 
BY 214-400 6 400 400 1,2 20 0,25 100* ~AG 
BY 214-600 600 plastic 

BY 214-800 800 plast~5ue 

BY 214-1000 1000 
(CB-2 7) 

6 A 1 Tcase = 150°C T" 1 = 175°C 12 t = 200 A 2 s 

1 N 1341 B, (R) 50 
1 N 1342 B, (R) 100 
1 N 1344 B, (R) 200 

~ 1 N 1345 B, (R) 300 
1 N 1346 B, (R) 6 400 200 1,2 20 0,5 150 

DO 4 
TN T341 S, (RI 500 metal 
lN 1348B,(R) 600 (CB-33) 
1 N 3988, (R) 800 10-32 UNF 
lN 3990, (R) 1000 See note 2 

Notel: Type number + suffix L - BV 30 (CB-317) case 
Type number + suffix CB-422-CB-422 case 

Note 7 : N° de type + suffixe L-boÎtier BV 30 (CB-3 77) 
N° de type + suffixe CB-422-boÎtier CB-422 

Note 2 : M5 thread available on request-Type number + suffix M Note 2 ; Filetage MS sur demande-N° de type + suffixe M 

Type number : cathode ta case 
Type number + suffix R : anode to case 

N° de type: cathode au boÎtier 
N° de type + suffixe R; anode au boÎtier. 
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~~ THOMSON-CSF 

rec'ifie:r diodes < 100 A 
diodes de rodressement < 100 A 

Types 10 VRRM IFS Case 

10 
max max 

(A) (V) (A ) (V) (A) (mA) 

=J VF 

------------~----------------~--------------------~ 

G 506, (R) 50 
G 1006, (R) 100 
G 2006, (R) 200 
G 3006, (R) 300 
G 4006, (R) 400 
G 5006, (R) 6 500 200 1,2 
G 6006, (R) 600 
G 8006, (R) 800 
G 1106, (R) 1000 
G 1206, (R) 1200 
G 1506, (R) 1500 

BY 239-200 200 
BY 239-400 10 

400 140 1,45 
BY 239-600 600 
BY 239-800 800 T-I 

140°C 

G 510, (R) 50 
G 1010, (R)/FR55A 100 
G 2010, (R)/FR56A 200 
G 3010, (R) 300 
G 4010, (R)/FR57A 12 400 230 1,25 
G 5010, (R) 500 
G 6010, (R)/FR58A 600 
G 8010, (R)/FR59 800 
G 1110, (R}/FR61 1000 
G 1210, (R) 1200 

12 A 1 Tease = 125°C Ti = 150°C 12 t = 
BYW 88- 50, (R) 50 
BYW 88- 100, (R) 100 
BYW 88- 200, (R) 200 
BYW 88- 300, (R) 300 
BYW 88- 400, (R) 12 400 22:0 1,25 
BYW 88- 500, (R) 500 
BYW 88- 600, (R) 600 
BYW 88- 800, (R) 800 
BYW 88-1000, (R) 1000 
BYW 88-1200, (R) 1200 

20 A· 1 Tease = 125°C T-1 = 150°C 12 ·t = 
RP 1020, (R) 100 
RP 2020, (R) 200 
RP 4020, (R) 400 
RP 6020, (R) 20 600 450 1,5 
RP 8020, (R) 800 
RP 1120, {R} 1000 
RP 1220, (R) 1200 

.. Please, consult us for 42R2 - 62R2 - 22R2 series. 

.... Please, consult us for other connexion configuration. 

...... Metric threads available on request --Type number + suffix M 
(M5 for D04 - M6 for D05). . 

Type number : cathode to case. 
Type number + suffix R : anode to case. 

~O4 20 3 125 

metal 
(CB-33) 

10-32 UNF'" 

~ 30 0,5 125 ~ DO no AB" 
plastic 

plast/~ue 
K (CB-2 7) 

35 3 125 

260 A2 s ~~O4 metal 
(CB-33) 

10-32 UNF'" 

35 3 125 

1000 A2 s 

143 

K 70 5 150 DOS 
metal 

(CB-34) 

1/4"-28 UNF'" 

.. Nous consulter pour les séries 42R2 - 62R2 - 22R2 . 

** Nous consulter pour autre configuration des connexions . 
.. ** Filetages métriques sur demande __ N° de type + suffixe M 

(MS pour 004 - M6 pour DOS). 

N° de type: cathode au boÎtier. 
N° de type + suffixe R: anode au bOÎtier. 



~ lHOMSON-CSF 

rectifier diodes < 100 A 
diodes de redressement < 100 A 

Types 10 

(A) 

20A 1 Tcase = 150°C 
lN 248 B, (R) 
lN 249 B, (R) 
1 N 250 B, (R) 
1 N 1195 A, (R) 
1 N 1196 A, (R) 
1 N 1197 A, (R) 20 
1 N 1198 A, (R) 
RN 820, (R) 
RN 1120, (R) 
RN 1220, (R) 
RN 1520, (R) 

40A* 1 Tcase = 140°C 

01 N 1183, (R) 
01 N 1184, (R)/FR 64 
01 N 1186, (R)/FR 65 
lN 1187,(R) 
1 N 1188, (R)/FR 66 40 
lN 1189,(R) 
1 N 1190, (R)/FR 67 
lN 3766, (R)/FR 68 
lN 3768, (R)/FR 69 

40A 1 Tcase = 125°C 

RP 1040, (R) 
RP 2040, (R) 
RP 4040, (R) 
RP 6040, (R) 40 
RP 8040, (R) 
RP 1140, (R) 
RP 1240, (R) 

40A 1 Tcase = 100°C 

DRA 402 
DRA 404 
DRA 406 
DRA 408 
DRA 410 

RG 602, (R) 
RG 604, (R) 
RG 606, (R) 
RG 608, (R) 
RG610,(R) 
RG 612, (R) 

RG 602T, (R) 
RG 604T, (R) 
RG 606T, (R) 
RG 608T, (R) 
RG610T,(R) 
RG 612T, (R) 

40 

60 

60 

VRRM IFSM 
10 ms 

(V) (A) 

50 
100 
200 
300 
400 
500 450 
600 
800 

1000 
1200 
1500 

Ti = 175°C 
50 

100 
200 
300 
400 700 
500 
600 
800 

1000 

Ti = 150°C 
100 
200 
400 
600 
800 

1000 
1200 

200 
400 
600 
800 

1000 

200 
400 
600 
800 

1000 
1200 

200 
~OO 
600 
800 

1000 
1200 

700 

800 

1000 

1000 

(l) Measured without braid voltage drop_ 

• Please, consult us for 32R2 series. 

12 t 

12 t 

* * M6 thread available on request-Type number + suffix M. 

Type number ; cathode to case. 
Type number + suffix R : anode to case. 

o CN ES qualified product 

VF 1 IF IR 1 Ti Case 

@VRRM 
max max 

(V) (A) (mA) (oC) 

1,5 70 5 150 

= 2500 A 2 s 

1,5 110 5 150 KOO5 
metal 

1/4"-28 UNF** (CB-34) 

= 2500 A 2 s 

1,5 120 5 150 

insulating voltage: 2500 VRMS 

S, 1,5 120 1 125 
CB-414 
plastic 

plastique 

1,5 180 20 150 

1,5(1) 180 20 150 

T, RG tresse 
(CB-319) 

144 

(1) Mesuré directemen t aux bornes de la diode. 

,. Nous consulter pour la série 32R2. 

1/4"-28 UNF 

* * Filetage M6 sur demande --N 0 de type + suffixe M. 

N° de type: cathode au boÎtier. 
N° de type + suffixe R: anode au bOÎtier. 

o Produitqua/ifié CNES 



~, lHOMSON-CSF 

rectifier diode ~ 100 A selector guide 
guide de sélection. diodes de redressement ~ 100 A 

~ (V) 
200 500 1 000 1400 1600 2000 2500 3000 3400 Case 

·0 1 1 1 1 1 1 1 1 1---1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(A) 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 
1 1 1 

/00 a 
100 

1 

1 
1 SV 10 

1 
1 1 , 

100 KU 10 ] 
1 

1 

1 
1 \Jl 

130 KU 13 ] > /F62m 
1 

1 

1 
1 

150 KU 15 ] 1 

1 

1 /aa 200 SV 20 

1 

~4) 1 

240 KU 24 1 1 

300 TV 30 ~) 

l 360 ON 262 

1 \9 1 
M 771 

500 ON 462 1 

1 
J 

1 

800 ON 662 1 
1 

1 

800 
1 ON 761 > Q M 779 b 

1 

1 

1100 ON 762 1 1 
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Types 10 

(A) 

100 A 1 Tcase = 140°C 

SV 1016 R 
SV 1018 R 
SV 1020 R 

100 
SV 1022 R 
SV 1024 R 
SV 1025 R 

100 A 1 Tcase = 100°C 

KU 1002, (R) .. 
KU 1004, (R) .. 
KU 1006, (R) .. 
KU 1008, (R) .. 100 
KU 1010, (R) .. 
KU 1012, (R) .. 
KU 1014, (R) .. 

130 AI Tcase = 100°C 

KU 1302, (R) 
KU 1304, (R) 
KU 1306, (R) 
KU 1308, (R) 130 
KU 1310, (R) 
KU 1312, (R) 
KU 1314, (R) 

150 A 1 Tcase = 100°C 

KU 1502, (R) 
KU 1504, (R) 
KU 1506, (R) 
KU 1508, (R) 150 
KU 1510, (R) 
KU 1512, (R) 
KU 1514, (R) 

SV 2002, (R) 
SV 2004, (R) 
SV 2006, (R) 
SV 2008, (R) 
SV 2010, (R) 

200 
SV 2012, (R) 
SV 2014, (R) 
SV 2016, (R) 
SV 2018, (R) 
SV 2020, (R) 

'.' THOMSON-CSF 

rectifier diodes ~ 100 A 
diodes de redressement ~ 100 A 

VRRM IFSM VF IF IR max Ti 
10 ms @VRRM 

max 
(V) (A) (V) (A) (mA) (oC) 

Ti = 175°C 12 t = 24 200 A 2 
S 

1600 
1800 
2000 

2200 1,5 300 20 175 
2200 
2400 
2500 

Ti = 150°C 12 t = 11 250 A 2 
5 

200 
400 
600 
800 1500 1,4 300 20 150 

1000 
1200 
1400 

Ti = 175°C 12 t = 20 000 A2 
5 

200 
400 
600 
800 2000 1,5 400 20 150 

1000 
1200 
1400 

Ti = 175°C 12 t = 31250A2 s 

200 
400 
600 
800 2500 1,4 450 20 150 

1000 
1200 
1400 

200 
400 
600 
800 

1000 
4000 1,4 

1200 
20 175 600 

1400 
1600 
1800 
2000 

.. Please, consult us for series with rigid terminal, without flex leod. 

Type number : cathode to case. 
Type number + suffix R : anode to case. 

.. Nous consulter pour séries avec cosse rigide . 

N° de type: cathode au bOÎtier. 
N° de type + suffixe R: anode au bOÎtier. 
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Cas. 

112"-20 UNF_Type number 
+ suffix K 

M 12 _ Type number 
+ suffix M 

,,0 

F 62 m 

fCB-252 : KU 10) 
CB-254 : KU 13- KU 15) 

112"-20 UNF_Type number 

M 12 

+ suffix K 

_Type number 
+ suffix M 

DO 8 
(C8-272) 

112"-20 UNF_Type number 
+ suffix K 

M 12 -Type number 
+ ~\lftixM 



Types 10 

(A) 

240 AI Tcase = 125°C 

KU 2402, (R) 
KU 2404, (R) 

240 
KU 2406, (R) 
KU 2408, (R) 

300 A 1 Tcase = l10°C 

TV 3002, (R) 
TV 3004, (R) 
TV 3006, (R) 
TV 3008, (R) 
TV 3010, (R) 

300 
TV 3012, (R) 
TV 3014, (R) 
TV 3016, (R) 
TV 3018, (R) 
TV 3020, (R) 

360 AI Tcase = 110°C 

ON 26202 
ON 26204 
ON 26206 
ON 26208 
ON 262 10 

360 
ON 262 12 
ON 262 14 
ON 262 16 
ON 262 18 
ON 262 20 

500 A 1 Tcase = 110°C 

ON 462 02 
ON 46204 
ON 46206 
ON 46208 
ON 462 10 

500 
ON 462 12 
ON 462 14 
ON 462 16 
ON 462 18 
ON 462 20 

~~ THOMSON-CSF 

rectifier diodes ~ 100 A 
diodes d.e redressement ~ 100 A 

VRRM IFS 
10 

(V) ( A:' 1 __ :_F_) __ m_a_X_(_:_) __ J-__ ~_::_~_:_)~ ______ (:_:_)~ __________ c_a_se __________ ~ 
T- = 180°C 1 12 t = 125 000 A 2 

5 

200 
400 

5000 1,3 750 30 150 
600 
800 

T-1 = 175°C 12 t = 180 000 A2 s 

200 
400 
600 
800 

1000 
6000 1,4 1000 30 175 

1200 
1400 
1600 
1800 
2000 

T-1 = 175°C 12 t = 80 000 A2 
5 

200 
400 
600 
800 

1000 
4000 1,4 600 20 175 

1200 
1400 
1600 
1800 
2000 

Ti = 175°C 12 t = 180 000 A2 
5 

200 
400 
600 
800 

1000 
6000 1,4 1000 30 175 

1200 
1400 
1600 
1800 
2000 

N° de type: cathode au boÎtier. 

009 (KU 24) 
(CB-362) 

3/4" -16 UNF_Type number 
+ suffix K 

M 16 x 1,5 _Type number 
+ suffix E 

00 9 ~TV) 
(CB-2 0) 

3/4"-16 UNF_Type number 
+ suffix K 

M 16 x 2 -Type number 
+ suffix M 

Q 
M771 

(CB-262) 

Type number : cathode to case. 
Type number + suffix R : anode to case. N° de type + suHixe R: anode au bOÎtier. 
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N 
N 
N 

Types 

800A 1 Tcase 

ON 66202 
ON 66204 
ON 66206 
ON 662 08 
ON 662 10 
ON 662 12 
ON 662 14 
ON 662 16 
ON 662 18 
ON 662 20 
ON 66222 
ON 662 24 
ON 66225 

800A 1 Tcase 

ON 761 20 
ON 761 22 
ON 761 24 
ON 761 26 
ON 761 28 
ON 76130 
ON 76132 
ON76134 

1100 A 1 Tcase 

ON 76202 
ON 76204 
ON 76206 
ON 76208 
ON76210 
ON 762 12 
ON 762 14 
ON 762 16 
ON76218 
ON 76220 

N : New product. 

10 

(A) 

= 110°C T· 1 

800 

= 110°C T· 1 

800 

= 110°C T· 1 

1100 

~ THOMSON-CSF 

rectifier diodes ~ 100 A 
diodes de redressement ~ 100 A 

VRRM IFSM VF IF IR max Ti 
10 ms @VRRM 

max 

(V) (A) (V) (A) (mA) (oC) 

= 175°C 12 t = 720 000 A2s 

200 
400 
600 
800 

1000 
1200 
1400 12000 1,5 1500 45 175 
1600 
1800 
2000 
2200 
2400 
2500 

= 150°C 12 t = 720 000 A2s 

2000 
2200 
2400 
2600 

12000 l,58 2000 40 150 
2800 
3000 
3200 
3400 

= 175°C 12 t = 1 125 000 A2s 

200 
400 
600 
800 

1000 
15000 1,35 2000 60 175 

1200 
1400 
1600 
1800 
2000 

N : Nouveau produit 
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Case 

6) 
M 779 b 
(CB-261) 



~.' THOMSON-CSF 

high efficiency fast recovery rectifier diode selector guide 
guide de sélection diodes de redressement rapide à haut rendement 

K 10 (V) 50 100 150 200 Case 
1 1 1 1 

(A) 

3 
1 

35 ns/0,85 V BYW 98 ... 1 

, 
DO 27 A 

1 
7 

1 
35 ns/0,85 V BYW 80 ... 1 ).0') 

~~ -./ /) 

7,6 
1 35 ns/0,85 V BYW 29 ... 

1 
c/. DO 220 AB 

~ 15 1 35 ns/0,85 V BYW 81 ... 1 
,. D04 

~. 20 (2x 10) 
1 

35 ns/0,89 V BYW 51 ... 
1 /l'~ /:/;? TO 220 AB 

25 1 50 ns/0,85 V BYW 77 ... 
1 #:4 

30 (2x 15) 
1 

50 ns/0,85 V BYW 99 ... 
1 ~ ~~~T03 

35 1 50 ns/0,92 V BYW 92 ... 1 

~ 1 1 
::-

/' 

50 60 ns/0,85 V BYW 78 ... 

DO 5 

80 
1 

60 ns/O,92 V BYW 08 ... 
1 
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f.' lHOMSON-CSF 

high efficiency fast recovery rectifier diodes 
diodes de redressement rapide à haut rendement 

Types 

(A) (V) 

1,5 A 1 1amb = 90°C 

BYW 100- 50 
BYW 100-100 
BYW 100-150 
BYW 100-200 

1,5 

50 
100 
150 
200 

2,5 A 1 1amb = 75°C 

1 N 5802 
1 N 5803 
1 N 5804 
1 N 5805 
1 N 5806 

2,5 

50 
75 

100 
125 
150 

6 A 1 1amb = 75°C 

1 N 5807 
1 N 5808 
1 N 5809 
lN 5810 
1 N 5811 

6 

50 
75 

100 
125 
150 

50 A 1 1case = 110°C 

BYV 52- 50 
BYV 52-100 
BYV 52-150 
BYV 52-200 

60 
(2x30) 

50 
100 
150 
200 

100 A 1 1case = 90°C 

BYV 54- 50 
BYV 54-100 
BYV 54-150 
BYV 54-200 

100 
(2x50) 

trr test conditions 
Conditions de mesure du trr 

50 
100 
150 
200 

max 

(V) (A) 

0,85 1,5 

0,875 

0,875 4 

1- = 150°C 1 

0,85 30 

1- = 150°C 1 

0,85 50 

(1) IF = 1 A VR = 30 V diFldt = -50 AIll-s Irr = 0,2 IRM 
(2) IF = 0,5 A IR = 0,5 A Irr = 0,05 A 
(3) IF = 1 A IR = 1 A Irr = 0,1 A 

max 

(ns) 

35 
(1) 

25 
(2) 

30 
(3) 

50 
(1 ) 

Case 

CB-420 
glass 
verre 

CB-422 
glass 
verre 

~ 
TOP3 
plastic 

plastique 
Al K (CB-244) 

A2 Al A2 

· .1 l K I~ • 

Insulating voltage 2500 VRMS 

60 
(1 ) fi

1 OK2 

•

0 • \)A2 

8~. 
~ ISOTOP* 

K1 plastic 
plastique 
(CB-427) 

• Screw mounting version available on request 
(C8-434 case) _ Type number + suffix V. 

• Version pattes pliées livrable sur demande 
(boÎtier CB-434) - N° de type + suffixe V. 
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N 

~, THOMSON-CSF 

high efficiency fast recovery rectifier diodes 
diodes de redressernent rapide à haut rendement 

Types '0 

(A) 

3 A 1 Tcase = 85°e 

BYW 98- 50 
BYW 98-100 

3 
BYW 98-150 
BYW 98-200 

7 A 1 Tcase = 130 0 e 

BYW 80- 50 
BYW 80-100 
BYW 80-150 7 
BYW 80-150 A 
BYW 80-200 

7,6 A 1 Tcase = 125°e 

BYW 29- 50 
BYW 29-100 

7,6 
BYW 29-150 
BYW 29-200 

15 AIT case = 120 ° e 

VRRM 'FSM 
'Oms 

(V) (A) 

Ti = 150 0 e 

50 
100 

70 
150 
200 

Ti = 150 0 e 

50 
100 
150 100 
150 
200 

Ti = 150 0 e 

50 
100 

80 
150 
200 

T· = 150 0 e 1 

VF 1 'F 'RIVRRM trr PRSM Case 
Ti 100°C Ti 100°C (1 ) (2) 

max max max 
(V) (A) (mA) (ns) (W) 

12t = 25 A2s 

0,85 3 35 

12t = 50 A 2s 

-
-

(1,85 7 1 35 -
450 

K~OAB' -

12t = 32 A 2s 

A plastic 

C,85 5 0,6 35 
plast/~~ue 
(CB-2 7) 

BYW 81- 50, (R) 50 
BYW 81-100, (R) 100 
BYW 81-150, (R) 15 150 200 
BYW 81-150 A, (R) 150 
BYW 81-200, (R) 200 

-

'~ 
,\ 

-
,85 12 1,5 35 - D04 

750 metal 
- (CB-33) l 

20 A 1 Tcase = 125°e 

BYW 51- 50, (R) 
BYW 51-100, (R) 20 
BYW 51-150, (R) (2 X 10) 
BYW 51-200, (R) 

25 A 1 Tcase = 115°e 

o BYW 77- 50, (R) 
o BYW 77-100, (R)" 
o BYW 77-150, (R) 25 
a BYW 77-150 A, (R) 
o BYW 77-200, (R) 

T· = 150 0 e 1 

50 
100 100 
150 
200 

50 
100 
150 500 
150 
200 

0,89 8 

0.85 20 

~T0220AB plastic 

1 35 plasti~ue 
(CB-4 8) 

Direct: Al ., rK ,.. A2 

Reverse: Kl • .1 rA 1- • K2 

, -
-

2,5 50 - DO 4 1200 . metal 
- 10-32 UNF** (CB-33) 

30 A 1 Tcase =.125°e T· 1 = 150 0 e 12t = 450 A 2s 

BYW 99- 50 50 
BYW 99-100 30 100 300 085 15 
BYW 99-150 (2 X 15) 150 
BYW 99-200 200 

(1) : tu test conditions: If = lA VR = 30V dif/dt"= -50 AIJ1s Irr= 0,2IRM' 
Conditions de mesure du trr 

• Please consult us for other connection configuration. 
•• MS thread available on request-Type number + suffix M. 

Type number : cathode to case. 
Type number + suffix R : anode to case. 

N : New product. 

o CNES qualified product. 
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2,5 50 

(2) : tp = 80 !J.S sinusoïdal. 

* Nous consulter pour autre configurotion des connexions . 
•• Filetage MS sur demande _N° de type + suffixe M. 

N° de type: cathode au bOÎtier. 
N° de type + suffixe R: anode au bOÎtier. 

N : Nouveau produit. 

o Produit qualifié CNES. 



N 
N 
N 
N 

Types 

35 A 1 Tcase = 

BYW 92- 50, (R) 
BYW 92-100, (R) 
BYW 92-150, (R) 
BYW 92-150 A, (R) 
BYW 92-200, (R) 

50 A 1 Tcase = 

f.' lHOMSON-CSF 

high efficiency fast recovery rectifier diodes 
diodes de redressement rapide à haut rendement 

10 VRRM IFSM VF 1 IF IRIVRRM trr PRSM 
10 ms Ti 100°C Ti 100°C (1 ) (2) 

max max max 
(A) (V) (A) (V) (A) (mA) (ns) (W) 

115°C Ti = 150°C 12t = 1250 A2s 

50 -
100 -

35 150 500 0,92 35 5 50 -
150 1200 
200 -

100°C Ti = 150°C 12t = 11250 A2s 

Case 

~ 0 BYW 78- 50, (R) 50 -
0 BYW 78-100, (R) 100 -
0 BYW 78-150, (R) 50 150 1500 0,85 50 5 60 -
0 BYW 78-150 A, (R) 150 2300 DOS 
o BYW 78-200, (R) 200 - metal 

12t 11250 A2s 
1/4"-28 UNF* 

80 A 1 Tcase = 95°C Ti = 150°C = 

BYW 08- 50 50 
BYW 08-100 

80 
100 

1500 0,92 80 
BYW 08-150 150 
BYW 08-200 200 

(1) : trr test conditions: IF = lA VR = 30V diF/dt = -50 AI/1-s Irr =0,2IRM· 
Conditions de mesure du trr 

* M6 thread available on request_Type number + suffix M. 

Type number : cathode to case. 
Type number + suffix R : anode to case. 

N : New product. 

o CNES qualified product. 

152 

5 60 

(2) : tp = 80 /1-S sinusoidal. 

* Filetage M6 sur demande-N° de type + suffixe M. 

N°de type: cathode au bOÎtier. 
N° de type + suHixe R: anode au boÎtier. 

N : Nouveau produit. 

o Produit qualifié CNES. 

(CB-34) 



~~ THOMSON-CSF 

ultra-fast recovery rectiifier diode < 100 A selector guide 
guide de sélection diodes de redressement ultra-rapide < 100 A 

10 

8A 

12 A 

16 A 
(2 x 8) 

30A 

60 A 

60A 
(2 x 30) 

f 

{{[f;~ 
1 VRRM = 200, 300, 400 V 

trr rnax 25 ... 50 ns 

Cc Uninsulated 
Ise 

types 

0 
DO 220 AB BYT 08 P 

ç;. 

)11. 004 BYT 12 

Il) 
~4 

TO 220 AB BYT 16 P 

<~ DOP3 BYT 30 P 

~ DOS BYT 30 

~~ DOP3 BYT 60 P 

~ DOS BYT 60 

:) 
~)l 

• .-' 
/ ISOTOP 

,-----~-----~-

• Insulating voltage: 2500 VRMS " Tension d'isolement: 2500 Veff 

'-----

10 

12 A 

30A 

rvRR"~ = 600, 800 V 
L trr :::;; 60 ns 

Case 

/~ DO 220 AB 

t: 

)11' D04 

~ DOP3 

153 

Insulated* 
types 

BYT 08 PI 

BYT 30 PI 

BYT 230 PI 

Types 

BYT 12 P 

BYT 12 

BYT 30 P 



f~ THOMSON-CSF 

< 100 A 
diodes de redressement ultra-rapide < 100 A 

VRRM trr (1) tlRM (2) IRM (2) 
Types Ti = 100°C Ti = 100°C 

BYT 01-200 

BYT 01-300 

BYT 01-400 

BYT 03-200 

BYT 03-300 

BYT 03-400 

(A) 

3 

(V) 

200 

300 

400 

200 

300 

400 

max max 

(ns) (ns) 

25 50 

25 50 

(1) trr test conditions: IF = 0,5 A IR = 1 A Irr = 0,25 A 
Conditions de mesure du trr 

154 

max 

(A) 

2 

2 

(2) diF/dt = - 50 A/p.s 

Case 

F 126 
plastic 

plastique 
(CB-210) 

DO 27 A 
plastic 

plastique 
(CB-197) 



N 
N 
N 

N 
N 
N 

N 
N 
N 

N 
N 

N 
N 

N 
N 
N 

Types 10 VRRM 

(A) (V) 

8A 1 Tcase = 120°C T-1 

BYT 08P-200 200 
BYT 08P-300 8 300 
BYT 08P-400 400 

8A 1 Tcase = 105°C T-1 

BYT 08PI-200 200 
BYT 08PI-300 8 300 
BYT 08PI-400 400 

12 A 1 Tcase = 100°C T-1 

BYT 12-200, (R) 200 
BYT 12-300, (R) 12 300 
BYT 12-400, (R) 400 

12 A 1 Tcase = 90°C T-1 

BYT 12-600, (RI 
12 

600 
BYT 12-800, (RI 800 

12 A 1 Tcase = 105°C T-1 

BYT 12P-600 
12 

600 
BYT 12P-800 800 

16 A 1 Tcase = 100°C T-1 

BYT 16P-200 200 
BYT 16P-300 16 300 
BYT 16P-400 (2 X 81 400 

(1) trr test conditions : If = 0,5 A IR = lA 
Conditions de mesure du trr 

~~ THOMSON-CSF 

u11tra-fast recovery rectifier diodes < 100 A 
diodes de redressement ultra-rapide < 100 A 

IFSM VF / IF IRIVRRM trr(1 ) tlRM IRM Case 

10 ms Ti = 100°C Ti = 100°C ~i = 100°C 
max max max max max 

(A) (V) {A) (mA) ("5) (ns) (A) 

= 150°C 12t = 50 A2s dif/dt = -32 Alf.ls 

~OAB 100 1,5 8 2,5 35 75 2,2 

plastic 
plastique 

Uninsulated (CB-227) 

= 150°C 12t = 50 A2s dif/dt = -32 Alf.ls 

K~OAB 100 1,5 8 2,5 35 75 2,2 
plastic 

A plasti~ue 
Insulated (CB-4 6) 
Insulating voltage: 2500 VRMS 

= 150°C 12t .- 200 A2s dif/dt = -50 Alf.ls 

200 1,5 12 2,5 50 75 3,75 

= 150°C 12t -- 28 A2s dif/dt = -50 Alf.ls ~ 
D04 

10-32 UNF metal 

75 1,8 12 2,5 50 160 6 (2) (CB-33) 

= 150°C 12t -- 28 A2s dif/dt = -50 Alf.ls 

75 1,8 12 2,5 50 160 6 K~OAB 
A plastic 

Uninsulated 
plasti~ue 
(CB-2 7) 

= 150°C 12t -- 50 A2s di f/dt = -32 AI f.lS 

~ A 1 
TO 220 AB 

100 1,5 :3 2,5 35 75 2,2 K A2 plas.tic 
plast/~ue 

Uninsulated (CB-4 8) 
Al A2 
• 01 IK 

1 •• 

Irr = 0,25 A Type number : cathode to case. N : New product 
Type number + suffix R : anode to case. Nouveau produit 

(2) M5 thread available on request-Type number + suffix M. N° de type: cathode au bOÎtier. 
N° de type + suffixe R: anode au boÎtier. 

Filetage MS sur demande-N° de type + suffixe M. 
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N 
N 
N 

N 
N 
N 

N 
N 

N 
N 
N 

N 
N 
N 

N 
N 
N 

N 
N 
N 

IJ THOMSON-CSF 

ultra-fast recovery rectifier diodes < 100 A 
diodes de redressement ultra-rapide < 100 A 

Types 10 VRRM IFSM VF 1 IF IRIVRRM trr(1 ) tlRM IRM 
10 ms Ti = 100°C Ti = 100°C Ti = 100°C 

max max max max max 

(A) (V) (A) (V) (A) (mA) (ns) (ns) (A) 

30A 1 Tcase = 60 0 e T-1 = 150 0 e 12t = 800 A2s dif/dt = -120 A/J.ls 

BYT 30PI-200 200 
BYT 30PI-300 30 300 400 1,5 30 6 50 75 9 
BYT 30PI-400 400 

30A 1 Tcase = 100 0 e T-1 = 150 0 e 12t = 800 A2s dif/dt = -120 A/J.ls 

BYT 30P-200 200 
BYT 30P-300 30 300 400 1,5 30 6 50 75 9 
BYT 30P-400 400 

30A 1 Tcase = 90 0 e T-1 = 150 0 e 12t = 200 A2s dif/dt = -120A/J.lS 

BYT 30P-600 600 
BYT 30P-800 

30 
800 

200 1,8 30 5 55 160 15 

30A 1 Tcase = 90 0 e T-1 = 150 0 e 12t = 1250 A2s dif/dt = -120 A/J.ls 
\ 

,BYT 30-200, (R) 200 
BYT 30-300, (R) 30 300 500 1,5 30 6 50 75 9 
BYT 30-400, (R) 400 

60A 1 Tcase = 60 0 e T-1 = 150 0 e 12t = 1250 A2s dif/dt = -120 AIJ.ls 

BYT 230PI-200 200 
BYT 230PI-300 60 300 500 1,5 30 6 50 75 9 
BYT 230PI-400 (2 X 30) 400 

60A 1 Tcase = 70 0 e T-1 = 150 0 e 12t = 1800 A2s dif/dt = -240 AIJ.ls 

BYT 60P-200 200 
BYT 60P-300 60 300 600 1,5 60 10 50 75 18 
BYT 60P-400 400 

60A 1 Tcase = 80 0 e T-1 = 150 0 e 12t = 3200 A2s dif/dt = -240 A/J.ls 

B'fT 60-200, (R) 200 
BYT 60-300, (R) 60 300 800 1,5 60 10 50 75 18 
BYT 60-400, (R) 400 

(1) trr test conditions: If = 0,5 A IR = 1 A Irr = 0,25 A N: New product 
Conditions de mesure de trr Nouveau produit 

Case 1 

( 

~ K . DOP 3 
§ plastic 

A / plasti~ue 
(CB-4 5) 

Insulated 
Insulating voltage: 2500 VRMS 

~K K / DOP 3 
A / plastic 

plasti~ue 
Uninsulated (CB-4 5) 

~ 
..4 

' D05 
m'etai 

1/4"-28 UNF (CB-34) 
(2) 

.SOTOPI3
1 

o OJ plastic 
~ A2 plasfiqve 

~ fi (CB-427) 

,~ . 
K1 Insulated 

Insulating voltage: 2500 VRMS 

~KDOP3 
K plastic 

plasti~ue 
A (CB-4 5) 

Uninsulated 

~' \ 
~ 

" DO 5 
' m~al 

1/4"-J8'UNF (CB-34) 
(2) "",' 

" 

(2) M6 thread available on request-T ype number + suffix M. (2) Filetage M6 sur demande_ N° de type + suffixe M. 
(3) Screw mounting version available on request (3) Version pattes oliées livrable sur demande 

(CB-434) - Type number + suftix V (CB-434) - N° de type + suffixe V 
Type number : cathode to case 
Type number + suffix R : anode to case 

N° de Type: cathode au bOÎtier 
N° de type + suffixe R: anode au bOÎtier 
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~ (V) 
10 
(A) 

0.4 

1 

1 

1 

3 

3 

0,5 

0,75 

0,8 

1 

2 

3 

3 

6 

8 

10 

l 

6 

12 

20 

30 

40 

60 

60 

60 

~~ THOMSON-CSF 

fast recovery rectifier diode < 100 A selector guide 
guide de sélection diodes de redressement rapide < 100 A 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LI'\ ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N M V 01') '0() r-. CIO 0- 0 ... C'f CV) V LI'\ Case ... ... ... ... ... ... 
1 1 1 1 1 1 I~ 1 1 1 1 1 1 1 1 

glass packages/boîtiers verre 

// 
1 200 ns 1 

/' 007 
/ //' 

/ / 0029 

1 50 ns 1500 ns 1 
. -" 

~~~o 1 
150 ns 500 ns 1 

1 150 ns 500 ns 1 

~30 
1 150 ns 500 ns 1 

~422 1 150 ns 400 ns 1 

plastic packages/boîtiers plastiques 

1 300 ns 1 

1 350n:~ -' 

J?/ F 126 
1 300 ns 1 

1 50 ns 1200 ns 1 

} 1 200 ns 1200 ns 1 
./ 

./' 

~ DO 27 A 

1 150 ns 500 I~ ./ 

/$AG 1 200 ns 750,~ 

) 
1 300 ns ~ 

~ 1 150 ns 1 ~00220AB 
1 300 ns =:J 

metal packages/boîtiers métal 

// 
1 100 ns 250 ns 1 

/ 0013 

1 200 ns 350r~ 
}/ ~D04 

1 100 ns 500 ns 1 

200 ns 1 

100 ns 500 ns 1 

KD05 200 ns 1 

100 ns 500 ns 1 

1 ~ 500 ns 1 

1 
500 ns 

1 RG-T 
~ 
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Types 

SO A 1 Tcase 

BYT 67- 800, (R) 
BYT 67-1000, (R) 

= 

,~ THOMSON-CSF 

fast recovery rectifier diodes < 100 A 
diodes de redressement rapide < 100 A 

90 0 e 

10 

1 

VRRM 

(A) (V) 

Ti = 1 sooe 

50 800 
1000 

1 

trr * 

1 

max Case 

(ns) 

100 

1/4"-28 UNF" 

DOS 
metal 

(CB-34) 

• trr test conditions: IF = 0,5 A IR = 1 A Irr = 0,25 A 

Conditions de mesure du trr 
Type number : cathode to case. 
Type number + suffix R : anode to case. 

•• M6 thread available on request_Type number + suffix M. 

Filetage M6 sur demande_N° de type + suffixe M. 

N° de type,' cathode au boÎtier. 
N° de type + suffixe R,' anode au bOÎtier. 
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~I lHOMSON-CSF 

fast recovery rectifier diodes < 100 A 
diodes de redressement rapide < 100 A 

Types 10 VRRM IFSM 
, 

IF IRIVRRM trr 
10 ms 

m ':lX max max 
(A) (V) (A) (V) (A) (!-,A) (ns) 

400 mA 1 Tamb = 25°C Ti = 125°C Co = 35 pF @ -10 V 

MC 22 100 
MC 42 200 
MC 43 0,4 300 3 
MC 44 400 
MC 45 500 

500 mA 1 Tamb = 50°C Ti = 150°C 

~~ ;~~ 1 0.5 1 :g~ 1 15 11.5 

750 mA 1 Tamb = sooe T· = 1 

PY 208-800 
0,75 

600 
PY 208-1000 800 

30 1,8 

100 
0,4 200 (1) 

Ti = 100°C 

2 
125 

300 (2) 
Tamb = 125°( 

2 
80 

350 (3) 
Tamb = 125°( 

SM = 1 mJ 

BY 406 A 
0,8 

350 
20 

BY 407 A 600 
2 

125 @ VR = 300V 300 (4) 
125 @ VR = 500V 

l,55 

Ti = 125°C 

1 A 1 Tamb = 25°C Ti = 125°C 

PLQ 0,8 

1 1 

80 

1 

20 I l.1 
PLQ l 100 

1 500 50 (5) 
Ti = 100 0

( 

1 A 1 Tamb = 25°C Ti = 200°C Co = 40 pF 

EQ 1 Il 
1 

100 

1 

20 Il 1 500 50 (6) 
Ti = 100 0

( 

lA 1 Tamb = 55°C Ti = 175°C 

BYV 88- 200 200 150 (7) 
BYV 88- 400 400 100 150 (7) 
BYV 88- 600 l 600 30 1 

BYV 88- 800 800 
,3 1 Ti = 100°C 150 (7) 

250 (7) 
BYV 88-1000 1000 500 (7) 

ER 2 200 
ER 4 

1 
400 

20 l 
ER 6 600 

l 200 1500 (1) ,3 

ER 8 800 Ti = 100O( 

(1) : IF = 100 mA - IR = 100 mA - Irr=50mA (4) : If = 10 mA - VR = 50 V 
(2) : IF = 10 mA - VR = 50 V dif/dt = -0,5 A/!-,s - Irr = 0,1 IRM 

dif/dt = - 0,5 A/!-,s - Irr = 0,2 IRM (5) : If = 1 A - VR = 30 V 
(3) : If = 0,4 A - VR = 50 V dif/dt = -50 A/!-,s 

dif/dt = -20 A/!-,s - 'rr = 0,1 'RM (6) : If = l A - IR = 1 A - Irr=O, lA 
(7) : If = 0,5 A - IR = 1 A - Irr =0,25A 
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Case 

/ 
/ DO 7 

,/ 
glass 
verre 

(CB-26) 

~ 
/ plastic 

plasti~ue 
((8-2 0) 

DO 29 
glass 
verre 

(CB-126) 



0 

0 

0 

0 

0 

~ THOMSON-CSF 

fast recovery rectifier diodes < 100 A 
diodes de redressement rapide < 100 A 

Types 10 VRRM IFSM 
10 ms 

(A) (V) (A) 

1 A 1 Tomb = 140°C T· = 200°C 1 
lN 5615 200 
lN 5617 400 
lN 5619 l 600 50 
1 N 5621 800 
1 N 5623 1000 

1 A 1 Tomb = 110°C Ti = 17SoC 

1 N 4942 200 
1 N 4944 400 
1 N 4946 l 600 30 
1 N 4947 800 
1 N 4948 1000 

1 AIT omb = 40 ° C 

*PLR 2T 200 
* PLR 8T 1 800 20 
*PLR 15T 1500 

1 A 1 Tomb = 40°C Ti = 12SoC 

PR 121 
1 

1200 
20 

PR 141 1400 

1 A 1 Tomb = 6SOC Ti = 12SOC 

PY 55-350 l 
350 

60 PY 55-600 600 

1 A 1 Tomb = 7SOC Ti = lS0°C 

PLR 810 50 
PLR 811 100 
PLR 812 200 
PLR813 

1 
300 

45 
PLR 814 400 
PLR816 600 
PLR 817 800 
PLR 818 1000 

1 A 1 Tomb = 4SOC Ti = lS0°C 

PY 210-400 400 
PY 210-600 1 600 30 
PY 210-800 800 

1 A 1 Tomb = SO°C Ti = lS0°C 

•• BA 157 400 
•• BA 158 1 600 35 
•• BA 159 1000 

• Soft recovery unwaranteed. 
Recouvrement progressif non garanh 

(1) : IF = 0,5 A - IR = 1 A - Irr =0,25A 
(2) : If = 2 mA - IR = 2 mA 
(3) : IF = 1 A - VR = 30 V 

dif/dt = -25 Altts - Irr = 0,2 IRM 

(4) : IF = 1 A - VR = 50 V 
dif/dt = -20 Altts 

(5) : IF = 10 mA - VR = 50 V 
dif/dt = - 0,5 Altts - Irr = 0,2 IRM 

VF 1 IF IRIVRRM trr 

max max max 
(V) (A) (ttA ) (ns) 

150 (1) 
150 (1) 

1,2 1 25 250 (1) 
Tomb = 100 0

( 300 (1) 
500 (1) 

150 (1) 
150 (1) 

1,3 l 100 150 (1) 
Tamb = 100 0

( 250 (1) 
500 (1) 

1,4 1 200 1200 (2) 
Tamb = 100O( 

1,5 1 10 500 (3) 

Co = S,S pF typ @ VR = 100V 

1,25 5 
750 

300 (4) Tamb = 125°( 

1,1 1 100 300 (3) 

Ti = 1000
( 

1,3 1 125 300 (5) 
Tamb=125°( 

1,3 1 5 300 (2) 

•• Type number + suffix T : trr = 300 ns (IF = 10 mA - IR = 10mA) 
N° de type + suffixe T 

Note: 
Type number + suffix L - BV 11 b(B-433) case. 
Type number + suffix (B-420- B-420 case. 

N° de type + suffixe L-boÎtier BV 11 (CB-433). 
N° de type + suffixe CB-420-boÎtier CB-420. 

o (NES qualified product. 
Produit qualifié CNES. 
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Case 

,-

See note 

BV 11 ((B-433) 
or (B-420 

glass 
verre 

~ plastic 
pIast/Rue 
(CB-2 0) 



N 
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fast recovery Itectifier diodes < 100 A 
diodes de redressement rapide < 100 A 

Types 10 

(A) 

1 A 1 Tamb = 40°C 

BYX 92- 50 
BYX 92-100 
BYX 92-200 1 
BYX 92-300 
BYX 92-400 

1 A 1 Tamb = 40°C 
BYX 58- 50 
BYX 58-100 
BYX 58-200 1 
BYX 58-300 
BYX 58-400 

2 A* 1 Tamb = 90°C 
BY 218-100 
BY 218-200 

2 
BY 218-400 
BY 218-600 

2A** 1 Tamb=90°C 

BY 296 
BY 297 

2 
BY 298 
BY 299 

2A 

VRRM IFSM 
10 ms 

(V) (A) 

T- = 150°C 1 

50 
100 
200 60 
300 
400 

50 
100 
200 60 
300 
400 

100 
200 

100 
400 
600 

T- = 150°C 1 
100 
200 

90 
400 
800 

(V) 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

BY 228 1500 1 60 1 1,4 

o 1 N 5415 50 
o 1 N 5416 100 
a lN 5417 3 

200 
70 

o 1 N 5418 400 
o lN 5419 500 

1 N 5420 600 

3A 1 Tamb = 55°C T' 1 = 175°C 

GS 13 L 100 
GS 23 L 200 
GS 43 L 

3 
400 

100 
GS 63 L 600 
GS 83 L 800 
GS 103 L 1000 

* For VRRM = 800 V (BY 218-800), please consult us. 

** For VRRM = 1000 V (BY 299 S), please consult us. 

N : New product. 

o CNES qualified product. 

Note: 
Type number + suffix L- BV 30 (CB-317) case. 
Type number + suffix CB-422- (B-422 case. 

(1) : IF = 100 mA - IR = 100 mA _. Irr = 50 mA 
(2) : IF = 1 A - VR = 30 V - diF/dt == -25 AilS 

Irr = 0,2 IRM 
(3) : IF = 10 mA - IR = 10 mA - Irr = 1 mA 
(4) : IF = 10 mA - IR = 10 mA - Irr = 5 mA 
(5) : IF = 0,5 A - IR = 1 A - Irr = 0,25 A 

1,5 

1,3 

1 IF 

m ax 
(A) 

3 

3 

2 

9 

3 
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IRIVRRM 

max 
(mA) 

0,4 
Tamb = 100°C 

0,2 
Tamb = 100°C 

0,01 

0,01 

0,001 

0,02 
Tamb = 100°C 

0,1 

Tamb = 100°C 

trr 

max 
(ns) 

100 (1) 

250 (1) 

200 (2) 

500 (3) 

1200 (4) 

150 (5) 
150 (5) 
150 (5) 
150 (5) 
250 (5) 
400 (5) 

150 (5) 
150 (5) 
150 (5) 
150 (5) 
250 (5) 
500 (5) 

* Nous consulter pour VRRM = 800 V (BY 218-800). 

** Nous consulter pour VRRM = 1000 V (8Y 299 5). 

N : Nouveau produit. 

o Produit qualifié CNES. 

Note: 
N° de type + suffixe L-boÎtier BV 30 (CB-3'?). 
N° de type + suffixe CB-422-boÎtier CB-422. 

Case 

DO 13 
metal 

(CB-37) 

DO 27 A 
plastic 

plastique 
(C6-197) 

verre 
(CB-317) 
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fast recovery rectifier diodes < 100 A 
diodes de redressement rapide < 100 A 

Types 10 VRRM IFSM 
10 ms 

(A) (V) (A) 

3A 
PFR 850 50 
PFR 851 100 
PFR 852 3 200 150 
PFR 854 400 
PFR 856 600 

3A * 1 Tamb = 50 0 e Ti = 150 0 e 
BY 318-100 100 
BY 318-200 3 200 100 
BY 318-400 400 
BY 318-600 600 

3 A** 1 Tamb = 50 0 e Ti = 150 0 e 
BY 396 100 
BY 397 

3 
200 

100 
BY 398 400 
BY 399 800 

3A 1 Tamb = Booe Ti = 150 0 e 
BYW 16-100 100 
BYW 16-200 200 
BYW 16-400 400 
BYW 16-600 600 
BYW 16-800 800 

BYW 15-100 100 
BYW 15-200 200 
BYW 15-400 3 400 240 
BYW 15-600 600 
BYW 15-800 800 

BYW 14-100 100 
BYW 14-200 200 
BYW 14-400 400 
BYW 14-600 600 
BYW 14-800 800 

6A 1 Tcase = 115°e T· 1 = 150 0 e 

BYT71-100 100 
BYT 71-400 

6 
400 90 

BYT 71-600 600 ~i = 1000
( 

BYT 71-800 800 

6A 1 Tcase = 115°e T = 150 0 e 

BYV 71-100 100 
BYV 71-400 

6 
400 90 

BYV 71-600 600 i = 100° 
BYV 71-800 800 

• For VRRM = 800 V (BY 318-800), please consult us. 
*. For VRRM = 1000V (BY 399S), please consult us. 

(1) : IF = 1 A - VR = 30 V 
diF/dt = - 25 AIJLs - Irr = 0,2 IRM 

(2) : IF = 10 mA - IR = 10 mA - Irr= lmA 

(3) : IF = 100 mA - IR = 100 mA - Irr =50mA 
(4) : IF = l A - VR = 30 V 

diF/dt = -15AIJLs 

VF 1 IF IRIVRRM trr Case 

max max max 
(V)' (A) (mA) (ns) 

150 (1) 
150 (1) 

1,25 3 0,01 150 (1) 
150 (1) 
200 (1) 

1,3 3 0,01 200 (1) 
DO 27 A 

plastic 
plasti~ue 
(CB-l 7) 

1,3 3 0,01 500 (2) 

12t = 340 A2 s 

1,4 10 

1,3 6 

1,3 6 
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200 (3) 

0,25 500 (3) 
AG 

Ti = 100°C plastic 
plasti~ue 
(CB-2 7) 

750 (3) 

1 
300 (4) 

Ti = 100°C ~220A8 plastic 
plasti~ue 

A (CB-2 7) 

1 
300 (4) 

Ti = 100°C 

• Nous consulter pour VRRM = 800 V (BY 318-800). 
** Nous consulter pour VRRM = 1000V (BY 3995) 



N 
N 
N 

fast recovery rectifier diodes < 100 A 
diodes de redressement rapide < 100 A 

Types 10 

(A) 

6 A 1 Tcase = 100°C 
1 N 3879, (R) 

o 1 N 3880, (R) 
o lN 3881, (R) 
o 1 N 3882, (R) 6 
o 1 N 3883, (R) 

GR 606, (R) 
GR 806, (R) 

BY 233-200 
BY 233-400 8 
BY 233-600 

RTF 10 
RTF 20 
RTF 40 10 
RTF 60 
RTF 80 

10 A 1 Tcase = 100°C 
ESM 765-100 
ESM 765-200 
ESM 765-400 10 
ESM 765-600 
ESM 765-800 

1 2 AIT case = 100 ° C 
BYX61-50,(R) 
BYX 61-100, (R) 
BYX 61-200, (R) 12 
BYX 61-300, (R) 
BYX 61-400, (R) 

12 A 1 Tcase = 100°C 
01 N 3889, (R) 
o 1 N 3890, (R) 
o lN 3891, (R) 
o 1 N 3892, (R) 

12 
o 1 N 3893, (R) 

BYX 62-600, (R) 
GR 612, (R) 
GR 812, (R) 

12 AIT case -
BYT 61/BYT 61 B- 600, (R) 
BYT61/BYT61B- 800, (R) 

12 
BYT61/BYT61B- 900, (R) 
BYT 61 /BYT 61 B-1 000, (R) 

12 A 1 Tcase = 100°C 
BYX 66- 500, (R) 
BYX 66- 600, (R) 
BYX 66- 700, (R) 
BYX 66- 800, (R) 
BYX 66- 900, (R) 
BYX 66-1000, (R) 

12 

VRRM IFSM 
10 ms 

(V) (A) 

50 
100 
200 
300 150 
400 
600 
800 

200 
400 100 
600 

100 
200 
400 120 
600 i = 100°C 
800 

100 
200 
400 120 
600 i = 100°C 
800 

50 
100 
200 150 
300 
400 

T' = 150°C 1 
50 

100 
200 
300 
400 
600 
600 
800 

1-
600 
800 
900 

1000 

500 
600 
700 
800 
900 

1000 

150 

150 

150 

~ 

IF 

me IX 

(V) (A) 

12 t =: 110 A2 s 

1,4 

1,3 

1,35 

1,35 

1,5 

1,4 

BYl 
.1L­

BYT 
1,4 

12 
t = 

1,5 

6 

8 

10 

10 

12 

: 110 A2 s 

12 

: 110 A2 s 
61 

12 
61B 

12 

: 110 A2 s 

12 

IRIVRRM t" 
Ti = 100°C (1 ) 

max max 

(mA) (ns) 

200 
200 
200 

1 200 
200 
350 
350 

1 150 

1 300 

1 300 

3 100 

200 
200 
200 

3 
200 
200 
200 
350 
350 

SOFT 

3 100 
(2) 

3 500 

Case 

~ 004 
metal 

10-32 UNF' (CB-33) 

~ DO 220 AB 
plastic 

plastique 
A (CB-227) 

~ DO 220 AB 
plastic 

plast~~ue 
(CB-2 7) 

~ DO 220 AB 
plastic 

plastique 
(CB-227) 

~ '. 004 
metal 

10-32 UNF' (CB-33) 

(1) trr test conditions: IF = 1 A VR = 30 V diF/dt = - 15 A/ILs Irr =0,2IRM (2) IF = 0,5 A IR = 1 A Irr = 0,25 A 
Conditions de mesure du trr 

N: New product. 

o Deviees under CCQ/CCT. 

o CN ES qualified product. 

• M5 thread available on request -Type number + suffix M. 

Type number : cathode to case. 
Type number + suffix R : anode to case. 

N : Nouveau produit. 

o Dispositifs soumis au CCQ/CCT. 

o Produit qualifié CNES 

* Filetage MS sur demande _N° de type + suffixe M. 

N° de type: cathode au boÎtier. 
N° de type + suffixe R: anode au boitier. 
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fast recovery rectifier diodes < 100 A 
diodes de redressement rapide < 100 A 

Types 10 VRRM IFSM 
10 ms 

(A) (V) (A) 

20 A 1 Tcase = 100°C T· 1 = 150°C 

1 N 3899, (R) 50 
o 1 N 3900, (R) 100 
o lN 3901, (R) 

20 
200 225 

o 1 N 3902, (R) 300 
o 1 N 3903, (R) 400 

BYX 63-600, (R) 600 

30 A 1 Tcase = 100°C Ti = 150°C 

BYX 65- 50, (R) 50 
BYX 65-100, (R) 100 
BYX 65-200, (R) 30 200 300 
BYX 65-300, (R) 300 
BYX 65-400, (R) 400 

30 A 1 Tcase = 100°C Ti = 150°C 

lN 3909, (R) 50 
1 N 3910, (R) 100 
lN 3911, (R) 

30 
200 300 

lN3912,(R) 300 
lN 3913, (R) 400 
BYX 64-600, (R) 600 

30 A 1 Tcase = 100°C Ti = 150°C 

BYT 65/BYT 65B- 600, (R) 600 
BYT 65/BYT 65B- 800, (R) 30 800 400 
BYT 65/BYT 65B- 900, (R) 900 
BYT 65/BYT 65B-l000, (R) 1000 

30 A 1 Tcase = 100°C Ti = 150°C 

BYX 67- 500, (R) 500 
BYX 67- 600, (R) 600 
BYX 67- 700, (R) 

30 
700 300 

BYX 67 - 800, (R) 800 
BYX 67- 900, (R) 900 
BYX 67-1000, (R) 1000 

40 A 1 Tcase = 75°C Ti = 125°C 

RPR 540, (R) 50 
RPR 1040, (R) 100 
RPR 2040, (R) 40 200 600 
RPR 3040, (R) 300 
RPR 4040, (R) 400 

VF 1 IF IRIVRRM 
Ti = 100°C 

max max 
(V) (A) (mA) 

12 t = 250 A2 5 

1,4 20 6 

12 t = 450 A2 5 

1,5 30 10 

12 t = 450 A2 5 

1,4 30 6 

12t = 800 A2 5 SOFT 

BYT 65 
1,6 30 

6 BYT 65B 
1,4 30 

12 t = 450 A2 5 

1,5 30 10 

12 t = 1800 A2 5 

1,4 40 10 

trr 

(1) 
max 
(ns) 

200 

100 

200 

100 
(2) 

500 

200 

(1) trr test conditions: IF = 1 A VR = 30 V diF/dt = - 15 AIJLs Irr =0,2IRM (2) IF = 0,5 A IR = l A Irr = 0,25 A 
Conditions de mesure du trr 

o Deviees under CCQ/CCT. 0 Dispositifs soumis au CCQ/CCT. 

Case 

~5 
metal 

1/4"-28 UNF* (CB-34) 

* M6 thread available on request- Type number + suffix M. * Filetage M6 sur demande-N° de type + suffixe M. 

Type number : cathode to case. N° de type: cathode au boÎtier. 
Type number + suffix R : anode to case. N° de type + suffixe R: anode au boÎtier. 
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fast recovery rectifier diodes < 100 A 
diodes de redressement rapide < 100 A 

Types 10 VRRM IFSM 
10 m5 

(A) (V) (A) 

60 A 1 Tcase = 90°C 

ESM 243- 50, (R) 50 
ESM 243-100, (R) 100 
ESM 243-200, (R) 60 200 800 
ESM 243-300, (R) 300 
ESM 243-400, (R) 400 

60 A 1 Tcase = 90°C 

ESM 244- 50, (R) 50 
ESM 244-100, (R) 100 
ESM 244-200, (R) 200 
ESM 244-300, (R) 60 300 800 
ESM 244-400, (R) 400 
ESM 244-500, (R) 500 
ESM 244-600, (R) 600 

60 A 1 Tcase = 90°C 

ESM 245- 600, (R) 600 
ESM 245- 800, (R) 60 800 800 
ESM 245-1000, (R) 1000 

60 A 1 Tcase = 60°C 

RG 602 F, (R) 200 
RG 604 F, (R) 400 
RG 606 F, (R) 60 600 900 
RG 608 F, (R) 800 
RG610F,(R) 1000 

RG 602 FT, (R) 200 
RG 604 FT, (R) 400 
RG 606 FT, (R) 60 600 900 
RG 608 FT, (R) 800 
RG 610 FT, (R) 1000 

1 IF 

lax 

(V) (A) 

12
t = 3200 A2 s 

1,5 60 

12 t = 3200 A2 s 

1,5 60 

12 t = 3200 A2 s 

1,5 60 

12 t = 4000 A2 S 

1,65 

1,65 
(2) 

150 

150 

IRIVRRM trr 

Ti = 100°C (1) 

max max 

(mA) (n5) 

10 100 

6 200 

6 500 

10 500 

10 500 

(1) trr test conditions: IF = 1 A VR = 30 V diF/dt =, - 15 A 
Conditions de mesure du trr 

(2) Measured without braid voltage drop. 

Type number : cathode ta case. 
Type number + suffix R : anode to case. 

(2) Mesuré directement aux bornes de la diode. 

N° de type: cathode au boÎtier. 
N° de type + suffixe R: anode au bOÎtier. 
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Case 

005 
metol 

M 6 (CB-34) 

1/4"-28 UNF 

1/4"-28 UNF 

RG 
(CB-256) 

T, RG tresse 
(CB-319) 





fast recovery rectifier diode ~ 100 A selector guide 
gUide de sélection diodes de redressement rapide ~ 100 A 

~ 
(V) 

1500 2000 2500 200 500 1000 Case 

10 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 
1 1 1 1 ·1 (A) 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

100 1 
KU 10 F 22~ 1 

1 

~~62m 1 1 1 1 1 1 
1 

1 1 1 1 
120 1 BYT 75 4J'C 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

~ 150 
1 

SV 15 F 35~ 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 /. 1 70~ 220 TV 22 F 
1 

1 1 1 1 
009 

1 1 1 1 
250 OF 451 251~ 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

270 OF 252 35J~ 1 

1 

1 1 1 
J 

1 1 
300 ESM 4116 

1 1 1 ;. Q 4/-,C 

1 1 1 
M 771 

1 1 1 

300 
f 

ESM 4120 
1 

1 1 
13 J'C 

1 1 

1 1 

70p~ 1 1 
400 OF 452 

1 1 

1 1 1 

. 

1 1 1 

600 
1 

OF 652 200 J'C ( 
1 1 

fil 1 1 
~ 

1 1 
M 779 b 

800 OF 752 300/-,': 

~ 
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fast recovery rectifier diodes ~ 100 A 
diodes de redressement rapide ~ 100 A 

Type. 10 VRRM IFSM VF 1 IF IR max 1 VRRM QRmax 
10 ms @ Ti max 

max 
(A) (V) (A) (V) (A) (mA) (ILC) 

100 A 1 Yease = 60°C y" 1 = 125°C 12 t = 11 500 A2 s IF = 50 A Ti = 100°C 

di/dt = - 20 A / ILS 

KU 1002 F, (R) 200 
KU 1003 F, (R) 300 
KU 1004 F, (R) 400 
KU 1006 F, (R) 600 
KU 1008 F, (R) 100 800 1500 1/6 300 20§ 22 
KU 1010 F, (R) 1000 
KU 1012 F, (R) 1200 
KU 1014 F, (R) 1400 
KU 1015 F, (R) 1500 

120 A 1 Yease = 65°C y" = 125°C 12 t = 20 000 A2 
S IF = 100 A Ti = 100°C 

1 
for high frequency operation di/dt = - 50 A / ILS 

BYT 75-200, (R) 200 
BYT 75-400, (R) 

120 
400 2000 1/4 120 30 4 

BYT 75-500, (R) 500 
BYT 75-600, (R) 600 

150 A IYease 95°C y" 150°C 12 t 45 000 A2 s 
IF = 50A Ti = 125°C 

= 1 = = di/dt = - 10 A / ILS 

SV 1502 F, (R) 200 
SV 1504 F, (R) 400 
SV 1506 F, (R) 600 
SV 1508 F, (R) 150 800 3000 1/6 450 20 35 
SV 1510 F, (R) 1000 
SV 1512 F, (R) 1200 
SV 1514 F, (R) 1400 

220 AI Yease 95°C y" 150°C 1
2 

t 125 000 A2 s 
IF = 200 A Ti = 125°C 

= 1 = = di/dt = - 20 A / ILS 

TV 2202 F, (R) 200 
TV 2204 F, (R) 400 
TV 2206 F, (R) 600 
TV 2208 F, (R) 

220 
800 

5000 1/6 750 40 70 
TV 2210 F, (R) 1000 
TV 2212 F, (R) 1200 
TV 2214 F, (R) 1400 
TV 2215 F, (R) 1500 

§ Ti = 100°C 

Case 

,,,0 

F 62m 
(CB-252) 

1/2"-20 UNF_ Type number 
+ suffix K 

M 12 _ Type number 
+ suffixM 

() 

008 
(CB-272) 

1/2"-20 UNF _Type number 
+ suffix \( 

M 12 - Type number 
+ suffix M 

~ 

D09 

" 
(CB-270) 

3/4"-16 UNF - Type number 
+ suffix K 

M 16 x 2 - Type number 
+ suffix M 

Type number : cathode to case. 
Type number + suffix R : anode to case. 

N° de type: cathode au boÎtier. 
N° de type + suffixe R: anode au boÎtier. 
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N 
N 
N 
N 
N 
N 

N 
N 
N 
N 

N 
N 
N 
N 

Types 

250 AI Ycase 

DF 451 02* 
OF 451 04* 
OF 451 06* 
OF 451 08* 
OF45110* 
OF45112* 
OF 451 14* 

270 A 1 Ycase 

OF 252 02 
OF 252 04 
OF 252 06 
OF 252 08 
OF 252 10 
OF 252 12 
OF 252 14 

300 A 1 Y~ase 

ESM 4116-200 
ESM 4116-400 
ESM 4116-500 
ESM 4116-600 

300 A 1 Ycase 

ESM 4120-600 
ESM 4120-800 
ESM 4120-900 
ESM 4120-1 000 

400 A 1 Ycase 

OF 45202 
OF 45204 
OF 45206 
OF 45208 
OF 452 10 
OF 452 12 
OF45214 
OF 452 15 

N: New product. 

~ lHOMSON-CSF 

fast recovery rectifier diodes ~ 100 A 
diodes de redressement rapide ~ 100 A 

10 VRRM IFSM 
VF 1 ~ IR max 1 VRRM QRmax 

10 ms @ Ti max 
max 

(A) (V) (A) (V) (A) (mA) (ILe) 

sooe Yi = 125°C 12t 61 250 A2s 
IF = 200 A Ti = 125°( 

= = 
di/dt = -50 A/ILs 

200 
400 
600 

250 800 3500 2,65 600 40 25 
1000 

1 

1200 
1400 

95°e y- 150°C 12t = 45 000 A2s 
IF = 50ATi = 125°( 

= 1 = 
di/dt = -10 A/ILs 

200 
400 
600 

270 800 3000 1,6 450 20 35 
1000 
1200 
1400 

65°e y- 125°e 12t = 101 250 A2s 
IF = 200 A Ti = 1000( 

= = 1 
di/dt =-80 A/ILs 

200 

300 
400 

4500 1,7 450 100 4 
500 
600 

= 65°e y- 125°e 12t = 101 250 A2s 
IF = 200 A Ti = 100°(. 

1 = 
di/dt = - 80 A/ILs 

600 

300 
800 

4500 1,7 450 100 13 900 
1000 

= 95°e y- 150 0 e 12 
t = 125 000 A2 

5 
IF = 200 A Ti = 125°( 

1 = 
di/dt = - 20 A/ILs 

20cr 
400 
600 

400 
800 

5000 1,6 750 40 70 
1000 
1200 
1400 
1500 

N : Nouveau produit 

Cas. 

Q 
M 771 

((8-262) 

,. The OF 451 is designed for use as antiparallel diode 
with the TA 329 asymmetrical thyristor. 

* La OF 451 est conçue pour être utilisée comme diode antiparallèle 
avec le thyristor asymétrique TA 329. 
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Types 10 

(A) 

,.~ lHOMSON-CSF 

fast recovery rectifier diodes ~ 100 A 
diodes de redressement rapide ~ 100 A 

VRRM IFSM VF 1 IF IR max 1 VRRM QRmax 

10 ms @ Ti max 
max 

(V) (A) (V) (A) (mA) (l'C) 

600 AI Teas• = 95°C Ti = 150°C 12 t = 405 000 A2 s 
IF = 1100 A Ti = 25°C 

di 1 dt = - 25 A 1 1'5 

OF 652 02 200 
OF 652 04 400 
OF 652 06 600 
OF 652 08 800 
OF 652 10 1000 
OF 652 12 1200 
OF 652 14 600 1400 9000 1,9 1500 40 200 
OF 652 16 1600 
OF 652 18 1800 
OF 652 20 2000 
OF 652 22 2200 
OF 652 24 2400 
OF 652 25 2500 

800 AI Teas• = 95°C Ti = 150°C 12 t = 720 000 A 2 
S 

IF = 1100 A Ti = 25°C 

di 1 dt = - 25 A 11'5 

OF 752 02 200 
OF 752 04 400 
OF 752 06 600 
OF 752 08 800 
OF 752 10 800 1000 12000 1,8 2000 57 300 
OF 752 12 1200 
OF 752 14 1400 
OF 752 16 1600 
OF 752 18 1800 
OF 752 20 2000 
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Case 

il 
M779 b 
(C8-261) 



Types 10 

(A) 

~ lHOMSON-CSF 

controlled avalanche rectifier diodes 
diodes de redresseJnent à avalanche contrôlée 

VRRM IFSM 
10 ml @U 

(V) (A) 
m 

V(BR) 
R= 10 

(V) 

R 
OJLA 

1ax 

PRSM 
10JLsfi 

(kW) 

VF 1 IF IR max 1 Tamb 

@VRRM 
(V) (A) (mA) (OC) 

max 

150 mA 1 400 mA 1 Tamb = 25°C Ti = 150°C 

M 4 HZ/FR 70 0,4 400 3 450 750 3,5 1 0,4 0,15 125 
M 6 HZ/FR 71 0,4 600 3 720 1000 2,5 1 0,4 0,15 125 
M 8 HZ/FR 72 0,4 800 3 950 1400 1,5 1 0,4 0,15 125 
M 10 HZ 0,4 1000 3 1~~00 1700 0,5 1 0,4 0,02 100 
M 15 HZ 0,15 1500 2,5 1600 ~200 0,3 2 0,15 0,02 100 

E 4 HZ 400 ·'50 750 5 
E 6 HZ 1 

600 
30 

720 ',000 3 
1,2 1 0,2 125 

E 8 HZ 800 950 '1400 2 
Ë 10 HZ 1000 1200 1700 1 

PL 4 HZ 400 450 750 5 
PL 6 HZ 

1 
600 

50 
720 1000 3 

1,1 1 0,05 100 
PL 8 HZ 800 950 1400 2 
PL 10HZ 1000 1200 1700 1 

IR = 50 JLA 
lN 3938 200 240 500 7 
lN 3939 400 480 750 6 
lN 3940 2 600 70 720 1000 4 1,1 2 0,5 150 
lN 3941 800 960 1200 3 
1 N 3942 1000 1160 1400 1,5 

2A 1 Tamb = 25°C T-1 = 175°C 

F 42 Z 400 450 750 6 
F 62 Z 

2 
600 

70 
720 1000 4 

1,2 2 1 150 
F 82 Z 800 950 1400 3 
F 102 Z 1000 1200 1700 1,5 

PF 4 HZ 400 450 750 10 
PF 6 HZ 

3 
600 

100 720 1000 6 1,1 3 0,005 25 
PF 8 HZ 800 950 1400 4 
PF 10 HZ 1000 1200 1700 2 
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Case 

007 
glass 
verre 

(C8-26) 

0029 
glass 
verre 

(C8-126) 

F 126 
plastic 

plast~,ue 
(C8-2 0) 

0013 
metc 

(C8-3/) 

0027 A 
plastic 

plasfi~ue 
(C8-1 7) 



~ lHOMSON-CSF 

controlled avalanche rectifier diodes 
diodes de redressement à avalanche contrôlée 

Types 10 VRRM IFSM V(BR)R PRSM VF IF IRmax 1 Ti Case 
10 ms @ IR= 100 p.A 10 p.s @VRRM Tamb § 

(A) (V) (A) (V) (V) (A) (mA) (oC) 

min max (kW) max 

3A 1 Tamb = 80 0 e T" 1 = 150 0 e 12 t = 300A2s 

BYW 18- 400 400 450 
BYW 18- 600 3 

600 
240 

720 
BYW 18- 800 800 950 
BYW 18-1000 1000 1200 

5 A** 1 Tcase = 125°e T" 1 = 150 0 e 

G 65 HZ,(R) 600 720 
G 85 HZ,(R) 5 800 100 950 
GlOS HZ,(R) 1000 1200 

12 A* * 1 Tcase = 125°e T" 1 = 150 0 e 

G 4 HZ, (R)/FR74 400 450 
G 6 HZ, (R)/FR75 

12 
600 

230 
720 

G 8 HZ, (R)/FR76 800 950 
G 10 HZ, (R) 1000 1200 

20 A** 1 Tcase = 125°e T" 1 = 150 0 e 

R 4 HZ, (R)/FR77 400 450 
R 6 HZ, (R)/FR78 

20 
600 

450 
720 

R 8 HZ, (R)/FR79 800 950 
R 10 HZ, (R) 1000 1200 

40 A** 1 Tcase = 100°C T" 1 = 150 0 e 

R 43 HZ, (R) 400 450 
R 63 HZ, (R) 

40 
600 

700 
720 

R 83 HZ, (R) 800 950 
R 103 HZ, (R) 1000 1200 

Type number : cathode ta case. 
Type number + suffix R : anode ta case. 

* Metric thread on request - Type number + suffix M 
(M5 thread for 004 - M6 thread for DOS). 

•• Please, consult us for 46 R2S_50 R2S, 66 R2S_70 R2S, 
26 R2S-30 R2S, 36 R2S-40 R2S series. 

750 
1000 
1400 
1700 

12 t = 

1000 
1400 
1700 

12 t = 

750 
1000 
1400 
1700 

12 t = 

750 
1000 
1400 
1700 

12 t = 

750 
1000 
1400 
1700 

30 
18 

1,2 10 0,5 125§ 
12 
6 AG 

plastic 
plast~~ue 
(CB-2 7) 

50 A2 
5 

12 
8 1,2 15 3 125 
4 

JI: 260 A2 
5 

30 
metal 

18 
1,2 35 3 125 10-32 UNF* (CB-33) 

12 
6 

1000 A2 
5 

54 
32 

1,5 70 5 150 
22 
11 

2500 A2 
5 ;ri 

80 D05 
metol 

50 
1,5 110 5 150 1/4"-28UNF* (CB-34) 

30 
15 

N° de type: cathode au bOÎtier. 
N° de type + suffixe R: anode au boÎtier. 

• Filetage métrique sur demande_N° de type + suffixe M 
(filetage MS pour 004 - filetage M6 pour DOS). 
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•• Nous consulter pour les séries 46 R2S-50 R25, 66 R2S .... 70 R25, 
26 R2S_30 R25, 36 R2S_40 R2S. 



~I ntOMSON-CSF 

fast recovery controllied avalanche rectifier diodes 
diodes de redressemen.t rapide à avalanche contrôlée 

Types 10 VRRM IFSM V(BR)R VF 1 IF IRIVRRM trr * 
10 ms @ IR=100 p.A Tamb = 100°C 

(A) (V) (A) (V) (V) (A) (mA) (ns) 

minî 
ax max max max 

MR 52 Z 
0,2 

500 
3 540 l,50 1 0,2 0,1 200 

MR 62 Z 600 720 950 

400 mA 1 Tamb = 25°C Ti = 125°C 

540 750 • BYX 57-500 
0,4 

500 
3 1 0,4 0,1 200 

• BYX 57-600 600 720 950 

1 A 1 Tamb = 25°C Ti = 150°C PRSM 10 j.tS JL = 3 kW 

E6 HZS 1 600 20 720 1000 1,3 1 0,2 1500 

* trr test conditions; IF = 100 mA IR = 100 mA Irr = 50 mA • ESA quolified product. 
Conditions de mesure de trr • Produit qualifié ESA. 
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Cas. 

007 
glass 
verre 

(CB-26) 

DO 29 
glass 
verre 

(CB-126) 

------------------------_.,------------------.---------------------------------------------------



Types 

high voltage rectifier diodes 
diodes de redressement haute tension 

10 VRRM IFSM VF 1 IF IR t,,· 
10 ms max @ VRRM max 

max 
(mA) (V) (A) (V) (mA) (ns) 

10 = 5/10/25 mA / Tomb = 25°C Ti = 150°C 

Case 

T-FM 50 25 5000 2 10 10 

~ 
T-FM 75 25 7500 2 10 10 

5 T-FM 100 10 10000 2 20 10 
T-FM 150 10 15000 2 20 10 Tomb = 150 

T-FM 200 5 20000 1 30 5 
1000 ( 

T-FM 250 5 25000 1 30 5 glass 
verre 

* trr test conditions: IF = 5 mA IR = 10 mA Irr = 2,5 mA 
Conditions de mesure du trr 
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Types 10 

(mA) 

CY 3F 
CY 4F 
CY 5F 20 
CY 6F 
CY 7F 

,.~ THOMSON-CSF 

high volt;age rectifier diodes 
diodes de l~ed]~essement haute tension 

VRRM IF 
10 

(V) ( 

VF 1 IF IRIVRRM V(BR)R t" 

max max min max 

(V) (mA) (~A) (V) (ns) 

SJ ms 

A) 

3000 10 
4000 10 . 
5000 1 15 20 20* 250** 
6000 15 
7000 15 

30 mA 1 Tamb = 50 0 e Ti = 125°e 

CY 5 5000 20 
CY 7 

30 
7000 1 

20 
30 5 

CY10 10000 30 
CY 20 20000 50 

50 mA 1 Tamb 

CH 10 1000 
CH 20 2000 
CH 30 50 3000 1 5 10 1 * 
CH 40 4000 
CH 50 5000 

50 1 100 mA 1 Tamb = 25°e Ti = 150l)e 

lN 3282 100 1000 2,5 100 
1 N 3283-BA Y 24 100 1500 3 100 
1 N 3284-BA Y 25 100 2000 3 100 2300 
lN 3285 100 2500 

2,5 
3 100 

10* 
2800 

1 N 3286-BA Y 26 100 3000 3 100 3300 
M 405 50 4000 4 50 
M 505 50 5000 5 50 
M 605 50 6000 6 50 

Case 

CB-321 

CY/CYF 
plastic 

plastique 

! CB·322 

CH 
plastic 

plasti~ue 
(CB-3 7) 

007 
glass 
verre 

(CB-26) 

* Tamb = 100°C ** trr test conditions: IF = 5 mA IR = 10 mA Irr = 2,5 mA 
Conditions de mesure de trr 
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N 
N 

Types 10 

(mA) 

CY 501 H 100 CY 751 H 

100 mA 1 Tomb = 
lN 5181 
lN 5182 

100 
lN 5183 
lN 5184 

200 mA 1 Tomb = 
MU 2 
MU 3 
MU 4 
MU 5 200 
MU 6 
MU 8 
MU 10 
MU 20 

200 mA 1 Tomb = 
ME 30 
ME 60 
ME 100 200 
ME 120 
ME 200 

220 mA 1 Tomb* * 

DHR 21 220 

220 mA 1 T omb * * 

HTR 210 
HTR 213 220 
HTR 217 
HTR 220 

• Tamb = 100°C 

* * in oi\. 
dans l'huile. 

~ lHOMSON-CSF 

high voltage rectifier diodes 
diodes de redressement haute tension 

(V) 

50000 
75000 

55°C T" 1 = 
4000 
5000 
7500 

10000 

IFSM 
10 ms 

(A) 

30 

max max 

(V) (mA) (~A) 

65 100 10 
105 100 

175°C 

3,5 10 100 

25°C Ti = 125°C 

2000 5,2 
3000 7,8 
4000 10,4 
5000 2 

13 200 100· 
6000 15,6 
8000 20,8 

10000 26 
20000 52 

25°C T" 1 = 125°C 

3000 3 
6000 6 

10000 2,5 10 200 10 
12000 12 
20000 24 

= 55°C T" 1 = 125°C 

10000 50 14 220 10· 

= 55°C T" 1 = 125°C 

100000 140 
135000 50 196 220 
170000 231 
200000 280 

min max 

(V) (ns) 

60000 C8-328 
100000 C8-339 

2160 C8-354 
3240 C8-28 
4300 

} C8-29 5400 200 
6300 (1 ) C8-30 
8740 C8-31 

10800 C8-32 
21600 C8-353 

C8-323 
C8-324 

} C8-325 

C8-326 

C8-343 
C8-344 

} C8-345 

N: New product. 

Nouveau produit. 

(l) trr test conditions: 1 F = 100 mA IR = 100 mA Irr = 10 mA 
Conditions de mesure de h 
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Case 

CY H 
plastic 

plastique 

C8-421 
glass 
verre 

MU 
plastic 

plastique 

ME 
plastic 

plastique 

HTR 
plastic 

plastique 



~ THOMSON-CSF 

high voltage rectifier diodes 
diodes de redressement haute tension 

Types 10 VRRM 

(mA) (V) 

250 mA 1 Tamb = sooe 

M 15 Kil N 2887 
M 20 Kil N 2891 

1 N 2897 
M 30 Kil N 2901 

1 N 2905 
M 40 Kil N 2911 

lN 2915 
M 50 KllN 2919 

lN 2921 
M 60 Kil N 2923 

1 N 2925 
M 80 Kl05 RM 80 
M 100 Kl05 RM 100 
M 120 Kl05 RM 120 
M 150 Kl05 RM 150 
M 200 Kl05 RM 200 
M 300 Kl05 RM 250 

250 

1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 
5500 
6000 
6500 
8000 

10000 
12000 
15000 
20000 
30000 

IFSM 
10 ms m ax 

(A) ( V) 

T' = lSOoe 1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

2 11 
12 
13 
16 
20 
24 
30 
40 
60 

IF IRIVRRM 
max 

mA) (J4A) 

250 0,5 

200 1 400 mA 1 Tamb = 2S oe Ti = l2S oe 

EV 12 R 200 12000 
EW 15 R 300 15000 
EV 15 250 15000 
EW 20 400 20000 

20 
20 
30 
30 [l0 

30 
20 
30 

200 
300 100 * 250 
400 

500 mA 1 Tamb = 2S oe T' 1 = l2S oe (1 A in oil ) 
dans l'huile 

o 40 H Il RM 40 4000 6 
o 60 H Il RM 60 6000 10 
o 80 H Il RM 80 8000 12 
o 100 H Il RM 100 500 10000 40 15 ' 500 o 120 H Il RM 120 12000 18 
o 150 H Il RM 150 15000 21 
0200 HUl RM 200 20000 29 
o 250 H LIl RM 250 25000 36 

6S0mA 1 Tamb * * * = 1000e T' 1 = 12Soe 

RE 19 650 19000 30 32 650 200 * 

lA 1 Tamb = 2s oe Ti = l2s oe 

F 40 H 4000 6 
F 80 H 8000 12 
F 100 H 10000 15 
F 150 H 1000 15000 70 17 1000 2 
F 200 HL 20000 29 
F 250 HL 25000 36 
F 300 HL 30000 43 

* Tomb = 100°C. 
.* trr test conditions: IF = 100 mA - IR = 100 mA Irr =50mA. 

Conditions de mesure du 'rr 
* •• in oil. 

Dans l'huile. 
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V(BR)R trr 

min max 

(V) (ns) 

1550 CB-346 
2100 CB-347 
2600 } CB-28 
3100 
3700 ! C8-29 
4200 
4700 
5200 
5800 } CB-30 6300 
6800 

} CB-31 8400 
10600 
12600 

} CB-32 15700 
21000 
31500 CB-353 

13600 1500" CB-333 
16000 1500·· CB-334 
16000 - CB-333 
22000 - CB-334 

4300 
7200 

CB-47 8600 
10800 
13600 
16000 
21000 
26000 

23000 

4300 ! C8-47 
8600 

10800 
18500 
21000 

} CB-48 26000 
34000 

Case 

MK 
plastic 

plastique 

~ EV/EW 
plastic 

plastique 

DH/DHL 
plastic 

plastique 

RE 
moulding 
mou/a~e 
(CB-3 6) 

FH/FHL 
plastic 

plastique 



Types 10 

(A) 

P 32 H 
p 40 H/6RM40 
p 48 H 
P 56 H 
p 64 H/6RM60 
p 70 H 
P 80 H/6RM80 3 
P 100 H/6RM100 
P 120 H/6RM120 
P 150 H/6RM150 
P 200 H/6RM200 
P 250 H/6RM250 
P 400 H 

10 RM 60 
10 RM 80 
10 RM 100 
10 RM 120 

6 
10 RM 150 
10 RM 200 
10 RM 220 
10 RM 250 

10 A 1 Tamb = 25°C 

20 RM 60 
20 RM 80 
20 RM 100 
20 RM 120 

10 
20 RM 150 
20 RM 200 
20 RM 220 
20 RM 250 

* in oil. 
dons l'huile. 

,~ lHOMSON-CSF 

high voltage rectifier diodes 
diodes de redressement haute tension 

IFSM V(BR}R 
10 ms max max min 

(V) (A) (V) (A) (V) 

3200 5 3600 
4000 6 4300 
4800 7 5000 
5600 8 6500 C8-48 
6400 8 7600 
7000 8 7600 
8000 230 8 3 10 8800 

10000 10 11000 } CB-160 
12000 12 13000 
15000 15 16000 

} C8-340 20000 22 20800 
25000 27 26000 
40000 44 41000 C8-341 

(12 A in oil ) 
dons l'huile 

6000 9 
8000 12 

10000 15 
12000 150 

17 
12 100 

15000 21 
20000 28 
22000 30 
25000 34 

Ti = 150°C (20 A in oil ) 
dons l'huile 

6000 9 
8000 12 

10000 15 
12000 250 

17 
12 250 

15000 21 
20000 28 
22000 30 
25000 34 
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Case 

CB-152 
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SENSITIVE GATE THYRISTORS 181~ 183 THYRISTORS SENSIBLES 

STANDARD THYRISTORS IT (RMS) < 80 A 185-.190 THYRISTORS STANDARDS IT (RMS) < 80 A 

THYRISTORS FOR OVERLOAD PROTECTION 191 THYRISTORS DE PROTECTION 

STANDARD THYRISTORS IT (RMS) ~ 80 A 193~197 THYRISTORS STANDARDS IT (RMS) ~ 80 A 

FAST SWITCHING THYRISTORS IT{RMS)<100A. 199~201 THYRISTORS RAPIDES IT (RMS) < 700 A 

FAST SWITCHING THYRISTORS FOR 
PU LSE OPERATION 

202 THYRISTORS RAPIDES POUR 
FONCTIONNEMENT EN IMPULSIONS 

fAST SWITCHING THYRISTORS IT{RMS)~100A 203~206 THYRISTORS RAPIDES 'T (RMS) ~ 700 A 

FAST SWITCHING ASYMMETRICAL 
THYRISTORS 207 - 208 THYRISTORS RAPIDES ASYMETRIQUES 
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~
RRM 

VORM 
(V) 

IT(RMS) 
(A) 

0,5 

0,5 

1,6 

f..~ THOMSON-CSF 

sensitive gate thyristor selector guide 
guide de sélection thyristors sensibles 

Il') 0 0 
C"4 C") Il') 

o o ,.. 
o 0 0 o 0 0 
C"4 C") V 

'~~I~' ____ ~' ____ ~' __ --1- 1 

metal packages 
boîtiers métal 

1 1 1 

12N 877 ... 

'1 , 
1 l , 

1 l , 
, 1 1 

1 2N 2322 ... 

1 1 1 

plastic packages 
boîtiers plastiques 

l' 1 

1 1 
1 

IG r = 0, ~~ 
1 1 

~ 205 ... 

1 

1 
1 

1 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
Il') '0 ..... co 

1 1 1 1 

, 
, 
1 

1 

'GT = 0,5 mA 1 

1 

1 
'GT = 0,2 mA 1 

1 

1 , 

0,8 L-1_BR_Y_5_5._ .. ____ 'G __ T_=_0_, :~ 1 , 
1 

, 
1 1 

12N 6681 ... 'GT = 0,2 mA 1 

1,6 TL 106 ... 

1 1 

'GT = 0,2 mA 1 1 

1 1 

1,6 TL 107 ... 'GT = 0,5 mA 1 
1 

1 
1 

4 1 TLS 106 ... 'GT = 0,2 mA 1 

1 

4 1 TLS 107 ... 'GT = 0,5 mA 1 

4 1 TYS 406 ... 'GT = 0,2 mA 

4 1 TYS 407 ... 'GT = 0,5 mA 

6 1 TYS 606 ... 'GT = 0,2 mA 1 

1 

6 1 TYS 607 ... 'GT = 0,5 mA 1 

8 TYS 806 ... 'GT = 0,2 mA 

8 TYS 807 ... 'GT = 0,5 mA 

10 TYS 1006 ... 'GT = 0,2 mA 

10 TYS 1007 ... 'GT = 0,5 mA 
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Case 

} ~O18 
~O39 

/,139B 

:;~ 
q? T092 

> ~ 
TL 

~ 
TO 220 AB 

'" 



N 
N 
N 
N 
N 

f~ 1HOMSON-CSF 

sensitive gate thyristors 
thyristors sensibles 

IRM@ VRRM Tamb = 25°C 
IDM@VDRM 

Types 10 VRRM ITSM Tjmax VGT IGT IH VTM/ ITM 

= 10 ms RGK= 1kO 
VDRM RGK = 1ko 

max max max max max 
(A) (V) (A) (mA) (V) (mA) (mA) (V) (A) 

O,S Arms/ Tcose = 85°e 

2N 877 30 
2N 878 60 
2N 879 100 
2N 880 0,32 150 5 0,1 0,8 0,2 5 1,9 1 
2N 881 200 
2N 882 300 
2N 883 400 

O,S Arms/ Tcose = 7Soe T· 1 = 110 0 e 

TE 205 200 
TE 305 300 0,1 
TE 405 0,3 400 7 0,8 0,5 10 1,9 1 
TE 505 500 Ti 85°C 
TE 605 600 

0,8 Arms/ Tcose = 2Soe 

BRY 55-30 30 
BRY 55-60 60 
BRY 55-100 

0,52 
100 

8 0,05 0,8 0,2 5 1,5 1 
BRY 55-200 200 
BRY 55-300 300 
BRY 55-400 400 

1 Arms 

2N 6681 100 
2N 6682 200 
2N 6683 0,64 400 15 0,1 0,8 0,2 5 1,5 1 
2N 6684 600 
2N 6685 800 

1,6 Arms/Tconnex. = soae Ti = 110 0 e 

TL 106-05, Tl 107-05 50 Tl 106 
TL 106-1 , Tl 107-1 100 0,2 
Tl 106-2 , Tl 107-2 1 200 35 0,3 1 5 1,8 3,2 
Tl 106-4 , Tl 107-4 400 Tl 107 
TL 106-6 , Tl 107-6 600 0,5 

1,6 Arms/ Tcose = 85 a C Ti = 125°C 

2N 2322 25 
2N 2323 50 
2N 2324 100 
2N 2325 150 
2N 2326 

1 
200 

15 0,1 0,8 0,2 2 2 1 
2N 2327 250 
2N 2328 300 
2N 2329 400 
TD 5001 S 500 
TD 6001 S 600 

N: New product / Nouveau produit. 
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dy/dt 
@67% 
VDRM di/dt Case 

Tj max 
RGK= 1ko 

typ max 
(V/1Ls) (A/1Ls) 

40 

/ 
200 min 

TO 18 
metal 

Ti=85°C (CB-6) 
CGK=5nF 

.~,# 
10 100 / 

A 

F 139 B 
K plastic 

G p/asti~ue A 
(CB- 6) 

Il 20 
// 50 

KG A T092 Ti= lOooC 
plastic 

plastlgue 
(CB- 7) 

10 100 ~ plastic 
plast/~ue 
(CB-2 4) 

10 50 [J 
TO 39 
metal 
(CB-7) 



~ 1HO,.ON-CSF 

sensitive gate thyristors 
thyristors sensibles 

IRM@ VRRM Tamb = 25°C 
IDM@ VDRM 

Types 10 VRRM ITSM Tjmax VGT IGT IH VTM/ITM 

= 10 ms 
VDRM RGK = lko 

max 
(A) (V) (A) (mA) 

.4 Arms 1 Tconnex. = 25°C Ti = 110°C 

TLS 106-05, TLS 107-05 
TLS 106-1 ,TLS 107-1 
TLS 106-2 , TLS 107-2 2,5 
TLS 106-4 , TLS 107-4 
TLS 106-6 , TLS 107-6 

4 Arms 1 Tcase = 75°C 

TYS 406-05,TYS 407-05 
TYS 406- l, TYS 407-1 
TYS 406-2, TYS 407-2 2,5 TYS 406-4, TYS 407-4 
TYS 406-6, TYS 407-6 
TYS 406-8, TYS 407-8 

6 Arms 1 T case = 75°C 

TYS 606-05, TYS 607-05 
TYS 606- l, TYS 607-1 
TYS 606-2, TYS 607-2 3,8 TYS 606-4, TYS 607-4 
TYS 606-6, TYS 607-6 
TYS 606-8, TYS 607-8 

8 Arms 1 T case = 75°C 

TYS 806-05, TYS 807-05 
TYS 806-1, TYS 807-1 
TYS 806-2, TYS 807-2 

5 TYS 806-4, TYS 807-4 
TYS 806-6, TYS 807-6 
TYS 806-8, TYS 807-8 

10 Arms 1 Tcase = 75°C 

TYS 1006-05, TYS 1007-05 
TYS 1006-1, TYS 1007-1 
TYS 1006-2, TYS 1007-2 6,4 TYS 1006-4, TYS 1007-4 
TYS 1006-6, TYS 1007-6 
TYS 1006-8, TYS 1007-8 

50 
100 
200 35 
400 
600 

T· = 100°C 1 

50 
100 
200 50 400 
600 
800 

T· 1 = 100°C 

50 
100 
200 

80 400 
600 
800 

T· 1 = 100°C 

50 
100 
200 80 400 
600 
800 

T· 1 = 100°C 

50 
100 
200 100 400 
600 
800 

0,:1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

RGK= lko 

max max max max 
(V) (mA) (mA) (V) (A) 

TLS 106 
0,2 

1 5 1,9 4 
TLS 107 

0,5 

TYS 406 
0,2 

2 6 1,6 8 

TYS 407 
0,5 

TYS 606 
0,2 

2 6 1,6 12 

TYS 607 
0,5 

TYS 806 
0,2 

2 6 1,6 16 

TYS 807 
0,5 

TYS 1006 
0,2 

2 6 1,6 20 

TYS 1007 
0,5 

dy/dt 
@67% 
VDRM 
Tjmax 

RGK= lkO 
typ 

(V/ilS) 

10 

5 

5 

5 

5 

• Insulated version available on request : * Version isolée sur demande: appellation 
ordering information TXS. Example : TXS 406-05. commerciale TXS. Exemple: TXS 406-05. 
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di/dt Case 

max 
(A/ils) 

100 Il plastic 
plast~7ue 
(CB-2 4) 

50 

50 

TO 220 AB* 
plastic 

plast/~ue 

50 
(CB-4 5) 

50 





~ YDRM 
(Y) 

IY(RMS) 
(A) 

1,6 

3 

7,4 

16 

25 

35 

50 

63 

1,6 

3 

4 

6 

8 

10 

12 

16 

25 

25 

30 

40 

40 

'..~ tHOMSON-CSF 

thyristor < 80 Arms selector guide 
guide de sélection thyristors < 80 Aeff 

II) 0 0 0 0 0 Ct 0 0 0 0 0 0 
C"'4 II) 0 0 0 0 Ct 0 0 0 0 0 0 - C"'4 "" ~ lit '0 .... CD 0- 0 -- -1 1 1 1 1 , -----1 1 1 1 1 1 1 

metal packages/boîtiers métClI 

1 =:J 
1 =:J 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

plastic packages/boîtiers plastiques 

1 1 

1 1 

~ 
~ 

1 
-- 1 

1 1 

1 1 

1 1 

185 

0 
0 

Case C"'4 -1 

} T039 ~ 
T064 
, 

> TO 48 J{/ 
1 

1 T065 A! 

}n ~ 

>T0220A~ 

TOP 3 /~ 
} RD91 & 

TOP 3 /~ 



Types 10 VRRM ITSM 
10 ml 

VDRM 

(A) (V) (A) 

'J 1HOMSON.-CSF 

thyristors < 80 Arms 
thyristors < 80 Aaff 

Tamb = 25°C 

IRM@ VRRM VGT IGT VTM / ITM 
IDM@VDRM 

Tjmax 
max max max max 
(mA) (V) (mA) (V) (A) 

dy/dt @ 

67% VDRM 
Tjmax 

typ 
(V/"I) 

1,6 Arms 1 Tcase = sooe Ti = 12soe 

2N 1595 50 
2N 1596 100 
2N 1597 200 
2N 1598 300 15 3 10 2 75 
2N 1599 400 
TD 5 500 
TD6 600 

1,6 Arms 1 Tconnexions = sooe T· 1 = 1100 e 

TL 1003 100 
TL 2003 200 
TL 4003 400 70 2 3 15 1,8 3,2 100 
TL 6003 600 
TL 8003 800 

3 Arms 1 Tcase = ssoe T· 1 = 12Soe 

BRY 54-100T 100 
BRY 54-200 T 

2 
200 

50 1,5 10 2 6 100 
BRY 54-400 T 400 
BRY 54-600 T 600 

3 Arms 1 T connexions = sooe T· 1 = 1100 e 

TL 1006 100 
TL 2006 200 
TL 4006 2 400 70 2 3 15 2,2 6 100 
TL 6006 600 
TL 8006 800 

4 Arms 1 Tcase = 7SoC T· 1 = 1100 e 

TYN 054 50 
TYN 104 100 
TYN 204 200 
TYN 404 2,5 400 60 2 1,5 15 1,6 8 50 
TYN 604 600 min 
TYN 804 800 
TYN 1004 1000 

6 Arms 1 Tcase = 7Soe T· 1 = 1100 e 

TYN 056 50 
TYN 106 100 
TYN 206 200 
TYN 406 3,8 400 80 2 1,5 15 1,6 12 50 
TYN 606 600 min 
TYN 806 800 
TYN 1006 1000 

• Insulated version available on request : 
ordering appellation TXN. Example TXN 054. 

* Version isolée sur demande: !fI/...pellation 
commerciale rXN. Exemple T. N 054. 
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di/dt Cale 

max 
(A/"I) 

50 ~ 
T039 
metal 
(CB-7) 

100 ~ 
plastic 

plasfi~ue 
(CB-2 4) 

~ 200 

P v TO 39 
metal 
(CB-7) 

100 ~ 
plastic 

plas~7ue 
(CB-2 4) 

, 50 

~ 
TO 220 AS· 

plastic 
plas~,ue 

50 
(CS-45) 



Types 10 VRRM ITSM 
= 10 ms 

VORM 

(A) (V) (A) 

f.~ DtOMSON-CSF 

thyristors < 80 Arms 
thyri:3tors < 80 Aeff 

Tamb = 25°C 

IRM@ VGT IGT VTM / 
IOM@ 1 

Ti" lax 
m ax max max max 
(m A) (V) (mA) (V) 

ITM dy/dt @ 

67% VORM 
Ti ~ax 

min 
(A) (V/ilS) 

7,4 Arms 1 Tcase = 75°C Ti = 110°C 12 t = 32 A2 s 

TM 507 50 
TM 1007 100 
TM 2007 200 
TM 3007 

4,7 
300 

TM 4007 400 
TM 5007 500 
TM 6007 600 
TM 8007 800 

7,4 Arms 1 Tcase = 90°C 

2N 1770 25 
2N 1771 * 50 
2N 1772 * 100 
2N 1773 150 
2N 1774 * 4,7 200 
2N 1775 250 
2Nl776* 300 
2Nl777* 400 
2N 1778 500 
2N 2619 600 

8 Arms 

TYN 058 50 
TYN 108 100 
TYN 208 200 
TYN 408 5 400 
TYN 608 600 
TYN 808 800 
TYN 1008 1000 

10 Arms 

TYN 0510 50 
TYN 110 100 
TYN 210 200 
TYN 410 6,4 400 
TYN 610 600 
TYN 810 800 
TYN 1010 1000 

12 Arms 

TYN 0512 50 
TYN 112 100 
TYN 212 200 
TYN 412 7,6 400 
TYN 612 600 
TYN 812 800 
TYN 1012 1000 

* With suffix A, Ti = 150°C 

80 2 

T" 1 = 125°C 

80 2 

T" = 110°C 1 

80 2 

T"=110°C 1 

100 2 

120 3 

12 t = 

1~ = 
J 

l' = 

3 40 2 15 20 

32 A2 s 

2 15 1,85 15 20 

1,5 15 1,6 16 50 

50 A2 
S 

1,5 15 1,6 20 50 

72 A2 
S 

1,5 15 1,6 24 50 

* Avec suffixe A ~. = 750°C 

Case 
di/dt 

max 
(A/ils) 

50 

~ 
10-32 UNF 

note 1 TO 64 
metal 

50 
(CB-318) 

50 

50 , 
TO 220 AB 

plastic 
plast/~ue 
(CB-4 5) 

note 2 

100 

note 1 : M5 thread available on request -- Type number + !, uffix No note 1 : Filetage MS sur demande - N° de type + suffixe M. 
note 2 : Insulated version available on request : 

ordering information TXN. Example TXN 058. 
note 2 : Version isolée sur demande: appellation commerciale TXN. 

Exemple TXN 058. 
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Types 10 VRRM 

VORM 

(A) (V) 

16 Arms 1 Tcase = 7S a e 

TYN 0516 50 
TYN 116 100 
TYN 216 10 200 
TYN 416 400 
TYN 616 600 

16 Arms 1 Tcase = 80 0 e 

2N 1843A 50 
2N 1844 A 100 
2N 1846 A 200 
2N 1848 A 300 
2N 1849 A 400 
2N 1850 A 500 
TR 6010 10 600 
TR 7010 700 
TR 8010 800 
TR 9010 900 
TR 1010 1000 
TR 1110 1100 
TR 1210 1200 

25 Arms 1 T case = 6S o e 

TYN 682 50 
TYN 683 100 
TYN 685 16 200 
TYN 688 400 
TYN 690 600 

25 Arms 1 Tcase = 75°e 

BTW 39- 50 50 
BTW 39- 100 100 
BTW 39- 200 200 
BTW 39- 300 300 
BTW 39- 400 400 
BTW 39- 500 500 
BTW 39- 600 16 600 
BTW 39- 700 700 
BTW 39- 800 800 
BTW 39- 900 900 
BTW 39-1000 1000 
BTW 39-1100 1100 
BTW 39-1200 1200 

ITSM 
10 ms 

(A) 

thyristors < 80 Arms 
thyristors < 80 Aeff 

Tamb = 25°C 

IRM@ VRRM VGT IGT VTM / 
IOM@ VORM 

Ti max 
max max max max 
(mA) (V) (mA) (V) 

Ti = 12S 0 e 12 t = 128 A2 s 

160 3 1,5 25 1,6 

T-1 = 12S o e 12 t = 120 A2 s 

150 5 3 80 2,2 

T-1 = 125°e 12 t = 200 A2 
S 

200 3 1,5 25 1,4 

200 5 3 80 2,2 

ITM dy/dt @ di/dt 
67% VORM 

Ti ~ax 
min max 

(A) (V/!-,s) (A/!-,s) 

32 50 100 

30 100 100 

50 50 100 

50 200 100 

Case 

TO 220 AB 
plastic 

plasti~ue 
(CB-4 5) 

1/4" - 28 UNF* 

TO 48 
metal 

(CB-267) 

L 
plastic 

plasti~ue 
(CB-4 5) 

1/4" - 28 UNF* 

TO 48 
metal 

(CB-267) 

• M6 thread available on request - Type number + suffix M. • Filetage M6 sur demande _N° de type + suHixe M. 
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N 
N 
N 
N 
N 

Types '0 VRRM 'TSM 
= 10 ms 

VDRM 

(A) (V) (A) 

~.' lHOMSON-CSF 

thyris:tors < 80 Arms 
thyristors < 80 Aeff 

Tamb = 25°C 

'RM@ ~ VGT 'GT VTM / 
'DM@ A 

Ti max 
m ax max max max 
( mA) (V) (mA) (V) 

'TM dy/dt @ di/dt Case 
67% VDRM 

Ti ~ax 
min max 

(A) (V/j.ts) (A/j.ts) 

25 Arms 1 Tcase = 70°C Ti = 125°C 12 t = 200 A2 s 

2N 681 25 
2N 682 50 
2N 683 100 
2N 685 200 
2N 687 

16 
300 

200 
2N 688 400 
2N 689 500 
2N 690 600 
2N 691 700 
2N 692 800 

25 Arms 1 Tcase = 65°C 

Insulated Uninsulated 
BTW 6B· 200 BTW 68· 200 N 200 
BTW 68· 400 BTW68· 400N 400 
BTW 68· 600 BTW 68· 600 N 16 600 400 
BTW 68· 800 BTW 68· 800 N 800 
BTW 68·1000 BTW 68·1000 N 1000 

30 Arms 1 Tcase = 65°C 

Insulated Uninsulated 
BTW 66· 200 BTW 66· 200 N 200 
BTW 66· 400 BTW 66· 400 N 400 
BTW 66· 600 BTW 66· 600 N 20 600 400 
BTW 66· 800 BTW 66· 800 N 800 
BTW 66·1000 BTW 66·1000 N 1000 

35 Arms 1 Tcase = 75°C 

2N 5204 600 
2N 5205 22,5 

800 
330 

2N 5206 1000 
2N 5207 1200 

35 Arms 1 Tcase = 75°C T· 1 = 
TS 135 100 
TS 235 200 
TS 435 400 
TS 635 22,5 600 330 
TS 835 800 
TS 1035 1000 
TS 1235 1200 

N: New product. 

:1 

3 

3 

3.3 

125°C 

3,3 

-.-----.----,----------r--------~----._--------~ 

40 2 

3 50 2 

3 50 2,2 

12 t = 500 A2 
5 

1 40 2,3 

12 t = 500 A2 
5 

3 80 2,2 

50 50 20 

1/4" - 28 UNF* 

TO 48 
metal 

(C8-267) 

Insulating voltage :2500VRMS 

50 50 100 
, 

TOP 3 
plastic 

plastique 
(C8-244) 

Insulating voltage :2500VRMS 

60 50 100 A, 
RD 91 
plastic 

plast~~ue 
(C8-3 2) 

70 100 100 

.i) 
r 

70 100 100 
1/4" - 28 UNF* 

TO 48 
metal 

(C8-267) 

N : Nouveau produit. 

• M6 threod available on request __ Type number + suffix M. • Filetage M6 sur demande _ N° de type + suffixe M. 
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N 
N 
N 
N 
N 

Types 10 VRRM 
= 

VDRM 

(A) (V) 

40 Arms 1 lease = 65°C 

Insuloted Uninsuloted 
BTW 69· 200 BTW 69· 200 N 200 
BTW 69· 400 BTW 69· 400 N 400 
BTW 69· 600 BTW 69· 600 N 25 600 
BTW 69· 800 BTW 69· 800 N 800 
BTW 69·1000 BTW 69·1000 N 1000 

40 Arms 1 lease = 65°C 

Insuloted Uninsuloted 
BTW 67- 200 BTW 67· 200 N 200 
BTW 67- 400 BTW 67- 400 N 400 
BTW 67· 600 BTW 67· 600 N 25 600 
BTW 67· 800 BTW 67· 800 N 800 
BTW 67·1000 BTW 67·1000 N 1000 

ITSM 
10 ms 

(A) 

~ THOMSON-CSF 

thyristors < 80 Arms 
thyristors < 80 Aeff 

Tamb = 25°C 

IRM@ VRRM VGT IGT VTM / 
IDM@VDRM 

Tjmax 
max max max max 
(mA) (V) (mA) (V) 

li=110°C 12 t = 1250 A2 s 

500 6 3 80 2 

500 6 3 80 2 

ITM dy/dt @ di/dt Case 
67% VDRM 
Tj~ax 

min max 
(A) (V/~s) (A/~s) 

Insulating voltage :2500VRMS 

80 50 100 Il 
TOP3 
plastic 

plastique 
(CB-244) 

Insulating voltage :2500VRMS 

80 50 100 ~ 
RD 91 
plastic 

plast~~ue 
(CB-3 2) 

50 Arms 1 lease = 85°C li = 125°C 12 t = 1250 A2 s 

BTW 48- 200 200 
BTW 48- 400 400 
BTW 48- 600 32 600 500 5 3 60 1,8 100 200 100 
BTW 48- 800 800 
BTW 48-1200 1200 

1/4" . 28 UNF* 

TO 48 
metal 

(CB-267) 

63 Arms 1 l case = 105°C l-1 = 125°C 12 t = 4150 A 2 s 

BTW 50- 100 100 

~ BTW 50- 200 200 
BTW 50- 400 400 
BTW 50- 600 40 600 910 12 3 150 3 500 200 100 
BTW 50- 800 800 
BTW 50-1000 1000 1/4" ·28 UNF 

BTW 50-1200 1200 TO 65 
metal 

(CB-269) 

N: New product. N: Nouveau produit 

• M6 thread available on request-- Type number + suffix M. • Filetage M6 sur demande _ N° de type + suffixe M. 
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Typel 

TYP 212 
TYP 512 
TYP 1012 

TSP 225 
TSP 525 
TSP 1025 

10 

(A) 

8 

16 

~ DlOMSON-CSF 

thyristors for overvoltage protection 
thyristors de protection 

VRRM 
= 

VDRM 

(V) 

25 
50 

100 

ITSM 

(A) 

300 

10msf\. 

25 700 
50 10 msA 

100 145 
250msn 

IRM· @ VRR 
IDM· @ VDR 

max 
(mA) 

2 

10 

Tamb = 25°C 

GT IGT IH VTM 
lax max max max 

V) (mA) (mA) (V) 

1,5 30 50 1,5 

50 50 1,5 

... M6 thread available on reque~;t -. Type number + suffix M. 
Filetage M6 sur demande -- N° du type + suffixe M. 

191 

/ ITM di/dt 
max 

1 (A) (A/Jl.I) 

50 100 

140 100 

dy/dt· 
@ 

VD~M 
min 

(V/Jl.I) 

10 

50 

Case 

TO 48 
metal 

(C8-267) 
1/4" - 28 UNF** 



~ VRRM 
(V) 100 500 

IT(RMS) 1 1 1 1 
(A) 

80 TKE 80 

120 TKE 120 

120 TK 12 

150 TK 14 

180 TK 18 

275 TK 26 

280 TN 232 

325 TK 30 

185 TK 36 

430 TN 431 

525 TN 432 

600 
, TN 433 

600 

700 TN 632 

850 TN 633 

900 
, 
1 

1 

1100 
1 

TN 733 

1 

1400 
1 

TN 931 

1 

1900 1 TN 933 

f~ lMOMSON-CSF 

thyristor ~ ISO Arms selector guide 
guide de sélectj.on thyristors ~ 80 Aeff 

1000 1200 1400 1600 2000 2400 

1 1 1 1 1 I----L- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 1 
1 

1 1 1 

1 

1 

1 1 1 

1 

1 1 
1 

1 

~ 1 

1 1 1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

~ 1 

1 1 

1 1 1 

1 
1 1 

~ 1 

1 1 

[ TN631 

1 1 1 1 
1 

1 

1 1 

1 1 1 1 

~ 1 1 
1 1 

1 1 1 1 

[ TN 731 1 
1 1 

~ 
1 

1 

1 1 

1 

1 

~ 

193 

Case 

I~ ~ T049 

~94 

~ 
~O93 

g MU 86 

1 
~ 

~3 

~ g MU 86 

J 

~ QMU171 

, 

1 
a MU169 



Types 10 VRRM 
= 

VDRM 

(A) (V) 

80 Arms 1 T case = sooe T" 1 

TKE 801 100 
TKE 802 

50 200 
TKE 804 400 
TKE 806 600 

120 Arms 1 T case = 90 0 e T" 1 

TKE 1201 100 
TKE 1202 

76 200 
TKE 1204 400 
TKE 1206 600 

120 Arms 1 T case = 80 0 e T" 1 

TK 1201 100 
TK 1202 200 
TK 1204 400 
TK 1206 600 
TK 1208 76 800 
TK 1210 1000 
TK 1212 1200 
TK 1214 1400 
TK 1216 1600 

150 Arms 1 T case = sooe T" 1 

TK 1401 100 
TK 1402 200 
TK 1404 400 
TK 1406 600 
TK 1408 95 800 
TK 1410 1000 
TK 1412 1200 
TK 1414 1400 
TK 1416 1600 

180 Arms 1 T case = 80 0 e T" 1 

TK 1801 100 
TK 1802 200 
TK 1804 400 
TK 1806 114 600 
TK 1808 800 
TK 1810 1000 
TK 1812 1200 
TK 1814 1400 

* @ Ti = 125°C 

~ DfOMSON-CSF 

thyristors ~ 80 Arms 
thyristors ~ 80 Aeff 

IRM@ VRRM 
IDM@VDRM 

Tamb = 25°C 

ITSM* VGT IGT VTM 
10 ms 

TI = 125°C 
max max max max 

(A) (mA) (V) (mA) (V) 

= 125°e 12 t = 5000 A 2 
S 

1000 10 3,5 150 1,8 

= 125°e 12 
t = 11 250 A2 s 

1500 10 3,5 150 1,8 

= 125°e 12 t = 9 800 A 2 
S 

1400 10 3 125 2 

= 125°e 12 t = 15 300 A 2 s 

1750 10 3 125 2 

= 125°e 12 t = 20 000 A 2 
S 

2000 10 3 125 1,5 

194 

dv/dt-
@ 600/0 

/ ITM VDRM Case 

min 
(A) (V/ILS' 

200 200 

T049 
(C8-67) 

500 200 1/2" - 20 UNF-Type number 
+ suffix K 

M 12--Type number 
+ suffixM 

150 200 

~94 (C8-315) 

300 200 

1/2" - 20 UNF __ Type number 
+ suffix K 

M 12 --Type number 
+ suffixM 

300 200 



Types 10 VRRM ITSM* 
= 10 ms 

VDRM 

(A) (V) (A) 

275 Arms 1 Tcase = sooe 

TK 2601 100 
TK 2602 200 
TK 2604 400 
TK 2606 600 
TK 2608 800 
TK 2610 175 1000 4000 
TK 2612 1200 
TK 2614 1400 
TK 2616 1600 
TK 2618 1800 
TK 2620 2000 

~ THOMSON-CSF 

'hyris1~ors ~ 80 Arms 
thyristors ~ 80 Aeff 

IRM @ VRRM Tamb = 25°C 
IDM@ VDRM 

VGT IGT VTM 

Ti = 125°(: 
max max max max 
(mA) (V) (mA) (V) 

12 t = SO 000 A 2 
S 

25 3 200 1,85 

dy/dt-
@60% 

/ ITM VDRM 

min 
(A) (V/JLs) 

450 200 

2S0 Arms 1 Tcase = sooe Ti = 125°e 12 t = 15 300 A2 s 

TN 232 01 100 
TN 23202 200 
TN 23204 400 
TN 232 06 600 
TN 23208 178 800 1750 10 3 125 2 300 200 
TN 232 10 1000 
TN 232 12 1200 
TN 232 14 1400 
TN 232 16 1600 

325 Arms 1 T case = sooe To 
1 = 125°e 12 t = 125 000 A2 s 

TK 3001 100 
TK 3002 200 
TK 3004 400 
TK 3006 600 
TK 3008 206 800 5000 25 3 200 1,6 600 200 
TK 3010 1000 
TK 3012 1200 
TK 3014 1400 
TK 3016 1600 

3S5 Arms 1 T case = sooe To 
1 = 125°e 12 

t = 151 250 A2 s 

TK 3601 100 
TK 3602 200 
TK 3604 400 
TK 3606 245 600 5500 25 3 200 1,3 600 200 
TK 3608 800 
TK 3610 1000 
TK 3612 1200 

430 Arms 1 T case = sooe To 
1 = 125°e 12 t = SO 000 A2 

S 

TN 431 01 100 
TN 431 02 200 
TN 431 04 400 
TN 431 06 600 
TN 431 08 800 
TN 431 10 274 1000 4000 25 3 200 1,85 450 200 
TN 431 12 1200 
TN 431 14 1400 
TN 431 16 1600 
TN 431 18 1800 
TN 431 20 2000 

* @ Ti = 125°C * * Pleose, consult us for other threods. 
Nous consulter pour autres filetages. 
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Case 

TO 93 
(C8-260) 

3/4" - 16 UNF-Type number 
+ suffix K" 

'9 
MU 86 

(C8-263) 

TO 93 
(C8-260) 

3/4" - 16 UNF-Type number 
+ suffi x K" 

g 
MU 86 

(C8-263) 



Types 10 VRRM 

VORM 

(A) (V) 

525 Arms 1 Tcase = sooe 

TN 43201 100 
TN 432 02 200 
TN 432 04 400 
TN 432 06 600 
TN 432 08 334 800 
TN 432 10 1000 
TN 432 12 1200 
TN 432 14 1400 
TN 432 16 1600 

600 Arms 1 T case = sooe 

TN 43301 100 
TN 43302 200 
Tl'! 433 04 400 
TN 433 06 381 600 
TN 43308 800 
TN 433 10 1000 
TN 433 12 1200 

ITSM· 
10 ms 

(A) 

,., lltOMSON-CSF 

thyristors ~ 80 Arms 
thyristors ~ 80 Aeff 

IRM@ VRRM Tamb = 25°C 
IOM@ VORM 

VGT IGT VTM 

Ti = 125°C 
max max max max 
(mA) (V) (mA) (V) 

Ti = 125°e 12 t = 125 000 A 2 s 

5000 25 3 200 1,6 

Ti = 125°e 12 t=151250A2 s 

5500 25 3 200 1,3 

600 Arms 1 Tcase = sooe Ti = 125°e 12 t = 245 000 A2 s 

TN 631 12 1200 
TN 631 14 1400 
TN 631 16 1600 
TN 631 18 381 1800 7000 30 3 200 2,65 
TN 631 20 2000 
TN 631 22 2200 
TN 631 24 2400 

700 Arms 1 T case = sooe T-1 = 125°e 12 t = 405 000A2 s 

TN 632 01 100 
TN 63202 200 
TN 632 04 400 
TN 63206 600 
TN 63208 800 
TN 632 10 445 1000 9000 30 3 200 2,2 
TN 632 12 1200 
TN 632 14 1400 
TN 632 16 1600 
TN 632 18 1800 
TN 632 20 2000 

S50 Arms 1 Tcase = sooe T-1 = 125°e 12 t = 720 000 A 2 
S 

TN 63301 100 
TN 633 02 200 
TN 633 04 400 
TN 633 06 

541 
600 

12000 30 3 200 1,6 TN 633 08 800 
TN 633 10 1000 
TN 633 12 1200 
TN 633 14 1400 

* @ Ti = 125°( 

196 

dy/dt· 
@ 60% 

/ ITM VORM Case 

min 
(A) (V/!-,s) 

600 200 

9 
MU 86 

(C8-263) 

600 200 

1500 300 

1500 300 
l' 

MU 171 
:i (CB-264) 

1500 300 



Types 10 VRRM ITSM* 
= 10 ms 

VDRM 

(A) (V) (A) 

~I lHOMSON-CSF 

thyristors ~ 80 Arms 
thyristors ~ 80 Aeff 

IRM@ VRRM Tamb = 25°C 
IDM@ VDRM 

VGT IGT VTM 

Ti = 125°C: 
max max max max 
(mA) (V) (mA) (V) 

900 Arms 1 Tcase = sooe Ti = 125°C 12 t = 605 000 A2 s 

TN 731 12 1200 
TN 731 14 1400 
TN 731 16 

573 
1600 

11000 36 3 200 2,15 TN 731 18 1800 
TN 731 20 2000 
TN 731 22 2200 

1100 Arms 1 Tcase = sooe T· 1 = 125°e 12 t = 9S0 000 A 2 
S 

TN 73301 100 
TN 733 02 200 
TN 73304 400 
TN 733 06 

700 
600 

14000 36 3 200 1,6 
TN 73308 800 
TN 733 10 1000 
TN 733 12 1200 
TN 733 14 1400 

TN 931 01 100 
TN 931 02 200 
TN 931 04 400 
TN 931 06 600 
TN 931 08 800 
TN 931 10 891 1000 15000 40 3 200 1,95 
TN 931 12 1200 
TN 931 14 1400 
TN 931 16 1600 
TN 931 18 1800 
TN 931 20 2000 

1900 Arms 1 T case = sooe T· 1 = 125°e 12 t = 3 125 000 A2 s 

TN 93301 100 
TN 933 02 200 
TN 933 04 400 
TN 933 06 

1210 
600 

25000 40 3 200 1,35 
TN 933 08 800 
TN 933 10 1000 
TN 933 12 1200 
TN 933 14 1400 

* @Tj= 125°C 

197 

-

dv/dt" 
@60% 

/ ITM VDRM Case 

min 
(A) (V/ilS) 

2000 300 

a 
MU 171 
(CB-264) 

2000 300 

2000 300 

a 
MU 169 
(CB-265) 

2000 300 





~ VORM 
IT(RMS) (V) 

(A) 

0,8 

1,6 

3 

5 

8 

15 

25 

35 

63 

~~ lHOMSON-CSF 

fast switching thyristor < 100 Arms selector guide 
guide de sélection t.hyristors rapides < 100 Aeff 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M II) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... C"4 M ~ II) -0 .... CIO 0- 0 ... C"4 ... 0- 0-

1 1 1 1 1 1 --L 1 1 1 1 1 1 1 

plastic packages 1 boîtiers plcJstiques 

8 
1 

15 ILS 

1 

1 

15 ILS 

1 

1 

15 ILS ] 

1 

20 ILS ] 

metal packages 1 boîtiers mé1al 

1 

20 ILS 

1 

1 

12 ILS 20 ILS 

1 

1 
10 ILS 20 ILS 

1 

1 

10 ILS 40 ILS 

1 
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TO 220 AB 
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~ 
TO 48 
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~ THOMSON-CSF 

fast switching thyristors < 100 Arms 
thyristors rapides < 100 Aeff 

Tamb = 25°C dy/dt· IRM· 
@67% @ 

VDRM VRRM 
Types 10 VRRM ITSM VTM / ITM VGT IGT di/dt IDM· t • Case q 

= 10 ms @ 

VDRM VDRM 
max max max max min max max 

(A) (V) (A) (V) (A) (V) (mA) (A/j.ts) (V/j.ts) (mA) (j.ts) 

0,8 Arms 1 Tcase = 25°e Ti = 125°e IT= 1 A 

BRY 55 $- 30 30 

~ BRY 55 $- 60 60 
BRY 55 $-100 

0,52 
100 

8 1,5 1 0,8 0,2 100 5** 0,05 6 K· F 139 B 
. plastic 

BRY 55 $-200 200 RGK= 1kO G plast1,ue 
A (CB- 6) 

1,6 Arms 1 Tconnexions = 50 0 e Ti = 110 0 e IT= 5 A 

VORM IOM 
TLF 1003 100 
TLF 2003 

1 
200 50· 1,8 3,2 2 50 100 100 1 15 

TLF 3003 300 
TLF 4003 400 

3 Arms 1 T connexions = 50 0 e Ti = 110 0 e IT= 5 A I!. VORM IOM 
TLF 1006 100 
TLF 2006 

2 
200 50· 1,9 6 2 50 100 100 1 15 

plastic 

TLF 3006 300 plast~~ue 
TLF 4006 400 

(CB-2 4) 

5 Arms 1 Tcase = 75°e T-1 = 100 0 e 12 t = 12,5 A 2 s IT= 10A 

TYF 505 50 
TYF 1005 100 
TYF 2005 200 
TYF 3005 3 300 50 2,5 5 3 40 100 200 2 15 
TYF 4005 400 
TYF 5005 500 
TYF 6005 600 

8 Arms 1 Tcase = 75°e Ti = 110 0 e 12 t = 35 A 2 s IT= 5 A 

TYF 508 A 50 
TO 220 AB 

plastic 
TYF 2008 A 

5 
200 

80 2,5 16 1,5 30 50 typ 2 * * 20 plasti~ue 
TYF 4008 A 400 (CB-4 5) 

TYF 6008 A 600 note 1 

15 Arms 1 Tcase = 75°e T-1 = 125°e 12 t = 50 A 2 
S IT= 10A 

BTW 49- 50 50 
Q 

BTW 49-100 100 
BTW 49-200 

10 
200 

100 2,4 30 3 200 150 200 6 20 
BTW 49-400 400 
BTW 49-600 600 T048 

BTW 49-800 800 metal 
(CB-267) 

1/4" - 28 UNF 
note 2 

* @ Ti max N: New product. N : Nouveau produit. 
** @ Ti = 100°C Note 1 : Insulated version available on re~uest : Note 1 : Version isolée sur demande: /f.pellation 

ordering information TXF. Examp e TXF 508A. commerciale TXF. Exemple TX SOBA. 
Note 2 : M6 thread on request 

- Type number + suffix M. 
Note 2 : Filetage M6 sur demande 

_ N° de type + suffixe M. 
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~ lHOMSON-CSF 

fast switching thyristors < 100 Arms 
thyristors rapides < 100 Aeff 

f---

Types 10 VRRM ITSM VTM 
= 10 ms 

VORM 
max 

(A) (V) (A) (V) 

25 Arms 1 Tcase = 60°C 

BTW 30- 600 600 
BTW 30- 800 

16 
800 

200 3 
BTW 30-1000 1000 
BTW 30-1200 1200 

35 Arms 1 Tcase = 40°C 

2N 3654 50 
2N 3655 100 
2N 3656 22,5 200 200 2,05 
2N 3657 30Ô 
2N 3658 400 

35 Arms 1 T case = 

2N 3649 50 
2N 3650 100 
2N 3651 22,5 200 200 2,05 
2N 3652 300 
2N 3653 400 

35 Arms 1 Tcase = 60°C T- = 120°C 1 

T5 035 FA 50 
T5 135 FA 100 
T5 235 FA 

22,5 
200 

250 2,4 
T5 435 FA 400 
T5 635 FA 600 
T5 835 FA 800 

63 Arms 1 Tcase = 65 oC 

TGF 149-100(W,A) 100 
TGF 149-200(W,A) 200 
TGF 149-300(W,A) 

40 
300 

920 3 
TGF 149-400(W,A) 400 
TGF 149-500(W,A) 500 
TGF 149-600(W,A) 600 

63 Arms 1 Tcase = 65°C 

TGF 148- 600(Z, B) 600 
TGF 148- 700(Z, B) 700 
TGF 148- 800(Z,B) 800 
TGF 148- 900(Z,B) 40 900 670 4 
TGF 148-1 OOO(Z, Bl 1000 
TGF 148-11 OO(Z, Bl 1100 
TGF 148-1200(Z, Bl 1200 

ramb = 25°C dy/dt- IRM-
@67% @ 

VORM VRRM 
1 ITM VGT IGT di/dt IOM-

@ 

VORM 
max max max min max 

) (V) (mA) (A/ILs) (V/ILS) (mA) 

: 200 A2 
S 

50 3 200 100 200 6** 

: 200 A2 
S 

25 3 180 400 200 6 

: 200 A2 
S 

25 3 180 400 200 6 

: 300 A2 
S 

70 3 180 400 200 6 

: 4230 A2 s 

50C 3 150 200 200 12 

: 2240 A2 s 

50C 3 150 100 200 12 

t -q 

max 
(ILS) 

IT = 10 A 

12 
12 
20 
20 

IT = 10 A 

10 

IT = 10 A 

15 

IT = 10 A 

20 

IT = 150 A 

W = 10 
A = 20 

IT = 150 A 

Z = 30 
B = 40 

* @ T· max * * * M6 thread on request -Type number + suffix M. 

Case 

At 
F 

1/4" - 28 UNF'" 

TO 48 
metal 

(CB-267) 

t! 
1/4" - 28 UNF 

TO 65 
metal 

(CB-269) 

** @ ri = 100°C Filetage M6 sur demande _N° de type + suffixe M. 
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Types 

35 Arms 1 

BTW 28A 500R 
BTW 28A 600R 
BTW 28A 700R 
BTW 28A 800R 

~ THOMSON-CSF 

fast switching thyristors for pulse operation 
thyristors rapides pour fonctionnement en impulsions 

Tamb = 25°C IRM· @ dy/dt· • 

10 VDRM ITSM VRRM t •• 
q Ep @67% 

= VTM/ITM VGT IGT di/dt IDM· @ VDRM Case 

VRRM 10 ms VDRM 
max max max max max max max min 

(A) (V) (A) (V) (A) (V) (mA) (A/ILs) (mA) (ILS) (mJ) (V/ILS) 

Teas• = 75°C Ti = 125°C 12 t = 300 A2 S ITM = Ipeak = 300A 
10 A tp = l,5ILs 

500 ~ 600 22 700 250 2,05 25 3 180 1000 6 20 25 200 
~~ 800 

V"~ 

TO 48 
metal 

(CB-267) 

1/4" - 28 UNP** 

* @ Ti = 125°C * * * M6 thread available on request -- Type number + suffix M. 
** @ Ti = 120°C Filetage M6 sur demande -- N° de type + suffixe M. 
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~ THOMSON-CSF 

fast switching thyris1ior ~ 100 Arms selector guide 
guide de sélectio:n tllyristors rapides ~ 100 Aeff 

showing voltage-tq trade-off limits avec limite en tension pour tq 

I~ ~~~r 1-' _20 ...... 0 __ 4....L~0 __ 6--'0 ...... 0 __ 80.L.., 0 __ 1 0-l..~_o _12_.L?_0_1_4?L-0_1_6 ..... ?0 __ 1 ...... 8~_0_2--'0~0 
I::\;~:~ 1 1 1 1 1 1 1 

r-----------,----~,----I~~~~~I::::-I~------_~'---~~I----~---------------~ 
100 1 OK 10 10 15 140 ~s 1 

Case 

l , 1 1 1 
, l , l , 

11 0 r-I --O-K -11---7--10--r-5 --) 30 ilS 1 

J , l , 1 

~ 
~T094 

r---------,--'---~I~-I , 
130 f OK 13 7 10 15 )30 ~s 1 

1 1 1 l , 
l , 1 l , 

190 ~1 __ TF_2_1_9 ______________ 10 ____ ",~5 __ ~ ____________ ~40~S 
1 l , , 1 

, l , , 1 
r-1-TF-2-23----7--10--1-5--j 30 ~s 1 230 -g MU 86 

1 1 1 l , 

r----------~I-~I--~I---I 1 
1 TF 225 7 10 15 ) 30 ~s 1 
~-------I--I----~I---' , 

250 

1 1 1 1 1 
260 fOK 24 7 10 15 ~'5 40 60 ~s 

~---------'-----I----'----'-I --~J----------~ 

l , 1 1 1 Ir--O-K -25----7--10--2~0---140 ~s 1 

l , l , 1 
280 

~ 
> ~93 

1 l , 1 1 
1 OK 27 7 15 1 30 ~s 1 1 
---------,-----,-----, , 1 

290 

, l , , , 

400 1 TF 440 7 10 15 ~~5 40 60 ~s 
-----------I-----'----,-----~'---~I------------~ 

l , 1 1 1 
,r---TF-4-4-4 -----7----1-0----20----) 40 Jl.S 1 440 o MU86 > 

l , 1 l , 
1 1 1 l , 

470 r-I --TF-4-4-7 -----7----1-5---,30 ~s 1 1 
, 1 , , 

700 ,r---TF-6-66------------~ 20 ~s 

1 1 
1 1 

750 1 TF 708 40 ~S 
~, ----,----------~ 
lit 

a, MU171 > 

1r----TF-l-09--------------------~20~s 1 

1 1 1 
1 1 ; 

900 

1300 ..... 1 _TF_9_1~3 _____ ~150 ~s 
1 

1500 

1 

.... 1 __ TF_9_15 ____________ ~ 30 ~s 1 MU 169 
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Types 

100 Arms 1 T case = 
OK 1001 F (B,l,Y,A,X,W) 
OK 1002 F (B,l,Y,A,x,W) 
OK 1004 F (B,l,Y,A,X,W) 
OK 1006 F (B,l, Y,A,X, W) 
OK 1008 F (B,l, Y,A,X, W) 
OK 1010 F (B,l,Y,A,X,W) 
OK 1012 F (B,l,Y,A,X) 
OK 1014 F (B) 
OK 1016 F (B) 

110 Arms 1 Tcase = 
OK 1101 F (B,l,Y,A,X,W,Q) 
OK 1102 F (B,l,Y,A,X,W,Q) 
OK 1104 F (B,l,Y,A,X,W,Q) 
OK 1106 F (B,l,Y,A,X,W,Q) 
OK 1108 F (B,l, Y,A,X, W) 
OK 1110 F (B,l,Y,A,X) 
OK 1112 F (B,l) 

130 Arms 1 T case = 
OK 1301 F (B,l,Y,A,X,W,Q) 
OK 1302 F (B,l,Y,A,X,W,Q) 
OK 1304 F (B,l,Y,A,X,W,Q) 
OK 1306 F (B,l,Y,A,X,W,Q) 
OK 1308 F (B,l,Y,A,X,W) 
OK 1310 F (B,l,Y,A,X) 
OK 1312 F (B,l) 

190 Arms 1 T case = 
TF 21901 (B,l,Y,A,X,W) 
TF 21902 (B,l,Y,A,X,W) 
TF 21904 (B,l,Y,A,X,W) 
TF 219 06 (B,l,Y,A,X,W) 
TF 21908 (B,l,Y,A,X,W) 
TF 219 10 (B,l,Y,A,X,W) 
TF 219 12 (B,l,Y,A,X) 
TF 219 14 (B) 
TF 21916 (B) 
TF 219 18 (B) 
TF 21920 (B) 

230 Arms 1 T case = 
TF 223 01 (B,l,Y,A,X,W,Q) 
TF 223 02 (B,l,Y,A,X,W,Q) 
TF 223 04 (B,l,Y,A,X,W,Q) 
TF 22306 (B,l,Y,A,X,W,Q) 
TF 22308 (B,l, Y,A,X, W) 
TF 223 10 (B,l,Y,A,X) 
TF 223 12 (B,l) 

250 Arms 1 Tcase = 
TF 22501 (B,l,Y,A,X,W,Q) 
TF 22502 (B,l,Y,A,X,W,Q) 
TF 225 04 (B,l, Y,A,X,W,Q) 
TF 225 06 (B,l, Y,A,X, W,Q) 
TF 225 08 (B,l, Y,AX, W) 
TF 22510 (B,l,Y,A,X) 
TF 225 12 (B,l) 

*@Tj=125°C 

~~ THOMSON-CSF 

fast switching thyristor~ ~ 100 Arms 
thyristors rapides ~ 100 Aeff 

Tamb = 25°C dy/dt· IRM· 
@60% @ 
VDRM VRRM 

10 VRRM ITSM· VTM /ITM VGT IGT di/dt IDM· 
= 10 ms @ 

VDRM VDRM 
max max max min min max 

(A) (V) (A) (V) (A) (V) (mA) (A/J-ts) (V/J-ts) (mA) 

80 0 e Ti = 125°e 12 t = 7 200 A2 s 

100 
200 
400 
600 

64 800 1200 2,75 150 3 150 800 200 15 
1000 
1200 
1400 
1600 

80 0 e Ti = 125°e 12 t = 9 800 A2 
S 

100 
200 
400 

70 600 1400 2,35 200 3 150 800 200 15 
800 

1000 
1200 

80 0 e Ti = 125°e 12 t = 12 800 A2 s 

100 
200 
400 

83 600 1600 2,35 300 3 150 800 200 15 
800 

1000 
1200 

80 0 e Ti = 125°e 12 t = 7 200 A 2 
S 

100 
200 
400 
600 
800 

120 1000 1200 2,75 150 3 150 800 200 15 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 

80 0 e Ti = 125°e 12 t = 9 800 A 2 
S 

100 
200 
400 

147 600 1400 2,35 200 3 150 800 200 15 
800 

1000 
1200 

80 0 e Ti = 125°e 12 t = 12 800 A 2 
S 

100 
200 
400 

160 600 1600 2,35 300 3 150 800 200 15 
800 

1000 
1200 

204 

t • q Case 

max 
(J-ts) 

IT = 100A 

W = 10 
X == 15 
A = 20 
Y = 25 
l = 30 
B = 40 

IT = 100A l\ 

Q = 7 
W = 10 
X = T5 

~ 
A = 20 
y == 25 TO 94 
l = 30 (CB-315) 
B == 40 

IT = 100A 
112':20 UNF-Type number 

Q = 7 + suffix K 

W = 10 M12 - Type number 
X = 15 + suffixM 
A = 20 
y = 25 
l = 30 
B == 40 

IT = 100A 

W = 10 
X = 15 
A = 20 
Y == 25 
l == 30 
B = 40 

IT = 100A 

Q J= 7 9 W = 10 
X = 15 
A = 20 MU 86 
y = 25 (CB-263) 

l = 30 
B = 40 

IT = 100A 

Q = 7 
W = 10 
X = 15 
A = 20 
y = 25 
l = 30 
B = 40 



~I THOMSON-CSF 

fast switching thyristors ~ 100 Arms 
thyristors rapides ~ 100 Aeff 

Tamb = 25°C dv/dt* IRM* 
@60% @ 
VORM VRRM 

Types 10 VRRM 'TSM* VTM 'ITM VGT 'GT di/dt IOM* 
= 10 ms @ 

VORM VORM 
max max max min min max 

(A) (V) (A) (V) (A) (V) (mA) (A/lJ.s) (V/ILS) (mA) 

260 Arms 1 Tcase = 80 0 e Ti = 125°e ft t = 80 000 A 2 
S 

OK 2401 F (D,B,Z,Y,A,X,W,Q) 100 
OK 2402 F (D,B,Z,Y,A,X,W,Q) 200 
OK 2404 F (D,B,Z,Y,A,X,W,Q) 400 
OK 2406 F (D,B,Z,Y,A,X,W,Q) 600 
OK 2408 F (D,B,Z,Y,A,x,W) 800 
OK 2410 F (D,8,Z,Y,A,X) 165 1000 4000 2 450 3 200 800 200 25 
OK 2412 F (D,B,Z, Y) 1200 
OK 2414 F (D,B) 1400 
OK 2416 F (D) 1600 
OK 2418 F (0) 1800 
OK 2420 F (0) 2000 

280 Arms 1 Tcase = 80 0 e Ti = 125°e f! t = 125 000 A 2 
S 

OK 2501 F (B,Z,Y,A,X,W,Q) 100 
OK 2502 F (B,l, Y,A,X, W,Q) 200 
OK 2504 F (B,Z,Y,A,X,W,Q) 400 
OK 2506 F (B,Z,Y,A,X,W,Q) 178 600 5000 2 600 3 200 800 200 25 
OK 2508 F (B,l,Y,A,X,W) 800 
OK 2510 F (B,l,Y,A) 1000 
OK 2512 F (B) 1200 

290 Arms 1 T case = 80 0 e Ti = 125°e f t = 125 000 A 2 
S 

OK 2701 F (B,Z,Y,A,X,W,Q) 100 
OK 2702 F (B,l,Y,A,X,W,Q) 200 
OK 2704 F (B,Z,Y,A,X,W,Q) 

185 
400 

5000 1,85 600 3 200 800 200 25 
OK 2706 F (B,Z,Y,A,X,W,Q) 600 
OK 2708 F (B,l, Y,A,X) 800 
OK 2710 F (B,Z) 1000 

400 Arms 1 T case = 80 0 e Ti = 125°e f t = 80 000 A 2 
S 

TF 44001 (D,B,Z,Y,A,X,W,Q) 100 
TF 44002 (D,B,Z,Y,A,X,W,Q) 200 
TF 44004 (D,B,Z,Y,A,X,W,Q) 400 
TF 440 06 (D,B,Z,Y,A,X,W,Q) 600 
TF 440 08 (D,B,Z,Y,A,x,W) 800 
TF 44010 (D,B,l,Y,A,X) 255 1000 4000 2 450 3 200 800 200 25 
TF 44012 (D,B,Z,Y) 1200 
TF 44014 (D,B) 1400 
TF 44016 (D) 1600 
TF 440 18 (0) 1800 
TF 440 20 (0) 2000 

440 Arms 1 T case = 80 0 e Ti = 125°C ft = 125 000 A 2 s 

TF 444 01 (B,Z,Y,A,X,W,Q) 100 
TF 444 02 (B,l, Y,A,X, W,Q) 200 
TF 444 04 {B,Z,Y,A,X,W,Q} 400 
TF 44406 (B,Z,Y,A,X,W,Q) 280 600 5000 2 600 3 200 800 200 25 
TF 444 08 (B,l,Y,A,x,W) 800 
TF 444 10 (B,l, Y,A) 1000 
TF 44412 (B) 1200 

470 Arms 1 T case = 80 0 e Ti = 125°C I~! t = 125 000 A 2 
S 

TF 447 01 (B,Z,Y,A,X,W,Q) 100 
TF 447 02 (B,Z,Y,A,X,W,Q) 200 
TF 447 04 (B,Z,Y,A,X,W,Q) 400 
TF 447 06 (B,Z,Y,A,X,W,Q) 300 

600 
5000 1,85 600 3 200 800 200 25 

TF 447 08 (B,l, Y,A,X) 800 
TF 447 10 (B,Z) 1000 

t * q 

max 
(/-,s) 

IT = 200A 

Q = 7 
W = 10 
X = 15 
A = 20 
Y = 25 
Z = 30 
B = 40 
0 = 60 

IT = 200A 

Q = 7 
W = 10 
X = 15 
A = 20 
Y = 25 
Z = 30 
B = 40 

IT = 200A 

Q = 7 
W = 10 
X = 15 
A = 20 
Y = 25 
Z = 30 
B = 40 

IT = 200A 

Q = 7 
W = 10 
X = 15 
A = 20 
Y = 25 
Z = 30 
B = 40 
0 = 60 

IT = 200A 

Q = 7 
W = 10 
X = 15 
A = 20 
y = 25 
Z = 30 
B = 40 

IT = 200A 

Q = 7 
W = 10 
X = 15 
A = 20 
Y = 25 
Z = 30 
B = 40 

* @Tj = 125°C ** For other threads, please consult us. 
Pour d'autres filetages, nous consulter. 
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Case 

~ TO 93 
(CB-260) 

3/4" - 16 UNF* * 

- Type number 
+ suffix K 

@ 
MU 86 

(CB-263) 



~ THOMSON-CSF 

fast switching thyristors ~ 100 Arms 
thyristors rapides ~ 100 Aeff 

Tamb = 25°C dv/dt- IRM-
@60% @ 

VORM VRRM 
Types 10 VRRM ITSM- VTM IITM VGT IGT di/dt IOM-

= 10 ms @ 

VORM VORM 
max max max min min max 

(A) (V) (A) (V) (A) (V) (mA) (A/",s) (V/",s) (mA) 

700 Arms 1 Tcase = sooe Ti = 125°e 12 t = 405 000 A2 s 

TF 66601 (B,l,Y,A) 100 
TF 666 02 (B,l, Y,A) 200 
TF 66604 (B,l, Y,A) 400 
TF 666 06 (B,l, Y,A) 446 

600 9000 2,1 1500 3 200 800 300 35 
TF 666 08 (B,l, Y,A) 800 
TF 666 10 (B,l, Y,A) 1000 
TF 666 12 (B,l, Y,A) 1200 
TF 666 14 (B,l, Y,A) 1400 

750 Arms 1 Tcase = sooe Ti = 125°e 12 t = 320 000 A 2 
S 

TF 708 12 B 1200 
TF 708 14 B 1400 
TF 70816 B 480 1600 8000 2,8 2000 3 200 800 300 60 
TF 70818 B 1800 
TF 708 20 B 2000 

900 Arms 1 Tcase = sooe Ti = 125°e 12 t = 720 000 A2 s 

TF 70901 (B,l,Y,A) 100 
TF 709 02 (B,l, Y,A) 200 
TF 70904 (B,l, Y,A) 400 
TF 709 06 (B,l, Y,A) 573 

600 12000 2,05 2000 3 200 800 300 40 
TF 709 08 (B,l, Y,A) 800 
TF 709 10 (B,l, Y,A) 1000 
TF 70912 (B,l,Y,A) 1200 
TF 709 14 (B,l, Y,A) 1400 

1300 Arms 1 Tcase = sooe Ti = 125°e 12 t = 1 445 000 A 2 
S 

TF 91312 C 1200 
TF91314C 1400 
TF91316C 828 1600 17000 2,15 2000 3 200 800 300 60 
TF91318C 1800 
TF 913 20 C 2000 

1500 Arms 1 Tcase = sooe Ti = 125°e 12 t = 1 445 000 A 2 
S 

TF 915 01 (B,l) 100 
TF 915 02 (B,l) 200 
TF 91504 (B,l) 400 
TF 91506 (B,l) 955 

600 17000 1,75 2000 3 200 800 300 60 
TF 915 08 (B,l) 800 
TF 915 10 (B,l) 1000 
TF 915 12 (B,l) 1200 
TF 91514 (B,l) 1400 

.. @ Ti = 125°C 

206 

t -q Case 

max 
(",s) 

IT = 250A 

A = 20 
Y = 25 
Z = 30 
B = 40 

IT = 250A 

B = 40 a 
MU 171 
(CB-264) 

IT = 250A 

A = 20 
Y = 25 
Z = 30 
B = 40 

IT = 250A 

C = 50 

IT = 250A fal 
MU 169 

l = 30 (CB-265) 
B = 40 



~~ lHOMSON-CSF 

asymmetrical thyristors 
thyristors asymétriques 

The asymmetrical thyristor is specifically designed for circuit 
applications in which the thyristor is associated with a ba,:k-to­
backdiode. 

The low-Ioss asymmetrical diffusion structure gives a drastic 
improvement in the VDRM - tq trade off. 

THOMSON-CSF have developed two families of asymme·trical 
thyristors: 

• The TSD .35 and TA 329 with highly' interdigitated gate 
geometries, are adapted for the use of gate assisted tum-off 
techniques. They are specifically designed for high frequency 
(20 KHz) operation directly from the rectified industrial mains. 

• The second series, which includes the TA 449, TA 649 and TA 
925 are destined for conventional high power inverter and 
chopper applications (PWM, traction, etc ... ). They offer 
significant improvements in losses and tq performance over 
symmetrical devices for high power, hlgh voltage oppli­
cations. 

Les thyristors asymétriques ont été spécialement conçus pour 
les applications dans lesquelles un thyristor est associé à une 
diode en anti-parallè/e. 

La structure de diffusion asymétrique à faibles pertes permet 
d'améliorer considérablement le compromis VDRM - tq. 

THOMSON-CSF a développé 2 familles de thyristors asymé­
triques: 

• Les TSD .35 et TA 329 avec une géométrie de gâchette 
interdigitée sont adaptés aux techniques d'extinction assistées 
par la gâchette. Ils ont été spécialement conçus pour 
fonctionner à des fréquences élevées (20 KHz) à partir du 
réseau industriel redressé . 

• La seconde famille avec les TA 449, TA 649 et TA 925 est 
destinée à des applications traditionnelles d'onduleurs et de 
hâcheurs (commande de moteur, traction ferroviaire .. .). Pour 
les applications forte puissance, haute tension, ils permettent 
une amélioration sensible du tq et des pertes par rapport aux 
composants symétriques. 

(V) ~ 50 400 1200 1400 2000 2500 Case 
1 1 1 1 1 1 

Current 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

~04a 40 A peak 
1 TSO-35 ~ 5 p.S 1 1 @ 20 KHz 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

370 A peak 
1 TA 329 with amplifying gate 

1 7 P.S 1 1 9 MU 86 
@ 20 KHz 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

400 Arml 1 TA 449 1 
10 P.S '9 MU 86 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

700 Arms 1 TA 649 
1 

15 P.S ~- MU 171 
1 

1 

1 a 1400 Arms 1 TA 925 30 p's 40 P.S 

MU 169 

207 



D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
l' 
l' 
D 

D 
D 
D 
l' 
D 
D 
D 
D 

I~ lHOMSON-CSF 

asymmetrical thyristors 
thyristors asymétriques 

Tamb = 25°C IDM-

10 VDRM VRRM ITSM- @ t -q 
Types VTMIITM VGT IGT di/dt VDRM 

10 ms 

max max max min max max 

(A) (V) (V) (A) (V) (A) (V) (A) (A/"s) (mA) ("s) 

.2t = BOO A2s 
'TM = 40A 

40 A peak @ 20 kHz 1 Tease = Booe Ti = 125°e tp = 25 ILS 

(50 '10 dut y cycle) dy/dt = 200V/"s 

di/dt = 1 0 A/"s 

TSD 035 50 
TSD 235 200 
TSD 435 400 
TDS 635 22 600 10 400 2,4 100 2 0,2 1000 5 5 (VGK=-5V) 
TSD 835 800 
TSD 1035 1000 
TSD 1235 1209 

370 A peak @ 20 kHz 1 Tease = Booe Ti = 125°e .2t = 20.000 A 2s ITM = 200A 

(50'10 Dut Y cycle) With amplifying gate 
tp = 25 ILS 

dy/dt = 600V/"s 

TA32904Q 400 
TA32906Q 264 600 
TA 329 08 Q @ 800 

10 2000 2,9 600 4 0,25 800 30 7 (VGK=-5V) 
TA32910Q 20 1000 
TA 32912 Q KHz 1200 
TA32914Q 1400 

400 Arms 1 Tease = Booe Ti = 125°e .2t = BO 000 A2s 'T=200A 

With amplifying gate 
dy/dt = 400V/"s 

di/dt = 30Al"s 

TA 449 04 W 400 
TA 449 06 W 600 
TA 449 08 W 

255 
800 

10 4000 2,25 600 5 0,4 800 40 10 
TA44910W 1000 
TA44912W 1200 
TA 44914 W 1400 

700 Arms 1 Tease = Booe Ti = 125°e .2t = 320 000 A2s 'T=500A 

dy/dt = 400V/"s 
With amplifying gate 

di/dt = 50Al"s 

TA64904X 400 
TA 649 06 X 600 
TA64908X 

446 
800 

10 8000 2,35 1500 5 0,4 800 60 15 
TA 64910 X 1000 
TA 64912 X 1200 
TA 64914 X 1400 

1400 Arms 1 Tease = Booe Ti = 125°e .2t = 2 000 000 A2s 'T=500A 

dy/dt = 700V/"s 
With amplifying gate 

di/dt = 50Al"s 

TA 92512 (O,C,B,Z) 1200 
TA 92514 (O,C,B,Z) 1400 
TA 92516 (O,C,B,Z) 1600 Z = 30 
TA 92518 (O,C,B,Z) 

891 
1800 

10 20000 2,14 2000 5 0,4 800 60 
B = 40 

TA 92520 (O,C,B,Z) 2000 C = 50 
TA 925 22 (O,C,B) 2200 0=60 
TA 925 24 (O,C,B) 2400 
TA 925 25 (O,C,B) 2500 

• @ Ti = 125°C 

D : Product in development. D : Produit en développement. 

Note: M6 thread ovoiloble on request 
- Type number + suffix M. 

Note : Filetage M6 sur demande 
- N° de type + suffixe M. 
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E -p 
Case 

max 

(mJ) 

'TM = 40A 
25 ILS half 

sine pulse 

~ 2,5 

1/4" - 28 UNF (CB-267) 

Note 

'TM = 250A 
25 ILS half 

sine pulse 

20 

9 
MU 86 

(CB-263) 

-

- fil 
MU 171 
(CB-264) 

- a 
MU 169 
(CB-265) 
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~ lHOMSON-CSF 

triacs 

VDRM IT (RMS)* 
Uninsulated types ± Case 

(V) (A) 

BTB 19 - 200 B 200 
BTB 19 - 400 B 400 20 

~ 
BTB 19 - 600 B 600 
BTB 19 - 700 B 700 

/J~ BTB 24 - 200 B 200 ~ ~ T0220AB 
BTB 24 - 400 B 400 
BTB 24 - 600 B 600 25 plostic 

plastique 
BTB 24 - 700 B 700 (CB-415) 

* Tcose = 75°C 

alternistors 

VDRM IT (RMS) (dv/dt)c * * 
Insulated types * ± min Case 

(V) (A) (V/Joli) 

TPDV 125 100 
TPDV 225 200 

"OP3 TPDV 425 400 200 
TPDV 625 600 25 @ (di/dt) c = 
TPDV 825 800 20 A/ms 
TPDV 1025 1000 plostic 
TPDV 1225 1200 plastique 

(CB-244) 

* Insuloting voltoge 2,5 kVrms. ** Ti = 110°C 
Tension d'isolement Z 5 kVeH. 
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'..~ lHOMSON-CSF 

sensitive gate triac selector guide 
guide de sélection triacs sensibles 

IT (~) ~ 50 100 200 31)0 400 500 600 700 
(RMS) 

1 1 1 1 1 1 1 1 
(A) 

1 
l 

v: 'GT = 3mA 
0,8 TOC..08 T: 'GT = 5 mA 

S: 'Gl = 10 mA 

~C .. l 
1 

1 { T: 'GT = 5 mA 
S: 'GT:; 10 mA 

El 
1 

1,6 
0: 'GT = 5 mA 
A: 'GT = 10 mA 

3 
1 

nc..6 A: 'GT = 10 mA 
1 

4 ~A/BTB()4 •. { T: 'GT = 5mA 

1 
S: 'GT = 10 mA 

6 1 BTA/B1B 06 .. { T: 'GT = 5mA 

1 
S: 'GT = 10 mA 

8 
1 

BTAlBTB 08 .. S: 'GT = 10 mA a==J 

Quadrant Il Ouadrant 1 

Electrode A2 Electrode A2 

- Gate ~ ~G'" + 
IGT I:/ectrode A, Electrooe A, 'GT 

Suffix 
Quadrants 

+ + +- --
V 3 3 3 

T 5 5 5 
Electrode A2 Electrode A2 

Gate * *G'" + , 
'GT Electrode Al Electrode Al 'GT 

S 10 10 10 

0 5 5 5 

A 10 10 10 

Ou"r.nt III OuadrantlV 

211 

Case 

~~92 !J plastic 
plastique 

, 

'Tl plastic 
plastique 

1 

, 

L. ;,/ 
';/ TO 220 AB 

plastic 
plastique 

" 

-+ 

3 

5 

10 

10 

25 



N 

N 

N 

N 

N 

N 

Types VDRM ITSM IDRM· 
± 20 ml @ 

VDRM 
max 

(V) (A) (mA) 

0,8 Arms 1 Tcase = 60°C 

TOC 058 V, T,S 50 
TOC 108 V, T,S 100 
TOC 208 V,T,S 200 7 0,2 
TOC 408 V, T,S 400 
TOC 608 V,T,S 600 

1 Arms 1 Tconnex. = 40°C 

nc 111 T,S 200 
nc 221 T,S 400 15 0,75 nc 331 T,S 600 
nc 381 T,S 700 

1,6 Arms 1 Tconnex. = 40°C T· 1 = 
TLC 113 D,A 200 
TLC 223 D,A 400 30 0,75 
TLC 333 D,A 600 
nc 383 D,A 700 

~ THOMSON-CSF 

sensitive gate triacs 
triacs sensibles 

Suffix IGY (mA) max IH 

1 Il III IV 
max 

++ +- -- -+ (mA) 

V 3 3 3 3 10 

T 5 5 5 5 15 -

S 10 10 10 10 25 

T 5 5 5 5 15 

S 10 10 10 10 25 

110°C 

D 5 5 5 10 15 

A 10 10 10 25 25 

VYM/lYM 

max 
(V) (A) 

1,6 1,2 

1,8 1,4 

1,8 2,3 

3 Arms 1 Tconnex. = 40°C Ti=110°C 

TLC 116 A 200 
TLC 226 A 400 30 0,75 A 10 10 10 25 8 typ 1,85 4 
TLC 336 A 600 
TLC 386 A 700 

4 Arms 1 Tcase = 75°C Inlulating voltage: 2500 VRMS 

Insulated Uninsulated 
BTA 04-200 BTB 04-200 200 T 5 5 5 5 15 
BTA 04-400 BTB 04-400 400 

50 0,75 1,45 5,5 
BTA 04-600 BTB 04-600 600 
BTA 04-700 BTS 04-700 700 S 10 10 10 10 25 

with suffixes T, 5 

6 Arms 1 T case = 75°C T· 1 = 110°C Inlulating voltage: 2500 VRMS 

Insulated Uninsulated 
BTA 06-200 BTS 06-200 200 T 5 5 5- 5 15 
BTA 06-400 BTB 06-400 400 50 0,75 1,65 8,5 
BTA06-600 BTB 06-600 600 
BTA 06-700 BTS 06-700 700 S 10 10 10 10 25 

withsuffixesT,$ 

8 Arms 1 T case = 75°C T· 1 = 110°C Inlulating voltage: 2500 VRMS 

Insuloted Uninsulated 
STA 08-200$ 8TB 08-2005 200 
srA OS-400S BTB 08-4005 400 85 0,5 - S 10 10 10 10 25 1,75 11 
BTA 08-600S BTS 08-600S 600 
STA 08-700S STB 08-700S 700 

.. @ Ti = 110°C N : Ne-.y product . 
Nouveau produit. 
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(dv/dt)c • dv/dt· Case 
@ 670/0 
VDRM 

typ min 
(V/J.'I) (V/J.'I) 

5 Al~ 1 5 

G TO 92 
10 A2 plastic 

plastique 
(CB-97) 

l 10 typ 

4 20 typ 

~ 1 10 typ 

4 20 typ 
plastic 

plastique 
(CB-274) 

4 20 typ 

10 typ 

1 

10 

, 10 typ 

l 

10 

TO 220 AB 
plastic 

plastique 
(CB-415) 

l 10 



~ Iy (RMS) (~) 
(A) 

1 

1,6 

3 

6 

8 

10 

12 

15 

16 

25 

30 

40 

40 

15 

25 

35 

60 

200 400 
1 1 1 

~- THOMSON-CSF 

triac selector guide 
gUide de sélection triacs 

600 800 1000 
1 1 1 1 1 1 

plastic packages 1 boîtiers pl(lstiques 

1 ~ 
1 ~ 
1 ~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

1 ~ 

1 ~ 
1 ~ 

1 ~ 

metal packages 1 boîtiers métal 

1 ~ 

1 

1 ~ 

1 1 

213 

1200 Case 
1 1 

} ~l 

*) ~~ v;/ 
TO 220 AB 

~ ~<~ 
/ TOP 3 

} & 
RD 91 

//~ 
/ TOP3 

, 

1 
> ~48 

~65 



N 

N 

N 

N 

N 

Types VDRM ITSM IDRM-
± 20 ms @ 

VDRM 
max 

(V) (A) (mA) 

Suffix 

~ THOMSON-CSF 

triacs 
triacs 

IGT (mA) max 

Il III IV 

++ +- -+ 

IH VTM/ITM (dv/dt)c - dv/dt-
@67% 

VDRM 
max max typ typ 
(mA) (V) (A) (V/ilS) (V/ilS) 

1 Arms 1 Tconnex_ = 40°C Ti = 110°C 12 
t = 4,5 A 2 s 

TLC 111 B 200 
TlC 221 B ,400 

30 0,75 B 25 25 25 50 8 typ 1,8 1,4 4 20 TlC 331 B 600 
TLC 381 B 700 

1,6 Arms 1 Tconnex_ = 40°C T-1 = 110°C 12 t = 4,5 A2 s 

TlC 113 B 200 
TlC 223 B 400 30 0,75 B 25 25 25 50 8 typ 1,8 2,3 4 20 
TlC 333 B 600 
TLC 383 B 700 

3 Arms 1 Tconnex_ = 40°C T-1 = 110°C 12 t = 4,5 A2 
S 

TLC 116 B 200 
TLC 226 B 400 30 0,75 B 25 25 25 50 8 typ 1,85 4 4 20 
TLC 336 B 600 
TlC 386 B 700 

6 Arms 1 Tcase = 75°C 12 t = 36 A2 s 
Insulating voltage = 2500 VRMS 

UL recognized for BTA series E 81734 (N) 

Insu/oted Uninsu/oted 
BTA 06-200 BTB 06-20,0 200 B 50 50 50 100 50 1,65 8,5 10 min 100 min 
BTA 06-400 BTB 06-400 400 85 0,5 
BTA 06-600 BTB 06-600 600 
BTA 06-700 BTB 06-700 700 C 25 25 25 50 25 1,5 8,5 5 min 50 min 

With suffixes B,C 

6 Arms 1 T case = 75°C T-1 = 110°C 12 t = 36 A2 
S Insulating voltage = 1500 VRMS 

Insu/oted 1 Uo;",lat.d 
TXAl116 TYAll16 200 M 100 100 50 1,8 8,5 10 min 100 min 
TXAL 226 TYAl226 400 85 2 § B 50 50 50 '50 1,8 8,5 4 50 
TXAl386 TYAl386 700 C 25 60 25 60 20 1,7 8,5 4 30 

With suffixes M,B,C 

8 Arms 1 T case = 75°C T- = 110°C 12 t = 36 A 2 
S 

Insulating voltage = 2500 VRMS 

1 UL recognized for BTA series E 81734 (N) 

Insu/oted Uninsu/oted 
BTA 08-200 BTB 08-200 200 B 50 50 50 100 50 1,75 11 10 min 100 min 
BTA 08-400 BTB 08-400 400 

85 0,5 
BTA 08-600 BTB 08-600 600 
BTA 08·700 BTB 08-700 700 C 25 25 25 50 25 1,6 11 5 min 50 min 

With suffixes B,C 

8 Arms 1 T case = 75°C T-1 = 110°C 12 t = 40 A2 
S Insulating voltage = 1500 VRMS 

Insu/oted 1 Uo;",latod 
TXAl118 TYAl118 200 M 100 100 50 1,8 11 10 min 100 min 
TXAl228 TYAl228 400 90 2 § B 50 50 50 50 1,8 11 4 50 
TXAl388 TYAl388 700 C 25 60 25 60 20 1,7 11 4 30 

With suffixes M, B, C 

* @ Ti max N: New product, 

§ @ Ti = 100°C Nouveau produit. 
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Case 

I! plastic 
plastique 
(CB-274) 

LB 
plastic 

plastique 
(CB-415) 



N 

N 

N 

N 
N 
N 

·N 

N 

Types VORM ITSM 
± 20 ms 

(V) (A) 

10 Arms 1 Tcase = 75°C 

Insulated Uninsulated 
BTA 10·200 BTB 10·200 200 
BTA 10·400 BTB 10-400 400 

115 BTA 10-600 BTB 10-600 600 
BTA 10-700 BTB 10-700 700 

With suffixes B,C 

10 Arms 1 Tcase = 75°C T' 1 = 
Insulated 1 U,;,,"lot" 
TXAll110 TYAll110 200 
TXAl2210 TYAl2210 400 100 
TXAl3810 TYAl3810 700 

With suffixes M,B,C 

12 Arms 1 Tcase = 75°C T' 1 = 
Insulated Uninsulated 
BTA 12-200 BTB 12-200 200 
BTA 12-400 BTB 12-400 400 
BTA 12-600 BTB 12-600 600 

115 

BTA 12-700 BTB 12-700 700 
With suffixes B,C 

15 Arms 1 T case = 65°C T' 1 = 
Insulated Uninsulated 
TXAl1115 TYAL 1115 200 
TXAl2215 TYAl2215 400 125 
TXAl3815 TYAl3815 700 

With suffixes M, B 

15 Arms 1 Tcase = 75°C T· 1 = 

TRAl 1115 0 200 
TRAL 22150 400 150 
TRAl3315 0 600 
TRAl3815 0 700 

16 Arms 1 Tcase = 75°C T' 1 = 

Insulated Uninsulated 
BTA 16-200 B BTB 16-200 B 200 
BTA 16-400 B BTB 16-400 B 400 150 BTA 16-600 B BTB 16-600 B 600 
BTA 16-700 B BTB 16-700 B 700 

25 Arms 1 T case = 60°C T· 1 = 
TRAl 1125 0 200 
TRAl2225 0 400 
TRAl3325 0 600 230 TRAl3825 0 700 
TRAl 1025 0 1000 
TRAl 1225 0 1200 

~I THOMSON-CSF 

triacs 
triacs 

IORM- SuHix "GT (mA) max IH VTM/ITM (dv/dt)c - dv/dt-
@ @ 67% 

VORM 1 Il III IV VORM 
max max max min min 
(mA) + -i. +- -- -+ (mA) (V) (A) (V/~s) (V/~s) 

Insulatlng voltage = 2500 VRMS 
UL recognized for BTA series E 81734 (N) 

B 5(1 50 50 100 50 10 100 

0,5 1,45 14 

C 25 25 25 50 25 5 50 

110°C 12 t = 50A2 s Insulating voltage = 1500VRMS 

M 100 100 50 1,7 14 10 100 
2 § B 50 50 50 50 1,7 14 4 typ 100 typ 

C 25 60 25 60 20 1,6 14 4 typ 100 typ 

110°C 12 t = 66 A2 
S 

Insulating voltage = 2500 VRMS 

UL recognized for BTA series E 81734 (N) 

B 50 50 50 100 50 10 100 

0,5 1,5 17 

C 25 25 25 50 25 5 50 

110°C 12 t = 80 A2 
S Insulating voltage = 1500VRMS 

M 100 100 50 10 100 
2 § 1,5 21 

B 50 50 50 50 4 typ 100 typ 

100°C 12 t = 112,5 A2 s 

3 50 100 50 100 60 1,8 21 5 200 typ 

110°C 12 t = 112,5 A2 
S Insulating voltage = 2500 VRMS 

0,5 B 50 50 50 100 50 1,6 22,5 10 100 

100°C 12 t = :270 A 2 
5 

-----,! 

3 100 100 100 150 50 2 35 5 100 

• @ Ti max .. M6 thread available on request-Type nurrber + suffix M. N: New product. 
§ @ Ti = 100°C Filetage M6 sur demande _ N° de type + suffixe M. Nouveau produit. 
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Case 

L 
plastic 

plastique 
(CB-415) 

1/4" - 28 UNP* 



N 
N 
N 
N 

N 

N 
N 
N 
N 

Types VDRM 
± 

(V) 

25 Arms 1 T case = 75°C 

Insuloted Uninsuloted 
BTA 26-200 BTB 26-200 200 
BTA 26-400 BTB 26-400 400 
BTA 26-600 BTB 26-600 600 
BTA 26-700 BTB 26-700 700 

With suffix A or B 

30 Arms 1 Tcase = 65°C 

Insuloted Uninsuloted 
BTA 25-200 BTB 25-200 200 
BTA 25-400 BTB 25-400 400 
BTA 25-600 BTB 25-600 600 
BTA 25-700 BTB 25-700 700 

With suffix A or not 

35 Arms 1 Tcase = 60°C 

TRAL 1135 D 200 
TRAL 2235 D 400 
TRAL 3335 D 600 
TRAL 3835 D 700 

40 Arms 1 T case = 60°C 

Insuloted Uninsuloted 
BTA 40-200 BTB 40-200 200 
BTA 40-400 BTB 40-400 400 
BTA 40-600 BTB 40-600 600 
BTA 40-700 BTB 40-700 700 

With suffix A or not 

Insuloted Uninsuloted 
BTA 41-200 BTB 41-200 200 
BTA 41-400 BTB 41-400 400 
BTA 41-600 BTB 41-600 600 
BTA 41-700 BTB 41-700 700 

With suffix A or B 

60 Arms 1 Tcase = 75°C 

TGAL 602 200 
TGAL 604 400 
TGAL 606 600 
TGAL 608 800 
TGAL 610 1000 

ITSM IDRM· SuHix 
20 ms @ 

VDRM 
max 

(A) (mA) 

~ THOMSON-CSF 

triacs 
triacs 

IGT (mA) max 

Il III IV 

++ +- -+ 

Ti = 110°C 12 
t = 450 A2 

S 

B 50 50 50 100 

300 3 

A 100 100 100 150 

50 50 50 80 

300 3 

A 100 100 100 150 

300 4§ 100 150 100 150 

T· 1 = 110°C 12 t = 800 A2 
S 

50 50 50 80 

400 4 

A 100 100 100 150 

B 50 50 50 100 

400 4 

A 100 100 100 150 

-

500 10 100 150 100 150 

• @ Ti max • * M6 thread available on request --Type number + suffix M . 
§ @ Ti = lOooC Filetage M6 sur demande -- N° de type + suffixe M. 
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IH VTM"TM (dv/dt}e • dv/dt· Case 
@ 67% 
VDRM 

max max min typ 
(mA) (V) (A) (V/ILS) (V/ILS) 

Insulating voltage = 2500 VRMS 

80 5 typ 150 

1,6 35 ~P3 
plastic 

100 5 150 plastique 
(CB-244) 

Insulating voltage = 2500 VRMS 

& 80 5 typ 150 

1,7 42 

100 5 150 
RD 91 

plastic / plastique 
(CB-332) 

60 2 53 5 100 

1/4" - 28 UNF" 

Insulating voltage = 2500 VRMS 

A, 80 5 typ 150 

1,6 60 

100 5 150 
RD 91 

plastic / plastique 
(CB-332) 

Insulating voltage = 2500 V RMS 

80 5 typ 150 

1,6 60 ~P3 
100 5 150 plastic 

plastique 
(CB-244) 

1 

60 2 100 5 100 Il 
N: New product. metal 

Nouveau produit. 
(CB-269) 

1/4" - 28 UNF 



~ IT(RMS) ~) 100 200 
1 1 

(A) 

8 

1 

12 

1 

2S 
1 

2S 

1 

40 
1 

60 
1 

100 

1 

200 
1 

~ lHOMSON-CSF 

alternis,tor selector guide 
guide. de sélection alternistors 

400 ~tOO 800 1000 
1 1 1 1 1 1 , 1 

TXDV 208 ... 

1 

TXDV 212 ... 

1 

TRDV 125 ... 

TODV 125 ... 

TODV 140 ... 

TGDV 601 ... 

TKAL110 ... 

TKAL 210 ... 
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1200 
Case , 1 

, 

~20A8 
plastic 

plastique 
1 

1 
/1,048 

metal 

1 .D91 > 

1 

plastic 
plastique 

Il 1 

TO 65 
metal 

1 

TO 94 
metal 

1 /.93 metal 





~~ THOMSON-CSF 

«ALTERNISTORS» bidire,ctional devices for reactive circuits 
and freqll.encies over 60 Hz 

«ALTERNISTORS» dispositifs bidirectionnels pour circuits réactifs 
et fréquences supérieures à 60 Hz 

Types VORM ITSM IORM IGT (mA) max IH VTM/ ITM (dv/dt)c dv/dt Case 

± 20 ms @VORM 

~1~ 
@ (di/dt)c @67% 

1 Il VORM 
Tj= 110°C Tj=110°C Tj=110oC 

max typ max min min 

(V) (A) (mA) ++ +- (mA) (V) (A) (V/ILS) (V/ILS) 

8 Arms 1 Tcase = 75°C Ti=110°C 12 t:: 40A2 s 7 A/ms 28 A/ms 

Insulated 
TXDV 208 200 
TXDV 408 400 

90 2 100 100 100 100 1,8 11 200 10 200 
TXDV 608 600 
TXDV 808 800 

max 

12 Arms 1 Tcase = 75°C T" = 110°C 12 t .- 40 A2 
S 10 A/ms 42,5 A/ms 1 

TO 220 AB 
Insulated plastic 

TXDV212 200 plastique 

TXDV 412 400 (CB-415) 

TXDV 612 600 
90 2 100 100 100 100 1,95 17 200 10 200 

TXDV 812 800 
max Insulating voltage : 

2500 VRMS 

25 Arms 1 T case = 75°C T" 1 = 110°C 12 t -- 265 A2 s 20 A/ms 88 A/ms 

TRDV 125 100 
0 

TRDV 225 200 
TRDV 425 400 
TRDV 625 600 230 2 150 150 150 50 2 35 200 10 200 

TO 48 
TRDV 825 800 metal 
TRDV 1025 1000 (CB-267) 
TRDV 1225 1200 1/4 - 28 UNF* 

25 Arms 1 T case = 65°C T" 1 = 110°C 12 t := 265 A 2 s 20 A/ms 88 A/ms 

Insulated 
TODV 125 100 
TODV 225 200 
TODV 425 400 
TODV 625 600 230 2 150 150 150 50 1,8 35 200 10 200 
TODV 825 800 

'" 
TODV 1025 1000 
TODV 1225 1200 

40 Arms 1 T case = 60°C T" = 110°C 12 t _. 610 A2 s 35 A/ms 142 A/ms 1 
RD 91 

Insulated plastic 

TODV 140 100 
plastique 

TODV 240 200 
(CB-332) 

TODV 440 400 Insulating voltage : 
TODV 640 600 350 5 200 200 200 50 1,8 60 200 10 200 2500 VRMS 
TODV 840 800 
TODV 1040 1000 
TODV 1240 1200 

* M6 thread available on request : Type number + suffix M. * Filetage M6 sur demande: N° de type + suffixe M. 

219 



~ ntOMSON-CSF 

«ALTEBNISTOBS» bidirectional devices for reactive circuits 
and frequencies over 60 Hz 

«ALTERNISTORS» dispositifs bidirectionnels pour circuits réactifs 
et fréquences supérieures à 60 Hz 

Types VORM ITSM IORM IGT (mA) max IH VTM/ ITM (dv/dt)c dy/dt Case 

± 20 ms @VORM @ (di/dt)c @ 67% 
1 Il III IV VORM 

Ti= 125°C Tj=125°C Ti=125°C 
max typ max min min 

(V) (A) (mA) ++ +- -- -+ (mA) (V) (A) (V/ILS) (V/ILS) 

60 Arms 1 Tcase = 75°C Ti = 125°C 12 t = 1250 A2 s 50 A/ms 213 A/ms 

Il. TGDV 601 100 
TGDV 602 200 
TGDV 604 400 
TGDV 606 600 500 5* 200 200 200 50 2 85 200 10 200 TO 65 
TGDV 608 800 metal 
TGDV 610 1000 (CB-269) 
TGDV 612 1200 

1/4" - 28 UNF 

100 Arms 1 T case = 75°C T" 1 = 125°C 12 t = 4000 A 2 
S 44,4 A/ms 355 A/ms 

TKAL 110 100 ~ 
TKAL 120 200 
TKAL 140 400 
TKAL 160 600 900 10 200 200 200 200 30 2 150 100 20 100 TO 94 
TKAL 180 800 metal 
TKAL 1100 1000 ~ (C8-315) TKAL 1120 1200 

1/2" 
-20UNF_Type 

number + suffix K" 

200 Arms 1 Tcase = 75°C Ti = 125°C 12 t = 20000 A2 
S 88,8 A/ms 710 A/ms 

TKAL 210 100 
TKAL 220 200 
TKAL 240 400 
TKAL 260 600 2000 25 300 300 300 300 50 2 300 100 20 100 
TKAL 280 800 

~ 
TO 93 

TKAL 2100 1000 metol 
TKAL2120 1200 

3/4" - 16 UNF -. Type 
number + suffix K" 

* Ti = 100°C * * For other threads, please consult us. 
Pour d'autres filetages, nous consulter. 
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Types 

DB 3 
DB 4 
DB 6 

Types 

L1A 
LlO 

Breakover voltage 
Tension de retournement 

(V) 

min nom max 

28 32 36 
35 40 45 
56 60 70 

~~ lHOMSON-CSF 

triggEtr diodes (diacs) 
diodes de d.éclenchement (diacs) 

Breakover voltclge Breakover IN between 0 and 10 mA . 
symetry current ôVentre 0 et 70 mA 

Symétrie de la tension Courant de min. 
de retournement re fournemen f 

ôV max IR max. 
(V) (ItA) (V) 

3 100 5 
3 100 5 
4 100 10 

phase control circuits for thyristors 

Case 

/~35 
/' glass 

verre 
(CB-l02) 

circuits de déclencheme:nt de thyristors en angle de phase 

Feeding 
rv 

Drive OutP.uts Il 
Alimentation Commande SortIes 

VRMS 10 F Vmax Z width F Z V 1 Ti Case 
lorgeur 

(V) (mA) (Hz) (V) ( 0) (lts) (kHz) ( 0) (V) (mA) (oC) 

220 15 50-60 ± 10 5000 10 7 1 5 500 75 
* L 1 A (CB-363) 
*LlO (CB-364) 

* L 1 A : encapsulated, with FASTON connections. * L 1 A : encapsulé, raccordement par cosses FASTON. 
* LlO: stripped circuit with a 17 pins standard connector. * LlO: circuit nu avec connecteur standard 77 broches. 

llO 
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POWER TRANSISTOR, THYRISTOR, 
TRIAC, ZEN ER, TRANSll AND 
RECTIFIER DIODE CHIPS 
- generolities . 
- flow chart 
- power transistor chips 
- thyristor chips 
- alternistor chips 
- trioc chips 
- zener chips 
- transil chips 
- rectifier diode chips 

SMAll SIGNAL TRANSISTOR AND 
DIODE CHIPS 
- generolities 
- f'o\4( chart 
- pockaging 
- smoll signol transistor chips 
- smoll signol diode chips 

CHIPS Be W AFEBS 
P .P.~STILLES ET TRANCHES 

Pages 

224 
225 
226 

227~229 

229 
230 

231 - 232 
233 

234~237 

PASTILLES DE TRANSISTORS DE PUISSANCE, 
THYRISTORS, TRIACS, DIODES ZENE~ 
TRANSIL ET REDRESSEMENT 
- généralités 
- organigramme 
- pastilles de transistors de puissance 
- pastilles de thyristors 
- pastilles d'alternistors 
- pastilles de triacs 
- pastilles de zener 
- pastilles de transil 
- pastilles de diodes de redressement 

PASTILLES DE TRANSISTORS ET DE 
DIODES PETITS SIGNAUX 

239 - généralités 
240 - organigramme 
241 - emballage 

242 .... 249 - pastilles de transistors petits signaux 
250 .... 253 - pastilles de diodes de signal 

223 



~ lHOMSON-CSF 

power transistor, thyristor, triac, zener, tr'ansil 
and rectifier diode chips : generalities 

pastilles de transistors de puissance, de thyristors, de triacs, 
de diodes zener, transil et de redressement : généralités 

General electrical specifications 
The specified electrical characteristics are 
checked by the production control and 
then monitored by the quality control 
department, providing independant quality 

Metallization • 

assurances. Tests are carried out either at 
low level with probes (T(vj) = 25°C) or under 
specified test conditions. Leakage currents 
are specified at 50 lux max. luminous 

Code Front side Back side 

intensity (less than normal intensity 
in a room). 

Mounting on substrate 

2 Ni Au Ni Au Weldable with Pb preform or Pb alloy 

4 Pb Sn 183°C Pb Sn 183°C Weldable by melting 

5 Pb Sn 300°C Pb Sn 300°C Weldable by melting 

6 AI Au Ultrasonic bonding front side 
Eutectic back side or use of conductive resin 

10 AI Sublayer + Ultrasonic bonding front side 
Au or Ag Weldable, back side with Pb alloys preforms or use of conductive 

resin 

Conditioning and carrier packages· 
The last letter of the chip designation 
indicates the delivery form (see flow chart). 

Handling, storage and mounting precautions 
Chips should never be handled by the 
edges or with mechanical tweezers. It is 
advisable to hold them with a plastic or 
rubber vacuum pencil. Deviees must be 

stored in their original shipping containers 
(in controlled atmosphere of no more than 
30% relative humidity for chips with orga­
nie passivation and 80% for the other 

on es); not any other special environ -
mental precautions are required. 

.NOTE: TAKE CARE, ail metafllzatlons and ail dellvery forms are not available. Reter to chip characteristic tables. 
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flow chart : power transistors, thyristors, triacs, 
zener, tr ansil, rectifier diodes 

organigramme: transistors d,e puissance, thyristors, triacs, diodes 
zener, transil et de redressement 

WAFER MANUFACTURING 
(diffusion, metallization) 

" W / 

CHARACTERIZATION 
VISUAL INSPECTION 

"V 
100 % ELECTRICAL TEST 

/ 

" V 
SCRIBING AND CUTTING 

"-
/ 

"-
/ 

"-V 
SORTING 

of rejected chips 

" / 

~ 
/ 

""- / 
100 % VISUAL INSPECTION 

/ 

Delivery form 

WAFER 
non-scribed , 

guaranteed minimum 
yield 

WAFER 
measured, defective 

items inked (non scribed) 

WAFER 
scribed, measured, 

defective items inked, chips 
on standard Essec ring 

WAFER 
scribed, measured, 

defective items inked, chips 
on self adhesive plastic foil 

CHIPS 
delfvered in bulk 

rejected devices removed 

CHIPS 
delivered in 

compartment box 

CHIPS 
visually sorted dp.livered 

in compartment box 

NOTE: T AKE CARE, ail deliverY forma are not available. Reter to chip characteristic tables. 
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Q 

A 

AB 

B 

D 
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power transistor chips 
pastilles de transistors de puissance 

Superswitch transistors 

Types VeEO (sus) VeEV VeE (sat) / le / lB tf AI wire 
NPN max 25°C for ultrasound soldering 

max 
(V) (V) (V) (A) (A) (~) o max (!fil) 

J-BUW 38 60 120 1.4 40 4 0,25 500 
J-BUW 39 80 160 1,2 30 3 0,25 500 
J-BUW 89* 90 160 1 15 1,5 0,2 400 
J-BUW 90* 125 250 1 11 1,1 0,2 400 
J-BUW 50* 125 250 1 20 2 0,2 500 
J-BUW 91* 200 300 1 6 0,8 0,2 400 
J-BUW 51* 200 300 1 10 1 0,15 500 
J-BUW 92* 250 350 1 5 0,5 0,2 400 
J-BUW 52* 250 350 1 8 0,8 0,2 500 
J-BUV 36 400 850 1,5 1,2 0,24 0,4 200 
J-BUV 46 400 850 1,5 2,5 0,5 0,4 250 
J-BUV 56 400 850 1,5 5 1 0,4 250 
J-BUV'47 400 850 1,5 5 1 0,4 250 
J-BUV 48 400 850 1,5 10 2 0,4 320 

Switching darlingtons 

Type VeEO (sus) VeEV le VeE (sat) / le / lB AI wire 
NPN for ultrasound soldering 

(V) (V) (A) (V) 1 (A) 1 (A) o max (!fil) 

J-BUV 37 400 450 15 2 1 10 l 0,15 320 

• These devices are also available with organic passivation, Inorganic passivation for the other devices only, 

Identification code example : J BUW38 10 A 
CHIP PRO ELECTRON OR METALLIZATION PACKAGING 

JEDEC DESIGNATION 

Packaging 

ail except D, 
OandAB 

Packaging 

ail except 0 and AB 

IMPORTANT: For p-ower transistor chips only metalllzation 10 18 avallable. The electrical 
characteristics here mentioned are those measured on finished products. 
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Sensitive gate thyristors 

Types 10 VRRM 
:: 

VDRM 

(A) (V) 

1 Arms 

J-TS-1-20 200 
J-TS-1-40 0,6 400 
J-TS-1-60 600 
J-TS-1-80 1 800 

3 Arms 

J-TS-3-20 200 
J-TS-3-40 1,8 400 
J-TS-3-60 600 

5 Arms 

J-TS-5-20 200 
J-TS-5-40 3 400 
J-TS-5-60 600 

12Arms 

J·TS·12·20 200 
J·TS·12·40 6 400 
J·TS·12·60 600 

'Preferred metallization. 

Identification code example : 

ITSM 
10 ms 

(A) 

15 

50 

80 

100 

J 

~I THOMSON-CSF 

th:y'ristor chips 
pastilles de thyristors 

at VF 
Rm 

IRM 

IRM ma 
: = 1 k( 

(lIA) 

10 

10 

10 

20 

TS 

/ Tj 

x 
! 

1 
(OC) 

1 

25 

25 

25 

25 

1 

Tamb = 25°C 

IGT VTM 

max. max. 
(mA) (V) 

1 1 

1,6 

0,2 
1,6 
1,6 
1,8 

0.2 1,6 

0,2 1,6 

0,2 1,6 

20 

/ ITM 

1 
(A) 

1 

2 

6 

10 

20 

6 

CHIP SENSITIVE 'RMS VOLTAGE METALUZATION 
GATE 

THYRISTOR 

227 

Dimensions Metallization 

(mm) 

ID 1,25 x 1,25 6 ] 
ID 2,54 x 1,8 2-4' -5 ] 

ID 2,54 x 2,54 

1 

2' -4-5 ] 

ID 4 x 4 I~ 
0 

PACKAGING ONL y 0, D, E 



Types 10 VRRM 

= 
VDRM 

(A) (V) 

5 Arms 

J-T-5-20 200 
J-T-5-40 

3 
400 

J-T-5-60 600 
J-T-5-80 800 

9 Arms 

J-T-9-20 200 
J-T-9-40 400 
J-T-9-60 5,5 600 
J-T-9-80 800 
J-T-9-100 1000 
J-T-9-120 . 1200 

10 Arms 

J-T-10-20 200 
J-T-10-40 400 
J-T-10-60 

6 600 
J-T-10-80 800 
J-T-10-100 1000 
J-T-10-120 1200 

12 Arms 

J-T-12-20 200 
J-T-12-40 400 
J-T-12-60 

7,5 600 
J-T-12-80 800 
J-T-12-100 1000 
J-T-12-120 1200 

16 Arms 

J-T-16-20 200 
J-T-16-40 400 
J-T-16-60 

10 600 
J-T-16-80 800 
J-T-16-100 1000 
J-T-16-120 1200 

25 Arms 

J-T-25-20 200 
J-T-25-40 400 
J-T-25-60 15 

600 
J-T-25-80 800 
J-T-25-100 1000 
J-T-25-120 1200 

40 Arms 

J-T-40-20 200 
J-T-40-40 400 
J-T-40-60 

25 600 
J-T-40-80 800 
J-T-40-100 1000 
J-T-40-120 1200 

70 Arms 

J-T-70-20 200 
J-T-70-40 400 
J-T-70-60 43 600 
J-T-70-80 800 
J-T-70-100 1000 
J-T-70-120 1200 

• Preferred metallization. 

Id~ntitlcation code example : 

,~ THOMSON-CSF 

thyristor chips 
pastilles de thyristors 

Tamb = 25°C 
ITSM IRM / Tj IGT VTM / ITM 

10 ms at 

VRRM 
max. 

1 

max. max. l (A) (,A) (OC) (mA) (V) (A) 

1,6 

80 10 25 20 
1,6 

5 1,6 
1,8 

12e 1,6 
120 1,6 
120 50 25 25 

1,6 
9 100 1,8 

100 1,8 
100 1,8 

140 1,6 
140 1,6 
140 50 25 25 

1,6 
10 120 1,8 

120 1,8 
120 1,8 

160 1,6 
160 1,6 
160 

50 25 25 
1,6 

12 140 1,8 
140 1,8 
140 1,8 

200 1,6 
200 1,6 
200 50 25 40 

1,6 
16 

160 1,8 
160 1,8 
160 1,8 

300 1,6 
300 1,6 
300 50 25 80 

1,6 
25 240 1,8 

240 1,8 
240 1,8 

500 1,6 
500 1,6 
500 100 25 80 

1,6 
40 400 1,8 

400 1,8 
400 1,8 

800 1,6 
800 1,6 
800 100 25 150 

1,6 
70 

500 1,8 
500 1,8 
500 1,8 

2 

METALLIZATION 

228 

Dimensions Metallization 

(mm) 

D 2,54 x 2,54 2 -4 *-5 

D 3,5 x 3,5 2-4-5* 

0 3,81 x 3,81 2-4-5* 

D 4x4 

G 4,41 x 4,41 2-4* -5 

0 5,08 x 5,08 2-4-5* 

0 6,35 x 6,35 2-4-5* 

0 8,5 x 8,5 

o 
PACKAGING ONL Y Q, D, E 



Fast switching thyristors 

Types 10 VAAM 
= 

VDAM 

(A) (V) 

25 Arms 

J-TF-25-20 200 
J-TF-25-40 15 400 
J-TF-25-60 600 
J-TF-25-80 800 

40 Arms 

J-TF-40-20 200 
J-TF-40-40 25 400 
J-TF-40-60 600 
J-TF-40-80 800 

For circuit commutated recovery time, consult us . 
• Preferred metallization. 

Identification code example : J 

f.' THOMSON-CSF 

thy]~istor chips 
pastilles de thyristors 

ITSM 
10 ms 

(A) 

300 
300 
300 
240 

500 
500 
500 
400 

TF 

IGT 
'Tlax. 
Imb= 
:!5°C G 

[ 
[mA) 

80 

r 80 

25 

IAM tq 
at 

VAAM 
max. max. 
(mA) (,.s) 

IT= 1A 

50 10 to 25 

IT= 10A 

100 10 to 25 

20 

Dimensions Metallization 

(mm) 

D 5,08 X 5,08 2-4-5* 

D 6.35x6.35 2-4-5* 

5 0 

CHIP FAST SWITOilNG 'RMS VOLTAGE METALLIZATION PACKAGING ONL y Q, D, E 
THYRISTOR 

alternistor chips 
pastilles d'al ternistors 

cc Alternistors » bidirectional devices for reactive circuits 

VORM ITSM IORM 
± 20 ms at 

VDRM 1 

max. 
(V) (A) (mA) + + L (mA) max. VTM / ITM Dimensions Metallization 

1 

III 

1 

IV 

1 

max. 
- - - + (V) (A) (mm) L 

12 Arms 

J-A-12-20 200 
J-A-12-40 400 100 50 100 
J-A~12-60 600 
J-A-12-80 800 c: \'00 \ \,.8 \'2 1 D 4x4 5 

40 Arms 

J-A-40-20 200 
J-A-40-40 400 350 100 150 
J-A-40-60 600 
J-A:40-80 800 l: 1

'00 
1 1

1

.

8 

1 ~ 1 0 6,35 X 6,35 5 

Identification code example : ALTER~rS~-IR-1~-S-+-_----+---M-ET-A-L~-IZ-AT-'O-N--+---P-AC-K-A-G-IN-G-~-N-L-Y-Q-, D-, -E----1 

229 



Types 

3 Arma 

J-TC-3-20 
J-TC-3-40 
J-TC-3-60 
J-TC-3-80 

4 Arma 

J-TC-4-20 
J-TC-4-40 
J-TC-4-60 
J-TC-4-80 

9 Arma 

J-TC-9-20 
J-TC-9-40 
J-TC-9-60 
J-TC-9-80 

12 Arma 
• J-TC-12-20 

J-TC-12-40. 
J-TC-12-60 
J-TC-12-80 

16 Arms 

J-TC-16-20 
J-TC-16-40 
J-TC-16-60 
J-TC-16-80 

25 Arma 

J-TC-25-20 
J-TC-25-40 
J-TC-25-60 
J-TC-25-80 

40 Arms 

J-TC-40-20 
J-TC-40-40 
J-TC-40-60 
J-TC-40-80 

60 Arms 

J-TC-60-20 
J-TC-60-40 
J-TC-60-60 
J-TC-60-80 

VORM 
% 

(V) 

200 
400 
600 
800 

200 
400 
800 
800 

200 
400 
eoo 
800 

200 
400 
600 
800 

1 a 1 

200 
400 
eoo 
800 

200 
400 
600 
800 

• Preferred metallization. 

'TSM 
20 ms 

(A) 

30 

50 

80 

100 

150 

250 

350 

500 

Identification code exemple: 

'ORM 
at 

VORM 
max. 
(mA) 

10 

10 

50 

50 

50 

50 

100 

'.' 11fOMSON-CSF 

triac chips 
pastilles de triacs 

'G-y(mA) max. VTM / 

+'+ 1 +"- 1 
--- 1 

IV ~I - + 

10 10 10 10 1,8 

25 25 25 25 1,8 

50 50 50 50 1,8 

50 50 50 50 1,8 

100 100 100 100 1,8 

150 150 150 150 1,8 

230 

'TM Dimensions Metallization 

(A)- (mm) 

3 CI] 2,54 x 1,8 2-4*-5 

4 Cd 2,81 x 2,81 2-4*-5 

9 D 3,5 x 3,5 2-4-5* 

12 D 4x4 2-4-5* 

4,41 x 4,41 2-4* -5* 

25 D 5x5 2-4-5* 

40 D 6,35 x 6,35 2-4-5 

8,5x8,5 2-4-5* 

4 o 
METAWZATION PACKAGINGONLYQ, D, E 



500mW 

VZT / IZT IZT 

Types 

min. max. 
(V) (mA) 

J-BZX 55C 2V4 2,28 2,56 5 

J-BZX 55 C 2V7 2,5 2,9 5 

J-BZX 55 C 3VO 2,8 3,2 5 

J-BZX 55 C 3V3 3,1 3,5 5 

J-BZX 55 C 3V6 3,4 3,8 5 

J-BZX 55 C 3V9 3,7 4,1 5 

J-BZX 55 C 4V3 4,0 4,6 5 

J-BZX 55 C 4V7 4,4 5,0 5 

J-BZX 55 C 5V1 4,8 5,4 5 

J-BZX 55 C 5V6 5,2 6,0 5 

J-BZX 55 C 6V2 5.8 6,6 5 

J-BZX 55 C 6V8 8,4 7,2 5 

J-BZX 55 C 7V5 7,0 7,9 5 

J-BZX 55 C 8V2 7,7 8,7 5 

J-BZX 55 C 9V 1 8,5 9,6 5 

J-BZX 55 C 10 9,4 10,6 5 

J-BZX 55 C 11 10,4 11,6 5 

J-BZX 55 C 12 11,4 12,7 5 

J-BZX 55 C 13 12,4 14,1 5 

J-BZX 55 C 15 13,8 15,6 5 

J-BZX 55 C 16 15,3 17,1 5 

J-BZX 55 C 18 16,8 19,1 5 

J-BZX 55 C 20 18,8 21,2 5 

J-BZX 55 C 22 20,8 23,3 5 

J-BZX 55 C 24 22,8 25,6 5 

J-BZX 55 C 27 25,1 28,9 5 

J-BZX 55 C 30 28 32 5 

J-BZX 55 C 33 31 35 5 

J-BZX 55 C 36 34 38 5 

J-BZX 55 C 39 37 41 2,5 

J-BZX 55 C 43 40 46 2,5 

J-BZX 55 C 47 44 50 2,5 

J-BZX 55 C 51 48 54 2,5 

J-BZX 55 C 56 52 60 2,5 

J-BZX 55 C 62 68 66 2,5 

Dimensions (mm) : 0,5 x 0,5. 

~. THOMSON-CSF 

Zt!ner chips 
past:llies de zener 

1.3 W 

IROVR VR VZT / IZT IZT 

Tamt- Tamb 
25°C 1SOOC 
max. max. 

(\A) (V) 

50 100 1 

10 50 1 

4 40 1 

2 40 1 

2 40 1 

2 40 1 

1 20 1 

0,5 10 1 

0,1 2 1 

0,1 2 1 

0,1 2 2 

0,1 2 3 

0,1 2 5 

0,1 2 6,2 

0,1 2 6,8 
0,1 2 7,5 

0,1 2 8,2 

0,1 2 9,1 

0,1 2 10 

0,1 2 11 

0,1 2 12 
0,1 2 13 

0,1 2 15 
0,1 2 16 

0,1 2 18 

0,1 2 20 

0,1 2 22 

0,1 2 24 

0,1 2 27 

0,1 5 30 

0,1 5 33 

0,1 5 36 

0,1 10 39 

0,1 10 43 

0,1 10 47 

Types 

min. max. 
(V) (mA) 

J-BZX 85 C 2V7 2,5 2,9 80 

J-BZX 85 C 3VO 2,8 3.2 80 

J-BZX 85 C 3V3 3,1 3,5 80 

J-BZX 85 C 3V6 3,4 3,8 70 

J-BZX 85 C 3V9 3,7 4,1 60 

J-BZX 85 C 4V3 4,0 4,6 50 

J-BZX 85 C 4V7 4,4 5,0 45 

J-BZX 85 C 5V 1 4,8 5,4 45 

J-BZX 85 C 5V6 5.2 6,0 45 

J-BZX 85 C 6V2 5,8 6,6 35 
J-BZX 85 C 6V8 6,4 7,2 35 

J-BZX 85 C 7V5 7,0 7,9 35 

J-BZX 85 C 8V2 7,7 8,7 25 

J-BZX 85 C 9V 1 8,5 9,6 25 

J-BZX 85 C 10 9,4 10,6 25 

J-BZX 85 C 11 10,4 11,6 20 

J-BZX 85 C 12 11,4 12,7 20 

J-BZX 85 C 13 12,4 14,1 20 

J-BZX 85 C 15 13,8 15,6 15 

J-BZX 85 C 16 15,3 17,1 15 

J-BZX 85 C 18 16,8 19,1 15 

J-BZX 85 C 20 18,8 21,2 10 

J-BZX 85 C 22 20,8 23,3 10 

J-BZX 85 C 24 22,8 25,6 10 

J-BZX 85 C 27 25,1 28,9 8 

J-BZX 85 C 30 28 32 8 

J-BZX 85 C 33 31 35 8 

J-BZX 85 C 36 34 38 8 

J-BZX 85 C 39 37 41 6 

J-BZX 85 C 43 40 46 6 

J-BZX 85 C 47 44 50 4 

J-BZX 85 C 51 48 54 4 

J-BZX 85 C 56 52 60 4 

J-BZX 85 C 62 58 66 4 

Dimensions (mm): 0,5 x 0,5 for J-BZX 85 C 2V7 -- 5V1 

0,65 x 0,65 for J-BZX 85 C 5V6 -- 62 

Metallizetion : AI front side - Mounting on substrate by ultrasonic bounding. 
Au back side - Mounting on substrate by eutectic or by use of conductive resin. 

Identification code exemple: BZX 55 C 6 

PRO-ELECTfION DESIGNATION MET ALLIZATION 

231 

IROVR VR 

Tamb Tamb 
25°C 15O"C 
max. max. 

(~) (V) 

150 300 1 

100 300 1 

40 200 1 

20 50 1 

10 20 1 

3 10 1 

3 10 1,5 

1 10 1,5 

1 10 2 

1 10 3 

1 10 4 
1 10 4,5 

1 10 6,2 

1 10 6,8 

0,5 10 7,5 
0,5 10 8,2 

0,5 10 9,1 

0,5 10 10 

0,5 10 11 

0,5 10 12 

0,5 10 13 
0,5 10 15 
0,5 10 16 
0,5 10 18 
0,5 10 20 
0,5 10 22 

0,5 10 24 

0,5 10 27 

0,5 la 30 

0,5 10 33 

0,5 10 36 

0,5 10 39 

0,5 10 43 

0,5 10 47 

D 

PACKAGING ALL EXCEPT Q 
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Types 

min. 

J·Z·2C·8V2 7,7 
J·Z·2C·9V1 8,5 
J·Z·2C·10 9,4 
J·Z·2C·11 10,4 

J·Z·2C·12 11,4 
J·Z·2C·13 12,4 
J·Z·2C·15 13,8 
J·Z·2C·18 15,3 

J·Z·2C·18 16,8 
J·Z·2C·2Q 18,8 

J·Z·2C·22 20,8 

J·Z·2C·24 22,8 

J·Z·2C·27 25,1 

J·Z·2C·30 28 
J·Z·2C·33 31 
J·Z·2C·38 34 
J·Z·2C·39 37 
J·Z·2C-43 40 
J·Z·2C-47 44 

J·Z·2C·51 48 
J·Z·2C·58 52 
J·Z·2C-82 58 
J·Z·2C~ 64 
J·Z·2C·75 70 
J·Z·2C-82 77 
J·Z·2C·91 85 
J·Z·2C·100 94 

Dimensions (mm) : 1,25 x 1,25 
Metaillzation : 2· - 4 -6 -10· 
• Preferred metaillzation 

10 W 

Types 

min. 

J·Z·10C·8V2 7,7 
J·Z·1OC·9V1 8,5 
J·Z·1OC·10 9,4 
J·Z·1OC·11 10,4 
J·Z·1OC·12 11,4 
J·Z·1OC·13 12,4 
J·Z·1OC·15 13,8 
J·Z·1OC·18 15,3 

J·Z·1OC·18 16,8 

J·Z·1OC·20 18,8 
J·Z·1OC·22 20,8 

J·Z·1OC·24 22,8 
J·Z·1OC·27 25,1 
J·Z·1OC·30 28 

Dimensions (mm) : 2,5 x 2,5 
Metaillzation : 2· - 4 - 10 

VZT 
(V) 

nom. 

8,2 
9,1 

10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
43 
47 
51 
56 
62 
68 
75 
82 
91 

100 

VZT 
(V) 

nom. 

8,2 
9,1 

10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
27 
30 

Dellvery : Anode front si de (mesa slde) 

max. 

8,7 
9,6 

10,6 
11,6 
12,7 
14,1 
15,6 
17,1 
19,1 
21,2 
23,3 
25,6 
28,9 
32 
35 
38 
41 
46 
50 
54 
60 
66 
72 
79 
87 
96 

106 

max. 

8,7 
9,6 

10,6 
11,6 
12,7 
14,1 
15,6 
17,1 
19,1 
21,2 
23,3 
25,6 
28,9 
32 

Note: VZT :5 7,5 and VZT ~ 100 V, on request. 
• Preferred metaillzation 

Identification code example : 

'ZT 

(mA) 

305 
275 
250 
230 
210 
190 
170 
155 
140 
125 
115 
105 
95 
85 

'ZT 

(mA) 

100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 

,~ lHOMSON-CSF 

zener chips 
pastilles de zener 

'R max. VR 
atVA-
(pA) (V) 

1 3,5 
1 3,5 
1 7,6 
1 8,3 
1 9,1 
1 9,9 
1 11,4 
0,5 12,2 
0,5 13,7 
0,5 15,2 
0,5 16,7 
0,5 18,2 
0,5 20,5 
0,5 22,8 
0,5 25 
0,5 27,4 
0,5 29,6 
0,5 32,7 
0,5 35,7 
0,5 38,8 
0,5 42,5 
0,5 47,1 
0,5 51,7 
0,5 57 
0,5 62,4 
0,5 69,2 
0,5 76 

5W 

Types VZT"ZT 
nom. 

(V) 

J·Z·5C·10 10 
J·Z·5C·11 11 
J·Z·5C·12 12 
J·Z·5C·13 13 
J·Z·5C·15 15 
J·Z·5C·18 16 
J·Z·5C·18 18 
J·Z·5C·2Q 20 
J·Z·5C·22 22 
J·Z·5C·24 24 
J·Z·5C·27 27 
J·Z·5C·30 30 
J·Z·5C·33 33 
J·Z·5C·38 36 
J·Z·5C·39 39 
J·Z·5C·43 43" 
J·Z·5C·47 47 
J·Z·5C·51 51 
J·Z·5C·58 56 
J·Z·5C-82 62 
J·Z·5C·88 68 
J·Z·2C·75 75 
J·Z·5C·82 82 
J·Z·5C·91 91 
J·Z·5C·100 100 

Dimensions (mm) : 1,6 x 1,6 
Metallization : 2· - 4 - 6 -10 
• Preferred metaillzation 

'R max. VR Types VZT 
at VR (V) 

(pA) (V) min. nom. 

50 6,2 J·Z·1OC·33 31 33 
25 6,9 J·Z·1OC·38 34 36 
10 7,6 J·Z·1OC·39 37 39 
10 8,4 J·Z·1OC·43 40 43 
10 9,1 J·Z·1OC·47 44 47 
10 9,9 J·Z·1OC·51 48 51 
10 11 J·Z·1OC·58 52 56 
10 12 J·Z·1OC·82 58 62 
10 14 J·Z·1OC-88 64 68 
10 15 J·Z·1OC·75 70 75 
10 17 J·Z·1OC·82 77 82 
10 18 J·Z·1OC·91 85 91 
10 21 J·Z·1OC·100 94 100 
10 23 

8V2 10 

VOLTAGE METALLIZATION 
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'ZT 'R VR 

(mA) (JA) (V) 

125 5,0 7,6 
125 5,0 8,4 
100 2,0 9,1 
100 1,0 9,9 

75 1,0 11,5 
75 1,0 12,2 
65 0,5 13,7 
65 0,5 15,2 
50 0,5 16,7 
50 0,5 18,2 
50 0,5 20,6 
40 0,5 22,8 
40 0,5 25,1 
30 0,5 27,4 
30 0,5 29,7 
30 0,5 32,7 
25 0,5 35,8 
25 0,5 38,8 
20 0,5 42,6 
20 0,5 47,1 
20 0,5 51,7 
20 0,5 56,0 
15 0,5 62,2 
15 0,5 69,2 
12 0,5 76,0 

'ZT 'R max. VR 
at VR 

max. (mA) (pA) (V) 

35 75 10 25 
38 70 10 27 
41 65 10 30 
46 60 10 33 
50 55 10 36 
54 50 10 39 
60 45 10 43 
66 40 10 47 
72 37 10 52 
79 33 10 56 
87 30 10 62 
96 28 10 69 

106 25 10 76 

o 
PACKAGINGONLYQ, D, E 



~I THOMSON-CSF 

transient voltage :suppressor «transil» chips 
pastilles de diodes de protection «tranSil» 

Types· 

Unidirectional 1 Sidirectional 

400 W 1 1 ms expo. 

J·ZT·04·5V5 J·ZTD·04·6VO 
to to 

J·ZT -04·7VO J·ZTD·04·7VO 

J·ZT·04·7V4 J·ZTD·04·7V4 
to to 

J·ZT·04·168 J·ZTD·04·168 

600 W 1 1 ms expo. 

J·ZT·06·5V5 J·ZTD·06-6VO 
to to 

J·ZT -06· 7VO J·ZTD·06·7VO 

J·ZT·06·7V4 J·ZTD·06·7V4 
to to 

J·ZT·06·168 J·ZTD·06-168 

1,5 KW 1 1 ms expo. 

J·ZT·15-5V5 J·ZTD·15·6VO 
to to 

J·ZT·15-168 J·ZTD·15·168 

5KW 1 1 ms expo. 

J·ZT ·50·8V2 J·ZTD·50·12 
to to 

J·ZT·50·180 J·ZTD·50·180 

Ali chips are mounted between two copper preforms, 

Metallization : only Ag. 

Max. soldering temperature : 260°C. 

Characteristics 

4.8 KW 1 8·20,..s expo. 

id em BZ N04-5V5 and BZW 04-6VOB 
to to 

BZ W 04-188 BZW04·188B 

7.2 KW 1 8·20 I.IS expo. 

id em BZ W06-5V5 and SZW 06·6VOB 
to to 

BZ W06·166 BZW06-188B 

18 KW 1 8·20,..s expo. 

idem l'FZ 6V6 and DTZ7V5 
to to 

PFZ220A DTZ220A 

60 KW 1 8·20,..s expo. 

idem B'ZN 5O-8V2 and BZW 50-128 
' to to 

BZW 50-180 SZW 5O-180B 

Identification code example: E J 

CHIF ) 

Zl 

TRANSIL 

04 

POWER 

* Voltage value: .Iways VRM for the chips 

ePreferred tolerances : ± 100/0 on V(BR) YaIU~ 
± 50/0 on request J 
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Dimensions (mm) 

Unidirectional 1 Sidirectional 

o 1,7 o 1,7 

e 1,1 e 2,2 

02,3 02,3 

e 1,1 e 2,2 

02,3 02,3 

e 1,1 e 2,2 

03,3 o 3,3 

e 1,1 e 2,2 

04,2 04,2 

e 1,1 e 2,2 

08 08 

e 1,1 e 2,2 

5V5* D 

VOLTAGE PACKAGING ONL y D, E 



Types 10 

(A) 

1A 

J-R-1-40 
J-R-1-60 

1 J-R-1-80 
J-R-1-100 

2A 

J-R-2-40 
J-R-2-60 

2 J-R-2-80 
J-R-2-100 

6A 

J-R-6-40 
J-R-6-60 

6 J-R-6-80 
J-R-6-100 

12A 

J·R·12·40 
J·R·12·60 12 J·R·12-80 
J·R·12·100 

40A 

J-R-40-40 
J-R-40-60 40 J-R-40-80 
J-R-40-100 

90A 

J-R-90-40 
J-R-90-60 90 J-R-90-80 
J-R-90-100 

• Preferred metallization 

Identification code example: 

Delivery : Anode front side (mesa side). 

fJ THOMSON-CSF 

rectifier diode chips 
pastilles de diodes de redressement 

VRRM IFSM VF / IF IR at 
10 ms VRRM 

Tamb= 25°C 
max. max. 

(V) (A) (V) (A) (!lA) 

400 20 1,25 
600 20 1,25 

1 5 800 15 1,4 
1000 15 1,4 

400 40 1,2 
600 40 1,2 

2 10 800 30 1,4 
1000 30 1,4 

400 100 1,4 
600 100 1,4 

18 20 800 80 1,6 
1000 80 1,6 

400 200 1,4 
600 200 1,4 35 20 
800 160 1,6 
~OOO 160 1,6 

400 800 1,4 
600 800 1,4 

120 50 800 640 1,6 
1000 640 1,6 

400 1200 1,4 
600 1200 1,4 

270 100 800 1000 1,6 
1000 1000 1,6 

10 

METALLIZATION 
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Dimensions Metallization 

(mm) 

1 X 1 2-6-10* 

1,25 X 1,25 2-4-6-10* 

2,5 X 2,5 2* -4-5-10 

3,5 X 3,5 2*-4-10 

5x5 2*-4 

8x8 2*-4 

D 

PACKAGING ONL Y Q, D, E 
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~ lHOMSON-CSF 

high efficiency fast Ilecovery rectifier diode chips 
pastilles de diodes de redressement rapide à haut rendement 

l Types 10 VRRM IFSM 

(A) (V) (A) 

VF / IF IRIVRRM trr Dimensions Metallization 
Tj 100°C Tj 25°C 

max. max. max. 
(V) (A) (~) (ns) (mm) 

1 

J·RFV·2·05 50 l 1 1 
~J_.R_FV __ .2_.1_0 __ ~ ____ 2 ____ ~ ___ 100 ____ ~ ___ ~____ __~_~ _________ 2 ____ ~ ___ 1_0 __ ~ ____ " ____ ~1_,2_5 __ X_1_,2_5~_2_.&_1_0 __ ~ _ J.RFV.2.15 150 . . 

3A 

J-RFV-3-05 
J-RFV-3-10 3 
J-RFV-3-15 

7A 

J-RFV-7-05 
J-RFV-7-10 7 
J-RFV-7-15 

20A 

J-RFV-20-05 
J-RFV-20-10 20 
J-RFV-20-15 

50A 

J-RFV-50-05 
J-RFV-50-10 50 
J-RFV-50-15 

* Preferred metallization 

Identification code example : 

Delivery: Anode front side (mesa side). 

l 0,85 
50 

100 70 
150 

50 
100 
150 

50 
100 
150 

50 
100 
150 

J 

100 

500 

1500 

l 
] 
] 

RFV 
y CHIP HIGH EFFICIENC 

FAST RECOVER Y 
'----~---

0,85 

0,85 

0,85 

3 

10 

235 

3 10 35 1,5 X 1,5 2*-4 -6-10 

7 20 35 2,2 X 2,2 2*-4-10 

20 50 50 4x4 

1 

2* -4-10 

1 

50 100 60 6x6 

1 

2*-4 

1 

05 2 0 

VOLTAGE METALLIZATION PACKAGING ONL y a, D, E 



Types 

1A 

J·BYT 01·20 
J·BYT 01·30 
J·BYT 01·40 

3A 

J·BYT 03·20 
J·BYT 03·30 
J·BYT03·4O 

8A 

J·BYT 08·20 
J·BYT 08·30 
J·BYT 08·40 

12A 

J·BYT 12·20 
J·BYT 12·30 
J·BYT 12·40 

30A 

J·BYT 30·20 
J·BYT 30·30 
J·BYT 30·40 

60A 

J·BYT 60·20 
J·BYT 60·30 
J·BYT 60·40 

10 

(A) 

1 

3 

8 

12 

30 

60 

Â trr test conditions: IF = a,5A 

VRRM 

(V) 

200 
300 
400 

200 
300 
400 

200 
300 
400 

200 
300 
400 

200 
300 
400 

200 
300 
400 

IR = 1A 

Identification code example : 

~ lHOMSON-CSF 

ultra-fast recovery rectifier chips 
pastilles de diodes de redressement ultra-rapide 

IFSM VF IR 1 VRRM trr Â Dimensions Metallization 
10 ms @ IF = 10 25°C 

max. max. max. 
(A) (V) (flA) (ns) (mm) 

30 1,5 10 25 1,25 X 1,25 2·6-10 

50 1,5 10 25 1,5 X 1,5 2·6-10 

100 1,5 15 35 2,5 X 2,5 2·10 

200 1,5 15 50 3 X 3 2 

500 1,5 35 50 4 X 4 2 

800 1,5 60 50 6 X 6 2 

Irr = a,25A 

J BVT 01 20 10 D 

ULTRA-FAST 
CHIP RECOVERY 10 VOLTAGE METALLIZATION PACKAGING ONLY a, D, E 

SUPERSWITCH 2 
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~ tHOMSON-CSF 

fast recovery rectifier chips 
pastilles de diodes de redressement rapide 

Types 10 VAAM IFSM VF lA 1 VAAM trr! Dimensions 
10 ms @IF = 10 25°C 

max. max. max. 
(A) (V) (Aj M ~Aj (ns) (mm) 

1A 

1 m:l:: 1 1 = 30 1 1,4 
5 200 1 X 1 

2A 

10 200 1,25 X 1,25 

SA 

1 t~H: 1 8 1 = 100 l 1,4 
20 200 2,5 X 2,5 

12A 

1 

J·RF·12·20 1 1 200 1 J·RF·12·40 12 400 150 1,4 
J·RF·12·60 _ _ 800 _ 

25 3 X 3 

20A 

1 

J·RF·20·20 1 1 200 1 J·RF·20·40 20 400 225 1,4 
J·RF·20·60 _ _ 800 _ 

50 200 4 X 4 

30A 

Metallization 

2-6-10 

2-6-10 

2-10 

2 

2 

~I _~:_=~_:_~_~: ______ ~I __ ~ __ ~I ____ ::_. __ ~~_3_00 __ ~ ___ 1_'4 ____ ~ ____ 5_0 ____ ~ __ 2OO __ ~ ____ 4'_5_X_4_,_5 __ ~ ____ 2 __ ~ 
60A 

1 
~:=~:::~ 1 60 1:: 800 1 1,4 
J·RF·80·80 _ _ 800 _ 

100 200 6 X 6 2 

! trr test conditions: IF = 1A VR = 30 V diF/dt,= -15A1l-'s 

Identification code example : ~----~FA-S-TR-:-:~~I---IO--~----~----r-M~E-TA-~-~-AT-IO-N-+----P-AC-K-~-IN-G-~-N-LY-Q-,D-,-E--~ 
Delivery : Anode front side (mesa side). 
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~ THOMSON-CSF 

small signal transistol' and diode chips: generalities 
pastilles de transistors et de diodes petits signaux : généralités 

Metallization 
and bonding areas 

Aluminium, excepted for 
• RF transistors BFR 90, BFR 91, BFR 96, ESM 269 : 

platinium silicide, titanium, platinium, gold 
• Schottky diodes: silver. 

Backside 

Gold : code 2 
Silicon: code 1 

Wafersizes 

Diameter : 3" 
Thickness : 215 jJm 

Electrical test 

• Diodes 
100 % tested parameters 

- V(BR) 
- IR 
- V F up to 10 mA. 
Sampling tested parameters (on wafer) 
- Other static parameters (for instance high current "F) 
- Capacitance 
- Stored charge at 10 mA. 
Other dynamic parameters such as detection efficiency, 
noise figure can be measured, if requested on chips 
mounted in glass packages. 

• Transistors 
100 % tested parameters 

- V(BR) CBO, V(BR) CEO, V(BR) EBO 
h21 E between 1 0 ~A and 150 mA 

- ICBO, if requested (not tested under 50 nA). 

Other s1atic parameters at very low or high current as weil 
as dynamic parameters will be measured, if requElsted, on 
chips mounted in standard packages. 

Delivery form 

See flow-chart following page 

Packaging 

Wafers (Q and A codes) are packaged in a plastic box 
between two pieces of plastic foam, to avoid damage 
during transport. 
Sawed wafers on self adhesive plastic foil (B code) are 
packaged between two plates of stiff cardboard. Front side 
is protected by a foil of plastic or by tracing paper. 
Dice are either bulk-packaged in small glass tubes (0 code) 
or supplied in compartment trays (E and V codes). 

239 

Recommended 
assembly techniques 

Two methods can be used : 

• Die attach with cured silver filled epoxy adhesive and 
thermosonic wire bonding at about 150°C (826.1 
ABLE BOND adhesive or similar). 

• Die attach with gold silicon eutectic at about 440°C 
on gold plated substrate and thermosonic wire 
bonding at about 300°C. 

Ordering 
information 

Ali signal transistors and diodes in our general catalogue 
can be supplied as chips. Order should be placed using the 
following nomenclature: 

J-XXXXX-X-x 

Jedec, Pro Electron Back side code digit 
or in-house type (see paragraph 2) 
number of the ::or· 
responding packaged 
device 

Example: 

Delivery form code 
letter (see flow chart) 

J-2N 2369·2-V: dice meeting electrical specification of 
2N 2369, supplied in compartment box. 

For large volume applications, wafers can be supplied 
accordind to the general specifications of standard 
THOMSON-CSF processes, each corresponding to a family 
of packaged devices. 
Such orders should be placed according to the following 
designation : 

Reference of process 

Example: 

J-XX- x- x 

T l T~_-----, 
Back side code digit Delivery form code 

letter 

J·EX-2·B : sawed wafer on plastic adhesive foil for general 
purpose low noise NPN devices. 

For each process, electrical and mechanical specifications 
of the chip as weil as minimum guaranteed yield for various 
type numbers can be obtained on request. 

References of process are indicated in selector guides and 
in characteristic tables in the following pages. 



'.' THOMSON-CSF 

small signal transistors and diodes : Dow chart 
transistors et diodes petits signaux : organigramme 

WAFER MANUFACTURING 

l 
CHARACTERIZATION 
VISUAL INSPECTION Delivery form 

" 
WAFER 

7 guaranteed minimum 

'\. l/ yield 

100 % ELECTRICAL TEST 

WAFER 

"- probed, rejected 
/ dice marked with 

'\. / black magnetic ink 

SAWING 

WAFER 

" 
probed, sticked 

7 on self adhesive 
plastic film and 

sawed 

WAFER 
-"'- as B code but plastic film is 
/ 10 % expanded on metal ring 

'\ 1/ 

SORTING 
magnetic 

.'\. 
CHIPS 

/ delivered in bulk, 
rejected devices removed 

" 
CHIPS 

7 delivered in 
compartment box 

" / 
100 % .... VISUAL INSPECTION 

'\. 
CHIPS 

7 visually sorted in 
compartment box 

* Code C previously used for chips delivered in bulk, rejected devices removed, is now replaced by code D. 
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code 

Q 

A 

B 

B/A 

D* 

E 

V 



~~ lMOMSON-CSF 

small signal transistors and diodes : packaging 
transistors et diodes petits signaux 0 emballage 

WAFER (0 and A codes) 

SAWED WAFER (B code) 

DICE (in bulk, D code) 

DICE IN WAFFLE TYPE 
CARRIER 
(E and V codes) 

Polystyrene box 

Plasllc 

&:::======================~~ f011 

l_~.ê~;~;;~;;~~~~~~~~~;~~~~;1fwafer Paper 

Stlft 
cardboard 

Stlft 
cardboard Traclng paper 

Il.......k:::::=: ~==================================:J:: : 
Sawed wafer 

Sawed wafer 
on self adheslve 
plastIC foll 

~-+---- Rubber plug 

Glass tube -------__ ...::..~ 

OOOOOOOC-OOOOoODOOOOO 
0000000[000000000000 
0000000[000000000000 
0000000[000000000000 
0000000[000000000000 
ooooooocoooooooooooo 
0000000[000000000000 
0000000[000000000000 
OOOOOOOCOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOCOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOCOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOCOOOOOOOOOOOo 
ooooooocoooooooooooo 
ooooooocoooooooooooo 
00000000000000000000 
00000000000000000000 
00000000000000000000 
00000000000000000000 
OOOOOOOOOOOOOOOOUOOO 
OIJOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

-----~~------------~ 

Marker 

~ 
~I~ = f 
~I ~per 

Compartmented tray Plastic 1011 

On request, avallable ln sealed plastrc bag, nltrogen "lied 
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~ tHOMSON-CSF 

small signal transistor chips : selector guide 
pastilles de transistors petits signaux: guide de sélection 

General purpose and fast switching transistors 
IC(mA) • 

EV/GO 
500 1---+------+---1--- --

300~-+----1---r----~--+--~-~--+_4_4_~--~--~----+_------~--~ 

200 1----+------1 

100 I---+__-

50~--~---~--~r-------r---~--4--~--+-+-+-~-

30r---+-------1-----r-------r----+--~-~-+_4_4_~-~--~--+_-----~--~ 

20r--+-----~--r-----r----+--~--~--+-+-+-~--~--~----+-------~--~ 

10 

10 15 20 

r::::J NPN - PNP 

30 40 50 60 70 

* Maximum IC al which h21E or/and VCE (saI) is specified 
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100 150 200 300 400 

V(BR) CEO (V) 



,~\ lHOMSON-CSF 

small signal. transistor chips : selector guide 
pastilles de transistors petits signaux : guide de sélection 

RF transistors 

Gain bandwidth product versus collector current 

fT gain bandwidth product (GHz) 

10 

7 

5 

V 
/ JI'/ 

~/ /" 
l.....-' 

~ 

~ 
~ 

3 

2 

-". 

0,7 

0,5 

0,3 

0,2 

0,1 

GB GF - .. 
~ ... ~ 
~ ...... 
~ ? ~ -....... FU Ge 

~:::::: 7 
FH 

1-
~ 

~ 
~ 

-- "'- EH 

2 3 5 7 10 20 30 50 70 100 

Noise figure versus frequency 

NF noise figure (dB) 

GH 

-Fe 

200 

3 ~--------------+---------------~--------------~ 
FH 

Ge 
2 ~--------------+---------~~~Yh------~-------4 

300 le collector current (mA) 

10 - 2 10 1 F frequency (GHz) 

243 



~ THOMSON-CSF 

small signal transistor chips 
pastilles de transistors petits signaux 

General purpose transistors 
VeR (CEO) h21E VCE (sat> C22b toff Main type numbers 

Chips dimensions IfJm) ~ min. min.-max. max. max. max. Metal can Plastic package Micropackage 
Layou! 5 at IC (mA) at Iclle (mA) TO-18 TO-39 TO-92 TO-l26 TO-236 Process 0 

Cl. (V) (V) (pF) (ns) TO-202 

480 x 480 2N 2221/2222 PN 2221/2222 SO 2221/2222 

[IJ 2N 2221 AJ2222A PN 2221A/2222A SO 2221A/2222A 

N 30 ... 40 40 ... 300 1 at 8 285 2N 2218/2219 2N 4401 BSR 13/14 

at 150 500/50 2N 2218A12219A 

EV·3004 

450 x 450 2N 3414- 3417 

ri] BeW 94/95 

N 40 ... 60 100 ... 400 0,2 typo at 8 

at 50 200/20 

FD 

480 x 480 
2N 2906/2907 PN 2906/2907 SO 2906/2907 

[(1 2N 2906A12907 A PN 2906A/2907A SO 2906A/2907A 
p 40 ... 60 40 ... 300 1,6 at 8 200 2N 2904/2905 BÇW 96/97 BSR 15/16 

at 150 500/50 2N 2904A12905A 2N 4403 

XV·3005 

BC 337/338 BeW 65/66 
BCW90/91 

N 25 ... 50 100 ... 630 0,7 at 12 BC485/7/9 

at 100 500/50 

GO·3006 

BC327/328 BeW 67/68 
BCW 92/93 

P 25 ... 60 100 ... 630 0,7 at 10 typo BC 486/88/90 

at 100 500/50 

VO·3007 

800 x 800 

Il 
Be 140/141 Be 635/636/639 BeX 19/20 

Be 211/Be 211 A BD 371/373 

Be 301/302 ESM 635/7/9 

N 25 ... 80 40 ... 630 1 at 25 650 BSX 45/46 BD 135/137/139 

at 150 1000/100 BD 825/827/829 

FR·3014 

Be 160/161 Be 636/638/640 BeX 17/18 

Be 313/313 A BD 370/372 

Be 303/304 ESM 636/8/40 
p 25 ... 80 40 ... 630 1 at 30 850 BSV 15/16 BD 136/138/140 

at 150 1000/100 BD 826/828/830 

XR·3015 

2N 1613 SO 1711 

2N 1711 SO 1893 

N 80 40 ... 300 1,5 at 15 2N 1893 

at 150 150/15 

FA-3012 

1600 x 1600 

BUY 49S 

BUY 49SD 

N 200 ~40at 1,5 at 35 1300 ... 

500 500/50 2000 

GL·3034 
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,~ THOMSON-CSF 

small signal transistor chips 
pastilles de transistors petits signaux 

Low noise general purpose transistors 
Chips dimensions V(BR) CEO· h21E VCE (sat) C22b F toff Main type numbers 

(f1m) ~ min. min.-max. max. mal:. at 1kHz Metal Plastic package 

Layout ~ at IC (mA) at lellB (mA) typo typo TO-18 TO-72 TO-92 TO-126 
Process 0.. 

(V) (V) (pF) (dB) (ns) TO-39 TO-202 

370 x 510 
BC 107/108/109 BC 237/238/239 

&95 :8 BSX 51 /51A BC 182/183/184 

N 20 ... 50 100 ... 900 0,6 at 4 2 250 BXX 52/52A BC 317 /318/319 

at 2 100/5 BCY 58/59 BC 547- 550 

2N 3707- 3711 

EX-3002 2N 5210 

370 x 510 
BC 177 /178/179 BC 307/308/309 .. BSW 21/21A BC 212/213/214 

:8 p 20 ... 50 100 ... 850 0,65 at 6 2 250 BSW 22/22A BC 320/321/322 

at 2 100/5 BCY 78/79 BC 557·- 560 

2N 4058- 4062 
XX-3003 2N 5087 

450 X 450 

~ 
2N 929/930 

2N 2483/2484 
N 45 ... 60 40 ... 500 1 at 6 .:53 -

at 0,01 1010,5 

EF-3008 
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Micropackage 

TO-236 

BCW 31/32/33 

BCW 71/72/81 

BCW 60/BCX 70 

BCW 29/30 

BCW 69170 

BCW 61/BCX 71 

SO 930 

SO 2484 



t.' lHOMSON-CSF 

small signal transistor chips 
pastilles de transistors petits signaux 

Fast switching transistors 
Chips dimensions V(BR) CEO h21E VCE (saI) fT C22 b toll Main type numbera 

(pm) i min. min.-max. max. min. max. max. 

Layoul 
0 

at IC (mA) at IC"S (mA) Metal can Plastic package 
Process Il. (V) IV) (MHz) (pF) (na) TO-18 TO-39 TO-92 

400 x 400 
2N 706/706A ESM 2369 

~s 2N 2368/2369 

N 15 20 ... 120 0,5 at 500~ 4 18 2N 2369A 

E at 10 100/10 

EK-3032 

400 x 400 2N 2894 
B 

" P 12 40 ... 150 0,5 at 400 6 90 
E at 10 100/10 

XK·3031 

400 x 400 2N 914 s 

E- N 15 30 ... 120 0,7 at 300 6 40 

at10 200/20 

EJ-3030 

380 x 585 2N 3903/3904 

;" N 40 50 ... 300 0,3 at 300 4 250 

E 
at 10 50/5 

GD-30oo 

380 x 585 2N 3905/3906 ;S 
P 40 50 ... 300 0,4 at 250 4,5 300 

E at la 50/5 

XD-3001 
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Micropackage 

TO-236 

50 2369/2369A 
BSV 52 

50 2894 

50 3903/3904 

50 3905/3906 



~~ 11fOMSON-CSF 

small sigJlal transistor chips 
pastilles de transistors petits signaux 

High voltage transistors 
VBR (CEO) h21E VCE (sat) fT C12 e Main type numbers 

Chips dimensions (pm) 
~ min.-mal(. mal(. min. mal(. Metal can Plastic package 

Layout li at IC (mA) at IC/IB (mA) TO-39 TO-92 TO-126 
Process 0 

Q. (V) (V) (MHz) (pF) TO-202 

740 x 740 BF 257/258/259 BF 297/298/299 

~.~ 
BF 391/392/393 

BF 842/843 

III ESM 842/843 
N 160 ... 350 40 at 30 1,5 at 45 3 BF 415/418 

SO/5 BF 457/458/459 

~ ~ 
BF 480/481/482 

BF 615/617 

PVC-3020 
BF 757/758/759 

BF 857/858/859 
700 x 700 

• 
BF 491/492/493 

BF 692/893 

ESM 892/893 
P 200 ... 350 40 at 30 0,75 at 20 3 BF 418/418 

3013 BF 483/484/485 
BF 818/818 

XW-3021 BF 760/781/782 

500 x 500 

[li] 
BF 422 

BF 489/471 

N 2SO ... 3OO SO at 25 - 60 2 BF 869/871 

EY-3022 

500 x 500 

[IJ 
BF 423 

BF 470/472 

P 2SO ... 3OO SO at 25 - 60 2 BF 870/872 

XY-3023 

500 x 500 
BF 715/717 

[j] N 2SO ... 3OO SO at 5 - 60 1.8 

EYA-3024 

500 x 500 

[j] 
BF 716/718 

P 2SO ... 3OO SO at 5 - 60 1,8 

XYA-3025 

500 x 500 

[IJ 
2N 5550/5551 

N 140 ... 160 60 ... 250 1,2 at 100 6 
at 10 SOIS (C22b) 

GA-3016 

700 x 700 

~.~ 
2N 5400/5401 

P 120 ... 150 40 ... 240 1 at 100 6 
at 10 SO/5 (C22b) 

~ ~ 

YA-3017 
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Micropackage 
TO-236 

50 842 

50 892 

BFN 22 

BFN 23 

50 5550/5551 

50 5400/5401 



,., THOMSON-CSF 

small signal transistor chips 
pastilles de transistors petits signaux 

Radio frequency transistors 

ChipS dimensions (fJm) V(BR)CEO fT C12e GUM F Main type numbers 
.~ min. typo typo typo typo 

Layou! ~ at le (mA) at t(GHz) at t(GHz) Metal can Plastic package 
Process n. (V) (GHz) (pF) (dB) (dB-) TO-72 TO-39 TO-92 CB 146 

7 
2N 918 2N 5770 

N 15 ~o_e 0,5 ~15 ::se 
at 4 at 0,2 at 0,08 

EH·3Q40 

400 x 400 2N 3570/71/72 

ctCD N 15 ~1,2 0,5 ~17 ::S3 

at 5 at 0,45 at 0,45 

FH·3050 

500 x 500 
2N 5109 

N 20 ~1,2 2 15,5· 3 
at50 at 0,2 at 0,2 

FC·3054 

400 x 400 ESM 690 

BFR 90 

Il Il N 15 5,5 0,4 19,5 2,4 
at 15 at 0,5 at 0,5 

GB 

400 x 400 BFY 90 ESM 691 

- BFT 50 BFW92 

N 22 3,5 0,6 16 2 
at 10 at 0,5 at 0,5 

GC 

400 x 400 BFO 22 ESM 791 

BFR 91 

N 12 5,5 0,6 16,5 1,9 

at30 at 0,5 at 0,5 

GF 

400 x 400 
BFO 63 ESM 796 

• 
BFR 96 

N 15 4,5 1,4 15 

at50 at 0,5 -

GH 

400 x 400 
ESM 269 

N 20 4 0,75 22 1 
at30 at 0,2 at 0,2 

FU 
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Micropackage 
TO-236 CB-233 

50 918 

BFO 31/31A 

BFR92 
BFP90 

BFS 17 

BFP 92 

BFR 93 

BFP 91 

BFP96 

BFP 10 



~ ntOMSON-CSF 

small si~:nal transistor chips 
pastilles de transistors petits signaux 

N channel J FETS 

Chips dimensions (fJm) IGSS IOSS Y21S rOS on C1SS C12SS Main type numbers 

Layoul 
typo typo typo 

Process Metal can Plastic package Micropackage 
Application (pA) (mA) (mA IV) (n) (pF) (pF) TO-18 TO-72 TO-92 TO-236 

450 x 450 
2N 4117/8/9/A • ·S 0,05 ... 0,07 ... 0,4 

• 0,3 0,33 

52 KN 

ELECTROMETRY 

400 x 400 
2N 4416/A BF 256A/B/C sa 4416 • • 2N 5245/6/7 

2 5 ... 4,5 ... 2,5 0,8 

• 15 7,5 

39 KN 

VHF AMPLIFICAT. 

450 x 350 
2N 3966 BC 264A/B/C/D sa 245A/B/C • 2N 4220/112 BF 245A/B/C BFR 30/31 

3 2 ... 1 ... 4 1,2 2N 3821/2/3/4 ESM 4302/3/4 sa 3966 • 25 6,5 2N 3819 
56 KN 

AF/RF AMPLIFICAT. 

550 x 500 

• 
2N 4091/2/3 ESM 4091/2/3 sa 4091/2/3 

2N 4391/213 BF 247A/B/C sa 4391/2/3 

5 20 ... 20 ... 10 3 BSR 56/57/58 
100 100 

54 KN 

SWITCHING 

900 x 900 
2N 5432/3/4 sa 5432/3/4 

2N 4446/8 

20 100 ... 2 ... 100 15 

1000 10 

48 KN 

SWITCHING 

NOTE: Chlp layouts are subject to change 
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400 

200 

150 

100 

70 

50 

40 

30 

20 
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small signal diode chips : selector guide 
pastilles de diodes de signal : guide de sélection 

General purpose and switching diodes 
IF* (mA) 

1 
1 

10 15 20 30 

* Maximum IF at which VF is specified 

1N 4150 

6 ns 

1N 4151 
2 ns 

40 50 

250 

1 
l 

1 
r 

t 1N 4448 
4 ns 

1 
1 

70 100 

BAX 12 1 
1 

trr = 50 ns 

t 1N 3595~ BAX 17 

Law IR 120 ns 
3 ~s 

1 BAV 21 BA 224-300 I 

50 ns 

150 200 

r-

300 VRM 

(V) 
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small signal ditode chips : select or guide 
pastilles de diodes de signal : guide de sélection 

Schottky diodes 

3A 

1A 

0,5A 

0,3A 

0,2A 

0,1A 

50mA 

30mA 

20mA 

10mA 

5 

[==:J General purpose 

_ RF and ultra fast switching 

10 

*IF maximum forward current at which VF is specified • 

BYV 

BAT 48 

~BAT 43 

15 20 30 40 50 

251 

70 

IBAT 461 

ID" ~ 1 
."" 

100 VRRM 

(V) 
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small signal diode chips 
pastilles de diodes de signal 

General purpose and switching diodes 

Chip Dimension 
A 

(mm) 

J-1N 4448 0,4 x 0,4 

J-1N 4151 0,4 x 0,4 

J-1N 4150 0,4 x 0,4 

J-1N 3595 0,5 xO,5 

J-BAV 21 0,5 xO,5 

J-BA 224- 0,5 x 0,5 
300 

J-BAX 17 0,5 x 0,5 

J-BAX 12 0,5 x 0,5 

oC( 

Applications VRIVRM VF IR C trr 
max. max. max. max. max. 

at IF (mA) at VR (V) at IR max. (mA) 
(V) (V) (nA) (pF) (ns) 

Fast switching 75/100 1 at 100 25 at 20 2 4 at 10 

Fast switching SO/75 1 at 50 50 at 30 2 2 at 10 

High current 50/75 1 at 200 100 at 50 2,5 4 at 200 

fast switching 

Low leakage 125/125 1 at 200 3 at 125 8 3000 at 10 

High voltage 200/250 1 at 100 100 at 200 6 SO at 30 

High voltage 240/300 1 at 100 100 at 240 6 40 at 30 

High voltage 200/200 1,2 at 200 100 at 200 10 120 at 30 

High current 

Controlled 00/120 1,25 at 400 100 at 00 35 SO at 30 

avalanche 

A 

o 
~~';i~~~t : Anode 

,-----_______ Bottom contact: Cathode 
Gold (code nr 2) 

252 

Main type numbers 
Glass case 
007 - 0035 

1N 914, A, B 

1N 916, A, B 

1N 4148/4149/4444 

1 N 4446 - 4449 

1N 4531 

BAY 54-30 - 100 

1 N 3604 - 3606 

1N 4151 - 4154 

1N 3600 

1N 4150 

BAY 41/42/74 

BAW 55 

37 OP 4 

1N 458A 

1N 3595 

1N 3595E/3/E3 

1N 463 

1N 3070/3071 

BAY 19/20/21 

BAW 13 

BA 224-150 - 220 

BA 224-300 

BAX 16/17 

B~W 21A/21B 

BAX 12/14 



Schottky diodes 

Chip Dimension A 

(mm) 

J-BAR 35 0,4 x 0,4 

J-BAT 19 0,4 x 0,4 

J-BAR 10 0,4 x 0,4 

J-BAR 28 0,4 x 0,4 

J-BAT 42 0,4 x 0,4 

J-BAT 48 0,5 x 0,5 

J-BAT 41 0,4 x 0,4 

J-BAT 46 0,5 x 0,5 

J-BYV 10 0,95 x 0,95 

'.' THOMSON-CSF 

small signal diode chips 
pastilles de diodes de signal 

Applications VRM VF 
max. max. 

at IF (mA) 
(V) (V) 

RF and ultra-fast 5 0,34 at 1 
switching 

RF and ultra-fast 10 0,4 at 1 
switching 

RF and ultra-fast 20 0,41 at 1 
switching 

RF and ultra-fast 70 0,41 at 1 
switching 

General purpose 30 0,4 at 10 

General purpose 40 0,4/10 
-0,9/500 

General purpose 100 0,45 at 1 

General purpose 100 0,45 at 10 

General purpose 20 ... 40 0,55 at 1000 

A 

o 

c=J 

Top contact : Anode 
....----------- ~iilver 

IR 
max. 

at VR (V) 
(nA) 

100 at 1 

100 at 5 

100 at 15 

200 at 50 

500 at 25 

2000 at 10 

100 at 50 

2000 at 50 

1000 at 20 .. .40 

~~ Bottom contact: Cathode 
Gold (code nr 2) 
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C Main type numbers 

max. Glass case D035 - D041 
at VR (V) Micropackage TO 236 

(pF) 

1 at 0 BAR 35 

BAT 29 

1,2 at 0 BAT 19 

BAR 19 

BAT 17/53 

1,2 at 0 BAR 10 

BAR 11 

2 at 0 BAR 28 

1N 6263 

BAR 18 

BAS 70 

5 typo at 1 BAT 42/43 

BAR 42/43 

24 typo at 1 BAT 47/48 

2 typo at 1 BAT 41 

6 typo at 1 BAT 46 

200 typo at 0 BYV 10-20 

BYV 10-30 

BYV 10-40 
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micrOI,ackaged devices 
m.icro boi tiers 

general purpose and sv,itching transistor selector guide 
guide de sélection transistors de commutation et usage général 

Case 

* TO 236 (CB-166) 

IC 0,1 ... 0,2A 0,5 ... 0,8A 

~ NPN PNP NPN PNP 
VCEO 

12V 1 BSV 52 1 Œ) 28941 

15V 1 SO 23691 

BCW31 BCW29 
20V BCW 32 BCW 30 

BCW 33 

25V BCX 20 BCX 18 

30V 
BCF 32 BeF 29 SO 2222 
BCF 33 BeF 30 BCV 27* BCV 26* 

32V BCW60 BCW61 BCW65 BCW67 

40V SO 2222A SO 2907 

BCW71 BCW69 BCX 19 BCX 17 
BCW72 BCW70 BCW66 BCW68 

45V BCW81 
BCF 81 BeF 70 
BCX 70 Bex 71 
S0930 

60V 
SO 2484 SO 2907 A 

BCV 47* BCV 46* 

65V 
BCV 71 BCW89 
BCV 72 

80V B~S 64 

100V BSS 63 

120V SO 5400 

140V SO 5550 

150V SO 5401 

160V SO 5551 

250V BFN 22 BFN 23 

300V SO 642 SO 692 

1 BSV 521: Fast switching 
Commutation rapide 

SO 2484 : Low noise 
Faible bruit 

* Darlington 

NB: Most signol transistors and diodes in our general catalog NB : La majorité des diodes et des transistors de signol de notre 
can be supplied in TO 236 case. catalo~ue peut être fournie en bOÎtier T0236. 
Please, consult your nearest sales office. Consu ter nos services commerciaux. 
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micropackaged transistors according to ClfE~ specifications 
transistors en microboitier selon spécification CNET 

Standard catalog Equivalent 

Ref. CNET 
product approoch ln standard case 

Produit etlto/ogu. Equivtll.nt 
.tondo,d tlpp,oeM en home, ckl •• lqw 

TCH 918.3 SOR 918 2N 918 
TeH 918.5 S0918 2N 918 

TCH 2222.3 SOR 2222 2N 2222 
TCH 2222.5 S02222 2N 2222 

TCH 2222 A.3 SOR 2222A 2N 2222A 
TCH 2222 A.5 S02222 2N 2222A 

TCH 2369.3 SOR 2369 2N 2369 
TCH 2369.5 S02369 2N 2369 

TCH 2907.3 SOR 2907 2N 2907 
TeH 2907.5 S02907 2N 2907 

TCH 2907 A.3 SOR 2907A 2N 2907A 
TCH 2907 A.5 S02907 A 2N 2907A 

TCH 2894.R SOR 2894 2N 2894 
TeH 2894 S02894 2N 2894 

TeH 3966.3 S03966 2N 3966 
TCH 3966.5 SOR 3966 2N 3966 

TCH 4393.3 S04393 2N 4393 
TeH 4393.5 SOR 4393 2N 4393 

BFS 17R BFS 17R BFY90/BFT50 
BFS17,BFS17S (1) BFS 17 BFY90/BFT50 

BFR92R, BFR92SR (l) BFR 92R BFR 90 
BFR 92,BFR92S (1) BFR 92 BFR 90 

BFR 93R,BFR93SR (1) BFR 93R BFR 91/BFQ22 
BFR93, BFR93S (1) BFR 93 BFR 91/BFQ22 

(l) Characteristics for special types with suffix S. 
Caractéristiques particulières des types spéciaux repérés par l'indice S. 

BFS17S - h21E > 50 @ VCE = lV, IC = 2 mA 

BFR92S - h21 E = 30 ... 100 @ VCE = 1,5V, IC = 3 mA 

FB < 3 dB @ VCE = 1,5V, IC = 3 mA, RG ,= 500, f = 30 MHz 

BFR 93S - h21E = 30 ... 100 @ VCE = 4V, IC = 20 mA 

FB < 3 dB @ VCE = 4V, IC = 20 mA, RG = 50 0, f = 30 MHz 

258 



Types Maximum 
ratings 

NPN PNP p(tat) VCEO 

(mW) (V) 

BCW31(R) 200 20 
BCW 32(R) 200 20 
BCW 33(R) 200 20 

BCW 29(R) 200 20 
BCW 30(R) 200 20 

BCF 32(R) 200 20 
BCF 33(R) 200 20 

BCF 29(R) 200 20 
BCF 30(R) 200 20 

BCW 71 (R) 200 45 
BCW 72(R) 200 45 
BCW 81 (R) 200 45 

BCW 69(R) 200 45 
BCW 70(R) '200 45 

BCF 81(R) '200 45 
BCF 70(R) 200 45 

BCV 71 (R) 200 60 
BCV 72(R) 200 60 

BCW 89(R) 200 60 

BCW 60 150 32 
BCW 61 150 32 

BCX 70 150 45 
BCX 71 150 45 

BCX 20(R) 310 25 
BCX 18(R) 310 25 

BCX 19(R) 310 45 
BCX 17(R) 310 45 

BCW 65 350 32 
BCW 67 350 32 

BCW 66 350 45 
BCW 68 350 45 

SO 930(R) 200 45 
SO 2484(R) 200 60 

SO 3903(R) 200 40 
SO 3904(R) 200 40 

SO 3905(R) 200 40 
SO 3906(R) 200 40 

SO 5550(R} 200 140 
SO 5551 (R) 200 160 

S05400(R) 200 120 
505401 (R) 200 150 

(1) Available in h21E class A,B,C,O. 

(2) Available in h21E class G,H,J,K. 

(3) Available in F version with FB < 2dB. 

(4) Available in h21 E class A,B,C. 

(5) Available in h21 E class F,G,H. 

§ T ypical value. 

~ THOMSON-CSF 

general pl~rpose transistors 
transistors usage général 

Charaderistics at 25°C 

h21E @ IC VCE(sat) @ IC/IB Ir C22b FB toff Marking* 
1 kHz 

min max max min max max max 

(mA) (V) (mA) (MHz) (pF) (dB) (ns) 

110 220 2 0,25 10/ 0,5 300§ 4 10 Dl (04) 
200 450 2 0,25 10/ 0,5 300§ 4 10 02 (05) 
420 800 2 0,25 10/ 0,5 300§ 4 10 03 (06) 
120 260 2 0,3 10/ 0,5 150§ 7 10 Cl (C4) 
215 500 2 0,3 10/ 0,5 150§ 7 10 C2 (CS) 

200 450 2 0,25 10/ 0,5 300§ 4 4 07 (077) 
420 800 2 0,25 10/ 0,5 300§ 4 4 08 (081) 
120 260 2 0,3 10/ 0,5 150§ 7 4 C7 (Cl7) 
215 500 2 0,3 10/ 0,5 150§ 7 4 C8 (C9) 

110 220 2 0,25 10/ 0,5 300§ 4 10 K1 (K4) 
200 450 2 0,25 10/ 0,5 300§ 4 10 K2 (K5) 
420 800 2 0,25 10/ 0,5 300§ 4 10 K3 (K31) 
120 260 2 0,3 10/ 0,5 150§ 7 10 Hl (H4) 
215 500 2 0,3 10/ 0,5 150§ 7 10 H2 (H5) 

420 800 2 0,25 10/ 0,5 300§ 4 4 K9 (K91) 
215 500 2 0,3 10/ 0,5 150§ 7 4 H7 (H71) 

110 220 2 0,25 10/ 0,5 300§ 4 10 K7 (K71) 
200 450 2 0,25 10/ 0,5 300§ 4 10 K8 (K81) 
120 260 2 0,3 10/ 0,5 150§ 7 10 H3 (H31) 

120 630(1) 2 0,35 10/ 0,25 125 4,5 6 (3) 800 AA-AO 
120 630(1) 2 0,25 10/ 0,25 180§ 6 6 (3) 800 BA-BD 

120 630(2) 2 0,35 10/ 0,25 125 4,5 6 800 AG-AK 
120 630(2) 2 0,25 10/ 0,25 180§ 6 6 800 BG-BK 

100 600 100 0,62 500/50 200§ 5 § U2 (U5) 
100 600 100 0,62 500/50 100§ 8 § T2 (T5) 

100 600 100 0,62 500/50 200§ 5 § U1 (U4) 
100 600 100 0,62 500/50 100§ 8 § Tl (T4) 

100 630(4) 100 0,3§ 100/10 100 12 10 400 EA-EC 
100 630(4) 100 0,3 100/1 0 100 18 10 DA-OC 

100 630(5) 100 0,3§ 100/10 100 12 10 400 EF-EH 
100 630(5) 100 0,3 100/10 100 18 10 OF-OH 

100 300 0,01 1 10/ 0,5 30 8 3 N08 (008) 
100 500 0,01 0,35 1/ 0,1 60 6 3 N05 (005) 

50 150 10 0,3 50/ 5 250 4 N72 (072) 
100 300 13 0,3 50/ 5 300 4 N71 (071) 
50 150 10 0,4 50/ 5 250 4,5 P26 (J26) 

100 300 10 0,4 50/ 5 250 4,5 P25 (J25) 

60 250 10 0,25 50/ 5 100 6 10 N79 (079) 
80 250 10 0,20 50/ 5 100 6 8 N80 (080) 
40 180 10 0,25 50/ 5 100 6 8 P32 (J32) 
60 240 10 0,25 50/ 5 100 6 8 P33 (J33) 

(1) Disponib/e en classes A, B, C D de h 21 E 
(2) Disponible en classes G, H, l K de h21E 

(3) Disponible en version F avec FB < 2dB. 
(4) Disponible en classes A, B, C de h21E 

(5) Disponib/e en classes ~ G, H de h21E 

§ Valeur typique. 

* Marking into brackets, refer to reverse pin configuration R. * Marquage entre parenthèses, se référer au brochage R. 
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Typel Maximum 
ratlngl 

~ lHOMSON-CSF 

switching transistors 
transistors de commutation 

Characteriitici at 25°C 

NPN PNP p(tot) VCEO h21E @ IC VCE(lat) @ IC/IB Ir C22b FB 

(mW) (V) 

B5V 52(R) 200 12 

B5R 13(R) 200 30 
B5R 14(R) 200 40 

B5R 15(R) 200 40 
B5R 16(R) 200 60 

B5563(R) 200 100 
B5564(R) 200 80 

502369(R) 200 15 
502894(R) 200 12 

502222 (R) 250 30 
502222A(R) 250 40 

502907 (R) 250 40 
502907A(R) 250 60 

Typel Pola- Maximum 

rit y ratlngl 

Ptot VCEO 

(mW) (V) 

50918(R) N 200 15 
BFQ 31 (R) N 200 15 
BFQ 31A(R) N 200 15 

BF517(R) N 200 15 

BFR 92(R) N 180 15 
BFR 93(R) N 180 12 

BF518(R) N 200 20 
BF519(R) N 200 20 
BF 554 N 110 20 

BF520(R) N 200 20 
BF 599 N 110 25 

50679 P 200 35 

BFN 22 N 310 250 
BFN 23 P 310 250 

50642 N 350 300 
50692 P 350 300 

§ Typical value. 

1 kHz 
min max max min max max 

(mA) (V) (mA) (MHz (pF) (dB) 

40 120 10 0,4 50/ 5 400 4 

100 300 150 0,4 150/15 250 
100 300 150 0,3 150/15 300 
100 300 150 0,4 150/15 200 
100 300 150 0,4 150/15 200 

30 25 0,25 25/ 2,5 50 3 § 
20 10 0,2 50/15 60 5 

40 120 10 0,25 10/ 0,5 500 4 
40 150 30 0,2 30/ 3 400 6 

100 300 150 0,3 150/15 250 8 
100 300 150 0,3 150/15 300 8 4 
100 300 150 0,4 150/15 200 8 
100 300 150 0,4 150/15 200 8 

radio frequency transistors 
transistors haute fréquence 

Characteriitici at 25°C 

Ir@ IC CCB@ VCB GpE@ IC - f F@ IC 
_ f 

C22b* GUM* 
min max min max 

(MHz) (mA) (pF) (V) (dB) (mA) (MHz) (dB) (mA) (MHz) 

600 4 1,7· 10 15 6 200 6 1 60 
600 4 1,7* 10 15 6 200 6 1 60 
600 4 1,7· 10 15 6 200 6 1 60 

1300 25 0,6 § 10 16 *§ 10 500 2 § 2 500 

5000§ 14 0,7 § 10 18 *§ 14 500 2,4§ 2 500 
5000§ 30 0,8 § 5 16,5*§ 30 500 1,9§ 2 500 

200§ 1 O,85§ 10 4 § 1 100 
260§ 1 O,85§ 10 4 § 1 100 
260§ 1 O,85§ 10 1,5§ 1 0,2 

275§ 5 O,35§ 10 
550§ 5 O,35§ 10 43 § 7 35 

850§ 3 O,45§ 10 12(1)§ 3 800 3,7§ 3 800 

60 10 1,6 30 
60 10 1,6 30 

50 10 3 20 
50 10 6 20 

§ Valeur typique. 

toff Marking* Pin out 

max 
(ni) 

lB B2(B4) C*E U7 (U71) 
U8 (U81) 
T7 (T71) 
T8 (T81) B 

T3 (T6) N 
1000 U3 (U6) 

18 N11 (011) c*" 90 P06 (J06) 

N13 (013) 
285 N20 (020) 
200 P05 (J05) E 
200 P03 (J03) (R) 

Marking* Pin out 

N10 (010) 

*E 52 (53) 
54 (55) 

El (E4) 

Pl (P4) B 
R1 (R4) 

F1 (F4) 
N 

F2 (F5) 
CC 

G1 (G4) 
NB .c«" P18 

HB 
HC 

N91 
P39 (R) 

* Marking into brackets, refer to reverse pin configuration R. • Marquage entre parenthèses: se référer au brochage R. 
(1) Common base. (1) Base commune. 
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Typel V(BR) GSS 
min 
(V) 

SO 4416 30 

BFR 30 (R) 25 
BFR 31 (R) 25 

SO 245 A (R) 30 
SO 245 B (R) 30 
SO 245 e (R) 30 

SO 3966 IR) 30 

BSR 56 40 
BSR 57 40 
BSR 58 40 

SO 4091 (R) 40 
SO 4092 (R) 40 
SO 4093 (R) 40 

SO 4391 (R) 40 
SO 4392 (R) 40 
SO 4393 (R) 40 

SO 5432 (R) 25 
SO 5433 (R) 25 
SO 5434 (R) 25 

(1) Vn (ID = 200~A VDS = 10V 

§ Typical value, 

~, ntOMSON-CSF 

n channel f:ield effect transistors 
transistors à effet de champ canal n 

IGSS IDSS VGSoH l'DSon toH CllSS C12SS Y21S FB@ f 

max min max min max max max max max min max max 
(nA) (mA) (V) (0) (ni) (pF) (pF) (mS) (dB) (MHz) 

0,1 5 15 - 6 4 0,9 4,5 7,5 4 400 

0,2 4 10 - 5 4 1,5 1 4 (1) 
0,2 1 5 - 2,5 4 1,5 1,5 4,5 (1) 

5 2 6,5 -0,5 - 8 4§ 1,1§ 3 6,5 
5 6 15 -0,5 - 8 4§ 1,1§ 3 6,5 
5 12 25 -0,5 - 8 4§ 1,1§ 3 6,5 

0,1 2 -4 - 6 220 100 9 1,5 

1 50 -4 -10 25 25 5 
1 20 100 -2 - 6 40 50 5 
1 8 80 -0,8 - 4 60 100 5 

0,2 30 -5 -10 30 40 28 5 
0,2 15 -2 - 7 50 60 28 5 
0,2 8 -1 - 5 80 80 28 5 

0,1 50 150 -4 -10 30 35 26 4 
0,1 25 75 -2 - 5 60 55 26 4 
0,1 5 30 -0,5 - 3 100 80 26 4 

0,2 150 -4 -10 5 36 30 15 
0,2 100 -3 - 9 7 36 30 15 
0,2 30 -1 - 4 10 36 30 15 

f = 0,6 ... 100 Hz) : max 0,,5 ~V. 

§ Valeur typique. 

Marking* Pin out 

FOl 

Ml (F13) 
M2 (F14) 

F 21 (F24) 

~ F 12 (F20) 
F 25 (F26) 

F09 (F29) 

M4 N 
M5 
M6 

F02 (F22) 
F10 (F30) 

~D Fll (F31) 

F03 (F23) 
F07 (F27) 1; S 
F08 (F28) 

F15 (F16) (R) 

F17 (F18) 
F19 (F32) 

• Marking into brackets, réer to reverse pin configuration R. * Marquage entre parenthèses, se référer au brochage R. 

Typel 

NPN PNP 

SO 517 
BeV 27 

BeV 26 
BeV 47 

BeV 46 

§ Typical value, 

Types 

VDRM 

(V) 

SO BRY 55.30 (R) 30 
SO BRY 55.60 (R) 60 
sa BRY 55,100 (R) 100 
SO BRY 55.200 (R) 200 

general plL1rpOSe darlingtons 
darlingtons usage général 

Maximum 
ratingl 

p(tot) VCEO h21E @ IC 

min 
(mW) (V) (mA) 

350 30 30K 100 
350 30 20K 100 
350 30 20K 100 
350 60 10K 100 
350 60 10K 100 

Maximum ratlngs 

VRRM ITrms ITSM 
tp = 10 mIS 

Tc = 25°C 

(V) (A) (A) 

30 0,45 4 
60 0,45 4 

100 0,45 4 
200 0,45 4 

Characteriitici at 25°C 

VCE(lat) @ IC/IB Er C22b 

max min max 
(V) (mA) (MHz) (pF) 

1 100/1 220§ 3,5§ 
1 100/1 200§ 3,5§ 
1 100/1 200§ 3,5§ 
1 100/1 200§ 3,5§ 
1 100/1 200§ 3,5§ 

§ Valeur typique. 

thyristors 
thyristors 

FB 
1 kHz 
max 
(dB) 

Characteristics at 25°C 

l'oper IGT di/dt dv/dt 

Tc =25°C 
max max typ 

:0C) (mA) (A/~s) (V/~s) 

-40+ 125 0,2 100 10 
-40+ 125 0,2 100 10 
-40+ 125 0,2 100 10 
-40+ 125 0,2 100 10 

toH Marking 

max 
(ns) 

N94 
FF 
FD 
FG 
FE 

tq Marking* 

Ti = 
25°C 
typ 
(~s) 

8 D 52 (D65) 
8 D 66 (D67) 
8 D 78 (D79) 
8 D 87 (D82) 

• Marking into brackets, refer to reverse pin configuration R. • Marquage entre parenthèses, se référer au brochage R. 
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Pin out 

~ CliIB 

Pin out 

~K 
N 

~~A1 
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general purpose and switching diodes 
diodes d'usage général et de commutation 

Typel Maximum ratingl Characteriitici at 25°C Marking Pin out 

VR IF (AV) VF @ IF IR @ VR IR @ VR C 

VRM* Tamb= 150°C 
max max max max 

(V) (mA) (V) (mA) (nA) (V) (l'A) (V) (pF) 

BAL 74 50 70 1 100 100 50 100 (2) 50 2 

BAL 99 70 70 1,3 100 2500 70 50 70 1,5§ 

BAR 74 50 70 1 100 100 50 100 (2) 50 2 
SD 914 75 100 1 10 5000 75 50 20 4 
BAS 16 75 100 (4) 1,3 100 1000 75 30 25 2 
SO BAX12 90 (3) 150 1,25 400 100 90 100 90 35 

BAS 19 100 200 1 100 100 100 100 100 5 
BAS 20 150 200 1 100 100 150 100 150 5 
BAS 21 200 200 1 100 100 200 100 200 5 

BAY 85 300· 100 1 100 100 240 10 (1) 240 6 

BAR 99 70 70 1,3 100 2500 70 50 70 1,5§ 

BAW 56 70 70 1,3 100 2500 70 30 25 2 

BAV 74 50 70 1 100 100 50 100 (2) 50 2 
BAV 70 70 100 (4) 1,3 100 5000 70 60 25 1,5 

BAV 99 70 70 1,3 100 2500 70 30 25 1,5§ 
BAY 84 90 (3) 150 1,25 400 100 90 100 90 ' 35 
BAY 85S 300· 100 1 100 100 240 10 (1) 240 6 

(1) Tamb = 1000
( (3) V(BR) @ IR = lmA: 120 ... 175V § Typical value. 

(4) tp = 0,5 ms Valeur typique. (2) Tamb = 125°( 

Typel Maximum ratingl 

VR IF IR @ 

max 

(V) (mA) (nA) 

BAT 18 35 100 100 

BAT 18 OK 35 100 100 

switch diodes 
diodes interrupteurs 

Characteriitici at 25°C 

VR VF @ IF C @ VR 

max max 

(V) (V) (mA) (pF) (V) 

20 1,2 100 1 20 

20 1,2 100 1 20 
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trr @ IF 

max 

(ni) (mA) 

2 10 JC K~:, i ne 

6 10 JF .K ! ne 

2 10 JB 
4 10 001 
6 10 A6 

.~ i 50 30 DA2 

50 30 A8 
50 30 A81 
50 30 A82 

40 30 053 

6 10 JG ."C ! 
6 10 Al .KI t K2 

2 10 JA .' r 6 10 A4 
A2 

6 10 A7 r 50 30 049 

• K2 
40 30 OB6 K1 

A2 

ri @ IF Marking Pin out 

max 

(0) (mA) 

0,7 5 A2 ~oci 
0,7 5 084 ~A,r 



Type. Maximum rating. 

VRM IF IR @ VR 

max 

(V) (mA) (",A) (V) 

BAT 17 4 30 0,25 3 
BAT 53 10 30 0,1 5 
BAR 18 70 30 0,2 50 
BAR 42 30 100 0,5 25 
BAR 43 30 100 0,5 25 

N BAS 70-06 70 30 0,2 50 
BAR 43 A 30 100 0,5 25 

N BAS 70-05 70 80 0,2 50 
BAR 43 C 30 100 0,5 25 

BAT 17 OS 4 30 0,25 3 
N BAS 70-04 70 30 0,2 50 

BAR 43 S 30 100 0,5 25 

(1) Mixer noise figure. 

(2) Minority carrier lifetime (Krakauer method). 

N : New product. 

§ Typical value. 

Type. Maximum rating. 

VR IF IR @ VR 
max 

(V) (mA) (",A) (V) 

BA 579 A 30 20 1 10 

BA 579 C 30 20 1 10 

BA 579 S 30 20 1 10 

~, 1HOMSON-CSF 

scb.ottky diodes 
diodes schottky 

Cha racteri.tic. at 25 ° C 

VF @ IF C @ VR 

min max max 
(V) (mA) (pF) (V) 

0,6 10 1 0 
0,4 1 1,2 0 
0,41 1 2 0 
0,4 10 5 1 

0,26 0,33 2 5 1 

0,41 1 2 0 
0,26 0,33 2 5 1 

0,41 1 2 0 
0,26 0,33 2 5 1 

0,6 10 1 0 
0,41 1 2 0 

0,26 0,33 2 5 1 

Dynamic 
paramete,. 

F < 7dB @ 1000MHz(1) 
T < 120ps @ 10mA(2) 
T < 100ps @ 5mA(2) 
trr < 5ns @ 10mA 
trr < 5ns @ 10mA 

T < 100ps @ 5mA(2) 
trr < 5ns @ 10mA 

T < 100ps @ 5mA(2) 
trr < 5ns @ 10mA 

F < 7 dB @ 1000MHz(1) 
T < 100ps @ 5mA(2) 
trr < 5ns @ 10mA 

(1) Facteur de bruit mélangeur. 

Marking Pin out 

A3 

~nci 062 
076 
094 
095 

098 A~Klt OB1 

097 ~A1r OB2 

085 Al~ } 096 
K2 

OA5 
Kl 

A2 

(2) Durée de vie des porteurs minoritaires (méthode de Kralcauer). 

VF @ 

max 
(V) 

1 

1 

1 

N: Nouveau produit. 

§ Valeur typique. 

PI. diodes 
diodes PIN 

Characteri.tic. at 25°C 

IF C @ VR r. 
typ max 

(m~~) (pF) (V) (0) 

20 0,35 1 6,5 

20 0,35 1 6,5 

20 0,35 1 6,5 
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@ IF 

(mA) 

10 

10 

10 

r. @ IF Marking Pin out 
typ 

(0) (",A) 

1500 10 073 ~"t 
1500 10 074 ~Alt 

~ r K2 

1500 10 075 Kl 

A2 



Types VZT 
min max 

(V) 

BZX 84 C 3V3 3,1 3,5 
BZX 84 C 3V6 3,4 3,8 
BZX 84 C 3V9 3,7 4,1 
BZX 84 C 4V3 4,0 4,6 
BZX 84 C 4V7 4,4 5,0 

BZX 84 C 5V1 4,8 5,4 
BZX 84 C 5V6 5,2 6,0 
BZX 84 C 6V2 5,8 6,6 
BZX 84 C 6V8 6,4 7,2 
BZX 84 C 7V5 7,0 7,9 

~ THOMSON-CSF 

voltage regulator diodes 
diodes de régulation de tension 

rZT @ IZT rZK @ IZK aVz IR @ VR 

max max typ max 

(0) (mA) (0) (mA) (%/0C) (ILA) (V) 

85 5 600 1 -0,06 2 1 
85 5 600 1 -0,06 2 1 
85 5 600 1 -0,06 2 1 
80 5 600 1 -0,05 1 1 
80 5 500 1 -0,03 3 2 

60 5 480 1 +0,02 2 2 
40 5 400 1 +0,03 1 2 
10 5 150 1 +0,04 3 4 
15 5 80 1 +0,05 2 4 
15 5 80 1 +0,05 1 5 

IZM Marking Pin out 

(mA) 

47 W6 
45 W7 
43 W8 
40 W9 
38 Z 1 

35 Z2 
32 Z3 
28 Z4 
25 Z5 
23 Z6 

BZX 84 C 8V2 7,7 8,7 15 5 80 1 +0,06 0,7 5 21 Z7 

K~", BZX 84 C 9V1 8,5 9,6 15 5 100 1 +0,06 0,5 6 18 l8 
BZX 84 C 10 9,4 10,6 20 5 150 1 +0,07 0,2 7 16 19 
BZX 84 C 11 10,4 11,6 20 5 150 1 +0,07 0,1 8 15 Y 1 
BZX 84 C 12 11,4 12,1 25 5 150 1 +0,07 0,1 8 13 Y2 ïCA 
BZX 84 C 13 
BZX 84 C 15 
BZX 84 C 16 
BZX 84 C 18 
BZX 84 C 20 

BZX 84 C 22 
BZX 84 C 24 
BZX 84 C 27 
BZX 84 C 30 
BZX 84 C 33 
BZX 84 C 36 
BZX 84 C 39 

BZX 84 C 43 
BZX 84 C 47 
BZX 84 C 51 
BZX 84 C 56 
BZX 84 C 62 
BZX 84 C 68 
BZX 84 C 75 

12,4 14,1 30 5 170 1 +0,08 0,1 8 12 Y3 
13,8 15,6 30 5 200 1 +0,08 0,05 O,7VZT 11 Y4 
15,3 17,1 40 5 200 1 +0,08 0,05 0,7VZT 10 Y5 
16,8 19,1 45 5 225 1 +0,08 0,05 0,7VZT 9,2 Y6 
18,8 21,2 55 5 225 1 +0,08 0,05 0,7VZT 8,3 Y7 

20,8 23,3 55 5 250 1 +0,09 0,05 0,7VZT 7,6 Y8 
22,8 25,6 70 5 250 1 +0,09 0,05 0,7VZT 7,0 Y9 
25,1 28,9 80 2 300 0,5 +0,09 0,05 0,7VZT 6,2 y 10 
28,0 32,0 80 2 300 0,5 +0,09 0,05 0,7VZT 5,6 Yll 
31,0 35,0 80 2 325 0,5 +0,09 0,05 0,7VZT 5,0 y 12 
34,0 38,0 90 2 350 0,5 +0,09 0,05 0,7VZT 4,6 y 13 
37,0 41,0 130 2 350 0,5 +0,09 0,05 0,7VZT 4,3 y 14 

40,0 46,0 150 2 375 0,5 +0,09 0,05 0,7VZT 3,9 y 15 
44,0 50,0 170 2 375 0,5 +13,09 0,05 O,7VZT 3,6 y 16 
48,0 54,0 180 2 400 0,5 +0,09 0,05 0,7VZT 3,3 y 17 
52,0 60,0 200 2 425 0,5 +0,09 0,05 0, 7VlT 3,0 y 18 
58,0 66,0 215 2 450 0,5 +0,09 0,05 0,7VZT 2,7 y 19 

64,0 72,0 240 2 475 0,5 +0,09 0,05 0,7VZT 2,5 y 20 
70,0 80,0 255 2 500 0,5 +0,09 0,05 0,7VZT 2,2 y 21 

temperature compensated voltage reference diodes 
diodes de référence de tension compensées en température 

l 

Types VZT rZT @ IZT Test temperatures 6.VZT aVZT Marking Pin oui 

max Temp.rgtures de mesure max max 

(V) (0) (mA) (oC) (V) (10-6/ 0C) 

BZV 53 A 6,2 5% 15 7,5 -55,0, + 25, + 75, + 10O 0,096 ~ 100 DA 6 ,"",~ connexlo 
BZV 53 B 6,2 5% 15 7,5 -55,0, + 25, + 75, + 10O 0,048 ~ 50 DA 7 
BZV 54 A 6,4 5% 200 0,5 -55,0, + 25, + 75, + 10O 0,099 1Ie 100 DA 8 
BZV 54 B 6,4 5% 200 0,5 -55,0, + 25, + 75, + 10O 0,050 ~ 50 DA 9 2îîîîii A 
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TO 236 super 8 tape and reel packaging 
conditionnemerlt S"Llr bande super 8 des TO 236 

Tape dimensions and device position 
Position du dispositiF dans la banae et dimensions de celle-ci 

AO 

DO 

Direction of unreeling 
Sens de déroulement 
~ 

w 

Embossed aluminium carrier tape 
Bande alvéolée en aluminium K 

Polystyrene fixing tape bonded to the carrier 
Bande de fermeture en polystyrène thermosoudée 

Cross section A - A 
Coupe A - A 

Tape width 
Largeur de bande 

Carrier tape thickness 
Epaisseur de la bande alvéolée 

Pitch of the sprocket holes 
Ecartement des trous 

Diameter of the sprocket holes 
Dia'mètre des trous 

Distance ho le centerltape edHe 
Distance trous/bord de band/~ 

Distance hole/compartment (cent to cent) 
Distance centres trous/alvéol/~ 

Compartment depth 
Profondeurs alvéoles 

Overall thickness 
Epaisseur totale 

Angle of compartment sides 
Angle des côtés de l'alvéole 

Radii of compartment 
Rayons de courbure de l'alvéole 

Compartment dimensions at reference plane level 
Dimensions de l'alvéole au niveau du plan de référence 

Distance HO 
Distance HO 

Compartment hole diameter 
Diamètre du trou dans l'alvéole 

Fixing tape width 
Largeur de la bande fermeture 

Missing components : 
0,5% max. 
3 consecutive components maximum. 

Symbol 

Symbole 

W 

T 

PO 

DO 

E 

F 
P2 

KO 

K 

a 

Rl 

R2 

R3 

AO 
BO 

HO 

Dl 

Wl 
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Value Tolerance 

Valeur Tolérance 

8 ± 0,2 

0,3 max. 

4 ± 0,1 

1,5 
+ 0,1 

-° 
1,75 ± 0,1 

3,5 ± 0,05 
2 ± 0,05 

1,3 
+ 0,1 

-° 
1,8 max. 

15° max. 

° + 0,1 

0,25 +0 
- 0,1 

° + 0,1 

2,95 + 0,1 
2,55 + 0,1 

0,3 + 0,11- 0,05 

1 + 0,11- ° 
5,5 ± 0,25 

Composants manquants : 
0,5% max. 

Note 

Remarque 

Cumulative pitch error : 
± 0,1 mm per 10 pitches 

Erreur cumulée sur le pas: 
:f: 0, 1 mm pour 10 pas 

Applies to ail 4 sides 
Applicables aux 4 côtés 

Between inner side of compartment bottom 
and reference plane 
Entre le fond de l'alvéole 
et le plan de référence 

3 composants consécutifs au maximum. 



~ THOMSON-CSF 

~o 236 super 8 tape and reel packaging 
conditionnement sur bande super 8 des TO 236 

Reeling 
Bobinage 

- Leading and trailing end of the tape 
Constitution âu âéhut et âe la lin âe la hanâe 

- Reel 
Bohine 

c 

Empty compartments 
Logements ffvidesJl 

40 mm min. 

(10 positions min.) 

Tape trailing end 
Fin de bande 

Dimensions in mil1imeters 
Dimensions en millimètres 

Quantity p.r , •• 1 : 3000 pi.c •• 
Pelling force of the fixing tape: 0,2 to 1 N 
(in 180 0 backward direction) 

Unreeling direction 
Sens de déroulement 

2 ± 0,5 

, , 
\ 
\ 

- 1 

21 ± 0,5 
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.. 

B 

Empty compartments 
Logements ffvidesJl 

400 mm min. 

(100 positions min.) 

Tape leading end 
Début de bande 

r--

label 
Etiquette 

--

1--

2 ± 0,1 

A 

Red adhesive tape for fixing 
Scotch rouge de fixation 

20 mm min. 

50 mm max. 

+1 
0-

'" 
~ 

Quantité par bobine : 3000 pitiee. 
Force d'arrachement de la bande plastique: 
0, 2 à 1 N (direction de la force: 180 0 arrière) 



MOULDED llRIDGES AND MODULES 
PONTS MOULÉS ET MODULES 
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VRRM VRMS 
recom-

Types mended 

(V) (V) 

0,6 A 1 Tconnexions = sooe· 

B 40C 600 100 40 
B 80C 600 200 80 
B 125C 600 300 125 
B 250C 600 600 250 
B 380C 600 900 380 

0,8 AI Tconnexions = sooe· 

110 A 05 50 20 
110 A 1 100 40 
110 A 2 200 80 
110 A 4 400 160 
110 A 6 600 250 
110 A 8 800 380 

0,8 AI Tconnexions = sooe· 

B 40C 800 100 40 
B 80C 800 200 80 
B 125C 800 300 125 
B 250C 800 600 250 
B 380C 800 900 380 

lA 1 Tconnexions = sooe· 

B 40C 1000 100 40 
B 80C 1000 200 80 
B 125C 1000 300 125 
B 250C 1000 600 250 
B 380C 1000 900 380 

1,5 AI Tconnexions = sooe· 

110 B 05 50 20 
110 B 1 100 40 
110 B 2 200 80 
110B 4 400 160 
1108 6 600 --250 
110B 8 800 380 

• at 1 cm from case, 

~ lHOMSON-CSF 

single phase moulded bridges 
ponts monophasés moulés 

Id Id R C Idsm 
on resistive on capacitive min. max. lOms 

-Ioad load 
surchGrg. surchGrg. 
r.sistiv. capacitiv. 

(A) (A) (0) ("F) (A) 

Tconnex = 
45°C 

1,5 4000 
2,5 2500 

0,8 0,6 4,5 1000 30 
8,5 500 

13 200 

1,5 7000 
2,5 2500 

0,8 0,6 4 1500 15 7 1000 
12 500 
16 250 

Tconnex = 
45°C 

1 5000 
2 2500 

1 0,8 4 1000 45 
8 500 

12 200 

Tconnex = 
45°C 

1 5000 
2 2500 

1,2 1 4 1000 45 
8 500 

12 200 

0,7 10000 
1,2 4000 

1,5 1,2 2 2500 30 4 1500 
6 800 
8 400 

• à 1 cm du boÎtier. 
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IR per diode 
@VR 

25·C 125·C Case 

("A) (mA) 

10 1 

' 10 1 

JI 
10 1 

CB-198 

10 1 

10 1 



VRRM VRMS 
recom-

Types mended 

(V) (V) 

1,5 AI Tconnexions = 45°C· 

B 40C 1500 100 40 
B 80C 1500 200 80 
B 125C 1500 300 125 
B 250C 1500 600 250 
B 380C 1500 900 380 

3A 1 Tomb = 70°C·· 

BV 204.115 50 25 
BA 204.115 100 50 
BB 204.115 200 80 
BD 204.115 400 150 
BF 204.115 600 250 
BH 204.115 800 380 

3A 1 Tomb = 70°C·· 

B 20e - 3200/2200 50 20 
B 40e - 3200/2200 100 40 
B BOe - 3200/2200 200 80 
B 125e - 3200/2200 300 125 
B 2S0e - 3200/2200 600 250 
B 3aoe - 3200/2200 900 380 

~ lHOMSON-CSF 

single phat,e moulded bridges 
ponts monophasés moulés 

Id Id R C Idsm 
on reslstive on capacitive min. max. 10 ms 

load load 
.urchDrge .uj"chDrge 
r •• i.tive cG/IGcitive 

(A) (A) ( 0) (J'F) (A) 

1 5000 
2 2500 

1,6 1,5 4 1000 45 
8 500 

12 200 

Tamb = 1amb = 
45°C·· ,~5°C· .. 

0,25 20000 
0,5 10000 

4 3,3 0,8 7000 80 1,5 5000 
2,5 2000 
3,5 1000 

Tam~ = Tamb = 
45° •• ·~5°C" 

0,25 20000 
0,5 10000 

4 3,3 0,8 7000 80 1,5 5000 
2,5 2000 
3,5 1000 

IR per diode 
@VR 

25°C 125°C 

(J'A) (mA) 

10 1 

10 1 

10 1 

controlled avalanche series série avalanc he cc 'nfrolée 

VRRM V(BR)R Id Idsm IR@ VR Pmax 

= @ IR = 100 uA (10 J's) 
Type VR (V) 10 ms (J'A) 

Tamb = Tamb = 
(V) min. m ax. (A) (A) 25°C 125°C (W) 

1,5 A 1 Tconnexions = 50°C· 

110 BHZ 700 800 1400 1,5 30 10 1000 2000 

.. ot 1 cm from case. .. à 7 cm du bOÎtier . 

... on chassis. .. .. sur chassis. 
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Case 

-CB-198 

'" CB-199 

Case 

~ 
CB-198 



N 
N 
N 

S,SA (3) 

GB 230 82 
GD23082 
GF 230 82 

10A (1) 

BY 36931 
BA 36931 
BB 36931 
BD 36931 
BF 36931 
BH 36931 

12A (2) 

BY 741 931 
BA 741 931 
BB 741 931 
BD 741 931 
BF 741 931 
BH 741 931 

12A (2) 

BY 37741931 
BA37741931 
BB 37741 931 
BD37741931 
BF 37741 931 
BH 37741 931 

12A (2) 

BY 37741 931 AS 
BA 37741 931 AS 
BB 37741931 AS 
BD 37741 931 AS 
BF 37741 931 AS 
BH 37741 931 AS 

2SA (2) 

GY 37931 
GA37931 
GB 37 931 
GD37931 
GF 37 931 
GH37931 

(1) Tcase = 80 0
( 

(2) T case = 60 0
( 

(3) T case = 55°( 

Types 

fJ THOMSON-CSF 

moulded bridges 
ponts moulés 

VORM VRMS 

Use 
or recom-

Fonction VRRM mended 

(V) (V) 

fi: 200 140 
400 280 
600 420 

Idsm 
10 ms 

(A) 

50 

15A (1) 25A (2) 35A (3) 

BY 38931 BY 37931 BY 39931 + 50 25 
BA 38931 BA 37931 BA 39931 ~o~ 

100 50 200/10A 
BB 38931 BB 37931 BB 39931 200 80 240/15A 
BD 38931 BD 37931 BD 39931 400 150 400125A 
BF 38931 BF 37931 BF 39931 600 250 400/35A 
BH 38931 BH 37931 BH 39931 800 380 

~û~ 
50 25 

100 50 
200 80 150 
400 150 
600 250 
800 380 

+ 50 25 

~o~ 100 50 
200 80 150 400 150 
600 250 
800 380 

~û-
50 25 

100 50 
200 80 
400 150 

150 

600 250 
800 380 

rn~~ 
50 25 

100 50 
200 80 400 400 150 
600 250 
800 380 

N : New product. Insulating voltage 2500 VRMS for 931 moulding. 
Nouveau produit. Tension d'isolement 2500 VeffPour le mouloge 931. 
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IR per le9 IGT 
par bras 

Case 
25°C 1 125°C 
(~A) (mA) (mA) 

~ 3 0,075 -
100O( 

(B-430 

100 1 - e 
(B-200 

100 3 40 • (B-335 

100 3 40 

Il 
CB-361 

100 3 40 

100 1 -

" (B-237 



Types 

15 A 1 

DY 37931 
DA 37931 
DB 37931 
DO 37931 
DF 37931 
DH 37931 

30A 1 

NIC Y 37931 
NIC A 37931 
NIC B 37931 
NIC 0 37931 
NIC F 37931 
NIC H 37931 

12 A 1 

DY 37741 931 
DA 37741 931 
DB 37741 931 
DD 37741 931 
DF 37741 931 
DH 37741 931 

12 A 1 

Dy 741 37931 
DA 741 37931 
DB 741 37931 
DD 741 37931 
DF 741 37931 
DH 741 37931 

12 A 1 

DY 741 931 
DA 741 931 
DB 741 931 
DO 741 931 
OF 741 931 
DH 741 931 

VORM 
or 

VRRM 

(V) 

50 
100 
200 
400 
600 
800 

~~ ntOMSON-CSF 

«pack 98;1» diode 1 thyristor 
modules diode/thyristor «pack 931» 

Il 

IFSM/ITSM IR per le9 
par hras 

Use 
10 ms RGIC = 1 ka @VR 

l:IGT 
25°C 125°C Fonction 

(A) (mA) (#LA) (mA) 

-

400 10 1 l l - .1 ~ 

Tcase = 60°C 

50 
100 ..... .. 
200 

400 - 10 1 t 400 i: 600 
800 

50 
100 -

+ 

J 

1 N 

+ 

1 c 

G + 
200 

150 40 100 3 r r .; r 400 .1 600 
800 

Tcase = 60°C 

50 
100 - G N + 

200 
150 40 100 3 1 JI r 400 .1 

600 
800 

Tcase = 60°C 

50 
100 
200 

150 
400 

100 3 40 

600 
800 

Case 

• CB-236 

• CB-200 

CB-237 

Insulating voltage 2500 VRMS for 931 mouk:ling. Tension d'isolement 2500 Veff pour le moulage 931. 
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• Large contact surface. 

,., THOMSON-CSF 

«pack 934» diode 1 thyristor 
modules diode/thyristor «pack 934» 

• Screw tightening for connector and 
bar, or cable grip available. 

• Serrage par vis des barrettes ou 
cosses. Possibilité de cavalier. 

• Long insulation distances. 

• Grande surface de contact. • Lignes de fuite importantes. 

• Non rigid terminais for ~Iimination of 
mechanical stress. 

• Ecrous imperdables et connexions non rigides: 
élimination des contraintes mécaniques. 

• Metallocking in reliable fixing. 
• Fixation avec insert métallique: 

fiabilité du serrage. 

• Ali configurations . 
• Toutes configurations. 

• Flate gate terminais: 
«Fast-on» or soldering. 

• Connexions de gâchettes plates: 
«Fast-on» ou soudure. 

• Rigid, fiat and insulated base plate: 
2500 VRMS min. specified . 

• Semelle plane/ rigide, isolée: 
2500 Veff min. spécifié. 

• Glass passivated chips: greater reliability. 
• Pastilles glassivées : stabilité des caractéristiques/fiabilité . 

o----t>.--' ____ 1 -r>J---. 1 
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f.\ lHOMSON-CSF 

«pack 934~» diode 1 thyristor 
modules diode/thyristor «pack 934» 

Types 

10 = 18 A 1 25 A 1 40A 
(per le9) 

DBDD 19934 DBDD 26 934 DBDD 41 934 
DDDD 19934 DDDD 26934 DDDD 41 934 
DFDD 19934 DFDD 26934 DFDD 41 934 
DHDD 19 934 DHDD26934 DHDD41934 
DJDD 19934 DJDD 26934 DJDD 41 934 
DlDD 19934 DlDD 26934 DlDD 41 934 

10 = 18 A 1 25 A 1 40 A 
(per le9) 

DBDT 19934 DBDT 26934 DBDT 41 934 
DDDT 19934 DDDT 26934 DDDT 41 934 
DFDT 19934 DFDT 26934 DFDT 41 934 
DHDT 19934 DHDT 26934 DHDT 41 934 
DJDT 19934 DJDT 26934 DJDT 41 934 
DLDT 19934 DLDT 26934 DlDT 41 934 

10 = 18 A 1 25 A 1 40A 
(per le9) 

DBTD 19934 DBTD 26934 DBTD 41 934 
DDTD 19934 DDTD 26934 DDTD 41 934 
DFTD 19934 DFTD 26934 DFTD 41 934 
DHTD 19934 DHTD 26934 DHTD 41 934 
DJTD 19934 DJTD 26934 DJTD 41 934 
DlTD 19934 DlTD 26934 DlTD 41 934 

10 = 18 A 1 25 A 1 40A 
(per le9) 

DBTI 19934 DBTI 26934 DBTI 41 934 
DDTI 19934 DDTI 26934 DDTI 41 934 
DFTI 19934 DFTI 26934 DFTI 41 934 
DHTI 19934 DHTI 26934 DHTI 41 934 
DJTI 19934 DJTI 26934 DJTI 41 934 
DlTI 19934 DlTI 26934 DlTI 41 934 

+ ,..., 

r 
lfI __ 

CB-239 .... CB-242 

1 S5 , .. 

DB 
DD 

DD 
DD 
DD DF 

1 55 

DI 
DI 

mT 
)DT 

DT DF 

1 55 

1 

D 
D 
D 

BTD 
DTD 
FTD 

55 

DBTI 
DDTI 
DFTI 

56934 
56934 
56934 

j.' 

5(1934 
5(1934 
5(1934 

J~ 

5S 934 
5S 934 
5S 934 

,A 

~6 934 
~6 934 
~,6 934 

VORM IFSM/ITSM IGT 
or @ Ti = 125°C max Use 

VRRM 10 ms Fonction 

(V) (A) (mA) 

1 Tcase = 85°C 

200 
400 280/18 A 

- + 

600 400/25 A r .1 r .1 r 
800 850/40 A 

1000 1250/55 A 
1200 

CB-242 

1 Tcase = 85°C (see note) 

200 
400 280/18 A 100/18 A - G + 

600 400/25 A 100/25 A r l ~; r 800 850/40 A 100/40 A .1 
1000 1250/55 A 150/55 A 
1200 

CB-241 

1 Tcase = 85°C (see note) 

200 - G 'V + 
400 280/18 A 100/18 A 

r JI r 600 400/25 A 100/25 A 
800 850/40 A 100/40 A .1 

1000 1250/55 A 150/55 A 
1200 

CB-240 

1 Tcase = 85°C (see note) 

200 G2 ~ G, + -
400 280/18 A 100/18 A 

r .2 1 .2 r 600 400/25 A 100/25 A 
800 850/40 A 100/40 A 

1000 1250/55 A 150/55 A 
1200 

CB-239 

Note: Type number without suffix A . { dv/dt = 500 V/!J.s min 
N° de type sans suffixe A . IGT = 8 mA min 

Type number with suffix A . { dv/dt = 1000 V/!J.s min 
N° de type + suffixe A . IGT = 15 mA min 

Insu/ating voltage 2500 VRMS for 934 mou/ding. 
Tension d'isolement 2500 VeffPour moulage 934. 
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Singl. phase 
bridg.s 
Pont. 

m on op ha ••• 

<> 
0,25 A * 
BA 17.100 
BB 17.100 
BD 17.100 
BF 17.100 
BH 17.100 

1 

BF 13.100 
BH 13.100 

0,5 A* 

502 JB lA 
502 KB lA 
502 LB lA 
502 MB lA 
502 PB lA 
502 RB lA 
$02 5B lA 

0,5 A* 

BA 12.201 
BB 12.201 
BD 12.201 
BF 12.201 

1 

BD 13.201 
BF 13.201 
BH 13.201 

0,5 A* 

BA 12.300 
BB 12.300 
BD 12.300 
BF 12.300 

1 

BD 13.300 
BF 13.300 
BH 13.300 

0,5 A* 

BA 12.501 
BB 12.501 
BD 12.501 
BF 12.501 

1 

BD 13.501 
BF 13.501 
BH 13.501 

IJ lHOMSON-CSF 

mouldings 
moulages 

Thr.e phase Parallel diode Series diode 
bridg.s pairs pairs 

VDRM VRMS Pont. Bivalv •• Doubleur. 
tripha.és or recom-

ffI 
- - VRRM mended 

UJN W WC (V) (V) 

0,25 A* 0,125 A* 
NICA 17.100 DA 17.100 100 50 
NICB 17.100 DB 17.100 200 80 
NICD 17.100 DD 17.100 400 150 
N/CF 17.100 DF 17.100 600 250 
NICH 17.100 DH 17.100 800 380 

controlled avalanche series série avalanche contrôlée 

N/CF13.100 DF 13.100 600 330 
N/CH13.100 DH 13.100 800 440 

100 70 
200 140 
300 210 
400 280 
500 350 
600 420 
800 560 

0,5 A* 0,25 A * 

NICA 12.200 DA 12.200 100 50 
NICB 12.200 DB 12.200 200 80 
NICD 12.200 DD 12.200 400 150 
NICF 12.200 DF 12.200 600 250 

controlled avalanche series série avalanche contrôlée 

NICD 13.200 DD 13.200 400 220 
N/CF 13.200 DF 13.200 600 330 
NICH 13.200 DH 13.200 800 440 

0,7 A* 0,5 A* 0,25 A * 

GA 12.302 N/CA 12.300 DA 12.300 100 50 
GB 12.302 NICB 12.300 DB 12.300 200 80 
GD 12.302 N/CD 12.300 DD 12.300 400 150 
GF 12.302 N/CF 12.300 DF 12.300 600 250 

controlled avalanche series série avalanche contrôlée 

GD 13.302 N/CD 13.300 DD 13.300 400 220 
GF 13.302 N/CF 13.300 DF 13.300 600 330 
GH 13.302 N/CH 13.300 DH 13.300 800 440 

0,7 A* 

GA 12.502 100 50 
GB 12.502 200 80 
GD 12.502 400 150 
GF 12.502 600 250 

controlled avalanche series série avalanche contrôlée 

GD 13.502 400 220 
GF 13.502 600 330 
GH 13.502 800 440 

• Tamb = 45°C Pleose, consult us for other mouldings. 
Nous consulter pour des moulages diHérents. 
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Idsm 
IR per diode 

Diodes 10 ms @VR Case 
25°C 125°C 

Types 
(A) (ILA) (mA) 

M 12 
M 22 

~ M 42 
M 62 
M 82 

3 10 0,25 
B ... CB-276 

M 6 HZ NIC ... } CB-355 
M 8 HZ D ... 

M 22 

f M 22 
M 42 

3 10 1 M 42 
M 62 /' 
M 62 

M8 HZ CB-18 

MU 

~ 
lN 645 

"- lN 647 
lN 649 

3 10 0,25 

M 4 HZ 
B ... CB-280 

M 6 HZ NIC ... } M 8 HZ D ... CB-356 

M 14 

~ 
lN 645 
lN 647 
lN 649 

3 10 0,25 

M 4 HZ 
B ... C8-279 
G ... CB-357 

M 6 HZ N/C. .. } M 8 HZ D ... CB-358 

M 14 
lN 645 
lN 647 
lN 649 

3 10 0,25 

M 4 HZ 
M 6 HZ B ... CB-284 

M 8 HZ G ... CB-436 



Single phase Three phase Parallel diode 
bridges bridges pairs 

Ponts Ponts Bivalves 
monophasés triphasés 

+ + 
WN -<)- ffE liJc 

2 A* 2,7 A* 

BA 20.601 A GA 20.602 A 
BB 20.601 A GB 20.602 A 
BD 20.601 A GD 20.602 A 
BF 20.601 A GF 20.602 A 
BH 20.601 A GH 20.602 A 
Bl 20.601 A Gl 20.602 A 

1 '-v IV 'cu ' .... UIU ,'-,'c 

BD 22.601 A GD 22.602 A 
BF 22.601 A GF 22.602 A 
BH 22.601 A GH 22.602 A 

3 A* 4,2 A* 3 A* 

BA 26.701 A GA 26.702 A N/CA 26.700 A 
BB 26.701 A GB 26.702 A N/CB 26.700 A 
BD 26.701 A GD 26.702 A N/CD 26.700 A 
BF 26.701 A GF 26.702 A t~/CF 26.700 A 
BH 26.701 A GH 26.702 A N/CH 26.700 A 

1 
'-VI VIICU 'v 

BD 27.701 A GD 27.702 A N/CD 27.700 A 
BF 27.701 A GF 27.702 A t~/CF 27.700 A 
BH 27.701 A GH 27.702 A t~/CH 27.700 A 

6 A* 

BA 31.910 
BB 31.910 
BD 31.910 
BF 31.910 
BH 31.910 

1 
I..UI 'UIlt:U 

BF 33.910 
BH 33.910 

8 A* 11 A* 

BY 44.704 A GY 44.706 A 
BA 44.704 A GA 44.706 A 
BB 44.704 A GB 44.706 A 
BD 44.704 A GD 44.706 A 
BF 44.704 A GF 44.706 A 
BH 44.704 A GH 44.706 A 
Bl 44.704 A Gl 44.706 A 

r 
" 1 _l 

'-v IV"CU 

BD 45.704 A GD 45.706 A 
BF 45.704 A GF 45.706 A 
BH 45.704 A GH 45.706 A 

f~. lHOMSON-CSF 

lnouldings 
moulages 

Series diode 
pairs VDRM VRMS 

Doubleurs or recom-

VRRM mended 

+ - -

UJ (V) (V) 

100 50 
200 BO 
400 150 
600 250 
800 380 

1200 650 

400 220 
600 330 
800 440 

1,5 A* 

DA 26.700 A 100 50 
DB 26.700 A 200 80 
DD 26.700 A 400 150 
DF 26.700 A 600 250 
DH 26.700 A 800 380 

DD 27.700 A 400 220 
DF 27.700 A 600 330 
DH 27.700 A 800 440 

100 50 
200 80 
400 150 
600 250 
800 380 

600 330 
800 440 

50 25 
100 50 
200 80 
400 150 
600 250 
800 380 

1200 650 

_L 

400 220 
600 330 
800 440 

* Tamb = 45°C Please, consult us for other mO&J Idings. 
Nous consulter pour des mouloses différents. 
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IR per diode 
Idsm Diodes Case 10 ms @VR 

25°C 125°C 

Types 
(A) (/lA) (mA) 

Ell 
E 21 
E 41 
E 61 
E 81 
E 121 

30 10 0,25 

E 4 Hl B ... CB-283 
E 6 Hl G ... CB-349 
E 8 Hl 

F 12 
F22 
F 42 
F 62 
F 82 

70 10 2 

F 42 Hl B ... CB-281 

F 62 Hl 
G ... CB-351 

F 82 Hl N/C. .. } CB-352 
D ... 

G 1006 
G 2006 
G 4006 

~ 
G 6006 ~tO@ G 8006 

200 100 3 

G 6 Hl CB-277 
G 8 Hl 

G 510 
G 1010 
G 2010 
G 4010 
G 6010 ~~ 
G 8010 
G 1210 

230 100 3 

G 4 Hl Boo. CB-282 
G 6 Hl Goo. CB-350 
G 8 Hl 





.E~AL S~ACKS AND ACCESSORIES 
PONTS MÉTALLIQUES ET ACCESSOIRES 
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~, THOMSON-CSF 

ex amples of stacks on demand 
exemples de réalisations à la demande 

Water cool ing 500 Arms A-C switch 
Interrupteur statique 500 Aeff à refroidissement par eau 

Three phase bridge 70 A - 5000 V - controlled avalanche diodes 
Pont triphasé 70 A - 5000 V - diodes à avalanche contrôlée 

Common cathode rectifier for SNCF BB 16000 and 12000 - 1800 A 
Bivalves SNCF pour locomotives BB 16000 et 12000 - 1800 A 
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I .. ~ THOMSON-CSF 

:neatsinks 
convecteurs 

PROFIL RA PROFIL KNF 
60 

I~-6~ 
N 
N 

v 
co 

104 

120 

T Lmm Rth °C/W 
~_y_p_e_s --+ ___ -+-_ natural' cooling 

RA 150 

RA 200 

PROFIL CB 

Type 

ca 80 

150 

200 

Lmm 

80 

MOULDINGM5 

/ 

Type Lmm 

M5 35 

0,.6 

0,55 

Rth °C/W 
natural cooling 

2,8 

Rth °C/W 
notural cooling 

1 .. 8 

Rth °C/W ~ forced coolin<l 

1 mis 5 rn/s 

0,35 o,:~ 

0,32 0,18 

Weight : 5,51 kg/m 

Rth ( 
forced 

1 mis 

1,5 

Weight • 3,55 kg/m 

ô~ 
~t:j 

Rth (, 
forced 

1 mis 

0,42 

Weight : 0,27 kg 

8 

~_8----,,80--=-------~-
Types Lmm Rth °C/W Rth °C/W 

natural cooling forced cooling 

1 mis 5 mis 

KNF 80 80 1,1 0,60 0,30 

KNF 100 100 0,95 0,50 0,25 

KNF 150 150 0,8 0,40 0,20 

KNF 200 200 0,75 0,36 0,18 

Weight : 5,67 kg/m 

PROFIL P 

70 

1-
~I 

Types Lmm Rth °C/W Rth °C/W 
natural cooling forced cooling 

1 mis 5 mis 

P 80 80 0,70 0,32 0,15 

P 100 100 0,60 0,28 0,14 

P 150 150 0,46 0,25 0,13 

P 200 200 0,42 0,23 0,125 

P 250 250 0,40 0,22 0,121 

Weight : 13,5 kg/m 

~--------------------------------------- -----~------------------------------------------------~ 
Siot width : 13,2 mm (squore nut for 8 mm nut) 
Largeur des rainures de fixation: 13,2 mm (écrou carré 
pour vis de 8 mm) 279 



PROFIL Z 

Types Lmm Rth °C/W 
natural cooling 

Z 100 100 0,46 

Z 150 150 0,39 

Z 200 200 0,34 

Z 300 300 0,29 

PROFIL R 

Types Lmm 
RI), °ClW 

natural cooling 

R 150 150 0,30 

R 200 200 0,27 

R 300 300 0,23 

~ lHOMSON-CSF 

heatsinks 
convecteurs 

PROFIL TNF 

Rth °C/W 
Types 

forced cooling 

1 mIs 5 mIs TNF 80 

0,25 0,12 TNF 100 
0,19 0,10 TNF 150 

0,17 0,09 TNF 200 

0,15 0,08 TNF 250 

Weight : 20 kg/m 

PROFILWK 

Rth °C/W 
forced cooling 

1 mIs 5 mIs 
Types 

0,18 0,09 

0,17 0,08 2xWK 100 
0,15 0,07 2xWK 150 

Weight : 30 kg/m 

Siot width : 13,2 mm (square nut for 8 mm nut) 
~argeur des rainures de fixation: 13,2 mm (écrou carré pour vis de 8 mm) 

280 

Lmm Rth °C/W Rth °C/W 
natural cooling forced cooling 

1 mIs 5 mIs 

80 0,7 0,31 0,17 

100 0,62 0,27 0,16 

150 0,51 0,25 0,15 

200 0,42 0,24 0,138 

250 0,40 0,23 0,13 

Weight : 12 kg lm 

76 

Lmm Rth °C/W Rth °C/W 
natural cooling forced cooling 

1 mis 5 mIs 

100 0,50 0,23 0,11 

150 0,38 0,19 0,09 

Weight : 10 kg/m 



PROFIL WR - AR 8 

122 

Types Lmm Rth °CfW 
natural cooling 

2xWR 100 100 0,33 

2xWR 150 150 0,26 
2xWR 200 200 0,20 

2xWR 250 250 0,18 

PROFIL PP 
72 

Types lmm Rth °CfW 
natural cooling 

pp 80 80 1,2 
pp 100 100 1,1 
pp 150 150 0,95 
pp 200 200 0,.83 

Siot width : 13,2 mm (square nut for 8 mm nut) 

heatsinks 
convecteurs 

PROFIL SR 

Rth °CfW 
forced coolir 9 

1 mis 5 mis 
Types 

0,17 0,09 
0,13 0,07 2xSR 100 
0,124 0,065 2xSR 120 
0,12 0,06 2xSR 150 

Weight : 20 kg/m 

Lmm 

100 
120 

150 

PROFIL WM - AR 82 

Rth 
forced 

1 mis 

0,59 
0,49 

0,39 
0,35 

°C/W 
coolinJ 

IT
o,I;~S 
0,24 
0,19 

0,17 

Weigh l> : 7,2 kg/m 

Types Lmm 

2xWM 100 100 
2xWM 150 150 
2xWM 200 200 

2xWM 250 250 

Largeur des rainures de fixation: 13,2 mm (écrou carré pour vis dE~ 8 mm) 
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120,3 

Rth °CfW Rth °CfW 
natural cooling forced cooling 

1 mis 5 mis 

0,6 0,28 0,14 

0,5 0,22 0,11 

0,44 0,19 0,09 

Weight : 8 kg/m 

122 

Rth °C/W Rth °C/W 
natural cooling forced cooling 

1 mis 5 mis 

0,33 0,17 0,09 

0,27 0,13 0,075 
0,21 0,126 0,07 

0,19 0,122 0,068 

Weight : 20 kg/m 



,., lHOMSON-CSF 

box clamps for disc case power semiconductors 
boîtes de serrage pour semiconducteurs de puissance 

en boîtier à disque 

THOMSON-CSF's box clamps are designed for use with disc 
case power semiconductors (MU 86 for thyristors and 
transistors - M nl for diodes), when single sided cooling is 
required, in reverse or direct polarity. Three connection types 
are possible: 

Types 
Terminal connection 

FIG. 1 

'x 
Ë 
o 
<0 

+1 
r-­
v 

Lt> 

ci 
-+1 

v 
v' 

I 
.;::; 
ëii 
0 
g-
'6 
::> 
0 a.. 

BSA 35 
BSA 55 

BST 35 
BST 55 

BSR 35 
BSR 55 

4 trous 0 5,5 sur 
diamètre 50 ± 0.1 

+1 

r-­v 

Sortie 

Axial 
Axiale 

Flexible lead 
Tresse flexible 

Radial 
Radiale 

47 ± 1 

282 

Les boÎtes de serrage THOMSON-CSF sont étudiées pour 
permettre le montage en refroidissement simple face des 
composants de puissance en boîtier disque (MU 86 pour 
thyristors et transistors - M 771 pour diodes), en polarité 
directe ou inverse. Trois types de connections sont possibles: 

Clamping force 
Force de serrage 

(kN) 

3,5 
5,5 

3,5 
5,5 

3,5 
5,5 

4 trous 0 5,5 sur 
diamètre 50 ± 0,1 

See figure 
Voir figure 

1 

2 

3 

FIG. 3 

47 ± 1 

4 trous 0 5,5 sur 
~--k...----r-+----r-_.I/ diamètre 50 ± G,1 

54 ± 1 

80 maxi 
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box clamps for (lise: case power semiconductors 
boîtes de serrage pour semiconducteurs de puissance 

eIl boîtier à disque 

For 55 version --.. 
Pour modèle SS 

~ --------

~~~~' 

8-

BSR version 

BSAversion 

BSTversion 
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standard single phase diode bridges 
ponts standards monophasés tout diodes 

Types 

BDD 20 200 (C,F) 
BDD 20 400 (C,F) 
BDD 20 600 (C,F) 
BDD 20 800 (C,F) 
BDD 20 1000 (C,F) 
BDD 20 1200 (C,F) 

BDD 40 200 (C,F) 
BDD 40 400 (C,F) 
BDD 40 600 (C,F) 
BDD 40 800 (C,F) 
BDD 40 1000 (C,F) 
BDD 40 1200 (C,F) 

BDD 60 200 (C,F) 
BDD 60 400 (C,F) 
BDD 60 600 (C,F) 
BDD 60 800 (C,F) 
BDD 60 1000 (C,F) 
BDD 60 1200 (C,F) 

BDD 100 200 (C,F) 
BDD 100 400 (C,F) 
BDD 100 600 (C,F) 
BDD 100 800 (C,F) 
BDD 100 1000 (C,F) 
BDD 100 1200 (C,F) 

BDD 150 200 (C,F) 
BDD 150 400 (C,F) 
BDD 150 600 (C,F) 
BDD 150 800 (C,F) 
BDD 150 1000 (C,F) 
BDD 150 1200 (C,F) 

BDD 200 200 (C,F) 
BDD 200 400 (C,F) 
BDD 200 600 (C,F) 
BDD 200 800 (C,F) 
BDD 200 1000 (C,F) 
BDD 200 1200 (C,F) 

(C) : With capacitor protection 

(F) : With fuses 

~-, 

-Pol- ,!"-L 
~I 
~_..J 

, • -c:::;;;:r -
.c::::;;::r - - - - - --... 

Id 
-0+ 

'-------''-------_0 -

Average output 
current 

Courant moyen VRRM 
tJ. .ortie 

Tamb = 40·C 
(A) (V) 

200 
400 

20 
600 
800 

1000 
1200 

200 
400 

40 
600 
800 

1000 
1200 

200 
400 

70 
600 
800 

1000 
1200 

200 
400 

100 
600 
800 

1000 
1200 

200 
400 

150 
600 
800 

1000 
1200 

200 
400 

200 
600 
800 

1000 
1200 
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Diodes 
Heatsinks 

Convecteur. 

G 2010 
G 4010 
G 6010 2 fins 
G 8010 2 ailettes 
G 1110 
G 1210 

RP 2040 
RP 4040 
RP 6040 2 fins 
RP 8040 2 ailettes 
RP 1140 
RP 1240 

RP 2040 
RP 4040 
RP 6040 

2 x KNF 150 RP 8040 
RP 1140 
RP 1240 

KU 1002 
KU 1004 
KU 1006 

2 x KNF 150 KU 1008 
KU 1010 
KU 1012 

KU 1002 
KU 1004 
KU 1006 

2 x TNF 200 KU 1008 
KU 1010 
KU 1012 

KU 1502 
KU 1504 
KU 1506 

2 x TNF 250 KU 1508 
KU 1510 
KU 1-512 

(C) : Avec protection capacité 

(F) : Avec fusibles 

Mechanical 
code 
Cotis 

mtkanique 

- Figure A _ 

- Figure C _ 

- Figure D _ 
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